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Предисловие 


В справочнике приводятся Электрические и эксплуатационные характери- 
стики и параметры биполярных и полевых транзисторов малой мощности, ис- 
пользуемых во входных каскадах усилителей, широкополосных балансных диф- 
ференциальных и операционных усилителях, фазовых детекторах, генераторах 
низкой и высокой частот, импульсных усилителях, селекторах телевизионных 
приемников, переключающих н других устройствах. 

Настоящий справочник является второй книгой базового издания по тран- 
зисторам. В первую книгу «Транзисторы средней и большой мощности» вклю- 
чены сведения о биполярных транзисторах широкого диапазона частот. 

Справочные сведения составлены на основе данных, зафиксированных в го- 
сударственных стандартах и технических условиях по конкретным типам при- 
боров на момент составления справочника. 

Авторами сохранена форма представления данных в виде отдельных спра- 
вочных листов на каждый тип прибора, а также зарекомендовавшая себя по- 
ложительно структура представления данных, принятая в более ранних изда- 
ниях аналогичных справочников: приведены краткие сведения о технология, 
основном назначении, габаритных и присоединительных размерах, маркирозке, 
значениях параметров и их зависимостях от условий эксплуатации, режимах 
измерения, предельных эксплуатационных режимах и условиях работы при- 
боров. 

В части «Общие сведения» приводятся классификация приборов и система 
их условных обозначений. Для полноты сведений о приборах, помещенных в 
справочнике, дается перечень действующих стандартов. 

Для некоторых типов транзисторов, сведения о которых опубликованы в 
вышедших райее справочниках, с целью сокращения объема зависимости пара- 
метров от электрических режимов не приводятся. 

Для удобства пользования справочником обозначения приборов располо- 
жены в цифро-алфавитной последовательности. 

Справочник не заменяет технических условий, утверждаемых в установлен- 
ном порядке, и не является юридическим документом для предъявления ре- 
кламаций. 


ЧАСТЬ ГЕРВАЯ 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ 
ТРАНЗИСТОРАХ 


Раздел первый 

Классификация биполярных и полевых транзисторов 

1.1. Классификация и система обозначений 

Классификация транзисторов по их назначению, физическим свойствам, 
основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признакам, 
роду исходного полупроводникового материала находит свое отражение в си- 
стеме условных обозначений их типов. В соответствии с появлением новых 
классификационных групп транзисторов совершенствуется и система их услов- 
ных обозначений. 

Система обозначений современных типов транзисторов установлена отрасле- 
вым стандартом ОСТ 11 336.919 — 81 и базируется на ряде классификационных 
признаков. В основу системы обозначений положен буквенно-цифровой код. 

Первый элемент обозначает исходный полупроводниковый материал, на 
основе которого изготовлен транзистор. Для обозначения исходного материала 
используются следующие символы: 

Г или 1 — для германия или его соединений; 

К или 2 — для кремния или его соединений; 

А или 3 — для соединений галлия (практически для арсенида галлия, ис- 
пользуемого для создания полевых транзисторов); 

И или 4 — для соединений индия (эти соединения для производства тран- 
зисторов в качестве исходного материала пока не применяются). 

Второй элемент обозначения — буква, определяющая подкласс (или груп- 
пу) транзисторов. Для обозначения подклассов используется одна из двух букв: 
Т — для биполярных и П — для полевых транзисторов. 

Третий элемент — цифра, определяющая основные функциональные воз- 
можности транзистора (допустимое значение рассеиваемой мощности и гранич- 
ную либо максимальную рабочую частоту). 

Для обозначения наиболее характерных эксплуатационных признаков тран- 
зисторов применяются следующие цифры. 

Для транзисторов малой мощности (максимальная мощность, рассеиваемая 
транзистором, не более 0,3 Вт); 

1 — с граничной частотой коэффициента передачи тока или максимальной 
пабочей частотой (далее граничной частотой) не более 3 МГц; 

2 — с граничной частотой более 3. но не более 30 МГц; 

3 — с граничной частотой более 30 МГц. 

Для транзисторов средней мощности (максимальная мощность, рассеивае- 
мая транзистором, более 0,3, но не более 1,5 Вт); 

4 — с граничной частотой не более 3 МГц; 

5 — с граничной частотой более 3, но не более 30 МГц; 

6 — с граничной частотой более 30 МГц. 

Для транзисторов большой мощности (максимальная мощность, рассеивае- 
мая транзистором, более 1,5 Вт): 

7— с граничной частотой не более 3 МГц; 

8 — с граничной частотой более 3, но не более 30 МГц; 

9 — с граничной частотой более 30 МГц. 

Четвертый элемент — число, обозначающее порядковый номер разработки 
технологического типа транзисторов. Для обозначения порядкового номера ис* 
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пользуют двухзначные числа от 01 до 99. Если порядковый номер превысит 
число 99, то применяют трехзначные числа от 101 до 999. 

Пятый элемент буква, условно определяющая классификацию по пара* 
метрам транзисторов, изготовленных по единой технологии. В качестве клас- 
сификационной литеры применяют буквы русского алфавита (за исключением 
3. О, Ч, Ы, Щ, Ю, Ь, Ъ, Э). 

Стандарт предусматривает также введение в обозначение ряда дополни- 
тельных знаков при необходимости отметить отдельные существенные конст- 
руктивно-технологические особенности приборов. 

В качестве дополнительных элементов обозначения используют следующие 

СИ М ВОЛЫ! 

цифра от 1 до 9 — для обозначения модернизаций транзистора, приво- 
дящих к изменению его конструкции или электрических параметров; 

буква С для обозначения наборов в общем корпусе однотипных транзи- 
сторов (транзисторные сборки); 

цифра, написанная через дефис, — для бескорпусных транзисторов. 

Эти цифры соответствуют следующим модификациям конструктивного ис- 
полнения: 

1 с гибкими выводами без кристаллодержателя (подложки); 

2— с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке); 

3 с жесткими выводами без кристаллодержателя (подложки); 

4 -- с жесткими выводами на кристаллодержателе (подложке); 

о с контактными площадками без крнсталлодержателя (подложки) я 
без выводов (кристалл); 

6 — с контактными площадками на кристаллодержателе (подложке), но 
без выводов (кристалл на подложке). 

Таким образом, современная система обозначений позволяет по наимено- 
ванию типа получить значительный объем информации о свойствах транзистора. І 

Примеры обозначения некоторых транзисторов: 

Г Г 101 А германиевый биполярный маломощный низкочастотный номер 
разработки 1, группа А; * 

2Т399А — кремниевый биполярный маломощный СВЧ, номер разработки 99 
группа А; 

2Т399А-2 аналогичен транзистору 2Т399А, но в бескорпусном исполне- 
нии с гибкими выводами на кристаллодержателе; 

2ПС202А-2 набор маломощных кремниевых полевых транзисторов, сред- 
ней частоты, номер разработки 2, группа А, бескорпусный с гибкими выводами 
на кристаллодержателе. 

Для большинства транзисторов, включенных в настоящий справочник, ис- 
пользована система обозначений согласно ранее действовавшим ГОСТ 10862 64 

и ГОСТ 10862 72, которая в своей основе не отличается от описанной. 


1.2. Классификация транзисторов по функциональному назначению 

В настоящем справочнике наряду с нашедшей отражение в системе услов- 
ных обозначений типов транзисторов классификацией приведена классификация 
биполярных транзисторов по частоте: низкочастотные (} ,,,<30 МГц), высокоча- 
стотные (30 МГцС/.рООО МГц), сверхвысокочастотные (/, р >30б МГц). 

Биполярные и полевые транзисторы в соответствии с основными областями 
применения подразделяются на следующие группы: усилительные, генераторные, 
переключательные и импульсные. Каждая из перечисленных групп характеризу- 
ется специфической системой параметров и справочных зависимостей, отра- 
жающих особенности применения транзисторов в радиоэлектронной аппаратуре. 
Применительно к данной классификации транзисторов расположен информа- 
ционный материал в справочнике. 


1.3. Условные графические обозначения 

В технической документации и специальной литературе следует 
условные графические обозначения полупроводниковых приборов в 
вии с ГОСТ 2.730-73. 


применять 

соответст- 
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Таблица і.і 


Условные графические обозначения транзисторов 


Наименование 


Обозначение 


Транзистор типа р п р 


Транзистор типа п-р-п с коллектором. электрически 
соединенным л корпусом 


Однопереходный транзистор с п- и р базой 


Іолевой транзистор с затвором на основе р-п пере- 
хода с каналом п- и р- типа 

Полевой транзистор с изолированным затвором с вы 
водом от подложки обогащенного типа с р-каналом и 
обедненного типа с п-каналом 

Полевой транзистор с изолированным затвором обога- 
щенного типа с л-каналом и внутренним соединением 
подложки и истока 

Полевой транзистор с двумя изолированными затво- 
рами обедненного типа с л-каналом и внутренним со- 
единением подложки и истока 


"Ф" 

"Ф" 


Графические обозначения полупроводниковых приборов, помещенных в дан 
ном справочнике, приведены в табл. 1.1. 

1.4. Условные обозначения электрических параметров 


V 

V 


Ѵкв — напряжение коллектор — эмиттер 
Ѵкэо.'р — граничное напряжение биполярного транзистора 

1} коо — постоянное напряжение коллектор — эмиттер при токе базы 
равном нулю 

V кон — постоянное напряжение коллектор — эмиттер при заданном 
сопротивлении в цепи база — эмиттер 
1/цвк — постоянное напряжение коллектор — эмиттер при коротко- 
замкнутых выводах базы и эмиттера 
і/ках — постоянное напряжение коллектор — эмиттер при заданном 
обратном напряжении база — эмиттер 
V кал,* — импульсное напряжение коллектор — эмиттер при заданном 
сопротивлении в цепи база — эмиттер 
V я э к . и — импульсное напряжение коллектор — эмиттер при коротко- 
замкнутых выводах базы и эмиттера 
Ѵквх. и — импульсное напряжение коллектор — эмиттер при заданном 
обратном напряжении база — эмиттер 
к во .проб — пробивное напряжение коллектор — эмиттер при токе базы, 
равном нулю 

квв.прол — пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном со- 
противлении в цепи база — эмиттер 
квк.прив — пробивное напряжение коллектор — эмиттер при короткозамк- 
нутых выводах базы и эмиттера 
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УкВХ.п 


У КЭ,и .маке — 

У КВ нас 

V КБ — 

У КВ, и 

У КБ. проб — 
У КБ. макс — 

КВ. и .маке — 


У. 


Увѳ ■ 
ЬУбэ ■ 

У БЭ .мапс - 
У Б9 .проб - 

УѳБТ.маке - 

У БѲ.иае - 
У ѲБ.пл - 
У Б\Б7 - 
У Б\БТ.маке - 

У ВѲ - 
У упр - 
У В проб - 
У Впроб.и - 

Уса - 
Уза - 

У ап - 

У СИ. маке - 
У ЗИ .маке ~ 
УзС. маке ~ 

У СП. маке ~ 
У ЗП .маке ~ 
У Э\37. маке — 
Узи.оте ~ 
Уза. поп - 

I Уза і — Узит] ~ 

Д 1 Узш\ — Узит I 

Д Т 


пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном 
обратном напряжении база — эмиттер 

максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — 
эмиттер 

максимально допустимое импульсное напряжение коллектор — 

эмиттер 

напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
постоянное напряжение коллектор — база 
импульсное напряжение коллектор — база 
пробивное напряжение коллектор — база 
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — 
база 

максимально допустимое импульсное напряжение коллектор — 
база 

- постоянное напряжение эмиттер — база 

• падение напряжения на участке база — эмиттер 

• максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер — 
база 

• пробивное напряжение эмиттер — база 

максимально допустимое обратное напряжение эмиттер — ба- 
за 2 однопереходного транзистора 
напряжение насыщения база — эмиттер 
плавающее напряжение эмиттер — база 
межбазовое напряжение однопереходного транзистора 
максимально допустимое межбазовое напряжение однопере- 
ходного транзистора 

напряжение между эмиттерами двухэмиттерного транзистора 

напряжение управления двухэмиттерного транзистора 

напряжение вторичного пробоя 

импульсное напряжение вторичного пробоя 

напряжение сток — исток 

напряжение затвор — исток 

напряжение исток — подложка 

максимально допустимое напряжение сток — исток 

максимально допустимое напряжение затвор — исток 

максимально допустимое напряжение затвор — сток 

максимально допустимое напряжение сток — подложка 

максимально допустимое напряжение затвор — подложка 

максимально допустимое напряжение между затворами 

напряжение отсечки полевого транзистора 

пороговое напряжение полевого транзистора 

разность напряжений затвор — исток сдвоенного полевого 

транзистора 

— температурный уход разности напряжений затвор — исток 


сдвоенного полевого транзистора 
Уш — шумовое напряжение полевого транзистора 
Е ш — электродвижущая сила шума полевого транзистора 
Епиг — напряжение источника питания 
У к — напряжение источника питания цепи коллектора 
У в — напряжение источника питания цепи базы 
/к — постоянный ток коллектора 
/в — постоянный ток эмиттера 
/в — постоянный ток базы 
Ін.и — импульсный ток коллектора 
Іэ, и — импульсный ток эмиттера 
/в. и — импульсный ТОК баЗЫ 
ікбо — обратный ток коллектора 
і8бо — обратный ток эмиттера 


II 


Ікэо — обратный ток коллектор — эмиттер при разомкнутом выво- 
де базы 

Іквв — обратный ток коллектор — эмиттер при заданном сопротив- 
лении в цепи база — эмиттер 

Ікэк — обратный ток коллектор — эмиттер при короткозамкнутых 
выводах базы и эмиттера 

Ікэх — обратный ток коллектор — эмиттер при заданном обратном 
напряжении база — эмиттер 

/ к .нас — постоянный ток коллектора в режиме насыщения 
/в, нас — постоянный ток базы в режиме насыщения 
І П р — критический ток биполярного транзистора 
I в, проб — ток вторичного пробоя 
I В .проб, и — импульсный ТОК ВТОРИЧНОГО Пробоя 
I к, маке — максимально допустимый постоянный ток коллектора 
I ѳ .маке — максимально допустимый постоянный ток эмиттера 
I в, маке — максимально, допустимый постоянный ток базы 
1 к, и, маке — максимально допустимый импульсный ток коллектора 
Іѳ.и.маке — максимально допустимый импульсный ток эмиттера 
/к, нас.лакс — максимально допустимый постоянный ток коллектора в ре- 
жиме насыщения 

/б, нас. лаке — максимально допустимый постоянный ток базы в режиме на- 
сыщения 

1с, мак с — максимально допустимый постоянный ток стока 
ібіб 2 — межбазовый ток однопереходного транзистора 
1'ка — ток включения однопереходного транзистора 
Іеыкл — ток выключения однопереходного транзистора 
Імоо — ток модуляции однопереходного транзистора 
Іс.нач— начальный ток стока 

‘ ,нлч\ / 1 с ,нач 2 — отношение начальных токов стока сдвоенного полевого 


1с, ост • 
ІЗ.ут “ 
ІЗСО " 
ІЗИО - 
Іш- 

ІЗ.пр.ма кс " 
ІС ,и,маке ~ 

Сэ- 
Ск ~ 

СцИ ~ 

С 22 И ~ 
С\2И ~ 
Сзсо ~ 
Сзио ~ 

С г - 

I- 

Ігр - 

Г»Р ' 

/л 21 " 

[маке “ 
* 

І21И ~ 

Гб - 

Ли.* 

Лцэ ■ 


транзистора 
• остаточный ток стока 

- ток утечки затвора 

-обратный ток затвор — сток при разомкнутом выводе истока 

- обратный ток затвор — исток при разомкнутом выводе стока 

- шумовой ток полевого транзистора 

- максимально допустимый прямой ток затвора 

- максимально допустимый импульсный ток стока 

- емкость эмнттерного перехода 

- емкость коллекторного перехода 

- входная емкость полевого транзистора 

- выходная емкость полевого транзистора 

- проходная емкость полевого транзистора 

- емкость затвор — сток при отсоединенном выводе истока 

- емкость затвор — исток при отсоединенном выводе стока 

- емкость генератора 

- частота 

- граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с об- 
щим эмиттером 

- значение [ гр в заданном режиме 

- предельная частота коэффициента передачи тока биполяр- 
ного транзистора 

- максимальная частота генерации биполярного транзистора 

- активная составляющая входной проводимости полевого 

транзистора в схеме с общим истоком 

- активная составляющая выходной проводимости полевого 

транзистора в схеме с общим истоком 

- сопротивление базы 

-входное сопротивление биполярного транзистора в режиме 
малого сигнала в схеме с общим эмиттером 

- входное сопротивление биполярного транзистора в режиме 
большого сигнала в схеме с общим эмиттером 


Лцб — входное сопротивление биполярного транзистора в режиме 
малого сигнала в схеме с общей базой 
Л|2, — коэффициент обратной связи по напряжению биполярного 
транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим 
эмиттером 

Лі2в — коэффициент обратной связи по напряжению биполярного 
транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общей базой 
Ллэ — коэффициент передачи тока биполярного транзистора В ре- 
жиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером 
|Л 2 і»| •— модуль коэффициента передачи тока биполярного транзи- 
стора в схеме с общим эмиттером на высокой частоте 
Л 2 іэ — статический коэффициент передачи тока биполярного транзи- 
стора в схеме с общим эмиттером 

вГ8(/»2іб) — фаза коэффициента передачи тока в схеме с общей базой 
Лги* — выходная полная проводимость биполярного транзистора в 
режиме малого сигнала при холостбм ходе в схеме с общим 
эмиттером 

Л226 — выходная полная проводимость биполярного транзистора в 
режиме малого сигнала при холостом ходе в схеме с общей 
базой 


К ѵ р — коэффициент усиления по мощности биполярного (полевого) 
транзистора 

Кш — коэффициент шума биполярного (полевого) транзистора 
К'ш — - значение К ш в заданном режиме 
Кі — коэффициент линейности 
Кнас — коэффициент насыщения 

Р — постоянная рассеиваемая мощность биполярного (полевого) 
транзистора 

Рср — средняя рассеиваемая мощность биполярного (полевого) 
транзистора 

Ри — импульсная рассеиваемая мощность биполярного (полевого) 
транзистора 

Рк — постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
Рк.ер — средняя рассеиваемая мощность коллектора 
Рмакс — максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность 
биполярного (полевого) транзистора 
Ри. маке — - максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность 
биполярного (полевого) транзистора 
Рк.макс — максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность 
коллектора 

Рк.ср.мохс — максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность 
коллектора 

Р — атмосферное давление 
Р — скважность 

Рва — сопротивление в цепи база — эмиттер 
Рвіб2— межбазовое сопротивление однопереходного транзистора 
Рв — сопротивление в цепи база — источник питания 
Реи, от* — сопротивление сток — исток в открытом состоянии полевого 
транзистора 

Рвх — входное сопротивление 
Рейх — выходное сопротивление 
Рш — шумовое сопротивление полевого транзистора 
Рн — сопротивление нагрузки 

/?* — выходное сопротивление генератора при измерениях 
Рт — тепловое сопротивление 
Рт(п-к) — тепловое сопротивление переход — корпус 
Рт.и(п-н) — импульсное тепловое сопротивление переход — корпус 
Рт(п-с) — тепловое сопротивление переход — среда 
$іі«, — коэффициент отражения входной цепи в схеме с общей базой 

и с общим эмиттером соответственно 
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5ім —коэффициент обратной передачи напряжения в схеме с об- 
щей базой 

|5ім| — модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схе- 
ме с общей базой 

5л» — коэффициент прямой передачи напряжения в схеме с общим 
эмиттером 

$226 — коэффициент отражения выходной цепи в схеме с общей 
базой 

5 — крутизна характеристики полевого транзистора 
$пв — крутизна характеристики на подложке 
Тк — постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте 
биполярного транзистора 

— время включения биполярного (полевого) транзистора 
<»»»»— время выключения биполярного (полевого) транзистора 
I, д — время задержки для биполярного транзистора 
і„р — время нарастания для биполярного (полевого) транзистора 
І ра с — время рассасывания для биполярного транзистора 
І е п — время спада для биполярного (полевого) транзистора 
Іав.вхл — время задержки включения полевого транзистора 
Ілі.'ыхл — время задержки выключения полевого транзистора 
Т — температура окружающей среды 
Т , — температура корпуса, для бескорпусных транзисторов — 
кристаллодержателя (подложки) 

Т п — температура р-п перехода 

ті — коэффициент передачи однопереходного транзистора 
ір — длительность импульса 
1<р — длительность фронта 

Звездочкой в тексте отмечены параметры или их значения, приведенные 
в справочных данных ТУ. При производстве полупроводниковых приборов они 
могут не контролироваться. 

Значения эксплуатационных данных, приведенные без указания темпера- 
турного диапазона, справедливы во всем интервале температур окружающей 
среды для данного типа транзистора. 

Значения электрических параметров, приведенные без специального указа- 
ния температуры окружающей среды (температуры корпуса), справедливы для 
температуры + 25°С. 

На графиках с изображением зоны возможных положений зависимости 
параметров линией внутри зоны обозначена типовая зависимость. 


1.5. Основные стандарты на биполярные и полевые транзисторы 


ГОСТ 15133—77 
ОСТ 11 336.919—81 

ГОСТ 2.730—73 

ГОСТ 18472—82 
ГОСТ 20003—74 

ГОСТ 19095—73 

ГОСТ 10863—81 

ОСТ И 336.907.0—79 

ОСТ 11 336.907.8—81 
ОСТ 11 336.935—82 
ОСТ 11 0272—86 


Приборы полупроводниковые. Термины и определения. 
Приборы полупроводниковые. Система условных обоз- 
начений. 

Обозначения условные графические в схемах. Прибо- 
ры полупроводниковые 

Приборы полупроводниковые. Основные размеры 
Транзисторы биполярные. Термины, определения и бук- 
венные обозначения параметров 

Транзисторы полевые. Термины, определения и буквен- 
ные обозначения параметров 

Приборы и установки измерительные для проверки 
параметров полупроводниковых приборов 
Приборы полупроводниковые. Руководство по приме- 
нению. Общие положения 

Транзисторы биполярные. Руководство по применению 
Транзисторы полевые. Руководство по применению 
Интегральные микросхемы, приборы полупроводниковые 
бескорпусные. Руководство по применению 
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ост 

ост 

ост 

ост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 

гост 


11 073.062 — 84 

11 073.073—82 

11 336.003-74 
11 706.000-79 


Микросхемы интегральные и приборы полупроводнико- 
вые. Требования и методы защиты от статического 
электричества в условиях производства и применения 
Контроль неразрушающий. Методы контроля темпера- 
туры биполярных транзисторов и интегральных микро- 
схем 

Приборы полупроводниковые. Методы отвода тепла 
Радиаторы охлаждения полупроводниковых приборов. 
Технические условия 


Методы измерения параметров биполярных транзисторов 


18604.0— 83 

18604.1— 80 

18604.2— 80 
18604 3—80 

18604.4— 74 

18604.5— 74 

18604.6— 74 

18604.7— 74 

18604.8— 74 
18604 9—82 

18604.10—76 
18604 И— 76 

18604.13— 77 

18604. 14 — 77 

18604.15— 77 

18604.16 — 78 

18604.17— 78 

18604.19 — 78 

18604.20— 78 

18604.22 — 78 

18604.23— 80 

18604.24— 81 


Транзисторы биполярные. Общие требования при из- 
мерении электрических параметров 
Транзисторы биполярные. Метод измерения постоянной 
времени цепи обратной связи на высокой частоте 
Транзисторы биполярные. Метод измерения статиче- 
ского коэффициента передачи тока 
Транзисторы биполярные. Метод измерения емкостей 
коллекторного и эмиттерного переходов 
Транзисторы. Методы измерения обратного тока кол- 
лектора 

Транзисторы. Метод измерения обратного тока коллек- 
тор — эмиттер 

Транзисторы. Метод измерения обратного тока эмит- 
тера 

Транзисторы. Метод измерения коэффициента передачи 
тока 

Транзисторы. Метод измерения выходной проводимости 
Транзисторы биполярные. Методы определения гра- 
ничной и предельной частот коэффициента передачи 
тока 

Транзисторы биполярные. Метод измерения входного 
сопротивления 

Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффици- 
ента шума на высоких и сверхвысоких частотах 
Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод 
измерения выходной мощности и определение коэффи- 
циента усиления по мощности и коэффициента полез- 
ного действия коллектора 

Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод из- 
мерения модуля коэффициента обратной передачи на- 
пряжения в схеме с общей базой на высокой частоте 
Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы 
измерения критического тока 

Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффици- 
ента обратной связи по напряжению в режиме малого 
сигнала 

Транзисторы биполярные. Метод измерения плавающего 
напряжения эмигтер — база 

Транзисторы биполярные. Методы измерения гранично- 
го напряжения 

Транзисторы биполярные. Методы измерения коэффи- 
циента шума на низкой частоте 

Транзисторы биполярные. Методы измерения напряже- 
ния насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер 
Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффици- 
ентов комбинационных составляющих 
Транзисторы биполярные высокочастотные генератор- 
ные. Метод измерения выходной мощности и опреде- 
ление-коэффициента усиления мощности и коэффици- 
ента полезного действия коллектора 
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ГОСТ 18604.26 — 85 
ГОСТ 18604.27—86 

ОСТ 11 336.909.1—79 
ОСТ 11 336.909.3—79 


Транзисторы биполярные. Методы измерения времен- 
ных параметров 

Транзисторы биполярные мощные высоковольтные. Ме- 
тод измерения пробивного напряжения коллектор — ба- 
за (эмиттер — база) при нулевом токе эмиттера (кол- 
лектора) 

Транзисторы биполярные мощные высоковольтные. Ме- 
тоды измерения граничного напряжения 
Транзисторы биполярные мощные высоковольтные. Ме- 
тоды измерения скорости нарастания обратного напря- 
жения 


Методы измерения параметров полевых транзисторов 


гост 

20398.0—83 

гост 

20398.1—74 

гост 

20398.2—74 

гост 

20398.3—74 

гост 

20398.4—74 

гост 

20398.5—74 

гост 

20398.6—74 

гост 

20398.7—74 

гост 

20398.8—74 

гост 

20398.9—80 

гост 

20398.10—80 

гост 

гост 

20398.11— 80 

20398.12— 80 

гост 

20398.13—80 

ОСТ 11 336.916 — 80 


Транзисторы полевые. Общие требования при измере- 
нии электрических параметров 

Транзисторы полевые. Метод измерения модуля полной 
проводимости прямой передачи 

Транзисторы полевые. Метод измерения коэффициента 
шума 

Транзисторы полевые. Метод измерения крутизны ха- 
рактеристики 

Транзисторы полевые. Метод измерения активной со- 
ставляющей выходной проводимости 
Транзисторы полевые. Метод измерения входной, про- 
ходной и выходной емкостей 

Транзисторы полевые. Метод измерения тока утечки 
затвора 

Транзисторы полевые. Метод измерения порогового на- 
пряжения и напряжения отсечки 

Транзисторы полевые. Метод измерения начального то- 
ка стока 

Транзисторы полевые. Метод измерения крутизны ха- 
рактеристики в импульсном режиме 
Транзисторы полевые. Метод измерения начального то- 
ка стока в импульсном режиме 
Транзисторы полевые. Метод измерения ЭДС шума 
Транзисторы полевые. Метод измерения остаточного 
тока стока 

Транзисторы полевые. Метод измерения' сопротивления 
сток — исток 

Транзисторы полевые. Метод измерения выходной мощ- 
ности, определение коэффициента усиления по мощно- 
сти и коэффициента полезного действия стока 


1.6. Приборы для измерения параметров маломощных 
транзисторов 

Для измерения параметров транзисторов промышленность выпускает ряд 
измерительных приборов. Наибольшее распространение для измерения парамет- 
ров маломощных биполярных и полевых транзисторов получили приборы, при- 
веденные в табл. 1.2. 

Методы измерения основных электрических параметров транзисторов уста- 
новлены государственными стандартами. Для наблюдения вольт-амперных ха- 
рактеристик транзисторов рекомендуется использовать приборы, приведенные 
в табл. 1.3. 
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Приборы для измерения параметров маломощных транзисторов 
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Таблица- ІЗ 


Приборы для наблюдения вольт-амперных характеристик транзисторов 


Тип 

прибора 

Режим по постоянному 
току 

Режим ступенчатого 
сигнала 

Г абарнтные 
размеры, мм 
(масса, кг) 

ПНХТ-1 

4 = 0...20 В 
(при /-1...10 А) 
Н=0...200\ В 
(при /=1 А) 

По току: 

1.. .500 мкА/ступень 

1 . . .200 мА/ступень 
(всего 17 фиксирован- 
ных значений) 

643X334X423 
(40 кг) 



По напряжению: 

0,01. ..0,2 В/ступень (все- 
го 5 фиксированных зна- 
чений) 

Число ступеней 4 — 12 


Л2-56 

(ПНХТ-2) 

У=1...16 Й 

(при /= 10 1 А) 

П=0...80 В 
(при / = 0.4...2 А) 

По току: 

50 нА/ступень, 

20 мА/ступень 

(всего 211 фиксированное 

значение) 

490X294X560 
(40 кг) 

• 

Ч =0...400 В 
(при / = 0.4...0.08 А) 
1/=0...2000 В 
(при / = 0,08 А) 

По напряжению: 

0.05...2 В/ступень 
(всего 6 фиксированных 
значений) 

Число ступеней 1 — 10 



Раздел второй 

Особенности использования транзисторов в радиоэлектронной 

аппаратуре 

При разработке, изготовлении и эксплуатации полупроводниковых прибо- 
ров следует принимать во внимание их специфические особенности. Высокая 
надежность радиоэлектронной аппаратуры может быть обеспечена только при 
учете таких факторов, как разброс параметров транзисторов, их температурная 
нестабильность и зависимость параметров от режима работы, а также изме- 
нение параметров транзисторов в процессе эксплуатации. 

Транзисторы сохраняют свои параметры в установленных пределах в услови- 
ях эксплуатации и хранения, характерных для различных видов и классов ап- 
паратуры. Условия эксплуатации аппаратуры могут изменяться в широких 
пределах. Эти условия характеризуются внешними механическими (вибрацион- 
ными, ударными, центробежными нагрузками) и климатическими воздействия- 
ми (температурными, атмосферными и др.). 

Общие требования, справедливые для всех транзисторов, предназначенных 
для использования в аппаратуре определенного класса, содержатся' в общих 
технических условиях. Нормы на значения электрических параметров и специ- 
фические требования, относящиеся к конкретному типу транзистора, содержат- 
ся в частных технических условиях. 

Под воздействием различных факторов окружающей среды некоторые па- 
раметры, характеристики и свойства транзисторов могут изменяться. Для гер- 
метичной защиты транзисторных структур от внешних воздействий служат кор- 
пуса приборов. Конструктивное оформление транзисторов рассчитано на их ис- 
пользование в составе аппаратуры при любых допустимых условиях эксплуата- 
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ции. Необходимо помнить, что корпуса транзисторов в конечном счете имеют 
ограничение по герметичности. Поэтому при использовании транзисторов в аппа- 
ратуре, предназначенной для эксплуатации в условиях повышенной влажно- 
сти, платы с расположенными на них транзисторами рекомендуется покрывать 
лаком не менее чем в три слоя. Рекомендуется применять лаки УР-231 
(ТУ 6-10—863—79) или ЭП-730 (ГОСТ 20824—75). 

Все большее распространение получают так называемые бескорпусные тран- 
зисторы, предназначенные для использования в микросхемах и микросборках. 
Кристаллы таких транзисторов защищены специальным покрытием, но оно не 
дает дополнительной защиты от воздействия окружающей среды. Защита дости- 
гается общей герметизацией всей микросхемы. 

Чтобы обеспечить долголетнюю и безотказную работу радиоэлектронной 
аппаратуры, конструктор обязан не только учесть характерные особенности 
транзисторов на этапе разработки аппаратуры, но и обеспечить соответствую- 
щие условия ее эксплуатации и хранения. 

Транзисторы — приборы универсального применения. Они могут быть 
успешно использованы не только в классе устройств, для которых они разрабо- 
таны, но и во многих других устройствах. Однако набор параметров и харак- 
теристик, приводимых в справочнике, соответствует основному назначению тран- 
зистора. В справочнике приводятся значения параметров транзисторов, гаран- 
тируемые ТУ для соответствующих оптимальных или предельных режимов 
эксплуатации. Рабочий режим транзистора в проектируемом устройстве часто 
отличается от того режима, для которого приводятся параметры в ТУ 

Значения большинства параметров транзисторов зависят от рабочего ре- 
жима и температуры, причем с увеличением температуры зависимость пара- 
метров от режима сказывается более сильно. В справочнике приводятся, как 
правило, типовые (усредненные) зависимости параметров транзисторов от 
тока, напряжения, температуры, частоты и т. п. Эти зависимости должны ис- 
пользоваться при выборе типа транзистора и ориентировочных расчетах, так 
как значения параметров транзисторов одного типа не одинаковы, а лежат в 
некотором интервале. Этот интервал ограничивается минимальным или мак- 
симальным значением, указанным в справочнике. Некоторые параметры имеют 
двустороннее ограничение. 

При конструировании устройств необходимо стремиться обеспечить их ра- 
ботоспособность в возможно более широких интервалах изменений важнейших 
параметров транзисторов. Разброс параметров транзисторов и их изменение во 
времени при конструировании могут быть учтены расчетными методами или 
экспериментально — методом граничных испытаний. 

На рис. 2.1 показаны выходные характеристики биполярного транзистора 
с указанием областей работы для схем с общей базой (ОБ) и общим эмитте- 
ром (ОЭ). 



Рис. 2.1. Выходные характеристики биполярного 
транзистора 


Рис. 2.2. Выходные вольт- 
амперные характеристики 
полевого транзистора 
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Рис. 2.3. Проходные вольт-амперные ха- Рис. 2.4 Проходные вольт-амперные ха- 
рактеристики полевого транзистора с уп- рактеристики МДП-транзисторов 

равляюідим р-п переходом 


Выходные вольт-амперные характеристики полевых транзисторов приведе- 
ны на рис. 2.2. На семействе этих характеристик можно выделить три области: 
линейную (изменение тока стока пропорционально изменению напряжения на 
стоке), область насыщения (ток стока слабо зависит от напряжения на стоке) 

На рис. 2.3. приведены проходные вольт-амперные характеристики (зави- 
симость тока стока от напряжения на затворе при неизменном напряжении на 
стоке) полевых транзисторов с управляющим р-п переходом с каналами п- и 
р-тнпов проводимости и схемные обозначения этих транзисторов. Проходные 
характеристики полевых транзисторов с управляющим р-п переходом хорошо 
аппроксимируются выражением 

/с = /с,кач(1 — Нзя/^зя,огс) п , 

где /с. ком — начальный ток стока (ток стока при ІІ 3 я = 0); Чзи.оп — напряже- 
ние отсечки. Теоретическое значение показателя степени л = 2, однако на прак- 
тике л=1,5...2,5. 

Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом работают в режиме 
обеднения канала носителями заряда (независимо от типа его проводимости) 
при изменении напряжения затвор — исток от нулевого значения до напряже- 
ния отсечки тока стока. 

На рис. 2.4 приведены проходные вольт-амперные характеристики МДП- 
транзисторов и их схемные обозначения. В отличие от транзисторов с управляю- 
щим р-п переходом, у которых рабочая область составляет от Чзи^О до на- 
пряжения запирания, МДП-транзисторы сохраняют высокое входное сопротив- 
ление при любых значениях напряжения на затворе, которое ограничено на- 
пряжением пробоя изолятора затвора. 

При необходимости применения транзисторов для выполнения функций, 
отличающихся от их основного назначения, вывод о возможности их использо- 
вания в этих режимах может быть сделан после измерения параметров тран- 
зисторов в этих режимах, проведения соответствующих испытаний и согласо- 
вания их применения в соответствии с ГОСТ 2.124 — 85. 

В аппаратуре транзистор может быть использован в широком диапазоне 
напряжений и токов. Ограничением служат значения предельно допустимых 
режимов, превышение которых в условиях эксплуатации не допускается не- 
зависимо от длительности импульсов напряжения или тока. Поэтому при при- 
менении транзисторов необходимо обеспечить их защиту от мгновенных изме- 
нений токов и напряжений, возникающих при переходных процессах (моменты 
включения, выключения, измерения режимов работы и т. п), мгновенных изме- 
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нениях питающих напряжении Не допускается также работа транзисторов 
в совмещенных предельных режимах (например, по напряжению и току). 

Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, соизмери- 
мых с неуправляемыми обратными токами во всем диапазоне температур. 

Режимы работы транзисторов должны контролироваться с учетом возмож- 
ных неблагоприятных сочетании условии эксплуатации аппаратуры. 

При измерениях необходимо принимать во внимание колебания напряже- 
ний источников питания, значение и характер нагрузки на выходе блока, коле- 
бания амплитуды и длительности выходных сигналов, уровни внешних воздей- 
ствующих факторов. 

Для повышения надежности транзисторов при эксплуатации следует вы 
бирать рабочие режимы с коэффициентами нагрузки по напряжению и мощно- 
сти в диапазоне 0, 7. ..0, 8. Для коэффициентов нагрузки менее 0,5... 0,6 надежность 
работы транзистора практически не зависит от режима работы. 

Однако следует учесть, что применение транзисторов при малых рабочих 
токах приводит к снижению устойчивости их работы в диапазоне температур 
и к нестабильности усиления во времени. Использование более высокочастот 
ных типов транзисторов в низкочастотных цепях нежелательно, так как они 
дороги, склонны к самовозбуждению и обладают меньшими эксплуатационными 
запасами. 

Для повышения надежности параллельно соединенных транзисторов реко- 
мендуется транзисторы располагать на общем теплоотводе, в цепи эмиттеров 
и баз включать резисторы, обеспечивать их работу при коэффициентах нагрузки 
по току 0,5.. .0,6. 

Для повышения надежности последовательно соединенных транзисторов ре- 
комендуется цепи коллектор — эмиттер шунтировать резисторами, сопротивле- 
ние которых в 2...3 раза меньше эквивалентного сопротивления закрытого тран- 
зистора, или стабилитроном, допускающим работу в ждущем режиме, напря- 
жение стабилизации которого не более 0,7...0,8 і/ кэо. 

Для учета зависимости параметров от температуры в справочнике приво- 
дятся температурный диапазон применения транзисторов, значения параметров 
и режимов при различных температурах и их температурные зависимости 

В процессе монтажа транзисторов в устройство механические и тепловые 
воздействия на них не должны превышать значении, указанных в ТУ, так как 
это может привести к растрескиванию изолятора и, следовательно, к нарушению 
герметичности корпуса транзистора. При рихтовке, формовке и обрезке участок 
вывода у корпуса транзистора должен быть закреплен таким образом, чтобы 
в месте выхода вывода из корпуса (изолятора) он не испытывал изгибающих 
или растягивающих усилий. Оснастка для формовки выводов должна быть за- 
землена. Расстояние от корпуса транзистора до начала изгиба вывода при 
формовке должно быть не менее 2 мм. если оно не оговорено в ТУ на конкрет- 
ный тип транзистора. При диаметре вывода не более 0,5 мм радиус его изгиба 
должен быть не менее 0,5 мм при диаметре от 0,6 до I мм — не менее I мм; 
при диаметре более 1 мм — не менее 1,5 мм. 

При лужении, пайке и монтаже транзисторов следует принимать меры, 
исключающие возможность их повреждения из-за перегрева и механических 
усилий. При лужении и пайке расстояние от корпуса (изолятора) до места 
лужения и пайки должно быть не менее 3 мм, если в ТУ на конкретный тип 
транзистора не указано иное. 

Допускается пайка выводов без теплоотвода и групповым методом, если 
температура припоя не превышает +280±5°С, а время панки не более 3 с, 
если в ТУ на конкретный тип транзистора не указано иное. 

Печатные платы очищают от флюсов жидкостями, не портящими покрытие, 
маркировку и материал корпуса транзистора (рекомендуется спиртобензиновая 
смесь). 

В процессе монтажа, транспортировки, хранения ВЧ и СВЧ биполярных 
транзисторов и полевых МДП-транзисторов необходимо обеспечивать защиту 
их от воздействия статического электричества. Способы защиты приведены в 
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ОСТ 11073.062 — 84. К числу важнейших предупредительных мер относятся: 
хорошее заземление оборудования и измерительных приборов; применение за* 
земляющих браслетов (или колец) между телом оператора и землей; антиста- 
тических халатов; использование низковольтных электрических паяльников с 
заземленным жалом. При включении транзистора в электрическую цепь, нахо- 
дящуюся под напряжением, коллекторный контакт должен подсоединяться 
последним и отсоединяться первым С целью предупреждения появления в 
процессе настройки цепи мгновенного напряжения на коллекторе, превышаю- 
щего максимально допустимое значение, рекомендуется проводить ее настройку 
при пониженной входной мощности, постепенно достигая номинального значения 

Полевые МДП-транзисторы обычно хранят и транспортируют при наличии 
замыкателей на их выводах. Замыкатели удаляют непосредственно перед вклю- 
чением (монтажом) транзистора в устройство. При пайке все выводы МДП- 
транзистора должны быть закорочены. Для сохранения минимальных значений 
тока затворы полевых МДП-транзисторов необходимо применять меры, предо- 
храняющие корпус от попадания флюса и припоя. При выборе лаков или ком- 
паундов для заливки плат с полевыми МДП-транзисторамн необходимо учиты- 
вать влияние этих материалов на ток утечки затвора транзистора. 

При применении полевых МДП-транзисторов в радиоэлектронной аппара 
туре необходимо принимать меры для их защиты от электрических перегрузок 


9. 85 


ЧАСТЬ ВТОРАЯ 


СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ БИПОЛЯРНЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ 


Раздел третий 

Транзисторы маломощные низкочастотные 


Транзисторы п-р-п 

2ТМ103А, 2ТМ103Б, 2ТМ103В, 2ТМ103Г, 2ТМ103Д 


2ТШ03 ( А-Д ) 
База 



Транзисторы кремцпевые планарные 
структуры п-р-п усилительные. Пред 
назначены для применения в усилитель- 
ных и импульсных микромодулях эта- 
жерочиой конструкции. Выпускаются о 
металлостеклянном корпусе на керами 
ческой плате. Тип прибора указывается 
на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,8 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Уха- 20 В, 7е = 2 мА: 

Г- +25 'С: 

2ТМ103А, 2ТМ103Г , 

2ТМ103Б, 2ТМ103Д . . . . 

2ТМ103В . . . . 

Г= + 125 “С: 

2ТМ103А, 2ТМ103Г . . . . 

2ТМ103Б, 2ТМ103Д . . . . 

2ТМ103В • ■ • 

Т =- 60 °С: 

2ТМ103А, 2ТМ103Г ... . . . . 

2ТМІ03Б, 2ТМ103Д 

2ТМ103В 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ при і/, св = 20 В, 1э = 2 мА, не менее . . . . 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
Ѵкв = 20 В, І 0 = 2 мА, 1=1 кГц: 

7= +25 “С: 

2ТМ103А, 2ТМІ03Г 


10. .50 

1 8. . .90 

30.. . 150 

10.. . 125 

1 8. . .225 

30. . 375 

5. . .50 

9. . 90 
12.150 

30 МГц 


16 50 
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П родолжение 


2ТМ103Б, 

2ТМІ03Д 

. . 30 .90 

2ТМ103В 


50... 150 

= + 125 С С: 

2ТМ103А, 

2ТМ103Г . 

16.125 

2ТМ103Б, 

2ТМ103Д 

20.. 225 

2ТМ103В 


. 40. .375 

= -60 ”С: 

2ТМ103А, 

2ТМ103Г 

11 70 

2ТМ103Б, 

2ТМІ03Д 

. . 20, 120 

2ТМ103В 


35 ,200 


Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* = 
= 10 мА, І Б = 2 мА, не более: 


7=+25 с С . 3,3 В 

7 = = 4- 125 °С 5,5 В 

Обратный ток коллектора при і! К в= V кв.маке, не более: 

7= +25 и -60 °С 7,5 мкА 

7— 4-1 25 °С 40 мкА 

Обратный ток коллектор — эмиттер при і) ке = V кѳ.мапс, не 
более: 

7= +25 и — 60 °С . 20 мкА 

Т = 4-125 С С . . 50 мкА 

Обратный ток эмиттера при Ѵэв = ^атг.локс, не более: 

7=4-25 и -60 °С 5 мкА 

7 = 4-125 с С 30 мкА 

Входное сопротивление в режиме малого сигнала при 
і/нв = 20 В, /а = 2 мА, не более 70 Ом 


Емкость коллекторного перехода при V К б = 20 В, не более 15 пФ 
Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база: 

2ТМ103А, 2ТМ103Б . .... 120 В 

2ТМ103В, 2ТМ103Г, 2ТМ103Д . . . . 80 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при І/ Б э=* 

= 0,5 В или /?гэ^1 кОм: 

2ТМ103А, 2ТМ103Б . 120 В 

2ТМ103В, 2ТМ103Г, 2ТМ103Д . . 80 В 

Постоянное напряжение эмиттер база: 

2ТМ103А, 2ТМ103Б, 2ТМ103В 1,5 В 

2ТМ103Г, 2ТМ103Д . . ... 3 В 

Постоянный ток коллектора 1 : 

при 7 = -60... + 60°С 15 мА 

при 7 = 4-125°С . . . . 2,7 мА 

Импульсный ток коллектора при / и ^10 мкс, <2^4 . . 60 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 ■ 

при 7= —60. ..4-75 С С .... . . 75 мВт 

при 7=4-125 °С 25 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда ..... 1 °С/мВт 

Температура р-п перехода 150 °С 

Температура окружающей среды . ... — 60.. .4-125 °С 


1 При изменении температуры окружающей среды от +60 до + 125 'С / к маае 
и от +75 до +125 °С Р И макс уменьшаются линейно. 
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ГТ122Л, ГТ122Б, ГТ122В, ГТ122Г 


Транзисторы германиевые сплавные структуры п-р-п усилительные. Пред 
назначен для применения в усилителях низкой частоты. Выпускаются в ме- 
таллосте янном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на 
корпусе. 

Масса транзистора не более 2 г 

ГГ/22 (А-П 


в 40 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
ІГ кэ~ 5 В, / э — \ мА. 

ГТ 1 22 Д, ГТ122Б 
ГТ122В, ГТ122Г 

Предельная частота коэффициента передачи тока три 
(/ кс = 5 В, Іэ= 1 мА. не менее’ 

ГТ 122 А. ГТ! 22 Б 
ГТ122В, ГТ122Г 

Обратный ток коллектора при Ѵкв — 5 В, не более .. . 

Обратный ток эмиттера при 1/эв = 5 В. не более 
Сопротивление ба.зы, не более 


15 45 
30 СО 


1 МГц 

2 МГц 
20 мкА 
15 мкА 
?00 Ом 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база при Т=— 60 
+40 Ь С: 

ГТ 122 А 

ГТ122Б, ГТ 122В, ГТ122Г 

Постоянное напряжение коллектор эчштср при / = 
= -60.. +40 °С. 

ГТ 122 А 

ГТ122Б, ГТ122В, ГТ122Г . 

Постоянный ток коллектора 
Импульсный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, 
при 7* = — 60. ..^-55 °С 
при Г = +55. ..+70 °С 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура окружающей среды 


35 В 
20 В 


Г» В 
20 В 
20 мА 
1 50 мА 

I 30 мВт 
75 мВт 
0.2 °С/мВт 
-60 +70 “С 


Минимальное расстояние от корпуса до места изгиба выводов 3 
корпуса до места пайки 5 мм. Пайку производить при 7 <+280 в 
времени не более 5 с. 


мм, от 
течение 
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2Т127А-1, 2Т127Б-1, 2Т127В-1, 2Т127Г-1 


Транзисторы кремниевые планар- 
ные структуры п-р-п усилительные. 
Предназначены для применения в 
усилителях постоянного тока, стаби- 
лизаторах тока герметизированной 
аппаратуры. Бсскорпуеные с защит- 
ным покрытием и гибкими вывода- 
ми. Тип прибора указывается в то- 
варосопроводительном документации. 

Масса транзистора не более 
0.006 г. 


гтт(Аі-п) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
У кэ — 5 В, ! э = 1 мА. 

2Т127Л- 1, 2Т127В-1 
2Т127Б-1, 2Т127Г-1 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ, не более 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = ЗмЛ 
Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при /« = 
-0,15 мА, нс менее 
2Т127А1. 2Т127Б-1 
2ТІ27ВІ, 2ТІ27Г 1 

Обратный ток коллектора при {/*л = 30 В. Г= -60... +85 °С, 

ік бо. :ес * 

Обратный ток эмиттера при Ѵв в = 3 В. не более 
Емкость коллекторного перехода при У„ с = 5 В 


15. 40* 00 
40. 120* 200 

100* кГц 
0,2’ 0,25* 0,5 В 


25 В 
45 В 

I мкА 
1,5 мкА 
4* ..4,8* . 5 пф 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер; 
2Т127А-1, 2Т127Б-І 
2Т127В1, 2Т127Г-1 

Постоянное напряжение коллектор — база; 
2Т127А-1, 2Т127Б-1 
2Т127В-1, 2Т127Г-І 
Постоянный ток коллектора 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 
при Г = — 60... + 70 ’С 
при Т = +85 *С 

Тепловое сопротивление переход — среда . 
Температура окружающей среды 


25 В 
45 В 

25 В 
45 В 
50 м А 

15 мВт 
5 мВт 
З’С/мВт 
— 60. .. + 85 ’С 


1 При 7> + 70Т Р " Лпис уменья ается линейно. 

При панке припоем ПОС-61 допускается нагрев с общим временем пре- 
бывания при температуре + 230°С не более 30 с и +150’ не более 10 мин. 
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О V в 11 16 . »А 


Зона возможных положений зависимости Зона возможных положений зависимости 

статического коэффициента передачи то* статического коэффициента передачи то- 
ка от напряжения коллектор — эмиттер ка от тока коллектора 


2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д, 
КТ201А, КТ201Б, КТ201В, КТ201Г, КТ201Д, 
КТ201АМ, КТ201БМ, КТ201ВМ, КТ201ГМ, КТ201ДМ 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п усили- 
тельные с ненормированным (2Т201А, К.Т201А, 2Т20ІБ, КТ201Б, 2Т20ІВ, 

КТ201В. 2Т201Г. КТ 201 Г) и нормированным (2Т201Д, КТ201Д) коэффициентом 
шума на частоте 1 кГц. Предназначены для применения в усилителях низкой 
частоты. Выпускаются в металлостеклянном (2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т20ІГ, 
2Т20ІД. КТ201А- КТ20ІБ, КТ201В. КТ201Г, КТ201Д) и пластмассовом 

(КТ20ІАМ, КТ201БМ, КТ201ВМ, КТ20ІГМ, КТ201ДМ) корпусах с гибкими вы- 
водами Тип транзистора в металлическом корпусе указывается ка боковой 
поверхности корпуса, в пластмассовом корпусе на боковой поверхности корпуса 
указывается сокращенное обозначение: КТ201 АМ— 201А, КТ201ВМ— 201Б, 
КТ201ВМ— 201В, КТ201ГМ— 20ІГ, КТ201 ДАТ— 201 Д. 

Масса транзистора не более 0,6 г. 



ОМ 



ктгоі(Ап-дп) 

Эпоттер Раза Корректор 




/ / / . . 


/ /'" , 



/ 1 


Н, 5 


5,2 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Укв—1 В, 1ц = 5 мА: 

Т =+25 *С: 

2Т201А, КТ20ІА, КТ20ІАМ . . . 

2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Д, КТ201Б, КТ201В, КТ20ІД, 
КТ201БМ, КТ201ВМ, КТ201ДМ . 

2Т20ІГ, КТ201Г, КТ201ГМ 

Г- -60 °С: 

2Т201А . . . . 

2Г201Б, 2Т201В 2Т201Д ... . . • 

2Т201Г . . 

7= + 125 °С: 

2Т201 А 

2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Д 

2Т201Г . . . . . . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ при У кс = 5 В, / э = 1 0 мА, не менее 

типовое значение для 2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 
2Т201Д 

Коэффициент шума при І1кс= 1 В, /э = 0.2 мА; і = 1 кГц: 

2Т201Д, не более . . 

типовое значение . 

КТ201Д, КТ201ДМ, не более 

Обратный ток коллектора, не более: 

при Укв = 20 В и 7 = +25 °С для 2Т201А, 2Т201Б, 
КТ201А, КТ101Б, КТ201АМ, КТ201БМ 
7 = + 125 "С 2Т201 А 2Т201Б . . 

при Укв= 10 В и 7 = +25 °С для 2Т201В, 2Т201Г, 

2Т201Д, КТ201В, КТ201Г, КТ201Д, КТ201ВМ, 

КТ201ГМ, КТ201ДМ ... 

7 = + 125 °С 2Т201В, 2Т201Г 2Т201Д . . . . 

Обратный ток эмиттера при 7=+25°С, не более: 

Не б = 20 В 2Т201А, 2Т201Б, КТ201А, КТ201Б, 

КТ201АМ, КТ20ІБМ . . 

1/эс= 10 В 2Т201В, 2Т20ІГ, 2Т201Д, КТ201В, КТ201 Г, 
КТ201Д, КТ201ВМ, КТ201ГМ, КТ201ДМ 
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала 
при холостом ходе при У кв = 5 В, / э = 1 мА, 1 кГц, 
но более ... ... . . . . 

типовое значение для 2Т201 А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 

2Т201Д 

Коэффициент обратной связи по напряжению в режиме 
малого сигнала в схеме с ОБ при Уке = 5 В; / 8 = 1 мА, 

/=1 кГц, не более 

типовое значение для 2Т20ІА, 2Т2Л1Б, 2Т201В 

2Т201Г, 2Т201Д ... ... . . . 

Емкость коллекторного перехода при І/кг ,- 5 В, не Солее 
типовое значение для 2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 

2Т201Г 2Т201Д 

Индуктивность выводов эмиттера и базы при /=3 мм 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база: 

2Т201А, 2Т201Б, КТ201А, КТ201Б, КТ201АМ, 

КТ201БМ 

2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д, КТ201В,- КТ201Г, КТ201Д, 
КТ201ВМ, КТ201ГМ, КТ201ДМ 


20. 60 

30.. . 90 
70. „210 

10. 60 

15. . 90 
35. .210 

20 .. . 120 

30.. . 180 

70.. 400 

10 МГц 

40* МГц 

15 дБ 
6*дБ 
15 дБ 


0,5 мкА 
10' мкА 


0,5 мк-А 
10 мкА 


3 мкА 
3 мкА 


2 мкСм 
0,5* мкСм 


3- 10- 1 

4- 10-** 
20 пФ 

9* нФ 
6* нГн 


20 В 
10 В 


^стояниое напряжение коллектор — эмиттер при 

КТ201БМ 2Т2< " Б ’ КТ20ІЛ ' КТ20ІБ КТ201АМ, 

2Т201 В, 2Т201Г, 2Т201Д, КТ201В, КТ20ІГ, КТ201Д 
КТ20ІВМ, КТ201ГМ, КТ20ІДМ 
Постоянное напряжение эмиттер — база- 

2Т20ІА., 2Т201Б, КТ20ІА, КТ20ІБ, КТ201АМ. 

КТ201 БМ 

2Т20ІВ, 2Т20ІГ, 2Т20ІД. КТ201В, КТ201Г, КТ201Д 
КТ20ІВМ, КТ20ІГМ, КТ201ДМ 
Постопнныіі ток коллектора: 

2Т201 А, 2Т20ІБ, 2Т201 В, 2Т201Г 2Т201Д 
КТ201А. КТ201Б, КТ20ІВ, КТ20ІГ, КТ20ІД КТ20ІАМ 
КТ201БМ, КТ201ВМ, КТ20І Г ЛЛ, КТ20ІДМ' 
Импульсный ток коллектора при 10: 

А, <10 мс 2Т201А, 2Т20ІБ, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д 
і,,<100 мкс КТ201А, КТ20ІБ КТ201В, КТ201Г 
КТ201Д. КТ20ІАМ, КТ201БМ, КТ20ІВМ КТ20ІГМ 

КТ20ІДМ 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора- 
2Т201 А. 2Т201Б, 2Т201В. 2Т201Г 2Т201Д '• 
при 7" = -60 . + 75 °С, 6650 Па . . . 

при 7 , = -00...+75' , С. Р=й 65 Па . 
при 7'- 4-125 °С 


КТ201А, КТ20ІБ, КТ201В КТ201Г КТ201Д 2 - 
при Т ^—60. ..+90 °С ... 

при 7= + 125°С 

КТ201АМ, КТ201БМ КТ201ВМ, КТ201ГМ, КТ201ДМ 

при Т = — 45. ..4-85 °С 

Тепловое сопротивление переход — среда 2Т2П1А 2Т201Б 

2Т201В. 2Т201Г, 2Т201Д ’ 

Температура р-п перехода КТ201А, КТ201Б. КТ201В 

КТ201Г, КТ20ІД 

Температѵра окружающей среды: 

2Т201Д, 2Т201Б. 2Т20ІВ. 2Т201Г, КТ201Д КТ201Б 
КТ20ІВ, КТ201Г. КТ20ІД ... 

КТ201АМ. КТ20І БМ, КТ201ВМ. КТ2П1ГМ, КТ201ДМ 


П родолженив 


20 В 
10 В 

20 В 
10 В 
20 м А 
30 мА 
100 мА 

100 мА 

150 мВт 
100 мВт 
60 мВт 

150 мВт 
60 мВт 

150 мВт 

556 * *С/Вт 

4-150 °С 


-60 . +125 °С 
—45. .. + 85 °С 


При изменении температуры окружающей среды от 4 75 до 4- 125 “С Р.. м 

уменьшается линейно. ’ лаке 

* При изменении температуры окружающей среды от 4-90 до 4-125 в С Р к 

Уменьшается линейно ма * с 
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Зависимость статическо- 
го Коэффициента пере- 
дами тока от тока кол- 
лектора 


Зависимость статиче- 
ского коэффициента пе- 
редачи тока от напря- 
жения коллектор — база 


Зависимость статиче- 
ского коэффициента пе 
рсдачи тока от темпе- 
ратуры 


30 


2Т205А-3, 2Т205Б-3 


Транзисторы крем* 
нлсвые планарные струн* 
туры п-р-Пш Предназна- 
чены для применения в 


усилителях и импульс- 

■ 

0,25 

0.25 

0,25 

ных микромодулях гер- 






метизнрованнои аппара- 
туры. Бескорпусные с 
контактными площадка- 
ми для монтажа в аппа- 
ратуру. Тип прибора 
указывается на группо- 
вой таре. 


Масс 


а транзистора 


2 7 203 (А 3 ; 6-3) 

1,2 0,3 0,03 


О, 75 



Коллектор 
Зпиттер 
-]■ база 
-]■ коллектор 


не более 0,003 г. 


Ключ Ч ноптапта ф 0,28 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
10 В. /«,= 2,5 мА: 

Т = 4-25 °С 
7 = —60 С С 

т= -Ы25 °с ! 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

инБ= 10 В, І э = 2,5 мА, ж? менее 

Время рассасывания при /„ = 5 мА. /* = 2 ма| не более 
Напряжение насыщения коллектор — эм пттер при = 

— 5 мА, /б = 2 мА, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /ж = 5мА / с = 

— 2 мА, не более . 

Постоянное напряжение эмиттер — база при /» = 6 05 мА 
не мсисе . , ’ 

Обратный ток коллектор — эмиттер при кОм, 

ѵ И 9= і' к 9.: мах г, НѲ бОЛСС* 

Г=+25 'С: 

2Т205А-3 

2Т205Б-3 . 

Т=- 60 ‘С: 

2Т203А-3 . . 

2Т205Б-3 . 

Г- +125 'С: 

2Т2Р5А-3 . . 

2Т2С5Б-3 

Обратный ток эмиттера при Б'аа = 3 В. не более ‘ ’ 

Емкость коллекторного перехода при І/ К е= 10 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при Ѵ, Б = 2 В, не более 


10.40 
5. ..40 
10... 100 

20 МГц 

1 мкс 

2 В 
1 В 
0,5 В 


3 мкА 

2 мкА 

3 мкА 
3 мкА 

10 мкА 
10 мкА 
3 мкА 
10 пФ 
25 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

П'-стояннсе напряжение коллектор — база 
«сГкО™ 06 нап Р яженпс ко-ѵіектор — эмиттер при 

" 2Т205А-3 . . 

2Т205Б-3 

Постоянное напряжение эмиттер — база ! 

Постоянный ток коллектора .... 


250 В 


250 В 
2С0 В 
3 В 
20 мА 
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Импу льсный 

<Ыо . . 


ток коллектора при / ц <10 мс, 


Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
*=— 60...+90 °С . . 


при 


мкс, 

I 

Г = 


Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 

<10 мс г /„#<1 мкс, <?>10, 7 , --60...+90°С . 

Температура р-п перехода * 

Температура окружающей среды ' 


Продолжение 

45 мА 

40 мВт 

160 мВт 
+ 135 °С 
-60...+ 125 °С 


'Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность 
** и 7“ + 90...+ 125 С определяется по формуле Р к лакс - (135-Г)/1,1. 


коллектора. 


мВт, 






т05(А-3,6-3) 






' 



/• 

ОПГ 

ЕЯ 









о і г з 


Зависимость статиче- 
ского коэффициента пе- 
редачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость емкости 
коллекторного перехода 
от напряжения коллек- 
тор — база 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ем- 
кости эмиттерного пере- 
хода 'от напряжения 
эмиттер — база 


КТ206А, КТ206Б 


КТ 20 В (А. Б) 
0.7 0.8 



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-пла- 
нарные структуры п-р-п усилительные. Предна- 
значены для применения в усилителях и импульс- 
ных микромодулях герметизированной аппарату- 
ры. Бескорпусные с защитным покрытием и гиб- 
кими выводами. Тип прибора указывается на 
групповой таре. 

Масса транзистора не более 0,002 г. 


Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкіі— 1 В, Ік — 5 мА: 

КТ206А ... 30.. .90 

КТ206Б 70... 210 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

ОЭ при іікб = 2 В ,-/* = 5 мА, не менее 10 МГц 

Обратный ток коллектора, не более: 

при і/кб = 20 В для КТ206А 1 мкА 

при Г/кв=12 В для КТ206Б 1 мкА 

Обратный ток эмиттера, не более: 
при і)эв = 20 В для КТ206А 


1 мкА 


при 1/вЕ= 12 В для КТ206Б ...... 

Емкость коллекторного перехода при іікб = 5 В. I 
= 10 МГц, не более 




Продо.ілсение 


1 мкА 
20 нФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база: 

КТ206А 

КТ206Б 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
^ 3 кОм: 

КТ206А 

КТ206Б 

Постоянное напряжение эмиттер — база: 

КТ206А 

КТ206Б 

Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г = — 60...+55 °С 

при Т = +85 °С 

Температура рп перехода 

Температура окружающей среды 


20 В 
12 В 


20 В 
12 В 

20 В 
12 В 
20 мА 

15 мВт 
5 мВт 
+ 100 °С 
— 60...+85 °С 


2Т215Л-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 
2Т215Е-1, КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, 
КТ215Д-1, КТ215Е-1 


Транзисторы кремниевые эпи* 
таксиально-планарные структуры 
п-р-п. Предназначены для использо- 
вания в усилителях и переключаю- 
щих устройствах герметизированной 
аппаратуры. Бескорпусные с гибкими 
выводами и защитным покрытием. 
Тип прибора указывается на таре- 
спутнике. 

Масса транзистора не более 
0.01 г. 


гггі5(А і-е і), кггн(А і-е і) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ: 
при Г = +25 °С, Чкв = 5 В, Іэ = 10 мА: 

2Т215А-1, КТ215А-1, не менее . . . 

2Т215Б-1, КТ2І5Б-1 ... . . 

2Т215В-1. 2Т215Г-1 КТ215В-1. КТ215Г-1 . . 

Укб= 1 В, / в = 40 мкА, не менее: 

2Т215Д-1, КТ215Д-1 . 

2Т215Е-1, КТ215Е-1 

при Т = Т ма , с , Ч кв —5 В, /»=10 мА: 

2Т215А-1, КТ215А-1, не , менее . . . . 


20 

30. 80 
40.. 120 

■80 

40 

20 


2-307 


И 




2Т215Б-1, КТ215Б-1 

2Т215В-1, 2Т215Г-І, КТ215В-1, КТ2І5Г-1 . . . 

ИкБ—1 В, /а = 40 мкА, не менее: 

2Т215Д-1, КТ2І5Д-1 

2Т215Е-1, КТ215Е- 1 

при Т=Т МХ1 „, І7нв=5 В, /$= 10 мА: 

2Т215А-1, КТ215А-1 не менее 

2Т215Б-1, КТ215Б-Г 

2Т215В-1, 2Т215Г-1, КТ215В-1, КТ2І5Г-1 . . 

Чнв=1 В, /а = 40 мкА, не менее: 

2Т215Д-1, КТ215Д-1 

2Т215Е-1, КТ215Е-1 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ при Окб = 5 В, /а = I мА, не менее ..... 
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой час- 
тоте при 1 /*б = 5 В, /в — 2 мА, не более 

Коэффициент шума при Ч кб = 5 В, /а = 40 мкА, К,= 
= 10 кОм, /= 1 кГц для 2Т215Д-1, КТ215Д-1, не более 
Граничное напряжение при /а=10 мА не менее: 

2Т215А-1, 2Т215Б-1, КТ215А-1, КТ215Б-1 . . 

2Т215В-1, КТ215В-1 

2Т215Г-1, КТ215Г-1 

2Т215Д-1, КТ215Д-1 

2Т215Е-1, КТ215Е-1 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /*«» 
= 10 мА, /в=1 мА, не более: 

2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 

2Т215Е-1 

КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1 КТ215Д-1, 

КТ215Е-1 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / я = 10 мА, 

/в = 1 мА, не более 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Чкв=Чкв,м* «с, 
Ліи. ^10 кОм, не более: 

Т = +25 °С и Г=Г*„« 

Г == Г д мхс 

Обратный ток эмиттера при ЧэБ = Ч В Б І ма*с, не более 
Входное сопротивление в схеме ОЭ в режиме малого сиг- 
нала при і/на=5 В, Ік — 2 мА 

Емкость коллекторного перехода при Ч ис =10 В, /=• 

= 500 кГц 

Емкость эмиттерного перехода при Уев = 0,5 В, /=500 кГц 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Яоа^ 
^10 кОм: 

2Т215А-1, КТ215А-1 

2Т215Б-1, 2Т215В-1, КТ2І5Б-1 

КТ215В-1 

2Т215Г-1, КТ2І5Г-1 

2Т215Д-1, 2Т215Е-1, КТ215Д-1. КТ215Е-1 . . . 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора ... .... 

Импульсный ток коллектора при („<10 мс, 0 100 

Постоянный ток базы 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г=Гд,„,...+35°С 

при Т=Т манс . 

Тепловое сопротивление переход — среда 
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Продолженіи 

30.. . 150 

40.. . 200 

80 

40 

7 

10.. .90 

15. . 120 

25 

15 

5 МГц 

6 нс 

5* дБ 

80 В 
60 В 
40 В 
30 В 
20 В 


0,45 В 
0,6 В 
1,2* В 


1 мкА 
10 мкА 
10 мкА 

1,2*...1,5*...І0* кОм 

9, 5*. ..12*. ..50 оФ 
9, 6*. ..40*. ..100 пФ 


100 В 
90 В 
80 В 
60 В 
30 В 
5 В 
50 мА 
100 мА 
20 мА 

50 мВт 
20 мВт 
0,1 * С/мВт 


Продолжение 


Температура р-п перехода +125 °С 

Температура окружающей среды: 

2Т2І5А-І, 2Т2І5Б-1, 2Т215В-1. 2Т2І5ГІ, 2Т215Д-1, 

2Т215Е-1 ... — вО...+ ЮО°С 

КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-.. і Т215Д-1, 

КТ215Е-1 —45... +85 “С 


1 При Г>+35°С Р к. маке уменьшается дянейно. 

Допустимая температура пайки транзисторов в гибридные микросхемы не 
должна превышать + 150°С в течение 30 с. 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере* 
дачи тока от тока эмит- 
тера 



0,01 о.і 


10 І і% мА 


т 

150 
100 
50 

45 0 45 Т* С 

Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


ті5(А-1,Г-і) 


ктт(А-і,гіГу 


Ч.Я- 

1В 


-ѵ* 

1 



Транзистор кремние- 
вый планарный структу- 
ры п-р-п низкочастотный 
усилительный маломощ- 
ный с нормированным 
коэффициентом шума на 
частоте 1 кГц. Предна- 
значен для применения 
в предварительных кас- 
кадах усилителей низкой 
частоты. Выпускается в 
металлостеклянном кор- 
пусе 1 с гибкими вывода- 
ми. Тип прибора указы- 
вается на корпусе. 

Масса транзистора 
более 0,5 г. 


Кш.дВ 


1П15Д-1 

КП15Д-1 

-ІЬ-10 







/•/ нГц У 







10 -* 10 »* нА 


Кш.Яв 

10 

5 

Ю *' 10* 10' К г .к0п 


21215 д-і, кттд-і 

г 

и КЛ ш 58 

Іщ т 49ж1 

} 

\ 


/ 





Зависимость коэффици- Зависимость коэффици- 
ента шума от тока ента шума от сопротив- 

эмиттера ленив генератора 


КТ302А 


КТ302А 
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2* 


Электрические параметры 

Коэффициент шума при V иа=1 В, / в = 0,1 мА, /=1 кГц, 

не более 7 дБ 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 

и и а = 1 В. /э-0,1 мА ПО. .250 

Обратный ток коллектора при Укя=15 В, не более . 1 мкА 

Обратный ток эмиттера при Ч В в= 4 В, не более . . 1 мкА 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 15 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«»=* 

■=100 Ом 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 4 В 

Постоянный ток коллектора . . . . . . . . 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 

<50 “С 100 мВт 

Температура окружающей среды ... ... —45.. .+85 4 С 


ГТ404А, ГТ404Б, ГТ404В, ГТ404Г 

Транзисторы германиевые сплавные структуры п-р-п усилительные. Пред- 
назначены для применения в выходных каскадах усилителей низкой частоты. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами в двух вари- 
антах. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора: вариант 1 — не более 5 г, вариант 2^ не более 2 г. 

ПЧОЧ(А-Г) 

Вариант / 



Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкв=\ В, /э = 3 мА: 

ГТ404А, ГТ404В 30...80 

ГТ404Б, ГТ404Г 60... 150 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

ОЭ при І7яв=1 В, І в = 3 мА, ие менее 1 МГц 

Коэффициент линейности Кі=(іі 2 іэ при Ів = 3 мА)/(Л 218 

при / 8 = 300 мА) 0,6... 1,5 


36 


Продолжение 


Пряное падение напряжения на эмиттерном переходе при 
отключенном коллекторе, Л> = 2 мА, не более . . . 0,3 В 

Обратный ток коллектора при Укв=10 В, обратный ток 


эмиттера при {/ в8 = 10 В, не более .... .25 мкА 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«,= 

= 200 Ом: 

ГТ404А, ГТ404Б 25 В 

ГТ404В, ГТ404Г ! 40 В 

Постоянный ток коллектора 05 А 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 при 

вариант 1 0,6 Вт 

вариант 2 .... • 0,3 Вт 

Тепловое сопротивление переход — грела: 

вариант 1 0,1 °С/мВт 

вариант 2 0,15°С/мВт 

Температура р-п перехода . . 85 °С 

Температура окружающей среды — 40...+55°С 


1 При Л — +25...4-55 “С р к,ма кв* мВт * определяется по формуле 
(85- П /К г(п _ с> . 


Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора. При 
включении транзистора в электрическую цепь вывод коллектора должен при- 
соединяться последним и отключаться первым. 

Допускается соединять выводы транзисторов с элементами схемы не бли- 
же 5 мм от корпуса транзистора любым способом (пайка, сварка и т. п.) при 
условии соблюдения следующих требований: за все время соединения темпе- 
ратура в любой точке корпуса транзистора не должна превышать максимально 
допустимую температуру окружающей среды. Температура пайки не должна 
превышать +-285°С. 


Ікъе/Іш (гО'С) 



пт(А-г) 



и*. 

•108 / 




7І 

Г 








) 

г 









8 т /Ь ю (а'С) 


1,1 

1 

0,8 

0* 


ггт(А-г) 



Ра т 1 В 






'і т 

3*Л 


'і- 

Я, ЗА 









/ 




<ГР 

’іощ}/ 

•18 





то*і 

10 






о го чо бо іо V с 


-во -го го 6 о іоот/с 


о іоо ж іоо л, , нА 


Зависимость обратного 
тока коллектора от 
температуры 


Зависимость статиче- 
ского коэффициента пе- 
редачи тока от темпе- 
ратуры 


зависимость статнче- 
:кого коэффициента пе- 
редачи тока от тока 
эмиттера 


Транзисторы р-п-р 


1Т101, 1ГІ01 А, 1Т101Б, 1Т102, 1П02А 


Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р усилительные с ненор- 
мированным (ІТ101, 1Т101А, 1Т101Б) и нормированным (1Т102, 1Т102А) коэф- 
фициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначены для применения в усилителях 
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низкой частоты. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими вывода 
ми. Тип прибора указывается на боковой поверхности корлѵса. 

Масса транзистора не более 2 г. 


/770/, 17101 (А, б ), 17102 , 17 Юг А 



Электрические параметры 


Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 1 
в схеме ОЭ при Ѵ К б = Ъ В, І 9 = 1 мА, /=1 кГц: 

1ТЮ1 . . .... 30. 40*. . 60 

1Т101 А . .... . . ... 20. ..30*. ..40 

1Т101Б . . 60 ...60*. .120 

1Т102, не менее . . 20 

типовое значение . 60* 

1Т102А. не менее . .20 

типовое значение . то* 

Предельная частота коэффициента передачи тока в ОЭ при 
Унб = 5 В, /э=1 мА, не менее: 

1Т101, 1Т101А ... .... . . 2 МГц 

1 Т101 Б .... . . ... 5 МГц 

1Т102, 1Т102А .... .... 1 МГц 

Коэффициент шума при Ѵ К в = 5 В, / э = 0,5 мА, /=1 кГц: 

1 Т 1 02, не более ... . . 7 дБ 

типовое значение 4* дБ 

1Т102А, не более . 12 дБ 

типовое значение і 5* дБ 

Обратным ток коллектора, не более: 

при Г = 4-25 °С, Ѵкб = 15 В 1Т101, 1Т101А, 1Т101Б . 15 мкА 

(Укс = 5 В, 1Т102, 1Т102А ... 10 мкА 

при Г = 4-70 °С, і/иб= 10 В 1Т101 1Т101 А, 1Т101Б . 300 мкА 

Ѵкб = 5 В, 1Т102, 1Т102А . ... 300 мкА 

Обратный ток эмиттера, не более: 

при 15 В для 1Т101, 1Т101 А, 1Т101Б . . , 15 мкА 

при Ѵэб = 5 В для 1 Т 1 02, 1Т102А Ю мкА 

Сопротивление базы при I) кб = 5 В, 1— мА , / = 0 ,5— МГц 

для 1Т101, 1Т101А, 1Т101Б, не более . . . 250 Ом 

Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала 
при холостом ходе при Ѵкб — 5 В, Іо= 1 мА, /= 1 кГц, не 

более . . : 2 мкСм 

Емкость коллекторного перехода при С1кб = 5 В для 1Т101, 

1Т101А, 1Т101Б, не более ... ... 50 пФ 


1 При 7"-+70 в С й а і 0 увеличивается не более чем в 2 раза; для 10% транзисторов 
допускается увеличение этого параметра не более чем в 3 рава по сравнению со зна- 
чением при +20 °С; при Т -- 60 с С Н Ѵд уменьшается не более чем в 3 раза по сравне- 
нию со значением при -} 20 °С. 
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Предельные эксплуатационные данные 
Ілстоянное напряжение коллектор — Раза: 

при Т — —60... +55 “С для ІТ101, ІТ101А, ІТЮІБ 
при Г=+55... + 70°С для 1ТІ0І, 1 Т10ІА, ІТЮІБ 
при Т = — 60... +70 ”С для ІТ102, 1Т102А . . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
^2 кОм: 

Г--60...+55 °С 1Т101, 1Т101 А, ІТЮІБ . . 

7"«* 4-55. ..+70 в С 1ТЮІ, 1Т101А, ІТЮІБ . 

Т = —60. ..+70 °С ІТЮ2, ІТЮ2А . . 

Постоянное напряжение эмиттер — база: 

7= -60. .+55 'С 1ТЮ1, 1Т101А. ІТЮІБ . 

7" = +55... + 70 “С ІТ10І, ІТЮІ А, ІТЮІБ .... 

Г = — 60 ..+70 *С ІТЮ2, 1ТЮ2А 

Постоянный ток коллектора (эмиттера): 

ІТЮІ. ІТЮІ А. ІТЮІБ 

I Т 1 02, ІТ102А . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

ІТЮІ, ІТЮІ А. ІТЮІБ . .... 

ІТЮ2, 1ТЮ2А . 

Температура р-п перехода ... 

Температура окружающей среды .... 

Расстояние от корпуса до места изгиба вывода транзистора не менее 3 мм. 
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при 
температуре не более +295 ”С а течение Не более 3 с. 


КТ 104 А, КТ104Б, КТ104В, КТ104Г 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-л-р уси- 
лительные. Предназначены для применения в усилителях радновешз тельных 
приемников. Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами. Тип 
прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г 


КТ10Ч (А- Г) 

к 
*Т 
в 


Мз 

та 

в 


Электрические параметры 

Статический коэф ицнент передачи тока в схеме ОЭ при 
77*0 = 1 В. /*®Ю м А 
КТЮ4А 

КТЮ4Б . . . 

КГЮ48 

КТЮ4Г 


7.40 
15 .80 
19 ... 160 
Ю...60 




15 В 
10 В 
5 В 


15 В 
10 В 
5 В 

15 В 
10 В 

5 В 

10 мА 

6 мА 

50 мВт 
30 мВт 
+ 85 °С 
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Продолжение 


Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при Пкб = 5 В, /$=1 мА: 

КТ104А 

КТ104Б 

КТ164В 

КТЮ4Г ; ; ; ; 

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой ча- 
стоте при 1/кБ — 5 В, 1э= 1 мА, / = 3 МГц, не более 
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

ОЭ при І/ К я = 5 В, Ів= 1 мА, не менее 

Граничное напряжение, не менее: 

при / 8 = 5 мА для КТ104А, КТ104Г 

при Іѳ= 10 мА для КТ104Б, КТ104В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 
= 10 мА, не более: 

при ІБ = 2 мА для КТ104А 
при / Е =1 мА для КТ104Б, КТ104В, КТ104Г 
Напряжение насыщения база— эмиттер при / к = 10 мА, 
не более: 

при і б = 2 мА для КТ104А 

при / Е =1 мА для КТ104Б, КТ104В, КТ104Г . . 

Обратный ток коллектора, не более: 

при Ц кв = 30 В для КТ104А, КТ104Г . . . . 

при П кв =15 В для КТ104Б, КТ104В . . . . 

Обратный ток эмиттера при і/вв = 1 0 В, не более 
Входное сопротивление в режиме малого сигнала при 

П нб — Ъ В, Іэ— 1 мА, 1= 1 кГц, не более 

Емкость коллекторного перехода при СІкв-5 В, не бблее 
Емкость эмнттерного перехода при Г/вв = 0,5 В, не более 


9. . 36 

20.. . 80 
40... 160 
15.60 

3 нс 

5 МГц 

30 В 
15 В 


0,5 В 
0,5 В 


1 В 
1 В 

1 мкА 
1 мкА 
1 мкА 

120* Ом 
50 пФ 
10 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база: 

КТ104А, КТ104Г 30 В 

КТ104Б, КТ104В 15 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Лц.й 
^ 10 кОм: 

КТ104А, КТ 1 04 Г 30 В 

КТ104Б, КТ104В 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 10 В 

Постоянный ток коллектора 50 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 при 

Г = -60...+60*С . . 150 мВ 

Тепловое сопротивление переход — среда 400°С/Вт 

Температура р-п перехода +120 “С 

Температура окружающей среды —60.. .+100*0 


1 Г> + 60"С Рц,мапс- “ Вт - рассчитывается по формуле Р к .ла«с~ П20-П/0.4. 


2ТМ104А, 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 

2Т104А, 2Т104Б, 2Т104В, 2Т104Г 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усили- 
тельные. Предназначены для применения в усилительных и импульсных этаже- 
рочных микромодулях залитой и капсулированной конструкции. Выпускаются 
в металлостеклянном корпусе на керамической плате (2ТМ104А— 2ТМ104Г) и с 
гибкими выводами (2Т104А — 2Т104Г). Тин прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора на керамической плате не более 0,8 г, с гибкими вы- 
водами не более 0,5 г. 


2ТПІ0<і(А-Г) 
База Эпиттер 



2ТЮЧ(А-Г) 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкв = 1 В, /ѳ= 10 мА: 

2ТМ104А, 2Т104А . . 7 40 

2ТМ104Б, 2-Т 104 Б 15...80 

2ТМ104В, 2Т104В . . . . 19 160 

2ТМ104Г, 2Т104Г ... .... 10...60 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
Ѵкв = 5 В, /э=1 мА: 

Г =+25 °С: 

2ТМ104А, 2Т104А 9.36 

2ТМ104Б, 2Т104Б . 20 80 

2ТМ104В, 2Т104В ... 40 .160 

2ТМ104Г, 2Т104Г . 15...60 

7“ = + 1 25 "С: 

2ТМ104А, 2Т104А 9...108 

2ТМ104Б, 2Т104Б 20. .240 

2ТМ104В, 2Т104В 40...380 

2ТМ104Г, 2Т104Г .... 15.. 180 

Т = -60 °С: 

2ТМ104А, 2Т104А ... 7...36 

2ТМ104Б, 2Т104Б 13. 80 

2ТМ104В, 2Т104В .... 25 .160 

2ТМ104Г, 2Т104Г 10. 60 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

ОЭ при I ! яи = 0,5 В, /э = 1 мА, не менее ... .5 МГц 

Граничное напряжение, не менее: 

при / э = 5 мА для 2ТМ104А, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Г 30 В 

при /в =10 мА для 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 

2Т104В , , 15 В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /к = 

= 10 мА, не более: 

при /в = 2 мА для 2ТМІ04А, 2Т104А 05 В 

при І Б = 1 мА для 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 

2Т104Б,' 2Т104В, 2Т104Г . . .... 0,5 В 

Напряжение насыщения эмиттер — база при І«=Ю мА, не 
более: 

при /в = 2 мА для 2ТМ104А, 2Т104А 1 В 

при І Б = 1 мА для 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г, 

2Т104Б, 2Т104Г 1 В 

Обратный ток коллектора при Укв= Уля «оке, не более: 

7= +25 и -60 °С 1 мкА 

Г= + 125°С 15 мкА 


0 5.7 


Продо лжение 


Обратный ток эмиттера при Ѵэь **Ѵвв.маяе, не более: 

7 = +25 и — 60 °С • • 1 мкА 

7 = + 125 °С 10 мкА 

Емкость коллекторного перехода при (У/,в = 5 В, / = 3 МГц 
не более . . 50 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при ^ов = 0,5 В, /=10 МГц, 
гс более . 10 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база и коллектор — 
эмиттер при Яб.^10 кОм или 1/эь=*0,5 В: 

7 = —60... + 75 °С 2ТМ104А, 2ТМ104Г, 2Т104А, 2Т104Г 30 В 

2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 2Т104В 15 В 

7 = + 125 °С 2ТМ104Л, 2ТМЮ4Г, 2Т104А, 2Т104Г 20 В 

2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2Т104Б, 2Т104В . . . 10 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база: 

при 7 т —60.. +75 °С Ю В 

при 7 = + 1 25 °С 5 В 

Постоянный ток коллектора: 

при 7 =» — 60... + 75 °С . , 50 мА 

при 7=* + 125°С . 30 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора *: 

при 7 = — 60... +60 °С . 150 мВт 

при 7=» + 125*С .... 41,6 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда .... 0,6°С/мВт 

Температура р-п перехода +150°С 

Температура окружающей среды . . —60. .. + 125 “С 


При Г— +60... + 125 *С максимальна допустимая постоянная рассеивэемая мощность 
коллектора, мВт, определяется по формуле Р М1ПС - ( >50- П/0Д 

ГТ108Д, ГТ108Б, ГТ108В, ГТ108Г 

Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р усилительные. Пред 
назначены для применения в усилителях и импульсных устройствах. Выпуска 
ются в металлическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается 
на корпусе 

Масса транзистора не более 0,5 г 

то 8 (а- г) 


Эпиттер 



Электрические параметры 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
Ь гс = 5 В / э=>1 мА. 

Г =+20 “С 
ГТ108А . 

ГТІ08Б . 
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20. .50 

35 .80 


Продолжение 


ГТ108В . . . . 60... 130 

ГТ 108 Г . . ПО . 250 

Т=+55 •о, 

ГТ 108 А . . ... 20. 100 

ГТ108Б 35. . 160 

ГТ 108 В . 60.260 

ГТ108Г ПО. .500 

?= -4 5 °С: 

ГТ 108 А 15. .50 

ГТ108Б 20 80 

ГТ108В 40 130 

ГТ108Г 70... 250 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОБ при і/кб = 5 В, /э = 1 мА, не менее: 

ГТ108А . 0.5 МГц 

ГТ108Б, ГТ108В, ГТ108Г . 1 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой ча- 
стоте при V кв — 5 В, / э = 1 мА, /=465 кГц. не менее . 5 нс 

Обратный ток коллектора при П кв - 5 В, не более: 

7'=+20 в С 10 мкА 

7*= +55 °С . . . 250 мкА 

Обратный ток эмиттера при Ѵэв = 5 В, не более ... 15 мкА 

Емкость коллекторного перехода при I! кв~ 5 В, не более 50 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постояннее напряжение коллектор — база . . 5 В 

Импульсное напряжение коллектор — база при / и ^5 мкс 18 В 

Постоянный ток коллектора . . 50 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г<+20 о С . ...» 75 мВт 

при Г=+55°С . 33.2 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда . • . . . 0,8 °С/мВт 

Температура р-п перехода +80 °С 

Температура окружающей среды —45. ..+55 "С 


1 При Г- +20... +55 е С Р к ,ма % с уменьшается линеЛно 


ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109А ГТ109Е, 
ГТ109Ж, ГТ109И 

Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р усилительные с нор* 
мированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначены для при- 
менения во входных каскадах усилителей низкой частоты. Выпускаются в ме- 
таллостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на 
корпусе. 

Масса транзистора не более 0.1 г 

ГТ109 (А-Н) 


/- эмшптер 

2- коллектор 

3- іаза 
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Электрические параметры 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
Ѵкс = Ь В, Із= I мА: 

Г =+25 “С: 

ГТ 109 А, ГТ109Ж 30.50 

ГТ109Б . . . . 35.80 

ГТ109В .... . . . 60... 130 

ГТ109Г ПО. 260 

ГТ109Д . 20... 70 

ГТЮ9Е . . 50... 100 

ГТ109И . . 20. .80 

Г = +55 °С, не менее: 

ГТ 109 А, ГТ109Д, ГТ109Ж. ГТ109И .... 20 

ГТ109Б .... 35 

ГТ 109В 60 

ГТ109Г ... ПО 

ГТ109Е .... 50 

Т = —45 °С: 

ГТ 109 А, ГТ109Ж . . 15.50 

ГТ109Б 20. ..80 

ГТ109В 40... 130 

- ГТ109Г 70 .250 

ГТ109Д . . 10. .60 

ГТ109Е ... . 30... 100 

ГТ109И . . 15.. .80 

Гра ннчная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ при ИкБ — Ь В. /э= 1 мА, не менее: 

ГТ 109 А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Ж, ГТ109И 1 МГц 

ГТ109Д . . 3 МГц 

ГТ109Е ... . . .... 5 МГц 

Коэффициент шума лри 1/кв=1,5 В. 1в — 0,5 мА, I— I кГц, 
не более ..... 12 дБ 

Обратный ток коллектора, не более: 

при [/кв = 5 В для ГТ 109 А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, 

ГТ109И . . . . 5 мкА 

при V Кб =1,5 В: 

ГТ109Д . . 2 мкА 

ГТ109Е, ГТ109Ж . . .... 1 мкА 

Обратный ток эмиттера, не более: 

при V 9 в = Ъ В для ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, 

ГТ109Ж. ГТ109И . . 5 мкА 

при [/эв=І,5 В для ГТ109Д 3 мкА 

при Ѵвв= 1,2 В для ГТ109Е ... 3 мкА 

Емкость коллекторного перехода, не более: 

при и к в = 5 В для ГТ 109 А, ГТ109Б, ГТ109В. ГТ109Г, 

ГТ109Ж, ГТ109И 30 пФ 

при [/ К с=1,2 В для ГТ109Д, ГТ109Е 40 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 10 В 

Импульсное напряжение коллектор — база при / и ^Ю мкс 18 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«,= 

= 200 кОм . 6 В 

Постоянный ток коллектора . 20 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 

при Т = -45. + 20 °С * . 30 мВт 

при Т = +55 °С . . . 13.8 мВт 


При Г- +20. ..+5* І'к.мкке Уменьшается лияеЛво. 
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Температура рп перехода . 
Температура окружающей среды 


П родолжение 
+ 80 °С 

— 45 до +55 "С 


1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1ТМ115В, 1ТМ115Г, 1Т115А, 
1Т115Б, 1Т1 15В, 1Т115Г 


Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р переключательные. 
Предназначены для применения в переключающих и импульсных устройствах 
в составе залитых и капсулированных этажерочных микромодулей. Выпуска- 
ются в металлостеклянном корпусе на керамической плате (1ТМ115А, 1ТМІІ5Б, 
ІТМ1І5В, 1ТМ115Г) и с гибкими выводами (1Т115А, 1Т1І5Б. I Т 1 15В, 

ІТМ115Г). Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора на керамической плате не более 0,65 г, с гибкими вы- 
водами не более 0,5 г. 


ІТПГІб(А-Г) Л115 (А-Г) 




Электрические параметры 


Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
1 В, /э = 25 мА: 

Г = +25 °С 1ТМ115А, ІТМІ15В, 1Т115А. 1ТІ15В . 20 .60 

1ТМ1 15Б, 1ТМ115Г, 1Т115Б, 1Т115Г 50.150 

Т— +73 °С 1ТМ115А. 1ТМ115В, 1Т115А, 1Т115В . . 20.90 

1ТМ115Б, 1ТМ115Г, 1Т115Б, 1Т115Г 50...225 

Г=-60°С 1ТМ115А, 1ТМ115В, 1Т115А, 1Т115В . . 15...60 

1ТМ115Б, 1ТМ115Г, 1Т1І5Б, 1Т115Г .... 25...150 

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
11к б = 5- В, !э-Ъ мА, не менее . . .... 1 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при 1 ! к в = 5 В, 

/ э =1 мА, /=465 кГц, не более 6,5 нс 

Время рассасывания при 6^=15 В, /„ = 20 мА, не более 2,5 мкс 
Граничное напряжение при /э = 1 0 мА: 

1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1Т115А, 1Т115Б 30 В 

1ТМ115В, 1ТМ115Г, 1Т115В, 1ТИ5Г 35 В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* = 

= 100 мА, І в = 20 мА, не более: 

1ТМ115А, 1ТМ115В, 1Т115А, 1Т1Т5В . , . . . 200 мВ 

1ТМІ 15Б.1ТМ1 15Г, 1Т115Б, 1Т115Г 150 мВ 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /к=100 мА, 

іб = 20 мА, не более . . 1,5 В 

Плавающее напряжение эмиттер — база при Г/*в = 

■=Окв.мак<, не более . 0,3 В 
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Продолжение 


Обратный ток коллектора при Ѵ ка = Ѵ КВ мік . не более: 
7 = +25 и -60 °С 
7= +73 °С 

Обратный ток эмиттера при І7эв = 50 В, не более 
ёмкость коллекторного перехода при ІІ КВ = Ъ В, /=465 кГц| 
не более 

Ёмкость эмнттерного перехода при С/ 8с =5 В, /=465 кГц, 
не более 


Предельные эксплуатационные, данные 
Постоянное напряжение коллектор — база: 

1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1 Т 1 1 5 А, 1ТИ5Б 

1ТМ115В, 1ТМІ15Г, 1Т1І5В, 1Т115Г 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 1 при 
<500 Ом, 7 = —60. ..+35 °С: 

ІТЛ4И5А, 1ТМ1І5Б, 1Т115А, 1Т115Б . 

1ТЛН15В, 1ТМ115Г, 1ТП5В, 1Т115Г 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при = 
= 0...50 Ом: 

1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1Т115А, 1Т115Б . . 

1ТМ115В, 1ТМП5Г, 1Т115В, ІТ115Г 

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер: 

1ТМН5А, 1ТМ115Б, 1Т115А, 1Т115Б . 

1ТМ115В, 1ТМП5Г, 1Т115В, ІТ115Г 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Ток коллектора в режиме переключения 2 при 0 = 2, (»>< 
<10 мкс, / = 50 Гц, К„«<3, 7= —60.. .+55 °С . . 

Постоянный ток базы в режиме насыщения при Кнася * 3 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора * при 7= 

= — 60...+55 °С .... 

Тепловое сопротивление переход — среда 

Температура р-п перехода . 

Температура окружающей среды 


50 мкА 
300 мкА 
50 мкА 

50 пФ 

20 пФ 


50 В 
70 В 


40 В 
55 В 


30 В 
35 В 

50 В 
70 В 
50 В 

100 мА 
20 мА 

50 мВт 
0.6 °С/мВт 
+85 “С 
—60. .+73 °С 


При 7>+35 с С Ѵкд %ма1іс снижается линейно до 0,4 своего значения при Г-+73’С 

• При Г>+55°С І Илмже снижается линейпо до 40 мА при 7-+73*С. 

• При Г> + 55”С Р тс . мВт, определяется по формуле 7> ла , с -(85-7)/0,8. 


ГТ115А, ГТ115Б, ГТ115В, ГТ115Г, ГТ115Д 

Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р Предназначены для 
применения в усилителях Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими 
выводами Тип прибора указывается на корпусе 
Масса транзистора не более 0.6 г 



Электрические параметры 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
Ѵкб= I В, / 8 = 25 мА, / = 270 Гц: 

ГТ115А, ГТ115Б . . 

ГТ115В, ГТ115Г . 

ГТП5Д 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОБ при і/„с = 5 В, / э = 5 мА, не более ..... 
Обратны:": ток коллектора, не более: 

при Окб = 20 В для ГТІ15А, ГТ115В, ГТ115Д . 
при 1/ки= 30 В для ГТП5Б, ГТ115Г 
Обратный ток эмиттера при У 8 с = 20 В, не более 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база: 

ГТ115А, ГТІІ5В, ГТ115Д 

ГТП5Б, ГТИ5Г ; 

Постоянное напряжение эмиттер — база . . . . * 

Постоянный ток коллектора ‘ 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора , , . 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды 


20.80 
60... 150 
125.. .250 

1 МГц 


40 мкА 
40 мкА 
40 мкА 


20 В 
30 В 
20 В 
30 мА 
50 мВт 
+70 °С 
— 20... +45 °С 


1Т116А, 1Т1 16Б, 1Т116В, 1Т116Г 

Транзисторы германиевые сплавные структуры р-л-р переключательные. 
Предназначены для применения в формирователях, и усилителях импульсов, 
мультивибраторах и других переключающих устройствах. Выпускаются в ме- 
таллостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 2 г. 

ПП6 (А- Г) 




Эмиттер 

Ваза 

Корректор 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
«7x0=10 В, /„=100 мА: 

Т— +25 °С: 

1Т116А, 1Т116Б, 1ТІ16Г . 

1Т116В ... ••• 

7*= +70 и — 60 *С: 

ІТ1І6А, 1ТІІ6Б, ІТ116Г . . . 

ітпбв ; 

Предельная частота коэффициента передачи тока при 

(7„ь = 5 В, Ід~1 мА, не менее 

Время нарастания при 17 К э=12,6 В, І7 г8 = 0,3 В: 

при /?о = 5! Ом для 1Т1І6А, 1Т1І6Б 


15. . 65 

20.. .65 

12. . .80 
16. ..80 


1 МГц 

0,28. ..0, 63 мкс 


4 » 


при ««. = 27 Ом для ІТП6В, ІТІ16Г .... 
Время рассасывания при ІІ„э = 12,6 В, 1/ Е9 = 0,3 В: 

при /?«, = 5І Ом для 1Т1І6А и Кб, = 27 Ом для ІТ1І6В 
при К«, = 5І Ом для ІТІ16Б и Л«, = 27 Ом для ІТІІ6Г 
Время спада при [/ ИЭ = І2,6 В, І/ ЕЭ = 0,3 В: 

при Я«, = 5'І Ом для 1ТІ16А. ІТІ16Б . 

при Кб, = 27 Ом для ІТІІ6В, ІТІ16Г 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 

^ 1 50 мА, /в = 30 мА, не более 

Обратный ток коллектор — эмиттер при (У К э=І5 В, С/ Е » = 
= 0,5 В, не. более: 

7"= +25 °С 

Т = +70 "С ; 

Обратный импульсный ток коллектор — эмиттер при 
ык 9 = 30 В, нс более 

Импульсное входное сопротивление в режиме большого 
сигнала при 1/ І!3 = 10 В, / К =І00 мА 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
^55 Ом 

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при 
^55 Ом, <0^5 мкс 

Импульсное напряжение эмиттер — база при /„^5 мкс 
Среднее значение тока коллектора при Г=+20°С 
Импульсный ток коллектора 1 при („^5 мкс 0^6’ 
при Т = —60... +20 °С . 

7 = +60 “С 

7'=+70°С ' [ 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора *: 

Т = —60... +55 °С 

г =+7о°с 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды 


Продолжение 
0, 28. ..0, 63 мкс 

2,1. ..2, 5 мкс 
1,6.2, 1 мкс 

0,6. ..2 мкс 
0,6 .2 мкс 

0,25 В 


30 мкА 
200 мкА 

I мА 

30 .100 Ом 


15 В 

30 В 
18 В 
50 мА 

300 мА 
250 мА 
150 мА 

150 мВт 
75 мВт 
+ 85 °С 
—60. ..+70 °С 


I При Г-+20... + 60 и + 60.. +70 ’С / ЛыЛ1Ке снижается линейно, 
• При Г- + 55. .. + 70 “С Л , снижается линейно 


2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г, КТ117А, КТ117Б, 

КТ 117В, КТ117Г 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные однопереходные с ба- 
8ой « типа. Предназначены для применения в маломощных генераторах. Вы- 
пускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора ука- 
зывается на корпусе 

Масса транзистора не более 0,45 г 

2ТІІ7(А-Г), КТІІ7(А-Г) 



«в 


Электрические параметры 


Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
при 1/^,8,= 10 В: 

7 = +25 "С: 

2Т117А, 2ТІІ7В. КТ117А, КТ117В 

2ТІІ7Б, 2Т1І7Г . . • . . . 

КТ117Б. КТ 1 1 7 Г . 

7” — 4- 70 °С: 

2Т 1 1 7 А, 2Т117В, КТ117А. КТІІ7В 

2Т1І7Б . . 

2Т117Г . 

КТ117Б. КТ117Г . 

7 = - 60 “С: 


2ТІІ7А, 2Т117В, КТІ17А. КТ1І7В 
2ТІІ7Б. 2Т117Г . 

КТП7Б. КТ 1 1 7 Г . 

Максимальная частота генерации 
Время включения при Ѵ в в =10 В. / 9 = 5о'мА, нс более 
7= +25 °С 

7= -60...+ 125 “с . ; • ; 

Остаточное напряжение эмиттер — база, не более' 
при 7 = —60... +25 °С 

2Т1І7В = 2ТП7Г Г = +70 ° С для 2ТП7А. 2Т117Б 
КТІ I 7 в' = 5 КТП Л 7Г 7 = + 70 ° С для КТ 1 1 7 А. КТП7Б 


Ток включения эмиттера при І7 В|Ві = І0 В, не более 
Ток выключения эмиттера при С/с І в І = 20 В, не менее 
Ток модуляции, не менее 

Обратный ток эмиттера при С/ В|В =30 В, не более: ' 

7 = +25 °С 
7 = + 1 25 *С 

Мсжбазовое сопротивление' 
при 7 = +25 °С: 

2Т117А. 2Т1І7Б 

2ТІІ7В, 2Т1І7Г ' • • . . 

КТІІ7А, КТ1І7Б 

КТІ 17В, КТ117Г . 

при 7 = + 70 *С. • • . . . 

2Т117В, 2Т117Г . 

КТІ 17В, КТ1І7Г ■ • ■ 

при 7 = - 60 °С: .... 

2ТП7В, 2Т1І7Г 

КТІ 1 7В, КТІ17Г . ; 

Температурный коэффициент межбазового сопротивления 


0.5. .0.7 
0,65. .0,85 
0.65...0.9 

0,45. .0,7 
0,6.0, 85 
0,6.0, 8 
0, 6. „0,9 

0, 5. .0,8 
0,65.. .0,9 
0, 65. ..0, 95 
200 кГц 

3 мкс 
5 мкс 

5 В 

4 В 

4 В 

20 мкА 
1 мА 
10 мА 

1 мкА 
10 мкА 


4 7.5 кОм 
б 9 кОм 

4.. 9 кОм 

8.. 1 2 кОм 

б 15 кОм 
6, 18 кОм 

3.. .8.5 кОм 

4.. . 12 кОм 
0,1...0,9%/°С 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное межбазовое напряжение 
Постоянное напряжение база — эмиттер , 

Постоянный ток эмиттера 

Импульсный ток эмиттера при !„<|6 мкс, <?>200 

Постоянная рассеиваемая мощность эмиттера- 
при 7= —60... +35 °С . 

при 7 = + 1 25 °С . . I ' - 

Температура рп перехода . \ | ) • | 

Температура окружающей среды 


30 В 
30 В 
50 мА 
1 А 


300 мВт 
15 мВт • 

+ 130 *С 
-60... + 125 -С 


2Т118А, 2Т118Б, 2Т118В, КТ118А, КТ118Б, КТ118В 



Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные двухэмиттерные 
структуры р-п-р переключательные. 
Предназначены для применения в мо- 
дуляторах. Выпускаются в металло- 
стеклянном корпусе с гибкими вы- 
водами. Тип прибора указывается на 
боковой поверхности корпуса. 

Масса транзистора не более 
0.5 г. 


Электрические параметры 


Падение напряжения на открытом ключе: 
при /б = 0,5 мА, 7= +25 °С нс более: 

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б . . . . 0 2 мВ 

2Т118В, КТ 118В . 0,15 мВ 

7= -60 °С: 

2Т118Л, 2Т118Б, КТ 1 18 А, КТ118Б . . . . 0 4 мВ 

2Т118В. КТ 1 18В 0,3 мВ 

7= + 125°С 0,6 мВ 

при /,;= 1,5 мА, 7’= +25 "С: 

2ТІ 18 А, 2Т1І8Б, КТ118А, КТ1 18Б . . . . 0 2 мВ 

2ТИ8В, КТ 118В 0,15 мВ 

Т= + 125 °С 1,2 мВ 

Г = - 60 “О ... 0,18 мВ 

Сопротивление открытого ключа: 

при І э = 2 мА І г , = 2 мА, 7=+25°С, не более: 

2Т118А, 2Т118В, КТ118А, КТ1І8Б . . 100 Ом 

2Т118В, КТ1І8В . . . 120 Ом 

7 = + 1 25 С С. 

2Т118А, 2ТІ18Б, КТ118А, КТ118Б .... 60 Ом 

2Т118В, КТ 1 18В 70 Ом 

при / з = 20 мА, / Е = 40 мА, 7=+25°С: 

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б .... 20 Ом 

2Т118В, КТ 1 18В 40 Ом 

7 = + 125 °С: 

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б .... 40 Ом 

2Т118В, КТ118В . . 80 Ом 

7= -60 °С: 

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б .... 50 Ом 

2Т118В, КТ118В . 80 Ом 

Ток закрытого ключа при 1/дэ = 30 В лля 2Т118А, К Т 1 1 8 А 
и Уаа=15 В для 2Т118Б, 2Т118В, КТ118Б, КТ118В, не 
более: 

7 = +25°С 0,1 мкА 

7 — + 125 °С 5 мкА 

7= -60 'С 0,1 мкА 

Напряжение на управляющих переходах при 7= +25 "С 

и 1с — 20 мА, не более 1 В 

Асимметрия сопротивления открытого ключа при 7 = 

= +25°С, Іс = 40 мА, Іэ — 20 мА, не более .... 20% 

Обратный ток коллектор — база 1, коллектор — база 2 при 
7=+25°С и Ни — 15 В, не более . . . .0,1 мкА 

Время выключения транзисторной структуры при 7?» = 

= 1 кОм. /е=20 мА, (У я = 5 В, не более 500 нс 
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Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение управления между коллектором и базой тран- 
зисторной структуры при «„,^10 кОм и 7" = — 60. ..+ 125 “С 
Постоянное напряжение на закрытом ключе между эмит- 
терами при Н„,,„ = 0 и Г = — 60. ..+ 125 "С- 
2Т118А. КТІ18А 

2Т118Б, 2Т118В, КТ118Б, КТ118В 
Постоянное напряжение эмиттер — база транзисторной 
структуры при Т =— 60...+ 1 25 С С: 

2ТІ18А, КТ118А 

2Т118Б, 2Т118В, КТ118Б, КТ118В ' ' 

Постоянный ток коллектора при Г=— 60...+ І25 °С 
Постоянный ток каждого эмиттера при Т=— 60 +125 °С 
Постоянный ток каждой базы Т=— 60...+ 125 °С 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора- 

при Т= — 60...+ 1 10 °С 

при Г= + 125°С | | ) ] 

Тепловое сопротивление переход — окружающая среда’ 
Температура окружающей среды 


15 В 


30 В 
15 В 


31 В 
16 В 
50 мА 
25 мА 
25 мА 

100 мВт 
62.5 мВт 
0,4 °С/мВт 
-60...+!25°С 


Изгиб выводов допускается и ближе 5 мм от корпуса транзистора. Допу- 
скается одноразовый изгиб вывода па расстоянии 3 мм и радиусом не ме- 
нее 0,5 мм. 

Папка выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора при 
температуре не выше +250°С в течение времени не более 9 с. Пайка произво- 
дится паяльником мощностью не более 60 Вт и напряжением 6... 12 В 


2Т118А-1, 2Т118Б-1 


Транзисторы кремниевые эпн- 
таксиально-планарные двухэмиттер- 
ные структуры р-п-р переключатель- 
ные маломощные. Предназначены 
для применения в модуляторах гер- 
метизированной аппаратуры. Бес- 
корпусные с гибкими выводами. Вы- 
пускаются в сопроводительной таре. 
Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 
0.03 г. 


гТІІв(А-І.Б-і) 
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Электрические параметры 

Падение напряжения на открытом ключе при / в = 0,5 мА 
и /б=!,5 мА, не более: 

Г = +25°С . 

Т= +85 ° С 

г=-бо*с . ' 

Напряжение на управляющих переходах при / с = 20 мА 
не более 

Ток закрытого ключа при = 30 В для 2Т118А-1 и 
ѵээ=\Ь В для 2Т118Б-1, не более- 
Т = +25 и -60 °С 

т=+85 * с ; ; ' ‘ • 

Обратный ток коллектор — база при = 15 В, не более 


0,3 мВ 
1 мВ 
0,6 мВ 

1 В 


6,1 мкА 
5 мкА 
0,1 мкА 
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Продолжение 


Сопротивление открытого ключа, не более: 
ври Ів = 30 мА, / 8 = 15 мА: 

7 = +25 'С . . . 30 Ом 

Т= +85 'С . . ... 60 Ом 

Т = —60 °С 70 Ом 

при Ів = 2 мА, Ів = 2 мА: 

Т = +25 *С . . 100 Ом 

Т = +85 • С . . 35 0м 

Т=— 60 "С 25 Ом 

при / в =40 мА, / 8 = 20 мА . 20 Ом 

Асимметрия сопротивления открытого ключа при / 8 = 

= 30 мА, / 8 =І5 мА, не более . 20% 

Время выключения при Л» = 250 Ом, / 8 = 20 мА, = 

= 5 В, не более 500 нс 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение управления между коллектором и базой при 


Л« в =10 кОм, Т= —60... +85 'С ... 15 В 

Постоянное напряжение на закрытом ключе между эмит- 
терами при б^пл^О, Г = — 60... +85 *С: 

2Т118А-1 . ... 30 В 

2Т118Б-1 ... 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база при Г=-60...+ 

+85 “С: 

2Т118А-1 . 31 В 

2Т118Б-1 .... 16 В 

Постоянный ток каждого эмиттера при Г= -60....+85 "С 25 мА 

Постоянный ток коллектора при Т= — 60....+85'С . 50 мА 

Постоянный ток каждой базы при Г= — 60...+85 °С 25 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т = 

= — 60... +85 °С 30 мВт 

Рассеиваемая импульсная мощность коллектора при 1 и < 

<500 мкс, (Э2=2, Т = +25 °С . 50 мВт 

Температура окружающей среды — 60...+85°С 


Монтаж транзисторов осуществляется приклейкой к теплоотводящей по- 
верхности. Допускается пайка или сварка выводов не ближе 2 мм от транзи- 
стора. Температура припоя не должна превышать +260 *С. Допускается пай- 
ка выводов на расстоянии 0,5 мм от транзистора при температуре припоя не 
выше +150°С, время пайки не более 2 с. Не допускается прикладывать к 
выводам вращающих усилий. Допускается изгиб выводов не ближе 2 мм от 
транзистора с радиусом закругления 1,5.. .2 мм. При изгибе необходимо обес- 
печить неподвижность участка вывода между местом изгиба и транзистором. 
При монтаже допускается обрезать выводы не ближе 2 мм от транзистора. 
При обрезке усилие не должно передаваться на место приварки вывода к 
кристаллу. 
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КТ119А, КТ119Б 


Транзисторы однопереходные кремние- 
вые планарные с базой п-типа. Предназна- 
чены для применения в генераторах и пе- 
реключающих устройствах. Бескорпусные 
с защитным покрытием п гибкими выво- 
дами. Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 2 мг. 


КТ 11 9 {А. Б) 



Электрические параметры 

Предельная частота генерации при и ся =10 В. не менее 
Коэффициент передачи- * 

КТ119А 

КТП9Б 

Напряжение насыщения при Ѵ в в = 10 В, '/„= 10 мА не 
более 

Ток включения при Ѵ Б в = ю В 
Ток выключения при Ѵ в ^в « 10 В 

Обратный ток эмиттерного перехода при і^в о = 20 В не 
более . 2 * 

Межбазовое сопротивление при Ів г в 1 = 1 мА 


Предельные эксплуатационные данные 

Межбазовое напряжение любой формы и периодичности 
Обратное напряжение эмиттер — база 
Средний ток эмиттера в открытом состоянии 
Амплитуда эмиттерного тока при І а . ср =\0 мА, („<10 мкс 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 - 

' ^ “г 35 С 

Г = +85 “С ; 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура окружающей среды 


При Т- +36... +85 *С Р 


уменьшается линейно. 


200 кГц 

0, 5. ..0, 65 
0, 6. ..0, 75 

2,5 В 
0,5. .,5 мкА 
1...6 мкА 


I мкА 
4... 12 кОм 


20 В 
20 В 
10 мА 
50 мА 

25 мВт 
7 мВт 
3 °С/мВт 
-45... +85 ”С 


КТ120А-1, КТ120Б-1, КТ120В-1 


Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры р-п-р 
усилительные. Предназначены для 
применения в усилительных и им- 
пульсных микромодулях и блоках 
герметизированной аппаратуры. Бес- 
корпусные с защитным покрытием 
и с гибкими выводами. Транзистор 
КТ120Б-1 предназначен для диод- 
ного включения, поэтому допускает- 
ся выпуск без эмиттерного вывода. 
Тип прибора указывается на сопро- 
водительной таре. 

Масса транзистора ие более 
0,02 г 


ктпо(а-і-ві) 
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Электрические параметры 


Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
1>нб = 5 В, / 8 = 1 мА. 

Т = +25 'С КТ120А-1, КТ) 20В- 1 . . 20 200 

Т = +65 °С КТ120А-1, КТ120В-1 20 480 

Т= -10 “С КТ120А-1, КТ120В-1 І0...200 

Г раничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОБ при ІІ К с = 5 В, /»= I мА для КТ120Л-1, КТІ20В-І, 
нс менее I МГц 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при = 

*=0,6 мА, не более: 

1к= 10 мА КТ 120 А- 1 , 0,5 В 

/*=!7 мА КТ 120В- 1 ,2В 

Обратный ток коллектора при V къ = 17,, -о не более 0,5 мкА 
Обратный ток эмиттера при і/ 8 с=Ю В .-.ля КТІ20Л-1, 

КТ120В-1 1 „„А 

Емкость коллекторного перехода при 11 кь = 5 В, / = 3 МГц 

для КТ120А-1, КТ120В-1, не более 5 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
КТ120А-1, КТ120В-1 

КТ120Б-Г 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при йс,< 
<10 кОм для КТ120А-1, КТ120В-1 
Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при Л,<40 мкс, 0^9 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при (,. < 
<40 мкс, <2^9: 

КТ120А-1, КТ120Б-1 
КТ120В-1 

Температура р-п перехода 
Температура окружающей среды 


60 В 

30 в 

60 в 
10 в 

10 мА 
20 мА 
10 мВт 


15 мВт 
35 мВт 
+ 85 °С 
-10 + 65 °С 


ГТ 1 24 А, ГТ124Б, ГТ124В, ГТ124Г 

Транзисторы германиевые структуры р-п-р усилительные Предназначены 
для применения в усилителях низкой частоты. Выпускаются в металлостеклян- 
ном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 

гтпь ( А-г ) 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ 
і/ кв = 0.5 В, 1 з — 1 00 м А 

ГТ 1 24 А 

ГТ124Б 

ГТ124В 

при 

28 .56 

45 .90 

71 .162 

ГТ 124 Г .... 


120. ..200 

Предельная частота коэффициента передачи тока 
і/кб = 5 В. /*=»! мА, не менее 

при 

1 МГц 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при 
“100 мА, /б» 10 мА, не более 

/л=* 

0.5 В 

Обратный ток коллектора при II кб=* 15 В, не более: 
Т « -+-25 в С . .... 


15 мкА 

Г=+45"С 


80 мкА 

Обратный ток эмиттера при Уэв ** 5 В. не более 

• • 

15 мкА 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Импульсный ток коллектора 

25 В 

10 В 

100 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
при Г^4-35°С 


75 мВт 

при Г=+60°С 


25 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда 

Температура окружающей среды 


0.8 “С/м Вт 
-25...+60Ч: 


При пайке выводов должен быть осуществлен надежный теплоотвод меж- 
ду местом пайки и корпусом транзистора, температура пайки не должна пре- 
вышать + 282° С в течение 5 с. 

При включении транзистора в электрическую цепь коллекторной вывод 
должен присоединяться последним, а отсоединяться первым 

ГТ125А, ГТ125Б, Г125В, ГТ125Г, ГТ125Д, ГТ125Е, 
ГТ125Ж, ГТ125И, ГТ125К, ГТ125Л 

Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р усилительные. Пред- 
назначены для применения в усилителях низкой частоты. Выпускаются в ме- 
таллостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на 
корпусе. 

Масса транзистора не более 2 г 


ПП5(А-Л ) 

8 ЬО 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Укэ» 0,5 В, /,= 100 мЛ. 

• ГТ125Д, ГТ 12511 
ГТ125Е, ГТ125К 
ГТ125Ж. ГТ125Л 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
»/«, = 5 В, /, = 25 мА: 

ГТ125Д 
ГТІ25Б 
ГТ125В 
ГТ 125 Г 

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
Укк = 5 В, /, = 5 мА,, не менее 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /» = 
= 300 мА, /„ = 30 мА, не более 
Обратный ток коллектора, не более: 

при У кг. = 35 В для ГТ125А, ГТ125Б, ГТ125В ГТ125Г 
ГТ125Д, ГТ125Е, ГТ125Ж 
Г.рп </„•„= 70 В для ГТ125И ГТ125К, ГТ125Л 
ОГ, ратный ток эмиттера при (/,„ = 20 В, нс более 


28,. 56 
45. 90 
71 МО 


28.. 56 

45. . .90 

71.. 140 
120 . 200 

1 МГц 

0,3 В 


50 мкА 
50 мкА 
50 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


П ет янпое напряжение коллектор — баэа 

ГТ125А, ГТ125Б, ГТ125В, ГТ125Д, ГТ125Е, ГТІ25Ж 
ГТ 1 251 1, ГТІ25К, ГТ125Л 
Постоянное напряжение эмиттер — бала 
Импульсный ток коллектора при /=50 Гц, <?^2, <„ = 
= 10 мкс 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
при Г= -60.. +35 ’С 
при Г=+70'С 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура окружающей среды 


35 В 
70 В 
20 В 

300 мА 

150 мВт 
45 мВт 
0,3 *С/мВт 
-60... + 70 'С 


Минимальное расстояние от корпуса до места изгиба выводов транзисто- 
ров 3 мм, минимальное расстояние от корпуса до места панки выводов 5 мм. 
Папку производить три температуре не выше +285 *С в течение времени не 
более 5 с. 


2Т126А-1, 2Т126Б-1, 2Т126В-1, 2Т126Г-1 


2ТІ26 (А 1-Г1) 



0,6 

/"ЛІ 


Ыо,05 


Транзисторы кремниевые пла- 
нарные структуры р-п-р усилитель- 
ные. Предназначены для применения 
в усилителях постоянного тока, ста- 
билизаторах тока герметизированной 
аппаратуры. Бсскорпусные с защит- 
ным покрытием и гибкими вывода- 
ми Тип прибора указывается в то- 
варосопроводительной документации. 

Масса транзистора не более 
0,006 г. 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Уцэ = 5 В, /э= 1 мА." 


2Т126А-1, 2Т126Б-1 



15. ..40* . 60 

2Т126В-1, 2Т126Г-1 



40... 120* 21 

Граничная частота коэффициента передачи тока і 
ме ОЭ, не более 

і схе- 

100* кГи 

Напряжение насыщения 
= 3 мА 

коллектор — эмиттер при 


0,2*. ..0.25*.. 

Пробивное напряжение 
= 0,15 мА, не менее: 
2Т126А- 1, 2Т126Б-1 
2Т126В-1, 2Т126Г-1 

коллектор — эмиттер при 

/„ = 

25 В 

45 В 

Обратный ток коллектора при Ѵкб** 30 В, 7= — 
Ч-85*С, не более 

60... + 

1 мкА 

Обратный ток эмиттера 

при 1 /эб = 3 В, не более 


1.5 мкА 

Ьмкостъ коллекторного перехода при і/кб = 5 В 


Ль 

•Ь. 

ОО 

* 

СП 


0,5 В 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 
2Т126А-1, 2Т126Б-1 
2Т126В-1, 2Т126Г-1 

Постоянное напряжение коллектор — база: 
2Т126А-1, 2Т126Б-1 
2Т126В1, 2Т126Г-1 
Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ': 
при Т = -60... + 70 “С 
при Г=+85Х 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура рп перехода 
Температура окружающей среды 


25 В 
45 В 

25 В 
45 В 
50. мА 


15 мВт 
5 мВт 
3 'С/мВт 
+ 125 X 
-60... + 85 X 


1 При Г>+70*С Р к Лвкс уменьшается линейно. 


При панке припоем ПОС-61 допускается нагрев с ебщнм временем пре- 
бывания при температуре +230 X не более 30 с и +150Х не более 10 мин. 
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Зона возможных положений зависимости 
статического коэффициента передачи то- 
ка от напряжения коллектор — эмиттер 


Зона возможных положений зависимости 
ствгического коэффициента передачи то- 
ка от тока коллектора 
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2Т202А-1, 2Т202Б-1, 2Т202В-1, 2Т202Г-1, 2Т202Д-1, 
КТ202А-1, КТ202Б-1, КТ202В-1, КТ202Г-1, КТ202Д-1 


гио 2 (м а 0, кгт(л-і-д і) 

0.5 



Транзисторы кремниевые эпитаксиаль- 
но-планарные структуры р-п-р. Предназна- 
чены для применения в усилительных и 
импульсных микромодулях герметизиро- 
ванной аппаратуры. Бескорпусные с защит- 
ным покрытием и с гибкими выводами. 
Тип прибора указывается на сопроводи- 
тельной таре. 

Масса транзистора не более 0.01 г. 


Электрические параметры 


Коэффициент передачи тока 

в режиме 

малого сигнала при 


V ИС = 5 В. / Э =І 

мА: 




Г= +25 ”С: 





2Т202А-1. 

2Т202В- 1. 

КТ202А-І, 

КТ202В-1 . . 

15 .70 

2Т202Б-1, 

2Т202Г-І, 

КТ202БІ, 

КТ202Г 1 

40 .160 

2Т202Д- 1, 
7=> +85 °С: 

КТ202Д- 1 



100. .300 

2Т202А- 1, 

2Т202В- 1, 

КТ202АД, 

КТ202БІ. 

КТ202В- 1 . 

15... 140 

2Т202Б-1. 

2Т202Г-1. 

КТ202Г-1 . . 

40.320 

2Г202Д-1, 
Г= -60 ”С: 

КТ202Д-1 



100. .500 

2Т202А-І. 

2Т202В-1. 

КТ202А-1, 

КТ202В-1 

10. -70 

2Т202Б-І, 

КТ202Г-1, 

КТ202Б-1, 

КТ202Г-1 . 

25... 160 

2Т202Д-І, 

КТ202Д-І 



50... 300 


Граничная частота коэффициента передачи тока 
не ОБ при І/кв™ 5 В. /*« 1 мА. не менее 
Время рассасывания при /***5 мА, / с =»1 мА, 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
*= 1 Э мА, / с =1 мА не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при </*«* 
/г. “1 мА, не более ' 

Обратный ток коллектора при Ь кг,** V кв.мте, 

Т- -60. +25 °С 
Т-Т маК! 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Ѵкв ш ^ 
/?*.,= 10 кОм, нс более 
7 - - 60 +25 X 

Т а Т маке 

Обратный ток эмиттера при 6/ев=Ю В, не более 
4 Г - +25 X 

Т=Тмгке 



5 МГц 

более 

1 мкс 

1 к в 

0,5 В 

■ 10 мА, 


1 В 

более. 

0.1 мкА 
10 мкА 

КЭ .маке, 

1 мкА 

10 мкА 

• ■ 

0.1 мкА 
5 мкА 


Входное сопротивление в режиме малого сигнала при 

І/ К э = 5 В, /*=■! мА, не более 100 Ом 

Рмкость коллекторного перехода при СУкв=*3 В. /»3 МГц, 

не более . 25 пФ 

Емкость эмнттерного перехода при 1/вв“0,5 В ѣ ^«-10 МГц, 

не более . . 1® п< ^ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база- 

„ _60 ' +85 ° С: 2Т202А-1, 2Т202Б- !, 2Т202Д-1 
2Т202В-1, 2Т202Г-1 . . 

при —60... +55 *С 

КТ202А1 КТ202Б- 1, КТ202Д-1 
КТ202В-1, КТ202Г-1 

+85 ’ С: КТ202А І, КТ202Б- 1 КТ202Д-1 
КТ202В-1. КТ202Г-1 

< О ?0°кОм° е иапряже||ие коллектор — эмиттер при 

при Г= -60 ... +85 С С. 2Т202А-1, 2Т202Б- 1 2Т202Д- 1 

2Т202В-І, 2Т202Г-1 , 

при Т= —60... + 55 °С: 

КТ202А-І, КТ202Б-1, КТ202Д-І 

КТ202В-], КТ202Г-І 

при Г=+85°С. КТ202А-І, КТ202Б-’і, КТ202Д-І ’ ' 

КТ202В- 1 , КТ202Г- 1 . . А 

Постоянное напряжение эмиттер — база: * 

ПР 2Т202Г*?° 2Т202Д- [ ЛЯ 2Т202А ‘ '• 2Т202Б ' 1 . 2Т202В- 1. 

при Т= — 60... + 55 °С для КТ202А-1 КТ202Б-1 

КТ202В- 1 . КТ202Г-1, КТ202Д- 1 

К Р Т202 Г Г = іТкТ2 С 02Д-7 КТ2 ° 2А ' 1, КТ202Б ''- КТ202В-І, 

Постоянный ток коллектора ..... 

Импульсный ток коллектора: 

при („< 10 мкс, 10 . 

при („<10 мкс, <3^2 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектооа •* 
при Т =-60... +35 °С: ' 

2Т202А-1, 2Т202Б-1, 2Т202В-І, 2Т202Г-1 2Т202Л-1 

прн^- 2 +85 «с Т202Б *’ 1 ^ Т202В ' 1 > КТ202Г-1 і КТ202Д-1 

ИмП ^™ ая рассеиваемая мощность коллектора: 

2Т202А-1, 2Т202Б-1, 2Т202В-1 2Т202Г-1 2Т202Л-И 
(„<10 мкс, ()>10, Г=+25”С 
(„<10мкс, (?>2, 7'=-(-25“С 

КТ202А- 1, КТ202Б-1, КТ202В-1, КТ202Г-1 КТ202Д- 1 
при („<10 мкс, (?> 10, Т=+ 25 "С 

Температура р-п перехода 

Температур а окружающей среды , ’ [ ‘ 

При Г> +35 ‘С Р к, макс снижается линейно. 


15 В 
30 В 

15 В 
30 В 

10.5 В 

26.5 В 


15 В 
30 В 

30 В 
15 В 

10.5 В 

26.5 В 


10 В 

10 В 

5,5 В 
20 мА 

50 м Л 
40 мЛ 


25 мВт 
15 мВт 
10 мВт 


50 мВт 
40 мВт 

25 мВт 
-И 25 °С 
-60... 4-85 °С 


ч..- 
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т. 


УА 

Ж 

У ■ '//л 

ц 

/77// 


ага 2 

Щ 


н 


2 Ч / 3 , пА 


Зона возможных положения 
зависимости статического 
коэффициента передачи то- 
ка от тока эмиттера 



Зона возможных положения 
зависимости статического 
коэффициента передачи то- 
ка от тока эмн гтера 
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зависимости статического 
коэффициента передачи то- 
ка от тока эмиттера 
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2Т203А, 2Т203Б, 2Т203В, 2Т203Г, 2Т203Д, КТ203А, 
КТ203Б, КТ203В, КТ203АМ, КТ203БМ, КТ203ВМ 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усили- 
тельные Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройст- 
вах. Выпускаются в мсталлостеклянном (2Т203А. 2Т203Б, 2Т203В, 2Т203Г 

2Т203Д, КТ203Л, КТ203Б. КТ203В) и пластмассовом (КТ203АМ. КТ203БМ. 
КТ203ВМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора в металлостеклянном 
корпусе указывается на корпусе. Транзисторы в пластмассовом корпусе мар- 
кируются цветным кодом: боковая поверхность у всех транзисторов окраши- 
вается темно-красным; торцы КТ203АМ темно-красным, КТ203БМ — желтым, 
КТ203ВМ — темно-зеленым. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 


гтгоз(л-д), ктгоз(А-в) 


5,3 23 



ктгоз ( Ам-вп > 

Ваза 





Электрические параметры 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 


ІУио-5 В, / э = I иЛ 
Г- +25 °Г 

2Т203Л, КТ203А, КТ203ЛМ, не менее 9 

2Т203Б . 30 90 

2Т2НЗВ . . 15. 100 

2Т203Г, не менее ... 'ІО 

2Т20.1Д .... 60. .200 

КТ203Б, КТ203БМ . 30... 150 

КТ203В КТ303ВМ 30 .200 

Т = + 1 25 “Г 

2Т203Л, КТ203А, КТ203ЛМ, не менее 9 

2Т203Б 30 180 

2Т203В 15. .200 

2Т203Г, не менее . 40 
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2Т203Д 

КТ203Б, КТ203БМ 

КТ203В, КТ203ВМ .... 

Т= -60 °С: 

2Т203А. КТ203А, КТ203АМ, не менее 
2Т203Б . . 

2Т203В, КТ103В, КТ203БМ . . ! 

2Т203Г, не меное 

2Т203Д . 

КТ203В, КТ203ВМ 


Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОБ при 11 к 5 = 5 В, /э= I мА, не менее: 

2Т203А, 2Т203Б, 2Т203В, КТ203А, КТ203Б, КТ203В 
КТ203АМ, КТ203БМ, КТ203ВМ 
2Т203Г, 2Т203Д .... 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, не более: 
при /к = 20 мА, і е = 4 мА для 2Т203Б, КТ203Б 

КТ203БМ 

при /к = 10 мА, / Е = I мА для 2Т203Г . . 

при /к=10 мА, / Б =1 мА для 2Т203Д .... 
при /к = 20 мА, / Б = 1 мА для КТ203В, КТ203ВМ . 
Обратный ток коллектора при ІІ КВ = і! ко ма*,. не более: 
Т — Д-25 “С 

т~т м ... . . ; : : ' 


Обратный ток эмиттера при Ѵ 0 б= 11 эв.м^с, не более: 
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого 
сигнала при 1 Э = 1 мА, не более: 

Ѵив = 50 В 2Т203А, КТ203А, КТ203АМ . . , 

Укб = 30 В 2Т203Б, КТ203Б, КТ203БМ . . . . 

Икб= 15 В 2Т203В, КТ203В, КТ203ВМ . . 

Чиб = Ъ В 2Т203Г, 2Т203Д 

Емкость коллекторного перехода при Ѵнв^І В, /=І0МГц' 
не более 


Продолжение 

60. . .400 

30. . .230 

30. . .400 

7 

15.90 
10 . 100 
20 

30.. . 200 

15. . .200 


5 МГц 
10 МГц 


I В 

0,5 В 
0,35 В 
0,5 В 


1 мкА 
15 мкА 
1 мкА 


300 Ом 
300 Ом 
300 Ом 
300 Ом 

10 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база: 
при Т = —60... + 75 "С: 

2Т203А, 2Т203Г, КТ203А, КТ203АМ 

2Т203Б, КТ203Б, КТ203БМ 

2Т203В, 2Т203Д, КТ203В, КТ203ВМ . 

при Г= + 125°С: 

2Т203А, 2Т203Г, КТ203А, КТ203АМ . . 

2Т203Б, КТ203Б, КТ203БМ 

2Т203В, 2Т203Д, КТ203В, КТ203ВМ 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
=^2 кОм: 

при Т = —60. .. + 75 °С: 

2Т203А, 2Т203Г, КТ203А, КТ203АМ . . 

2Т203Б, КТ203Б, КТ203БМ 

2Т203В, 2Т203Д, КТ203В, КТ203ВМ ! 

при Г = 4- 1 25 *С: 

2Т203А, 2Т203Г, КТ203А, КТ203АМ 

2Т203Б, КТ203Б, КТ203БМ 

2Т203В, 2Т203Д, КТ203В, КТ203ВМ ! ! ! і 

Постоянное напряжение эмиттер — база- 

2Т203А, 2Т203Г, КТ203А, КТ203АМ . 

2Т203Б, КТ203Б, КТ203БМ . . . 

2Т203В, 2Т203Д, КТ203В, КТ203ВМ . . ' . 

Постоянный ток коллектора . . . 


60 В 
30 В 
15 В 

30 В 
15 В 
10 В 


60 В 
30 В 
15 В 

30 В 
15 В 
10 В 

30 В 
15 В 
10 В 
10 мА 
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Продолжение 

Импульсный ток коллектора при / и <10 мкс, (?^10 . 50 мА 

Постоянный ток эмиттера ... 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора *: 

при 7'=— 60...+75 °С 150 мВт 

при Т = + 125 0 С 60 мВт 

Температура р-п перехода +150 °С 

Температура окружающей среды — 60...+ 125 °С 


1 При Г>+75*С Рц.млкс уменьшается по линейному закону. 


КТ207А, КТ207Б, КТ207В 


НПО? (А В) 

О 7 Коллектор 



Транзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные структуры 
р-п-р усилительные. Предназначены 
для применения в качестве усили- 
тельного элемента микромодулей и 
блоков герметизируемой аппаратуры. 
Бескорпусные с защитным покрыти- 
ем и контактными площадками для 
присоединения в электрическую схе- 
му. Тип прибора указывается на 
групповой таре. 

Масса транзистора не более 
0,001 г. 


Электрические параметры 


Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
Ѵ„в=5 В, Іэ = 1 мА, 1=1 кГц: 

КТ207А не менее 9 

КТ207Б 30... 150 

КТ207В 30. ..200 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ при 1 /кб=5 В, I э = 1 мА, не менее .... 5 МГц 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к= 

= 10 мА, / Е =1 мА, не более: 

КТ207А, КТ207Б 1 В 

КТ207В 0.5 В 


Обратный ток коллектора, не более: 

при І7кв = 60 В для КТ207А 

при Укв = 30 В для КТ207Б 

при V к б=15 В для КТ207В 

Обратный ток эмиттера, не более: 

при ііэб — 30 В для КТ207А 

при II эв — 15 В для КТ207Б 

при Чэв= 10 В для КТ207В 

Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого сиг 
нала при Чкв—5 В, Іо— 1 мА, не более .... 
Емкость коллекторного перехода при И кв = а В, [=10 кГц 
не более . . 


0,05 мкА 
0.05 мкА 
0,05 мкА 

1 мкА 
1 мкА 
1 мкА 

300 Ом 

10 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база: 

КТ207А . 

КТ207Б . . 

КТ207В 


60 В 
30 В 
15 В 
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Постоянное напряжение коллектор — эмиттер- 
КТ207А 

КТ207Б . . 

кт207в 

Постоянное напряжение эмиттер — база- 
КТ207А 

КТ207Б . . 

кт207в 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при /„<100 мкс, 0^5 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора’ 

<Г00 , мкс аЯ д Р >Т ВаеМаЯ мощность коллектора прв /„< 

Температура р-п перехода ! * ' 

Температура окружающей среды ..'!!!! 


П родолженив 


60 В 
30 В 
15 В 

30 В 
15 В 
10 В 
10 мА 
50 мА 
15 мВт 


50 мВт 
+ 100 °С 
—45. .. + 85 'С 


их И Эксп ^ атации транзисторов необходимо принимать меры по 

их защите от статического электричества. 


2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 
2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 27208М, КТ208А, 
КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж, 
КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М 


Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры р-п-р. 
Предназначены для применения в 
усилителях и импульсных устройст- 
вах. Выпускаются в металлостекляи- 
ном корпусе с гибкими выводами. 
Тип прибора указывается па кор- 
пусе. 

Масса транзистора не более 
0.6 г. 


27208 (А- П), КТ208 (А-М) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ пр 
ѵкб= I Ь5, І э = 30 мА: у 

К™0 8 8 А Ж, 2Т КТ208Л 2Т208Ж ' 2Т208Л ' КТ208А ' КТ2081 
КТ208И, гам 2Т2 ° 8И ’ 2 ™ 8 «. ' КТ208Б, КТ208Х 
2Т208В, 2Т208Е, 2Т208К, КТ208В, ' КТ208Е КТ2081 

2оч ЧН ппи частота коэффициента передачи тока в схс 
юе при и кв = о В, не менее: 

/ѳ = 5 мА 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В 2Т208Г РТ^ЛЯЛ 
2Т208 Е, 2Т208Ж - 2Т208И, 2Т208К,' 2Т208Л 2Т208Л 
КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г’ КТ208Л 
К Л* 208Е ’ КТ208Ж - КТ208И, КТ208К, КТ208Л’ КТ208Л 
Коэффициент шума при /7*8 = 3 В, /* = 0,2 мА /= 1 кГп 
Лг = 3 кОм для КТ208В, КТ208Е, КТ208К, не более 

чоГодТ " асыІ “ енпя коллектор - эмиттер при '/„ = 
*=о 0 і» мА, /в = 60 мА, не более: 

2Т208Б . 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д 2Т208Е 
2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М 


20.. .60 

40 120 
20. .240 

5 МГц 
5 МГц 

4 ДБ 

0,3 В 


Продолжение 


КТ208А. К.Т208Б, К.Т208В, КТ208Г, КТ208Д, КТ208Е. 
КТ208Ж, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М 
Напряжение насыщения база — эмиттер при /к = ЗОО мА, 

/с =60 мА, не более . . • ••••• 

Обратный ток коллектор — эмиттер при (/кэ = ІІкэ.маке, 
/?б>=10 кОм, не более . ... 

Обратный ток эмиттера при Иве — ^вб маке, не более 
Емкость коллекторного перехода, не более: 

при і/кв=20 В для 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 
2Т208Д 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К. 2Т208Л, 

2Т208М ■ ■ 

при С/кв=Ю В для КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, 
КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж. КТ208И, КТ208К, КТ208Л, 

КТ208М 

Емкость эмиттсрного перехода, не более: 

при У эв = 20 В для 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г. 
2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 

при “у за = 0,5 В для КТ208А. КТ208Б, КТ208В, КТ208Г 
КТ208Д. КТ208Е, КТ208Ж, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, 

КТ208М 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база 1 : 

Г ^Т208А, + 2Т208Б, 2Т208В, КТ208А, К.Т208Б, КТ208В 
2Т208Г 2Т208Д 2Т208Е, КТ208Г, КТ208Д. КТ208Е 
2Т208Ж 2Т208Й, 2Т208К, КТ208Ж, КТ208И, КТ208К 
2Т208Л,’ 2Т208М, КТ208Л, КТ208М .... 

Г ІТ208А С 2Т208Б, 2Т208В, КТ208А, КТ208Б, КТ208В 
2Т208Г 2Т208Д 2Т208Е, КТ208Г, КТ208Д, КТ208Е 
2Т208Ж 2Т208Й, 2Т208К, КТ208Ж, КТ208И, КТ208К 
2Т208Л,' 2Т208М, КТ208Л, КТ208М . ■ • ■ 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 1 при Кв»< 
^ 10 кОм: 

Т 2Т208А + 2Т208Б, 2Т208В, КТ208А, КТ208Б, КТ208В 
2Т208Г ' 2Т208Д 2Т208Е, КТ208Г, КТ208Д. КТ208Е 
2Т208Ж 2Т208Й. 2Т208К, КТ208Ж, КТ208И. КТ208К 
2Т208Л,’ 2Т208М, КТ208Л, КТ208М 

Т 2Т208А? 2Т208Б, 2Т208В, КТ208А, КТ208Б, КТ208В 

9Т208Г ' 2Т208Д 2Т208Е, КТ208Е 

2Т208Ж 2Т208И 2Т208К. КТ208Ж, КТ208И, КТ208К 
2Т208Л,' 2Т208М, КТ208Л, КТ208М 

Постоянное напряжение эмиттер база ’: 

Г = 4-25 I 1 25 °С: 

2Т208А 2Т208Б. 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д 2Т208Е, 
2Т208Ж 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М, КТ208Ж, 
КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М 
КТ208А. КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, КТ208Д, КТ208Е 

Г= 9Т208А С 2Т208Б 2Т208В. 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 
2Т208Ж 2Т208И 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М, КТ208Ж, 
КТ208И КТ208К, КТ208Л, КТ208М 
КТ208А,’ КТ208Б. КТ208В, КТ208Г. КТ208Д, КТ208Е 

1 При снижении температуры от +26 до -60 ’С и кв.маке 
изменяются линейно. 


0,4 В 

1,5 В 

1 мкА 
1 мкА 


35 пФ 


50 пФ 


20 пФ 


100 пФ 


20 В 
30 В 
45 В 
60 В 

15 В 
25 В 
40 В 
55 В 


20 В 
30 В 
45 В 
60 В 

15 В 
25 В 
40 В 
55 В 


20 В 
10 В 


15 В 
5 В 

д рвя. маке* Увв.ма* а 
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Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при 0,5 мс, 0>2 
Постоянный ток базы 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора '• 
Г=-60...+60°С 

Г= + І25“С . ‘ * 

Температура рп перехода 

Температура окружающей среды . ... ', 


1 При Г>+60 ‘С Р и. макс снижается линейно. 


Ч родолженчш 
150 мА 
300 мА 
60 мА 

200 мВт 
50 мВт 
+ 150 °С 
-60... + 125 °С 


КТ209А, КТ209Б, КТ209Б1, КТ209В, КТ209В1, КТ209Г, 
КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, 
КТ209М 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усили- 
тельные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназна- 
чены для применения в усилительных и импульсных микромодулях и блоках 
герметизированной аппаратуры, транзисторы КТ209БІ, КТ209В1 — в блоках 
1В приемников. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами а 
двух вариантах. Транзисторы имеют два варианта маркировки. Вариант 1 — на 
""Р"У С „ "«носится буква КТ209А-А. КТ209Б-Б. КТ209Б1-Д1, КТ209В-В 

КТ209к"к В КТИОЛ 91- ^ 1 Г КТ9П0М Д М Д ’ КТ209 ?- Е - КТ209Ж-Ж. КТ209И-П.' 
К120ЭК— к. КТ209Л —Л. КТ209М— М. вариант 2 — на боковую поверхность кор- 

7тэпо Н к НОСИТСЯ метк » «Р« г0 инета * на торце метка: КТ209А - темно-красная. 
КТ 20 ь'топп’^ ел - І « я ' КТ209В — темно-зеленая, КТ209Г — голубая; КТ209Д — си- 
ня,і. КТ209Е — белая; КТ209Ж — коричневая, КТ209И — серебристая, КТ209К — 

оранжевая-; КТ209Л — светло-табачная, КТ209М серая 

Масса транзистора не более 0,3 г. 


°А 

Коллектор 

База 

Зпиттер 


2.5 . 


-ін 

-ІЬ 


КТ209 (А-П) 
Вариант I 

у. э п 



ЗСП - 



ЗСП 



0,48 


Вариант 2 





Ч> 



5.3 


14 


-Коллектор 
■ База 
Зпиттер 
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3 -307 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
//*.= 1 В, /„ = 30 мА: 

Г = +25 ’С. 

КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л . . . . 

КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М . . 

КТ209В, КТ209Е 

КТ209К . . 

КТ209БІ, не менее ... . . . . 

КТ209В1, не менее . . . . 

при Г= + 100°С: 

КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л . . . . 

КТ209Б, КТ209Д. КТ209И, КТ209М . . . . 

КТ209В, КТ209В 

КТ209К 

КТ209Б1, не менее 

КТ209В1, не менее ... 

Г = — 45 °С: 

КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л . . . . 

КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М . . . . 

КТ209В. КТ209Е . . . . . 

КТ209К .... . . . . 

КТ209Б1, не менее . . . 

КТ209В1, не менее . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ при ІІ к в = 5 В, /„=10 мА, не менее 
Коэффициент шума при (/„э = 3 В, /„ = 0,2 мА, /=1 кГц, 
Я г = 3 кОм для КТ209В, КТ209Е, КТ209К. не более . . 

типовое значение 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„ = 
= 300 мА, /„ =30 мА, не более . . 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /„ = 300 мА, 

/„ = 30 мА, не более 

Обратный ток эмиттера при Уав = Г/вв,м„е. не более 
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схе- 
ме ОЭ при //„в = 5 В, /„ = 5 мА ... . . 

Емкость коллекторного перехода при //„в=10 В, /= 

= 500 кГц, Не более 

Емкость коллекторного перехода при 1/вв = 0,5 В, /= 

= 1 МГ ц, не более ..... ... 


20 .60 

40.. . 120 
80. .240 

80.. . 160 
12 

30 

20 .. 120 
40. „240 

80. . .480 
80. „320 
12 

30 

10. . 60 
20 .120 
40. .240 
40 160 
6 

15 

5 МГц 


5 дБ 
2,5* дБ 

0,4 В 

1,5 В 
1 мкА 

130*. .2500* Ом 
50 пФ 
100 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база: 
при Т = +25... + 100 °С: 

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Б1, КТ209В1 15 В 

КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 30 В 

КТ209Ж, КТ209И, КТ209К 45 В 

КТ209Л, КТ209М 60 В 

при Т= — 45 “С: 

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Б1, КТ209В1 . 10 В 

КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 25 В 

КТ209Ж, КТ209И, КТ209К 40 В 

КТ209Л, КТ209М 55 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?» < 

^10 кОм: 

при Т = +25. ..+ 100 °С: 

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Б1, КТ209В1 . 15 В 

КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 30 В 

КТ209Ж, КТ209И, КТ209К . 45 В 

КТ209Л, КТ209М 60 В 
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Продолжение 


при Г = — 45 *С: 

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209БІ, КТ209В1 . 10 В 


КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 25 В 

КТ209Ж, КТ209И, КТ209К 40 В 

КТ209Л, КТ209М 55 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база: 
при Т = 4-25... + 100 "С: 

КТ209Б1 5 В 

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, 

КТ209В1 Ю В 

КТ209Ж, КТ209И, КТ209К. КТ209Л, КТ209М . 20 В 

при Г= - 45 “С: 

КТ209Б1 5 В 

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г. КТ209Д. КТ209Е, 

КТ209В1 10 В 

КТ209Ж. КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М . 15 В 

Постоянный ток коллектора ... ... 300 мА 

Импульсный ток коллектора . 500 мА 

Постоянный ток базы ... ..... 100 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Т — —45... +45 °С 200 мВт 

при Г = -{-100 “С . ...... 62.5 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда ..... 0,45 “С/мВт 

Температура р-п перехода + 125°С 

Температура окружающей среды ....... — 45...+100 *С 


При Г>+ 46 *С Рк, М ако уменьшается линейно. 


КТ210А, КТ210Б, КТ210В 


Транзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные структу- 
ры р-п-р усилительные. Бескор- 
пусные с твердыми выводами. 
Тип прибора указывается на таре. 

Масса транзистора не более 
0.005 г. 


КТ2Н(А-Ѳ) 


Эмиттер Коллектор 



0,15 Ц0* 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
П кв — 5 В, 1 з = \ мА. 

КТ210А, КТ210Б 

КТ210В 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ при Уяв = 5 В, / е = 1 мА, не менее . . . . 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* = 

= 10 мА, /* = 1 мА, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / к =10 мА, 
/а—1 мА, не более 


80.. 240 

40.. . 120 

10 МГц 
0,5 В 
1 В 


3 » 
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Обратный ток коллектор — эмиттер при і ие-Пкв.м,пс, 
Ка.= 10 кОм, ие более 

Обратный ток эмиттера при 1/ 8 в- 10 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при 1/ К в = 5 В, /-3 МГц, 
ие более 

Емкость эмиттерного перехода при і/ ев = 0,5 В, /-5 МГц, 
не более 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база: 

КТ210А .... ... 

КТ210Б ... ... 

КТ210В .... 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
.^10 кОм: 

КТ210А 

КТ210Б 

КТ210В 

Постоянное напряжение эмиттер — база .... 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 

<+35°С . 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 

^ “1-35 С 

Тепловое сопротивление переход — среда ... 

Температура р-п перехода . 

Температура окружающей среды 


Продолжение 


10 мкА 
5 мкА 

25 пф 

10 пФ 


15 В 
30 В 
60 В 


15 В 
30 В 
60 В 
10 В 
20 мА 
40 мА 

25 мВт 

40 мВт 
3 °С/мВ.т 
+ 125 °С 
— 60...+85 °С 


2Т211А-1, 2Т211Б-1, 2Т211В-1 


2Т211(Л-І-вО 




г 0.0Ч 


Ваза О Эмиттер 
Неплектер 

Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵяв=1 В, /а = 40 мкА: 

Г = 25 °С: 


Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры р-п-р 
усилительные с нормированным ко- 
эффициентом шума. Предназначены 
для применения во входных каска- 
дах малошумящих усилителей герме- 
тизированной аппаратуры. Бескор- 
пусные с защитным покрытием и 
гибкими выводами. Тип прибора 
указывается на возвратной таре. 

Масса транзистора не более 
0,01 г. 


2Т211А-1 
2Т211Б-1 
2Т211В-1 
Г = + 125°С. 
2Т211А- 1 


40.. . 1 20 
80. 240 

160 .480 

40. . .200 


68 


2Т2ІІБ-1 

2Т2ІІВ-І . . . . 

Т-- 60 "С: 

2Т2І1А-І ... 

2Т2ПБ-1 ... 

2Т2ІІВ-І ... 

Граничная частота коэффициента передачи тока а схе- 
ме ОЭ при {/* в =5 В, /* = 1 мА, не менее 
Коэффициент шума при {/*в = 5 В. I э = 4Ѳ мкА, 1=1 кГц, 

Лг=10 кОм 

Граничное напряжение при мА не менее . . . 

Обратный ток коллектора при {7*8 = 15 В, не более: 

Т = +25 °С . . . . 

Г =• + 1 25 *С ... 

Обратный ток эмиттера при {/ев = 5 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при (7*8 = 5 В, 1= 
— 10 МГц, не более . , 

Емкость эмиттерного перехода при {7ев = 0,5 В, 1=10 МГц, 
не более 


Продолжение 

80. . 400 
160. .800 

20 .. . 120 
40. 240 
80. ..480 

10 МГц 

0,3* 1,7*.„3 дВ 
15 В 

10 нА 
500 нА 
10 нА 

20 пФ 

15 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база , . 

Постоянное напряжение эмиттер — база . ... 

Постоянный ток коллектора . . 

Импульсный ток коллектора при <„<10 мкс, 10 . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при 7"= — 60...+35 °С .... ... . 

при Г= + 125°С . 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 

^ 10 мкс, 10 . . . . 

Температура р-п перехода . ... ... 

Температура окружающей среды . . . . 

‘ При 7’> + 35“С Рц.млпс уменьшается линейно. 


15 В 
5 В 
20 мА 
50 мА 

25 мВт 
5 мВт 

50 мВт 
+ 150*0 
-60... + 125 °С 


Зависимость статиче- 
ского коэффициента пе- 
редачи тока от тока 
коллектора 



*ш. яВ 


гтгп(А і-ві 
(/*,-**. /*/*/■ 

) 








К Т Ш Ю нОп 


































10 10 ’ І0 , 1,.нлА 


в ш .дв 



\ 

гтгн(Аі-ві) 






/, - 4} нкЛ 






/ ѣ ІкГц 






1 

ѵ 









\ 

V, 















ІО' 1 10" 10 Кг. «Он 


К ш , Д в 



10' /. кГц 


Зависимость коэффици- 
ента шума от тока кол- 
лектора 


Зависимость коэффи- Зависимость коэффи- 
циента шума от сопро- циемта шума от частоты 

тивления генератора 
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2Т214А-1, 2Т214Б-1, 2Т214В-1, 2Т214Г-1, 2Т214Д-1, 
2Т214Е-1, КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1 
КТ214Д-1, КТ214Е-1 


ГТгіЧ(А1-і-і), КТ21‘і(А1-Е-і') 


1 



Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные, структуры р-п-р. 
Предназначены для применения в 
усилителя» и переключающих уст- 
ройствах герметизированной аппара- 
туры. Бескорпусные с гибкими выво- 
дами и защитным покрытием. Тип 
прибора указывается на таре-спут- 
нике 

Масса транзистора не боле» 
0,01 г. 


Коллектор 

Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ: 
при Г=+25°С Ѵ КБ = Ъ В, / в = 10 мА: 

2Т214А-1, КТ214А-1 не менее . . ... 20 

2Т214Б-1, КТ214Б-Г ... ... 30 90 

2Т214В-1, 2Т214Г-1, КТ214В-1, КТ214Г-1 ... 40. 120 

Ѵкв—1 В, Іо — 40 мкА, не менее: 

2Т214Д-1, КТ214Д-1 80 

2Т214Е-1, КТ214Е-1 40 

при Т=Т мик , 11нв = 5 В, Іэ— 10 мА 
2Т214А-1, К.Т214А-1, не менее . . ... 7 

2Т214Б-1, КТ2І4Б-1 . 10 90 

2Т214В-1, 2Т214Г-1, КТ214В-1, КТ214Г 1 ... 15 іг'' 

Ѵкб=\ В, /® = 4 0 мкА, не менее: 

2Т214Д-1, КТ214Д-1 25 

2Т214Е-1, КТ214Е-І 15 

при Т =Т маке, V К в = 5 В, / в = 1 0 мА: 

2Т214А-1, КТ214А-1, не менее 20 

2Т214Б-1, КТ214Б-1 30 150 

2Т214В-1, 2Т214Г-1, КТ214В-1, КТ2І4Г-1 . , . 40 .200 

Ѵк б= 1 В, /а= 40 мкА, не менее: 

2Т214Д-1, КТ214Д-1 80 

2Т214Е-1, КТ214Е-1 40 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ при Укв=5 В, /э = 1 мА 5...20*...30* МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой час- 
тоте при Ѵк в=5 В, /э = 2 мА, не более 5 нс 

типовое значение 1* нс 

Коэффициент шума при Укв = 5 В, /а=40 мкА, Я г = 

= 10 кОм, 7=1 кГц для 2Т214Д-1, КТ2І4Д-1 . . 1,8*...3,5*...5* дБ 

Граничное напряжение при /э=10 мА, не менее: 

2Т214А-1, 2Т214Б-1 КТ214А-1 КТ214Б-1 . . 80 В 

2Т214В-1, КТ214В-1 60 В 

2Т214Г-І, КТ214Г-1 40 в 

2Т214Д-1, КТ214ДИ. . 30 В 

2Т214Е-1, КТ214Е-1 . . , . . , 20 В 
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Продолжение 


Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /*=- 
= 10 мА, / в =1 мА, ие более: 

2Т2І4А-1. 2Т214БІ, 2Т214В1, 2Т214Г-1, 2Т2І4Е-1 
КТ214А-1, КТ214Б-1, КТ214В-І. КТ214Г-1, КТ2І4Е 1 
Напряжение насыщения база — эмиттер при /к =10 мА, 

/ 8 =1 мА. не более . 

Обратный ток коллектор — эмиттер при 1/цв = Укэ. ма.с, 
Но. ^10 кОм, не более: 

при Т = +25 °С и Т — Тми» . . . 

при Т = Т *„« 

Обратный ток эмиттера при И вв**Ѵ вв.маве, не более . 
Входное сопротивление в режиме малого сигнала при 
1/кэ = 5 В, /» = 2 мА, / = 800 Гц . . 

Емкость коллекторного перехода при Ѵк а— 10 В, /= 

=500 кГц 

Емкость эмиттерного перехода при {/88=0,5 В 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
^ 10 кОм: 

2Т214А-1, КТ214А-1 . , . . . 

2Т214Б-1, КТ214Б-1 . 

2Т2І4В-1, КТ214В1 . . . 

2Т214Г-І, КТ214Г-І ... . 

2Т214Д-1, 2Т214Е-1, КТ214Д-1, КТ214Е-1 . . . 

Постоянное напряжение эмиттер — база- 

2Т214А- 1, КТ214А-1 . . . . . . 

2Т214Б-1, 2Т214В-1, 2Т214Г-1, 2Т214Д-1, КТ214Б1, 

КТ214В1, КТ214Г-1, КТ214Д-1 

2Т214Е-1, КТ214Е-1 . . . 

Постоянный ток коллектора . . 

Импульсный ток коллектора при / а ^І0 мс, 100 . ■ 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 

при Г = Г*««... +35 “С .... 

ПрИ Т =1 мач . 

Тепловое сопротивление переход — среда . ■ . . ■ 

Температура рп перехода . 

Температура окружающей среды: 

2Т214А-1, 2Т214Б-1, 2Т214В-1, 2Т2І4Г-І, 2Т214Д-І, 
2Т214Е-1 

КТ2І4А-1, КТ214Б-1, КТ214В-1, КТ214Г-1. КТ214Д-1, 
КТ214Е-І 


0,45 В 
0,6 В 

1,2* В 


1 мкА 
10 мкА 
10 мкА 

1,2*...2,5* 10* кОм 

9,5.. 12*. ..30 пФ 
9,6* 40*... 100* пФ 


100 В 
80 В 
80 В 
60 В 
30 В 

30 В 

7. В 
20 В 
50 мА 
100 мА 

50 мВт 
20 мВт 
0.1 ”С/мВт 
+ І25”С 


-60 + 100*С 
-45 +85 "С 


При Г> +35 X Р„ 


уменьшается линейно. 


Допустимая температура монтажа транзисторов 
не должна превышать +!50°С в течение 30 с. 


К ш , йБ 


ггтд-і.кттд-і 

0,в’5В 
I я 1 кГц 

Х г - 10 кОн 


/ 

/ 




У 





] 


, дБ 


гпіч 

ді.кпічд- 

і 


и* т 5в 

/» ■ 40 ПК А 



х г - 10 

нОн 










І0 1 10" Ю' І,.нА 

Зависимость коэффи- 
циента шума от тока 
эмиттера 


7.5 
5 

2.5 

О 

ю ' іо • 10' /. кГц 

Зависимость коэффи* 
цнента шума от частоты 


в гибридные микросхемы 

Б ИЗ 


ты 

ктчд 

■і к — . 

'^тіче-і 

г КТѴЧЕ- 







Ипп(лѵ"і) 

' КЛ 1 Ч(/Н,Г-Щ 
0.01 ЦІ I I,. 1* 

Зависимость статического 
коэффициента передачи го* 
ка от тока эмиттера 


ГТ402А, ГТ402Б, ГТ402В, ГТ402Г 

ш»зн1?ены ИС ^л^“„п ерМаИИеВЫе сплавные структуры р-п-р усилительные. Пред. 
в ы ?* *"“ * " рименения * выходных каскадах усилителей низкой частоты! 

т тГ1,Г' ,ШОСТ,ІЛЯ " НОМ корпусе с гибкими выводами в двух варнак- 
***• * ип прибора указывается на корпусе. 1 ѵ 

Масса транзистора: вариант 1 - не более 5 г, вариант 2 -не более 2 г. 

ГТЧ02 (А-Г) 

Вариант Г ' 



Эпиттір 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
і! кв— 1 В, /а = 3 мА: 

ГТ402А, ГТ402В . . . 

ГТ402Б, ГТ402Г ^ | | | 

Граничная частота коэффициента передачи тока ' в ’схе-' 
ме ОЭ при Унв=1 В, /е = 3 мА, не менее 
Клиент ^линейности Л.= (й„» при /е = 3 мА) /{*„»' 

Прямое падение напряжения на эмиттерном переходе при 
отключенном коллекторе н / 8 = 2 мА, не более 
Обратный ток коллектора при Уха =10 В, не более 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?„,< 

ГТ402А, ГТ402Б .... 

ГТ402В, ГТ402Г 

Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора' при Г= 
■* +25 °С: 

вариант 1 

вариант 2 

Тепловое сопротивление переход — среда: 

вариант 1 

вариант 2 * 

Температура р-п перехода . 

Температура окружающей среды ...!!!! 

При Г*+И...+и "С Р я , м „ е . мВт, определяется по 

“(аа-г)/д г(в _ с ,. 


30.. .80 

60.. . 150 

1 МГц 

0.7...1.4 

0,3 В 
20 мкА 


25 В 
40 В 
0,5 А 


0,6 Вт 
0,3 Вт 

0,1 “С/м Вт 
0,15 ’С/мВт 
+85 ”С 
— 40...+55 *С 

Формул. Р Иа , я , 


Г2 




Допускается соединять выводы транзисто- 
ров с элементами схемы не ближе 5 мм от кор- 
пуса любым способом (пайкой, сваркой и т. п.) 
при условии соблюдения следующих требований: 
за время соединения температуры в любой точ- 
ке корпуса транзистора не должна превышать 
максимально допустимую температуру окружаю* 
щей среды. Температура пайки не должна пре- 
вышать + 285 'С. 

Не рекомендуется работа транзисторов при 
рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми 
обратными токами во всем диапазоне темпе- 
ратур. 

При включении транзисторов в электриче- 
скую цепь коллекторный вывод должен при- 
соединяться последним и отсоединяться первым. 



Входпые характеристика 



в 100 700 300 Ш/ э , л А 


'■«<. Ом 

0.8 
0.8 
О.* 

0.3 

О 23 30 73 100 /, , мА 


т 

02 (А- Г) 




Ч'я-"» 

нА 






















о 20 м? 80 оот;е 


Зависимость статическо- Зависимость сопротивления 

го коэффициента пере- насыщения от тока Сазы 

дачи тока от тока эмит- 
тера 


Зависимость обратного 
тока коллектора от тем- 
пературы 


1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, 
ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю 

Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р усилительные. Пред- 
назначены^ для применения в переключающих устройствах, выходных каскадах 
усилителей низкой частоты, преобразователях и стабилизаторах постоянного 
тока. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип 
прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 4 г. 


ПЧОЗ(А-И), ГПОЗ (А-Ю) 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 

"«-• В - /э " 0 - 45 А Для 1Т403Е, ГТ403Е, ІТ403И. 

I 1403И, но менее 

Изменение статического коэффициента передачи тока в 
схеме ОЭ 1Т403Е, 1Т403М при Ц к ^\ В, / 8 = 0,45 А не 
более 

при 7 = +70°С 

при Г = - 60 °С 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
мс ОЭ при Оки = Ъ В, /э“ 0,1 А, нс мспес 
Коэффициент передачи тока о режиме малого сигнала ной 
= 5 В, /, = 0.1 А. / = 50. .300 Гц: 

ІТ403А, 1Т403В, 1Т403Ж, ГТ403А, ГТ403В ГТ403Ж 
ГТ403ІО ІГ4 ° ЗГ ' 1Т403Д - ГТ 4 03 Б. ГТ403Г. ГТ403Д 

Изменение коэффициента передачи тока в режиме малою 
сигнала ІТ403А, 1Т403Б, 1Т403В, ІТ403Г, 1Т403Д ІТ40Щ 
при Г/* в = 5 В, и = 0,1 А, /=>50 ..300 Гц. не 'более: 
при Г = + 70 “С ... . 

при Г=-60"С 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /«=' 
=0,5 А, / в = 0,05 А, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /* = 0,5 А 
Гк=0,05 А не более .... ... ' 

«Плавающее» напряжение эмиттер — база при 17ка = 45 В 
для 1Т403А, 1Т403Б, при 1/ кв = 60 В для 1Т403В, 1Т403Г 
ІТ403Д. 1Т403Е, при і/кв = 80 В для 1Т403Ж, 1Т403И’ 
/ = +70°С, не более . 

Обратный ток коллектора при Ь К е = 0ек не более' 
Т = +25 * С. 

ІТ403А, 1Т403Б, 1Т403В, ІТ403Г, ІТ403Д 1Т403Е 
ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д ГТ403Е - 
ГТ 403 Ю 

1Т403Ж. 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И 

Г=+70“С ‘ 

Обратный ток эмиттера при і) с , = 20 В для 1Т403А 
1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б ГТ403в' 
ГТ403Г, ГТ403Е, ГТ403Ю; = 30 В для ІТ403Д' 

ГТ403Д, не более: 

Т = +25 *С: 

1 Т 403 А. 1Т403Б, 1Т403В. 1Т403Г, 1Т403Д 1Т403Е 
ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г. ГТ403Д.' ГТ403Е’ 
ГТ403Ю 

1Т403Ж. 1Т403И, ГТ403Ж. ГТ403И ' ' ‘ 

Г=+70*С 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Ука = і/пэ_. 

1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д 1Т403Е 

ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г. ГТ403Д ГТ403Е 
ГТ403Ю • ' ' 

ІТ403Ж. ІТ403И, ГТ403Ж, ГТ403І1 ' ' 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер- 
1Т403А, 1Т403Б, ГТ403Л, ГТ403Б ГТ403Ю 
1Т403В. 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е, 1Т403Г 1Т403Д 
ГТ403Г, ГТ403Д ’ 

1Т403Ж. 1Т403И, ГТ403Ж. ГТ403И ' | 

Постоянное напряжение коллектор — база- 

1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю . . . 


30 


±30% 

-40% 

8 кГц 


20. .60 
50... 150 
30. 60 


±30% 

-50% 

0.5 В 

0.8 В 


0,3 В 


50 мкА 
70 мкА 
800 мкА 


50 мкА 
70 мкА 
80 мкА 


5 мА 

6 мА 


30 В 

45 В 
60 В 

45 В 
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Продолжение 


1Т403В, 1Т403Г, ІТ403Д, 1Т403Е, ГТ403В, 

ГТ403Г, 


ГТ403Д, ГТ403Е 


со в 

1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И . 


80 В 

Пвстояшюе напряжение эмиттер —база , 


20 В 

для 1Т403Д, ГТ403Д 

, , 

30 В 

Постоянный ток коллектора 

, , 

1,25 Л 

Постоянный ток базы 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

* 

04 А 

с теплоотводом 


(85— 

Вт 

без теплоотвода . 

я я я 

(Я5 — Т)(Кт(я ,„Ві 

Тепловое сопротивление переход — корпус 

, 

15 Т/Вт 

для 1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Р 


1? : С Вт 

Тепловое сопротивление переход — среда 


100 Т Вт 

Температура р-п перехода 


+85 Т 

Температура окружающей среды 


■ ■,/) И І». У сч ■ 

1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 

1Т403Е, 


1Т403Ж, 1Т403И 


—60 - 70 *С 

ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, 

ГТ403Е, 


ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю 

-55 +70 °С 


Изгиб и панка выводов транзисторов допускается не ближе 3 ми от кор. 
пуса с температурой жала паяльника не более +260 С С в течение 3 с и груп- 
повым или механизированным способом при температуре припоя не болея 
+ 260”С в течение 5 с 


и <тл 




б 0.2 Об 06 и„ Ь 


/ 3 • 



ч.-« 



Г 



/і 

пп 

2 1 
ІІ 


/ 

гы 

А 

* 



0 0.2 00 0Ь Ц, Ь 


Входные характеристики Входные характеристики За виси моей» така >миг 

тера ог напряжения ба 
за — эми г тер 



і 1 

0 0,2 О, 1 * 0,6 Он 5 


\| 





\ 









пбОЗГЕ, и) 
~гтш(і.и) 



0 0.2 0,6 0,6 / к . А 


Зависимость тона ьмит Зависимость станине- 
тера от напряжения скою коэффициента не 
база — эмиттер редачн тока ог тока 

колле к юра 


л :із 
200 
4,0 
200 
ПО 
ПО 
00 
60 

о 

Зоин поічоікнмі положений 
зависимости ста іичсскоі 
коэффициента передачи іэ 
ка от тока коллектора 


пт(Б.г.й) 

\™ т ' г ^ТотІ) 

тоі(А.в.ш) ■ ,ч 

-пчош,ш)- 



0.06 0,00 О , /2 0 , 11 1 . А 
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ГТ405А, ГТ405Б, ГТ405В, ГТ405Г 

Транзисторы германиевые сплавныя 
структуры р-п-р усилительные. Предна- 
значены для применения в выходных кас- 
кадах усилителей низкой частоты. Выпу- 
скаются в пластмассовом корпусе с гиб- 
кими выводами. Тип прибора указывается 
на корпусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
17*в = I В. /а = 3 мА: 

Т = +25 °С: 

ГТ405А, ГТ405В 

ГТ405Б, ГТ405Г 

Т - +55 °С: ' ' 

ГТ405А, ГТ405В 

ГТ405Б, ГТ405Г 

Г =-40 °С: 

ГТ405А. ГТ405В 

ГТ405Б, ГТ405Г .... . . | 

Предельная частота коэффициента передачи тока при 
47«са = 1 В, 7 з = 3 мА, не менее 

Прямое падение напряжения эмиттер — база при І в = 
— 2 мА и отключенном коллекторе, не более 
Обратный ток коллектора при II к с = 10 В, не более 


30. .80 
60 150 

30.. . 160 

60.. . 300 

15. .80 

30.. 150 

1 МГц 

0,35 В 
25 мкА 


ГТШ(А-Г) 



Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 
<200 Ом: 

ГТ405А, ГТ405Б .... 

ГТ405В, ГТ405Г ... 

Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

■= — 40... -4- 25 “С . 

Тепловое сопротивление переход — среда . 

Температура р-п перехода . , . . . 

Температура окружающей среды . , , 


при /?«,< 


1 при Т => 


25 В 

40 В 
0,5 А 

0,6 Вт 
0.1 °С/мВт 
+85 °С 
-40 + 55 *С 


' При Г- +25. ..+55 *С Р Кмане . мВт определяется по формуле Р „ МІІНС - (85- Г)/».! 


Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора с ра- 
диусом закругления не менее 1,5 мм, пайка выводов — не ближе 10 мм. Обрез- 
ка выводов запрещается. 
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о ш о.г і.1 тч^.в 


Зависимость тока эмит- 
тера от напряжения ба- 
за — эмиттер 




О 0,1 0,2 0.3 О.НЦ^,В 


Входные характеристики 



20 НО 60 ВО 100 V С 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 


Зависимость максималь- 
но допустимого напря- 
жения коллектор — эмит- 
тер от температуры 



О 0,1 0,1 0,3 # 63 . в 


Входные характеристика 



* 20 0 20 НО 601,'С 

Зависимость обратного 
тока коллектора от тем* 
пературы 


Зависимость максималь- 
но допустимого напря- 
жения коллектор — эмит- 
тер от сопротивления 
база — эмиттер 


0*3 я «вис "ОиС 

і 

о.в 
0,6 
0.6 
0.1 

Ю 2 6 6 ІО’і 6 С ІО 1 г бВЮ'1 0,„0п 



НЕ 



пт(А-п 



5 °С 




N 























" ч "' ’ 












Раздел четвертый 

Транзисторы маломощные высокочастотные 


Транзисторы п-р-п 

2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж, КТ301Г, КТ301Д, 
КТ301Е, КТ301Ж 

Транзисторы кремниевые планарные структуры п-р-п универсальные. Пред- 
назначены для применения в усилителях н генераторах. Выпускаются в ме- 
таллостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на 
яорпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г, 
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гтт(г-ш), ктзоі(г-ж) 


Коллектор 



Электрические параметры 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
і/ке*= 10 В, /» = 3 мА, 7 = 1 кГц: 

Г — 25 "С: 

2Т30І Г, КТ301Г . . . 


2Т301Д, КТЗОІД , , , 


2Т301Е, КТЗОІЕ . . 


2Т301Ж, ктзоіж . . 


Г™ —60 С, не менее: 


2Т301Г . . 


2Т301Д ... .... 


2Т30ІЕ . 


2Т30ІЖ 


Г=-И25“С 2Т30І Г...2Т30І Ж 



Граничная частота коэффициента передачи тока при /7*,,= 
*=І0 В, /э*= 3 мА, не менее .... 

Постоянная времени цепи обратной связи па высокой час- 
тоте "Р" в - /»-2 мА, /- 2 МГц, не более: 

2Т301Г, 2Т301Д, КТ30ІГ, КТ301Д 
2Т301Е, 2Т30ІЖ, КТЗОІЕ, КТ301Ж 
Время рассасывания при /„, = / и =| мА, /* = Іо мА '/<’ 
^1 кГц, /„<10 мкс, не более: 

2Т30ІГ, 2Т301Д, КТ301Г. КТ301Д 
2Т30ІЕ, 2Т30ІЖ, КТЗОІЕ, КТ30ІЖ 
Граничное напряжение при /» = 10 мА, /„ = 5 мкс не ме- 
нее: 

2Т30ІГ, 2Т30ІД . . 

2Т301Е, 2Т301 Ж 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при 
= 1 мА, /к=10 мА, / = 50 Гц, /„ = 2 мкс, ие более 
Напряжение насыщения база — эмиттер при / в = Г мА' 
/к*= 10 мА, /“50 Гц, І|=»2 мкс, не более: 

при 7-+25°С, V к г ,=л 20 В для 2Т301Е, 2Т30ІЖ 

оіЦіГ 30 В ял " 21301 г . 2Т301Д, КТ30ІГ КТ301Д 
КТЗОІЕ. КТ301Ж . . . . 

при Т=-60"С, І7КС-20 В для 2Т30ІЕ 2Т301Ж 
при Г= + 125°С //ка=Ю В для 2Т301Г — 2Т30ІЖ ' 
Обратный ток эмиттера при 77, ь = 3 В не более- 
2Т301Г — 2ТЗОІЖ 

ктзоіг — ктзоіж 

Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала 
при холостом ходе при //«„ = 10 В, /„-3 мА /= I к Ги 
не более 


10. .32 
20 „60 
40 .120 

80 .300 


5 

8 

14 

20 

Л Г =(0.8...3)А Н , 
(Г- +25*С) 

30 МГц 


4,5 нс 
2 нс 


5 мкс 
8 мкс 


30 В 
20 В 

3 В 


5 мкА 

5 мкА 
5 мкА 
50 мкА 

50 мкА 
10 мкА 


3 мкСм 


ГВ 


Продолжения 


Емкость коллекторного перехода при С/*е= 10 В, не волее 10 пФ 
Емкость эмиттерного перехода при 1/к в’-О.б В, не более 80 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база: 

2Т301Г, 2Т301Д, КТ301Г — КТ301Ж . ЗОВ 

2Т301Е, 2Т301Ж . . . 20 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 

2Т301Г 2Т301Д, КТ301Г — КТ301Ж ... 30 В 

2Т301Е, 2Т301Ж ... 20 В 

Постоянное напряжение эмнгтер — база ... ЗВ 

ПостояпныГі ток коллектора ... 10 м/ 

Постоянный ток эмиттера . . 10 мА 

Импульсный ток коллектора при / п <1 мкс, <33=2 ... 20 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора : 

при 7'^+60°С ... . ... 150 мВт 

пр„ Г= + 125°С для 2Т30І Г — 2Т301 Ж .... 42 мВт 

при Т = +8 С °С для КТ301Г— КТ301Ж .... 58 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда .... 0.6”С/мВт 

Температура р п перехода: 

2Т301Г — 2ТЗОІЖ + 150”С 

КТ301Г-КТ301Ж + 1 20 °С 

Температура окружающей среды: 

2Т301 Г — 2Т301 Ж — 60...+ 1 25 *С 

КТ301Г — КТ301Ж ... —40... +85 *С 


' При повышении температуры мощность снижается линейно. 

Расстояние от корпуса транзистора до места пайки не менее 5 мм, темпе* 
ратура пайки + 260°С, время пайки не более 5 с. 
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гтзо/ж 


2Т30ІЕ 


2Т30ІД 


гтзоіг 


по 

по 

по 

60 

го 





гтзо/ж 










мА 





гтзоіЕ 



ІТ301Л 








2Т301Г 



з ю п гоц„,в о г ч 6 в і,, нА, о з 


Выходные характера 
стихи 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока ог тока эмит- 
тера 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — Саза 


2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В, КТ312А, КТ312Б, КТ312В 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п уни- 
версальные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, 
усилителях и генераторах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе е гиб- 
кими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 
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ЪШ(А-В), КТЛг(А -в) 

Коллектор 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
У кв = 2 В, /» = 20 мА, О=10...І00, / = 50... 1000 Гц- 
Г = +25 ”С: 


2ТЗІ2А 

КТЗІ2А 

2ТЗІ2Б, КТЗІ2Б 
2ТЗІ2В . . . 

КТЗІ2В . , . 

Г = —60 “С: 


12. 100 
10.100 
25-100 
50 250 
50 . 2 МО 


2ТЗІ2А , 
2Т312Б 
2Т312В . 
Г = + 1 25 "С: 


8 ... 100 
15 100 
25 250 


2ТЗІ2А 

2Т312Б ' 

2Т312В . 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе 
не ОЭ при С/кв = Ю В. /« = 5 мА, не менее: 

2Т312А, КТЗІ2А . . . , 

2ТЗІ2Б, 2Т312В, КТЗІ2Б, КТ312В . . . 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ѵ кв =10 В 
/а = 5 мА, 1 = 2 МГц, не более 

Время рассасывания при /„ = 10 мА, /„, = /„,= 2 мА, н 
более: 


12 200 
25 ,200 
50. 500 


80 МГц 
120 МГ« 


500 пс 


9ТЗІ9А КТЗІ9Д 

2ТЗІ2БІ 2Т312В, КТ312Б, КТЗІ2В . . \ 

Граничное напряжение при Іэ = 7,5 мА не менее- 
2Т312А, 2ТЗІ2Б, 2Т312В . . ' 

КТ312А. КТ312В 

КТЗІ2Б ‘ ' 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„ = 
= 20 мА, / с = 2 мА, не более: 

2ТЗІ2А. 2Т312Б . 

2Т312В 

КТЗІ2А, КТЗІ2Б, КТ312В 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /г = 20мА, 
/в = 2 мА. не более . ... 

Напряжение между базой и эмиттером в прямом направ 
Ленин при I о = 0,2 мА для 2ТЗІ2А. 2Т312Б, 2ТЗІ2В. не 


100 нс 
130 нс 

30 В 
20 В 
35 В 


0.5 В 
0,35 В 
0,8 В 

1.1 В 


менее , , 

Обратный ток коллектора, не более: 

Г = +25°С, Ѵ ки = 30 В 2Т312А, 2Т312Б. 2Т312В 


0,55 В 

I мкА 
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1/кв = 20 В. КТ312А, 2Т312В 

V кв — 35 В КТЗІ2Б . 

Г--60’С, 1/кв = 30 В 2ТЗІ2А, 2Т312Б, 2ТЗІ2В . 
Г = + 1 25 “С, Укв = 30 В 2ТЗІ2А, 2ТЗІ2Б, 2Т312В . 

Обратный ток эмиттера при = 4 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при 17к*=10 В, не более 
Емкость эмнттерного перехода при В, не более 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база: 

2Т312А, 2Т312Б. 2ТЗІ2В 

КТ312А. КТЗІ2В 

КТЗІ2Б . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?.«< 
<100 Ом 

2Т312А, 2ТЗІ2Б, 2ТЗІ2В . . 

КТЗІ2А, КТЗІ2В 

КТЗІ2Б 

Постоянное напряженке эмиттер — база . . 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при <и<1 мкс, <Э>!0 . . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г<+25°С для КТ312А, КТ312Б, КТ312В и Г< 
<+60°С для 2Т312А, 2ТЗІ2Б, 2ТЗІ2В 
при 7= +85 “С для КТ312Л, КТ312Б, КТЗІ2В 
при Г=+125‘С для 2ТЗІ2А, 2Т312Б, 2Т312В 
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при /«< 
< I мкс, 0 Ю: 

при Т <60 “С . 

при 7 = 1 25 °С для 2ТЗІ2Л, 2Т312Б, 2Т312В . . . 

Температура рп перехода: 

КТ312А, КТ312Б, КТ312В 

2Т312А, 2ТЗІ2Б, 2Т312В . . ..... 

Тепловое сопротивление переход — среда 

Температура окружающей среды: 

КТ312А, КТЗІ2Б, КТ312В 

2Т312А, 2ТЗІ2Б. 2ТЗІ2В 


Продолжение 

10 мкА 
10 мкА 
1 мкА 
10 мкА 
10 мкА 
5 нФ 
20 пФ 


30 В 
20 В 
35 В 


30 В 
20 В 
35 В 
4 В 
30 мА 
60 мА 


225 мВт 
75 мВт 
62,5 мВт 


450 мВт 
287.5 мВт 

+ 1154; 

+ 150 *С 
0,4 °С/мВ-. 

-40.. +85 *С 
-60.. +125 *С 


При давлении 6. 7 ГПа (5 мм рт ст ) мощность коллектора транзисторов 

2ТЭІ2А 2ТЗІ2Б, 2ТЭІ2В равна 75 мВт 


Расстояние от корпуса транзистора до места пайки не менее 5 мм, темпе- 
ратура пайки не выше +260°С, время пайки не более 5 с 



2ГЗІ2В. КТ312В 


к" 

1 1 


гп 

ПВ. КТЗІ26 

Т 312'А. КТЗП 
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Ѵц‘іе 
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НО 

по 

90 
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2ТІ 

КТІ 
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42 8 
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ІТЗ/2А 

'КТЗІ2А 

м_ 1 _ 

■Г , — .. 1,-20 ее А 

°л» 9 *0. '/•300 Г* 

■10 -30 0 30 00 90 ГС 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи' тока от темпера- 
Т1РЫ 
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З ш • ""Л 



О 20 ЬО 60 ВО 100 Т/С 



Ум (Ой) 

Ч^Шь-о) 

1.0 
не 
0,6 
0,6 
о,г 

ю 0 ю’ іо‘ ІО 3 10'%,0п 



Зона возможных поло- 
жений зависимости об- 
ратного тока коллекто- 
ра от температуры 


Зависимости емкости Зависимость напряжения 

коллекторного перехода коллектор — эмиттер от 

от напряжения сопротивления Саза — 

эмиттер 


2Т314 А-2, КТ314А-2 


гттл-г, ктзнл-г 



Транзисторы кремниевые эпнтаксиаль- 
но-планарные структуры при универсаль- 
ные. Предназначены для применения в уси- 
лителях и переключающих устройствах гер- 
метизированной аппаратуры. Бескорпусные 
с гибкими выводами и защитным покрыти- 
ем на диэлектрической подложке. Выпу- 
скаются в таре-спутнике. Тип прибора ука- 
зывается ва основании тары-спутника. 
У базового вывода ставится точка. 

Масса транзистора не более 0,1 г. 


Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
II на = 5 В, /а = 0,25 мА: 

Т = +25 °С 

Г <= + 1 25 °С 

Г = - 60 °С 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

Ѵкэ= 10 В, Ік= 10 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при У„ в = 5 В, 

/к=10 мА, 1 = 30 МГц, не более 

Время включения при /к=Ю мА, / В =І мА ... 
Время рассасывания при / к = 30 мА, І в = 3 мА, не более 
Время выключения при Ік = 10 мА, / в = 1 мА 
Граничное напряжение при І 3 = 5 мА, не менее 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* = 

= 30 мА, / в = 6 мА, не более . 

Обратный ток коллектора при Ѵ И б = ЪЬ В, не более- 

Т = +25 °С 

Г= + 125 °С 

Емкость коллекторного перехода при Ѵ К б = Ъ В, не более 
Емкость эмнттерного перехода при і/ ов = 0 


30.. . 120 

30.. . 300 

15.. . 120 

300 МГц 
00 нс 

35*... 40*. ..45* нс 
300 нс 

80*... 100*. ..120* нс 
45 В 

0,3 В 

0,075 мкА 
1,5 мкА 
10 пФ 

8*... 15*. .20* пФ 
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Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер . 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при = 

= 10 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база . ... . 

Импульсное напряжение коллектор — база и коллектор — 
эмиттер при /? 5 .= 1 кОм, /„<100 мкс, <?> 2 . . . 

Постоянный ток коллектора . 

Импульсный ток коллектора при /„<100 мкс, 03=2 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 : 
при Т<+25°С 

при Г = + 1 25 °С . . . ' ' 

Тепловое сопротивление переход — подложка . 

Температура р-л перехода 

Температура окружающей среды 


55 В 

50 В 
4 В 

65 В 
60 мЛ 
70 мЛ 

0,5 Вт 
0,1 Вт 
200 °С/Вт 
+ 1 50 °С 
-60... + 125 'С 


„„„и, Л т Л Иа „'!, а3 ів Не л темпс Р ат УР +25...+ 125 *С допустимое «качение рассеиваемой мощности 
снижается линейно. 


Минимальное расстояние от места пайки выводов до поверхности транзи- 
стора 3 мм. Изгиб выводов допускается не ближе 0,5 мм от места выхода вы- 
вода нз защитного покрытия. 


Л ги 

ПО 
100 
80 

60 
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Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от юка кол- 
лектора 


Зависимость напряже- 
ния насыщения база — 
•мнттер от юна кол- 
лектора 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи юка от тока кол- 

лс;. юра 



60 -го го 60 юо г. ’с 



-60 -го го 60 юо т. °с 



ю го зо юі,,пл 


Зависимость иьсмсни 
рассасывания от темпе- 
ратуры 


Зависимость іраничноА 
частоты от температуры 


Зависимость времени 
рассасыпаиня от тока 
коллектора 
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КТ315А КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, 
КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р 


КТ 31 5 ( А- Р ) 



Транзисторы кремниевые эпитаксиаль- 
но-планарные структуры п-р-п усилитель- 
ные. Предназначены для применения в 
усилителях высокой, промежуточной и 
низкой частоты. Выпускаются в пластмас- 
совом корпусе с гибкими выводами. Тип 
прибора указывается в этикетке, а также 
на корпусе прибора в виде буквы соот- 
ветствующего типономинала. 

Масса транзистора не более 0,18 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ука = 10 В, ! к = \ мА: 

КТЗІ5А, КТ315В 

КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е . 

КТ315Д 

КТ315Ж 

КТ315И, не менее 
КТ315Р 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
1/кэ = 10 В, /к— 1 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ч К в= 10 В 
Ія-5 мА, не более: 

КТ315А . . . 

КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТЗІ5Р * 

КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж 

КТ315И ; 

Граничное напряженйе при І а = 5 мА, не менее: 

КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж . 

КТ315В, КТ315Д, КТ315И 

КТ315Г, КТЗІ5Е, КТ315Р 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„ = 
= 20 мА, / Е = 2 мА, не более: 

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р 
КТ315Д, КТ315Е . . 

КТ315Ж . . 

КТ315И . . . ' 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /„ = 20 мА, 
/в = 2 мА, не более: 

КТ315А, КТ315Б, КТЗІ5В, КТ315Г, КТ315Р 
КТ315Д, КТ315Е ... 

КТ315Ж ... 

КТ315И . . 

Обратный ток коллектора при Ч« Б =10 В, не более 
Обратный ток коллектор — эмиттер при /?«.,= 10 кОм, 
Ч и о — И к в .макс, не более: 

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е 

КТ315Р . 

КТ315Ж 

КТ315И 


30.. . 120 

50. . 350 

20. . .90 

30. . 250 
30 

150—350 
250 МГц 


300 пс 
500 пс 
1000 пс 
950 пс 

15 В 
30 В 
25 В 


0,4 В 
0,6 В 
0,5 В 
0,9 В 


1 В 
1,1 В 
0,9 В 
1,3 В 
1 мкА 


1 мкА 
10 мкА 
100 мкА 
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Продолжение 

Обратный ток эмиттера при і/рс = 5 В дли КТЗІ5А, 

КТЗІ5Б. КТЗІ5В, КТЗІ5Г КТЗІ5Д, КТ315Е. КТЗІ5Ж, 


КТЗІ5И, КТ315Р, не более 50 мкА 

Входное сопротивление при 10 В, /« = 1 мА, не ме 

"ее 40 Ом 

Выходная проводимость при V иа-ІО В, /*=»1 мА, небо 
лее 0,3 мкСм 

Емкость коллекторного перехода при (/„„=, 10 В, не более 
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТЗІ5Г. КТ315Д, КТЗІ5Е, 

КТЗІ5Р 7 пФ 

КТЗІ5Ж, КТЗІ5И 10 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?„,= 
= 10 кОм 
КТЗІ5А 

КТЗІ5Б, КТЗІ5Ж 
КТ315В, КТЗІ5Д 
КТ315Г, КТЗІ5Е, КТЗІ5Р 
КТЗІ5И 

Постоянное напряжение база — эмиттер 
Постоянный ток коллектора. 

КТЗІ5А. КТ315Б, КТ315В, КТЗІ5Г КТ315Д, КТЗІ5Е 
КТЗІ5Р 

КТ315Ж, КТ315И 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Гё 
^ 4- 25 °С 

КТЗІ5А, КТЗІ5Б, КТ315В, КТЗІ5Г, КТЗІ5Д, КТЗІ5Е 
КТЗІ5Р 

КТ315Ж, КТЗІ5И 

Тепловое сопротивление переход — среда , . . . 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды .... 


25 В 
20 В 
40 В 
35 В 
60 В 
6 В 


.00 мА 
50 мА 


150 мВт 
100 мВт 
0,67 “С/мВт 
4 1 20 'С 
-60 4-100*0 


Допускается эксплуатация транзисторов а режиме Рк = 250 мВт при 
У кв = 12,5 В, < к = 20 мА 




ктт('в, г, е) 
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о г « в г 5 , на 


Зависимости статичрско- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
амигтера 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор— »м и гтер от тока 
коллектора 


Зависимость на пряже- 
нпн насыщения ба»а — 
Эми пор от юка Савы 
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2Т317А-1, 2Т317Б-1, 2Т317В-1, КТ317А-1, КТ317Б-1, 
КТ317В-1 


ШП(А І-В І), КТЗП(А -І-В-І) 


І.з 



Транзисторы кремниевые эпитаксиаль- 
но-планарные структуры п-р-п универсаль- 
ные. Предназначены для применения в уси- 
лителях высокой и низкой частоты, пере- 
ключающнх и импульсных устройствах гер- 
метизированной аппаратуры. Бескорпусные 
с гибкими выводами и защитным покры- 
тием. Помещаются в возвратную тару, по- 
зволяющую производить измерение элект- 
рических параметров без извлечения из нее 
транзисторов. Тип прибора и маркировоч- 
ная точка коллектора приводятся на крыш- 
ке возвратной тары. 

Масса транзистора не более 0.01 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Уп Э =1 В, /„= 1 мА: 

Т= +25 °С: 

2Т317А-1. КТ317А-І . . 

2Т317Б-1, КТ317Б-1 .... 

2Т317В-1, КТ317В-1 .... ‘ 

Т =+85 °С: 

2Т217А-1, КТ317А-І 

2Т317Б-1, КТ317Б-1 , . . 

2Т317В-1, КТ317В-1 

Т =-60 °С: 

2Т317А-1, КТ317А-1 . 

2Т317Б-1, КТ317Б-1 

2Т317В-1, КТ317В-1 ' 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
(7нэ=1 В, /к=3 мА, не менее . .... 

Время рассасывания при Ѵ к э = 3 В, /„ = 3 мА, / Е1 = / Ег = 

= 1 мА, не более 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„ = 
= 10 мА, /ц =1,7 мА для 2Т317А-1, КТ317А-1; / Е =1 мА 
для 2Т317Б-1, КТ317Б-1; / Е = 0,7 мА для 2Т317В-1, 

КТ317В-1, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /к=10 мА 
/п=1 мА для 2Т317А-1; КТ317А-1; /с — 0,6 мА для 

2Т317Б-1, КТ317Б-1; / Е = 0,4 мА для 2Т317В-1, КТ317В-І, 

не более 

Постоянное напряжение эмиттер — база при Ькв= 2,5 В, 

/»=0,05 мА, не менее [ 

Обратный ток коллектора при У КЕ = 5 В, не более: 

Г= + 25 °С 

т — +85 °с ; ; 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Чкэ = 5 В, Я 6а = 
= 3 кОм, не более 

Обратный ток эмиттера при Уэв-3,5 В, не более 
Постоянный ток базы при І/ Е8 =0,8 В 
Емкость коллекторного перехода при {/ ЯЕ =1 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при С/ 8Е = 1 В, не более 


25. „75 

35.. . 120 

80.. .250 

25 .225 
35 360 
80 750 

9. „75 
15 120 

25. . 250 

100 МГц 
130 нс 


0,3 В 


0,85 В 
0,5 В 

I мнА 
10 мкА 

3 мкА 
10 мкА 
130 460 мкА 

II пФ 
22 нФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — 

эмиттер при /?«,=» 3 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора . ... 

Импульсный ток коллектора при /«^10 мкс, 

100 пс 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т ^ 
<+40°С . . . 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 
<10 мкс. <?>10, іф= 100 пс, Т = +25 °С . ... 

Тепловое сопротивление переход — среда . . , , 

Температура р п перехода 

Температура окружающей среды 


5 В 

3.5 В 

1.5 мА 

45 мА 

15 мВт 

100 мВт 
4 °С/мВт 
4-100 °С 
-60... +85 *С 


2ТЗЗЗА-Э, 2ТЗЗЗБ-3, 2ТЗЗЗВ-3, 2ТЗЗЗГ-3, 
2ТЗЗЗД-3, 2ТЗЗЗЕ-3, 2ТЗЗЗВ1-3, КТЗЗЗА-З, 
КТЗЗЗБ-З. ктзззв-з, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З 


Транзисторы кремниевые пла 
нарные структуры п-р-п универ- 
сальные. Предназначены для при- 
менения в усилителях, импульс- 
ных и переключающих устройст- 
вах герметизированной аппарату- 
ры Бескорпусные с твердыми вы- 
водами и защитным покрытием 
Тип прибора указывается в эти 
кетке групповой тары. 

Масса транзистора не более 
0,01 г. 


2ТЗЗЗ (А -З-е-З), 2ТЗЗЗВІ-3, 

ктззз (а з-е з) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ в 
режиме большого сигнала при 1/ кэ = 1 В, 10 мА - 
2ТЗЗЗА-3. 2Т.ШГ 3, КТЗЗЗА 3, КТЗЗЗГ-З. 

Г = + 25 ’С . , 

Г=-00'С 

Г=+»5 , С . . 

2ТЗЗЗБ-3, 2ТЗ.ЗЗД-3, КТЗЗЗБ 3, КТЗЗЗД-З 
Г=+25*С . . 

Г = -60 ”С 
Г = +85 "Г 

2ТЗЗЗВ 3. 2ТЗЗЗВІ 3 2ТЗЗЗЕ 3 КТЗЗЗВ 3 КТЗЗЗЕ 3: 
Г=+25 “С 
Г=-60°С 
Г= + 125*С 

Граничная частота коэффициента передачи тока чри 
С/к. = 2 В. /. = 5 мА, нс менее 

2ТЗЗЗА 3, 2ТЗЗЗБ-3, 2ТЗЗЗВ-3, 2ТЗЗЗВ1-3 . . 

2ТЗЗЗГ-3, 2ТЗЗЗД-3, 2ТЗЗЗЕ-3 


30. 90 
15 .90 

30.. . 180 

50. .150 
26. 150 
50 300 

70.. .280 

3.3. . .280 
70. .260 


450 МГц 
350 МГц 


Продолжение 


1б-\ мА, 
2ТЗЗЗВ-3, 


/к = 10 мА, 
КТЗЗЗА-З, 


нс более: 
КТЗЗЗБ-З, 


Время рассасывания при 
2ТЗЗЗА-3, 2ТЗЗЗБ-3, 

КТЗЗЗВ-З 
2ТЗЗЗГ-3, 

КТЗЗЗЕ-З 
2ТЗЗЗВ1-3 . 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
= 1 мА, /к = 10 мА, не более: 

2ТЗЗЗА-3, 2ТЗЗЗБ-3 2ТЗЗЗВ-3, 2ТЗЗЗВ1-Э, КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗБ-З, КТЗЗЗВ-З: 

Т=+25 С С 

' С 

2ТЗЗЗД-3, 2ТЗЗЗЕ-3, КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З,' 


2ТЗЗЗД-3, 2ТЗЗЗЕ-3, КТЗЗЗГ-З. ' КТЗЗЗД-З,' 


при /д = 


Т = +85 
2ТЗЗЗГ-3, 
КТЗЗЗЕ-З: 
Г=+25 
Т=+ 85 
Напряжение 


’С . . 

’С . . 

насыщения 


база — эмиттер при /в=1 мА, 

/*= 10 мА, не более: 

2ТЗЗЗА-3, 2ТЗЗЗБ-3, 2ТЗЗЗВ-3, 2ТЗЗЗВ1-3, КТЗЗЗА 3, 
КТЗЗЗВ-З: 

”С 

"С 

2ТЗЗЗД-3, 2ТЗЗЗЕ-3, КТЗЗЗГ-З. КТЭЗЗД 3,' 


КТЗЗЗБ-З, 
Т = 4-25 
Т= -60 
2ТЗЗЗГ-3, 
КТЗЗЗЕ-З: 
Г = +25 
Т = —60 


Напряжение отпирания при І в = 0,05 мА не менее- 

2ТЗЗЗА-3, 2ТЗЗЗБ-3, 2ТЗЗЗВ-3, 2ТЗЗЗВ1-3, КТЗЗЗЛ-З, 
КТЗЗЗБ-З, КТЗЗЗВ-З: 

Т= 4-25 °С . . 

_ П С 

2ТЗЗЗД-3, 2ТЗЗЗЕ-Э, 


Т = 4-85 
2ТЗЗЗГ-3, 
КТЗЗЗЕ-З: 
Т = 4-25 
Т = 4-85 
Обратный ток 
Г = 4-25 
Т= 4-85 
Обратный ток 
Г = 4-25 
Г = 4-85 


С 

С 

коллектора при V 
С . 

с : . . 

эмиттера при Ѵвв 
С . . . 

С . . . 

Емкость коллекторного перехода прі 
2ТЗЗЗА-3, 2ТЗЗЗБ-3, 2ТЗЗЗВ-3 
КТЗЗЗБ-З, КТЗЗЗВ-З . . . 

2ТЗЗЗГ-3, 2ТЗЗЗД-3, 2ТЗЗЗЕ-3. 
КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З, КТЗЗЗЕ-З 
Емкость эмнттерного перехода при 
2ТЗЗЗА-3, 2ТЗЗЗБ-3, 27333В-3, 
КТЗЗЗБ-З, КТЗЗЗВ-З . . . 

2ТЗЗЗГ -3, 2ТЗЗЗД-3, КТЗЗЗЕ-З, 
КТЗЗЗЕ-З 


КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗД-З, 


10 В, не более: 


В, не более: 


61нв = 5 В, не более: 
2ТЗЗЗВ 1 -3, КТЗЗЗА 3, 


7/эб = 0, не более: 
2ТЗЗЗВ1-3, КТЗЗЗА-З, 

КТЗЗЗГ-З, КТЗЗЗДЛ 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения 
Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при 

<„^10 мкс, <?>10, /0<1ОО нс 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 7?»,= 
= 3 кОм 


15 нс 

25 нс 
10 нс 


0,27 В 
0,3 В 


0,33 В 
0,37 В 


0,9 В 
1,05 В 


1 В 
1,15 В 


0,57* В 
0,43* В 


0,55* В 
0,41* В 

0,4 мкА 
5 мкА 

1* мкА 
5* мкА 


3.5 нФ 

4.5 пФ 


4 * пФ 
5* пФ 


10 В 
3,5 В 
20 мА 

45 мА 

10 В 
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,, Продолженіи 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:" 


при — 60... +55 “С 15 мВт 

при Г=+85'С 1а „Вт 

Общее тепловое сопротивление , Э 'С/мВт 

Температура перехода +100°С 

Температура окружающей среды . —60... +85 'С 


В диапазоне температур Г- +55-.. + К5 “С мощность снижается линейно. 

1 Допускается Солкшее значение мощности рассеивания при условии, что температура 
перехода не превышает +100'С. 


В процессе монтажа допускается нагрев транзистора до температуры не 
более + 300 °С в течение 30 мин и до температуры + 150*С в течение 1,5 ч. 


^І/Э ^5 * 3 л А) 



2ТЩ НТЗЗЗ 





г-*'агг 


/ 



*20*С 


и 



1 

• 60 й с 


Г 

/ 






1 

/ 



"и.-'* 



о г * $ в /,. па 



-60-30 О 30 60 90 7, 'С 



60 ‘30 о 30 60 90 ГС 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 

в ми гтера 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер от тем- 
перату ры 


Зона возможных поло- 
жения зависимости ста- 
тическою коэффициента 
передачи тока ог гем- 
пера т \ ры 



- 60 - 30 0 30 60 90 т, в с 


I и. "А 



2ТЗЗЗ 


1 




>Ѣ Я 

100 г 

мА 

/ 






1 



50 им А 

/: 





7. 




1 ПК 

/ 










о г і е в и г3 , в 



0,1 Ц5 0,1 0,7 0,8 і/ н , в 


Зона возможных поло* Выходные хараміери- 
женнй зависимости на- стики 

пряжения насыщения 
база — эмиттер от тем- 
пературы 


Зависимости тока ба- 
вы от напряжении ба- 
за — эмиттер 
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2Т336А, 2Т336Б, 2Т336В, 2Т336Г, 2Т336Д, 2Т336Е, 
КТ336А, КТ336Б, КТ336В, КТ336Г, КТ336Д, КТ336Е 


гтззе(А-Е). ктзз$(А-Е) 



Транзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные структуры 
пр-п переключательные. Пред- 
назначены для применения в пе- 
реключающих и импульсных уст- 
ройствах герметизированной аппа- 
ратуры. Бескорпусные с твердыми 
выводами без крнсталлодержате- 
ля. Тип прибора указывается на 
групповой таре. Транзисторы по- 
мещаются в специальную герме- 
тичную тару с влагопоглотителем, 
обеспечивающим относительную 
влажность внутри тары не бо- 
лее 65%, а затем укладываются 
в групповую тару. 

Масса транзистора не более 
0,0005 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵ кэ = \ В, /яг = 10 мА: 

Т «* +25 °С: 

2Т336А. 2Т336Г, КТ336А, КТ336Г .... 
2Т336Б. 2Т336Д, КТ336Б, КТ336Д .... 
2Т336В, 2Т336Е, КТ336В. КТЗЭ6Е, не менее . 

Г = 4-85 °С: 

2Т336А, 2Т336Г, КТ336А, КТ336Г 
2Т336Б. 2Т336Д, КТ336Б, КТ336Д . 

2Т336В, 2Т336Е, КТ336В, КТ336Е, не менее 
Г = -55 “С: 

КТ336А, КТ336Г 

КТ336Б. КТ336-Д 

КТ336Е, КТ336В, не менее 

Г = - 60“С 

2Т336А. 2Т336Г 

2Т336Б. 2Т336Д 

2Т336В. 2Т336П, не менее .... 

Граничная частота коэффициента передачи тока при V 
= 2 В. Ія*=Ь мА, нс менее: 

2Т336А, 2Т336Б. 2Т336В, КТ336А, КТ336Б. КГП6В 

2Т330Г. 2Т336Д, 2Т336Е, КТЗЗВГ, КТЗ-36Д, КТЗШЕ 

Время рассасывания при /*>=І0 мА, /в>=/н>-1 мА. не 

более: 

2Т3.16А, 2ТЗЗСБ. КТ.ІЗПА, КТЗЗПБ 
2Т336В. КТЗЗГ.В 

2Т336Г, 2Т336Д. 2ТЗЗСЕ. КТ336Г. КТ336Д, КТЗЗОЕ 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 
= 10 мА. / в = I мА, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /» = І0 мА, 
/„= I мА. не более 

Напряжение отпирания при Ѵ,ю=\ Б, I»- 0,05 мА, нс 
более . ... ... . 

Обратный ток коллектора при І3кп= 10 В. нс более: 

Т = 4-25 'С и Г = . . . 

Т = 4-85 *С 

Обратный ток эмиттера при (/вэ = 4 В, не более . , , 
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20 .60 

40.. . 120 
80 

20 .120 
40. ..240 
80 

8. „00 
16 120 
32 

8. . .60 
16 120 
32 


.25(1 МГц 
450 МГц 


30 пс 
50 нс 
15 нс 

0.3 В 

0,9 В 

0,55 В 

0,5 мкА 
10 мкА 
I мкА 


Емкость коллекторного перехода при ,,ь = 5 В не более 
Емкость эмиттерного перехода при і-н = 0, не более 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянные напряжения коллектор — эмиттер при /?$.,< 
<ГЗ кОм и коллектор — база 
Постоянное напряжение база — эмиттер 
Постоянны Гі ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при /„<10 мс, /,>;*= 

> 100 мкс 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Т= —60.. +55 °С для 2Т336А — 2Т336Е и Г = 
— —55 +85 °С для КТ336А — КТ336Е 
при Т= +85 °С для 2Т336А — 2Т336Е 
Тепловое сопротивление переход — среда 

Температура для перехода 

Температура окружающей среды' 

2Т336А — 2Т336Е 
КТ336А — КТ336Е 


Продолжение 

5 нФ 
А нФ 


10 В 
А В 

20 мА 

50 мА 


50 мВт 
20 мВт 
1 “С/мВт 
+ 1 05 °С 

-60 + 85 °С 
-55 і-85 'С 


Монтаж транзисторов следует производить в инертной среде в течение не 
более 1 с при давлении на транзистор не более 50 г; при этом температура 
кристалла не должна превышать +250 ‘С. 


— 

('*’ ЮпА) 

І.Ю 
1.05 
1,00 
0,95 
0,90 

О 9 в 12 II / м , мА 


2тт(А-е),ктш(А-е) 














/ 







</« Э-'« 



1 







■(0 - 20 20 60 100 Т,’С 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере 
дачи тока от темпера 
туры 



/,УС/ I 1 I I 1 1 

60 20 70 60 100 1 ,°С 



0,1 1 10*ь,и0п 


^ВЭ.отп 

</(з,.тк П-го-с) 







\ 


‘ 

273 

36 (А- Г, 
Зб(А-Г) 




073 







V 

0,05 пА 










60 20 20 60 100 Т,°С 


Зависимости напряже- 
ний насыщения кол лек 
тор — эмиттер и база — 
эмиттер от температуры 


Зависимость наиряже 
ния коллектор — эмн гтер 
от сопротивления ба- 
за — эмиттер 


Зависимость отпирлюще 
го напряжения база — 
эмиттер от температуры 
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КТ339А 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п уснли 
тельные Предназначены дли применения в усилителях высокой частоты Вы- 
пускаются в металлоетскляішом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора 
указывается на корпусе 

Масса транзистора не более 0.4 г 


КТ 53 9 А 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
(/»«. - Іи В, /э — 7 мА, не менее 25 

Коэффициент усиления по мощности при ('* э*=1,6 В, 7 К = 

«7.2 мА, /«35 МГц, не менее 24 дБ 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
V * ь ^ Ю В, /а = 5 мА, не менее 300 МГц 

Постоянная времени дели обратной связи при (/кв «ІО В. 

/і- 7 мА, не более . 25 нс 

Емкое п. коллекторного перехода при Ѵцц-Ъ В, не более 2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база , 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер . , 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 7 = 
= — ЬО. + 50 Ч: ... . , 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды 


40 В 
25 В 
4 В 
25 мА 

260 мВт 

+ 1 7 г» ч: 

-60 + І60*С 



0 40 60 по ко т 'с 


При включении транзистора в цепь, находи 
щуюся под напряжением, базовый контакт дол 
жен присоединяться первым и отсоединяться по- 
следним. 

Расстояние от места изгиба до корпуса трап 
эистора не менее 3 мм, радиус закругления не 
менее 1,5. ..2 мм. 

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм 
от корпуса транзистора. 

■+- 

Зависимость максимально допустимой постоянной рас- 
сеиваемой мощности коллектора от температуры 


І2 


КТ342А, КТ342Б, КТ342В, КТ342Г, КТ342АМ, КТ342БМ 

КТ342ВМ 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п уни- 
версальные. Предназначены для применения в импульсных устройствах Вынт 
скаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами (КТ342А, КТ342Б. 
КТ342В КТ342Г) и пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ342АМ, 
КТ342БМ, КТ342ВМ) Тип приборов КТ342А — КТ342Г указывается на корпусе 
Для транзисторов в пластмассовом корпусе используется условная маркиров- 
ка КТ342АМ — прямоугольный треугольник и буква «А», КТ342БМ — треуголь- 
ник и буква «Б»; КТ342ВМ — треугольник и буква «В» Допускается также 
маркировка цветным кодом: КТ342А, VI — синяя метка на плоской части боковой 
поверхности корпуса и темпо-красная на торце; КТ342Б.М — синяя и желтая 
метки; КТ342ВМ — синяя и темно-зеленая метки. 

Масса транзистора не более 0.5 г в металлостеклянном корпусе и не бо- 
лее 0,3 г в пластмассовом корпусе 


КТЗПСА-Г) 



мзчг(Ап-еп) 


0.45 



Коллектор база 









Эпиттер 

ІЬ.5 


6,2 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵке = Ь В, 1„= 1 мА для КТ342А, КТ342Б, КТ342В, КТ342Г 
и /в = 2 мА для КТ342АМ, КС342БМ, КТ342ВМ: 

Т = +25 “С: 

КТ342А, КТ342АМ . 100 250 

КТ342Б, КТ342БМ 200' 500 

КТ342В, КТ342ВМ .... . . 400... 1000 

КТ342Г , . 50,. 125 

!Г= — 60 -С: 

КТ342А. КТ342АМ . . 25: 250 
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КТ342Б. КТ342БМ . . 

КТ342В, КТ312ВМ ... ’ ' ш 

Г=4-І25°С, не менее: 

ктз-ил, КТ312Л.П . . 

КТ3426, КТ342БМ . . 

КТ342В. КТ342ВМ 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
Окс= 10 В, /д = 5 мЛ, не менее 

КТ342А. КТ342АМ ... 

КТ342Б, КТ342В. КТ342Г. КТ342БМ. КТ342ВЛ1 . . 

Граничное напряжение* * при /» = 5 мА, не менее: 
Г<4-100*С: 

КТ342А, КТ342Г, КТ342АМ 

КТ342Б, КТ342БМ 
КТ342В. КТ342ВМ 
Г = + І25 "С. 

КТ342А. КТ342Г, КТ342ЛЧ 
КТ342Б. КТ342БМ 
КТ342В, КТ342ВМ 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /« = 
= 10 мА, /»=І мА, нс более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /«=10 мА, 
/н = І мА, не более 

Обратный ток коллектора при Оке = 1/кв « ,« г не более' 
Г=+ 25 ’С 
Г = + 1 25 *С: 

КТ 142 \, КТЗІ2Б. ТСТ342В, КТЗІ2Г 
Обратный ток коллектор — эмиттер при Ѵ кэ = . ,. Сі 

Кт, = 10 кОм,' нс более 

КТ342А, КТ342Б. КТ342В 
КТ342Г 

Обратный ток эмиттера при Оде = 5 В, нс более 
Емкость коллекторного перехода при Ѵцс — 5 В. не более 


П родолжение 

50.. .500 
100 1000 

100 

200 

400 


250 МГц 
300 МГц 


25 В 
20 В 
10 В 

20 В 
15 В 
10 В 

0.1 в 

0.9 В 

0,05 мк А 


10 мкА 


30 мкА 
100 мкА 
30 мкА 
8 пф 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер* при Л», = 
= 10 кОм 

/< + 100 4: 

КТ342Л. КТ.И2ЛМ 
КТ342Б, КТ342БМ 
КТ.Н2В, КТ342ВЧ 
ІСГ342Г 
Г= 4-125‘С 
КТЗІ2А. КТ342 \М 
КТИ2Б, КТ342БМ 
КТ.ЗІ2В, КТ342ВМ 
КТ342Г 

Постоянное напряжение эмиттер — база . . 

Постоянный ток коллектора , 

Импульсный ток коллектора при /.<40 мкс. <?>500 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
при Т < +25 *С . 

при Г = + 1 25 'С 8 . .... 

Температура р-я перехола . , . 

Температура окружающей срелы , , 


30 В 
25 В 
10 В 
00 В 

25 В 
20 В 
10 В 
45 В 
5 В 
50 мА 
ЗОО мА 

250 мВт 
50 мВт 
4-150 'С 
-СО 4- 1 25 “С 


* В діщійзоне температур +100. + 125 "С значения граничного нанрнжяния и макси 
мальмо допустимого напряжения коллектор — чмнтгер снижаются линейно 

* В диапазоне температур +25... + І25 4 С допустимое значение рассеиваемой мощно* 
ста онижается линейно. 


Зона возможных поло- 
жении зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от тем- 
пературы 



•со - го го со юо т;с 




■со -го го со юоѵс -со-го го со юо мт.’с >о' с ю ю 'іс’н 7 1}.»» 


Зена возможных поло- 
жений зависимое іи ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от тем- 
пературы 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи юна от тем- 
пературы 


Зона возможныя поло- 
жений зависимости гра- 
ничной частоты от то- 
ки эмиттера 


2Т348А-3, 2Т348Б-3, 2Т348В-3, КТ348А, КТ348Б, КТ348В 


Транзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные структуры 
п-р-п универсальные. Предназна- 
чены для применения в усилите- 
лях высокой частоты, импульсных 
и переключающих устройствах 
герметизированной аппаратуры. 
Бескорпусные с твердыми выво- 
дами и защитным покрытием. Тип 
прибора указывается в этикетке 
групповой тары. 

Масса транзистора не более 
0,01 г. 


173Ь8(А 3-В 3), КТ3^8 (А- д) 
Эпиттер 



Электрические параметры 

Статическим коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Окэ** 1 В, 1 И = 1 мЛ: 

4-25 *С. 

2Т348А-3, КТ348А ♦ . . . . 25;..75 
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2Т348Б-3, КТ348Б . 
2Т348В-3, КТ348В 
Т = —60 °С: 

2Т348А-3 . . 

2Т348Б-3 

2Т348В-3 . . . 

Г=+85“С: 

2Т348А-3 . . . 


2Т348Б-3 


2Т348В-3 


Граніічная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ при <7кэ = 1 В, /к = 3 мА, не менее 
Время рассасывания при (/« = 3 В, /*=3 мА, 4,-4.- 

= I мА, не более 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /« = 
= ‘° “ Л „ н . мА Для 2Т348А-3, /„ = 1 мА для 

2Т348Б-3, іб — 0,7 мА для 2Т348В-3, не более . 
Напряжение насыщения база — эмиттер при / к »10мА 
н / в =1 мА для 2Т348А-3, / в = 0,6 мА для 2Т348Б-3 /„ = 
= 0,4 мА для 2Т348В-3, не более ... 

Напряжение эмиттер — база при Ок $ = 2,5 В, 4 = 6,05 мА’ 
не более ’ 

Обратный ток коллектора при І/*в = 5 В, не более: 
Г=+25 °С , , , 

г=+85°с 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Ѵ КЭ = Ъ В = 

=3 кОм, не более 

Обратный ток эмиттера при (/„„ = 3,5 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при 6'к Е =І В не более 
Емкость эмиттерного перехода при 6^=1 В, не более 


П родолжение 

35.. . 1 20 

80.. . 250 

9.75 
15. .120 

25.. . 250 

От 25 до 3 значе- 
ний при Т = 

= +25 “С 

От 35 до 3 значе- 
ний при Т = 

= +25 °С 

От 80 до 3 значе- 
ний при Т = 

= +25 'С 

100 МГц 

130 нс 


0,3 В 


0,85 В 
0.5 В 

I мкА 
10 мкА 

3 мкА 
10 мкА 

I I пФ 
22 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение эмиттер — база . 

Постоянное напряжение коллектор — база . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
<3 кОм 

Постоянный ток 
Импульсный ток 
<0< 100 нс . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г<+40°С 

при Г=+85*С 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при Г< 


коллектора 

коллектора 




при <„<10 мкс, <?2*10, 


Тепловое сопротивление переход — среда . , 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды . . , 


3.5 В 
5 В 

5 В 
15 мА 

45 мА 


15 мВт 
3,75 мВт 

100 мВт 
4 °С/мВт 
+ 100 "С 
— 60... +85 ”С 


Способ крепления транзистора в аппаратуре должен обеспечивать фикса- 
цию положения кристалла и выводов. При монтаже должны быть приняты ме- 
ры исключающие возможность нагрева кристалла и его покрытия более 
ТІ00 С. 
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5 (О Г 5 го / 3 , пА - 60 - 30 0 50 60 90 Т/С 


В колкие характеристики 


Защитимое™ статическо- 
го коэффициент пере- 
дачи .тока от тока эмит- 
тера 


Зависимость оі'рігного 
тока коллектора от 
температуры 


КТ358Д, КТ358Б, КТ358В 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-рп усили- 
тельные. Предназначены для применения в усилите.іях и генераторах. Выпуска- 
ются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора укатывается 
на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,2 г 


КТ 358 (А В) 



робки 


Электрические параметры 

Статический коэффициент псрстачи тока в схеме ОЭ при 
0Ц-е = 5,5 В. /» = 20 мА 
КТ358А 
КТ358Б 
КТ358В 

Граничная частота коэффициента передачи тока в сте 
ме ОЭ при 1/кв=10 В. / э = 5 мА. не менее 
КТ358А 

КТ358Б. КТ358В . 

Постоянная времени цепи обратной святи на высокой час 
тоте, не более 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер п и / к- 
= 2П мА, іб = 2 мА. не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /і = 20и\, 
/я — 2 мА, не более 

Обратный ток коллектора при 77кв = 15 В для К . 358А 
КТ358В н 1/яв = ЗѲ В для КТ358Б, не более 
Обратный ток эмиттера при 1/эя = 4 В. не более 


10 100 
25 100 
50 280 


»0 МГц 
120 МГц 

500 пс 

о. в 
1 1 в 
И мк А 

10 тис \ 


4-307 


Коллектор 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база- 
КТ358А, КТ358В 

КТ358Б ' ’ . ' ' 

5-°?лп Я Д. НОе нап Р яжс,ше коллектор — эмиттер при < 
^ 100 Ом: 

КТ358А, КТ358В . . 

КТ358Б ' 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора . 

Импульсный ток коллектора . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при /„< 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода 
Температура окружающей среды . 


15 В 
30 В 


15 В 
30 В 
4 В 

30 мА 
60 мА 
100 мВт 


200 мВт 
0,7 'С/Вт 
+ 120 ”С 
-40. . + 85 "С 


пайкн а не Ка «оГ» 0Д т т Р анзнсто Р° в Допускается не ближе 5 мм от корпуса, время 
паикн не более 10 с, температура пайки не должна превышать +250°С. 



0,6 0.1 О.в 0.9 и зі , В 



о 5 ю і5 го / э , пл 


ПОЧ . Я 



КТ3586 


1 



Л 

\ 





ѵ 

. *в5'С 




N 


КТ358(А.В) 


^ * 23 т С 

-1 1 

*83 V 
1 


0.1 I 10 100 к 3 ,."0м 


Входные характеристики Зависимости статически- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока эмит- 
тера 


Зависимости м:ксммаль- 
ио допустимо напря- 
жении коллскт р — эмит- 
тер от сопр«'і ніілеппя 
база — эм и т іер 


КТ359А, КТ359Б, КТ359В 


НТ 359 (А- В) 



Транзисторы кремниевые планар- 
ные структуры п-р-п усилительные с 
нормированным коэффициентом шу- 
ма на частоте 20 МГц. Предназна- 
чены для применения в усилителях 
Бескорпусные с твердыми выводами. 
Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 
0,005 г. 


Электрические параметры 


Статически!! коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
У ив =1 В, /а = 10 мА: 

КТ359А . . 

КТ359Б ... . ... . . 

КТ359В ... • 

Граничная частота коэффициента передачи тока при с/кэ = 
= 2 В, / 8 = 5 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при (7к В = 2 В, 
/а= 2 мА, / = 5...30 МГц, не более . . . • • • 

Коэффициент шума С!ка = 2 В, Іа=\ мА. /=20 МГц, не 

более • •. 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /к = 

= 10 мА, / в =1 мА, не более 

Обратный ток коллектора при і/кв=15 В, не более 
Обратный ток эмиттера при Ѵв в=3,5 В, не более . . 

Емкость коллекторного перехода при б/ вв = 5 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при Г/ вв = 0,1 В, не более 


30. .90 
50. 150 
70.. .280 

300 МГц 

100 пс 

6 дБ 

0,7 В 
0,5 мкА 
1 мкА 

5 пФ 

6 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база • 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при К.а = 

= 3 кОм . ... 

Постоянное напряжение эмиттер — база . 

Постоянный ток коллектора . . • 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . . 

Температура р-п перехода ... . . . 

Температура окружающей среды ... 


15 В 

15 В 
3,5 В 
20 мА 
15 мВт 
+ 100 °С 
— 50... +85 *С 


КТ369 А, КТ369Б, КТ369В, КТ369Г, КТ369А-1, 
КТ369Б-1, КТ369В-1, КТ369Г-1 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п пере- 
ключательные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих 
устройствах Бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием, іиа 
прибора указывается в этикетке 

Масса транзистора не более 0.02 г 


Вариант 1 


КТ369(А-Г), КТ 399 (А /-Г I) 

Вариант 2 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ- 
при ІІид~2 В, /„=150 мА: 

КТ369А, КТ369А- 1 . 

КТ369В, КТ369Б-1 , ’ 

при У„8=3 В, / а =10 мА: ' ' ' 

КТ369В, КТ369В-1 . 

КТ369Г, КТ369Г- 1 ... I ‘ 

Граничная частота коэффициента передачи тока при У„ П = 
= 10 В, І 9 *= 30 мА, не менее 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„ = 
= 200 мА. /„ = Ю мА. не более: ник 

КТ369А, КТ369А-1, КТ369Б. КТ369Б-1 

КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /„ = 250 мА 
Ів = 50 мА, не более 
Обратный ток коллектора, не более- 
при 1/ КЕ = 45 В, для КТ369А. 

КТ369Б-1 ... 
при (/„е = 65 В для КТ369В, 

КТ369Г-1 

Обратный ток эмиттера при 11вб-і и. 

Емкость коллекторного перехода при //„б=Ю В, не более- 
КТ369А, КТ369А-1, КТ369Б, КТ369Б-1 

КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1 . ! | 

Емкость эмиттерного перехода при 1/ 8Б = 0. не более: 

КТ369А, КТ369А-І, КТ369Б, КТ369Б-1 . 

КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1 . Г ' 


КТ369А-1, КТ-369Б, 
КТ369В- Г, КТ369ГІ 
В, не более 


20 ... 100 

40. . 200 

20 .. . 100 
40.. .200 

200 МГц 


0,8 В 
0,5 В 

1,6 В 


7 мкА 

10 мкА 
10 мкА 

15 пФ 
10 пФ 

50 пФ 
40 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база- 

КТ369А, КТ369А-І, КТ369Б, КТ369Б-1 . 

КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1 . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттеЪ при 
= 1 кОм: 

КТ369А, КТ369А-І, КТ369Б, КТ369Б-1 . 

КТ369В, КТ369В-1, КТ369Г, КТ369Г-1 . . 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 
Импульсный ток коллектора при /„<10 мкс, (?>5 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 
<10 мкс, <Э>5 ... 

Температура р-п перехода . ... 

Температура окружающей среды 



І и < 


45 В 
65 В 


45 В 
65 В 
4 В 

250 мА 
400 мА 
50 мВт 

1,6 Вт 
+ 150 "С 
— 60...+85 °С 


ИТ373А, КТ373Б, КТ373В, КТ373Г 

ранзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п универ- 
сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и пере- 
ключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими вы- 
водами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,2 г. 


100 


КТ373 (А- Г) 




Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
1/ кв = 5 В, /,= 1 мА: 

7= +25 “С: 

КТ373А . . . . . 

КТ373Б . 

КТ373В . 

КТ373Г . . . . 

Г= -40 "С: 

КТ373А . 

КТ373Б . 

КТ373В 
КТ373Г 
7 = +85 °С: 

КТ373А . 

КТ373Б 

КТ373В 

КТ373Г 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
Ѵкв = 5 В, /э = 1 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи Ь кв = 5 В при 
/л -1 мА, не более 

КТ373А. КТ373Г , 

КТ373Б 

КТ373В 

Граничное напряжение при /а = 5 м'Л, не менее 
КТ373А. КТ373Г . 

КТ373Б 

КТ373В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при І к = 
в 10 мА, /в“1 мА, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /к=10 мА 
/ Е = І кА, не более 

Обратный ток коллектора при V кв = ^ ив мп ке 
Т =+25 “С 
Т = +85 °С 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Ч«в = ІІкг мгпс, 
не более. 

КТ373А, КТ373Б, КТ373В 
КТ373Г 

Обратный ток эмиттера при {/ е »=5 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при {/*в = 5 В, не более 


100 250 
200 600 

500.. . 1000 
50. ,125 

25. 250 
50. 600 
125 1000 
12. 125 

100.. 750 
200. 1800 
500. .3000 

50.. ,375 

300 МГц 


200 пс 
300 пс 
700 пс 

25 В 
20 В 
10 В 

0,1 В 

0,9 В 

0,05 мкА 
10 мкА 


30 мкА 
100 мкА 
30 мкА 
8 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«•=■ 

1 0 кО м . 

КТ373А . . . 

КТ373Б .... 

КТ373В .... 

КТ373Г 

Постоянное напряжение база — эмиттер ' , ' ] ‘ 

Постоянный ток коллектора ’ 

Импульсный ток коллектора при /„<50 мкс, <?з>50<) 
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения 
Постоявн^ая^ рассеиваемая мощность коллектора 1 при 7 = 

Температура р-п перехода " ’ 

Температура окружающей среды !!!.'!’' 


30 В 
25 В 
10 В 
60 В 
5 В 
50 мА 
200 мА 
100 мА 

150 мВт 
-И 50 °С 
-50 .+85 Х 


При Т— +55... +85 °С мощность определяется по формуле Р„ „ оке , мВт- (150- 71/0,61. 
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора. 



’60-20 20 60 100 Т,°С 


Зависимость обратного то- 
ка коллектора от темпе- 
ратуры 


*и> 
то 
по 

600 
т 
100 

о ю го зо оо /„ , по 



и»,- 3 В 






КТ373В 










Ш73Б 

7 




№ 

73А 









КТ373Г 




о о в іг іб и кг , в 



I ю' Ю г І к ,п* 


Зависимости 
Коэффициента 
ка от тога 


статического 
передачи те- 
коллектора 


Зависимости статического 
коэффициента передачи то- 
ка оі напряжения коллек- 
тор — база 


Зависимости статического 
коэффициента передачи то- 
ка от тока коллектора 
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Зависимости статического Злвиснмисгь напряжения Зависимость напряжения 

коэффициента передачи то- насыщении б.і эн — эмиттѵр насыщения 6 _-і і — ъ чіі п ср 

ка от температуры от тока коллектора от температуры 


и, 


КЭ, нас . 8 


«75 

0.2 

О,!! 

О' 

005 
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й-*® 
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10 20 30 ио І„,пА -60 -20 20 60 100 Т,°С ІО 1 ІО 3 М* 10* 10* К)., Оп 


Зависимость 
насыщения 
•мнттер от 


напряжении 
коллектор — 
і коллектора 


Зависимость 
насыщении 
эмиттер от 


напряжения 
коллектор — 
температуры 


Зависимость 
допустимого 
на при ж ей им 

• мп пр от 

Сяза — 


макс и мал и но 
постоянно о 
коллектор — 
сопротивления 
эмиѴТер 


КТ375А, КТ375Б 


Транзисторы креынне 

вые эпитаксиально -планарные 
структуры л р-н универ, аль- 
ные. Предназначены для при 
меііения в усилителях высо 
кой частоты и переключаю 
щлх устройствах. Выпускаются 
в пластмассовом корпусе с гиб 
кнми выводами. Тип прибора 
указывается в этикетке 

Масса траизистора не бо- 
лее 0,25 г 


КТ375ІА.Б) 



Электрические парапет ты 

Статический коэффициент передачи тока в стене ОЭ при 
Ѵкэ = 2 В, /» = 20 мА. 

Т= +25 “С 

КТ375Д Ѵ0 100 

КТ375Б . 5 0 280 


Продолжены О 


Т =- 45 “С. 

КТ375А . . 

КТ375Б . . 

Т = +85 °С: 

КТ375А . . 

КТ375Б 


частота коэффициента передачи 
/к = 5 мА, не менее 


ка при 
Щв = 10 В, 


Граничная 

Пив= 10 В, .. _ 

Постоянная времени цепи обратной связи при 

/а = 5 мА, не более 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
= 10 мА, Ів —1 мА, не более .... 

Напряжение насыщения база — эмиттер при 

>в = 1 мА, не более 

Обратный^ток коллектора при Ькб = Ѵ ИБМп „ 

т = +85 “с :::::::: 

Обратный ток эмиттера при 1/ Е8 = 5 В, не более . . 

Емкость коллекторного перехода при Ик в=10 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при Щэ=1 В, не более 


при /*~ 
/„=ю‘ма; 


не более: 


8...100 

25. . 280 

10.200 

50. . .560 

250 МГц 

300 пс 

0,4 В 

1 В 

1 мкА 
10 мкА 
1 мкА 
5 пФ 
20 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — 
эмиттер при Я*, <100 Ом: 

КТ375А 

КТ375Б 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при <„<1 мкс и условии, '"что 
Средняя мощность за период не превышает постоянную 

рассеиваемую мощность коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 при Г=> 
= — 45. ..+25 °С 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при („< 
<1 мкс и условии, что средняя мощность за период не 
превышает постоянную рассеиваемую мощность коллектора 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды ' 


60 В 
30 В 
100 мА 


200 мА 
200 мВт 


400 мВт 
+ 1 25 °С 
— 45...+85°С 


В диапазоне температур +25... + 85 °С мощность определяется по формуле /’ 
мВт- (125-Л/0.5. » г ^ и , мопс* 


Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора. 



*7 и о.с і.о и ѵ ю , в 



о го со со іо / а , на о ю го со ой /„ но 


Входные характеристики Зависимости статнческо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от ток* 
эмиттер* 


Зависимость напряже- 
ния насыщения база — 
амиттер от тока кол- 
лектор з 


.04 



■60 -го 20 во юо і °с 



О 10 20 30 / к , пА 



60 - 20 20 60 100 Т ш 'С 


Зависимость напряже- 
ния насыщения Саза — 
-эмиттер от температуры 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер от тока 
коллектора 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер, от чем- 
пературы 


2Т377А-2, 2Т377Б-2, 2Т377В-2, 2Т377А1-2, 
2Т377Б1-2, 2Т377В1-2 


Транзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные структуры 
п-р-п импульсные. Предназначены 
для применения в импульсных 
каскадах герметизированной ап- 
паратуры. Бескорпусные на кри- 
сталлодержателях с гибкими вы- 
водами. Тип прибора указывает- 
ся в этикетке. 

Масса транзистора не более 
0,02 г. 



Коллектор База Зпиттер 

гтл 7 (л 2- в г) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
і/** = 2 В, / 8 =150 мА: 

Т = +25 “С: 

2Т377А-2, 2Т377А1-2 

2Т377Б-2, 2Т377Б1 2 

2Т377В-2, 2Т377В1-2 

Т = —60 °С: 

2Т377А-2, 2Т377А1-2 


20. .80 

50.. . 120 

80. . 220 

8 Ѵ .80 



2Т377Б-2, 2Т377Б1 2 . . 

2Т377В-2, 2Т377В1-2 . . 

Г = + 125 °С: 

2Т377А-2, 2Т377АІ-2 . 

2Т377Б-2, 2Т377Б1-2 . 

2Т377В-2, 2Т377В1-2 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 0 К и = 
= 2 В, І« = 30 мА 

Постоянная времени цепи обратной связи при 6. Е = 5 В 
/з=5 мА, 1 = 2.. АО МГц , 

Время рассасывания при /« = 50 мА, /ді = /ц = 5 мА 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер пип 
= 150 мА. /«=15 мА . . 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /« = 150 мА 
/ в = 15 мА . 

Обратный ток коллектора, не более: 

при Г=+25°С. //„« = 30 В ... 
при Г = + 125 °С, //,,« = 24 В . 

Обратный ток эмиттера при 1/«« = 3 В, ие более . ] 

Емкость коллекторного перехода при [/„« = 10 В 
Емкость эмиттерного перехода при //«« = 0 


П родолжение 

15 120 
25 220 

20 200 
50 260 
80 400 

200 300* 

...400* МГц 

30* 100* .400 пс 
40* .60* 70 нс 

0.3* . 0, 5*. .0,8 В 

0, 85*. .0,95*... 1,5 В 

3 мкА 
60 мкА 
3 мкА 

5*. . 8*. .15 пф 
15* 25Ѵ..40 пф 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база ■; 

при Г< + 100’С . ... 

при Г = + 125°С 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 1 при /?«,< 
< 1 кОм 

Г< + 100*С 

Г = + 125*С ... ‘ ] 

Постоянное напряжение эмиттер — база . 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при /«<10 мкс 0> 10 
Постоянный ток базы 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
при Г<+25°С 
при Г= + І25*С 

при Г<+50°С (в корпусе при Кто. . <0,2°С/мВт) 
при Г= + 125'С (в корпусе при /?,,„ , <0,2*С/мВт) 
Теплооое сопротивление переход — подложка , 

Температура рп перехода . . , 

Температура окружающей среды ...... 


30 В 
24 В 


30 В 
24 В 
3 В 
300 мА 
600 мА 
45 мА 


50 м Вт 
10 мВт 
500 мВт 
120 мВт 
2,5 'С/мВт 
4 150 *С 
-СО +125 "С 


В диапазоне температур +100 + 1/5 X допустимые значении напряжения коллек- 
Кор — база и коллектор — эмиттер снижаются линсЛнэ 

Транзисторы 2ТТ377А 2, 2Т377Б-2, 2Т377В 2 рекомендуется монтировать 
в микросхему приклейкой или пайкой, 2Т377АІ-2, 2Т377Б1-2, 2Т377В1 2 — им- 
пульсной односторонней пайкой сдвоенным электродом 
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2Т378А-2, 2Т378Б-2, 2Т378А1-2, 2Т378Б1-2, 2Т378Б-2-1 


Травзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные структуры 
п-р-п импульсные. Предназначены 
для применения в импульсныя 
каскадах герметизированных мик- 
росхем. Бескорпусные на кристал- 
лодержателе с гибкими выводами. 
Тип прибора указывается в эти- 
кетке. 

Масса транзистора не более 
в, 02 г. 



Колліктор Саза Зпиттер 

2Т37В(Л-2 Б-2) 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Пил = 5 В, /э = 200 мА: 

7=4- 25 °С: 

2Т378А-2, 2Т378А1-2 

2Т378Б-2, 2Т378Б1-2 

2Т378Б-2-1 

Г =-60 °С: 

2Т378А-2, 2Т378А1-2 

2Т378Б-2, 2Т378Б1-2, 2Т378Б-2-1 

7=4-125 °С: 

2Т378А-2, 2Т378АІ-2 

2Т378Б-2, 2Т378БІ -2 

2Т378Б-2-1 .... 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
Н нэ = 2 В, / к = 30 мА 

Постоянная времени цепи обратной связи при Укв=5 В. 
/э=5 мА, /=5 МГц 

Время рассасывания при /к = 50 мА, /пі = /«=5 мА 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /к = 

= 200 мА, /с*= 20 мА 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / к = 200 мА, 
/л = 20 мА . . . 

Обратный ток коллектора при Нкв =Нка,*<«с, не более: 
7=4- 25 °С 
7=4-125°С 

Обратный ток эмиттера при Пэв = -1 В * 


20.. .80 

50.. . 1 80 

40.. . 180 

10. .80 

20.. 180 

20. ..220 
50.. .300 
40. .300 


200—300*... 

..400* МГц 

30*.. 100* 400 ив 
40* . 60* 70 яе 

0,3* 0,5* 0,8 В 

0,85* 0,05* 1,5 В 

10 мкА 
80 мкА 

10 ииА 


Продолжение 

Емкость коллекторного перехода при і/ К о= 10 В 5* 8* 15 нФ 

Емкость эмиттерного перехода при і/ 8 в = 0 5* 25* 40 кФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение коллектор — база 

2Т378А-2, 2Т378Б-2, 2Т378АІ-2, 2Т378БІ 2 
при 7< + 100°С 
при 7= + 125 'С 
2Т378Б-2І 

Напряжение коллектор — эмиттер ’ при Л»,-0' 

2Т378А-2, 2Т378Б-2, 2Т378А1-2, 2Т378Б1-2 
при 7< + 100°С . . 

при 7= + 125 'С . . 

2Т378Б-2-1 

Напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора . 

Импульсный ток коллектора при /„=10 мкс, <?>10 

Постоянный ток базы 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при 7<+25°С 

при 7= + 125 “С 

при 7<+50 в С (в корпусе при /?г(»-«)^0,2 °С/мВт) 
при 7< + 125°С (в корпусе при Аг<»-е)<0,2 °С/мВт) 
Тепловое сопротивление переход — подложка 
Температура рп перехода 
Температура окружающей среды 


60 В 
45 В 

30 В 


60 В 
45 В 
30 В 

4 В 

400 мА 
800 мА 
50 мА 

50 мВт 
10 мВт 
500 мВт 
120 мВт 
2,5 °С/мВт 
+ 150 ”С 
-60 + 1 25 "С 


. ' В я " ап,;,0 " е температур окружающее среды +100 +125 ‘С допустимые аиачгиия 

напряжений коллектор — база и коллектор — эмиттер снижаются линейно 

Транзисторы 2Т378А-2, 2Т378Б-2 рекомендуется монтировать в микросхему 
приклейкой или пайкой, 2Т378А1-2, 2Т378Б1-2, 2Т378Б-2- 1 — импульсной одно- 
сторонней пайкой сдвоенным электродом 


КТ379А, КТ379Б, КТ379В, КТ379Г 


Ѳпиттер 


КТ 37 9 (А Г) 
Копяектор 



0,25 0.0 * 

I — І Г 


4 

4 


Транзисторы кремниевые эпи* 
такснально-плаиарные структуры 
п-р-п универсальные Предначна 
чены для применения в усилите 
лях высокой частоты и переклю- 
чающих устройствах герметизиро- 
ванной аппаратуры Бескорпус- 
ные с твердыми выводами Тран- 
зисторы помещаются в герметич- 
ную ааводскую упаковку Тип 
прибора указывается п паспорте 
Масса транзистора не более 
0.01 г 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкв = 5 В, Ін—1 мЛ. 

Т= +25 °С: 

КТ379А . І00...250 

КТ379Б 200. .500 

КТ379В 400... 1000 

КТ379Г . 50... 125 

Т = —45 °С: 

К Г379А 25. ..250 

КТ379Б . 50. .500 

КТ379В . 100... 1000 

КТ379Г 12... 125 

Т=+ 85 °С. 

КТ379А . 100... 750 

КТ379Б . 200... 1500 

КТ379В . 400.. .3000 

КТ379Г . 50. .375 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
1 /кб = 2 В, / э = 5 мА, не менее: 

КТ379А, КТ379Г . 250 МГц 

КТ379Б, КТ379В 300 МГц 

Граничное напряжение при / э = 5 мА, не менее: 

КТ379А, КТ379Г 25 В 

КТ379Б . . 20 В 

КТ379В ... 10 В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* = 

= 10 мА, / Б =1 мА, не более: 

КТ379А, КТ379Б, КТ379В . . ... 6,1 В 

КТ379Г 0,2 В 

Напряжение насыщения база — эмиттер при Ік= 10 мА, 

/в = 1 мА, не более: 

КТ379А, КТ379Б, КТ379В 0,9 В 

К.Т379Г 1,1 В 

Обратный ток коллектора при Укб= 77 кв.^окв, не более: 

Т = — 45 и +25 °С . . . . . 0,05 мкА 

Т = +85 °С . . 1 мкА 

Обратный ток коллектор — эмиттер при 7?«»=ЮкОм, 

V нэ — Ѵ кэ ,макс не более: 

КТ379А, КТ379Б, КТ379В . . ... 30 мкА 

КТ379Г ... 100 мкА 

Обратный ток эмиттера при Уб»= 5 В, не более . . 30 мкА 

Емкость коллекторного перехода при Ѵкв — 5 В, не более 8 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер прн 
= 10 кОм: 

КТ379А . . . . . . 30 В 

КТ379Б . . 25 В 

КТ379В . . 10 В 

КТ379Г . ... 60 В 

Постоянное напряжение база — эмиттер . ,5В 

Постоянный ток коллектора .30 мА 

Импульсный ток коллектора при Л.^100 .1 с, <3^5 . 100 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 : 

при Т = +25 °С . 25 мВт 

при Г = +85 °С . 10 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при Л. < 

<100 мкс, <?>5 ... 75 мВт 


■ При повышения температуры от +25 до +85 “С мощность снижается лннеЙНО 
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П родолжение 

Тепловое сопротивление переход — подложка , 3°С/мВт 

Температура рп перехода . , +100 "С 

Температура окружающей среды . . от -45 до +85 °С 


При повышения температуры от +25 до +85 ®С мощность снижается линейно. 

При пайке выводов допускается нагрев транзистора до +300°С в течение 
1 мин и до + 1 50 *С в течение 1,5 ч. 

При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базо- 
вый контакт необходимо присоединять первым и отсоединять последним. Не 
рекомендуется эксплуатация транзисторов с отключенной базой по постоянному 
току. 


/* . нА 


0,02 

0,015 

0,01 

0,005 
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Зависимость обратного 
тока коллектора от тем- 
пературы 
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Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 



За вися мости статическо- 
го коэффициента яере- 
дечя тока от тока кол- 
лектора 


^ЯЗ. пане 

^КЭ. папе 



Зависимость ыяксичаль 
но допустимого посто- 
янного напряжения кол- 
лектор — эмиттер от со- 
противления база— эммт 
тер 


пояс ■ 



Зависимости максималь 
но допустимой импульс 
ной рассеиваемой мощ- 
ности от длительности 
импульса 


2Т385А-2, 2Т385АМ-2, КТ385А, КТ385АМ 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п пере- 
ключательные. Предназначены для применения в системах памяти ЭВМ герме- 
тизированной аппаратуры Бескорпуспые с гибкими выводами и защитным 
покрытием на керамическом {2Т385А 2, КТ385А - вариант 1) и металлическом 
(2Т385АМ 2, КТ385АМ — вариант 2) кристаллодержателях. Поставляются в со- 
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проводительной таре, позволяющей без извлечения из нее транзисторов "^во- 
дить измерения их электрических параметров. Тип прибора указывается иа со- 
проводительной таре. птц - 

Масса транзистора на керамическом кристаллодержателе не Солее и.чю г, 

на металлическом не более 0,004 г. 


2Т385А-2 , 2Т385АП-2, КТ383А, КТ385АП 
Вариант 1 Вариант 2 



3 1 



Коллектор Ваза Эпиттер 


передачи тока при 


Ін 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵнэ = 1 В, /к = 15 0 мА: 

2Т385А-2, 2Т385АМ 2 . . 

типовое значение .... 

КТ385А, КТ385АМ . . . 

Граничная частота коэффициента 
{ 3 яо=Ю В. /к = 50 мА . . . 

типовое значение .... 

Время рассасывания при /«=150 мА, /в=15 мА: 
2Т385А-2, 2Т385АМ-2 . . 

типовое значение .... 

КТ385А, КТ385АМ, не более 
Граничное напряжение яри 1к=Ю мА для 2Т385А-2 

2Т385АМ-2 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при 
= 150 мА, /в =15 мА: 

2Т385А-2, 2Т385АМ-2 

КТ385А, КТ385АМ, не более. . . 

Напряжение насыщения база — эмиттер 
/я = 15 мА для 2Т385А-2, 2Т385АМ-2 . 

Обратный ток коллектора, не более: 

2Т385А-2, 2Т385АМ-2: 
при 1/яв = 60 В и Г = — 60...+25*С 
при і/кв = 55 В и Г = + 125 °С , 

КТ385А, КТ385АМ при Укв = 60 В 
Обратный ток эмиттера, не более: 

2Т385А-2, 2Т385АМ-2: 
при С/вэ=5 В и Т- — 60...+25°С 
при Увэ=5 В и Т= + 125*С . - • • • 

КТ385А, КТ385АМ при V вв = 4 В и Г=+25 С 
Емкость коллекторного перехода при ынв=ЮВ 
2Т385А-2, 2Т385АМ-2 . . . • • • • • . , 

Емкость эмиттерного перехода при 1/вв = о для вілоол-в 
2Т385АМ-2 


при /н= 150 мА 


Т = +25 °С 


для 


30.. . 150 
60* 

20. .200 

200. . . 560* МГ« 
350* МГц 

15Ѵ..60 нс 
30* нс 
60 ис 

40. . .48*. ..60* В 


0,32*. .0,65 В 
0.8 В 

1* 1,2 В 


10 

мкА 



50 

мкА 



10 

мкА 



10 

мкА 



50 

мкА 



10 

мкА 



2,5 

• .3,3* 

4 

пФ 

13 

* ‘5* 

25 

пФ 


ш 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер пли /?..= 

= 5 кОм для КТ385А, КТ385АМ . 

Постоянное напряжение коллектор — база 
2Т385А-2, 2Т385АМ-2: 
при Г« = — 60. .+ 100 °С 
при Г, = + 125 "С . 

КТЗВ5А, КТ385АЛ4 . . 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
2Т385А-2, 2Т385АМ-2 . 

КТ385А, КТ385АМ . 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при /„=5 икс <?=|0 
Постоянная рассеиваемая мощность колектпНа 
2Т385А-2, 2Т385АМ 2 КОЛеКТОр» 

при Г. = -60. +100 "С 
при Г, = + 125°С 
КТ385А. КТ385АМ 
при Г. = -45 +70 "С 
при = +85 "С 

Тепловое сопротивление переход ПОДЛОЖКА 
Температура р-п перехода 
2Т385А-2, 2ТЗН5А.М-2 
КТ385А, КТЗЯ5АМ 
Температура окрхжаюшей среды 
2Т (85 \-2, 2Т385А.М-2 
КТ385А, КТ385ЛМ 


40 В 


00 в 
55 В 
60 В 

5 В 
4 П 

0.3 Л 
0,5 Л 


0,3 Вт 
0,06 Вт 

0. Вт 
0.2 Вт 
ПОТ/Вг 

4 135 1 
+ 1 20 *С 

— 60 + 1 25 С 
-45 +85 'С 


КТ3102 А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, КТ3102Д, КТ3102Б, 
КТ3102АМ, КТ3102БМ, КТ3102ВМ, КТ3102ГМ, КТ3102ДМ, 

КТ3102ЕМ 

Транэпсторы кремниевые, эпитаксиально-планарные структуры п-р-п уни 
нереальные Предназначены для применения в низкочастотны* устройства* с 
малым уровнем шумов, переключающих усилительных и генераторных устрой 
ствах средней и высокой частоты Выпускаются КТ3102А. КТ3102Б, КТ3102В 
К ТЗ 1 02 Г КТ3102Д. КТ3102Е — в металлостеклянном корпусе с гибкими выво 
дамп КТЗІ02АМ. КТЗІ02БМ, КТЗІ02ВМ К13102ГМ, КТ3102ДМ. КТ3102ЕМ- 
в пластмассовом корпусе 

Транзисторы маркируются КТЗІ02Л - КТЗІ02Е на боковой поверхности 
корпуса КТЗІ02АМ-КТЗІ02СМ- зеленой меткой на боковой поверхности кор 
пуса на торце корпуса маркировочной меткой КТЗ 102АМ — темно-красной 
КТЗІ02БАІ _ желтой КТ3102ВМ — темно-зеленой, КТ3102ГМ — голубой 
КТЗІ02ДМ — синій КТ3102ЕМ- белой Тип прибора указывается в этике, ко' 

Масса транзисторов КТЗІ02А-КТЗЮ2Е не более 0.5 г КТЗІ02АМ- 
КТ3102ЕМ — нс более 0.3 г 

Примечание Далее по тскстѵ значения параметров п режимов спра 
вочные данные и зависимости, установленные для транзисторов КТЗІ02А 
КТЗІ02Б КТ3102В КТЗІ02Г, КТ3102Т КТЗІ02Г соответствуют значениям 
параметров п режимов транзисторов КТЗІ02АМ, КТЗІ02БЛІ, КТЗІ02ВМ. 
^ т 3 1 02 Г М, КТЗІ02Д.М. КТЗІ02ЕМ 


кт лог '* ■) 



<0 

ктлог(Ан-Ен) 

і.і }. г 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи ток* п стемс ОЭ при 
V ке = 5 В Ь = '2 мЛ 
Г = • 25 *С 
КТИ 02 Л 

КТ і 102 В, КТ. 1102 В, КПІ 02 Д 
КТИ 02 Г КТ.ІІ 02 Е 
Г- 40 “С 
КТІІ 02 А 

КТН 02 Б. КТ ( 102 В. КТ І 02 Л 
КТ 1 Ю 2 І КТЗІ 02 С 
Т - 4-85 не минеи 
ЫЗІ 02 А 

КТЗІ 02 Б. КТЗІ 02 В КТЗІ 02 Д 
КТЗІ 02 Г КТЗІ 02 Р 

Граничная частота коэффициента передачи тока При 
1 , д р = 5 В, «» = 10 мА, нс менее 

КТ 3102 Л КТЗІ 02 Б КТ 3102 В, КТЗІ 02 Д 
КТЗШ 2 Г. КТЗЮ 2 Е 

Посіояиная времени цепи обратной свит на высокой ча- 
с" от и при I т -5 В /а*- ІО мА, не 0 о*в* 

К. эффисиенг шума при ('дэ “5 В, /а - 0,2 мА. /*-І кГц, 
К - 2 і.Ом 

КТЗІ 02 А, КТЗІ 02 Б. КТ 3102 В. КТЗІ 02 Г, ис более . 
типовое значение , 

КТЗІ 02 Д, КПІИ 2 Е, ис более 

типовое значение , 

Граничное напряжение при 7 е = 0 . 7 а = 1 0 мА не менее 
КТЗІ 02 А. КТЗІ 02 Б 


100 250 

200 500 
433 Ю 00 

25 250 
50 500 

100 ІОДО 

КМ 

20 


300 МГц 
150 МГц 

Ю0* нс 


М> дБ 
5* дБ 
4 <Б 
2-5 ‘ дП 

30' 0 


П рсдо.іжсние 


КТ3102В, КТ3102Д 20* В 

КТ3102Г, КТ3102Е 15* В 

Обратный ток коллектор — эмиттер, не более: 

КТ3102А, КТ3102Б при У кэ — 50 В . , 0,1* мкА 

КТ3102В, КТ3102Д при У„ э = 30 В 0,05* мкА 

КТ3102Г, КТ3102Е при У К9 = 20 В . . . 0,05* мкА 

Обратный ток коллектора, нс более: 

КТ3102А, КТ3102Б при Ѵ КБ = 50 В: 

Г = +25°С 0,05.0,1 мкА 

Т =* — 40 °С .... 0,05 мкА 

7'=-{-85 с С ... 5 мкА 

КТ3102В, КТ3102Д при С/ К в = 30 В и КТ3102Г 
КТ3102Е при V кв — 20 В: 

Т = +25 °С . . 0,01 5 ...0,05 мкА 

Т =— 40 °С 0,015 мкА 

Г=+85"С . 5 мкА 

Обратный ток эмиттера при Чзв = Ь В, не более . 10 мкА 

Емкость коллекторного перехода при Ѵни^Ь В, ис ботее 6 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база: 

КТ3102А, КТ3102Б . . . 50 В 

КТ3102В, КТ3102Д ... 30 В 

КТ3102Г, КТ3102Е .... . 20 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 

КТ3102А, КТ3102Б .... . . 50 В 

КТ3102В, КТ3102Д . 30 В 

КТ3102Г, КТ3102Е 20 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 5 В 

Постоянный ток коллектора . ....... 100 мА 

Импульсный ток коллектора при („^40 мкс, 500 200 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 при Г = 

— 40...+25°С : 250 мВт 

Температура окружающей среды — 40... + 85 °С 


1 При повышении температуры более +25 "С мощность рассчитывается по формуле 
^и,мпке ш ‘ №°~ Т к)/Нт(п- К ). где #г(п-к)”0,-1 °С/мВт — тепловое сопротивление переход — 
•кружающая среда. 

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора в те- 
чение не более 3 с, температура панки не должна превышать +260 С С. Допу- 
скается использование транзисторов в инверсном включении. 



Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока эмит- 
тера 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока эмит- 
тера 
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30 300 3000 / э , ПК А 30 300 3000 / 3 , пн А 



30 300 3000 / э> ПК А 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


2Т3117Л, КТ3117А 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п импульс- 
ные. Предназначены для применения в импульсных и переключающих устрой- 
ствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип 
прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0.4 г. 


2ТЗІІ7А, КТЗЧ7А 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
с/ка =5 в, /а = 200 мА. 

Т — +25 °С 

Г = -60°С 2ТЗІІ7А, Т=- 45'С КТ3117А . . . 

Г- + 125 к С 2Т31І7А, Г=+85°С КТ3117А . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
і/ка= 10 В. /к = 30 мА, не менее: 

2Т31І7А 

КТ3117А 

Время рассасывания при /к = 500 мА, /ві = /в 2=50 мА, не 
более: 

2ТЗІІ7А 

КТЗІ17А ... 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /к = 
•=500 мА, /ц=> 50 мА, не более: 

2Т3117А 

КТ3117А . . . . 


40. . 200 

15 . . 200 

30. . .350 


300 МГц 
200 МГц 


60 нс 
80 нс 


0,5 В 
0,6 В 
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Продслжение 


Гапряжение насыщения эмиттер — база при /х = 500 мЛ, 


/в = 50 мА, не более 1,2 В 

Обратный ток коллектора при Чци = 60 В, нс более: 

Г=+ 25 °С 2Т3117А 5 мкА 

Г=+25'С КТ3117А . Ю мкА 

Г= + 125"С 2Т3117А . , 50 мкА 

Т= +85 °С КТ3117А 100 мкА 

Обратный ток эмиттера при 1/эв = 4 В для 2Т3117А, не 
более , 5 мкА 

Емкость коллекторного перехода при 1/кв=Ю В, не более 10 пФ 

Емкость эмнттерного перехода при (7вв = 0, не более 80 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
<1 кОм. 

2Т3117А 
КТ3117А . 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Импульсное напряжение эмиттер — база при 1„<1 мкс, 
<? 2*2 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при /„<:10 мкс, 03=10 . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
7<+25°С 2Т3117А 
7<+40°С КТ3117А 
Т = +85 °С КТ3117А 
7= + 125°С 2Т3117А 
7\,<+50“С 2Т3117А 
7’« = + 125°С 2Т3117А 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 
^ 10 мкс, ОЮ: 

Г<+25°С 2Т3117А 
7<+40°С КТ3117А 
Т = +85 °С КТ3117А 
7 = + 1 25 °С 2Т3117А 
Тепловое сопротивление’ 
переход — среда 
переход — корпус 
Температура р-л перехода 
Температура окружающей среды 
2Т3117А 
КТ3117А . 


60 В 


60 В 
50 В 

4 В 

5 В 
400 мА 
800 мА 

300 мВт 
300 мВт 
180 мВт 
70 мВт 
1 Вт 
250 мВт 


800 мВт 
800 мВт 
400 мВт 
200 мВт 

0,35 °С/мВт 
0,1 °С/мВт 
-И 50 "С 

-60 +125 "С 
— 45... +85 °С 


КТ3129А9, КТ3129Б9, КТ3129В9, КТ3129Г9, КТ3129Д9 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п универ- 
сальные. Предназначены для применения в низкочастотных и высокочастотных 
усилителях, генераторах, импульсных устройствах герметизированной аппарату- 
ры. Выпускаются в миниатюрном пластмассовом корпусе. Тип прибора указы- 
вается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,1 г. 
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Коллектор 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
V кв = 3 В, Іэ = 2 мА 
Г — +25 °С. 
кт и во до 

КТЗІ29Б9, КТЗІ29В9 
КТЗІ29Г9, КТЗІ29Д9 
Г- +85 °С: 

КТЗІ29А9 

КТЗІ29Б9. КТ3129В9 
КТ3129Г9, КТЗІ29Д9 

Граничное напряжение при /*» = 1 0 мА, не более 
КТЗІ29А9. КТЗІ29Б9 
КТЗІ29В9. КТЗІ29Г9 
КТЗІ29Д9 

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при I к = 
= 10 мА. / Б в 1 мА, нс более 

Напряжение насыщения база г эмиттер при /к = 10 мА, 
/в = I мА, не более 

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте 

при /э = 10 мА, Ѵ К в = Ь В, /=100 МГц 

Обратный ток коллектора КТ3129Л9, КТ3129Б9 .три 

(7* „-50 В КТЗІ29В9 К.ТЗІ29Г9 при 13 кс ~30 В 

КТЗІ29Д9 при Чкв = 20 В, не более 

Емкость коллекторного перехода при С к /,-=10 В 


30 120 
80 2 50 
200 500 

зо зоо 
81) 6П0 
200 1000 

40 В 
20 В 
15 В 

0,2 В 

1,3 В 

2 2,2* 2.5* 


I мкА 

7 1* 8* 10 нФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор баіа 

КТИ29А9, КТЗІ29Б9 59 В 

КТ1І29В9. КТ9І29Г9 30 В 

КТ3129Д9 20 В 

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при Я>« = 

=1 кОм ' 

КТ3129А9, КТ3129Б9 40 В 

КТ3129В9 КТЗІ29Г9 КТ34 29Д9 2Р В 

Постоянное напряжение эмиттер бата ,8 В 

Постоянный ток коллектора 100 «А 

Импульсный ток коллектора 200 ѵ\ 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г--60 +25 75 „Вт 

при 7=+85°0 30 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г=— 60 + 25 Ч С I ПО мВт 

при Г=+85“С 75 мВт 


ІИ 


Продолжение 

Температура р-п перехода , . +]2б°С 

Температура окружающей среды . .... -60... + 85”С 

Панка выводов допускается не ближе 0,15 мм от корпуса транзистора прн 
температуре не выше +260 'С в течение не более 3 с. 



о го во во во / 3 , яд 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Л и» 

500 

т 

300 
гоо 
но 

о го ю ВО 80 / э ,яД 




о го во во во / э , нА о 


г з в к пс 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
эмиттер от коэффициен- 
та насыщения 


КТ3130А9, КТ3130Б9, КТ3130В9, КТ3130Г9, КТ3130Д9, 
КТ3130Е9, КТ3130Ж9 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-рп усили- 
тельные с нормируемым коэффициентом шума. Предназначены для применения 
по входных каскадах малошумящнх усилителей. Выпускаются в миниатюрном 
пластмассовом корпусе и используются в герметизированной аппаратуре. Тип 
прибора указывается в этикетке. 

Транзисторы маркируются цветной меткой на корпусе: КТ3130А9 — красной. 
КТ3130Б9— желтой. К.Т3130В9 — зеленой, КТ3130Г9 — голубой, КТ3130Д9 — си- 
ней, КТЗ 1 30Е9 — белой. 

Масса транзистора не более 0,1 г. 

Габаритный чертеж аналогичен КТ3129А9— КТ3129Д9. 

Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
«Дев = 5 В, Ь = 2 мА: 

КТ3130А9 при Г=+25°С . . . . . 100 .250 

типовое значение ..... . , 200 

Г=-+85°С, не менее . ... 100 

Т=- 60 °С . . ... 25. 250 
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КТ3130Б9, КТЗІЗОВ9, КТ313СД9 

типовое значение . , 

Г = + 85 'С, не менее , . , 

Г = -60 Ч 

КТ3130Г9. КТ3130Е9 при Г=+25 ? С . . . 

типовое значение , , . 

Г = +85 °С, не менее , 

Т = - 60"" 

КТЗІ30Ж9 

Модуль коэффициента передачи тока па высокой чзстоте 
при ( ,.о = 5 В, / э = 1 0 мА, /=100 кГц 

КТ3130А9, КТ3130Б9, КТ3130В9, КТ3130Д9 
КТ3130Г9, КТ3130Е9 
КТ3130Ж9, не менее 

Коэффициент шума КТ3130Ж9 при Ѵкэ- 5 В, /а = 0.2 мА. 
/=І кГц. Л, = 2 кОм . . . ... 

Граничное напряжение при /а = 10 мА: 

КТ3130А9, КТ3130Б9 

КТ3130В9 КТ3130Д9 

КТ3130Г9. КТ3130Е9 . . 

КТ3130Ж9, не менее . . 

Обратный ток коллектора КТ3130А9, КТ3130Б9 при 
13*0 = 50 В. КТ3130В9, КТ3130Д9, КТ3130Ж9 при и к о = 
= 30 В КТ3130Г9, КТ3130Е9 при 13 к о = 20 В, нс более 


Продолжение 
200 500 
350 
200 

50... 500 
400.. 1000 
650 
200 

100 . 1000 
100 500 


1,5 4*. .4.5* 

3. 4* .5.5* 

1,5 

0,7* . 2.5*... 4 дБ 

30 .37*... 40* В 
20. 28* 35* В 
15 22*.. 28* В 
25 В 


0,1 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 

КТ3130Л9. КТЗІЗОБ9 . . 

КТЗІЗОВ9, КТ3130Д9, КТ3130Ж9 . . 

КТ3130Г9. КТ3130Е9 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Ка»- 
= 10 кОм 

КТ3130А9, КТ3130Б9 

КТ3130Ж9 . . . . 

КТ3130В9. КТ3130Д9 . . . . 

КТ3130Г9, КТ3130Е9 . . 

Постоянное напряжение эмиттер — база . . . 

Постоянный ток коллектора . , . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при 7= —60 25 “С , , 

Т = + 85 "С . , 

Температура р п перехода 
Температура окр) жающей среды . 


50 В 
30 В 
20 В 


40 В 
25 В 
20 В 
15 В 
5 В 
100 мА 


100 мВт 
40 мВт 
+ 1 25 V 
60 + 85 *С 


500 

ООО 

500 

700 

100 
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Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эм и гтера 
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О 30 300І,,пкА 



О 30 200 I,. пА 
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КТ3130Е9 
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II"- Ій 




=» 2 кОп 
















О 30 ЗОО І 3 , П«А 


Зависимость КОлффіПШ* 
сига шума от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Записпмость коэффици- 
ента шума от тока 
эм иттсра 


При монтаже транзистора температура паііки не должна превышать 
+ 260 С С, время папки не более 3 с. Изгиб вызолов нс допускается. 


Транзисторы р-п-р 

1ТМ305А, 1ТМ305Б, 1ТМ305В, 1Т305А, 1Т303Б, 1Т305В, 
ГТ305 А, ГТ305Б, ГТ305В 

Транзисторы германиевые дпффузионно-сплавіше структуры р-п р усили- 
тельные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты. Тран- 

ПП305(А-В) 



1Т305 (А~В), пт (А- В) 



эисторы ІТМ305А, ГГМ305В, 1ТМ305В выпускаются в металлостеклянном кор* 
нусе с керамической платой (вариант 1), масса транзистора не более 0,8 г: 
транзисторы 1Т305А, 1Т305Б, 1Т305В, ГТ305А, П305Б, ГТ305В - в металлостек’ 
лянном корпусе с гибкими выводами (вариант 2), масса транзистора не более 
О.о г. Іип прибора указывается на корпусе. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵцб= I В, Ід= 10 мА: 

Г = +25 "С: 

1ТМ305А, 1Т305А, ГТ305А . . 

1ТМ305Б, 1Т305Б, ГТ305Б . . ' 

7 = + 73°С (7=+60°С для ГТ305А, ГТ305Б): 
1ТМ305А, 1Т305А, ГТ305А . 

1ТМ305Б, 1Т305Б, ГТ305Б . 

7 = —60 °С: 

1ТМ305А, 1Т305А, ГТ305А . 

1ТМ305Б, 1Т305Б, ГТ305Б 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
Ѵкб = 5 В, /э = 5 мА: 

7 = +25°С 1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В . . 

7=+73°С, / э =1 мА (7= + 60°С для ГТ305В) 

1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В . ' 

7 = — 60 °С 1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В . ‘ ’ ; 

Модуль коэффициента передачи тока на частоте / = 
= 20 МГц, (/кб = 5 В, /э = 1 0 мА, не менее: 

1ТМ305А, 1Т305А, ГТ305А .... 

1ТМ305Б, 1ТМ305В, 1Т305Б, 1Т305В, ГТ305Б, ГТ305В 
Постоянная времени цепи обратной связи на частоте *= 
= 5 МГц при V кв = 5 В, /а = 5 мА: 

ІТМ305А, 1ТМ305Б, ІТ305А, 1Т305Б, ГТ305А ГТ305Б 

1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В 

Граничное напряжение при / э =10 мА ! .' * ' [ 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„=' 
= 10 мА, / Б =! мА, для 1ТМ305А, ІТМ305Б, 1Т305А 

1Т305Б, ГТ305А, ГТ305Б \ 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / и =10 мА 
1 Г.= 1 мА для 1ТМ305А, 1ТМ305Б, ІТ305А 1Т305 б’ 

ГТЯ05А, ГТ305Б 

Емкость коллекторного перехода при І/ К п = 5 В, 1=5 МГц- 
1Т.М305А, 1ТМ305Б, 1Т305А, 1Т305Б, ГТ305А, ГТ305Б 
ІТМ303В .... 

1Т305В, ГТ305В ‘ ; 

Обратный ток коллектор — эмиттер при И „ э = 15 В, 
Ѵсд- 0,5 В, не более: 

7 = -60 и +25 е С 

7 = +73 "С ■ ; • 

Обратный ток эмиттера' при У Е э=1,5 В (У Е а==0,5 В "для 
1ТМ305В, 1Т305В, ГТ305В), не более 


25. . .80 

60.. . 180 

20.. . 270 

40.. .550 

15. . 80 

30.. . 180 


40.. . 120 

30.. . 400 

20 . . 120 


7 

'8 


500 пс 
300 пс 
12 В 


0,5 В 


0,7 В 

7 пФ 
6 пФ 
5,5 пФ 


б мкА 
80 мкА 

30 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при (/гэ = 
■- 0,5 В ..... 


Постоянное напряжение коллектор — база (в схеме ОБ) 
Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора: 

при Т <= —60... -{-35 °С . . . 

при 7=+35...+73 °С (7 = +35. ..'+60 'С для ГТ305 а! 
ГТ305Б, ГТ305В) 


15 В 
15 В 
1.5 В 

40 мА 


5,2/85 — 7 мА 


12 ! 


Импульсный ток коллектора при <„=>10 мкс а . , 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при 7"= -60...+25 °С . ..... г 

при Г=+25... + 73 °С (Г = +25...+60‘С для ГТ305А, 

ГТ305Б, ГТ305В) 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды: 

1ТМ305А. 1ТМ305Б. 1ТМ305В, 1Т305А, 1Т305Б, 1Т305В 
ГТ305А, ГТ305Б, ГТ305В ... 


100 мА 


75 мВт 


(85 - 7) 

0.8 

+ 85 С 


мВт 


—60. ..+73 °С 
-60.,+60’С 


При различного рода испытаниях, измерениях параметров, монтаже и ре- 
гулировки аппаратуры необходимо принимать меры по защите транзистора от 
статического электричества и самовозбуждения. Допустимое значение статиче- 
ского потенциала 1000 В. 


1Т308А, 1Т308Б, 1Т308В, ГТ308А, ГТ308Б, ГТ308В 

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры р-п-р универ 
сальные. Предназначены для применения в автогенераторах, усилителях мощно- 
сти. импульсных устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гиб- 
кими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 2,2 г. 


ІТЗОв(А-В), ГТЗОв(А-В) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 

Ох* 3 1 В, = 10 мА. 


Т =• +25 °С: 


1Т308А, 

ГТ 308 А 

1Т308Б, 

ГТ308Б 

1Т308В. 

ГТ308В 

Г= +70 °С: 


1Т308А, 

ГТ308А 

1Т308Б, 

ГТ308Б 

1Т308В, 

ГТ308В 

Т =- —60 °С, 

не менее: 

1Т308А, 

ГТ308А 


25.. 75 
50 120 
80. 150 

От 25 до 3 зиаче- 
апй при Г *= 

= +25 ’С 

От 50 до 3 значе- 
ний при 7= 

= +25 °С 

От 80 до 3 значе- 
ний при Т 
- + 25 °С 

15 
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П родолжение 


1Т308Б, ГТ308Б . ... 30 

1Т308В, ГТ308В . 45 

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
//„„ = 5 В, /„ = 1 мА, /=50.. 1000 Гц, не менее: 

1Т308Б, ГТ308Б . . 15 

1Т308В, ГТ308В 25 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
//„„ = 5 В, /а = 5 мА, не менее: 

1Т308А, ГТ308Л 90 МГц 

1Т308Б, 1Т308В, ГТ308Б, ГТ308В 120 МГц 

Постоянная времени цепи обратной свяли при //„„ = 5 В, 

/» = 5 мА, /= 5 МГц, не более: 

1Т308А, 1Т308Б, ГТ308А, ГТ308Б 400 пс 

1Т308В, ГТ308В 500 пс 

Коэффициент шума при //„„=5 В, /э = 5 мА, /= 1,6 МГц 

для 1Т308В, ГТ308В, не более 8 дБ 

Время рассасывания при //„э=Ю В, /« = 50 мА, не более: 

1Т308А, ГТ308А при /„= 4 мА 1 мкс 

1Т308Б, ГТ308Б при / „=2 мА ...... 1 мкс 

1Т308В, ГТ308В при /„=1,25 мА 1 мкс 

Граничное напряжение при /в=10 мА, не менее . . . 15 В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„ = 

= 50 мА, /„=3 мА, не более: 

1Т308А, ГТ308А . 1,5 В 

1Т308Б, 1Т308В, ГТ308Б, ГТ308В 1,2 В 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /„ = 50 мА, 

/„=1 мА, не более ... 0,45 В 

Обратный ток коллектора, не более: 

7'=+25°С, 

Ѵиб— 15В.... 5 мкА 

Ѵкв — 5 В . . .2 мкА 

Г=+70Х, //„„=10 В 90 мкА 

Обратный ток эмиттера, не более: 

(/а„ = 2 В .... . . ... 50 мкА 

//„„=3 В . . . . ... 1000 мкА 

Емкость коллекторного перехода при (/„„ = 5 В, не более 8 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при //„„=1 В, не более 22 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 1 при отклю- 
ченном эмиттере, 7=445 °С 20 В 

Постоянное напряжение коллектор — база 1 при обратном 
смешении на эмиттере, Т= + 45°С . . . 30 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 1 при /?«,= 

= 1 кОм, Т = +45 °С 12В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 1 при Г= + 45 С С 3 В 
Постоянный ток коллектора ... .... 50 мА 

Импульсный ток коллектора 1 при /„ = 5 мкс, Т=+45"С 120 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 2 при Г <= 

= 4-45 °С .... ... : 150 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора 1 при К- 
= 5 мкс, Т=+45 С С . ...... 360 мВт 

Температура р-п перехода +85 °С 

Температура окружающей среды —60. +70 “С 


При Г-+45.. +70 °С предельно эксплуатационные данные уменьшаются через каж- 
дые б °С: постоянное и импульсное напряжения коллектор — база на I В, постоянное 
напряжение коллектор — эмиттер на 0,4 В, постоянное напряжение эмиттер — база на 
0,2 В, импульсный ток коллектора на 4 мА, импульсная рассеиваемая мощность 
на 10 мВт. 

* При Г- 4-45 . +70 °С постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, рассчиты- 
вается по формуле Р к ЛО * * с “4($5-Г). 
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ГТ309А, ГТ309Б, ГТ309В, ГТ309Г, ГТ309Д, ГТ309Е 

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры р-п-р усиди 
тельные. Предназначены для применения в усилителях высокоГі частоты Выну 
скаютси в метаддостеклянном корпусе с гибкими выводами Тип прибора ука 
зывзегси на корпусе 

Масса транзистора не Солсе 0,5 г 

ПЗОЗ(А-В) 



Электрические параметры 


Стати чески А коэффициент 
(/лв - 5 В, /э = 5 мА 

передачи 

Г- +20 'С 

ГТ 309 Л, 

ГТЗОЧВ, 

ГТ309Д 

ГТ109Б, 

ГТ.109Г, 

ГТ309С 

Г - 4 55 'С. 

ГТ І09А. 

ГТ309В. 

ГТ309Д 

ГТ 309 Б, 

ГТ309Г 

ГТ309Е 

Г= 20 ”С 

ГТ.109Л, 

ГТ309В, 

ГТ309Д 

ГТ309Б, 

ГТД09Г. 

ГТ309Е 


тока в схеме ОЭ при 


20 70 

60 18» 

20 НО 
6(1 330 

16.. 70 
30 180 


Граничная частота коэффициента передачи тока при 
= $ В. = 5 мА, не менее 

ГТ 109 А. ГТ3096 
ГТ309В. ГТ 309 Г 
ГТ309Д, ГТ309Е 

Постоянная времени цепи обратной святи при 1/к» = 5 В, 
I Л = 5 мА, / = 5 83Гц. ис более 
ГТ309А, ГТ309Б 

ГТ309В, ГТ309Г, ГТ309Д, ГТ309Е . . 

Обратныя ток коллектора при Ѵкг. = Ь В, не более 
Т Д 20 °С 
Г- +5П Т. 

Входное сопротивление в схеме ОБ при С.Ѵя = 5 1 (» = 
г- 1 мА. не более 

Пія х ідтіая провотнмость в схеме ОБ при кс = 5 В, Т» = 


~ 5 мА, нс более 

Коэффициент шума при 1//,а = 5 В /а= I мА. /=1.6 МГц 
для ГТ 109Б, ГТ309Г, не более 

Емкость кол.тск горного перехода при Г//,-п г *5 В ис ботее 


120 МГц 
80 МГц 
40 МГц 


500 пс 
1000 пс 

5 мкА 
120 мкА 

38 Ом 

5 м х Г м 

6 дБ 
10 нФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
«10 кОм 

Постоянныя ток коллектора . 


10 В 
10 мА 
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Продолжение 


Постоянная рассеиваемая мощность коллскі* 


при 7=+20°С 50 мВт 

при 7=+55Х Г5 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда 1 С/мВт 

Температура рп перехода + 70 е С 

Температура окружающей среды —40 +55 X 


ГТ310А, ГТ310Б, ГТ310В, ГТ310Г, ГТ310Д, ГТЗЮЕ 


Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры р-п-р усилитель- 
ные с нормированным коэффициентом шума Предназначены для применения 
в усилителях высокой частоты Выпускаются в металлостеклянпом корпусе с 
гибкими выводами Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 0 1 г 

ГТЛО(А-Е) 



Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при 
Олб — 5 В, \ а = 1 мА, / = 50... 1 000 Гц. 

ГТ310А, ГТ310В, ГТ310Д 1 20. 70 

ГТЗІОБ, ГТ310Г, ГТ310Е 60 180 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

4/л с = 5 В, / э = 5 мА, не менее 

ГТ310А, ГТЗІОБ 160 МГц 

ГТЗЮВ, ГТЗЮГ 120 МГц 

ГТ310Д, ГТЗІОБ 100 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при і/цб — 5 В 
Ія- Ь мА, 1 = 5 МГц, пе более 

ГТ310А, ГТЗІОБ, ГТЗЮВ, ГТЗЮГ 300 пс 

ГТЗЮД, ГТЗЮЕ 500 пс 

Коэффициент шума при 1Укс = 5 В, /а = 1 мА, /=1,6 МГц, 
не более' 

ГТ310А, ГТЗІОБ 3 Б 

ГТЗЮВ, ГТЗЮГ, ГТЗЮД, ГТЗЮЕ 4 дБ 

Входное сопротивление в схеме ОБ при Ѵ,<в = Ъ В, / э = 

= 1 мА, не более 38 Ом 

Выходная проводимость в схеме ОБ при Ѵкь = 5 В, Іц = 

= 1 мА, 7= 50 1000 Гіі, не более 3 мкСм 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряженно коллектор — эмиттер: 

при /?»,<= 10 кОм 10 В 

при Ке» = 200 кОм. в В 

Постоянное напряжение коллектор — база 12 В 

Постоянный ток коллектора . . . 10 мА 
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Продолжение 


Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т = 


*-+35*С . .20 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда . . . 2 'С/кВт 

Температура р-п перехода +"5 °С 

Температура окружающей среды ..... — 40..+55 °С 


2ТЗПА, 2Т313Б, КТ313А, КТ313Б 

Транзисторы кремниевые эпитаксналыю-плаиарные структуры р-п-р универ* 
сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и пере- 
ключающих устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими 
выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 

2ГЗІЗ(А,Б), КТЗ!3(А,Б) 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Пкв = 10 В, /»-1 мА: 

Т = +25 *С: 

2ТЗІЗА. КТ313А 30. .120 

2ТЗІЗВ, КТЗІЗБ 80 .300 

Т = — б'.І ‘С 2ТИЗА, Г *= — 40 °С КТЗІЗА 15 120 

т 60 *С 2Т313В, Г = — 40 °С КТ313Б 30 300 

Г = — 1 25 *С 2ТЗІЗА ... 30. 240 

Г=+85Х КТЗІЗА . . 30.300 

7"= + 125 X 2Т313Б, Г = +85Х КТЗІЗБ 80.600 

Граннчпаи частота коэффициента передачи тока при 
1/ка = 20 В, /д«=50 мА, не менее . . 200 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/,<в”5 В, 

/ э =1 мА, / = 30 МГц. ис более 120 пс 

Время рассасывания при /к = 30 мА. /ві^/ві^З мА 80* ВО* 120* нс 

Граничное напряжение при /э=10 мА, не менее 50* В 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /к=150 мА, 

/„=15 мА. не более . . . 1,3 В 

Обратный ток коллектора при У кг = 50 В, не более: 

Г = +25*С . ... 0.5 мкА 

Г=+85Х КТЗІЗА, КТЗІЗБ .10 мкА 

Г = + 1 25 X 2Т313А, 2ТЗІЗБ .... .5 мкА 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Цк» = 50 В, /?«,>= 

= 1 кОм для 2Т313А, 2Т313Б, не более . . 0.5* мкА 

Обратныя ток эмиттера, при Ѵцв= 5 В. не более . 0.5 мкА 

Емкость коллекторного перехода при Укв=Ю В. не более 12 пФ 
Емкость эмнттсриого перехода при (/«в=0 25* 35* 45* пФ 
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Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«.= 
= 1 кОм . ... . ... 

Постоянное напряжение эмиттер — Саза . . 

Постоянный ток коллектора: 

без теплоотвода . . ...... 

с теплоотводом . .... 

Импульсный ток коллектора при /„<! мкс, <?> 10 

Постоянный ток базы 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
при 7<+50Х для 2Т313Л, 2Т313Б 
при 7<+25Х для КТЗІЗА, КТ313Б . .. 

при Т.^+ЗОХ для 2ТЗІЗА, 2Т313Б с теплоотводом 
Импульсная рассеиваемая мощность при /„ ^ I мкс, 
0 > 10 . . . 
Тепловое сопротивление’ 
переход — среда 

переход — корпус . . , . . 

Температура р-п перехода: 

2Т313А, 2Т313Б , . . . . 

КТЗІЗА, КТ313Б 

Температура окружающей среды: 

2Т313Л. 2ТЗІЗБ * 

КТЗІЗА, КТ313Б . 


60 В 

50 В 
5 В 

350 мА 
600 мА 
700 мА 
150 мА 

300 мВт 
300 мВт 
1,5 Вт 

1 Вт 

ЭО0 с С/Вг 
80 °С/Вт 

+ 150 'С 
+ 125 'С 

-60... + 125 X 
-40 .. + 85 X 


1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В, ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В 

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры р-п-р переклю- 
чательные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и 
переключающих устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гиб- 
кими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 2,2 г. 


пзго(А-в), пт(А-в) 




Электрические параметры 

Статический коэффициент передач! тока в схеме ОЭ при 
І7лл = 1 В. /$ = 10 мА. 

Г = + 20 X 

ГТ320.Л . .... . . . 

ГТ320Б 

ГТ320В ... . . . . 

7 = 4- 25 X: 

ІТ32ПЛ . . . 

1Т320Б . . 


20. 80 
50. 120 
80 .250 

40 .100 
70... 160 
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ІТ320В 

Т=-ео°С ІТ326А, ІТ320Б. 1Т320В 


Г=+70’ С; 
ІТ320А , 


ІТ320Б 


ІТ320В 


Граничная частота коэффициента передачи тока при 
1/да=5 В, Іа— 10 мА, не менее: 

ГТ320А . . . . .... 

ГТ320Б .... 

1Т320А, ІТ320Б. ГТ320В . . 

1Т326В 

Постоянная времени цепи обратной связи при С/кк = 5 В, 
/» = 5 мА. / = 5 МГц, не более: 

ІТ320А, ГТ320А, ІТ320Б, ГТ320Б, ІТ320В 
ГТ320В ... ... 

Время рассасывания при /*=І0 мА, / в =1 мА, не более: 
ІТ320А, ІТ320Б, 1Т320В . . 

типовое значение для 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В 
ГТ320А . . . . . 

ГТ320Б . . . 

ГТ320В ... . . . 

Граничное напряжение при /а = І0 мЛ, не более' 

1Т320А . ... 

ІТ320Б 

ІТ320В ... 

типовое значение: 

ІТ320А ...... . . 

ІТ320Б ...... 

ІТ320В . . .... 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при 1к = 
= 200 мА, Ів = 20 мА, не более- 
ІТ320А, ІТ320Б, ІТ320В . 
типовое значение для 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В 
ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В . . 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /к=10 мА. 
/н=І мА, не более' 

ІТ320А. ІТ320Б. ІТ320В . . 

типовое значение для 1Т320А, 1Т320Б, ІТ320В 
ГТ320А. ГТ320Б, ГТ320В . 

Обратный ток коллектора, не более: 

при 7 = + 25°С, У яд = 20 В для 1Т320А, 1Т320Б, 

1Т320В 

при Г = + 20 *С, П кв =20 В для ГТ320А, ГТ320Б. 

ГТ32ПВ 

при Г = +20 °С, ііиб — 0 В для ГТ320А, ГТ320Б. 

ГТ320В ... ... 

при Г=+70*С, Чкб= 15 В для 1Т320А, ІТ320Б. 

ІТ320В . . ' . . 

Обратный ток эмиттера при V ч /: == 2 В. не более: 

Г = + 25 *С ІТ320А, 1Т320Б, ІТ320В 

Г = + 29 °Г ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В ... 


Продолжение 
100 .250 

От 0.6 до 1.2 зна- 
чения при Т = 
= +25 “С 

От 40 до 1.75 
значения прн Г = 
= +25 ‘С 

От 70 до 1.75 
значения при Г => 
= +25 *С 

От 100 до 2 зна- 
чений при Г = 
= +25* 


80 МГц 
120 МГц 
160 МГц 
200 МГц 


500 пс 
600 пс 

200 нс 
150* нс 
400 нс 
500 пс 
600 нс 

14 В 
12 В 
10 В 


15.5* В 
П.5* В 
II* В 


1 В 

0.43* В 

2 В 


0.45 В 
0.3* В 
0.5 В 

5 мкА 

10 мкА 

2 мкА 

150 мкА 

50 мкА 
50 мкА 
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Емкость коллекторного перехода при (/„„ = 5 В, не более 
Емкость эмиттсрного перехода при ІІ Я в = I В, не более 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база, 
при 7 = +45°С 

при 7 = +70°С . * 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при запер- 
том эмиттере: 

при 7 = +45 °С 
при 7=+70°С 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при {/»» = 
=0 для ІТ320А, 1Т320Б, ІТ320В. 

Т = 4-45 °С 
Т = + 70°С 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 7/»о = 
= 1 кОм; 


7 = +45 "С: 

ІТ320А 

ГТ320А, 1Т320Б - - . . 

ГТ320Б 
1Т320В 
ГТ320В 
Т = +70 °С: 

ІТ320А 

1Т320Б . ’ 

1Т320В .... 

Постоянное напряжение эмиттер — база: 
при 7 = +45 °С 

при 7=+70°С . . .!!!*’ 

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при Ѵ яв = 
= 0, І и = 1 мкс, С? = 1 0: 

Т = +45 °С 

7 = + 70°С . 


Импульсное напряжение коллектор — 
том эмиттере, І и = 1 мкс, 0=10 для 
1Т320В: 

7 = +45 °С 

7* = +70 °С ...... 

Постоянный ток коллектора: 
при 7 = +45 °С: 


эмиттер при запер 
1Т320А. 1Т320Б 


1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В . . . 

ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В ’ * 

при 7 = + 70 °С 1Т320А, 1Т320Б, ІТ320В ’ 
Импульсньпі ^ок коллектора при („ =5 мкс, 0=10: 

7’=+7о°с 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
при 7= +45 °С для ГТ-320 А, ГТ320Б ГТ320В 
при 7= +50 °С для 1Т320А, ІТ320Б.' ІТ320В 
при 7 = + 70 °С 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 
=5 мкс, С?=І0: 

Т = +45 °С 

г= +7о °с ■. 

Тепловое сопротивление 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В 
Температура рп перехода 
Температура окружающей среды: 

ІТ320А, ІТ320Б, ІТ320В . 

ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В . . 


« = 


П родолжение 
8 пФ 
25 пФ 


20 В 
15 В 


20 В 
15 В 


15 В 
10 В 


14 В 
12 В 

11 В 
10 В 

9 В 

12 В 
.10 В 

8 В 

3 В 
2,5 В 


25 В 
20 В 


25 В 
20 В 


200 мА 
150 мА 
100 мА 

300 мА 
250 мА 

200 мВт 
200 мВт 
100 мВт 


1 Вт 
0,7 Вт 
200 -С/Вт 
+90 °С 

— 60... + 70 ®С 
— 55... +70*0 


в -'307 
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Зависимость времени 
рассасывания от темпе- 
ратуры 


Зависимость времени 
рассасывания от темпе- 
ратуры 


1Т321 А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е, 
ГТ321 А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е 


Транзисторы германиевые конверсионные структуры р-п-р переключатель- 
ные. Предназначены для применения в переключающих устройствах. Выпускают- 
ся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывает- 
ся на корпусе. Вывод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной 
меткой. 

Масса транзистора не более 2,2 г. 


изіі(л-Е), гтзгі(А-Е) 




Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
{/ иэ = 3 В, Ік = 500 мА: 

Г = +20 °С: 

ГТ321А, ГТ321Г 

ГТ321Б, ГТ321Д 

ГТ321В, ГТ321Е 

Т=4-25°С: 

1Т321А, 1Т321Г 

1Т321Б, 1Т321Д 

1Т321В, 1Т321Е 

Т = —60 °С: 

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 


при і/кв = 8 В, /к — 1.5 мА, не менее: 
1Т321А, 1Т321Г . . . . 


20. ..60 

40.. . 120 

80.. .200 

20...60 

40.. . 120 

80. . .200 


От 0,5 до 2 значе- 
ний при Т «* 

= 4-25°С 

15 
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1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Д, 1Т321Е 
Граничная частота коэффициента передачи тока при 
и кв— 10 В, /э= 15 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при Чк В = 10 В, 
/а — 15 мА, І~5 МГц, не более 

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 
ГТ321А, ГТ321Б ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е 
Время рассасывания при / к = 700 мА, не более 
/а = 70 мА 1Т32ІА, ГТ321А, 1Т321Г, ГТ321Г 
/в = 35 мА 1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д 
/в = 1 7,5 мА 1Т321В, ГТ321В, 1Т321Е, ГТ321Е . . 

Граничное напряжение при І э = 700 мА не менее 
1Т32ІА, 1Т321Б, 1Т321В 
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при I к = 
= 700 мА, не более 

/в=Н0 мА 1Т321А, ГТ321А, 1Т321Г, ГТ32ІГ 
/б = 70 мА 1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д 

/б = 35 мА 1Т321В, ГТ321В, 1Т321Е, ГТ32ІЕ . 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /* = 700 мА 
не более * 

/б = 1 40 мА 1Т321А, ГТ321А, 1Т321Г, ГТ321Г 
/б= 70 мА 1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д 
/в = 35 мА 1Т321В, ГТ321В, 1Т321Е, ГТ321Е , . 

Обратный ток коллектора, не более 
7 = +20 °С 

(7кб = 60 В ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В 
Г/ кб=45 В ГТ321Г ГТ321Д, ГТ321Е , ’ ' 

7 = +25 °С ' * 

(7кб = 60 В 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В . . 

(7кб=45 В 1Т321Г, 1Т321Д, ІТ321Е 
(7кб = 30 В 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В 

1Т321Д, 1Т321Е 

7 = +70 °С, (/кб = 30 В 1Т321А, 1Т321Б 

1Т321Г, 1Т321Д, 1Т32ІЕ 
Обратный ток коллектор — эмиттер при /?г,= 
более- 

(7кэ = 50 В Г'Зг’А, ГТ321 А 1Т321Б, ГТ321Б 1Т321В 
ГТ321 В 

(7кэ=40 В 1Т321Г ГТ321Г 1Т321Д, ГТ321Д, 1Т321Е, 
ГТ321Е 

Емкость коллекторного перехода при (7кв = Ю В не более- 
1Т321Д, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г. 1Т321Д ІТ321Е 
ГТ321 А, ГТ32Б ГТ321В, ГТ32ІГ ГТ321Д ГТ321Е ‘ 


ІТ321Г, 
1Т321В, 
■ 100 Ом не 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база, 
при 7=+45°С 
1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В 
1Т321Г, 1Т32ІД, 1Т321Е 

при 7 = +70 °С 1Т321А, 1Т321Б, 1Т32ІВ, 1Т32ІГ 

1Т321Д, 1Т321Е ’ 

Постоянное напряжение коллектоо — эмит-ер пои 7= 
= Д-20°С, (?«.,■= 100 Ом 

1Т321А, 1Т32ІБ, 1Т321В 

1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при отклю- 
ценной базе 

ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В . 

ГТ321Г ГТ321Д, ГТ321Е , 


Продолженіи 

20 

60 МГц 


400 пс 
600 пс 

1 мкс 
1 мкс 
1 мкс 

45 В 
35 В 


2,5 В 
2,5 В 
2,5 В 


1,3 В 
1,3 В 
1,3 В 


.500 мкА 
500 мкА 

500 мкА 
500 мкА 

100 мкА 

1 2 мА 


0,8 мА 

0,8 мА 

550 пФ 
600 пФ 


60 В 
45 В 

30 В 


50 В 
40 В 


40 В 
30 В 


5’ 
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Продолжение 


Постоянное напряжение эмиттер — база 
1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В 

1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 

Импульсное напряжение коллектор — база при /„ = 

= 30 мкс 

1Т321А, 1Т321Б, .Т321В 

1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при /?т = 
= 100 Ом, іи — 30 мкс: 

1Т321А, 1Т321Б, 1Т32ІВ 
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 

Постоянный ток коллектора . 

Постоянный ток базы . 

Импульсный ток коллектора при /„ = 30 мкс 
Г = +45°С 

Г = +60'С ... . . 

Г = +70 в С 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 
ГТ321Е 

Импульсный тон базы при /„ = 30 мкс . . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

Т = +45 °С 
Г = +60'С 

Г=+70°С 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 
1Т321Е 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при („ = 
= 30 мкс: 

Т = +45 С С 
Г =+60 "С 

Г= + 70 “С 1Т321Л, 1Т32ІБ, 1Т321В, 1Т321Г, ІТ321Д, 
1Т321Е 

Тепловое сопротивление переход — среда 1Т321А, 1Т321Б, 
1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 


Температура р-п перехода: 

ГТ321 А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е 

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е 

Температура окружающей среды: 

ГТ321 А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е 

1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т32ІЕ 


4 В 
2,5 В 


60 В 
45 В 


50 В 
40 В 
200 мА 
30 мА 

2 А 
1,64 А 

1,5 А 
0,5 А 


160 мВт 
100 мВт 


60 мВт 


20 Вт 
15,2 Вт 

12 Вт 

0,25 °С/мВт 

+80 °С 
+85 °С 

—60.. .+70 в С 
— 55. ..+60 “С 


2Т321 А, 2Т321Б, 2Т321В, 2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е, 
КТ321 А, КТ321Б, КТ321В, КТ321Г, КТ321Д, КТ321Е 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р им- 
пульсные. Предназначены для применения в импульсных усилителях и пере- 
ключающих устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими 
выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 2,2 г. 


2Т32НА-Е), КТ32ЦА-Е) 



при 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ- 
при //« э = 3 В, /к = 50 мА, 7 — +25 °С- 
2Т321А, 2Т321Г, КТ321А, КТ321Г 
2Т32ІБ, 2Т321Д, КТ321Б. КТ321Д . 

2Т321В, 2Т32ІЕ, К.Т321В, КТ32ІЕ . 
при //« а = 3 В, /к = 50 мА, 7=-60°С: 

2Т32ІА, 2Т321Г 
2Т32ІБ, 2Т321Д 
2Т321В, 2Т321Е . 

при V иэ = 3 В, /к = 50 мА, 7 = 4125 °С. 

2Т321А, 2Т321Г 
2Т321Б, 2Т321Д 

2Т321В, 2Т321Е 

при И кэ = 8 В, /«=1,5 А, 7 = +25 °С не менее 
2Т32ІА, 2Т32ІГ 

2Т321Б, 2Т321В, 2Т321Д, 2Т321Е 
Граничная частота коэффициента передачи тока 
1/«в= 10 В, /э= 15 мА, не менее . . 

Постоянная времени цепи обратной связи при //« в = і6 В, 
/э=1 5 мА, [=Ь МГц, не более 

Время рассасывания при /« = 700 мА и / в = 70 мА для 
2Т32ІА, 2Т321Г, КТ32іЛ, КТ321Г, / в = 35 мА для 2Т32ІБ 
2Т321Д, КТ321Б, КТ321Д, / в = 175 мА для 2Т32ІВ 

2Т321Е, КТ321В, КТ32ІЕ, не более 
Граничное напряжение при / э = 0,5 А, не менее- 
2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В 

2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е ... ’ ! ! 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /«=' 
= 700 мА, І в = 140 мА для 2Т321А, 2Т321Г, КТ321А 

КТ321Г, / Б = 70 мА для 2Т321Б, 2Т321Д, КТ321Б КТ32ІД' 
/в = 35 мА для 2Т32І В, 2Т321Е, КТ32ІВ, КТ321Е, не более 
Напряжение насыщения база — эмиттер при /« = 700 мА 
/в = 140 мА для 2Т321А, 2Т321Г, КТ321А КТ321Г / в =’ 
= 70 мА для 2Т321Б, 2Т32ІД, КТ32ІБ, КТ321Д’ /= = 
= 35 мА для 2Т321В, 2Т321Е, КТ321В, КТ321Е, не’ более 
Обратный ток коллектора, не более: 
при 7 = +25 °С, //«Б = 7/ к Е .маке 

при 7= + 1 25 °С, І/«Б = 30 В для 2Т32ІА, 2Т321Б 

2Т321В, 2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е . ’ 

Обратный ток коллектор — эмиттер у при //«9 = //к 8 
Яв,<100 Ом для 2Т32ІА, 2Т321Б, 2Т321В 2Т32ІГ 

2Т321Д, 2Т321Е, не более ’ 

Обратный ток эмиттера при // ЭБ = 4 В, не более 1 | 

Емкость коллекторного перехода при //«б= 10 В не более- 
2Т321А, 2Т321Б, 2Т32ІВ, 2Т321Г, 2Т321Д 2Т32ІЕ 
КТ321А, КТ32ІБ, КТ321В, КТ321Г, КТ321Д, КТ321Е 
Емкость эмиттерного перехода при // В б= 0,5 В. не более 


20 ..60 

40.. . 120 
80 200 

10 .. . 120 

20.. .240 

40.. .400 

8 ... 120 

16. . .240 
32 .400 

15 

20 

60 МГц 
400 пс 


1 мкс 

45Д 
35 В 


2,5 В 


1,3 В 
100 мкА 
300 мкА 


200 мкА 
100 мкА 

40 пФ 
80 пФ 
250 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение коллектор — база: 

2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В, 2Т32ІГ, 2Т321Д, 2Т321Е 
КТ321 А. КТ321Б, КТ32І В, КТ321Г, КТ321Д, КТ321Е 
Напряжение коллектор — эмиттер при /?«»<! кОм- 

2Т321А, 2Т32ІБ, 2Т32ІВ. КТ321А. КТ321Б, КТ321В 
2Т321Г, 2Т32ІД, 2Т321Е, КТ321Г, КТ321Д, КТ32ІЕ . 
Напряжение эмиттер — база . , 

Постоянный ток коллектора . 

Постоянный ток базы , ... 


60 В 
45 В 

50 В 
40 В 
4 В 

200 мА 
30 мА 


Продолжение 


Импульсный то у коллектора 1 при /„<30 мкс, <Э>300, 


Г<45°С 2 А 

I Импульсный ток базы 0,5 А 

Постоянная или средняя рассеиваемая мощность коллек- 
тора при 7‘<45°С . . 210 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора 1 при 

/„<30 мкс, <?>300, 7'<45°С 20 Вт 

Тепловое сопротивление переход — среда . ... 0,5°С/Вт 

Температура р-п перехода 4-150'С 

Температура окружающей среды — 60...+ 125 "С 


1 В диапазоне температур +45...+ 125 °С допустимые значения импульсного е ТОк* 
коллектора и импульсной рассеиваемой мощности снижаются линейно на 0,01 А/*С 8 
0,18 Вт/ 1 С соответственно. 


ГТ322А, ГТ322Б, ГТ322В 

Транзисторы, германиевые диффузионно-сплавные структуры р-л-р усилитель- 
ные с нормированным коэффициентом шума. Предназначены для применения 
в усилителях промежуточной и высокой частот. Выпускаются в металлостсклян- 
ном корпусе с гибкими выводами. Корпус транзистора электрически соединен 
с дополнительным (четвертым) выводом и может быть использован в качестве 
экрана. Выводы эмиттера, базы и коллектора электрически изолированы от кор- 
пуса транзистора. 

Масса транзистора не более 0,6 г. 

ГТ 322 (А- В) 



Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 


1 103/А 

ГТ322Б 50... 120 

ГТ322В 20... 120 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
И ки =Ь В, /э = 1 мА, не менее: 

ГТ322А, ГТ322Б 80 МГц 

ГТ322В 50 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при 6/«в = 5 В, 

/ 0 = 1 мА, І—Ъ МГц, не более: 

ГТ322А 50 нс 

ГТ322Б 100 пс 

ГТ322В 200 пс 

Коэффициент шума при II ке = 5 В, / 0 = 1 мА, /—1,6 МГц, 

не более . , 4 дБ 

Обратный ток коллектора при //,(6=10 В. не более: 

Г = +20°С 4 мкА 
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П родолжение 


Г = +55°С .... 100 мкА 

Входное сопротивление в схеме ОБ при 6 ч“5 В, /» = 

= 1 мА, / = 50... 1 000 Гц, не более .... 34 Ом 

Выходная проводимость в схеме ОБ при (7яэ = 5 В, 

/в = 1 мА, /=50...1000 Гц, не более 1 мкСм 

емкость коллекторного перехода при 1!кб=Ъ В, не более: 

ГТ322А, ГТ322Б 1,8 пФ 

ГТ322В . . . . 5 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 
при Г=+55“С, =10 кОм: 

ГТ322А, ГТ322В 

ГТ322Б , . 

при 7'=+20°С, /?<!., = 10 кОм: 

Постоянное напряжение коллектор — база 

Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г=+25°С . . 

при Т = +55 

Тепловое сопротивление переход — среда . . . . . 

Температура р-я перехода: 

ГТ322А, ГТ322В 

ГТ322Б . . 

Температура окружающей среды 


10 В 
6 В 
15 В 
25 В 
10 мА 

50 мВт 
10 мВт 
0,7°С/мВт 

+65 °С 
+60 “С 
— 40...+55 °С 



Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 


1Т335А, 1Т335Б, 1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д 

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры р-л-р СВЧ пе- 
реключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора 
указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 2,2 г. 

4Т335( А-Д) 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
6-чв = 3 В, Ів — 50 мА 
7=+25Т 
1Т335Л, 1Т335В 

1Т335Б, 1Т335Г 

1Т335Д 
7 = — 60 °С 


7 = -т-70 X. 

1Т335А 1Т335В 


1Т335Б, 1Т335Г 1Т335Д 


Грзничиая частота коэффициента передачи тока при 
Б'хв=5 В, Іэ = 10 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ун в — 5 В, 
8 =5 мА, 1=5 МГц, не более 

Бремя рассасывания при /,, = 10 мА, /в = Ѳ,5 мА, не более: 
1Т335А ... 

1Т335В, 1Т335Д • . 

типовое значение: 

1Т335А • » 

1Т335В, 1Т335Д ... . . 

Граничное напряжение при / э = 1 0 мА, не менее 

1Т335А, 1Т335Б . . - - 

1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д .... . . . 


при /«■ 


типовое значение: 

1Т335А, 1Т335Б . 

1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
= 250 мА, /в = 25 мА, не более: 

1 Т335А, 1Т335Б . . . 

1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д 

типовое значение • • • • 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /н=Ю мА, 

1 Е - 1 мА, не более 
типовое значение 

Обратный ток коллектора, не более: 

7= +25 ‘С, V кв-20 В . 

7 = +70 е С, Уяв = 15 В . 

Обратный ток эмиттера, не более: 

1Т335А, 1Т335Б, 1Т335В, 1Т335Г- 

Уэв = 2,5 В 

Уэв = 3 В 

1Т335Д: 

Уэв = 2 В 

Увв = 3 В 

Емкость коллекторного перехода при Ѵкв = 5 В, не более: 
1Т335А, 1Т335Б . . . 

1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д .... 

Емкость эмиттерного перехода при Не в=1 В. не более 


40.. .70 

60.. . 100 
50... 100 

От 0,6 до 1,4 зна- 
чения прѵ 7= 

= +25 “С 

От 0,9 до 1,5 зна- 
чения при 7= 

= + 25 С С 

От 0,9 до 1,7 зна- 
чения при 7 = 

= +25 °С 

300 МГц 

700 пс 

100 нс 
150 нс 

75* нс 
82*нс 

13 В 
10 В 

14,5* В 
12,5* В 


2 В 
1,5 В 
0,72* В 

0,45 В 
0,36* В 

10 мкА 
100 мкА 


5 мА 
10 мА 

60 мкА 
1 мА 

8,5 пФ 
10 пФ 
35 мФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база: 
7 = + 45 С С . . 

I = + 70 °С 


20 В 
15 В 
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П родоПчсениа 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Ѵкв = 

= 0,5 В: 

7=+45°С . . ... ... 19 В 

7= + 70°С ... . НВ 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«, = 

= 1 кОм: 

1Т335А, 1Т335Б: 

7=+45°С 17 В 

7"= +70 °С 14 В 

1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д: 

7 = +45 С С . н В 

7 = +70 °С . . 11 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база' 

7 = +45 'С ЗВ 

7 = +70 °С . 2,5 В 

Импульсное напряжение коллектор — база при ІЗвб-2 В, 

/„=10 мкс, 0=10: 

1Т335А, 1Т335Б: 

7 = +45 'С 35 В 

7 = +70 °С . 30 В 

1Т335В, 1Т335Г, 1Т335Д: 

7 = +45 °С . 30 В 

7 = + 70 “С . ... 25 В 

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при {/ав= 

= 0,5 В, /„ = 10 мкс, <? = 10- 

7 = + 45 С С . . 25 В 

7 = +70 С С . .... 20 В 

Импульсное напряжение эмиттер — база при /„ = 250 мкс, 

0=Ю: 

7=+45'С 4 В 

7 = + 70 °С . 3,5 В 

Постоянный ток коллектора: 

7 = +45 С С . . 150 мА 

7 = + 70 °С . . . 100 мА 

Импульсный ток коллектора при /„ = 50 мкс, 0 = 5: 

7 = +45 С С . . 250 мА 

7 = +70 °С .... . . 150 мА 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при Окэ = 

= 4/нэо,<р, /„ = 50 мкс, 0 = 5: 

7= +60 'С . . . . 500 мВт 

7 = +70 °С ... . . .... 350 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда 300°С/Вт 

Температура р-п перехода +90 °С 

Температура окружающей среды — 60...+70°С 


#кэ,„м . В 

1,0 
0.0 
0,0 
0,4 
0.2 

0 50 100 150 200 0 . пЛ 




-00-40-20 0 20 40Т,°С 


нас, в 

1,2 
1.0 
0.8 
0,0 
0.4 

О 50 100 150 200 / к , пА 


ПЗЗМ'а-В) 

















✓ 

/ Ч /' 

6 














Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер от тока 
коллектора 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер от тем- 
пературы 


Зависимость напряже- 
ния насыщения база — 
эмиттер от тока кол- 
лектора 
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О рас і НС 


ірас , ИКС 


^ВЗ.нис. В 


0,7 

0.6 

0.6 

0,6 

0.3 




1 

и = 'о* 

іА 




А 



ІТ. 

Пб'(А-Д) 






















60-60-20 0 20 60Т°С 




■во- чо -го о го ьот.'с 


М 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 



1Т335(А-Д) 



Г к « 200 пА 




і а. 

- го 

нА 



-'5. 

•‘О 







40 * 

А 














-бо-м-го о го <*о т;с 


Зависимость напряжения 
насыщения база — эмит- 
тер от температуры 


Зависимости времени 
рассасывания от темпе- 
ратуры 


Зависимости времени 
рассасывания от темпе- 
ратуры 


ГТ338А, ГТ338Б, ГТ338В 

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры р-п-р лавинные. 
Предназначены для применения в быстродействующих импульсных устройствах. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора 
указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 1,2 г. 


ГТ338(А - 0 ) 



Электрические параметры 

Напряжение лавинного пробоя при /?„ = 75 Ом, С*=40... 


60 пФ, /=15 кГц, не менее: 

ГТ338А 8 В 

ГТ338Б 13 В 

ГТ338В 5 В 

Время нарастания импульса при С/ка = 20 В, /?„ = 75 Ом, 

/ = 15 кГц, не более . . 1 нс 

Обратный ток коллектора при = 20 В, не более . . 30 мкА 

Обратный ток коллектор — эмиттер при І/ка = 20 В, Ка,= 

■=200 Ом, не более 1 мА 

Емкость коллекторного перехода при Ухв = Ь В. не более 2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение коллектор — эмиттер при /?а.=200 Ом 
Ток коллектора в лавинном режиме 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора , . . 

Тепловое сопротивление переход — среда 


20 В 
1 А 

100 мВт 
0.6 “С/мВт 
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Температура р-п перехода . 
Температура окружающей среды 


Продолжение 

+85 “С 
— 40.. .+55 “С 


КТ343А, КТ343Б, КТ343В 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные, структуры р-п-р унв* 
версальные. Предназначены для применения в усилителях и генераторах вы- 
сокой и низкой частот, переключающих и импульсных устройствах. Выпускают- 
ся в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается 
на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 

ктз(А-в) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
V кв = 0,3 В, /а = 10 мА, не менее: 

Т = +25 и +85 °С КТ343А, КТ343В 

Г= + 25 и +85 °С КТ343Б 

Т= — 40 °С КТ343А, КТ343В 

Т =- 40 °С КТ343Б 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

Чкв~Ъ В, /э=10 мА, не менее 

Время рассасывания при / к = 10 мА, / а =1 мА, не более: 
КТ343А, КТ343В ... , . 

КТ343Б * ' ' 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /*=■ 

= 10 мА, /в=1 мА, не более 

Обратный ток коллектора при і ! к в =10 В для КТ343А, 
КТ343Б и Ѵкб = 7 В для КТ343В, не более: 

7‘=+25°С 

г=+85 X ; ; 

Обратный ток коллектор — эмиттер при /?«.= І0кОм[ 

Пка = Пкэ.лояс, не более 

Обратный ток эмиттера при 0эп=4 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при 0кб = 5 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при Пав = 0, ие более 


30 

50 

15 

25 

300 МГц 

10 пс 
20 пс 

0,3 В 


1 мкА 
10 мкА 

100 мкА 
100 мкА 
6 пФ 
8 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?„,< 
<10 кОм: 

КТ343А, КТ343Б 

КТ343В ; 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора 


17 В 
9 В 
4 В 
50 мА 
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Имп\льспый ток коллектора при 1„<10 мкс, <?>500 
Ппс-ояяиая рассеиваемая мощность коллектора: 

Г<-(-'0Ч . . . . . 

Т — +85 Ч 

Тепловое сопротивление переход — среда . 
Температура р п перехода 
Температѵра окр\ жающеГі среды 


Продолжение 
150 мА 

150 мВт 
130 мВт 
0,5 °С/мВт 
+ 150 °С 
-40 +85 °С 


КТ350А 


Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры р-п-р универ- 
сальный Предназначен для применения в усилителях высокой частоты и пере- 
ключающих устройствах Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими вы- 
водами На корпусе наносится условная маркировка двумя точками серого 
и розового цвета 

Масса транзистора нс более 0,3 г 


КГ 350 А 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ мри 


{/„„=[ в, ь = 500 мА: 




Г = +25 С 



20. ..70*. ..200 

Г= — 40 °С . . 

• 


0,5 значения при 
Т = 4-25 °С 

Г - + 85 °С 



От 0.9 до 2 зіі а іс- 
нніі при Т = 

= 4-25 °С 

Граничная частота коэффициента передачи 
І/ігв-Б В, /э = Ю мА, не менее 

тока 

при 

100 МГц 

типовое значение 



280* МГц 

Наприжсппе насыщения коллектор — эмиттер 
= 500 мА, Ів= 50 мА, не более 

при 

/(Г- 

1 В 

типовое значение 



0,19* В 

Напряжение насыщения база — эмиттер при 1 
1 с = 50 мА, не более . 

в - 500 

м Л 

1,25 В 

типовое значение 



0,92* В 

Обратный ток коллектора при і/#св=10 В не более 



Т = +25 °С 



1 мкА 

Т = +85 “С . . 



15 мкА 

Обратный ток эмиттера при і/ѳг,*= 4 В не более 



10 мкА 
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Продолжен ие 


Емкость коллекторного перехода при Ѵкс = Ь В, не более 70 пФ 
типовое значение 12* пФ 

Емкость эмпттериого перехода при ІІэс= 1 В, не более 100 пФ 
типовое значение 68* ПФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 20 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
<10 кОм 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 5 В 

Импульсным ток коллектора при / и ^1 мс, <3^10 . 600 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 

при Г <4-30 X 300 мВт 

при 7 = + 85 С С 162,5 мВт 

Тепловое сопротивление переход — сре ;а 0,4 Х/мВт 

Температура р-п перехода -4- 1 50 С С 

Температура окружающей среды . — 40...+85 °С 


В диапазоне температур +30 + «5 , С допустимое значение рассенваемоЛ мощности 
снижается линейно 


Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса ■транзистора с ра- 
диусом закругления 1,5. ..2 мм. 

Минимально допустимое расстояние от места панки выводов до корпуса 
5 мм при температуре не выше +250 С С и длительности ие более 10 с. Темпе- 
ратура корпуса при иаГіке ие должна превышать + 150°С. 


КТ351А, КТ351Б 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универ- 
сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой часоты и пере- 
ключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими вы- 
водами. На корпусе наносится условная маркировка двумя цветными точками: 
КТ351Л — желтой и розовой, КТ351Б — двумя желтыми. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 


НТ35І(А, Б) 
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Электрические параметры 

С *а т ический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
( , г = 1 В /а =300 мА 
7 = * 25 °С 


КТ351А 


20 .52* 80 

КТ351о 


50 70* 200 

Г = — 40 с ( не менее 


0,4 значения 



Т = Д-25 “С 

Т - -4-85 °С 


От 0,9 до 2 



чені й при Т 



= +25 °С 

Трагичная частота коэффициента передачи тока 

при 


ц ( =5 В, 7э=Ю мА, не менее 


200 МГц 

типовое значение 


430* МГц 

напряжение насыщения коллектор — эмиттер при 

/я = 


ТОО мА 



/в =50 мА КТ351А, не более 


0,6 В 

типовое значение 


0,35* В 

7в=10 мА, КТ351Б, не более 


0,9 В 

типовое значение 


0 46* В 

напряжение насыщения база — эмиттер при /я = 400 мА 


/с = 50 мА КТ351А, не более 


1.2 В 

типовое значение 


0 9* В 

/б=Ю мА КТ351Б, не более 

, , 

1 1 В 

типовое значение 


0,89* В 

ООратный ток квллектора при Укв = Ю В, не более: 


7"= +25 °С 

в в 

1 мкА 

7"= +85 °С 

. , 

15 мкА 

Обратный ток эмиттера при Ѵвв = 4 В, не более 


10 мкА 

Емкость коллекторного перехода при 11 кв — 5 В не 

более 

20 пФ 

типовое значение 


9* нФ 

Емкость эмнттерного перехода при 11 эв = 1 В не 

более 

30 нФ 

типовое значение 


20* нФ 


при 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 20 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 7?»,^ 

< 10 кОм 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 5 В 

Импѵльсный ток коллектора при мс, О>10 . 400 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 

Т <4-30 “С 300 мВт 

Т =+85 °С 162,5 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда .. 0 4 г с/«Вт 

Температура р-п перехода + 150°С 

Температура окружающей среды , —40 +85 °С 


В диапазоне температур +30 +85 °С допустимое значение рассеиваемой мощности 
снижается линейно 

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с ра 
диусом закругления 1,5. ..2 мм 

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 
5 мм при температуре не выше +250 °С и длительности не более 10 с Темпе 
ратура корпуса при пайке не должна превышать +150°С 
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КТ352А, КТ352Б 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универ- 
сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и пе- 
реключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими 
выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя цветными точ* 
ками: КТ352А — зеленой и розовой, КТ352Б — зеленой и желтой 
Масса транзистора не более 0,3 г. 


ВфВ 

05.2 


КТ352 (А. Б) 

5.2 Н.5 




Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Укб = 1 В, /а = 200 мА: 

Г=+25 С С: 

КТ352А 

КТ352Б 

Г = — 40 °С, не менее ... .... , 

Т = +85 °С 


Граничная частота коэффициента передачи тока при 

12кб=5 В, /э = 10 мА, не менее 

типовое значение 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 
= 200 мА, /в = 20 мА для КТ352А, / Б = 3 мА для КТ352Б, 

не более 

типовое значение 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /к = 200 мА, 
/б = 20 мА, для КТ352А, іб — 3 мА для КТ352Б, не более 

типовое значение . . . , 

Обратный ток коллектора при С/кб = 10 В, не более: 

Г=+25°С 

Т = +85 'С 

Обратный ток эмиттера при Ѵвб = 4 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при іікб = 5 В, не более 

типовое значение 

Емкость эмнттерного перехода при УаБ=1 В, не более 
типовое значение . 


25.. .65* . 120 

70.. . 1 15*. ..300 

0,3 значения при 
Т=+ 25 °С 
От 0,9 до 2 значе- 
ний при Т = 

= +25 °С 

200 МГц 
450* МГц 


0,6 В 
0,37*В 

1.1 В 
0,81* В 

1 мкА 
10 мкА 
10 мкА 
15 пФ 
9,5* пФ 
30 пФ 
20* пФ 
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Постоянное 
^ 10 кОм 
Постоянное 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база 
п напряжение коллектор — эмиттер при 

напряжение эмиттер — база 
Импульсный ток коллектора при /„<1 мс, (?>10 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 

г^+зоч; ' 

Г = + 85 °С 

Тептовос сопротпв тонне переход — среда 
Тсѵператѵра р п перехода 
Температура окружающей среды 


20 В 

15 В 
5 В 
200 мА 

300 мВт 
162,5 мВт 
0,4 °С/мВт 
+ 1 50 °С 
-40 +85 °С 


В диапазоне температур +30 
снимается линейно 


+ 85 ‘С допустимое значение рассеиааемоП мощности 


Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с ра- 
диусом закругления 1,5. .2 мм нт 

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 
мм при температуре не выше +269 °С и длительности не более 10 с Темпе 
ратура корпуса при папке не должна превышать +150°С 


КТ357А, КТ357Б, КТ357В, КТ357Г 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р унннер 
сальные Предназначены для применения в, усилителях высокой частоты и г*е 
реключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими 
ьиіюдаіли Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 0,2 г 



К7357 (А Г) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ поп 
(Укс^О.б В, Ік — 10 мА: 

Г = + 25 °С: 

КТ357А, КТ357В 

КТ357Б, КТ357Г 

Г = +85 °С 

КТ357А, КТ357В . ... 

КТ357Б, КТ357Г . . . 

Т = —40 °С: 

КТ357А, КТ357В . . 

КТ357Б, КТ357Г 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
77ке = 5 В, /д = 10 мА, не менее 

Время рассасывания при / К -І0 мА / с = 1 мА не более 


20 100 
60 300 

20 250 
60 750 

8 . 100 
20. 300 

300 МГц 
150 нс 


.744 


П родолжение 


Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 
= 10 мА, / в=1 мА, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / к =10мА, 
/с= 1 мА, не более 

Обратный ток коллектора при Чкс^Чк а махе, не более: 
Г = + 25 и -40 °С 

Т = + 85 ”С . , . 

Обратный ток эмиттера при Ч Э п = 3,5 В. не более 
Емкость коллекторного перехода при Ч с к = 5 В, не более 
Емкость эмнттерного перехода при Ч Я б = 0, не более 


0,3 В 

1 В 

5 мкА 
40 мкА 
5 мкА 
7 пФ 
10 нФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — 


эмиттер: 

КТ357А 1 КТ357Б 6 В 

КТ357В, КТ357Г 20 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 3,5 В 

Постоянный ток коллектора . . .... 40 мА 

Импульсный ток коллектора при ?„<| мкс .... 80 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

7<+50“С . .... 100 мВт 

Т = +85 °С , 50 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 

мкс . 200 мВт 

т епловос сопротивление переход — среда . . . 0,7°С/мВт 

Температура рп перехода ... . . + 120°С 

Температура окружающей среды — 40. .-(-85 °С 


В диапазоне температур +50 + 85 ’С допустимое значение рассеноземой мощности 
снижается линейно. 


Допускается трехкратный изгиб выводов не ближе 3 мм от корпуса тран 
зистора с радиусом закругления не менее I мм. 

Максимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 
5 мм при температуре не выше +260 'С и длительности не более 10 с. 



0 ГО го 30 40 / к , нА 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 


^кэе.моис/ 0кэ. «оке 



Зависимости максималь- 
но допустимого посто- 
янного напряжения кол- 
лектор — эмиттер от со- 
противления база — 

эмиттер 
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КТ361 А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е 


КТЗбі(А-Е) 



Транзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные структуры 
р-п-р усилительные. Предназначе- 
ны дли применения в усилителях 
высокой частоты. Выпускаются в 
пластмассовом корпусе с гибкими 
выводами. Тип прибора указыва- 
ется в этикетке. 

Масса транзистора не более 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
10 В, / э = 1 мА: 

7=425 “С: 


КТ361А, КТ361Д .... 

КТ361Б. КТ361Г, КТ361Е 

КТ361В . . . 

7=4100 °С: ' - - - . 

КТ361А, КТ361Д . . . 

КТ36ІБ. КТ361Г, КТ361Е 

КТ361В ' ' 

7 = — 60 ”С: 

КТ361А. КТ361Д 

КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е 

КТ361В 

Граничная частота коэффициента передачи тока пр 

Ока — 10 В, 1э ~ 5 мА, не - менее _ 

Постоянная времени цепи обратной связи при ІУ Н в= 10 В 
/э = 5 мА, 1=5 МГц, не более: 

КТ361А, КТ361Б, КТ361Г .... 

КТ361В, КТ361Е 

КТ361Д ‘ ' 

Обратный ток коллектора при і! кс = 10 В, не более- 
Г = +25 и -60 °С .... 

Г = 4100°С ‘ ' 

Обратный ток коллектор — эмиттер при /? а .= Ю кОм 

Г/нэ = Укэ.макс, не более 

Емкость коллекторного перехода при Укб=Ю В не более 
КТ361А, КТ361Б .... 

КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ36ІЕ . . . ! 


20.90 

50. . .350 

40.. . 160 

20. .250 

50. . .500 

20. . 300 

10.. . 90 

15. . 350 

10.. . 160 

250 МГц 


500 пс 
1000 пс 
250 пс 

1 мкА 
25 мкА 

1 мкА 

9 пФ 
7 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — 
эмиттер 1 при /?в,= 10 кОм: 

7 <435 °С: 

КТ361А 

КТ361Б 

КТ361В, КТ361Д 

КТ361Г, КТ361Е 

7=4100 °С: 

КТ361А 

КТ361Б 


25 В 
20 В 
40 В 
35 В 

20 В 
15 В 
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КТ361В, К.Т361Д . . 

КТ361Г, КТ361Е 

Постоянное напряжение база — эмиттер 
Постоянный ток коллектора 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 
при Т^+35°С 
при 7'= + 100°С , 

Температура р-п перехода . . 

Температура окружающей среды 


Продолжение 

35 В 
30 В 
4 ,В 
50 мА 


150 мВт 
30 мВт 
+ 120 °С 
-60 ..+100 °С 


В диапазоне температур +35...+ 100 "С допустимые значения рассеиваемой мощно- 
сти и напряжения коллектор — эмиттер снижаются линейно. 


Допускается трехкратный изгиб выводов не 
ближе 2 мм от корпуса транзистора с радиусом 
закругления 1,5. .2 мм 

Минимально допустимое расстояние от места 
пайки выводов до корпуса 2 мм. 


Зависимости статического коэффициента передачи тока 
от тока эмиттера 


Л ЛЗ 

ПО 
ПО 
100 
во 
во 

О 20 10 60 801 3 ,пА 



II, 


Ив 

не 
0.1 
из 
нг 

-60-30 О 30 60 90 Т.°С 0 5 ІО II 20 1 3 , нА О 1 в 12 16 I,, нА 



• 20 пА 




V 

2 пА 








ктзенд, е) 














КТ 361 (А- Г) 



Зависимости напряже 
ння насыщения коллек- 
тор — эмиттер от темпе 
ратуры 


Зависимость граничной 
частоты от тока эмит 
тера 


Зависимости постоянной 
времени цепи обратной 
связи от тока эмит- 
тера 


2Т364А-2, КТ364Б-2, 2Т364В-2, 
КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2 

Транзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные структуры 
р-п-р переключательные. Пред- 
назначены для применения в пере- 
ключающих устройствах гермети- 
зированной аппаратуры. Бескор- 
пусные на кристаллодержателе с 
гибкими выводами и защитным 
покрытием. Выпускаются в инди- 
видуальной сопроводительной та- 
ре Тип прибора указывается на 
сопроводительной таре. 

Масса транзистора не более 
0,006 г. 


гтт(А 2 -в-г), кгзеч(А- 2 -вг) 


5 Й 


о: 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
(7яв=1 В, 7э=100 мА 
Г= + 25°С: 

2Т364А-2, КТ364А-2 . 

2Т364Б-2, КТ364Б-2 . . 

2Т364В-2, КТ364В-2 . 

Г=- 60 °С 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2, не менее 
Т=— 40 °С КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2, не менее 
Т = +85 °С, не более 

Граничная частота коэффициента передачи тока при і/яв = 
■=2 В, Іо = 10 мА, не менее . 
типовое значение 

Постоянная времени цепи обратной связи при Чкв — 2 В, 
/» = 5 мА, /= 5 МГц, не более 
типовое значение 

Время рассасывания при /я = 100 мА, /ві = /д2=10 мА, не 
более: 

2Т364А-2, КТ362А-2 ... 

2Т364Б-2 . . 

2Т364В-2 . 

КТ364Б-2 . . 

КТ364В-2 . 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 
= 100 мА, іб =10 мА, не более 
типовое значение . 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /я = 100 мА, 
/б=10 мА, не более . 

типовое значение . • • 

Обратный ток коллектора при Г/иб = 25 В, не более: 

Т = +25 °С . . . . . . 

Т — +85 °С ... 

Обратный ток эмиттера при і/эв=5 В, не более: 

Г=+25°С . . . • . . . 

Г=+85°С . • . . , . 

Емкость коллекторного перехода при 1)ис = 5 В, не более 
типовое значение .... 

Емкость эмиттерного перехода при Г , ев = 0, не более 
типовое значение 


20. . 70 

40. . 120 

80. . 240 

0,3 значения при 

Г = + 25 °С 

0,3 значения при 

Т — +25 °С 

2,5 значения при 

Г=+25*С 

250 МГц 
350* МГц 

500 пс 
120*пс 


100 нс 
130 нс 
160 нс 
180 нс 
230 нс 

0,3 В 
0,15* В 

1,1 В 
0,9* В 

1 мкА 
10 мкА 

1 мкА 
10 мкА 
15 пФ 
7* пФ 
30 пФ 
14* пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база . . . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 


^10 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер база . . . 

Постоянный ток коллектора • • 

Импульсный ток коллектора при мкс, <3^10 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора. 

при 7" 5^+25 

при 

Тепловое сопротивление переход — подложка . . . 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды: 

2Т364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2 

КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2 


25 В 

20 В 
5 В 

200 мА 
400 мА 

30 мВт 
12 мВт 
3,3 °С/мВт 
+ 125 *С 

— 60...+85 °С 
—40.. .+85 °С 
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О 50 ЮО № 200 / э , пА 



-60-30 0 30 60 90Т,°С 



О 20 40 60 во / к , нА 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере* 
дачи тока от тока 
амиттера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер от тока 
коллектора 


ІЛо 

ПО 

но 

150 
НО 
150 

■60-50 0 50 60 90 Г, ’С 


гтзб9(А г - в г) 

КТ№(А г- В 2)^ 













/5 • Ю нА 








УбЭ, «ос , в 


Оп. «ос • О 


1,05 
1,00 
0,95 
0,90 
0.85 

О 20 і>0 60 80 І00І л ,пА -60 -50 0 50 60 90 СС 


ПЗ$9(А2-В-2) 


КГ369(А : 2-В-2) 















-- /0 

1 Н) 




! 6 3 10 нА 





2Ш9(А 2-в'г ) 


КТ369(А2-В2) 
















/ 5 * 10 п А 








Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
эмиттер от температуры 


Зависимость напряжения 
насыщения база — эмит- 
тер от тока коллектора 


Зависимость напряжения 
насыщения база — эмит- 
тер от температуры 


КТ380А, КТ380Б, КТ380В 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-пр универ- 
сальные. Предназначены для применении в усилителях высокой частоты и пе- 
реключающих устройствах герметизированной аппаратуры. Бескорпусные с гиб- 


КТЗВО(А-В) 

I I 



Вага 
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кимн выводами и защитным покрытием. Транзисторы помещаются в герметич- 
вую упаковку. Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 0,01 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
V не = 0,3 В, /э = 10 мА: 

Т = +25 °С: 

КТ380А, КТ380В 

КТ380Б 

Г=+85 °С: 

КТ380А, КТ380В 

КТ380Б 

Г=— 45*С: 

КТ380А, КТ380В 

КТ380Б 

Граничная частота коэффициента передачи тока при Укв = 

= 2 В, /а = 5 мА, не менее 

Время рассасывания при /к = 10 мА, / в =1 мА, не более: 

КТ380А, КТ380В 

КТ380Б 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* = 

-10 мА, /б= I мА, не более 

Обратный ток коллектора КТ380А, КТ380Б при Уко=10 В 
и КТ380В при Укб = 7 В, не более: 

Г«+25”С 

Г- +85 “С 

Обратный ток коллектор — эмиттер при /?«,= 10 кОм, 
(Укв-17 В для КТ380А, КТ380Б, и У„э = 9 В для 

КТ380В, не более . 

Емкость коллекторного перехода при У Н б = 5 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при Ѵе б = 0, не более 


30. 90 

50.. . 150 

30.. . 180 

50.. .300 

15.. .90 
25.150 

300 МГц 


10 нс 
20 нс 

0,3 В 


1 мкА 
10 мкА 


100 мкА 
6 пФ 
8 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?$.= 

= 10 кОм: 

КТ380А, КТ380Б 17 В 

КТ380В 9 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 4 В 

Постоянный ток коллектора ': 

Т = +25 °С 10 мА 

Г=+85°С 5 мА 

Импульсный ток коллектора при /„^100 мкс, 0^5 25 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

7’<25°С 15 мВТ 

Т = +85 °С 5 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при 

<100 мкс, <Э>5 50 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда . , . . , 3° С/м Вт 

Температура р-п перехода +100 °С 

Температура окружающей среды — 45...+85 °С 


1 В диапазоне температур +25..+85 °С допустимое значение постоянного тока кол* 
лектора снижается линейно. 


150 


V паке • нВ 7 


50 

ЬО 

50 

20 

10 


КТ380(А-В) 





а*юо 




- 10 

-5 




0’ 

г 















Зависимости максималь- 
но допустимой импульс- 
ной рассеиваемой мощ- 
ности от длительности 
импульса 


І0' } ІО" 1 Ю' 1 10' г ІО' 1 і„с 


ВО 

10 

60 
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Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — эмит- 
тер 


Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
эмиттер от температуры 


2Т388А-2, 2Т388АМ-2, КТ388Б-2, КТ388БМ-2 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универ- 
сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты, им- 
пульсных и переключающих устройствах герметизированной аппаратуры. Бес- 
корпусные на металлическом кристаллодержателе и без кристаллодержателя 
(2Т388А-2, КТ388Б-2). Выпускаются в сопроводительной таре с возможностью 
измерения параметров без извлечения их из тары. Коллектор электрически 
соединен с кристаллодержателем. Тип прибора указывается на корпусе сопро- 
водительной тары. 

Масса транзистора не более 0,01 г. 


1,2 


м 


гтшАп-г, ктшБп-г 

1,5 


У 


/ ! \ •ч. 

база Коллектор Эпиттев 



база Коллектор Злиттер 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тека в схеме ОЭ при 
/7нэ=1 В, 1ѳ= 120 мА. 

Т - +25 °С . . . . . 

7*= + 125 с С ... . . 

Г=-60°С 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
ІІив - 5 В, 1к = 30 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при ІІкв — ^0 В, 
/, = 30 мА, 1 = 30 МГц . 

Время рассасывания при /« = 100 мА, /ві = /вг = 10 мА, 
не Солее: 

2Т388А-2, 2Т388АМ-2 . . . 

КТ388Б-2, КТ388БМ-2 

Время выключения при /к = 1 20 мА, /в=12 мА 
Время включения при /* = 120 мА, /в=12 мА 
Граничное напряжение при /э=10 мА, не менее 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /к = 
= 120 мА, /в=12 мА, не более: 

2Т388А-2, 2Т388АМ-2 .... 

КТ388Б-2, КТ388БМ-2 . . . 

Напряжение насыщения база — эмиттер при Ік = 120 мА, 
/в=12 мА, не более: 

2Т388А-2, 2Т388АМ-2 . . . . . 

КТ388Б-2, КТ388БМ-2 . . . 

Обратный ток коллектора при і/кв = 50 В, не более: 

Г= + 25°С 

Г = + 1 25 'С . 

Обратный ток коллектор — эмиттер Уяэ = 50 В, Ло,= 
= 1 кОм, не более . 

Обратный ток эмиттера при і/эв = 4,5 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при I! и в=Ю В, не более: 
2Т388А-2, 2Т388АМ-2 . . . . 

КТ388Б-2, КТ388БМ-2 . 

Емкость эмиттерного перехода при С/вв=0,5 В, не более: 

2Т388А-2, 2Т388АМ-2 

КТ388Б-2, КТ388БМ-2 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«,< 

і кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора ... ■ 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при К т = 
= 183 °С/Вт: 

Г^+вО'С . ... 

Г = + 1 25 "С . . 

Температура р-п перехода . . . . . 

Температура окружающей среди ... . . . 


25.. . 100 

25.. .200 

10.. . 100 

250 МГц 
60* пс 


60 нс 
120 нс 
75* нс 
30*нс 
50 В 


0.6 В 
1 В 


1.2 В 

1.3 В 

2 мкА 
10 мкА 

2 мкА 
2 мкА 

7 пФ 
10 пФ 

25 пФ 
30 пФ 


50 В 

50 В 
4,5 В 
250 мА 


0,3 Вт 
0,055 Вт 
+ 135 °С 
-60. +125°С 
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О 50 100 150 200 / 9 , пА 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 



О 5 10 )5 20 ІІ К9 , В 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — эмиттер 



О 50 100 /50 200 / и , пА 


Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
эмиттер от тока кол- 
лектора 


О 63 . >01 8 
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Зависимость напряжения 
насыщения база — эмит- 
тер от тока коллектора 


Зависимость граничной 
частоты от тока кол- 
лектора 


Зависимость граничной 
частоты от напряжения 
коллектор — эмиттер 


КТ3104А, КТ3104Б, КТ3104В, КТ3104Г, КТ3104Д, КТ3104Е 


Транзисторы кремниевые планар- 
ные структуры р-п-р усилительные 
с нормированным коэффициентом шу- 
ма на частоте 60 МГц. Предназна- 
чены для применения во входных и 
последующих каскадах УВЧ герме- 
тизированной аппаратуры. Бескорпус- 
ные с гибкими выводами и защитным 
покрытием. Тип прибора указыва- 
ется в этикетке. 

Масса транзистора не более 
0,01 г. 


МЗЮЧ(А-Е) 


0.7 
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Электрические параметры 


^татичеекий коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
{/*в=1 В, / 8 = 2 мА: 

Г = +25 °С 

КТ3104А, КТ3104Г 15. 90 

КТ3104Б, КТ3104Д 50 .150 

КТ3104В, КТ3104Е 70. ..280 

Г = —60 “С: 

КТ3104А, КТ3104Г 7 5 90 

КТ3104Б, КТ3104Д • 25. 150 

КТ3104В, КТ3104Е 55 .280 

Г — И00°С: 

КТ3104А, КТ3104Г 15. .180 

КТ3104Б, КТ3104Д 50 .300 

КТ3104В, КТ3104Е 70 . .560 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

(/кэ = 2 В, /в=5 мА, не менее . . . 200 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при Оле = 2 В, 

Ік = 2 мА, /=60 МГц, не более 800 пс 

Коэффициент шума при ііеэ- 2В, ів = 1 мА, 1 = 60 МГц, не 

более . , 8 дБ 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /д = 

= 10 мА, / в = 1 мА, не более 1 В 

Обратный ток коллектора при Ѵкв = Ѵ кв,мия=, не более: 

Г=+25°С 1 мкА 

Г= + 100°С 5 мкА 

Обратный ток эмиттера при 1/»в = 3,5 В, не более . . 1 мкА 

Емкость коллекторного перехода при V кв = 5 В, не более 25 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при Ѵвв-2 В. не более 25 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база и коллектор — 
эмиттер: 

КТ3104А, КТ3104Б, КТ3104В 30 В 

КТ3104Г, КТ3104Д, КТ3104Е 10 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база ..... 3,5 В 

Постоянный ток коллектора . . 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ': 

Г<+25“С 15 мВт 

Г = + 100 ,, С . . .... .... 5 мВт 

Температура р п перехода .... . . . +100 °С 

Температура окружающей среды . — 60...+ Ю0°С 


1 В диапазоне температур +25...+ 100 "С допустимое значение рассеиваемой мощности 
снижается линейно. 
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КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д, КТ3107Е, 
КТ3107Ж, КТ3107И, КТ3107К, КТ3107Л 


КТЗЮ7(А -Е) 


о о 
о о 


те 


4 


4,2 


" Коллектор II ^ 
- база | - 
— Э пит тер | 

«5 Лі" 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-пла- 
нарные структуры р-п-р усилительные с нормиро- 
ванным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. 
Предназначены для применения в усилителя*, 
генераторах низкой и высокой частот, переклю- 
чающих устройствах; являются комплементарны- 
ми транзисторами КТ3102А— КТ3102Е. Выпуска- 
ются в пластмассовом корпусе с гибкими выво- 
дами. На корпусе наносится условная маркиров- 
ка — две цветные точки: КТ3107А — голубая н 
розовая; КТ3107Б — голубая и желтая; КТ3107В— 
Голубая и синяя; КТ3107Г— голубая и бежевая; 
КТ3107Д — голубая и оранжевая; КТ3107Е — 
голубая и цвета электрик; КТ3107Ж — голубая и 
салатовая; КТЗІ07И — голубая и зеленая; 
КТ3107К — голубая и красная; КТЗІ07Л — голу- 
бая и серая. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 


Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵхв^Ь В: 

/ 8 = 2 мА, 7= +25 “С: 

КТЗІ07А, КТ3107В 

КТ3107Б, КТ3107Г, КТ3107Е 

КТ3107Д, КТ3107Ж, КТ3107И 

КТ3107К, КТ3107Л 

7= — 60 "С, не менее . 

7 = + 1 25 °С 


70... 140 
120.. .220 

180.. . 460 

380.. .800 

0,3 значения при 
7= +25 °С 
От 0,8 до 2,5 зна- 


Іэ = 0,01 мА: 

КТ3107А, КТ3107В 

КТЗІ07Б, КТ3107Г, КТ3107Е 

КТ3107Д, КТ3107Ж, КТ3107И 

КТ3107К, КТ3107Л 

/ 8 = 100 мА: 

КТ3107А, КТ3107В 

КТ3107Б, КТ3107Г, КТ3107Д, КТЗІ07Е, КТЗІ07Ж, 

КТ3107И 

КТ3107К, КТ3107Л [ ‘ . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

Икб = 5 В, / 8 =10 мА, не менее 

Коэффициент шума при І/ Я в = 5 В, / к = 0,2 мА, /=1 кГц, 
К г = 2 кОм, не более: 

КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г, КТЗІ07Д, 

КТ3107И, КТ3107К 

КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107Л 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, не более: 

при /к=100 мА, /е=5 мА 

при /я = 10 мА, / в=0,5 мА 

Напряжение насыщения база — эмиттер, не более: 

при /к=100 мА, 1в = 5 мА . 

при /я = 10 мА, 7 В =0,5 мА . 


чения при 
= +25 °С 

20.. .50 

30. . .80 

40.. .90 

100.. . 220 

30.. .60 

50.. . 100 

90.. 250 

200 МГц 


10 дБ 
4 дБ 

0,5 В 
0,2 В 

1 В 
0,8 В 


7- 
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Обратный ток коллектора при І/ КЕ = 20 В, не более: 

' — СО С , , 

г = -ы 25 °с ... ' ; 

Обратный ток эмиттера при І/ 8Б = 5 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при Укб= 10 В, не более 


Продолжение 

0,1 мкА 
4 мкА 
0,1 мкА 
7 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база - 
КТ3107А, КТ3107Б, КТЗЮ7И 
КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д, КТ3107К 
КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107Л 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 
КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107И 
КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д, КТ3107К 
КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107Л . 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора .... 

Постоянный ток базы: 

КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г КТ3107Д 

КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107И 
КТ3107К. КТ3107Л . 


Импульсный ток коллектора при /„ = 10 мкс. (?>2 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора - 
Г<+25°С ... 

Г= + 125°С .... 


Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода 
Температура окружающей среды 


50 В 
30 В 
25 В 

45 В 
25 В 
20 В 
5 В 
100 мА 


50 мА 
5 мА 
200 мА 

300 мВт 
60 мВт 
0,42 э С/мВт 
+ 150 °С 
—60... + 1 25 °С 




-60-30 0 30 60 90 Г,°С 



- 60 -30 0 30 60 90 Г, °С 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 
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Зависимости коэффици- 
ента шума от тока кол- 
лектора 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока кол- 
лектора 
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2Т3108А, 2Т3108Б, 2Т3108В, КТ3108А, КТ3108Б, КТ3108В 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усили- 
тельные с нормированным коэффициентом шума на частоте 100 МГц. Пред- 
назначены для применения в логарифмических видеоусилителях и линейных 
усилителях высокой частоты. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гиб- 
кими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 


г ТЛ08 (А ■ В), к ту 08 (а -в) 


Ваза Коллектор 




Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
V кв =1 В: 

Г=+25°С, /»=0,1 мА 

/ в = 10 мА 2Т3108А, 2Т3108Б, КТ3108А. КТ3108Б 

2Т3108В, КТ3108В 

/а =50 мА 2Т3108А, КТ3108Б. КТЗІ08А, КТ3108Б 
2Т3108В, КТ3108В ... 

Г = Г*.., 10 мА . ■ . . . . . 


Т=Т маке , /а = 10 мА 


Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ при V кв — 20 В, /„=10 мА: 

2Т3108А, 2Т3108Б, КТ3108А. КТ3108Б 

2Т3108В, КТ3108В . . . . . . 

Постоянная времени цепи обратной связи при //„„=10 В, 

/„ = 10 мА. /=30 МГц 

Коэффициент шума при і/„а= 5 В, /„ = 1 мА, /=100 МГц, 

/?,=50 Ом 

Время рассасывания при /„ = 10 мА, / Е > = 1 мА, / Е2 =1 мА 
для 2Т3108А, 2Т3108Б, КТ3108А, КТ3108Б . . . . 

Время задержки при /„=10 мА, /в=1 мА, Увв = 0,5 В, 
/?„ = 275 Ом для 2Т3108А, 2Т3108Б, КТ3108А, КТ3108Б 
Время нарастания при /„ = 10 мА, / в =1 мА, Ѵв в = 0,5 В, 
/?„ = 275 Ом для 2Т3108А, 2Т3108Б, КТ3108А, КТ3108Б 
Время спада при /„=10 мА, /ві = 1 мА, /вг— 1 мА для 
2Т3108А, 2Т3108Б, КТ3108А, КТ3108Б .... 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„ = 

= 10 мА, /в=1 мА 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /„ = 10 мА, 
/„=1 мА ... : 


40.. .50-... 1 00- 

50.. . 105*... 150 

100. . .210*. .300 

15.. .30*... 70* 

20. . .30*. ..70* 

От 0,3 до 1,2 зна- 
чения при Г= 

= +25 *С 

От 0,7 до 2;5 зна- 
чения при Г= 

= +25 С С 


250. . .400*... 

500* МГц 

300. . .450*... 

600* МГц 

35*. .50*. .250 пс 

2,5*...3,3*...6 дБ 

30*. ..70*. .175 ис 

18*. ..20*. ..35* нс 

18*. ..30*. ..40* но 

25*. ..40*. ..50* нс 

0,07*...0,15*...0,25 В 

0,8* ...0,85*... 1* В 
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Обратный ток коллектора, не более 

при Т=А-2Ь°С Сле= 60 В для 2Т3108А КТ3108А 
и,.-Б = і5 В для 2Т3108Б 2Т3108В КТ3108Б 

КТ3108В 

прн Г=7'.„, е „ нс=45 В 

Обратный -ок эмиттера при С ЭБ = 5 В не более 
Г-і 25 V 

Т — ” мак 

Емкость коллекторного перехода прн Б К в=10 В 
Емкость эмиттерного перехода при 6 9Б = I В 


Продолжение 
0,2 м к 4 

0,2 м«сА 
10 мкА 

0 1 мкА 
10 мкА 

1,4* 1,8* 5 пФ 
1,5* 2,8* 6 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
2Т3108А, КТ3108А 

2Т3108Б 2Т3108В КТ3108Б КТ3108В 

Постоянное напряжение коллектор — эмит-ер при 
^ 10 кОм 3 

2Т3108А КТ-3 108 А 

2Т3108Б 2Т3108В КТ3108Б КТ3108В 
Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 
при Г<25°С 
При Т ~Т маис 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора ппи 
<«< 10 мкс, <35=2 
Температура окружающей среды 
2Т3108А, 2Т3108Б 2Т3108В 

КТ3108А, КТ3108Б КТЗІ08В 


60 В 
45 В 


60 В 
45 В 
5 В 

200 мА 


300 мВт 
00 мВт 

360 мВт 

-60.. +125 “С 
-40 +85 °С 


В диапазоне температур 
ности снижаются линейно 


+25 С Т макс предельные значения рассеиваемой мощ 


Лщ, дВ 

5.5 

5.0 
<1.5 

4.0 
5.5 

0 I г 5 У / э , нА 



гтзюв(А-в) 



КТЗЮв(А-В)/ 
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/•909 МГц 




В г • 50 Оп 

і і 



, лв 

5.5 
5,0 

<і.О 
5.5 

о г у в в (/„ , в 



гтзт'(А-в) 



КТ 31 08 (А- в) 





9 пА 




8, 

50 Он 















Л'ш лв 


гтзт(А-в 



КТЗІОЯ (А- В 




и^5 в 




1 3 ш 1нА 




К г а 50 Он 








I 10 І0 г ІО 3 10"/, кГц 


Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента шума от напря- 
жения коллектор — база 


Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 
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Раздел пятый 


Транзисторы маломощные сверхвысокочастотные 
Транзисторы п-р-п 


2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г, КТ306А, КТ306Б, 
КТ306В, КТ306Г, КТ306Д, КТ306АМ, КТ306БМ, КТ306ВМ, 
КТ306ГМ, КТ306ДМ 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п пере- 
ключательные н усилительные с ненормированным коэффициентом шума. Пред- 
назначены для применения в усилителях высокой частоты (2Т306В, 2Т306Г, 
КТ306В, КТ306Г. КТ306Д, КТ306ВМ, КТ306ГМ, КТ306ДМ) и переключающих 
устройствах (2Т306А, 2Т306Б, КТ306А, КТ306Б, КТ306АМ, КТ306БМ). Выпу- 
скаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами (2Т306А, 2Т306Б, 
2Т306В, 2Т306Г, КТ306А, КТ306Б. КТ306В, КТ306Г, КТ306Д) и пластмассовом 
корпусе с гибкими выводами (КТ306АМ, КТ306БМ, КТ306ВМ, КТ306ГМ, 
КТ306ДМ). Тип приборов 2Т306А— 2Т306Г и КТ306А— КТ306Д указывается 
на корпусе. На приборах в пластмассовом корпусе маркировка указывается в 
сокращенном виде: 306А, 306Б, 306В, 306Г, 306Д. 

Масса транзистора не более 0,65 г в металлостеклянном корпусе и не 
более 0,5 в пластмассовом корпусе. 

гтзов(А-г), нт зоб (а- д) 


0,3 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
ыка = 0, / э= 10 мА. 

Т =+25 °С. 

2Т306А, КТ306А, КТ306ЛМ . 

2Т306Б, КТ306Б, КТ306БМ ' ' ' 

2Т306В, КТ306В, КТ306ВМ 
2Т306Г, КТ306Г, КТ306ГѴ» 

КТ306Д, КТ306ДМ 
/■«-во X 
2Т306А 
2Т306Б . 

2Т306В . 

2Т306Г 
Г- + 125 "С. 

2Т306А . 

2Т306Б . . 

2Т306В . . . . 

2Т306Г . . ' 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

и кв = з в, /э =іо мА 

2Т306А, 2Т306В, КТ306А, КТ306В КТ306ЛМ, КТ306ВМ 
нс менее 

типовое значение 

2Т306Б, 2Т306Г, КТ308Б, КТ306Г, КТ306БМ. КТ306ГМ 
не менее 

типовое значение 

КТ306Д, КТ306ДМ, не менее . 

Постоянная времени цепи обратной связи при Окб = И В 
/э = 5 мА, [=10 МГц: 

2Т306В, 2Т306Г, КТ306В, КТ306Г, КТЗОНВМ 

КТ306ГМ, не более . 

типовое значение 

КТ306Д, КТ306ДМ, не более 
Коэффициент шума при ІІкв — Ь В' 

/ э=0,5 мА, І=\ кГц, не более ... 
типовое значение 

/э=1 мА, /=90 МГц, не более 
типовое значение 

Время рассасывания при /и=10мА, / в , = 1 мА 

= 1,2 мА, /? к = 75 Ом: 

2Т306А, 2Т306Б, КТ306А, КТ306Б, КТ306АМ 

КТ306БМ, не более ... ! 

типовое значение . ... 

Граничное напряжение при / 8 = 1 мА, не менее- 

2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г, КТ306А, КТ306В 
КТ306Д, КТ306АМ, КТ306ВМ, КТ306ДМ 
КТ306Б, КТ306БМ, КТ306Г. КТ306ГМ . 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* = 

= 10 мА, / С =І мА 2Т306А, 2Т306Б, КТ306А, КТ306Б 

КТ306АМ, КТ306БМ, не более ... . . [ 

типовое значение . ...... 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / к = ЮмА 
/ в =1 мА 2Т306А, 2Т306Б, КТ306А, КТ306Б, КТЗОбАм' 
КТ306БМ, ре более . .... [ 

типовое значение . . ... 

Обратный ток коллектора при 4/кв=15 В, не более^ 

Г = +25°С 

Г = + 1 25 “С 2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г 
Обратный ток эмиттера при 7' = +25°С, ІІвв = 4 В, не более 


20 ...60 

40. . 120 

20 .. . 100 

40. . .200 
30 150 

Я ..60 

16 .. . 120 
Я 100 

16. .200 

20 ... 120 

40. . 240 

20 . . 200 
40 . 400 


300 МГц 
500* МГц 

500 МГц 
650* МГц 
200 МГц 


500 пс 
60* пс 
300 пс 

30* дБ 
12* л Б 
Я* лБ 
5* дБ 


30 нс 
15* нс 


10 В 
7 В 


0.3 В 
0,2* В 


I В 

0,0* В 

0.5 мкА 
10 мкА 
1 мкА 
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Продолженіи 


Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого сиг- 
нала при (/кв= 5 В, /э=5 мА, /=І кГц: 

2Т306В, 2Т306Г, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д, КТ306ВМ, 

КТ306ГМ, КТ306ДМ, не более 30 Ом 

типовое значение 8* Ом 

Емкость коллекторного перехода при и к и — 5 В, не более 5 п Ф 

типовое значение 3* пФ 

Емкость эмиттерного перехода при и эг, ~ 0, не более . 4,5 пФ 

типовое значение ... . 3* пФ 

Емкость конструктивная между выводами коллектора и 
эмиттера 2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г. КТ306А. 

КТ306Б, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д 0,55* пФ 

Индуктивность выводов эмиттера н базы 2Т306А, 2Т306Б, 

2Т306В, 2Т306Г, КТ306А, КТ306Б, КТ306В, КТ308Г, 

КТ306Д при (=10 мм . . .... 1 1 *нГн 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 16 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Ив,— 

= 3 кОм 10 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 4 В 

Постоянный ток коллектора и эмиттера 30 мА 

Постоянный ток коллектора и эмиттера в режиме насы- 
щения ... 50 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г: 

при Г^+ЭО^С, 6650 Па 150 мВт 

при Т +90 °С, Р — 665 Па . . , . . , , 100 мВт 

при Т= 4-125 °С ... 75 мВт 

КТ306А, КТ306Б, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д: 
при 7^ +90 “С . . ... 150 мВт 

при Г= + 125°С . . 60 мВт 

КТ306АМ, КТ306БМ, КТ306ВМ, КТ306ГМ, КТ306ДМ 
при 7"«:+85°С .... . . 150 мВт 

Температура р-п перехода . . . + 1 50 °С 

Температура окружающей среды: 

2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г, КТ306А, КТ306Б. 

КТ306В, КТ306Г, КТ306Д . -60... + 125 °С 

КТ306АМ, КТ306БМ, КТ306ВМ, КТ306ГМ. КТ306ДМ —45. ,.+85 °С 


1 В диапазоне температур +90...4- 125 °С допустимое значение рассеиваемой мощности 
снижается линейно. 
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Зависимость статическо- 
го коэффициента пере* 
дачи тока от тока 
амиттера 


Зависимость граничной 
частоты от тока амит- 
тера 


Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
эмиттер от тока кол- 
лектора 
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Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
вмитіер от темпера- 
туры 


Зависимость напряжения Зависимость напряжения 
насыщения база — эмит- насыщения база — эмит- 
тер от тока коллектора тер от температуры 


2Т307А-1, 2Т307Б-1, 2Т307В-1, 2Т307Г-1, 
КТ307А-1, КТ307Б-1, КТ307В-1, КТ307Г-1 


2Т307 (А 1-Г-/), КТт(А-Г) 



Транзисторы кремние- 
вые эпитаксиально-планарные 
структуры п-р-п универсаль- 
ные. Предназначены для при- 
менения в усилителях высокой 
частоты и переключающих 
устройствах. Бескорпусные, без 
кристаллодержателя с гибкими 
выводами и защитным покры- 
тием. Выпускаются в сопрово- 
дительной таре. Тип прибора 
указывается в этикетке. 

Масса транзистора не бо- 
лее 0,002 г. 


Электрические параметры 

Статпаеский коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 


Чкв — 0, Лг=10 мА, не менее: 

Т= +25 “С: 

2Т307А-І, КТ307А-1 20 

2Т307Б-1, 2Т307В-І, КТ307Б-1, КТ307В-І ... 40 

2Т307Г-1, КТ307Г-1 80 

Т - —60 °С: 

2Т307А-1, КТ307А-1 10 

2Т307Б-1, 2Т307В-1, КТ307Б-1, КТЭ07В-1 ... 20 

2Т307Г-1, КТ307Г-1 40 

Г = +85 “С: 

2Т307А-1 .... 20 
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Продолжения 


2Т307Б-1, 213078. 

2Т307Г-1 ‘ ‘ 

Граничная частота коэффициента передачи тока при (У Я в = 
"2 В, /в = 5 мА, не менее: 

2Т307А-1, 2Т307Б-І, 2Т307В-1, 2Т307Г 1 
КТ307А-1. КТ307Б-1, КТ307В-І, КТ307Г-1 

Время рассасывания при /. к = 10 мА, / В1 -=1 мА, 

= 1,2 мА, 7?к = 75 Ом, не более: 

2Т307А-1 2Т307Б-1, КТ307А-1, КТ307Б-1, КТ307Г 1 

2Т307В-1, КТ307В-1 . 

Граничное напряжение при / 9 “1 мА, не менее: 

2Т307А-1, 2Т307Б-І, 2Т307В-1 2Т307Г-1 . 

КТ307А-1, КТ307Б-1, КТ307В-1, КТ307Г-1 . . , 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при Ік = 

— 20 мА, /в“ 2 мА, не более . 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / и = 20 мА^ 

іб = 2 мА, не более 

Обратный ток коллектора при 7У ЛВ = 10 В. не более: 

Г = +25°С . . . 

Г = +85“С 

Обратный ток эмиттера при У 8 э = 4 В, Т =+25 “С, не более 
Емкость коллекторного перехода при У КЕ =»1 В, не более: 
2Т307А-1 2Т307Б-1 2Т307В-1 2Т307Г-1 
КТ307А1 КТ307Б-1, КТ307В-1, КТ307Г-1 

Емкость эмиттерного перехода при = 1 В, не более 


40 

80 


300 МГц 
250 МГц 


30 нс 
50 нс 

10 В 
5 В 

0,4 В 

1,1 В 

0,5 мкА 
ІО мкА 
1 мкА 

5 пф 

6 пФ 
3 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 10 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Не, $5 
<3 кОм 10 в 

Постоянное напряжение эмиттер — база 4 в 

Постоянный ток коллектора 20 мА 

Импульсный ток коллектора при 1<10 мкс, 0>10 50 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Т ^ -(-55 “С 16 мВт 

при Т= +85 °С 5 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда . 3°С/мВт 

Температура окружающей среды —60.. +85 ’С 


При эксплуатации транзисторов в составе микросхем должен быть обеспе- 
чен теплоотвод от кристалла с /?,<3°С/мВт 


Зависимость стати іеско- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 



О * 8 /? 16 I пА 
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Зависимость граничноЛ 
частоты от тока эмит- 
тера 


Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
эмиттер от тока коллек- 
тора 


Зависимость напряжения 
насыщения база — эмит- 
тер от температуры 


1Т311 А, 1Т31 1Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 
1Т311Л, ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И 


Транзисторы германиевые планарные структуры п-р-п универсальные. Пред- 
назначены для применения в усилителях высокой и сверхвысокой частот и 
переключающих устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с 
гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 2 г. 

ітзіі(а-л), пзн(Е-и) 



Электрические параметры 

/гатический коэффициен передачи тока в схеме ОЭ при 


'ка = 3 В, /а =15 мА- 
Г=+25‘С: 

1Т311А . . ... . 15... 180 

1Т31ІБ • . 30... 180 

1Т311Г . . 30. ..80 

1Т311Д, 1Т31ІК ... ... . 60... 180 

1Т311Л' . . .... 150...300 

Т311Е 15. .80 

-Т311Ж . ... 50 .200 

ГТ311И . ... .... 100. .500 

ТИ новые значения 

1Т311А ... . 72* 

1Т311Б . . . . , 79* 

1Т31ІГ 58’ 

ІТ311Д П2* 


№4 


Продолжение 


1Т311К 

1Т311Л 

Г=-60°С: 

ІТ311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1ТЗІІК, 1Т311Л, 
не менее 

7= -40 “С: 

ГТЗИЕ 

ГТ311Ж 

ГТЗІ1И 

7 = +55 °С: 

ГТ311Е 

ГТ311Ж 

ГТЗІ1И 

7 = 4-70 °С, не более: 

1Т311А, 1Т311Б, 1Т31ІГ, ІТЗПД, 1Т31ІК . . . 

1Т311Л 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
У кв — 5 В, Іэ = 5 мА*. 

1Т311А. 1Т311Б .... . . . . 

1ТЗІ1Г, 1Т311К 

1Т311Д, 1Т311Л 

ГТЗИЕ, не менее . . . 

ГТ31ІЖ, не менее . . 

ГТЗ 1 1 И, не менее ... . ... 

типовые значения: 

ІТЗІ1А 

1Т31ІБ 

1Т31ІГ . 

ІТЗПД, ІТЗІ1К ... 

1Т311Л 

Постоянная времени цепи обратной связи при V яа = 5 В, 
/в = 5 мА, /= 5 МГц, не более: 

1 ТЗ 1 1 А 

1Т311Б, гтзп’ж, ГТЗІІЙ 

1Т311Г, ІТЗПД. 1ТЗПК. 1ТЗПЛ. ГТЗ 1 1 Е . . , 

типовые значения: 

1 ТЗ 11 А 

1Т311Б . . . . 

1Т311Г 

ІТЗПД, 1Т31ІК, 1Т311Л 

Коэффициент шума при Ч ка — 5 В. Іа-5 мА, /= 60 МГц, 
К. = 75 Ом, не более . . . . . 

типовые значения: 

1ТЗІ1А 

1Т311Б . . . . 

1ТЗІ1Г, 1 ТЗ 11 Л ... . . . . 

ІТЗПД . . 

ітзик . . . . . 

Время рассасывания при /« = 20 мА ІТ311А, 1Т311Б, 
1ТЗПГ, ІТЗПД, 1Т311К, ІТЗПЛ, не более . . . . 
Граничное напряжение при /а=10 мА: 

7 = 4-25 °С, не менее: 

1Т311А 

1Т31ІБ, 1 ТЗ 11 Г, ІТЗПД, 1Т311К, 1Т311Л . . . 

типовые значения: 

1Т311А . 

1ТЗПБ . . 


114* 

223* 


10 и 0,35 значения 
при 7 = 4-25*0 

10.. .80 

25. . .200 
50. „300 

15.. . 150 
50 .350 
100. .500 

300 и 3 значения 
при 7= 4-25 °С 
500 и 3 значения 
при 7 = 4-25 “С 


300.. . 1000 МГц 

450.. . 1500 МГц 

600.. . 1500 МГц 
250 МГц 

300 МГц 
450 МГц 

770* МГц 
520* МГц 
560* МГц 
830* МГц 
870* МГц 


50 пс 
100 пс 
75 пс 

36* пс 
42* пс 
46* пс 
58* пс 

8 дБ 

4,7* дБ 
5,1* дБ 
5,2* дБ 
5.9* дБ 
5,5* дБ 

50 нс 


10 В 
8 В 

12,8* В 
12,6* В 
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1Т311Г, 1Т31ІК 

1Т31ІД, 1Т311Л 

7 = + 70°С 1Т311А, ІТ311Б, 1ТЗІ1Г, 1Т311Д, ІТЗІіК, 

1Т311Л, не менее 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 

** 15 мА, /б =1,5 мА, не более 

типовое значение 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г. ІТЗІіД 

1Т311К, 1Т311Л . , 

Напряяіение насыщения база — эмиттер при /„=15 мА, 

/в=І,5 мА, не более 

типовое значение 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г ІТЗІіД' 

ІТЗІІК, ІТ311Л ' . . . 

Обратный ток коллектора, не более: 

при Т— +25 *С, 11 кв — 12 В для ІТЗИА, 1Т31ІБ. 

1Т311Г, ІТЗІІД, ІТЗІІК, 1Т311Л . . 

при Г=+25°С, /7„в= 12 В для ГТЗІ1Б, ГТЗІіЖ . 
при Г=+25°С, Улв=10 В для ГТ311И . . 

при 7=+55°С, Ѵк в = 7 В для ГТ311Е, ГТЗПЖ, 

ГТЗІШ 

при 7 = + 70°С, Ѵкб — 7 В для ІТЗИА, ІТЗІіБ, 

1Т311Г, ІТЗІІД, ІТЗІІК, КТ31ІЛ 

Обратный ток эмиттера, не более: 

при Увв=2 В для 1Т311А, ІТЗІІБ, 1Т311Г, ІТЗІІД 

ІТЗІІК, 1ТЗІ1Л 

при Ѵэб=2 В для ГТ311Е, ГТЗІІЖ . . ’ ’ ‘ 

при і/дв= 1,5 В для ГТЗПИ 

Емкость коллекторного перехода при 7/яв = 5 В, не более 
типовые значения: 


ІТЗИА, ІТЗІІК, ІТЗПЛ . . 

ІТЗІІБ, 1Т311Г, ІТЗІІД . . 

Емкость эмиттерного перехода при 
ІТЗИА, ІТЗІІБ, 1ТЗІ1Г, 1ТЗПД, 

■более 


І7ѳв=*0,25 В для 
ІТЗІІК, 1Т31ІЛ, не 


типовые значения: 

ІТЗИА 

ІТЗІІБ .... 

1Т31ІГ ... . , 

ІТЗІІД, 1ТЗНК, ІТЗПЛ . . 


Продолжение 

12,2* В 
11,7* В 

5 В 

0,3 В 

0,15* В 

0,6 В 

0,43* В 


5 мкА 
10 мкА 
10 мкА 

60 мкА 

30 мкА 


10 мкА 
15 мкА 
15 мкА 
2,5 пФ 

1,8* пФ 
1,5* пФ 


5 пФ 

4,1* пФ 
4,2* нФ 
3.9* пФ 
4,0* пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база: 
при 7 — +45 °С: 

ІТЗИА, ІТЗІІБ, 1Т311Г, ІТЗІІД, ІТЗІІК, ІТЗПЛ, 
ГТ311Е, ГТЗПЖ .... 

ГТ311И ■ ' ' 

при Т = +55 °С: 

ГТ311Е, ГТЗПЖ ........ 

ГТ311И 

при Т = +70 °С: 

ІТЗИА, ІТЗІІБ, 1Т311Г, ІТЗІІД, ІТЗІІК, ІТЗПЛ 
Импульсное напряжение коллектор — база при /,= 1 мкс 
<?= 10 : 

7=4-20°С: 

ІТЗИА, ІТЗІІБ, 1ТЗПГ, 1ТЗПД, 1ТЗПК, ІТЗПЛ 

ГТЗИЕ, ГТЗПЖ, ГТЗПИ 

7'=+55°С ГТЗИЕ, ГТЗПЖ, ГТЗПИ . . . 

Т = +70 *С ІТЗИА, 1ТЗИБ, 1Т311Г, ІТЗІІД, ІТЗІІК, 
ІТЗПЛ 


12 В 
10 В 

10 в 

8 В 
7 В 


25 В 
20 В 
13 В 

15 В 
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П родалжениг 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
< 10 : 

Т = +45 °С: 

1Т311А. 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К. 1Т311Л. 


ГТ311Е, ГТ311Ж ... ... 12 В 

Т = +45 °С ГТ311И 10 В 

Т = +55 °С ГТ311Е, ГТ311Ж . . 0 В 

ГТ311И 8 В 

Г=+70°С 1Т311А, 1Т311Б. 1Т311Г, 1Т31ІД, 1Т311К, 

1Т311Л . 7 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база: 
при Г=+45 °С: 

1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311К, 1ТЗПД, 1Т311Л, 

ГТ311Е, ГТ311Ж 2 В 

ГТ311И 1.5 В 

при Т=+55°С: 

ГТ311Е, ГТ311Ж 1,6 В 

ГТ311И 1.1 в 

при 7 =+ 70 “С: 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 

1Т311К, 1Т311Л 1 В 

Постоянный ток коллектора 50 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при 7'=+20°С . . ... .... 150 мВт 

при Т = +55 °С для ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И 85,7 мВт 

при Г = +70°С для 1ТЗИА, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 

1Т311К, 1Т311Л . 50 мВт 

Температура р-п перехода: 

1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л . +85°С 

ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И . . . +70°С 

Температура окружающей среды: 

1Т311А, 1Т311Б. 1Т311Г, 1Т311Д, ІТ311К, 1ТЗІ1Л . -60... +70 'С 

ГТ311Е. ГТ311Ж, ГТ311И — 40. ..+55 °С 



0.10,11 5 Ш 50100/, НГц 



0,10.11 і 10 10100/. Юр 


Зона возможных поло- 
жении зависимости ко- 
эффициента шума от 
частоты 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента шума от 
частоты 


2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д, 

КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д, 
КТ316АМ, КТ316БМ, КТ316ВМ, КТ316ГМ, КТ316ДМ 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п пере- 
ключательные и усилительные с ненормированным коэффициентом шума. Пред- 
назначены для применения в усилителях высокой частоты (2Т316Г, 2Т316Д, 
КТ316Г КТ316Д, КТ316ГМ, КТ316ДМ1 и переключающих устройствах (2ТЗІ6А. 
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2ТЗН6Б, 2Т316В, КТ316А, КТ316Б, КТЗІ6В, КТЗІ6АМ, КТ316БМ, КТ316ВМ). 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами (2Т316А, 
2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д, КТЗІ6А, КТ316Б, КТ316В, КТЗІ6Г, КТ316Д) 
и пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ316АМ, КТ316БМ, КТ316ВМ, 
КТ316ГМ, КТ316ДМ). Тип приборов 2Т31ѲА— 2ТЗІ6Д, КТ316А— КТ316Д ука- 
зывается на корпусе. На приборах в пластмассовом корпусе маркировка ука- 
зывается в сокращенном виде: 316А, 3 16Б, ЗІ6В, 316Г, 316Д. 

Масса транзистора не более 0,6 г в металлостеклянном корпусе и не более 
0,5 г в пластмассовом корпусе. 



КТ31В(АП-ДП ) 



Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Укв^О, /„ = 10 мА: 

Г — Н25 *С: 


2Т316А, КТ316А, 
2Т316Б, 2Т316В, 

КТ316АМ 

КТ316Б, 

КТ316В, 

" КТ316БМ, 

20. ..60 

КТ316ВМ . . 

40... 120 

2Т316Г, КТ316Г, 

ктзібгм 



20... 100 

2Т316Д, КТ316Д, 

ктзібдм 



60... 300 

Г=-60°С: 

2Т316А . . . 




10...60 

2Т316Б, 2Т316В 




20... 120 

2Т316Г . . , 




10...100 

2Т316Д . . . 


, 


30...300 

Г = + 1 25 °С: 

2Т316А 




20 .120 

2Т316Б, 2Т316В 

2Т316Г 



. . . . 

40. . .240 

20.. .200 

2Т316Д 

. 



60...600 


Граничная частота коэффициента передачи тока при 
І/яв = 5 В, /„=10 мА. 

2Т316А, 2Т316Г, КТ316А, КТ316Г, КТ316ЛМ, КТЗІ6ГМ, 

не менее . 600 МГц 
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Продолжение 

типовое значение 1000* МГц 

2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Д, КТ316Б, КТ316В, КТ316Д, 

КТ316БМ, КТ316ВМ, КТ316ДМ, не менее ... 800 МГц 

типовое значение . 1000* МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при 11кв = 5 В, 

/ 8 =10 мА, /= 10 МГц для 2Т316Г, 2Т316Д, КТ316Г, 

КТ316Д, КТ316ГМ, КТ316ДМ не более 150 пс 

типовое значение 50* пс 

Время рассасывания при /к=Ю мА, /ві = 1 мА, /ва=1 мА, 

«я = 75 Ом: 

2Т316А, 2Т316Б, КТ316А, КТ316Б, КТ316АМ, КТ316БМ, 

не более . . 10 нс 

типовое значение 4*нс 

2Т316В, КТ316В, КТ316ВМ, не более ..... 15 нс 

типовое значение 5* нс 

Граничное напряжение при / 8 = 1 мА, не менее ... 5 В 

типовое значение 10* В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /я=* 

= 10 мА, І Б — 1 мА, не более 0,4 В 

типовое значение . . . 0,18* В 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /« = 10 мА, 

Ів— 1 мА, не более .... 1,1 В 

типовое значение 0,8* В 

Обратный ток коллектора при і/яв=Ю В, не более: 

7'=+25 < ’С 0.5 мкА 

Г= + 125°С 2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д 5 мкА 

Обратный ток эмиттера при Т — +25 °С, (7 8 в=4 В, не более 1 мкА 

Емкость коллекторного перехода при С/ив= 5 В, не более 3 пФ 

типовое значение 2* пФ 

Емкость эмиттерного перехода при Не в=0, не более . 2,5 пФ 

типовое значение 1,2* пФ 

Емкость конструктивная между выводами коллектора и 
эмиттера 2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д, 

КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д .... 0,5* пФ 

Индуктивность выводов эммитера и базы 2Т316А, 

2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д, КТ316А, КТ316Б, 

КТ316В, КТ316Г, КТ316Д при 1=3 мм 6* нГц 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 10 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«.= 

= 3 кОм . Ю В 

Постоянное напряжение эмиттер — база ..... 4 В 

Постоянный ток коллектора и эмиттера ..... 30 мА 

Постоянный ток коллектора и эмиттера в режиме насы- 
щения 50 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора *і 
2Т316А, 2Т316Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2Т316Д: 

при Г^+75 0 С, 6650 Па 150 мВт 

при Т <:+75 °С, Р=665 Па ....... 100 мВт 

при Г = + 125°С 60 мВт 

КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д: 

„„„ т^-л.оп°г 15П мВт 


при Г = + 1 25 °С 60 мВт 

КТ316АМ, КТ316БМ, КТ316ВМ, КТ316ГМ, КТ316ДМ 

при 7'<+85°С • 150 мВт 

Температура р-п перехода +150 °С 


КТ316А— КТ316Д допустимые значения рассеиваемой мощности снижаются линейно 
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Продолжение 


Температура окружающей среды: 

2ТЗІ6А, 2ТЗІ6Б, 2Т316В, 2Т316Г, 2ТЗІ6Д, КТ316А, 

КТЗІ6Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д — 60.. +125 °С 

КТЗІ6АЛ1, КТЗІ6БМ, КТ316ВМ, КТ316ГМ, КТ316ДМ — 45...+85 °С 



гтлегА-м* 
ктле(Ад) 
КТЗІв(АП-ДП) 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


/гр /Лр 


о ю го зо і/о / Э( пА 

Иц3.тс/И'*3,ми 






27316 (А- а) 
ктзів(А-а) 

\6ТЗІ6(АП-МП ) 
^ I І_ 


0.7 




/„• ЮпА 




Г в и 1 пА 






273 

К7і 

—юзі 

1 

І6(А-Ю 
Щ(А-Д) 
6(АП-ДП) 
1 1 



0 5 10 15 го / э . пА -ВО -30 0 30 ВО 90 Т, 9 С -ВО -30 0 30 ВО 901° С 


Зависимость граничной 
Частоты от тока эмит- 
тера 


Зависимость напряжении 
насыщения коллектор — 
эмиттер от температуры 


Зависимость напряжения 
насыщения база — эмит- 
тер от температуры 


2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1, 2Т318Г-1, 
2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318А, КТ318Б, КТ318В, 
КТ318Г, КТ318Д, КТ318Е 


гтзів(А і-Е і). ктзів(А-е) 



Транзисторы кремниевые эпитакси- 
ально-планарные структуры п-р-п пере- 
ключательные. Предназначены для при- 
менения в переключающих устройствах 
герметизированной аппаратуры. Бескор- 
пусные с гибкими выводами и защит- 
ным покрытием. Помещаются в воз- 
вратную тару, позволяющую произво- 
дить измерения электрических парамет- 
ров без извлечения из нее транзисторов. 
Тип прибора и маркировочная точка 
эмиттера указываются на крышке тары. 

Масса транзистора не более 0,01 г. 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в скеме ОЭ при 
Ѵнэ'—^ В, 1э— 10 мА: 

7=+25 °С: 

2Т318А-1, 2Т318Г-1, КТ318А, КТ318Г . . . 

2Т318Б-1, 2ТЗІ8Д-1, КТ318Б, КТ318Д . . . . 

2Т318В-І, 2Т318В1- 1, 2Т318Е-1, КТ318В, КТ318Е . 
Т — +85 °С: 

2Т318А-1, КТ318Г-1, КТ318А, КТ318Г . . . . 

2Т318Б-!, 2Т318Д-1, КТ318Б, КТ318Д 

2Т318В- 1, 2Т318В1-1, 2Т318Е-1, КТ318В, КТЗІ8Е , 
Г = — 60 "С: 

2ТЗІ8А-І, 2ТЗІ8Г-1, КТ318А, КТ318Г . . 

2Т318Б-1, 2Т318Д-1, КТ318Б, КТ318Д . 

2Т318В-І, 2Т318В1-1, 2Т318Е-1, КТ318В, КТ318Е . 
Граничная частота коэффициента передачи тока при 
= 2 В, / э =5 мА, не менее: 

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1, КТ318А, 

КТЗІ8Б, КТ318В 

2Т318Г-1, 2Т318Д- 1, 2Т318Е-1, КТЗІ8Г, КТЗІвДІ 

КТ318Е 

Время рассасывания при / я =10 мА, / Е = I мА, не более: 
2Т318А-І, 2ТЗІ8Б-1, 2Т318В-1, КТ318А, КТ318Б, 

КТ318В ... 

2Т318В1-1 

2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-І, КТ318Г, КТЗІ8ДІ 

КТ318Е 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 
= 10 мА, / Б =1 мА, не более: 

Т = +25 и -60 °С: 

2Т318А1-1, 2Т318Б-1, 2ТЗІ8В-І, 2Т318В1-1, КТ318А, 

КТ318Б, КТ318В 

2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г, КТЗІ8Д, 

КТ318Е 

Т — +85 °С: 

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-1, КТ318А, 

КТ318Б, КТ318В ... 

2Т318Г-1, 2Т318Д-І, 2Т318Е-1, КТ318Г, КТ318Д, 

КТ318Е 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / я =10мА, 
іб— 1 мА, не более: 

Т= +25 и -60 °С: 

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318ВМ, КТ318А, 
КТ318Б, КТ318В .... 

2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г, КТ318Д. 

КТ318Е 

Г=+85 °С: 

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-І, КТЗІЗА, 
КТ318Б, КТ318В .... ... 

2Т318Г1, 2Т318Д-1, 2ТЗІ8Е-1, КТ318Г, КТ318Д, 

КТ318Е 

Напряжение отпирания при Укэ = 2,5 В, / э =0,05 мА, не 
менее: 

Г=+25°С: 

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318В1-І, КТЭ18А, 

КТ318Б, КТ318В 

2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г, КТ318Д, 

КТ318Е 


30 90 

50.. . 150 

70.. 280 

25.. . 180 
45 300 
60. 560 

15.. .90 
.26... 150 
33.280 


430 МГц 
350 МГц 


15 нс 
10 нс 

25 нс 


0,2? В 
0,33 В 


0,3 В 
0,37 В 


0,9 В 
1 В 

1,05 В 
1,15 В 


0,57 Ь 
0,55 В 


Продолжение 


Г=+8 5°С: 

2Т318Л-І, 2ТЗІ8Б-1, 2Т318В1, 2ТЗІ8В1-І, КТ318А, 

КТЗІ-8Б, КТ318В 0,42 В 

2Т318Г-1, 2Т318Д1, 2Т318Е-І, КТЗІ8Г КТЗІ8Д, 

КТ318Е .... . 0,4 В 

Обратный ток коллектора при «с = 1 0 Б, не более. 

Т=+25°С .... . .... 0,5 мкА 

Г=+85°С .... . 10 мкА 

Обратный ток эмиттера при 1/ае = 3 В, но более . . 1 мкА 

Емкость коллекторного перехода при 11 ке-Ъ В, не более: 

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1. 2Т318В11, КТ318А. 

КТ318Б, КТ318В .... ... . 3.5 нФ 

2ТЗІ8Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1. КТ318Г. КТЗІ8Д. 

КТ318Е .... . . 4,5 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при Ча е = 0, не более 

2Т318А-1, 2Т318Б-1, 2Т318В-1, 2Т318ВІ-1, КТЗІ8А, 

КТ318Б, КТ318В . . 4 пФ 

2Т318Г-1, 2Т318Д-1, 2Т318Е-1, КТ318Г. КТ318Д, 

КТ318Е .... . . 5 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — 
эмиттер при Нбі = 3 кОм . ... 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при Тв<10 мкс ОЭ'ІО, [ф < 
<100 нс 

Пос оннная рассеиваемая мощность коллектора 
при 7'<+55°С ... 

при Г =+85°С . 

Тепловое сопротивление переход — среда 

Температура р п перехода 

Температура окружающей среды . . , 


10 В 

3,5 В 
20 мА 

45 мА 


15 мВт 
5 мВт 
3 “С/мВт 
+ 100 "С 
-60 -■-85 “С 



-со -ю го со іоо 


Зависимости статического 
ко.ффиииснта передачи то 
ка ог температуры 
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2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 
2Т324Е-1, КТ324 А-1, КТ324Б-1, КТ324В-1, КТ324Г-1, 
КТ324Д-1, КТ324Е-1 


Транзисторы кремниевые эпитакси- 
ально-планарные структуры п-р-п пере- 
ключательные и усилительные с ненор- 
мированным коэффициентом шума. 
Предназначены для применения в пе- 
реключающих устройствах (2Т324А-1, 
2Т324Б-І, 2Т324В- 1, 2Т324Г-1, КТ324А-1. 
КТ324Б-І, КТ324В-1, КТ324Г-1) и уси- 
лителях высокой частоты (2Т324Д-1, 
2Т324Е-1. КТ324Д-1, КТ324Е-1). Бес- 
корпусные без кристаллодержателя с 
гибкими выводами и защитным покры- 
тием. Выпускаются в сопроводительной 
таре. Тип прибора указывается в эти- 
кетке. 

Масса транзистора не более 0,002 г. 


гтч(А і-е- 1), ктш (а і-е і) 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 


Ѵкв = 0, !к— 10 мА: 

Т = +25 °С: 

2Т324А-1, КТ324А-1 20...60 

2Т324Б-1, 2Т324Г-1, КТ324Б-1, КТ324Г-І . . . 40...120 

2Т324В-1, КТ324В-1 . . 80...250 

2Т324Д-1, КТ324Д-1 ?0...80 

2Т324Е-1, КТ324Е-1 60 ..250 

7'= — 60 °С: 

2Т324А-1 8...60 

2Т324Б-1, 2Т324Г-1 16... 120 

2Т324В-1 32.250 

2Т324Д-1 8. ..30 

2Т324Е-1 24... 250 

Т — +85 °С: 

2Т324А-1 . . . . . 20... 120 

2Т324Б-1, 2Т324Г-1 ... . . . 40...240 

2Т324В-1 . . . Й0.. .500 

2Т324Д-1 20. .160 

2Т324Е-1 . . 60. ..500 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
і/кв = 2 В, Ів = 5 мА, не менее: 

2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, 

КТ324В-1 800 МГц 

2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324Г-1, КТ324Д-1, 

КТ324Е-1 600 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ѵкв = 2 В, 

/ѳ=5 мА, /=10 МГц для 2Т324Д-1, 2Т324Е-1, КТ324Д-1, 

КТ324Е-1, не более 180 пс 


ПЭ 


Продолжение 

Время рассасывания при /* = 10 мА, /«, = 1 мА, І т = 

= 1,2 мА, Лк=75 Ом, не более 

2Т324А I 2Т324Б-1, 2Т324В I, КТ324А I КТ324Б I 
КТ324В 1 10 нс 

2Т324Г I, КТ324Г 1 15 нс 

Граничное напряжение при / 8 = 1 мА для 2Т324А 1, 

2Т324Б-! 2Т324В-1. 2Т324Г 1, 2Т324Д 1, 2Т324Е 1 не 

менее . 5 в 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при Ік = 

* 10 мА, / Е = 1 мА, не более , . . 0,3 В 

Напряжение насыщения база— эмиттер при /к=10мА, 

1 мА, не более .... . . 1,1 В 

Обратный ток коллектора при Чке- 10 В, не более- 

Г=+25'С . .... ... 0,5 мкА 

Т — 4- 85 °С 2Т324А1, 2Т324Б-1 2Т324В-1, 2Т324Г 1 

2Т324Д-1 2Т324Е1 . Ю мкА 

ОЛра т ныч ток эмиттера при У 8 в = 4 В, не более 1 мкА 

Емкость коллекторного перехода при і!кб=Ь В, не более 2,5 пФ 

Емкость эм нт терного перехода при (7 8Б = 0, не более 2,5 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 10 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Я. с ^ 

<3 кОм 10 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 4 В 

Постоянный ток коллектора 20 мА 

Импульсный ток коллектора при *„<10 мкс, 0^10 50 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г^+55°С . 15 мВт 

при Т = +85 'С . . .5 мВт 

Тепловое сопротивление . 3°ПмВт- 

Температура рп перехода +100 “С 

Температура окружающей среды —60 +85 “С 


При эксплуатации транзисторов в составе микросхем должен быть обеспе- 
чен теплоотвод от кристалла с Я <3 °С мВт 
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Зависимость статнчсско 
го коэффициенте пере 
дачи тока от тока код 
лег тора 


Зависимость храни иной 
час оты от тока вмит 
тера 


Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
вмиттер от температуры 


2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В, КТ325А, КТ325Б, КТ325В, 
КТ325АМ, КТ325БМ, КТ325ВМ 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п усили- 
тельные с ненормированным коэффициентом шума. Предназначены для приме- 
нения в усилителях высокой частоты. Выпускаются в металлостеклянном кор- 
пусе с гибкими выводами (2Т325А, 2І325Б. 2Т325В, КТ325А. КТ325Б, КТЭ25В) 
и пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ325АМ, КТ325БМ, КТ325ВМ). 
Тип приборов 2Т325А — 2Т325В и К.Т325А — КТ325В указывается на корпусе- 
па приборах в пластмассовом корпусе маркировка указывается в сокращенном 
виде: 325А, 325Б, 325В. 

Масса транзистора не более 1,2 г в металлостекляыном корвусе и не более 
0,5 г в пластмассовом корпусе. 



К 7 325 (АП -ВП) 




Электрические иараметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкв = 5 В, /«=* 10 мА: 

7=+25 “С: 

2Т325А, КТ325Л, КТ325АМ .... 

2Т325Б, КТ325Б, КТ325БМ .... 

2Т325В, КТ325В, КТ325ВМ . . . . . 

Г = — 60 °С: 

2Т325А 

2Т325Б .... , . . . . 

2Т325В 

Г=Ч-125°С: . . . . 

2Т325А 

2Т325Б 


30.. . 90 
7Ѳ...219 

160... 400 

12.. .90 

28.. .219 

64. . .400 

Э0_.170 

70.. .400 
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тока при 
КТ325АМ, 


менее 


2Т325В 

Граничная частота коэффициента передачи 
Ѵц в = 5 В, /д=10 мА: 

2Т325А, 2Т325Б, КТ325А. КТ326Б, 

КТ325БМ, не менее . , 

типовое значение 
2Т325В, КТ325В, КТ325ВМ, не 
типовое значение 
Постоянная времени цепи обратной 
/0=10 мА, /=10 МГц, не более 
типовое значение 
Граничное напряжение при /©=10 
типовое значение 
Обратный ток коллектора при I) н г. 

Г = + 25 °С . 

Г= + 125 °С 2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В ' ' 

Обратный ток эмиттера при (/„„ = 4 В. не более ’ ' 

Емкость коллекторного перехода при (/„к = 5 В не более’ 
типовое значение .... 

Емкость эмиттерного перехода при' Пав = 4 в! не более 
типовое значение 

Емкость конструктивная между выводами' коллектора и 
эшггтера 2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В, КТ325А КТЗЙБ. 

Индуктивность выводов эмиттера и базы при /=з мм’ 
для 2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В, КТ325А, КТ325В, КТ325В 


связи при Икв = Ъ В, 

мА, не менее , ! 

15 В, не более: 


Продолжение 
160. .700 


800 МГц 
1000* МГц 
1000 МГц 
1200* МГц 

125 пс 
50* пс 
15 В 
25* В 

0,5 мкА 
5 мкА 
I мкА 
2,5 пФ 
2* пФ 
2,5 пФ 
2* пФ 


0,35* пФ 

7* нГн 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
<3 Т кОм" ОС напряжение коллектор — эмиттер при 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора и эмиттера: 

2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В, КТ325А, КТ325В, КТ325В 
КТ325АМ, КТ325БМ, КТ325ВМ 


Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 'і 
2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В 
Г<+85°С, />>6650 Па . . 

7'<+85°С, Р = 665 Па . . . [ 

г = + 1 25 °с 

КТ325А, КТ325Б, КТ325В 

. ... 

Г = + 1 25 °С * | * * 

КТ325АМ, КТ325БМ, КТ325ВМ приѴ<+85 0 С 
Температура р-п перехода 
Температура окружающей среды 


• I 

• • 

• в 


• » 

• к 

• І 


2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В, КТ325А, КТ325Б, КТ325В 
КТ325АМ, КТ325БМ, КТ325ВМ 


15 В 

15 В 
4 В 

60 мА 
30 мА 


225 мВт 
150 мВт 
85 мВт 

225 мВт 
85 мВт 
225 мВт 
+ 150 *С 

— 60.., + 1 25 “С 
—45... +85 °С 


В диапазоне температур Н-Й5... + І26 “С допустимое значение рассеиваемой мощности 
снижается линейно. 
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Зона возможных поло- 
женнй зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от тока 
коллектора 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от на- 
пряжения коллектор — 
база 


Зависимость граничной 
частоты от тока эмит- 
тера 
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Зависимость граничной 
частоты от напряжения 
коллектор — база 


Зависимость максималь- 
но допустимого посто- 
янного напряжения кол- 
лектор — эмиттер от со- 
противления база — 

эмиттер 


1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В, ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329В, ГТ329Г 

Транзисторы германиевые планарные структуры п-р-п усилительные с нор- 
мированным коэффициентом шума на частоте 400 МГц, Предназначены для 
применения во входных и последующих каскадах усилителей высокой и сверх- 
высокой частот Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими полоско- 
выми выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 



177 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
1/кл= 5 В, /э = 5 мА: 

7 = +25*С 15. .300 

7=-60*С 1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В От 0,3 до 1,2 зна- 

чения при 7 = 

= +25 "С 

7=+70°С 1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В От 0,8 до 2,5 зна- 

чения при 7= 


= +25 "С 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
С/хб = 5 В, І 3 = 5 мА, не менее: 

1Т329А, ГТ329А 1,2 ГГц 

1Т329Б, ГТ329Б 1,7 ГГц 

1Т329В, ГТ329В 1 ГГц 

ГТ329Г 0.7 ГГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ѵкв = 5 В, 

/е = 5 мА, /= 30 МГц, не более: 

1Т329А, ГТ329А, ГТ329Г 15 пс 

1Т329Б 30 пс 

1Т329В, ГТ329Б, ГТ329В 20 пс 

Коэффициент шума при Цкв — 5 В, /э = 3 мА: 

/ = 400 МГц, /?.= 75 Ом, не более: 

1Т329А, ГТ329А 4 дБ 

1Т329Б, 1Т329В, ГТ329Б, ГТ329В 6 дБ 

ГТ329Г 5 дБ 

/=60...400 МГц, /?, = 75 Ом, типовое значение , . 3,5* дБ 

/=600 МГц, Я*=50 Ом, типовое значение . . . 4* дБ 

/=900 МГц, й г =30 Ом, типовое значение . . . 5* дБ 

Оптимальное сопротивление генератора при измерении ко- 
эффициента шума: 

/=60 МГц 75...100 Ом 

/=180.. .400 МГц 1 50 Ом 

Диапазон частот, соответствующий равномерному спектру 

шумов (область белого шума) 1—400 МГц 

Коэффициент усиления по мощности при ІІкв — 5 В, !$ = 

= 5 мА, /=400 МГц 6 дБ 

Граничное напряжение при /э= 5 мА, не менее ... 5 В 

Обратный ток коллектора при (7кв=10 В, не более: 

Т = +25 °С 5 мкА 

7 = +70 °С 1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В 50 мкА 


Обратный ток эмиттера, не более: 

7 = +25 “С, Ѵэб = 0,5 В ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329Г . 

Уев =0,7 В 1Т329А, 1Т329Б 

II эв — 1 в 1Т329В, ГТ329В 

7 = +70 °С, ІІѳв — 0,7 В 1Т329А, 1Т329Б , . . . 

Ѵвв= 1 В 1Т329В 

Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого си- 
гнала при 6/ КБ = 5 В, /а = 5 мА 1Т329А, 1Т329Б, ІТ329В, 

не более 

Емкость коллекторного перехода при Ѵнв — 5 В, не бодее: 

1Т329А, ГТ329А, ГТ329Г 

1Т329Б, ГТ329Б, 1Т329В, ГТ329В 

Емкость эмиттерного перехода при Ѵв в=0,5 В, не болеа 
Емкость конструктивная между выводами: 

эмиттера и корпуса 

базы и корпуса 

коллектора и корпуса . 


100 мкА 
100 мкА 
100 мкА 
150 мкА 
150 мкА 


22 Ом 


2 пФ 

3 пФ 

3,5 пФ 


0,5 пФ 
0,5 пФ 

0,6 пФ 
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Предельные мсллуатецнмтые данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 
при /?»<і= 1 кОм 


при заданном ІІ БЭ . 

Постоянное напряжение эмиттер — база. 

ГТ329А, ГТ329Б, ГГ329Г 
1Т329А, 1Т329Б 

1Т329В, ГТ329В . ' ' 

Напряжение коллектор — эмиттер в режиме усиления 
Кэв~1кОм, /=20 кГц ... 

Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора' 
при Т =+50 "С для 1Т329А, ІТ329Б, 1Т329В 
при Г=+50°С для ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329В 
при Г=+70°С для 1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В 
при 7= 4-60 °С для ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329В, ГТЗ 
Тепловое сопротивление 
Температура р-п перехода. 

1Т329А, 1Т329Б. 1Т329В 
ГТ329А, ГТ329Б, ГТ329В, ГТ329Г 
Температура окружающей среды: 

1Т329А, 1Т329Б, 1Т329В 
ГТ329А. ГТ329Б. ГТ329В. ГТ329Г . . 


при 


29Г 


10 В 

5 В 
10 В 

0,5 В 
0.7 В 
1 В 

5,5 В 
20 мА 


50 мВт 
50 мВт 
25 мВт 
25 мВт 
0,8 “С/мВт 

4-90 °С 
+80 °С 

-6О...+70Т 
-60... +60 "С 


1Т330А, 1Т330Б, 1Т330В, 1Т330Г, гтззод, гтззож, гтззои 

Транзисторы германиевые планарные структуры п-р-п сверхвысокочастотные 
усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 400 МГц. Пред- 
назначены для усиления и генерирования электрических сигналов. 

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими полосковыми выво- 
дами Іип прибора указывается на корпусе. Допускается маркировка транзи- 
сторов условным обозначением и цветной точкой, которую наносят на фланец 
“ ме *ДУ корпусным и коллекторным выводами следующим образом 

ітччпп ~ « УКВ0 * ‘о* И “ расной точкой ; ГТЗЗОБ - буквой «Б» и зеленой точкой; 
ІТЗЗОВ — буквой «В» и белой точкой; 1Т330Г — буквой «Г» и черной точкой 
Масса транзистора не более 2 г 


шзо(а-г), пззоід-и) 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока при V к*=5 В, 
Іо = 5 мА: 

Г=+25°С: 

1Т330А, 1Т330Б, 1Т330Г, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОД . 

1Т330В . 

ГТЗЗОИ 

типовые значения: 

1Т330А 

1 ТЗЗОБ 

1Т330В 

1ТЗЗОГ 

7>-60°С 


Т =+70°С 


Граничная частота коэффициента передачи тока при Иив- 
= 6 В, /а = Б мА, не мецер: 

- ГТЗЗОЖ 


1Т330В, 


1Т330А, 

1 ТЗЗОБ . . 

ітззог 

гТззод, гтззок 

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой час 
тоте при 1 /кб = 5 В, /в ■= 5 мА, не более: 

1Т330А 

1 ТЗЗОБ 

І ТЗЗОБ, ГТЗЗОЖ 

1Т330Г, ГТЗЗОД, ГТЗЗОИ ...... 

Время рассасывания при /и =20 мА, /в=2 мА для 
1Т330А, 1Т330Г, не более . . . . 

Коэффициент шума при Ѵкв — Ъ В, /в*=Б мА, /=400 МГц 

1Т330А, не более 

типовое значение 

ГТЗЗОД, ГТЗЗОИ, не более ... 

Граничное напряжение при /в = 5 мА для 1Т330А, 1Т330Г 

не менее 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при 1к = 
= 20 мА, /б = 2 мА для 1Т330А, іТЗЗОГ, ГТЗЗОД, ГТЗЗОИ 

не более . . . . • 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /к-= 20 мА, 
1 Б = 2 мА для 1Т330А, ІТЗЗОГ, ГТЗЗОД, ГТЗЗОИ, не более 
Обратный ток коллектора при Чев= Ю В: 

Г = +25 °С: 

1Т330А 


1 ТЗЗОБ . 


1Т330В 


ІТЗЗОГ 

ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ, не более . . . . 

7 , = _60°С, не более 

Г^+70'С, не более 

Обратный ток эмиттера при V об ~ 1 ,5 В, не более , • 

Емкость коллекторного перехода при Укв = 5 В, не более: 

1Т330А, 1 ТЗЗОБ, 1Т330В 

ІТЗЗОГ, ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ , . . . . 


30.. .400 
80.400 

10. . .400 

75* 

180* 

140* 

Б5* 

От 0,4 до 1,2 зна- 
чения при Т = 

= +25 °С 

От 0,5 до 2,5 зна- 
чения при Т= 

= +25*С 


1000 МГц 
1500 МГц 
700 МГц 
Б00 МГц 


25 пс 
50 пс 
100 пс 
30 пс 

50 нс 

5 дБ 
3,9* дБ 
8 дБ 

6 В 


0,3 В 
0.7 В 


0,07*...0,14*„ 
...5 мкА 
0, 07*. ..0, 14... 
...Б мкА 
0.08*...0,15*.., 
...Б мкА 
0, 08*. „0, 17*,. 
...Б мкА 
5 мкА 
5 мкА 
50 мкА 
100 мкА 

Й пФ 
5 пФ 


Продолжение 


типовые значения: 

1Т330А, 1Т330Б 

1Т330В 

1Т330Г 

Емкость эмиттерного перехода при 11 ев =0,5 В, не более 
типовые значения: 

1Т330А 

1Т330Б 

1Т330В 

1Т330Г 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база: 

ІТЗЗОА, 1Т330Б, ІТЗЗОВ, 1Т330Г ...... 

ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ . 

Импульсное напряжение коллектор — база: 
при Т = —60. ..+45 °С: 

ІТЗЗОА, 1Т330Б, ІТЗЗОВ 

1Т330Г 

при Т= —45. ..+55 °С для ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ 
при Т = +70 “С: 

ІТЗЗОА, 1Т330Б, ІТЗЗОВ 

1Т330Г 

Постоянное напряжение — эмиттер — база .... 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер ІТЗЗОА. 

1Т330Б, ІТЗЗОВ, 1Т330Г Г . . . 

Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при У — —60. ..+45 “С для ІТЗЗОА, ІТЗЗОБ, ІТЗЗОВ. 

ІТЗЗОГ 

при Г=— 45...+45°С для ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ 
при Г=+55°С для ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ . . 

при Г=+70“С для ІТЗЗОА, ІТЗЗОБ, ІТЗЗОВ, ІТЗЗОГ 
Температура р-л перехода: 

ІТЗЗОА, ІТЗЗОБ, ІТЗЗОВ. ІТЗЗОГ . . . 

ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ, ГТЗЗОИ 

Температура окружающей среды: 

ІТЗЗОА. ІТЗЗОБ, ІТЗЗОВ, ІТЗЗОГ ..... 
ГТЗЗОД, ГТЗЗОЖ. ГТЗЗОИ ........ 


1,7» пФ 
1,6* пФ 
1,75* пФ 
5 пФ 

1,6* пФ 
1,5* пФ 
1,45* пФ 
1,8* пФ 


13 В 
10 В 


20 В 
18 В 
20 В 

15 В 
13 В 
1,5 В 

13 В 
20 мА 


60 мВт 
50 мВт 
40 мВт 
25 мВт 

+95*0 
+60 'С 

—60.. ,+70 “С 
— 45. .+60“ С 


Допускается пайка полосковой части вывода в течение не более 3 с, темпе- 
ратура пайки не должна превышать +260 “С. 



ео-'іо о <>0 во иог'с 
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Зона врзможных поло- 
жений зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от тем- 
пературы 


.Зона возможных поло- 
жений зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от тока 
эмиттера 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от на- 
пряжения коллектор — 
база 


1Т341 А, 1Т341Б, 1Т341В, ГТ341А, ГТ341Б, ГТ341В 

Транзисторы германиевые планарные структуры п-р-п усилительные с нор- 
мированным коэффициентом шума на частоте 1 ГГц. Предназначены для при- 
менения в усилителях сверхвысокой частоты. Выпускаются в металлостеклянном 
корпусе с гибкими полосковыми выводами. Тип прибора указывается на кор- 
пусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 


ІТЗЧНА-О), ПЗЧІ(А-В) 

1.1 3,2 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 
эмиттером при 13 кб = 5 В, Іэ = 5 мА: 

Т = +25 °С: 

1Т341А, 1Т341Б, ІТ341В 

ГТ34ІА, ГТ341Б, ГТ341В 

Г=-60°С 1Т341А, 1Т341Б, 1Т341В ...... 


Г=+70' , С 1Т341А, ІТ34ІБ, 1Т341В 


Граничная частота коэффициента передачи тока при 
{/яв=5 В, Л>= 5 мА, не меиее: 

1Т341А, ІТ341В. ГТ341А, ГТ341В 


15.. .250 

15.. 300 

От 0,3 до 1 ,2 зна- 
чения при Т = 

= +25 “С 

От 0,8 до 2,8 зна- 
чения при Т — 

= +26°С 


1.5 ГГц 
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1Т341Б, ГТ341Б 

типовые значения: 

1Т34ІА, 1Т341В, ГТ341А, ГТ341В . 

ІТ341Б, ГТ341Б 

Постоянная времени цепи обратной связи при 
/»= 5 мА, /=30 МГц, не более 

типовое значение 

Минимальный коэффициент шума при Г/ка — 5 В, Ів 
= 2 мА, /=1 ГГц, (?. = 50...75 Ом, не более: 


1Т341А, ГТ341А 
1Т341Б, 1Т341В, 
типовые значения: 
ІТ341А, ГТ341А 
ІТ341Б, 1Т341В, 


ГТ341Б, ГТ341В 


более: 


1Т341Б 


ГТ341Б, ГТ341В 
Максимальный коэффициент усиления по мощности по 

Ук®= 5 В; 1в = Ъ мА, /-1 ГГц 

Граничное напряжение при Ів - 5 мА, не менее 
Обратный ток коллектора при II кв= 10 В не 

Т=+25°С 

Т=+70°С 1Т34ТА, 1Т341Б, 1Т341В 
Обратный ток эмиттера, не более: 

Т = +23 "С, ІІ»в= 0,3 В 1Т341А, ГТ341А 

ГТ341Б, ГТ3418 

Ѵвв=0,5 В 1Т341В 

7"= +70 °С, 0,3 В 1Т341Б, 1Т341В 

Уав=0,5 В 1Т341В 

Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме 
гнала при Ѵ КБ = 5 В, 1 а = 5 мА, не более 
Емкость коллекторного перехода при І7кв-=5 В, 

типовое значение . 

Емкость эмиттерного перехода при 11 эв— 0,3 В, 

типовое значение 

Емкость конструктивная между выводами: 

эмиттера и корпуса 

базы и корпуса 

коллектора и корпуса .... 


Окб^Ъ Е 


не более 
не более 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база . .... 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер , 

при Н.б=0 . 

при К,б—1 кОм 

при заданном Ч в в 

Постоянное напряжение эмиттер — база: 

1Т341А, ГТ341А, 1Т341Б, ГТ341Б .... 

1Т341В, ГТ341В 

Напряжение коллектор — эмиттер в режиме усиления при 

/?.«=1 кОм, /=20 кГц 

Постоянный ток коллектора . . , ... 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
при Т = +60 “С . . 

при Т -=+70 Л С для 1Т341А, 1Т34ІБ, ІТ34ІВ . . 

СВЧ мощность, падающая 1 на вход транзистора: 

в непрерывном режиме 

в импульсном режиме при („ = 25 мкс, /=400 Гц , 

Тепловое сопротивление . , 

Температура р-п перехода ГТ341А, ГТ34ІБ, ГТ341В „ 
Температура окружающей среды: 

1Т341А, ІТгЙ'ІБ, 1Т341В 

ГТ341А, ГТ341Б, ГТ34ІВ 


Продолжение 
2 ГГц 

1,95* ГГц 
2,55* ГГц 

ГО пс 
7* пс 


4.5 дБ 

5.5 дБ 

4,0* дБ 
4,4* дБ 

5.6 дБ 
5 В 

5 мкА 
5В мкА 


50 мкА 
50 мкА 
100 мкА 
100 мкА 

20 Ом 

1 пФ 
0,5* пФ 

2 пФ 
0,85* пФ 

0,5 пФ 
0,5 пФ 
0,6 пФ 


10 В 

10 В 
5 В 
10 В 

0,3 В 
0.5 В 

5,5 В 
10 мА 

35 мВт 
25 мВт 

50 мВт 
250 мВт 
0,8 Х/мВт 
+85*С 

— 60(..+70°С 
— 40с..+60*С 


/г, . ГГц 


3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

'.5 

о г ч 6 в / э . пл 
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Зависимость граничной 
частоты от тока эмит- 
тера 
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Зависимость коэффиЦи- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента шума от темпера- 
туры 


2Т354Д-2, 2Т354Б-2, КТ354А-2, КТ354Б-2 


2Т354(А-2, Б- 2), КТ354(А-2, Б 2) 

I 0,8 



Транзисторы кремниевые эпитакси- 
ально-планарные структуры п-р-п уси- 
лительные. Предназначены для примене- 
ния в усилителях высокой и сверхвы- 
сокой частот. Бескорпусные на кристал- 
лодержателе с гибкими выводами и 
защитным покрытием. Тип прибора ука- 
зывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 0,003 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
С/кв“ 2 В, /к = 5 мА: 

Т = +25 °С: 

2Т354А-2, КТ354А-2 

2Т354Б-2, КТ354Б-2 

Г=- 60 °С: 

2Т354А-2 . . 

2Т354Б-2 


40.. .200 
90. 360 

20.. .200 

45. ..360 
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Продолжение 


Г — + 1 25 °С: 

2Т354А-2 

2Т354В-2 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
Окв = 2 В, /а= 5 мА, не менее: 

2Т354А-2, КТ354А-2 

2Т354Б-2, КТ354Б-2 

Постоянная времени цепи обратной связи при С/кв=2 В, 
/н=5 мА, ( — 30 МГц, не более: 

2Т354А-2, КТ354А-2 . . 

2Т354Б-2, КТ354Б-2 

Граничное напряжение при Ів= 5 мА, не менее . . . 

Обратный ток коллектора при Ук В =Ю В, не более: 

т^+гб-с 

+ 1 25 °С 2Т354А-2, 2Т354Б-2 

Обратный ток эмиттера при У 8 е = 4 В, не более 
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого си- 
гнала при Ук=2 В, / 8 = 5 мА, /=50...1000 Гц, не более 
Емкость коллекторного перехода при 1/кв — 5 В, не более 
Емкесть эмиттерного перехода при У 8 в= 0, не более 


40.. .360 

90.. .650 


1,1 ГГц 
1,5 ГГц 


25 пс 
30 пс 
10 В 

0,5 мкА 
5 мкА 
1 мкА 

10 Ом 
1,3 пФ 
1,2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 10 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Яа, < 

<3 кОм . 10 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 4 В 

Постоянный ток коллектора 10 мА 

Импульсный ток коллектора при <„<10 мкс, <Э>2 , 20 мА 

Постоянный ток эмиттера , 10 мА 

Импульсный ток эмиттера при <„<10 мкс, <3>2 . , 20 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора *: 

при Г< + 75°С для 2Т354А-2, 2Т354Б-2 .... 30 мВт 

при Г= + 125°С для 2Т354А-2, 2Т354Б-2 . . . . 10 мВт 

при Г<+50°С для КТ354А-2, КТ354Б-2 ... 30 мВт 

при Г=+85°С для КТ354А-2, КТ354Б-2 ... 16 мВт 

Температура окружающей среды: 

2Т354А-2, 2Т354Б-2 -60...+125°С 

КТ354А-2, КТ354Б-2 — 60...+85*С 


' В диапазонах температур окружающей среды +75...+ 12б"С для 2Т354А-2, 2ТЗМВ-2 
и +50... +85 °С для КТ354А-2, КТ354В-2 допустимое значение рассеиваемой мощности 
снижается линейно. 


Зависимость граничной 
частоты от напряжения 
коллектор — эмиттер 
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Гп/т, (іі’іпЛ) 
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о г ч 6 і /,. па 


Зависимость постоянной 
времени цепы обратной 
связи от ток* эмит- 
тера 


Зависимость постоянной Зависимость граничной 

времени цепи обратной частоты от тока эмит- 

связи от напряжения тера 

коллектор — эмиттер 


2Т355А, КТ355А, КТ355АМ 

Транзисторы кремниевые планарные структуры п-р-п сверхвысокочастотные 
усилительные с ненормированным коэффициентом шума. Предназначены для 
усиления и генерирования электрических сигналов в широком диапазоне частот. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами (2Т355А, 
КТ355А) и в пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ355АМ). Тип 
приборов 2Т355А. КТ355А указывается на корпусе. На приборе в пластмассо- 
вом корпусе маркировка указывается в сокращенном виде: 355А. 

Масса транзистора не более 1,2 г в металлостеклянном корпусе и не более 
0,5 г в пластмассовом корпусе. 

2Т355А, КТ355А 


іпиттер 

Корпус 

База 

Коллектор 


КТ355АП 

о.иь 


см 

о 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ 
Ѵкб = 5 В, Іх — 10 мА: 


Т = +25 “С 

Т-- 60 °С 2Т355А . . . 
7'= + 125 °С 2Т355А . . . 

Г раничная частота коэффициента 
Окб = 5 В, / 8 = 10 мА, не менее 
типовое значение 


передачи 


при 


пр 


Постоянная времени цепи обратной связи при Ѵбб—Ъ В 

/э = 10 мА, /=30 МГц, не более 

Граничное напряжение при / а = 10 мА, не менее ! 

среднее значение 

Обратный т<ж коллектора при І/ К а’=15 В,' не' более:’ 

Г= + 125 °С 2Т355А ' ' 


Обратный ток эмиттера при І/ 8В = 4 В, не более 
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого си 
гнала при У хв = 5 В, / 8 =10 мА, /=1 кГц, не более 

типовое значение 

Емкость коллекторного перехода при у хв =5 В, не более 
типовое значение . 

Емкость эмиттерного перехода при У 8В =4 В, не более 
типовое значение .... 


■ 80. ..300 

40. . .300 

80.. .420 

1500 МГц 
1800* МГц 

60 пс 
15 В 
21* В 

0,5 мкА 
5 мкА 

1 мкА 

10 Ом 
3,3* Ом 

2 пФ 
1,4* пФ 
2 пФ 
1,2* пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /? ба < 
^3 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база ! 1 ! ! ! 

Постоянный ток коллектора и эмиттера 

Импульсный ток коллектора и эмиттера при /„<0,5 мс, 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектооа «■ ' 
при Т < +85 *С . ѵ 

при Г = +4 25 °С для 2Т355А, КТ355А .' * I 

Температура р-п перехода .... 

Температура окружающей среды: 

2Т355А, КТ355А . . 

КТ355АМ ' 


15 В 

15 В 
4 В 

30 мА 


66 мА 


225 мВт 
<85 мВт 
+ 150 4 : 

-60... +.125 4 
-45... +85 "С 


’ В диапазоне температур 
снижается линейно. 


+ 85... + 12Б °С допустимое аиачекае расееиааемой мощности 


1Т362А, ГТ362А, ГТ362Б 

Транзисторы 'Германиевые планарные структуры п-рл усилительные с нор- 
мированным коэффициентом шума на частоте 2,25 ГГц. Предназначены для при- 
менения во входных каскадах усилителей высокой и сверхвысокой частот. Вы- 
пускаются в металлостекляниом корпусе с гибкими полосковыми выводами. Тип 
прибора указывается ва крышке корпуса. Для транзистора .1 1362 А допускается 
условная маркировка буквой «А» и двумя красными точками иа фланце ножки 
между эмиттерным и базовым выводами. 

Масса транзистора не более 2 г. 


ІТ362А, гтг(А,Б ) 


1,3 3,2 0.9 




Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
1/кв™ 3 В, 1д ~ 5 мА: 

Т = +26 °С: 

ІТ362А, ГТ362А 

1Т362А, типовое значение . 

ГТ362Б 

Г=- 60 °С 1Т362А 


Т = +70 °С 1Т362А 


Коэффициент шума при /в = 2 мА, 1=2,25 ГГц: 

С/яа = 3 В: 

1Т362А 

ГТ362А, не более 

ГТ362Б, не более 

Укв = 5 В 1Т362А ... . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
І/кв = 3 В, /в = 5 мА, не менее 

типовое значение .... . 

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой ча- 
стоте при 13 кв = 3 В, / к = 5 мА: 

1Т362А 

ГТ362А, не более 

ГТ362Б, не более . ■ 

Обратный ток коллектора при Ѵкв=5 В: 

Т = +25 “С: 

1Т362А 

ГТ362А, ГТ362Б, не более 

Г=-60°С 1Т362А, не более 

Г = +70°С 1Т362А, не более 

Обратный ток эмиттера при Уав=0,2 В, не более: 

1Т362А . . . . • 

ГТ362А, ГТ362Б 

Значения модуля и фазы параметров рассеяния, измерен- 
ных на частоте /=1,95 ГГц при Ѵкв = 3 В, Ік= 2 мА при 
малом уровне переменного сигнала: 


10. ..200 
41,9* 

10. ..250 

От 0,3 до 1,5 зна- 
чения при Г = 

= +25 'С 

От 0,5 до 2,5 зна- 
чения при Т ■=■ 

= +25 *С 


2, 2*. .3,7*. ..4,5 дБ 

4.5 дБ 

5.5 дБ 

2,3*...3*...4,5* дБ 

2,4 ГГц 
4,8* ГГц 


2* ...5.5*... 10 пс 
10 пс 
20 пс 


0.02*...0.І8*„.5 мкА 
5 мкА 
5 мкА 
30 мкА 

50 мкА 
100 мкА 
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Продолжение 

коэффициент отражения входной цепи транзистора 


в схеме ОЭ: 

модуль 0,04 

фаза —165“ 

коэффициент отражения выходной цепи транзистора 
в схеме ОЭ: 

модуль , 0,54 

фаза . , —72’ 

коэффициент обратной передачи напряжения в схе- 
ме ОЭ: 

модуль ... .02 

Фаза . . . . ' 50“ 

коэффициент прямой передачи напряжения в схеме ОЭ: 
модуль . .1,6 

Фаза . ... , , 38 е 

Емкость коллекторного перехода при ІІ К в = 5 В , 0,4\..0,5*...1 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при С/ 8В = 0 . , . 0,25*...0,5“...1 пФ 


Постоянное 
Постоянное 
Постоянное 
<1 кОм 
Постоянный 
Постоянная 
при Т 5 
при Г = 
Импульсная 
Г=+70“С, / 
Температура 
Температура 


Предельные эксплуатационные данные 
напряжение коллектор — база . . 

напряжение эмиттер — база 
напряжение коллектор — эмиттер при /?.«<- 


ток коллектора 

рассеиваемая мощность коллектора 

; . ,25 0(2 

+70 “С для 1Т362А 
СВЧ мощность в цепи эмиттер 

= 1 ГГц, 0-15 

р-п перехода 1Т362А 
окружающей среды . 



5 В 
0,2 В 

5 В 
10 мА 

40 мВт 
25 мВт 


80 мВт 
+85 ’С 
— 60...+70 “С 


При повышении температуры выше +25 “С мощность снижается линейно. 


Допускается пайка полосковой части вывода не ближе 3 мм от места 
сварки вывода в течение не более 3 с, температура пайки не должна превышать 
+ 260 С. Допускается пайка выводов на расстоянии до 0,5 мм от стеклянного 
изолятора; при этом температура не должна превышать +100’С, время пайки 
не более 3 с. 
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Входные характеристики Зона возможных подо- 
жений зависимости <х)- 
ратного тока коллекто- 
ра от температуры 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ста- 
тического коэффициент# 
передачи тока от тока, 
змяттеоа 
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-60-30 О 30 60 00 V с 



о г і в в іц.па 
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зоо 

90 
10 

70 
60 
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1Т362А 
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К 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи ьжэ от тем- 

пературьі 


Зависимости модули ко- 
эффициента передачи 
тока от тока коллек- 
тора 


Зависимость постоянно- 
го напряженки коллек- 
тор — эмиттер от сопро- 
тивления база эмиттер 


Т н пс 




1 Т 362 А 










кл 

»» 

18 





Ъ 5Й 

38 







/« 

100 ПГц 





О ? I* $ 8 / к . пА 


К ш , ЦБ 



0 1 2 3 Ч І н . пА 


К ш , дБ 



П 362 А 












у 

У 





О т 

-* 

•2м 

е 

•А 

А 




1 . 








О 0,5 і /,5 2/ ГГц 


Зависимости постоянной 
времени цепи обратной 
связи от тока крллек 
тора 


Зона возможных поло- 
жений зависимостію ко- 
эффициента шума от 
тока коллектора 


Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 



О I I 3 9 Г я ,пА 



О 0,6 1 1.3 2 /. ГГц 



о і г з о и КІ , е 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента усиления от 
тока коллектора 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента усиления от 
частоты 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ем- 
кости коллекторного пе- 
рехода от напряжения 
коллектор — база 
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2Т366А-1, 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, 2Т366В-1, 
КТ366А, КТ366Б, КТ366В 


кремниевые плана Р н “« структуры п-р-п универсальные. Пред- 
назначены для применения в усилителях, импульсных и переключающих уст- 

ложке ^ Г иГ и Г” Р0ВаН " 0Й аППаратурЫ - Беск °Рпусные на диэлектрической под- 
те^ной тя ® :^.® ДаМН " защитным покрытием. Выпускаются в сопроводи- 
Гя и, тѴпы’ м^" СЧИВаЮЩеЙ возможность «змерения параметров без ювлече- 
2Т366А аР “п я ;^ГЖ С к Я . на сопроводительной таре цветными точками: 
ной ктч^ р : ЭТЗббБ-І -черной; 2Т366Б 1-1 - синей; 2Т366В-1 - зеле- 
зеленьши ^ 6А двумя красными; КТ366Б— двумя черными; КТ366В — двумя 

Масса транзистора не более 0,003 г. 


гТЗСб(А1,Б-1,Б1- 1,8Т), К 'ТЗББ(А-в) 



Тип 

транзистора 

Разпср 
^пакс » пп 

ГГ36БА1 

БТЭ6БА 

0,65 

1Т366Б-1 

2ТЗБББМ 

КТ366Б 

0,73 

гтзеев-і 

ктзббв 

0,05 


Электрические параметры 


коэффициент передачи в схеме ОЭ 


при 


Статический 
Ѵкѳ—\ В: 

2Т36вВМ 2 кт^кнк’ КТ36 , 6А с лрн / 8=1 мА - 2Т366Б-) 
2І36&Ы-І, КТ366Б при /э=5 мА, 2Т366В-1 КТ366І 
при / 8 =1б мА 

ЭТЭДйкГ? 2Т , 366А ' 1 я "Р и мА, ' 2Т366Б- 1 

т 36 , 6 ос^ при /в = 5 мА - 2Т366В-1 при / а = 15 мА 
гГчккк 5 ! ? 2Т366А-1 при /э = 1 мА, 2Т366Б-1 

2Т366Б1-1 при /э = 5 мА, 2Т366В-1 при /„ = 15 мА 
Граничная частота коэффициента передачи тока прі 

'-'КВ ^ В, НС МСНСС! 

/„ = 3 мА 2Т366А-1, КТ366А 
/„ = 5 мА: 

2Т366Б-1, КТ366Б 

2Т366Б1-1 .... 

/и=10 мА 2Т366В-І, КТ366В .' ' 

Постоянная времени цепи обратной саяви при І/ В э=2 В 
1= 5 .МГц, не более: 1 

/к = 3 мА 2Т366А-1, КТ366А 

1к= 5 мА 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, КТ366Б ' ' ' 

/н = 10 мА 2Т366В- 1 , КТ366В . . • • . 

Время рассасывания, не более: 

/к= 3 мА, и =0,3 мА 2Т366А-1, КТ366А 

° “А* {а=1 мА 2Т366Б-1, 2Т366Б1-Ц КТ366Б 
/„=15 мА, /а= 1,5 мА 2Т366В-1, КТ366В 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /*•=.’ 
= 3 мА /«-0,3 иА для 2Т366А-1, КТЭ66А; /„=№ я А 
/в- і мА для 2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, КТ366Б; /„=15 мА 
/в-1,5 мА для 2Т366В-1, КТ366В, не более . 


5 ( 1 .. 200 
20- .200 
50..А00 

10® МГц 

1000 МГц 
800 МГц 
10Ѳ0 МГц 


І0 ос 
50 нс 
ЙО нс 

50 не 
80 нс 
120 нс 


Оі» В 
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Напряжение насыщения база — змиттер: 

при /к = 3 мА, Іс = 0,3 мА для 2Т366А-1, К.Т366А; 
/н= 10 мА, / Е = I мА, для 2Т366Б-1, 2Т366Б1 1, КТ366Б 
при /я=15 мА, /д = 1,5 мА для 2Т366В-1, КТ366В 
Постоянное напряжение эмиттер — база при Іэ =0,05 мА, 
не менее . ... .... , 

Обратный ток коллектора при 1/яв=15 В, не более: 

Г-+25-С 

Г = + 85 'С 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Уяв=Ю В, не 

более 

Обратный ток эмиттера при — ‘ 1.5 В, не более: 

Т-+ 25 °С 

Т — +85 °С 

Емкость коллекторного перехода при Укв=0,1 В, не более: 

2Т366А-1, КТ366А 

2Т366Б- 1, 2Т366Б1-1, КТ366Б 

2Т366В-1, КТ366В 

Емкость эмиттерного перехода при 1/ав = 0,1 В, не более: 

2Т366А-1, КТ366А 

2Т366Б-І, 2Т366Б1-1, КТ366Б 

2Т366В 1, КТ366В ..... ' 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база . . . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 
Постоянное напряжение эмиттер — база . . . 

Постоянный ток коллектора: 

2Т366А- 1, КТ366А 

2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, К.Т366Б ... . . 

2Т366В-1, КТ366В . 

Импульсный ток коллектора при <„<10 мкс, <Э> 3: 

2Т366А-1, КТ366А . . 

2Т366Б-1, 2Т366Б1-І, КТ366Б . . . • . 

2Т366В- 1, КТ366В . . . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

2Т366А-1, КТ366А при К Г “1°С/мВг 

7 1 < + 70 "С . . . 

Г = +85°С . . 

2Т366Б-1, 2Т3666І-1, КТ366Б при Лг = 0,6 ’С/мВт: 

Г< +70 °С . . 

Т = +85 °С 

2Т366В-1, КТ366В при Лг = 0,3 “С/мВт: 

Т < +70 "С 

Т= +85 “С . . 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при <„< 
<10 мкс, <3> 3: 

2Т366А-1, КТ366А . . . 

2Т366Б-1, 2Т366Б1-1, КТ366В . . 

2Т366В- 1, КТ366В . . . . 

Тепловое сопротивление кристалл — корпус 
Температура р-п перехода . .... 

Температура окружающей среды .... 


Продолжение 


0, 8.. .0.87 В 
0.78...0.85 В 

0,57 В 

0,1 мкА 
0.5 мкА 

0,5 мкА 

0,1 мкА 
0,5 мкА 

1,1 яФ 
1,8 пФ 
3,3 нФ 

0,8 пФ 
1,8 пФ 
3.5 пФ 


15 В 
10 В 
4,5 В 

10 мА 
20 мА 
45 мА 


20 мА 
40 мА 
70 мА 


30 мВт 
15 мВт 

50 мВт 
25 мВт 

90 мВт 
50 мВт 


25 мВт 
40 мВт 
70 мВт 
0,05 °С/мВт 
+ 100 °С 
—60... +85 "С 
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Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 


Зависимости граничной 
частоты от тока кол- 
лектора 


Зависимости постоянной 
времени цепи обратной 
связи от тока эмиттера 


2Т368А, 2Т368Б, КТ368А, КТ368Б, КТ368АМ, КТ368БМ 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п сверх- 
высокочастотные усилительные с ненормированным (2Т368Б, КТ368Б КТ368БМ1 
и нормированным (2Т368А, КТ368А, КТ368АМ) коэффициентами шума на ча- 
стоте 61 ) МІц. Предназначены для применения во входных и последующих кас- 
кадах усилителей высокой частоты. Выпускаются в металлостеклянном корпусе 
с гибкими выводами (2Т368А, 2Т368Б, КТ368А. КТ368Б) и в пластмассовом 
корпусе с гибкими выводами (КТ368АМ, КТ368БМ). Тип прибора указывается 
на металлическом корпусе. Транзисторы в пластмассовом корпусе маркируются 
условным кодом: КТ 368 А М — двумя точками; КТ368БМ — одной точкой. Р 

Масса транзистора не более 1 г в металлическом корпусе и не более 05 г 
в пластмассовом корпусе. ' 


2ТЗВ8(А.Б), КТЗВв(А.Б) 



0.7 



КТ 36В (АП. Б П) 



7 -307 


Электрические параметры 


Статически? коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
І/кв-1 В, / 8 =10 мА: 

2Т368А, 2ТЭ68Б 
7=+25°С 
7=- 60 °С 
7= + 125°С 
КТ368А, КТ368Б. 

7 = +25 °С 
7=— 60 °С 
7 = + 125 °С 
КТ368АМ, КТ368БМ: 

7= +25 “С . . 

7= 60 °С 

7 = + 1 00 °С 

Граничная частота коэффициента передачи тока при (/кв = 
■5 В, /а=10 мА, не менее , 
типовое значение 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ѵкв=5 В 
/»= 10 мА, 1 = 30 МГц 

Коэффициент шума при і/кв=5 В, / 8 = 10 мА, /=60 МГц, 
«, = 75 Ом для 2Т368А, КТ368А, КТ368АМ 
Граничное напряжение при / э =10 мА, не менее 

типовое значение . , 

Обратный ток коллектора при Укв=15 В, не более: 

7= +25 ”С 

7= + І25°С 2Т368А, 2Т368Б 
Обратный ток эмиттера при Ьвв = 4 В, не более 
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого си- 
гнала при II к в=5 В, Л>=10 мА, 1=1 кГц, не более 
типовое значение ... .... 

Емкость коллекторного перехода при II кв - 5 В, не более 
типовое значение . . ... 

Емкость эмиттерного перехода: 

при і/вв=* 1 В для 2Т368А, 2Т368Б, не более . , 

при V пв~— I В для 2Т368А, 2Т368Б, типовое значение 
при Увв=4 В для КТ368А, КТ368Б, КТ368АМ, 

КТ368БМ, не более 

Емкость конструктивная 2Т368А, КТ368Б, КТ368А 

КТ368Б- 

между выводом эмиттера и корпусом , 
между выводом коллектора и корпусом .... 
между выводом базы и корпусом . . 

между выводами коллектора и эмиттера . 

между выводами коллектора и базы 
Индуктивность выводов эмиттера и базы при 1=3 мм для 
2Т368А, 2Т368Б, КТ368А, КТ368Б 


60.. . 300 

25.. .300 

40.. .500 

50.. . 300 

25.. . 300 

50. . .600 

50. . 450 

25. . .450 

50. . 600 

900 МГц 
1100* МГц 

4,5* ..7*.. 15 пс 

1,8*...2,8*...3,3 др 
15 В 
25* В 

0,5 мкА 

5 мкА 
1 мкА 

6 Ом 
3* Ом 
1,7 пФ 
1,2* пФ 

3 пФ 
2* пФ 

3 пФ 


0,45* пФ 
0,6* пФ 
0,4* пФ 
0,08* пФ 
0,15* пФ 

4,5* нГн 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 15 в 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
<3 кОм 15 в 

Постоянное напряжение эмиттер — база 4 в 

Импульсное напряжение коллектор — база при /„<0,5 мс, 

20 В 

Импульсное напряжение коллектор — Эмиттер при 

<3 кОм, /„<0,5 мс, 0>2 20 В 

Постоянный ток коллектора и эмиттера . , 30 мА 
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П родоАженм 

Импульсный ток коллектора и эмиттера при / и ^0,5 мс, 


0&2 . . . . 60 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 : 

2Т368А, 2Т368Б: 

7'<+65°С > 6650 Па 225 мВт 

Г<+65°С, р= 665 Па . 150 мВт 

Г- + 125 °С . 60 мВт 

КТ368А, КТ368Б: 

7-<Ч-65°С . 225 мВт 

7 = + 125°С . . 60 мВт 

КТ368АМ, КТ368БМ: 

Г<4-65°С 225 мВт 

Г- + І00Ч: .... .. 130 мВт 

Температура р-п перехода . ... ... +150 °С 

Температура окружающей среды: 

2Т368А, 2Т368Б, КТ368А, КТ368Б . . . — 60...+-125 *С 

КТ368АМ, КТ368БМ . . . % . -60...+ 100 в С 


‘ В диапазоне температур +65...+ І25 в С (для КТ368АМ. КТ368БМ до + 100 "С) до» 
пустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно. 



0 10 20 50 ЬО Г к , пА 



О г, 5 5 7.5 10 (/ кв , в 


^ гр № Гр 
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368 (А. В) 
368 (А. 6) 



КТ 

г 


КиЬв(АП.БЛ) 


О 5 10 15 го / э . пА 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 


Зависимость граничной 
частоты от тока вмах- 
тера 


Лр/Лр 

1,15 
1,10 
1,05 
1,00 
0,95 

0 г .5 5 7,5 ю и къ , В 
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Кщ 

г.5 
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О 
і.о 
05 
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\ 

, гТЗБ 8 (А. 6 ) 
КТ 368 (А. 6 ) 
~КТ 368 (АП. 6 Н 
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Ч.ь'ІВ 




/ э - Юн А 




Зависимость граничной 
частоты от напряжения 
коллектор — база 


7* 


Зависимость максималь- 
но допустимого посто- 
янного напряжения кол- 
лектор — эмиттер от со- 
противления база — 

эмигтер 


Зависимость коэффици- 
ента шума ох частоты 
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2Т371А, КТ371А, КТ371АМ 


2Т371А ки?,А К7371АН 




Транзисторы кремниевые эпитаксиаль- 
но-планарные структуры п-р-п сверхвысо- 
кочастотные усилительные с ненормирован- 
ным коэффициентом шума. Предназначены 
для применения в усилителях сверхвысоких 
частот. Выпускаются в металлокерамиче- 
ском (2Т371А, КТ371А) и металлопласт- 
массовом (КТ371АМ) корпусах с гибкими 
полосковыми выводами. На крышке кор- 
пуса транзистора наносится условная мар- 
кировка цветным кодом: 2Т371А — одна си- 
няя точка; КТ371А — две синие точки; 
КТ37 1 АМ — две полосы. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 


Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкб— 1 В, /к— 10 мА: 

Г=+25°С 30... 240 

Г=-60°С 2Т371А 16.. 240 

? = + 1 25 °С 2Т371А 30... 400 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

(7*в=5 В, /а=10 мА, не менее 3 ГГц 

типовое значение 2Т371А 3,6* ГГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при і/*в = 5 В, 

/а=10 мА, /=30 МГц, не более 15 пс 

типовое значение 8* пс 

Коэффициент шума при Ѵкв = 5 В, /» = 5 мА, /=400 МГц, 

К, = 75 Ом для 2Т371А 4* дБ 

КТ371АМ 5* дБ 

Граничное напряжение при Ід = 10 мА, не менее ... 10 В 

типовое значение , 22* В 

Обратный ток коллектора при II кв — 10 В, не более.' 

Г=+25°С 0,5 мкА 

Г= + 125*С 2Т371А 5 мкА 

Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого си- 
гнала при Ѵкд = 5 В, Ід — 10 мА, /= 1 кГц, не более . 10 Ом 

типовое значение 4* Ом 

Емкость коллекторного перехода при 1/кв=5 В, не более 1,2 пФ 

типовое значение 0,7* пФ 

Емкость эмиттерного перехода при 1/дв= 1 В, не более 1,5 пФ 

типовое значение 0,9* пФ 

Емкость конструктивная между выводами коллектора и 

эмиттера 0,2* пФ 

Индуктивность выводов эмиттера и базы .... 2,5* нГн 

Коэффициент отражения входной цепи в схеме ОЭ при 
V яв=5 В, /э = 10 мА, /?»=50 Ом: 

/=400 МГц: 

модуль 0,32* 

фаза -56 °* 

/= 1 ГГц: 

модуль , 0,14* 

фаза ............ —112°* 
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Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме ОЭ 
при Уісв=5 В, / 8 = 10 мА, Я» = 50 Ом: 

/=400 МГц: 

модуль 

фаза 

/=1 ГГц: 

модуль 

фаза 

Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме ОЭ 
при 1/кв=5 В, / в = 10 мА, Я»=50 Ом: 

/ = 400 МГц: 

модуль 

фаза 

/= 1 ГГц: 

модуль 

фаза . 

Коэффициент отражения выходной цепи в схеме ОЭ пои 
Ухв=5 В, / э =10 мА, Я.=50 Ом: 

/=400 МГц: 

модуль 

фаза ...... 

/= 1 ГГц: 

модуль 

фаза 


Предельные эксплуатационные данныя 

Постоянное напряжение коллектор — база .... 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 

<3 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора и эмиттера .... 
Импульсный ток коллектора и эмиттера при <„<10 мкс, 

0^2 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ’і 
2Т371А: 

Т < +65 "С, 6650 Па 

Т < +65 °С, Р=665 Па 

7'= + 125°С 

КТ371А: 

Т < +65 “С 

Г= + 125°С 

КТ371АМ при Г<+85°С 

Температура р-п перехода .... . . , 

Температура окружающей среды: 

2Т371А, КТ371А 

КТ371АМ 


* В диапазоне температур окружающей среды +бі... + 12б°С 
рассеиваемой мощности для 2Т371 А. КТЗПА снижаются линейно. 


Продолжение 


0,09* 

71°* 

0,18* 

60°* 


4,2* 
90° * 

1,9* 

57°* 


0,64* 

-27"* 

0,5* 

-52"* 


10 В 

10 В 
3 В 
20 мА 

40 мА 


100 мВт 
65 мВт 
30 мВт 

100 мВт 
30 мВт 
100 мВт 
+ 150 "С 

— 60. +126 *0 
-45... +85 "С 


допустимые значенія 
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Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 
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Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 



О Ч В 12 16 / э , пА 

Зависимость гранычноЛ 
частоты от тока эмит- 
тера 
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Зависимость граничноЛ 
частоты от напряжения 
коллектор — база 
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Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 
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Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 


2Т372А, 2Т372Б, 2Т372В, КТ372А, КТ372Б, КТ372В 


ПЗП(А-в), таз 72 (л- в) 



г 

— 



1 


«I 

1 


<в 

т.е 



Транзисторы кремниевые эпитаксиаль- 
но-планарные структуры п-р-п усилитель- 
ные с нормированным коэффициентом шу- 
ма на частоте 1 ГГц. Предназначены для 
применения во входных и последую- 
щих каскадах усилителен сверхвысоких 
частот. Выпускаются в металлокерамиче- 
ском корпусе с гибкими полосковыми вы- 
водами. Тип прибора указывается на ярлы- 
ке, являющемся составной частью упаковки. 
На корпусе между базовым и эмиттерным 
выводами наносится условная маркировка 
цветными точками: 2Т372А — одна зеленая; 
2Т372Б — одна черная; 2Т372В — одна бе- 
лая, КТ372А — две зеленые; КТ372Б — две 
черте; КТ372В — две белые. 

Масса транзистор і не более 0,2 г 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока при Чкб = 5 В, 
1э = 5 мА: 

2Т372А, 2Т372Б, 2Т372В . 

КТ372А, КТ372Б, КТ372В, не менее . . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
Чкв—Ъ В, Ід = 5 мА: 

2Т372А 

2Т372Б 

2Г372В . 


Минимальный коэффициент шума при Чкб-5 В, /» = 2 мА, 
/= 1 ГГц: 

2Т372А, КТ372А 

2Т372Б, КТ372Б . . 

2Т372В, КТ372В . . 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности ной 
Чкв = Ъ В, І а = 5 мА, 1=1 ГГц .... 

Постоянная времени цени обратной связи на высокой ча- 
стоте при Ч Ігв = 5 В. / 8 =5 мА . . . . 

Обратный ток коллектора при Чкв = 15 В: 

Г=+25°С .... 


Т = — 60 °С, не более . 

Г= + 125°С, не более . , . 

Обратный ток эмиттера при І/ 8В = 3 В. 
Г=+25°С 


Т = —60 °С, не более 

7= + 125°С, не более 

Коэффициент отражении входной цепи при 
Чво=5 В, Ік = 5 мА, Р в *=10 мкВт: 


2„=50 


Ом 


модуль ... . ... 

фаза .... ......" 

Коэффициент обратной передачи напряжения при 2а» 
=50 Ом, Чкѳ^ 5 В, Ід— 5 мА, Р.*=10 мкВт: 


модуль ... 

фаза . . 

Коэффициент прямой передачи напряжения при 2»=50 Ом 
Чкэ = 5 В, /к= 5 мА, Рд Х = 10 мкВт: 


модуль ... ... 

фаза 

Коэффициент отражения выходной цепи транзистора при 
2о = 50 Ом, 1/ка = 5 В, /*=5 мА, Р,*= 10 мкВт: 

модутть . . ..... 

фаза . . . 

Емкость коллекторного перехода при У яв =5 В 
Емкость эмиттерного перехода при Чвв — 0 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Р, 9 < 
< 10 кОм 

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер пел 
<10 кОм, <„<10 мкс, 0 = 20 
Постоянный ток коллектора , 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
при 7= -60...+ 100 °С 
при Г = + 125 °С: 

2Т372А, 2Т372Б, 27372В 

КТ372А, КТ372Б, КТ372В . . 


10*... 90* 


2. 4. . .4. 35*... 
...5,4* МГц 

3.. .4.8*...6* МГц 
2,4. .3,75*... 

...5,4* МГц 


2,3*...2,9*...3,5 дБ 
2,5*...3,5*...5,5 аБ 
3*...3,8*...5,5 дБ 

10*. ..12*. .14,5* дБ 

2,5*...4*...9* пс 

0,006*.,.0,01*.„ 

0,5 мкА 
0,5 мкА 
10 мкА 

0,01*...0,03*... 

20 мкА 
20 мкА 
200 мкА 


0,14* 

-149°* 


3,29* 

76°* 


0,093* 

бЭ’* 


0,623* 

- 30 °* 

О,4*...0 ; 65*...1 пФ 
1* Л.2*...1,5* нФ 

15 В 
3 В 

15 В 

15 В 
10 мА 

50 мВт 

30 мВт 
25 мВт 
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Импульсная рассеиваемая мощность коллектора пои 
=+70 'С. /=1 ГГц, <?=15 . .. .. 

Тепловое сопротивление переход — среда .... 
Темп^гура р-п перехода . . 

Температура окружающей среды . 

Минимальное расстояние пайки выводов от корпус і 
пайки не выше +260 °С, время пайки не более 3 с. 


Продолжение 

80 мВт 
ГС/мВт 
+ 155 "С 
— 60...+ І25*С 
2 мм, температура 



0 2 в В в І 3 , пА 
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Зависимости модуля ко- 
эффициента передачи 
тока от тока эмиттера 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости по- 
стоянной времени цепи 
обратной связи от тока 
эмиттера 


6 
5 
V 
3 
2 

0 1 г 3 в нА 




і і.і г 2.5 з / гг ч 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от тока 
эмиттера 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока 
эмитіера 


Зависимости коэффици- 
ента шума от частоты 


4 <а, чВ 

Окэо, проз 

V 
1,0 
0,9 
48 
47 

ІО 1 ю‘ 10 7 , Он 





гтзп(А-в) 




'/л 









Ц* % *5В 

1,’3г» 




>/> 





I 









-60-30 0 30 60 90Т.°С 0,5 1 1,5 2 2,5 і, ГГц 


Зависимость пробивного 
напряжения коллектор — 
эмиттер от сопротивле- 
ния база — эмиттер 


Зона возможных поло- Зона возможных поло- 
жений зависимости ста- жений зависимости ко- 

тического коэффициента эффициснта усиления от 

передачи тока от тем- частоты 

пера гуры 
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1Т374А-6 


Транзистор германиевый планаиный 
структуры п-р-п усилительный с норми- 
рованным коэффициентом шума на ча- 
стоте 2,25 ГГц. Предназначен для при- 
менения во входных и последующих 
каскадах усилителей сверхвысоких ча- 
стот. Беснорлусной на керамическом 
кристаллодержателе с контактными пло- 
щадками. 

Тип прибора указывается на ярлы- 
ке. находящемся в индивидуальной упа- 
ковке. 

Масса транзистора не более 0,004 г. 


П37ЬА 6 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкб = 3 В, /э = 2 мА: 

Т = +25 °С . , 

г^-боч; . . 


Т = +70 °С 


Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ при Нкб= 3 В, / э = 2 мА, не менее 
типовое значение 

Постоянная времени цепи обратной связи при У нв =3 В, 
/* = 2 мА, /=100 МГц, не более 

типовое значение . . . 

Минимальный коэффициент шума при У нв = 3 В, 

■=2 мА, /=2,25 ГГц, не более 

типовое значение . ... 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
Нкб = 3 В, / в =2 мА, /=2,25 ГГц, не менее 

типовое значение .... . . 

Обратный ток коллектора при Увв=5 В, не более: 

Г =+25°С ' . . . . 

Г=+70°С 


Обратный ток эмиттера при У вв =0,3 В, не более . . 

Емкость коллекторного перехода при 7/ вв = 5 В, не более 
типовое значение . .... 

Емкость эмиттерного перехода при Ѵвв= 0,3 В, не более 
типовое значение ... ... 


10.. 100 

От 0,3 до 1,5 зна 
чения при 7= 
= + 25 °С 

От 0,5 до 3 зна- 
чений при Т = 
= +25 °С 

2.4 ГГц 
3,6* ГГц 

10 пс 

4* пс 

4.5 дБ 

4* дБ 

3.7,6 дБ 

6’ дБ 

5 мкА 
30 мкА 
100 мкА 
1 пФ 
0,7* пФ 
1 пФ 
0,5* пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора .... 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г=+45°С 

при 7’=+70°С 

Тепловое сопротивление переход — среда . . 

Температура р-п перехода ... 

Температура окружающей среды 


Кзл ^ 


5 В 

5 В 
0,3 В 
10 мА 

25 мВт 
10 мВт 
1,5 °С/мВт 
+ 85 °С 
— 60 .. + 70 °С 
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0 1 * I В'і.'іА 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 



О 2 V 6 а І н ,п А 


, аб 



К ш .дБ 

\5 
\0 

3.5 
Д О 

1.5 

1 1.25 1.5 1,75 2 /. ГГц 



ІГ37ІА-Б 

















. "к 

«"•* 

2г 

в 




'э 

іА 









Зависимость граничной 
частоты от тока кол- 
лектора 


Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 


2Т382А, 2Т382Б, КТ382А, КТ382Б, КТ382АМ, КТ382БМ 


гТЗвг(А.Б), КТ382(А,Б), 
8Т382 (АП, Б/1) 


0 5,3 

сч 


х 1 




г- 


1 — — 


* 



Транзисторы кремниевые эпитаксиаль- 
но-планарные структуры п-р-п усилитель- 
ные с нормированным коэффициентом шума 
на частоте 400 МГц. Предназначены для 
применения во входных и последующих 
каскадах усилителей высокой и сверхвы- 
сокой частот. Выпускаются в металлокера- 
мическом (2Т382А, 2Т382Б, КТ382А, 

КТ382Б) и пластмассовом (КТ382Ам[ 
КТ382БМ) корпусах с гибкими полосковы- 
ми выводами. На крышке корпуса нано- 
сится условная маркировка цветным кодом: 
2Т382А — одна черная точка; КТ382А — 
две черные точки; 2Т382Б — одна красная 
І^гѵоп л КТ382Б — дпе красные точки. 
К.Г382АМ — одна полоса; КТ382БМ — одна 
полоса и одна точка. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
і>кв = 1 В, /а = 5 мА: 

Т= 4-25 °С 

Г = — 60 °С 2Т382А. 2Т382Б 
Г= + 125°С 2Т382А, 2Т382Б 


40. . 330 

30.. .330 

40. . .450 


202 




Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ при Уив=5 В, / 8 = 5 мА, не менее 
типовое значение 

Постоянная времени цепи обратной связи при У кв = 5 В, 
/а=5 мА, 1=30 мГц: 

2Т382А, КТ382А. не более 

типовое значение . , 

2Т382Б, КГ382Б, не более 
типовое значение 

Коэффициент шума при П нв = 5 В, / э = 5 мА, / = 400 МГц. 
#, =75 Ом: 

2Т382А, КТ382А, КТ382АМ, не более 
типовое значение 

2Т382Б, КТ382Б, КТ382БМ, не более 
типовое значение , 

Граничное напряжение при / в = 5 мА, не менее . 

типовое значение . , 

Обратный ток коллектора при 1/ нв =15 В, не более: 
Т=+ 25 'С , , 

Г= + 125"С 2Т382А, 2Т382Б 
Обратный ток эмиттера при 0 яе =3 В, не более 
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого 

сигнала при і/ вс = 5 В, /д = 5 мА, /=1 кГц, не более 
типовое значение 

Емкость коллекторного перехода при 1/ кв = 5 В, не более 
типовое значение 

Емкость эмиттерного перехода при ІІдц= 1 В, не более 
типовое значение 
Индуктивность каждого вывода 

Коэффициент отражения входной цепи в схеме ОЭ при 

Икв^Ь В, /в- 5 мА, /=400 МГц, #,=50 Ом: 
модуль 
фаза , 

Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме ОЭ 
ври Пив— 5 В, /э = 5 мА, /=400 МГц, #, = 50 Ом: 
модуль 
фаза 

Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме ОЭ 
при Н иб = 5 В, /а = 5 мА, /=400 МГц, #,=50 Ом: 
модуль 
фаза 

Коэффициент отражения выходной цепи в схеме ОЭ 
при I) нв = 5 В /а = 5 мА, / = 400 МГц, #, = 50 Ом: 
модуль 
фаза 


ПродолкешЪ 

1,8 Пц 
2,25* ГГц 


15 пс 
6* по 

10 пс 
5,5* пс 


3 дБ 
2,2* дБ 
4,5 дБ 
2,5* дВ 
10 В 
20* Я 


0,5 мкА 
5 мкА 
1 мхА 


10 Ом 
3* Ом 
2 пФ 
1* нФ 
2,5 пФ 
1,6* пФ 
4* нГн 


0,26* 

— 1 33** 


0 , 102 * 

66 е * 


4,15* 

86 е * 


0,54* 

-35 е * 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 15 в 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при #в„< 

<3 кОм 10 в 

Постоянное напряжение эмиттер — база § в 

Постоянный ток коллектора и эмиттера 20 мА 

Импульсный ток коллектора и эмиттера при Л, <10 мкс, 

2 40 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора >• 

2Т382Л, 2Т382Б: 

Т < +65 °С, #>6650 Па 100 мВт 

Г<+65*С. # = 665 Па . 70 мВт 

Г= + 125 °С , , , 30 мВт 
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КГ382А, КТ382Б: 

Г<.+65‘С . . . 

7’= + 125°С * * * 

КТ382АМ, КТ382БМ при Гг? + 85 °С 
Температура р-п перехода . 

Температура окружающей среды: 

2Т382А, 2Т382Б, КТ382А, КТ382Б . 
КТ382АМ, КТ382БМ . . . 


Продолжение 

100 мВт 
30 мВт 
100 мВт 
+ 150 °С 

-60...+ 125°С 
-45... + 85 “С 




г;э/ Л иэ 
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0.! 
о.е 
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о * в іг іеі н , на 
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Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 


Зависимость граничной 
частоты от тока эмит- 
тера 
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Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


йВ 


2ТЗ 

С 

82(А. Б). КТ382 
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__ /-Ш пги 
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Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 


го чо бо во /оо /гоѵс 

Зависимость коэффици- 
ента шума от темпера- 
туры 


2Т384А-2, 2Т384АМ-2, КТ384А, КТ384АМ 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п пере- 
ключательные. Предназначены для применения в системах памяти ЭВМ и им- 
пульсных переключающих устройствах наносекундного диапазона в составе гер- 
метизированных микросхем. Бескорпусные с гибкими выводами и защитным 
"Ж™* на керамическом (2Т384А-2, КТ384А) и металлическом (2Т384АМ-2 
К.1384АМ) кристаллодержателях. Поставляются в сопроводительной таре по- 
зволяющей проводить измерение электрических параметров баз извлечения из 
нее транзисторов. Тип прибора указывается на сопроводительной таре. 
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Масса транзистора на керамическом кристаллодержателе не более 0.015 к 
на металлическом — не более 0,004 г. 


гтзвчл-г, кт 38ч а 


гТ384АП-г, КТ38ЧАП 




Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 

13нв = 1 В, / я =150 мА . . . ., 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
(7 И » = 10 В, / к = 100 мА . . .... 

Время рассасывания при / я =150 мА, /ві = /вг= 15 мА, 
не более: 

2Т384А-2, 2Т384АМ-2 

КТ384А, КТ384АМ 

Граничное напряжение при / я = 10 мА для 2Т384А-2, 

2Т384АМ-2 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / я = 
= 150 мА. / Е = 15 мА: 

2Т384А-2, 2Т384АМ-2 

КТ384А, КТ384АМ, не более .... 
Напряжение насыщения база — эмиттер при / я =150 мА. 
/ Е = 15 мА: 

2Т384А-2, 2Т384АМ-2 


КТ384А, КТ384АМ, не более . , . 

Обратный ток коллектора, не более: 

13 К в = 30 В, Г=+ 25 °С 

ІУ ЯС = 20 В, Г= + 125 °С 2Т384А-2, 2Т384АМ-2 

17 яя = 30 В, Г = + 85 °С КТ384А, КТ384АМ 
Обратный ток эмиттера, не более: 

2Т384А-2, 2Т384АМ-2 при У 8Е =3 В: 

Г=+25°С 

7= + 125 °С 

КТ384А, К.Т384АМ при 13 эб = 4 В . . . 

Обратный ток коллектор — эмиттер при /?«„ = 
2Т384А-2, 2Т384АМ-2, не более: 

13 и с = 30 В, 7=+25°С 

И кв = 20 В. 7= + 125 “С . . . 

Емкость коллекторного перехода при (/ ЯЯ =І0 
2Т384А-2, 2Т384АМ-2 . . 

Емкость эмиттерного перехода при 13вв = 0,5 
2Т384А-2, 2Т384АМ-2 


30. .90*.. .180 

0, 45. .1,15*.,. 
1,3* ГГц 


12 нс 
15 нс 

15...24*...34*В 


0,25*...0,28*...0,58 В 
0,6 В 


0, 81*. ..0, 91*.. 
1.15* В 
1.2 В 




10 мкА 



100 мкА 


• • 

100 мкА 



10 мкА 



100 мкА 



10 мкА 

0 

ДЛЯ 




10 мкА 


, 

100 мкА 

в 

для 



, 

1,3*. ..1,7*. ..4 пФ 

в 

для 



• • 

7*...8*...20 пФ 
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Предельные эксялуатацнонные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база и коллектор — 
эмиттер при Кбі <5 кОм для КТ384А, КТ384АМ 
Постоянное напряжение коллектор — база 1 2Т384А-2 

2Т384АМ-2' ’ 


при Тпбвл=* + 100 °С 

при Г„ы>„= + 125 “С 

Постоянное напряжение эмиттер — база- 
2Т384А-2, 2Т384АМ-2 
КТ384А, КТ384АМ 


Постоянный ток коллектора .... 
Импульсный ток коллектора при /„<5.6 мкс, 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
2Т384А, 2Т384АМ-2: 

Т*о»л= +85 °С .... 

Т позл ■= + 125 °С .... 

КТ384А, КТ384АМ: 

.... 

Г=+85°С . . . 


<?>1 6 


Тепловое сопротивление переход — подложка 
Температура р-п перехода: 

2Т384А-2, 2Т384АМ-2 . 

КТ384А, КТ384АМ . 


Температура окружающей среды: 
2Т384А-2, 2Т384АМ-2 . 

КТ384А, КТ384АМ . 


30 В 


30 В 
20 В 

5 В 
4 В 
0,3 А 
0,5 А 


0.3 Вт 
0,06 Вт 

0,3 Вт 
0,2 Вт 
0,167 °С/м Вт 

+ 135 °С 
+ 120 °С 


-60... + 125 "С 
-45.. +85 °С 


1 В диапазоне температур подложки +100... + 125 'С допустимые аначениі 
напряжение коллектор — база транзисторов 2Т384А 2. 2ТЗЯАМ-2 снижаются 


ПОСТОЯННОГО 

линейно. 


1Т387А-2, 1Т387Б-2 

Транзисторы германиевые планарные струк- 
туры п-р-п генераторные. Предназначены для 
усиления и генерирования сигналов сверхвысоких 
частот. Бескорпусные на керамическом кристал- 
лодержателе^ с гибкими полосковыми выводами и 
керамической крышкой. Выпускаются в индиви- 
дуальной таре-спутнике. Тип прибора указывается 
на таре. На крышке транзистора наносится услов- 
ная маркировка цветными точками: 1Т387А-2 — 
черная; 1Т387Б-2 — белая. 

Масса транзистора не более 0,1 г. 


Электрические параметры 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ при Удл= 3 В, /в = 50 мА, не менее: 

1Т387А-2 .... 

1Т387Б-2 ;;;;;;;; 

Постоянная времеии цепи обратной связи при У*в = 5 В 
/д=30 мА, 1 = 30 МГц, не более: 

1Т387А-2 . . 

1Т387Б2 


2,16 ГГц 
3 ГГц 


6,5 пс 
4 пс 


1Т387(А-2. В-2) 



206 


Выходная мощность в режиме автогенератора при Чкб = 
= 7 В, /а = 50 мА, не менее: 

1Т387А-2 при /=3 ГГц 
ІТ387Б-2 при 1=4 ГГц 
Медианное значение, не менее 
1Т387А-2 при 1=3 ГГц 
ІТ387Б-2 при /=4 ГГц 

Коэффициент усиления по мощности при Цкб- / В, 
не менее 

1Т387А-2 в схеме ОБ при /=2,25 ГГц, ц = 30 % , 

1Т387Б-2 в схеме ОЭ при / = 0,5 ГГц, / 8 = 20 мА , 
Минимальный коэффициент шума при 11кв=7 В: 

1Т387А-2 в схеме ОЭ при / э = 5.. 30 мА. 

/=0,І ГГц 
/= 1 ГГц 

1Т387Б-2 при /а = 10. .20 мА 
/ = 0,5 1 ГГц в схеме ОЭ 
/=1 ГГц в схеме ОБ 

/=2,5 ГГц в схеме ОБ , 

Граничное напряжение при /а = 50 мА, не менее 
Обратный ток коллектора при ІІ КВ = 10 В не более: 

7= +25 °С 

7= + 70'С , \ 

Обратный ток эмиттера при Оав = 0,2 В, не более: 

7= +25 °С 

7 = + 70 °С , . 

Сопротивление базы при іі К б = 7 В, / э = 50 мА, не более 
Сопротивление коллектор — база при і/ ив =7 В, / э = 50 мА, 
не более 

Емкость коллекторного перехода при Уя В = 5 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при 17 В в = 0 В, не более 
Индуктивность базы в режиме насыщения при 17к В = 0, 
/к = 50 мА, /=1 ГГц, не более 

Коэффициент отражения входной цепи в схеме ОЭ при 
Ува=5 В- Ѵ 

/к = 10 мА, /=0,5 ГГц: 
модуль 
фаза 

/и = 30 мА, /=0,5 ГГц 

модуль , 

фаза 

1к= 10 мА, /=) ГГц 

модуль , 

фаза 

/я = 30 мА, 1=1 ГГц 
модуль 
фаза 

Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме ОЭ 
при Ѵкэ — 5 В: 

/в = 10 мА, / = 0,5 ГГц 
модуль 
фаза 

/я = 30 мА, /=0,5 ГГц 
модуль 
фаза 

/я=10 мА, 1=1 ГГц 
модуль 
фаза 

/я = 30 мА, 1=1 ГГц 

модуль . 


П водолжениц 


50 мВт 
50 мВт 

75 мВт 
65 мВ 


2 

10 


2.5 дБ 
5 дБ 

3 дБ 
4.8 дБ 

7.5 дБ 

8 В 

10 мкА 
100 мкА 

10 мкА 
100 мкА 

9 Ом 

4.5 Ом 
3 пФ 
4,5 пФ 

0,45 и Гн 


1,78 
— 140" 

1,55 
— 150° 

1,92 

-165° 

1,78 

-175° 


-14,5 дБ 
61° 

-14,2 дБ 
70° 

-10,5 дБ 
60° 

-10 дБ 
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фаза .... Продолженіи 

пр” Ф у"“І е 5 НТ В: РЯ “ 0Й ПеР * ДаЧИ нап Р яжения в’ схеме ОЭ 
Лг=10 мА, 1= 0,5 ГГц: 

модуль . „ „ 

Фаза ; ; ; ? дБ 

Ія — 30 мА, ^=0,5 ГГц: 

модуль 

фаза ..... • • • . • у,о дь 

/к=10 мА, /=| ГГц: 

модуль 

фаза ..... * • • • * До 

/я =30 мА, /«=1 ГГц: 

МОДУЛЬ дев 

фаза ‘ Д” 

Коэ<Мжцне нт отражения выходной цепи в схеме ОЭ при 
/*= 10 мА, ^=0,5 ГГц: 

Ф аза ; • І 7 Д. 

Ія =30 мА, ^=0,5 ГГц: 

/* = 10 мА, Г~ 1 ГГц: 

“«Дуль , -у 

Фаза ’ чт. 

/к = 30 мА, /=1 ГГц: * ' ’ 

модуль , 

фаза ; ; ] ; Іід,. 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база .... ю В 

2~ е напряжение коллектор — эмиттер при /?.,= 

Постоянное напряжение эмиттер-база 02 В 

Импульсный ток коллектора при Гк=+25 »С. '<„=10 мкс! 

п ' МО мА 

постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г„=+30 о С .... ’ .те с 

при Г„ = +70°С ' 8 д "Ц* 

мощности - МаЯ М0ЩИ0СТЬ коллект ора в режиме усиления 

при г»=+30-с зООмВт 

при Г„ = +70»С 120 мВт 

Іемпература р-п перехода +100°С 

Температура крнсталлодержатсля 70 ®С 

Прн эксплуатации транзисторов обязательно применение теплоотвода обес- 
250«С/вГ Г ° ТеПЛ0В ° е СОпротнвле,ше переход -окружающая среда не' более 
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Л, . ГГц 




Зепксимость граничной 
частоты от тока эмит- 
тер* 


3.25 
3.0 

2.25 
2.5 

2.25 

О 10 20 30 00 / э . пА 



пзт-2 










и жь -5в 






















'йы. . «ВТ 

Ф 

100 

75 
50 
15 

О 2 О 6 в Ч къ . В 




10 20 30 1,0 50 Г,. нА 



О 10 20 30 00 Рі,. нВт 


Зависимости выходной 
мощности в режиме ав- 
тогенератора от напря- 
жения коллектор — база 


Зависимости выходной 
мощности в режиме 
автогенератора от тока 
эмиттера 


Зависимость выходной 
мощности от входной в 
усилителе класса С в 
схеме ОБ 


2Т391А-2, 2Т391Б-2, КТ391А-2, КТ391Б-2, КТ391В-2 


Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры п-р-п 
усилительные с нормированным коэф- 
фициентом шума на частоте 3,6 ГГц. 
Предназначены для применения во 
входных и последующих каскадах 
усилителей сверхвысоких частот в со- 
ставе гибридных интегральных мик- 
росхем, блоков и аппаратуры, обес- 
печивающих герметизацию. Бескор- 
пусные с гибкими выводами на 
кристаллодержателе. На крышке 
транзистора наносится условная мар- 
кировка цветными точками: 
2Т391А-2— одна черная; 2Т391Б-2 — 
одна белая; КТ39 ! Л-2 — две черные, 
КТ39ІБ-2 — две белые; КТ391В-2 — 
две синие. Тип прибора указывается 
также в этикетке, вкладываемой в 
групповую упаковку. 

Масса транзистора не более 0,2 г. 


гтзэі(А г, в г), ктззі(а г-в г) 


<г>3 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ пви 
Чкв = 7 В, І е = 5 мА . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
Чив = 7 В, / 8 = 5 мА: 

2Т391А-2, 2Т391Б-2, КТ391А-2, КТ391Б-2 
КТ391В-2, не менее . .... 

Постоянная временя цепи обратной связи на высокой ча- 
стоте при Ц К в = 7 В, / 8 =5 мА 

Коэффициент шума при Ѵкв = 7 В, / 8 = 5 мА, /=3,6 ГГц: 
2Т391А-2, КТ391А-2 . . . 

2Т391Б-2, КТ391Б-2 

КТ391В-2, не более 

Коэффициент усиления по мощности при ІІкв=7 В, /»=■ 
=5 мА, /= 3,6 ГГц: 

2Т391А-2, 2Т391Б-2, КТ391А-2, КТ391Б-2 . . 

КТ391В-2, не менее ... .... 

Коэффициент усиления по мощности при настройке на 
минимум коэффициента шума при Ѵкв=7 В, |» = 5 мА, 
/= 3,6 ГГц 

Выходная мощность при снижении усиления на 1 дБ и 
Чкв = 7 В: 

Іэ = 5 мА 
/а=7 мА . 

Обратный ток коллектора: 

при Г = + 25 °С, У кв =10 В- 
2Т391А-2, 2Т391Б-2 , , 

КТ391А-2, КТ39ІБ-2, не более . . 

Икв=7 В КТ391В-2, не более 
при Г=-60°С, СІ кв — 10 В 2Т391А-2, 2Т391Б-2, не 

более 

при Т = + 125 °С, Укв=10 В 2Т391А-2, 2Т39ІБ-2, 

КТ391А-2, КТ391Б-2, не более . 

Чкв=7 В КТ391В-2, не более . . 

Обратный ток эмиттера: 

при У яв = 2 В для 2Т391А-2, 2Т391Б-2, КТ39ІА-2. 

КТ391Б-2 

при Чвв= 1 В для КТ391В-2, не более . 

Входное сопротивление в режиме малого сигнала при 
Чкв = 7 В, /а = 5 мА 

Емкость коллекторного перехода при II ив =5 В . 

Емкость эмиттерного перехода при Ч е в=0 . . ] 

Емкость корпуса: 

входная ... 

выходная ... . 

проходная 

Индуктивность выводов при 1=1 мм: 

базы . ... 

эмиттера при параллельном соединении выводов , 
коллектора ... 

Погонная индуктивность вывода 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база: 

2Т391А-2, 2Т391Б-2, КТ391А-2, КТ391Б-2 . . . 

КТ&1В-2 . , . . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
^10 кОм .... , 


20...90Ѵ.150» 


5...6*...7,1* МГц 
4 ГГц 

2, 5*. „3*... 3,7* пс 

3*...3 Ѵ 5*...4,5 дБ 
4,3*...5,2*...5,5 дБ 
6 дБ 


6...7*...8,2* дБ 
4 дБ 


3,5*.„5*...в* дБ 


2*...2,5*...3,5* мВт 
3*...4*...5* мВт 


0,001*. ..0, 003*... 
0,5 мкА 
0,5 мкА 
0,5 мкА 

0,5 мкА 

2 мкА 
2 мкА 


0, 001. ..0, 005*... 

20 мкА 
20 мкА 

5*...6,7*...8,5* Ом 
0, 4*. ..0,5*. ..0, 7 пФ 
0,65*...0,8*...1* пФ 

0,18* пФ 
0,26* пФ 
0,04* пФ 

0,87* нГн 
0,43* нГи 
0,87* нГн 
0,69* нГн/мк 


15 В 
10 В 

10 В 
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Продолжение 


Постоянное напряжение эмиттер — база: 

2Т391А-2, КТ391Б-2. КТ 39 ІА-2, КТ391Б-2 ... 2 В 

КТ39ІВ-2 1 В 

Постоянный ток коллектора 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г— — 60...+85 °С 70 мВт 

при Г=+125*С 50 мВт 

СВЧ мощность, падающая на вход транзистора, при 
Чкв=7 В, /а-5 мА, /-3,6 ГГц, Г-вб^С; 

непрерывная 70* мВт 

импульсная при мкс, 1000 200* мВт 

Температура р-п перехода +150°С 

Температура окружающей среды , — 60...+ 125°С 


1 При повышении температуры от +85 до +125 *С мощность снижается линейно. 


Минимально допустимое расстояние от кристаллодержателя до места пайки 
вывода 2 мм. Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм от кристалло- 
держателя, время пайки не более 3 с, температура пайки не более 160 °С. 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 



0 1 _. ”, . 
1^3 2 16 З/.ГГц 



Зависимости коэффици- 
ентов шума н усиления 
от частоты 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 


Зависимости коэффици- 
ентов шума н усиления 
от частоты 
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в 'и 



* 11 3 3,3 6/, ГГц 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 


Хш. V. я * 



Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 


К ш , Л 5 





изт-2 

ХТ39ІА-2 ■ 





К 

\ѵ% 


іпА- 

Р* 









X 








Ч 



о I 3 3 ♦ /. /Г, 


Зависимости коэффици- 
ент 0 ® шума и усиления 
от частоты 


Кщ. К^'.ДБ 


іШ(л-г.в-2) 



-60-30 о 30 60 іо т.'с 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от температуры 


* «, у.д* 



гшА-г.кПШ-г 




1 1 

ОнГГО 



/|* ІяЛ 


Ѵг 





** 




«• 









і і.з г г, 5 з /, ггц 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 



о і г з •іу.ггц 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 


2Т396А-2, КТ396А-2 


ІТ396А-2, КТ396А-2 



Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры п-р-п 
усилительные с ненормированным ко- 
эффициентом шума. Предназначены 
для применения в усилителях сверх- 
высоких частот. Бескорпусные на 
кристаллодержателе с гибкими вы- 
водами и защитным покрытием. Вы- 
пускаются в сопроводительной таре. 
Тип прибора указывается на эти- 
кетке. 

Масса транзистора не более 
0.003 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
С/л»-2 В. /„-=5 мА: 

Г- +26 “С 
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40...250 


Т=- 60 °с 

Т= +85 °С КТ396А-2 . . ' * 

Т= + 125 °С 2Т396А-2 ! ^ ! 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

"*в = 2 В, /в= 5 мА, не менее 

типовое значение 

Постоянная времени цепи обратной связи при 11 кв =2 в' 

/»=5 мА, [ “30 МГц, не более 

типовое значение 

Время задержки включения в схеме дифференциального 

усилителя при /*=20 мкА 

Время нарастания в схеме дифференциального усилителя 

при /*= 20 мА 

Время задержки выключения в схеме дифференциального 

усилителя при 1 К =20 мА 

Время спада в схеме дифференциального усилителя при 

ік = 20 мА 

Граничное напряжение при 1 а = 5 мА, не менее | [ 

Обратный^ток коллектора при Укв=15 В, не более: 

7=+85°С КТ396А-2 

7= + 125 °С 2Т396А-2 ! ' ! 

Обратный ток эмиттера при 1/ 8В = 3 В, не более .’ 
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого 
сигнала при С/ вв =2 В, /„=5 мА, /= 5в. . 1000 Гц, не более 

типовое значение 

Емкость коллекторного перехода при (/* в =5 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при 1/ 8В = 1 В, не более 
Емкость конструктивная между выводами коллектора и 

эмиттера, не более 

Индуктивность выводов эмиттера и базы, не более ! 1 


Продолжение 

20.. .250 

40. . .500 
40...500 

2,1 ГГц 
2.75* ГГц 

15 пс 
7,7* пс 

0,6* нс 

0,8* нс 

0,9* нс 

0,65* нс 

10 В 

0,5 мкА 
5 мкА 
5 мкА 

1 мкА 

11 Ом 
6,1* Ом 
1,5 пФ 

2 пФ 

0,52* пФ 
13* нГн 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 


Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора 

Постоянный ток эмиттера 

Импульсный ток коллектора 

Импульсный ток эмиттера 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора - 
при Г^+бб-С для 2Т396А-2 

при 7'«5+50°С для КТ396А-2 . . . 

при Г= +85 “С для КТ396А-2 . . . , 

при Г= + 126°Сдля 2Т396А-2 . . . . 

Тепловое сопротивление переход — среда: 
2Т396А-2 , » , * 

КТ396А-2 


Температура р-п перехода: 
2Т396А-2 . . . . 


КТ396А-2 . 


Температура окружающей среды: 
2Т396А-2 .... 

КТ396А-2 ; 



15 В 

10 В 
3 В 
40 мА 
40 мА 
40 мА 
40 мА 


30 мВт 
30 мВт 
16 мВт 
10 мВт 

3 “С/мВт 
2,5 °С/мВт 

+ 150°С 
+ 125°С 


-60... + 125 °С 
—60... + 85 °С 
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Ьщ /Ь г , 3 




О 7.5 5 15 Юи къ ,В 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 



о е іб гь зг / э .лд 


Ар І$гр 

1,05 
1,00 
0,95 
0,90 

О 2,5 5 7,5 10 Ц нв ,в 



Л пэ/ Л *гэ 



60-30 0 30 60 90 Т/С 


Зависимость граничной Зависимость граничной 

частоты от тока эмит- частоты от напряжения 

тера коллектор — база 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


2Т397А-2. КТ397А-2 


2Т397А-г , КТ397А-г 



Электрические 

Статический коэффициент передачи тока 
V кв** 5 В, /к**2 мА: 

Г -«+25 °С 


Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры п-р-п 
усилительные с ненормированным 
коэффициентом шума. Предназначе- 
ны для применения в усилителях 
высокой частоты. Бескорпусные на 
керамическом кристаллодержателе 
с гибкими выводами и защитным 
покрытием. Выпускаются в сопрово- 
дительной таре. Тип прибора указы- 
вается в этикетке. 

Масса транзистора не более 
0,02 г. 

параметры 
в схеме ОЭ при 

• •«іі 40ч. .300 
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Т = —60 °с 

Г=+85°С КТ397А-2 

Т— + 125 °С 2Т397А-2 

Граничная частота коэффициента передачи тока при У кв = 
= 5 В, Іэ = 2 мА, не менее . 

типовое значение 

Постоянная времени цепи обратной связи при У хв = 5 В, 

/а=2 мА, /=30 МГц, не более 

типовое значение 

Граничное напряжение при Іа =2 мА, не менее . . ! 

Обратный ток коллектора при У вв = 40 В, не более' 

Т = +25 °С 

7’= + 85°С КТ397А-2 

7'= + 125°С 2Т397А-2 

Обратный ток эмиттера при Уев “4 В, не более 
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого 
сигнала при Укв= 5 В, / а =2 мА, /=50...Ю00 Гц, не более 

типовое значение 

Емкость коллекторного перехода при Ѵ К б=Ъ В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при 11 эв= 1 В, не более 
Емкость конструктивная между выводами коллектора и 

эмиттера 

Индуктивность выводов эмиттера и базы 


Продолжение 

20.. .300 

40. . .600 
40. ..600 

500 МГц 
1,06* ГГц 

40 пс 
18* пс 
25 В 

1 мкА 
10 мкА 
10 мкА 
1 мкА 

25 Ом 
1,75* Ом 
1,3 пФ 
0,15 пФ 

0,1* пФ 
13 нГн 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база .... 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 

10 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора " 

Постоянный ток эмиттера 

Импульсный ток коллектора при <„^10 мкс, 03=2 . ! 

Импульсный ток эмиттера при („^10 мкс, 0^2 . ! 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора' 
при Г<+90°С для 2Т397А-2 . . 

при Г<+60°С для КТ397А-2 
при Г=+85°С для КТ397А-2 . . . 

при Т= + 125 °С для 2Т397А-2 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода: 

2Т397А-2 . , . 

КТ397А-2 

Температура окружающей среды: 

2Т397А-2 . . . 

КТ397А-2 ; . ] ’ 


40 В 

40 В 
4 В 
10 мА 
10 мА 
20 мА 
20 мА 


120 мВт 
120 мВт 
80 мВт 
50 мВт 
0,5 °С/мВт 

+ 150 °С 
+ 125 °С 


— 60...+ 125 “С 
— 60,..+85°С 



о г * е 8 і к .на 


Зависимость стагическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 



о ѳ /в 2 * згЦьь.в 


Зависимость етатическо* 
го коэффициеата пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 
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О в 16 2^ 32 Ц КБ ,В 


2Т397А-2, КТ397А-2 

1 э- 2лД 





























Зависимость граничной 
частоты от тока эмит- 
тера 


Зависимость граничной 
частоты от напряжения 
коллектор — база 


Л «эАпэ 


2П97А-2 




ИТ397А-2 










/.»„■ 

■61 




/ к - 

2пА 



Л 



•60-30 О 30 60 ЯОТ'С 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


2Т399А, КТ399А, КТ399АМ 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п усили- 
тельные с нормированным коэффициентом шума на частоте 400 МГц. Предна- 
значены для применения во входных и последующих каскадах усилителей 
высокой и сверхвысокой частот. Выпускаются п металлостеклянном корпусе с гиб- 
кими выводами (2Т399А, КТ399А) и пластмассовом корпусе с гибкими выво- 
дами (КТ399АМ). Тип прибора указывается на корпусе. На транзисторах в 
пластмассовом корпусе маркировка дается в сокращенном виде: 399А. 

Масса транзистора не более 1 г в металлическом корпусе и не более 0,5 г 
в пластмассовом корпусе. 


27399 А , НТ399А 



216 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока а схеме ОЭ при 
Ука— 1 В, /» = 5 мА: 

Тша 4-25 в С 

Г— — 60 °С 2Т399А, не менее 

Г— + 126 °С 2Т399А, не менее .... . . 

Граничная частота коэффициента передачи при Уяв-5 В. 

/ в = 10 мА . 

Постоянная времени цепи обратной связи при Улв=5 В, 

/ 8 =10 мА, /-=30 МГц 

Минимальный коэффициент шума при У*»— б В. /* — 3 мА, 

/ = 400 МГц 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
Унв= 5 В, /а — 5 мА, /=400 МГц 

Обратный ток коллектора при Укв— 15 В, не более: 

Г— +25 °С 

Г- + 125 "С 

Обратный ток эмйттера при Ук в— 3 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при У* в =5 В 
Емкость эмиттерного перехода при Уев — 1 В . 

Емкость конструктивная: 

между выводом эмиттера и корпусом 2Т399А . . 

между выводом коллектора и корпусом 2Т399А 
между выводом базы и корпусом 2Т399А 
между выводами коллектора и базы 2Т399А . 

между выводами коллектора и эмиттера 2Т399А 
Индуктивность выводов эмиттера и базы при /= 3 мм для 
2Т399А 


40.. . 1 40*... 1710* 

20 

40 

1.8.. .2.6*..,2,9* ГГц 
3,8*. ,4*..,8 пс 
1,3*...1,5*..,2 дБ 

11.5 . . ..12.3*.„ 

13* дБ 

0,5 мкА 
5 мкА 
1 мкА 

1\..1,03*...1,7 пФ 
2,1*...2,4*..,3 пФ 

0,45* пФ 
0,6* пФ 
0,4* пФ 
0,15* пФ 
0,і)8* пФ 

4,5* нГв 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база ... 15 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?<»<- 

<10 кОм 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база ЗВ 

Постоянный ток коллектора и эмиттера: 

2Т399А, КТ399А 20 мА 

КТ399АМ 30 мА 

Импульсный ток коллектора и эмиттера при <„<10 мко, 

02: 

2Т399А, КТ399А 40 мА 

КТ399АМ . в0 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора Ъ 
2Т399А: 

Г<+55°С, Р-6650 Па 150 мВт 

Г<+55°С, Р= 665 Па 105 мВт 

Г= + 125 °С 39 мВт 

КТ399А: 

Г < + 55 °С 150 мВт 

Г= + 125 °С 40 мВт 

КТ399АМ Г < + 85 °С 160 мВт 

Температура р-п перехода . , +150°С 

Температура окружающей среды: 

2Т399А, КТ399А -бО...+ 195'С 

КТ399АМ . . . . —45...+ 85 "С 


1 В диапазоне температур +55.. , + 126 X допустимые значения рассеиваемой Ыоідисстм 
8Т399А, КТ399А снижаются линейно. 
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Зона возможных поло* Зависимость коэффици- 

женнй зависимости ко* ента усиления от тока 

аффициента шума от эмиттера 

тока амиттера 


Зависимость коэффнця- 
ента шума от напряже- 
ния коллектор — база 


Мур - Л'ур, дБ 


2Т399А, НТ399А 
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0,4 0.5 0,5 0.7 0.8/, ГГц 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от на- 
пряжения коллектор — 
база 


Зона возможных поло- Зависимость коэффицн- 

«кений зависимости ко- ента усиления от ча- 

эффициента шума от стоты 

частоты 


2Ш01А-2, КТ3101 А-2 


2ТЗІ0ІА-2, КТЗІОІА-2 

в 3,5 ^ | 9 '2,5 - 1 



Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры п-р-п 
усилительные с нормированным коэф- 
, фициентом шума на частотах 1 в 
2,25 ГГц. Предназначены для при- 
менения во входных и последующих 
каскадах усилителей сверхвысоких 
частот. Бескороусные на керамиче- 
ском кристаялодержателе с гибкими 
полосковыми выводами и приклеивае- 
мой компаундом керамической крыш- 
кой. Тип прибора указывается в эти- 
кетке. 

Масса транзистора не более 
0,04 г. 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкв= 1 В, /н=5 мА: 

Г=+25°е 

Т=- 60 °С 

Г= + 125 °С 

Граничная частота коэффициента передачи тока при ІІнв = 
= 5 В, /э=10 мА, не менее 

типовое значение . , 

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/„ц = 5 В, 

іэ = 5 мА, / = 30 МГц, не более 

типовое значение ... 

Минимальный коэффициент шума: 

при і/иб = 5 В, Іѳ — 5 мА, /=2,25 ГГц 

при ІІкв=2 В, / э = 2 мА, /=1 ГГц 

Максимальный коэффициент усиления по мощности: 

при ІІ кв = Ь В. /8 = 10 мА, /=2,25 ГГц . . . 

при в =2 В, / 8 = 2 мА, /=1 ГГц . . . 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности: 

при і/яв=5 В, І в = 5 мА, /=2,25 ГГц . . . 

при і/ кв=2 В, / 8 = 2 мА, /=1 ГГц . . . 

Обратный ток коллектора при и „ Б = 15 В, не более: 

Г= + 25°С .... 

Г= + 125°С . . . 

Обратный ток эмиттера при Уэв = 2,5 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при Г/ Л в = 5 В, не более 

типовое значение ... 

Емкость эмиттерного перехода при Ц е в = 1 В, не более 

типовое значение . . . . 

Индуктивность вывода базы , . . . . 

Индуктивность вывода эмиттера . 


35.. .300 

17.5.. .300 

35.. .500 

4 ГГц 
4,5* ГГц 

10 пс 
5* пс 

3,3*...3;5\..4,5 дБ 
1,8*...1,9*...3 дБ 

6. . .9. 2*. „9, 8* дБ 
13*...16,1*... 

17,5* дБ 

6,3*. .7, 8*. ..8, 7* дБ 
8*. ..8, 7*. ..9,1* дБ 

0,5 мкА 

5 мкА 
1 мкА 

1.5 пФ 
0,65* нФ 

2.5 пФ 
1* пФ 
2* нГн 
2* нГн 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор-база . . . 15 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?„» = 

= 10 кОм 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база .... 2,5 В 

Постоянный ток коллектора и эмиттера 20 мА 

Импульсный ток коллектора и эмиттера при /„^10 мкс, 

0>2 . . 40 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г<+45°С для КТ310ІА-2 ... . . 100 мВт 

при 7'< + 70°С для 2Т3101А-2 100 мВт 

при Т= +85 °С для КТ3101А-2* . 50 мВт 

при Г= + 125°С 2Т3101А-2 1 30 мВт 

Температура р-п перехода .... . . . +150°С 

Температура окружающей среды: 

2Т3101А-2 -60...+ 125ЧС 

КТ3101А-2 -60... + 85 ,> С 


1 В диапазонах температур +70... Н- №5 "С для 8ТЯ01А-* я +4в...+85”С для КТ3101Л-3 
допустимые значения рассеиваемое мощности снижаются линейно. 


При эксплуатации транзисторов в составе микросхем должен быть обеспечен 
теплоотвод от кристалла с 0,8 “С/мВт. 
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Зависимость граничной 
частоты от тока эмит- 
тера 
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Зависимости коэффици- 
ента усиления от тока 
эмиттера 


2Т3106А-2, КТ3106А-2 

гтзювА-г, ктзюбА-г 



Транзисторы кремниевые эпитаксиально* 
планарные структуры п-р-п усилительные с 
нормированным коэффициентом шума на ча- 
стоте 120 МГц. Предназначены для примене- 
ния во входных и последующих каскадах уси- 
лителей высокой частоты. Бескорпусные на 
никелевом кристаллодержателе с гибкими вы- 
водами и защитным покрытием на основе 
кремнийорганического лака. Выпускаются в со- 
проводительной таре. Тип прибора указыва- 
ется в этикетке. 

Масса транзистора не более 0,003 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Укв=Ъ В, /в=5 мА: г 

Г=25°С, не менее 

типовое значение . , , . 

Т=— 60 °С, не менее » . . ! 

Г= + 125°С 2Т3106А-2, не менее , , 

^=+85°С КТ3106А-2, не менее . . . . [ 

Граничная частота коэффициента передачи тока при Ѵ КБ 
=2 В, /0 = 5 мА .... 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ч хв = 2 В 
іо=5 .мА, [ =30 МГц 

Коэффициент шума при і) КЕ = Ь В, /„=5 мА, «.-50 Ом 

1=120 МГц, не более 

Коэффициент усиления по мощности при 0 ХБ = 5 В /.= 

=5 мА, 1= 120 МГц, «, = 50 Ом 

Граничное напряжение при Л>= 5 мА . 

Обратный^ток коллектора при У*„ = 15 В, ' не ' более: ' 

Г— + 125 °С 2Т3106А-2, 7 , =+85°С ’ КТ3106А-2 ! 

Обратный ток эмиттера при и вв = 2,5 В, не более . 
Емкость коллекторного перехода при і!кв=5 В, не более 

типовое значение 

Емкость амиттерного перехода при 0 вв =1 В, не более 
типовое значение ■ 


40 

100 * 

20 

40 

40 

1-..1,8*...2,2* ГГц 

7*...8*...Ю пс 

М*...1,4*...2 дБ 

17*... 17,5*.,. 18* дБ 
21 *..,25*...28* В 

0,5 мкА 
5 мкА 

1 мкА 

2 пФ 
1,5* пФ 
3,5 пФ 
3* пФ 
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Продолжение 

Индуктивность вывода вазы 13* нГн 

Индуктивность вывода эмиттера ....... 13* нГн 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база . 15 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер прн /?„,< 

<10 кОм 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база . . , . 2,5 В 

Постоянный ток коллектора и эмиттера 20 мА 

Импульсный ток коллектора и эмиттера при /„<10 мкс, 

0>2 ' 40 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г < + 50 °С для КТ3106А-2 .... . . . 30 мВт 

при Г< + 75°С для 2Т3106А-2 30 мВт 

при Г= + 85°С для КТ3106А-2 16 мВт 

при 7'= + 125°С для 2Т3106А-2 10 мВт 

Температура р-п перехода: 

2Т3106А-2 + 150 °С 

КТ3106А-2 + 1 25 °С 

Температура окружающей среды: 

2Т3106А-2 . . . —60... + 125 °С 

КТ3106А-2 —60... + 85 °С 


\ В диапазонах температур окружающей среды +80.. . + 85 "С для КТ3107А-2 н 
+75... + 125°С для 2Т3106А-2 допустимые значений рассеиваемой мощности снижаются 
линейно. 


При эксплуатации транзисторов в составе микросхем должен быть обеспе- 
чен теплоотвод от кристалла с /?г<2,5 °С/мВт. 
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Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока кол- 
лектора 



0 2,5 5 15 Ю В 


Зависимость граничной 
Частоты от напряжения 
коллектор — база 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напря- 
жения коллектор — база 


Кщ “ Л'уі , дб 



Зависимость коэффици- 
ента шума от .тока 
эмиттера 


Зависимость граничной 
частоты от тока эмит- 
тера 



0 2,5 5 15 10 # к|| В 


Зависимость коэффици- 
ента шума от напряже- 
ния коллектор — база 
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1Т3110А-2 


ітзпол-г 



Транзистор германиевый эпитаксиально-пла 
нарный структуры п-р-п генераторный. Предна 
аначен для усиления и генерирования сигналов 
сверхвысоких частот. Бескорпусный на керамиче- 
ском кристаллодержателе с гибкими полосковыми 
выводами и керамической крышкой. Выпускается 
в индивидуальной таре-спутнике. Тип прибора 
указывается на таре. На крышке наносится ус- 
ловная маркировка — зеленая точка 
Масса транзистора не более п ,2 


Электрические параметры 


Граничная частота коэффициента передачи тока при 6/ яв = 

=3 В. Іа “50 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при 1> К в=Ь В 

7«= 30 мА, /=100 МГц, не более 

Выходная мощность в режиме автогенератора при 1/ ня = 

=7 В, /»= 5 мА, /=4 ГГц, не менее 

медианное значение, не менее 

Коэффициент усиления по мощности при 1 > кв = 7 В. /« = 
=20 мА, т) = 40%: . 

/=0,5 ГГц 

/=і ггц ; ; 

/=2,25 ГГц 

Минимальный коэффициент шума при Ѵкв = 7 В /а = 
= 10.. .20 мА: 

/=0.5 ГГа в схеме ОЭ 

/=1 ГГц в схеме ОБ ’ 

/ = 2.5 ГГц в схеме ОБ 

Граничное напряжение при / э = 40 мА, не менее . ! 

Обратный ток коллектора при О ЯЕ = 10 В, не более: 

Т = +25 °С 

Г= + 70°С 

Обратный тшс эмиттера при {/»я=0,2 В, не более: 
Г=+25“'С .... 

т = +7о °с ; . ; ; 

Сопротивление базы при ІІ КВ = 7 В, Іа- 50 мА, не более 
Сопротивление коллектор — база при Окд= 7 В, / 8 = 50 мА 
не более .... . .... 

Емкость коллекторного перехода при Игсв=-5 В, не более 
Емкость эмвгтернаго перехода при Ч вв =0, не более 
Индуктивность базы в режиме насыщения при 1/*в=0 
/* = 50 мА, /=1 ГГц, не более 


2,5 ГГц 

5 нс 

50 мВт 
65 мВт 


10 дБ 
8.2 дБ 
6,6 дБ 


3 дБ 
4,8 дБ 

7.5 дБ 

8 В 

50 мкА 
100 мкА 

50 мкА 
100 мкА 

9 Ом 

4.5 Ом 

3.5 пФ 

4.5 пФ 

0,45 нГн 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база .... 10 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?* = 

= 100 Ом . . . . . . ю В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 0,2 В 

Постоянны* ток коллектора при Г=+ 20 °С .... 17,5 мА 


<32 


Импульсный ток коллектора при 7= + 20 °С, /„=10 мкс, 

о=іоо ; 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
в статическом режиме: 

‘ при Г=+ 30 °С 
при Г=+70°С 
в динамическом режиме: 
при Г=+30°С 
при 7'=+70°С 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода 
Температура кристаллодержателя 


Продолжение 
140 мА 


175 мВт 
85 мВт 

300 мВт 
120 м&г 
0.25 “С/м Вт 
+ 100°С 
-60... +70 °С 


При эксплуатации транзистора обязательно применение теплоотвода, обес- 
печивающего тепловое сопротивление переход — окружающая среда не более 
250 °С/Вт 



о г і 6 а и, г в 


Зависимость выходной 
мощности в режиме ав- 
тогенератора от напря- 
жения коллектор — база 



10 20 30 к0 50І э ,пА 

Зависимость выходноА 
мощности в режиме 
автогенератора от тока 
эмиттера 


2Т3114А-6, 2Т3114Б-6, 2Т3114В-6, КТ3114Б-6, КТ3114В-6 


Транзисторы кремниевые планарные структуры п-р-п усилительные. Пред- 
назначены для применения в усилителях высокой и сверхвысокой частот в со- 
ставе гибридных интегральных микросхем Бескорпусные с контактными пл - 

гтзт(А-б-в-б, ), ктзщ(б- 6, в- 6) 
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“ТаѴ ^ Ч еХТГч?о”,4Б7 ЛОЖКе) / е3 ВЫВ0Д0В - Ма Р-РУ°- 

точкой- КТЗП4БК ’ 2Т31І4Б « -красной точкой; 2Т31 14В-6 - зеленой 

кой, КТЗП4Б-6 — двумя красными точками; КТ31 14В-6 — двумя белыми 
точками на обратной стороне кристаллрдержателя. 

Масса транзистора не более 0,004 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока при 4/кд-З В, 
Т= ^-25 °С: 

2ТЗІ 14 в’б 2131 ИБ ‘ 6 ' КТ3114Б-6, КТ3114В-6 . . 

Г = І? 9 ч°ег от?! 2І? 114Б ' 6 ' 2Т31 14В-6, не мёнее 

' + 125 С 2Т3114А-6, 2Т3114Б-6, 2Т3114В-6, не менее 

«оэ™:слвТТм7. передачи тока . в схе - 

те° С при Н 6 І кс = З е 'іЗ, Н1 / 8 ^1 ,И м'/^ РВ ™і ) оо С МГц на высоко ® част0 ‘ 

Минимальный коэффициент шума при і/ К б = 3 В- ’ ’ ‘ 

/»=1 мА, /= 400 МГц: 

2Т31І4А-6 . 

2Т-31 14Б-6, КТ31І4Б-6 

КТ31 14В-6, не более 

/е = 2мА, / = 2250 МГц 2Т31МВ-6 | * ’ ‘ * 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности-’ ’ ‘ 

Ж,Г,«Ѵ?з/,Гві"^ГЖб мг> 

«*ГЛг ™ |ів « 


Г=— 60 °С, не более . , , 

''= + 125°С, не более .... 

Обратный ток эмиттера при ! В 
Емкость коллекторного перехода при 1/ ив = 3 В 

Емкость эмиттерного перехода при С/ В в=0 

Предельные эксплуатационные данные 


15.. .35*...80* 

15.. .35*... ] 00 

6 

15 

4,3*. ..4,65*... 
5,1* ГГц 

6*...7*..,8* не 


1,2б*...1,35*...1,5 дБ 
1,5*...1,7*...2 дБ 
3 дБ 

3,3*. „4*. ..4, 6 дБ 


1 1,5*. ..12*... 14, 5 дБ 
3*...6*...7.6* дБ 

0 , 01 *. . 0 . 02 *... 

...0,5 мкА 
0,5 мкА 
15 мкА 

0,01*. .0,2*... 20 мкА 
0, 34*. ..0, 42*... 

0,44* нФ 
0,22* . 0,24*... 

„>0,25* пф 


Постоянное напряжение коллектор — база * 1 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер 1 
Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора .... 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 2 при 

Г=-60...+ 100°С 

Температура р-п перехода .... 

Температура окружающей среды 


5 В 
5 В 
I В 
15 мА 

25 мВт 
+ 150 °С 
— 60...+ 125 “С 


1 При работе в динамической режиме 
превышать 7 В. 

1 В диапазоне температур +Ю0...+ 125 

формуле '•„.«.„-(ІМ-Г.І/іГ 


мгновенные аначення (7„ 8Я . и кй „ е должны 
°С необходимо снижение мощности, мВт, по 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от тока 
коллектора 


Зона возможных поло- 
жений зависимости мо- 
дуля коэффициента пе- 
редачи тока от тока 
коллектора 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ем- 
кости эмиттсрного нере- 
хода от напряжения 
эмиттер — база 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости ем- 
кости коллекторного пе- 
рехода от напряжения 
коллектор — база 


Зона возможных поло- 
жений зависимости по- 
стоянной времени цепи 
обратной связи от тока 
коллектора 


Зона возможных поло- 
жений зависимости по- 
стоянной времени цепи 
обратной связи от на- 
пряжения коллектор — 
база 
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0,5 1,0 1,5 2,0/, ГГц 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента усиления 
от тока эмиттера 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимости коэффици- 
ента шума от частоты 


Н- 107 
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Зависимости коэффици- 
ента усиления от ча- 
стоты 


Зависимости коэффици- 
ента шума от напряже- 
ния коллектор — база 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициент» шума от 
ток* эмиттера 


2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2, КТ3115Г-2 


ІТ3115(А-г,6-2), КТЗП5(А 2-В2) 
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Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры п-р-п, 
усилительные с нормированным ко- 
эффициентом шума. Предназначены 
для применения во входныя и после- 
дующих каскадах малошумящих уси- 
лителе» сверхвысоких частот, в со- 
ставе гибридных интегральных мик- 
росхем, блоков и аппаратуры, 
обеспечивающих герметизацию. Бес- 
корпусные на керамическом кристал- 
лодержателе с гибкими полосковыми 
выводами и приклеиваемой керами- 
ческой крышкой. Условная маркиров- 
ка наносится на крышке транзистора 
у базового вывода: 2ТЗП5А-2 — 
красная точка; 2ТЗП5Б-2 — желтая 
точка; КТЗІ15А-2 — красная полоска; 
КТ3115В-2 — желтая полоска; 

КТ31 15Г-2 — синяя полоска. Тип при- 
бора указывается также в этикетке, 
вкладываемой в групповую тару. 

Масса транзистора не более 6,2 г 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Укв=5 В, /„=5 мА ... . . . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при Укв = 

= 7 В, / в = 5 мА . 

Постоянная времени цепи обратной связи при ІІяв=7 В, 
/в =5 мА, не более , . . . 

типовое значение .... . 


Т5...80Г... 1 10* 

5, 8.. .7*... 7,5* ГГц 

3,8* пе 
3* нс 
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Продолжение 


Минимальный коэффициент шума при Ук В =7 В, /» = 5 мА. 
1 = 5 ГГц: 

2ТЗН5А-2. КТЗІ15А-2 

КТ31І5В-2, не более . , . , 

КТ3115Г-2, не более . 

І=і ГГц 2ТЗП5Б-2, КТ3115В-2 
Оптимальный коэффициент усиления по мощности пои 
Ѵхв = 1 В, /в = 5 мА: Р 

1=5 ГГц: 

2Т3115А-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 . . 

КТ3115Г-2, не менее .... 

/=4 ГГц 2ТЗИ5Б-2, КТ3115В-2 

Обратный ток коллектора: 

при 7= +25 и -60 °С для 2Т31 15А-2, 2Т3115Б-2 

КТ3115А-2, КТЗІ15В-2 при 1/ кв = 10 В и КТ3115Г-2 
при Пкв = 7 В. не более . . 

при 7= + 125 “С для 2ТЗП5А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2 
КТ3115В-2 при У К в-10 В и КТ3115Г-2 при Ѵ Э в = 7 В 

не более . 

Обратный ток эмиттера при І/ эв = 1 В, не более- 

2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 . . 

КТ3115Г-2 . ... 

Входное сопротивление в режиме малого сигнала в с 
ме ОБ при Окв = 7 В, 1 В = 1 мА, не более , 

типовое значение . . .... 

Емкость коллекторного перехода при ІІкв = Ъ В 

Емкость эмиттерного перехода при СІ В б= 1 В, ие более 
типовое значение 


і*...4,5*...5 дБ 
1.6 дБ 
дБ 

3*..Д4*...3,6 дБ 


5...6,7*...7,5* дБ 
4 дБ 

С>...7,5*...9* дБ 


0,5 мкА 


20 мкА 

20 мкА 
35 мкА 

9* Ом 
6,5* Ом 
0,29*...0,33*„. 
...0,6*пФ 
0.5* пФ 
0,46* пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база- 

2ТЗИ5А-2. 2Т3115Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 . 

КТ3115Г-2 

Постоянное напряжение эмиттер — база .... 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
^ 1 кОм: 

2ТЗН5А-2, 2ТЗП5Б-2, КТ3115А-2, КТ3115В-2 . 

КТЗП5Г-2 ; 

Постоянный ток коллектора ' 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ': 

при 7 = —60... +70 °С для 2Т3115А-2, 2Т3115Б-2, 

КТ3115А-2, КТ3115В-2 .... 
при 7=— 60...+85°С для КТ3115Г-2 

при 7= + 125 °С . . 

Непрерывная СВЧ мощность в цепи эмиттер — база на 
частоте 1=5,6 ГГц при 7= + 85°С 

Импульсная СВЧ мощность в цепи эмиттер — база на ча- 
стоте 1=3,6 ГГц при <„ = 1 мкс, 7 = + 85 °С: 

іпоот=\ КГц .... . , 

[ поет = 25 кГц ... . 

Температура р-п перехода . . . 

Диапазон рабочих температур 


10 

В 

7 

В 

1 

В 

10 

В 

7 

В 

8,5 

мА 

70 

мВт 

50 

мВт 

35 

мВт 

25 

мВт 

500 

мВт 

100 

мВт 

+ 150°С 

— 60...+ 125 *С 


1 При повышении температуры мощность снижается линейно. 

Минимально допустимое расстояние от крнсталлодержателя до места пайки 
вывода 2 мм. Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм от кристалло- 
держателя; при этом температура пайки не должна превышать +260 °С время 
пайки не более 3 с. 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости по- 
стоянной времени цепи 
обратной связи от тока 
эмиттера 


Зона возможных поло- Зависимости коэффици- 

жений зависимости мо- ента усиления от тока 

дуля коэффициента пе- эмиттера 

редачи от тока эмит- 
тера 
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0,5 1,0 2,0 /, ГГц 5,0 О I 2 3 Ч /, ГГц 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от ча- 
стоты 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента шума от 
частоты 
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оавьсимостн коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимости коэффици- 
ента усиления от тока 
эмиттера 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента шума от 
тока эмиттера 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости мо- 
дуля коэффициента пря- 
мой передачи напряже- 
ния от тока эмиттера 


Зависимости обратных 
токов коллектора и 
эмиттера от темпера- 
туры 


Зона возможных поло- 
жений зависимости по- 
стоянного напряжения 
коллектор — эмиттер от 
сопротивления база — 
эмиттер 


2Т3120А, КТ3120А 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально- 
планарные структуры п-р-п усилительные с 
нормированным коэффициентом шума на ча- 
стоте 400 МГц. Предназначены для примене- 
ния во входных и последующих каскадах уси- 
лителей сверхвысоких частот Выпускаются в 
металлокерамическом корпусе с гибкими по- 
лосковыми выводами. Тип прибора указывает- 
ся в этикетке. На крышке корпуса наносится 
условная маркировка цветными точками: 
2Т3120А — одна белая; КТ3120А — две белые. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 


гтзігоА, кт зі го а 




Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
13 кв = 1 в. /« = 5 мА: 

Г= + 25°С, не менее 40 

типовое значение , 124* 

Т = —60 °С, не менее 20 

7'= + 125°С, не менее .... . . , 40 

Обратный ток коллектора при 11 ки = 15 В, не более: 

Г = + 25 “С . . . . 3,5 мкА 

Г= + 125°С . . . 5 мкА 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 

і/кв = 5 В, /в=10 мА, не менее . . .... 1,8 ГГц 

типовое значение 3* ГГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ѵкв = 5 В, 

/а = 10 мА, не более 8 пс 

типовое значение ... 3,8* пс 

Минимальный коэффициент шума при 1/ к *=5‘ В, Ів = 5 мА, 

/=400 МГц, не более . ... 2 дБ 

типовое значение 1 , 3 * дБ 

Коэффициент шума при 1! КВ =Ъ В, /*= 5 мА, /?, = 50 Ом, 

/=400 МГц, не более 2,2 дБ 


2 » 


Продолжение 


типовое значение . . . 1,6* дБ 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
1/хв=5 В, !э — 5 мА, / = 400 МГц, не менее . 10 дБ 

типовое значение . 13,5* дБ 

Обратный ток эмиттера при и зв = 3 В, не более 1 мкА 

Емкость коллекторного перехода при і!кв = Ь В, не более 2 пФ 
типовое значение 1,4* нФ 

Емкость эмиттерного перехода при ііэб= 1 В, не более 3,2 пФ 
типовое значение . . . 2,5’ пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Я,« = 

= 10 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 
Постоянный ток эмиттера 

Импульсный ток коллектора при <„ > 10 мкс, (}>2 
Импульсный ток эмиттера при /.,>10 мкс, (?>2 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора- 

при Г^+65“С 

при Т= + 125 °С 

Теплввое сопротивление переход — среда 

Температура р-п перехода . 

Температура окружающей среды 


15 В 

15 В 
3 В 
20 мА 
20 мА 
40 мА 
40 мА 

100 мВт 
30 мВт 
0.86 "С/м-Вт 
+ 150 °С 
— 60... + 125 *С 
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Зависимость коэффици- 
ента шума от напря- 
жения коллектор — база 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от на- 
пряжения коллектор — 
база 
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ента шума ог тока 
эмиттера 
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Зависимость коэффици- 
ента усиления от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 


Зависимость, коэффици- 
ента усиления от ча- 
стоты 
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2ТЗШЛ-6 


Транзистор кремниевый эпитак- 
сиально-планарный структуры п-р-п 
усилительный с нормированным ко- 
эффициентом шума. Предназначен 
для применения во входных каска- 
дах усилителей герметизированной 
аппаратуры. Бескорпусный с защит- 
ным покрытием и контактными пло- 
щадками на кристаллодержателе. Тип 
прибора указывается в этикетке. 

ЛѴасса транзистора не более 
0,004 г. 


2ТЗІ2ІА в 
Эпиттер 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока при 1/ял =5 В, 

Іэ — 2 мА, не менее. 

Г= + 25°С . 30 

типовое значение . . 80 

Г=-60°С, не менее , , . .10 

Т = + 1 25 “С, не более . . . ЮО 

Коэффициент шума при Ѵ К в = 5 В, /»= 2 мА, /= 1 ГГц 1,2* 1,5* „2 дБ 

Коэффициент усиления по мощности при Чки = Ъ В, 

/» = 2 мА, 1 = 1 ГГц 8*. „11*. „12 дБ 

Обратный ток коллектора при 1/кд = 5 В, не более 1 мкА 

Обратный ток эмиттера при В, не более . 20 мкА 

Емкость коллекторного перехода при і/кв-5 В, / к = 2 мА, 
не более _ 1 пФ 

Емкость эмнттерного перехода при Ц И в = 5 В, І к = 2 мА, 
не более ... 2,5 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база . . 10 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер ... 5 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база .... 2 В 

Постоянный ток коллектора ... . 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . 25 мВт 

Средняя СВЧ входная мощность при Ука = 5 В, /к =5 мА 0,5 Вт 
Импульсная СВЧ входная мощность при Ока = 5 В, / к = 

=5 мА . 2 Вт 

Температура р-п перехода . . . +150°С 

Температура окружающей среды . -60.. + 125 °С 


Пайка транзисторов осуществляется при температуре не более +250 X, 



0 1 2 3 Ч Г 3 ,пА 

Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 



г з » з і и м .в 


Зависимость коэффици- 
і. нта шума от напряже- 
ния коллектор — база 



200 600 1000 /, НГц 

Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 
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2 3 <* 5 6 ^ Б) В 



О / ? 3 V / Э ,Г»/Ч 



200 600 1000 /, ПГц 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от на- 
пряжения колле’ктор — 
база 


Зависимость коэффицм- Зависимость коэффици- 
ента усиления от тока ента усиления от ча- 

эмиттера етоты 


2Т3124А-2, 2Т3124Б-2, 2Т3124В-2 

Транзисторы кремниевые эпитакси- 
ально-планарные структуры п-р-п усили- 
тельные. Предназначены для применения 
в малошумящих усилителях сверхвысо- 
ких частот в составе гибридных инте- 
гральных микросхем, обеспечивающих 
герметизацию. Бескорпусные с гибкими 
выводами па кристаллодержателе (под- 
ложке). Маркируются цветной точкой: 
2Т3124А-2 — красной; 2Т3124Б-2 — жел- 
той; 2Т3124В-2 — черной. Тип прибора 
указывается в этикетке. 

Масса транзистора не более 0,02 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
1)нв = 1 В, Іэ = Ъ мА . . . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ при /© = 5 мА, ІІив = 7 В • 

Постоянная времени цепи обратной связи па высокой ча- 
стоте при /© = 5 мА, і/кв = 7 В - 

Минимальный коэффициент шума при Ѵкъ = 1 В, /© = 5 мА: 

1=6 ГГц 2Т3124А-2 

1 = 5 ГГц 2Т3124Б-2 

1 = 4 ГГц 2Т3124В-2 

Коэффициент усиления по мощности при Ѵкв а 7 В, 
Іа — 5 мА: 

/ = 6 ГГи 
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15... 100*. ..200* 

6*....7,5*...8* ГГц 

1,8*...2*...2,5* пс 

3,9*...4,3*...5 дБ 
4,1*...4,5*...5 дБ 
3,1*...3,3*...3,б дБ 


Ч 


2ТЗІ2 Ч (А 2-В 2) 
Я> 2 






0.6 



2ТЗІ24А-2 


4...5.3*...6* дБ 


Продолжение 


1 = 5 ГГц 2Т3124Б-2 

, 

5. . 6, 7*. ..8* дБ 

1=4 ГГц 2Т3124В-2 


6...6.Э* ..7,4* дБ 

Обратный ток коллектора при 
Т= + 25 С С 

і/кб=Ю В 

0,001* ..0,01’.., 
...0,5 мкА 

Г =■ — 60 "С, не более . . 


0,5 мкА 

7’= + 125'С, не более 


10 мкА 

Обратный ток эмиттера при Уэб= 1 В 

9,001* . 0,01*' 

..20 мкА 

Входное сопротивление в режиме малого сигнала в ехе- 


ме ОБ при / э = 5 мА, і/кв — 7 

В, типовое значение 

6* Ом 

Емкость коллекторного перехода при і/кс — 0 . . . 

0,42. ..0,45* .0,5* 

Емкость эмиттерного перехода 

при Ѵэп . 

0.52. .0,57* 
...0,69” пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база . 10 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база . . 1 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
<1 кОм . . . . Ю В 

Постоянный ток коллектора . .... 7 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 2 при 
Г=_60... + 85°С . 70 мВт 

Температура окружающей среды . . . — 60„.+ 125 с С 


1 В диапазоне температур +85...+ 125 °С мощность снижается линейно до 35 мВт. 

Минимальное расстояние от крнсталлодержателя до места панки вывода 

2 мм, время пайки не более 3 с, температура панки не более +260°С. 
Частотный диапазон применения 2. ..7, 2 ГГц. 



О 2 4 6 в Чо, В 



0 2 4 6 в / э . пА -чо 0 40 ВО тѴС 


Выходные характери- 
стики 


Зона возможных поло* 
жени-А зависимости ста- 
тического коэффициента 
передачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
Т УРЫ 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости по- 
стоянного напряжения 
коллектор — эмиттер от 
температуры 


Зона возможных поло- 
жений зависимости об- 
ратного тока коллекто- 
ра от температуры 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ем- 
кости коллекторного пе- 
рехода от напряжения 
коллектор — база 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости гра- 
ничной частоты от то- 
ка эмиттера 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 
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Зависимости коэффици- 
ента усиления от тока 
эмиттера 


8Э4 


Зависимости коэффици- Зависимости коэффици- 
ента шума от тока ента усиления от тока 

эмиттера эмиттера 


2Т3132А-2, 2Т3132Б-2, 2Т3132В-2, 2Т3132Г-2, 2Т3132А-5, 
КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3132В-2, КТ3132Г-2 


Транзисторы кремниевые эпитакси- 
ально-планарные структуры п-р-п усили- 
тельные с нормированным коэффициен- 
том шума Предназначены для примене- 
ния в СВЧ маломощных усилителях 
диапазона частот 1 ...7,2 ГГц герметизи- 
рованной аппаратуры. Бескорпусные на 
нристаллодержателе с гибкими вывода- 
ми. Транзистор 2Т3132А-5 выпускается 
без кристаллодержателя и без выводов. 
Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса транзисторов 2Т3132А-2, 

2Т3132Б-2, 2Т3132В-2, 2Т3132Г-2, 

КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3132В-2, 

КТ3132Г-2 не более 0,2 г, 2Т3132А-5 не 
более 0,002 г. 


273132 (А 2-Г 2), 

НТ 31 32 (А 2-Г 2) 
Ф2 




Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 

V иб~7 В, /э=3 мА . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при /$ = 

-3 мА, Уж е = 7 В 

Коэффициент шума: 

при Іа— 5 мА, 11кв=1 В, / =3,6 ГГц для 2Т3132А-2. 
ѵтч 1 49 А -9 

при /э = 3 мА, ’і/й-Ѵ В, /=2,25 ГГц '. ! . ". 

при /а=5 мА, Чкб = 7 В, {=6 ГГц для 2Т3132Б-2, 

КТ3132Б2 . ... 

при / э = 5 мА, Чкб = 7 В. /=5 ГГц для 2Т3132В-2, 

КТ3132В-2 

при /э = 5 мА, Укв=7 В, /= 4 ГГи для 2Т3132Г-2, 

КТ3132Г-2 ... 

Коэффициент усиления по мощности при 

при /э = 5 мА. У*е= 7 В, /=3,6 ГГц для 2Т3132А-2, 
КТЧ1Ч9А.9 

при /э= 3 мА, Ъкб = 7 В, г= 2,25 ГГц 

при /э=5 мА, Укв=7 В, /= 6 ГГц для 2Т3132Б-2, 

КТ3132Б 2 . 

при Іа - 5 мА, Укд=7 В, / = 5 ГГц для 2Т3132В-2, 
КТ3132В-2 . . 

при Іа = 5 мА, іікб—7 В, /= 4 ГГц для 2Т3132Г-2, 
КТЭ1Э2Г-2 . . . 

Выходная мощность при снижении усиления на 1 дБ. 
/ 8 = 3 мА, V *в=7 В, /=3,5 ГГц . . . . . 

Обратный ток коллектора при Ѵкв — 10 В, не более: 

Г= — 60... + 25 °С 


І5_.100*...15в* 

5.5.. .6.5*...7* ГГц 

2, 2*. .2,3*. ,.2,5 дБ 
1,5*...1,8*...2 дБ 

3,9*. ..4.3* ..5 дБ 

4,1*...4,5*...5 дБ 

3,1*...3,3\..3,6 дБ 

6.. .7.5*...8,2' дБ 

8.. .9.5*...10* дБ 

4. . .5.3*. .6* дБ 

5.. .6.7...8* дБ 

6. . 6, 9*. ..7,4* дБ 
1,6* ...1,7* . 1 9* «Ві 
0,5 мкА 


Г= + 125'С 

Обратный ток эмиттера при Уве= 1 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при I! кв - 7 В 
Емкость эмиттерного перехода при Ч Э в - О 


Продолжение 

10 мкА 
20 мкА 

4,5*...5*...5,5 нФ 
0, 85*. ..0, 9*. ..0, 95 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база . . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер пріі 

= 1 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база . . * 

Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора- 
при Т = —60... + 85 °С .... 

при г=+і25*с ; ; 

Непрерывная входная СВЧ мощность при /» = 3 

Пкв - 7 В, 7" = + 70 °С 

Импульсная входная СВЧ мощность при Л, = І 3 
0=30, Г= + 65 *С . . . 


Н ,а — 


мА 

мкс 


Температура р-п перехода . . . . 

Температура окружающей среды , , 


ІѲ В 

10 В 
1 В 

8,5 мкА 

70 мВт 
30 мВт 

10 мВт 

50 мВт 
+ 200 °С 
—60...+ 125 °С 


Допускается однократный изгиб выводов с радиусом 1,5 мм не ближе 1 мм 
от кристаллодержателя. Допускается обрезка выводов не ближе 1 мм от 
кристаллодержателя. 

Монтаж транзистора 2Т3132А-5 осуществляется ультразвуковой пайкой с 
температурой + 400... + 450 °С. Выводы к контактным площадкам присоединяют- 
ся сваркой при температуре +300 °С в течение 2...3 с. 

Пайка выводов транзисторов 2Т3132А-2, 2Т3132Б-2, 2Т3132В-2, 2Т3132Г-2, 
КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3132В-2, КТ3132Г-2 допускается не ближе 1 мм от 
кристаллодержателя при температуре не выше +260 “С в течение времени не 
более 3 с и не ближе 0,2 мм от кристаллодержателя при температуре не выше 
1+160 “С. 

Допустимый статический потенциал 30 В. 
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Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от ча- 
стоты 


Зависимости коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


236 


Яд.#, «м» Л5 



2 ГН 12 А' 2 [ ( 



Щ.ІІІЦЩ-І приг 9 і.с5 

> 


КТ21Э2А-2 при I я 3,6 



2731325-2, I 1 



К731326 2 при 

ГГ и 




г * е в / 3 , м 


Ицм • д5 




2ТЮ2І2. 


\ 

Л/ 

пІиІЗІІ 

*-2 


V 







ги 

1121 

■г. 




КП132Г-2 при /» 

у ГГц 





С 2 * * в / 3 . пА 





кппгг- 2 , 




2ГЗЮ2Г-2 при / а ьггц 


-- 




/1 

2131124-2, 




КЦЩ8-2ц 

и/ щ 

ЗГГц 
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Зависимости коэффици- 
ента усиления от тока 
эмиттера 


Зависимости ксэффиЦи 
ей га шума от тока 
эмиттера 


Зависимости коэффици- 
ента усиления от тола 
эмиттера 


Транзисторы р-п-р 

1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В, ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В 

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры р-п-р универ- 
сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой и сверхвысокой 
частот и переключающих устройствах. Выпускаются в металлостеклянном кор- 
пусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 2 г. 


іТЗІЗ(А-в), ГТ 313 (А- в) 


«м 



Электрические параметры 

Статичеений коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Уие = 3 Ь. Іо- 15 мА: 

Т= +25 'С: 

ІТ313Л . . . . . . 

1Т313Б . . . . 

ГГЗІЗВ 

Г=-60'С . 

7= + 7<ГС . . . 


10. . 230 

10. . .75 

30. . .230 

От 1 до 0,5 значе- 
ния при Г= + 25 °С 
От 1 до 2,5 значе- 
нии при Т = 

= 25 'С, чо ве бо- 
лее 500 


Коэффициент передачи тома в режиме малого сигнала при 
4/*в = 5 В, /„ = 5 мА: 
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Г =+25 «С: 

ІТЗІЗА , 

ІТЗІЗБ ... 

1Т313В . . 

ГТЗГЗА, ГТ313Б 
ГТЗІЗВ . 
типовые значении: 

ІТЗІЗА ... 

1Т313Б . . 

1Т313В .... 

7 = — 40 *С ГТ313А, ГТЗІЗБ, ГТЗІЗВ . . . 

Г=+55°С: 

ГТЗІЗА, ГТЗІЗБ .... 

ГТЗІЗВ . . . . . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при Ѵкв = 
= 5 В, /„ = 5 мА: 

ІТЗІЗА ГТ313А . . 

1ТЗІЗБ, ГТЗІЗБ . . . 

1Т313В. ГТЗІЗВ . . . 

типовые значения: 

ІТЗІЗА 

1Т313Б, ІТЗІЗВ 

Постоянная времени цепи обратной связи при 1/** = 5 В. 
/»=5 мА. 7—5 МГц. не более: 

ІТЗІЗА. ГТЗІЗА, ГТЗІЗВ 

ІТЗІЗБ. ІТЗІЗВ. ГТЗІЗБ . . 

типовые значения: 

ІТЗІЗА . ... 

ІТЗІЗБ 

ітзізв ; 

Коэффициент шума при У Я в=5 В, / 8 = 5 мА. К, = 75 Ом, 
/—60 МГц для ІТЗІЗВ, не более . 

типовое значение ..... . . . . 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* — 

= 15 мА, /в=1,5 мА, не более , 

типовые значения: 

ІТЗІЗА ІТЗІЗВ 

ІТЗІЗБ 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /*=І5 мА, 
/я =1,5 мА, не более .... 
типовые значения: 

ІТЗІЗА ІТЗІЗБ .... 

ІТЗІЗВ 

Граничное напряжение при / е = 10 мА для ІТЗІЗА, ІТЗІЗБ^ 
ІТЗІЗВ, не менее . . , 

типовое значение . , 

Обратный ток коллектора при Уяв=12 В, не более: 

Г = + 25 °С ІТЗІЗА, ІТЗІЗБ, ІТЗІЗВ . 

Т = +25 °С ГТЗІЗА, ГТЗІЗБ, ГТЗІЗВ . . 

Г= + 55 “С ГТЗІЗА, ГТЗІЗБ, ГТЗІЗВ . . 

Т — +70°С ІТЗІЗА, ІТЗІЗБ, ІТЗІЗВ . . . . 

Обратный ток эмиттера при Пев = 0,4 В, не более: 

ІТЗІЗА, ІТЗІЗБ, ІТЗІЗВ . . . . 

ГТЗІЗА ГТЗІЗБ, ГТЗІЗВ . . . . 

Емкость коллекторного перехода при Увв = 5 В, не более 
типовое значение для ІТЗІЗА, ІТЗІЗБ, ІТЗІЗВ 
Емкость эмиттериого перехода при У» в =0,26 В. не более: 
ІТЗІЗА . . 

ІТЗІЗБ, ІТЗІЗВ . 


Продолжение 

20.. .250 

20. . 80 

60. . .250 
20. „200 

30.. . 170 

80* 

47* 

ОЗ* 

15.. .200 

20.. .400 

30.. .350 


300.. . 10’ МГц 

450.. . 10 3 . МГц 

350.. . 10 3 МГц 

470 МГц 
520* МГц 


76 пс 
40 пс 

38* пс 
17* пс 
20* пс 

8 дБ 
5,2* дБ 

0,7 В 

0,4* В 
0,45* В 

0,6 В 

0,46* В 
0,48* В 

7 В 
10,2* В 

5 мкА 
5 мкА 
50 мкА 
40 мкА 

30 мкА 
50 мкА 
2,5 пФ 
1,5* пФ 

18 пФ 
14 пФ 
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Продолжение 


типовые значения- 

ГТЗІЗА 

ТТ31ЭБ 

тізв 


11,6* иф 
10* вФ 
10,7* вф 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база: 

»р» Т — + 45 "С: 

1Т313А, 1ТЗІЗБ, 1Т313В 
ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В 
Г= + 70°С 1Т313А, 1 ТЗ 1 ЗБ, 1ТЭ13В 
7" = + 55 X ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В 
Импульсное напряжение коллектор — база при /„=1 мкс 
и коэффициенте заполнения не более 0,1 для 1Т313А, 
1 ТЗ 1 ЗБ, 1Т313В: 

7"= +45 X 

Г= + 70Х . . , , 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 
при «„/«,< ІО для 1ТЗІЗА, 1Т313Б, 1ТЗІЭВ: 

7*= + 45 X . . 

7’= + 70°С . . 

при /?а -= 500 Ом, Кб=2 кОм для ГТ313А, ГТ313Б 

ГТ313В 

при Кіі = 500 Ом для ГТЗІЗА, ГТЭ1ЭБ, ГТ313В . 
Постоянное напряжение эмиттер — база .... 
Постоянный ток коллектора: 

1ТЗІЗА, 1Т313Б, 1Т313В 

ГТЗІЗА, ГТ313Б, ГТ31ЭВ 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при ?■= +40 X для ІТ313А, 1Т313Б, 1Т313В . . 

при 7"= + 70 X для 1Т313А, 1Т313Б. 1Т313В 
при Г= +20 X для ГТЗІЗА, ГТ313Б, ГТЗІЗВ . 
при Г= +55 X для ГТЗІЗА, ГТ313Б, ГТЗІЗВ . 
Температура р-п перехода: 

1Т313А, 1ТЗГЗБ, (ТЗГЗВ 

ГТЗІЗА, ГТ313Б, ГТЗІЗВ . . . 

Температура окружающей среды: 

1Т313А, ІТЗГЗБ, ГТЗІЗВ . . . 

ГТЗІЗА, ГТ313Б, ГТЗІЗВ . , . . 


12 В 
15 В 

" В 

13 В 


20 В 
15 В 


12 В 
7 В 

15 В 
12 В 
0,7 В 

60 мА 

30 мА 


100 мВт 
35 мВт 
100 мВт 
50 мВт 

+ 85 X 
+ 70Х 

-60 + 70 X 
-40 +55Х 


Л, . ПГц 

ш 

500 
500 
500 

ш 

9 В 10 25 32І 3 ,пА 


Шт 

8 


л 1 г 

§6 


пза (а- в) 








0 50 ВО 120160/, ПГц 


Зона возможных поло* 
жениіі зависимости гра- 
ввчной частоты от тона 
эмиттера 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
еффицмеита шума от 
частоты 



2Т326А, 2Т326Б, КТ326А, КТ326Б, КТ326АМ, КТ326БМ 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарные структуры р-п-р усили- 
тельные. Предназначены для применения в усилителях высокой и сверхвысокой 
частот и переключающих устройствах. Транзисторы 2Т326А, 2Т326Б, КТ326А. 
КТ326Б выпускаются в метаталлостеклянном корпусе с гибкими выводами; 
КТ326АМ, КТ326БМ — в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип при- 
бора указывается на корпусе. На пластмассовом корпусе наносится условная 
маркировка цветной точкой со стороны коллектора: КТ328ЛМ — розовой; 
КТ326БМ — желтой. 

Масса транзистора не более 0,5 г в металлическом корпусе и не более 
0,3 г в пластмассовом корпусе. 

гтзгб(А.в), ктзгб(А,5) 



КТЗП(АП. БН) 

Коллектор 



Статический коэффициент передачи тока 
Ькв = 2 В, /в=10 мА: 

Т*= +25 "С: 

2Т326А, КТ326А, КТ326АМ . 
2Т326Б, КТ326Б, КТ326БМ . 

Г = —60 °С: 

2Т326А, 'ІТ326Б, не менее . 
КТ326А. КТ325АМ 


КТ326Б, КТ326БМ . 


Г= + 125*С: 

2Т326А, 2Т326Б, не более 


схеме ОЭ при 


. 20. .70 

. . 45... 160 

. . . , 0,3 значения яри 

Т = +25 “С 

. , , От 0,3 значения 

при 7'=+25°С 
до 70 

. . От 0,3 значения 

при 7'= + 25°С 
до 160 

. ... 2 значения при 

7= +25 °С 


КТ326А, КТ326АМ 


КТ326Б, КТ326БМ ... . . . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при Ндц = 
= 5 В. /э=10 мА: 

2Т326А, КТ326А, К.Т326АМ 

2Т326Б, КТ326Б, КТ326БМ 

Постоянная времени цепи обратной связи при Чкч = 5 В 

Іа — 10 мА, / = 5 МГц 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 

= 10 мА, /б—1 мА 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / к =10 мА 

7*=1 мА 

Обратный ток коллектора при і!ке.= 10 В, не более: 

Г=+25°С 

Г = + 1 25 °С . .... 

Обратный ток эмиттера при Н эк = 4 В, не более: 

Г = +25 ° 

Т= + 125 °С 2Т326А, 2Т326Б , .... 

Емкость коллекторного перехода при Чкв = 5 В 
Емкость эмиттерного перехода при І1ои=0 


Продолжение 

От 10 до 2 зна- 
чений при Т = 

= + 25 *С 

От 22 до 2 значе- 
ний при Г = + 25 °С 


250.. .590*... 

...1150* МГц 

400. . .590*... 

...1150* МГц 

84*... 133*. ..450 пс 

0. 1 1*...0.16*...0,3 в 

0, 87*. ..0, 89*. ..1,2 В 

0,5 мкА 
10 мкА 

0,1 мкА 
10 мкА 

1.7*...2,2*...5 пФ 
1,2* ...1,4*., .4 нФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база . . 20 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«. < 

<100 кОм 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база .... 4 В 

Суммарное постоянное и переменное напряжения коллек- 
тор-эмиттер в режиме усиления при /?«,<100 кОм . 20 В 

Постоянный ток коллектора ... ..... 50 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г< + 25°С для 2Т326А, 2Т326Б 250 мВт 

при Г= + 125°С для 2Т326А, 2Т326Б ... . 83,3 мВт 

при 7 < + 30 °С для КТ326А, КТ326Б, КТ326АМ, 

КТ326БМ 200 мВт 

при Г= + 125°С для К.Т326А, КТ326Б, КТ326АМ, 

КТ326БМ 41,7 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда . . . . ] 0.6’°С/мВт 

Температура р-п перехода: 

2Т326А, 2Т326Б ... . +175°С 

КТ326А, КТ326Б, КТ326АМ. КТ326БМ . . | + 150°С 

Температура окружающей среди . -60... + 125 *С 


Зависимость напряжения 
насыщения коллектор — 
эмиттер от тока кол- 
лекторе 



0 1 0 го 30 Ь0 Г к .пА 


Чи.т*.в 
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К! 

згМл.'Б) 
зге (а, б) 
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о г ♦ о а і,, па 



о т го зо ьо /„, «л 


Іра,. не 




ггзгеСА.Б) 

КТ32В (А,Б)~ 

\ 


ГТТ 




ІЩ-ѴІЩ 















о ю го зо чо і,,пА 


Зависимость напряжения 
насыщения база — эмит- 
тер от тока коллектора 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
коллектора 


Зависимость времени 
рассасывания от тока 
коллектора 


ГТ328А, ГТ328Б, ГТ328В 


Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р уев- 
лительные с нормированным коэффициентом шума т частоте 180 МГц. Пред- 
назначены для усиления сигналов в метровом диапазоне длин волн с автома- 
тической регулировкой усиления. Выпускаются в металлостекляниом корпусе с 
гибкими выводами. Тип транзистора указывается на боковой поверхности 
корпуса. 

Масса транзистора не более 2 г. 


ГТ32В (А- В) 



Электрические параметры 


Статический коэффициент 
Укв*= б В, 1в=*3 мА: 
Г=+20°С: 


ГТ328А 

ГТ328Б 

ГТ328В 


Г«= — 40 "С: 


ГТ328А 

ГТ328Б 

ГТ328В 

Г=+55°С: 


ГТ328А 

П328Б 

ГТ328В 


передачи тока в схеме 


ОЭ при 


20. .200 

40. . .200 

10.. .50 

5-..200 

10 .. .200 
3.50 

20...600 
40.600 
20.. 150 
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Граничная частота коэффициента передачи тока: 
при С/кв=5 В, /» = 2 мА, не менее 
ГТ328А ... 

ГТ328Б, ГТ328В . . ... 

при Ѵхс =6 В. /а=10 мА, не более, . 

Постоянная времени цепи обратной связи при ІІ КС 
/е==2 мА, / = 1 5 МГц, не более: 

ГТ328А ... 

ГТ328Б, ГТ328В ... 

Коэффициент шума при Ужв-Ю В, / 8 =2 мА, 

/ = 180 МГц, не более 

Обратный ток коллектора при 4/*в=15 В, не более 

Г=+20°С 

Г = + 55 °С . . 

Обратный ток эмиттера при Г=+20°С, Пев’ 
более ... .... 

Емкость коллекторного перехода при і / к в = 5 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при (Увв = 0,15 В, не более: 

ГТ328А 

ГТ328Б, ГТ328В 


Продолжение 


• • 

400 МГц 
300 МГц 


90 МГц 

= 10 В. 

5 пс 


10 пс 

■ 75 Ом,' 

7 дБ 


10 мкА 
100 мкА 

> В, не 

100 мкА 


1,5 пФ 


2,5 

5,0 


пФ 

пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


юстоянное напряжение коллектор — база . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при ^ 
^5 кОм . 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора . 

Постоянная рассеиваемая мощность 

Температура окружающей среды 


15 В 

15 В 
0,25 В 
10 мА 
50 мВт 
— 40... + 55°С 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 


*«э/ Л г/з 

1.1 

1.1 
1.0 
0.9 
0.0 


о г 9 6 о в 


гтзгв(А : в) 






















[^ к ЗпА 










Л »э/ о ііз 



оо-чо-го о го чот'с 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


Л »э/ А «и 

1,1 

I ;♦ 

42 
1.0 
0.8 

о г ч і в /,. на 



ГТ32Ш-В) 



О* 

ч 

•у 

а 

чА 


/ 





7 




-> 

У 










Т, , ПС 



Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
вмиттера 


Зависимости постоянной 
времени цепи обратной 
связи от тока эмит- 
тера 
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КТ337А, КТ337Б, КТ337В 


Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры р-п-р 
универсальные. Предназначены для 
применения в усилителях высокой ча- 
стоты, импульсных и переключающих 
устройствах. Выпускаются в пласт- 
массовом корпусе с гибкими вывода- 
ми. На корпусе наносится условная 
маркировка — две цветные точки: 
КТ337 А — красная и розовая: 

КТ337Б — красная и желтая; 

КТ337В — красная и синяя. 

Масса транзистора не более 0,2 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ижа= 0,3 В, /»=10 мА: 

7"= + 25 °С, ие менее: 

КТ337А .... 

КТ337Б .... 

КТ337В ‘ 

Г--40Т, не менее | | | ' 

Г=+85“С 


Граничная частота коэффициента передачи тока при 11кэ = 
-=5 В, /»= 10 мА, ие менее: 

КТ337А .... . 

КТ337Б, КТ337В 

Время рассасывания при /* = 10 мА, /ві=»/ва=1 мА, не 
более: 

КТ337А 

КТ337Б, КТ337В . ‘ . Г I I I * I 

Напряжение насыщения коллектор ■— эмиттер ' при /*=.' 
10 мА, іб— 1 мА, не более ........ 

Напряжение насыщения база — -„эмиттер при /* — 10 'иАІ 
!в=І мА, не более ... , .- ... 

Обратный ток коллектора при 17*8 = 6 В, не более - .' 
Обратный ток "коллектор — эмиттер при 17* в =6 В, 

Л«.=-10 кОм, не более . . 

Обратный ток эмиттера при У 8 *= 4 В, не более . 

Емкость коллекторного перехода при {/дв~5 В, не более 
Емкость эмиттерндго перехода при 1/»в-0, не более 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база и коллектор — 

эмиттер при На. <10 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора 

т 


30 

50 

70 

0,3 значения при 
7= +25 “С 
От 0,8 до 2 зна- 
чений при Т = 

= + 25 °С 


500 МГц 
600 МГц 


25 ис 
28 нс 

0,2 В 

1 В 
1 мкА 

5 мкА 
' 5 мкА 

6 пФ 
8 пФ 


« В 
4 В 
30 мА 


КТЗЗ 7 (А- В) 
Ѵ.2 11 7 



Эпитшер 


Продолжение 


Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
при Г< + 60”С . 

при г = + 85 °с 

Тепловое сопротивление переход — среда | 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды .' 


150 мВт 
108 мВт 
0,6 °С/мВт 
+ 150 “С 
—40. .. + 85 °С 


снижается^лииейно температур +И...+85 ”С допустимое значение рассеиваемой мощности 


Зависимости статического 
коэффициента передачи то- 
ка от тока эмиттера 

Изгиб выводов транзисторов допускается не 
ближе 5 мм от корпуса с радиусом закругления 
І.5...2 мм. 

Минимально допустимое расстояние от места 
пайки выводов до корпуса 5 мм при температуре 
пайки не выше +250 °С и длительности не более 
10 м. Температура корпуса при пайке не должна 
превышать +150°С. 


ю 
во 
70 
00 
50 

о п го да чог 3 ,на 



КТ345А, КТ345Б, КТ345В 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универ- 
сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты им- 
= У гХ^ И в" =Т ЩИХ устр0йствах ' Выпускаются в пластмассовом корпусе 
точки КТ8«А Н корпусе на 2° с " т 5Л У словная маркировка - две цветные 

и синяя КТ345А_ 6 И розовая; КТ345Б — белая и желтая; КТ345В — белая 

Масса транзистора не более 0,3 г. 


КТЗЧ5(А-В) 



Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
ь'д8 = 1 В, /а = 100 мА: 


КТ345А .... 

КТ345Б 

ктз45в 

Граничная частота коэффициента передачи 
Чка=5 В, /в= 10 мА, не менее . 

Время рассасывания при /*=І00 мА /»,= 
не более ......... 

Напряжение Насыщения коллектор — эмиттер 
= 100 мА, /д= 10 мА . - . . _ . 


тока при 
/ві= 10 мА, 
при / к = 


20. ..60* 

50.. .85* 

70.. . 105* 

350 МГц 
70 нс 

0.14*...0,3 В 


24$ 


Продолжение 

Напряжение насыщения база— эмиттер при /*=>100 мА. 

/я=10 мА . ... 0,92*... 1,1 В 

Обратный ток коллектора при Ч К в = 20 В, не более 0,5 мкА 

Обратный ток эмиттера при П Э в = 5 В, не более 0,5 мкА 

Емкость коллекторного перехода при II кв — 5 В, не более 15 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при Ьэв=0, не более . 30 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база и коллектор — 

эмиттер при /?«»<Ю кОм ... 20 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база .... 5 В 

Постоянный ток коллектора . . 200 мА 

Импульсный ток коллектора . . 300 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

при Г <+30 °С .. 300 мВт 

прнГ=+в5*С . 162,5 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность 1 . . . 600 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда . ... 0,4 °С/мВт 

Температура р-л перехода ... +15Ѳ*С 

Температура окружающей среды - 40.,.+ 85 °С 


1 В диапазоне температур +30...+85 *С допустимые значения рассеиваемой мощности 
снижаются линейно. 

Изгиб выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса с ра- 
диусом закругления 1,5... 2 мм. 

Минимальное расстояние от места пайки выводов до корпуса 5 мм при 
температуре пайки не выше +250°С и длительности не более 10 с. Темпера- 
тура корпуса при вайке не должна: превышать 150°С. 

ГТ346А, ГТ346Б, ГТ346В 

Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные структуры р-л-р усили- 
тельные с нормированным коэффициентом шума на частотах 800 и 200 МГц. 
Предназначены для применения в селекторах телевизионных каналов метрового 
и дециметрового диапазонов длин волн с автоматической регулировкой усиления. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора 
указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более I г. 


г т е. (а -в) 



Электрически» параметры 

Статический коэффициент передачи тока а схеме 03 при 
Одв-10 В. /,-2 мА 
~ Гчч + 25*С* 

ГТ346А. ГТ346Б КЫМ 




ГТ346Б 


ГТ346Б 


передачи 


связи при 


= 2 мА, К, 


ГТ346В 
Т = —45 *С: 

ГТ346А, 

ГТ346В 
Г=+55‘С: 

ГТ346А, 

ГТ346В . 

Г раничная частота коэффициента 
И кв — 10 В, Іэ— 2 мА, не менее: 

ГТ346А 

ГТ346Б, ГТ346В . 

Постоянная времени обратной 
/а =2 мА, /=100 МГц, не более: 

ГТ346А 

ГТ346Б 

ГТ346В 

Коэффициент шума при Икс = 10 В, !э 
не более: 

/=800 МГц ГТ346А .... 

/ = 800 МГц ГТ346Б . . 

/=200 МГц ГТ346В 

Коэффициент усиления по мощности при Икс = 10 В, /в 
=2 мА. /=800 МГц, не менее 

Оптимальный ток эмиттера, соответствующий К # и= 
= К„,р.макс при Икв = ю В, /=800 МГц для ГТ346А 

ГТ346В 

Глубина регулирования коэффициента усиления по мощ 
ности при Н кв = 10 В, /в=2...8 мА, /=800 МГц для 

ГТ346А, ГТ346В, не менее 

Коэффициент обратного усиления по мощности при Икс 
= 10 В, /в= 2 мА, /=800 МГц, не менее: 

ГТ346А 

гтз4бв 

Обратный ток коллектора при іі К б=20 В, не более- 

Т = +25 °С 

г=+55"с 

Обратный ток эмиттера при Уев =0,3 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при У КБ = 5 В, не более 



Продолжение 

15.. . 150 

3.5.. . 150 
5... 150 

10.450 

15.. .450 


70 МГц 
550 МГц 


3 пс 
5,5 пс 
6 пс 


6 дБ 
8 дБ 

7 дБ 

10.5 дБ 


1,5... 3,2 мА 


34 дБ 


20 дБ 
12 дБ 

10 мкА 
100 мкА 
100 мкА 
1,3 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение’ коллектор — база 20 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 

при /?б. = 0 15 В 

при Не» ~ 5 кОм 20 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 0,3 В 

Постоянный ток коллектора . . 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора '. 50 мВт 

Температура р-п перехода +85 °С 

Температура окружающей среды —45... + 55 °С 


Изгиб выводов транзисторов допускается не ближе 1,5 мм от корпуса 
с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Растягивающая выводы сила не долж- 
на превышать 2,5 (0,25 кгс). 

Минимальное расстояние от места пайки вывода до корпуса 2 мм при тем- 
пературе пайки не выше +260 Х и длительности не более 2 с. Температура 
корпуса при пайке не должна превышать +235 °С. 
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Зависимость граничной 
частоты от тока эмит- 
тера 


Зависимость постоянной 
времени цепи обратной 
связи от тока эмиттера 


Зависимость постоянной 
времени цепи обратной 
связи от напряжения 
коллектор — база 


» Дб 





о I г 3 Іі Г,.пА 0 2 8 6 8 ! э .пА 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- Зависимость коэффици- 
ента шума от тока ента усиления от тока 

эмиттера эмиттера 


КТ347А, КТ347Б, КТ347В 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универ- 
еальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и им- 
иульсных устройствах. Выпускаются в металлостекляниом корпусе с гибкими 
выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
О ил = 0,3 В, /э=10 мА: 

7"= +25 °С: 

КТ347А, КТ347Б . 30...400 

КТ347В . 50...400 

7= -40 °С: 

КТ347А, КТ347Б . 9...600 

КТ347В . 15. ..600 

7 = + 85 “С: 

КТ347А, КТ347Б . 15...1000 

КТ347В . 25... 1000 

Граничная частота коэффициента передачи тока при II к е = 

= 5 В, /в=Ю мА, не менее . 500 МГц 

Время рассасывания при /я=10 мА, /ві = /м=І мА, не 

более: 

КТ347А, КТ347Б . . 25 нс 

КТ347В . 40 нс 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /к = 

= 10 мА, /в — 1 мА, не более . 0,3 В 

Обратный ток коллектора при Ч кб = Ч кс.мачс, не более: 

7 = + 25 °С . . 1 мкА 

7 = + 85 °С . . ... 20 мкА 

Обратный ток коллектор — эмиттер при Чкэ = Чкэ,ма кс, 
й«а=10 кОм, не более .... .5 мкА 

Обратный ток эмиттера при 0/8 б= 4 В, не более 10 мкА 

Емкость коллекторного перехода при (7 кб= 5 В, не более 6 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при ІІвв= О, не более 8 нФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — 
эмиттер при Лбл=10 кОм: 

КТ347А 15 В 

КТ347Б 9 В 

КТ347В 6 В 

Постоянное напряжение база — эмиттер . . . . 4 В 

Постоянный ток коллектора .... 50 мА 

Импульсный ток коллектора . . 1 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ': 

при 7^ + 55°С ....... . 150 мВт 

при 7= +85 °С 130 мВт 

Температура р-п перехода +150°С 

Температура окружающей среды .... ... — 40,.. + 85°С 


' В диапазоне температур +55...+85 *С допустимое значение рассеиваемой мощности 
снижается линейно. 

КТ349А, КТ349Б, КТ349В 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универ- 
сальные. Предназначены для применения в усилителях сигналов высокой часто- 
ты и переключающих устройствах. Выпускаются в металлостеклянном и в 
пластмассовых корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на 
корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 
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КТЗЧ9(А-В) 



Эмиттер 

База 

Коллектор 





Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ун=1 В. /а = 10 нА: ѵ 

Т — +25 “С: 

КТ349А 
КТ349Б 
КТ349В 

Г= — 40 “С, не менее: 

КТ349А 
КТ349Б 
КТ349В 
Т= + 85*С: 

КТ349А 
КТ349Б 
КТ349В 

Граничная частота коэффициента 

5 В, /в = 10 мА, не менее 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к — 

— 10 мА, /*=1 мА, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /*-10 мА^ 

7а =1 мА, не более 

Обратный ток коллектора при Ѵкв — 10 В, не более: 

Г— +25°С 


20...80 
40... 160 
120. .300 


передачи тока при 


10 

20 

60 

18... 160 
36.. .320 
108. ..600 


300 МГц 
0,3 В 
1,2 В 
1 мкА 


Продолжение 


Обратный ток коллектор — эмиттер при 1/яа=І5 В, ««„< 

^ 10 кОм, не более . ... 1,5 мкА 

Обратный ток эмиттера при Уэе = 4 В, не более . 1 мкА 

Емкость коллекторного перехода при (7яв=5 В, не более 6 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при V иг, = 0, не более 8 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база . . 20 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Яо- ^ 

< 10 кОм . . 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база . . . 4 В 

Импульсный ток коллектора при / и <1 мс .40 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г<+30Х . . . 200 мВт 

при Г = + 85 X ... . 108 мВт 

Тепловое сопротивление переход — среда . 0,6 °С/мВт 

Температура рп перехода .... . + 150 X, 

Температура окружающей среды — 40...+85Х 


2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1, 
КТ360А-1, КТ360Б-1, КТ360В-1 


2Т360(А І-в І),КТ360(А І-В I) 
0.9 



Я 


Транзисторы кремниевые эпитаксиаль- 
но-планарные структуры р-п-р переключа- 
тельные. Предназначены для применения в 
усилителях и переключающих устройствах 
герметизированной аппаратуры. Бескорпус- 
ные с гибкими выводами и защитным по- 
крытием. Тип прибора указывается в эти- 
кетке. 

Масса транзистора не более 0,05 г. 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
ІУкв=> 2 В, /в= 10 мА: 

Г = + 25 X: 

2Т360А- 1 25...70 

КТ360А- 1 20...70 

2Т360Б-1, К.Т360Б- 1 40... 120 


2Т360В-1, КТЗѲ0В-1 8С...240 


Г=-60Х 

2Т360А-1, 

2Т360Б-1, 

2Т360В-1, не менее 

. 0,3 значения 

при 



Г=+25Х 

Г-+85.Х 

2Т360А-1, 

2Т360Б-1, 

2Т360В-І, не более 

. 2,5 значения 

прв 




Г-+25Х 
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Г раничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ 
при Пкв = 2 В, /а =5 мА, не менее: 

2ТЗѲ0А-І, КТ360А-1, КТ360В-1 . . . 

2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б- 1 

типовое значение ’ ' 

Постоянная времени цепи обратной связи при 1)кв=2 в! 

/е=5 мА, 1=5 МГц, не более 

типовое значение 

Время рассасывания при І к = 10 мА, / в =ГмАІ не более: 
2Т360А-1, КТ360А- 1 . , . 

2Т360Б-І, 2Т360В-1, КТ360Б-1, КТ36ІЗВ-І .’ ! ! ! 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при ) к = 

= 10 мА, /в=1 мА, не более 

типовое значение 

Напряжение насыщения база— эмиттер при І к = 10 мА’ 

/в— 1 мА, не более 

типовое значение . . . ■ 

Обратный ток коллектора, не более; 

Т= +25 °С, 1)кб=2Ь В 2Т360А-1, КТ360А-1 . . 

Ѵкв=20 В 2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1, КТ360В-1 
Г=+ 85 °С, Ч кв — 25 В 2Т360А-1 .... 

Чкв = 20 В 2Т360Б-1, 2Т360В-1 | 

Обратный ток эмиттера, не более: 

Г=+25°С, Чзв=5 В 2Т360А-1, КТ360А-1 

Ч вв =4 В 2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1, КТ360В-1 
Т= +85 °С, Чов—5 В 2Т360А-1 .... 

Уав=4 В 2Т360Б-1, 2Т360В-1 

Емкость коллекторного перехода при Чкв = 5 В, не более 

типовое значение 

Емкость эмиттерного перехода при (У эв =0, не более . 
типовое значение 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение' коллектор — база: 
2Т360А-1, КТ360А- 1 . . . . ■ 

2Т360Б-1, 2Т360В-1, КТ360Б-1, КТ360В-1 . ! 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
<10 кОм: 

2Т360А-1, КТ360А- 1 

ЙТ360Б-І, 2Т360В-1, КТ360Б-1, КТ360В-1 . . 

Постоянное напряжение эмиттер — база: 

2Т360А-1, КТ360А- 1 

2Т360Б-1, 2Т360В-І, КТ360Б-1, КТ360В-1 . . 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при <„<1 мкс, <?>10 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Т= +-55 °С . 

при Г=+85°С 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода 
Температура окружающей среды: 

2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1 

КТ360А-1, КТ360Б-І, КТ360В-1 




Продолжение 


300 МГц 
400 МГц 
550* МГц 

450 пс 
180* пс 

100* нс 
200* нс 

0,35 В 
0,12* В 

1,2 В 
0,85* В 

1 мкА 
1 мкА 
10 мкА 
10 мкА 

0,5 мкА 
0,5 мкА 
10 мкА 
10 мкА 
5 пФ 
1,8* пФ 
7 пФ 
2,8* пФ 


25 В 
20 В 


20 В 
15 В 

5 В 

4 В 
20 мА 
75 мА 

10 мВт 

5 мВт 

7 °С/мВт 
+ 120 *С 


— 60...+85*С 
— 45... + 85*С 


2Т363А, 2Т363Б, КТ363А, КТ363Б, КТ363АМ, КТ363БМ 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р универ- 
сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой и сверхвысокой 
частот н переключающих устройствах. Транзисторы 2Т363А, 2Т363Б, КТ363А. 
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КТ363Б выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип 
прибора указывается на боковой поверхности корпуса. Транзисторы КТ363АМ, 
КТ363БМ выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На кор- 
пусе наносится условная маркировка — две цветные топки: КТ363АМ — две ро- 
зовые; КТ363БМ — розовая и желтая. 

Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 0,5 г, в пластмас- 
совом не более 0,3 г. 


гТЗбЗ(А.Б), НТ 363 (А, Б) 



НТ 363 (ап, бп) 


Коллектор 




Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкв = 5 В, /д = 5 мА: 

Т — +'25 °С: 

2Т363А .... 

КТ363А, КТ363АМ . . . . 

2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ . . 

Т = — 60 °С 2Т363А, 2Т363Б ... 


7= -40 'С: 

КТ363А, КТ363АМ 


КТ363Б, КТ363БМ 


Г = + 85 °С: 

КТ 363 А, КТ363АМ 


20 ... 120 

20. . .70 

40.. . 120 

От 0.3 значения 
при Г = + 25 °С до 
130 

От 0.3 значения 
при 7" = + 25 С С 
ДО 85 

От 0,3 значения 
ври 7'=+25°С 
до 150 

От 15 до 2.5 зна- 
чений при Г = 
= +25 "С 
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КТ363Б, КТ363БМ 


Г= + 125*0: 
2Т363А 


КТ363Б 


Граничная частота коэффициента передачи тока при 
1/*в = 5 В, /„=5 мА: 

2Т363А 

КТ363А, КТ363АМ 

2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ѵкв = 5 В, 
/а- 5 мА. /=30 МГц: 

2Т363А, КТ363А, КТ363АМ 

2Т363Б, КТ363Б. КТ363БМ 

Время рассасывания при /* = 10 мА: 

/в = 1 мА 2Т363А, КТ363А, КТ363АМ . . . . 

/в =0,5 мА 27363Б, КТ363Б, КТ363БМ . . . . 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /* = 

= 10 мА, /в=1 мА Г 

Напряжение насыщения база— эмиттер при /* = 10 мА, 

/в= 1 мА 

Обратный ток коллектора при V яв=15 В, не более: 

Г — + 25 °С 

Г = + 85 °С 

Обратный ток эмиттера при Ѵов=і В, не более: 

Т =• +25 “С 

Г=+85“С 

Емкость коллекторного перехода при Ѵкв = Ь В 
Емкость эмиттерного перехода при У»в=0 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 

при Я«.<1 кОм для 2Т363А, КТ363А, КТ363АМ . 

2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ 

при /?«,^10 кОм ... 

Постоянное напряжение эмиттер — база 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при <„^1 мкс, 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

при Г<+45°С 

при Г=+85°С для КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б, 

КТ363БМ 

при Г= + 125'С для 2Т363А, 2Т363Б 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора 2Т363А, 

2Т363Б . . 

Тепловое сопротивление переход — среда . 

Температура р-п перехода ..... 

Температура окружающей среды: 

2Т363А, 2Т863Б . . 

КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б, КТ363БМ 


Продолжение 

От 30 до 2.5 зна- 
чений при Г = 

= + 25 *С 

От 15 до 2,5 зна- 
чений при Т = 

= + 25 °С 

От 30 до 2,5 зна- 
чений при Т = 

= +25 °С 


1.0. ..1.8*...2,5* ГГц 
1,2, „1,8*. ..2,5* ГГц 

1.5.. .2.3*...3,5* ГГц 


15*...25*...50 пс 
15*...30*.„75 пс 

2,6" 4.5* 10 нс 

2,5*...4*..,5 нс 

0,15*...0,2*...0,35 В 

0, 6* ...0, 8* ...1,1 В 

0,5 мкА 
10 мкА 

0,5 мкА 
10 мкА 

0,5*...1,5*.„2 пФ 
0,5*...0,8*.„2 пФ 


15 В 

15 В 
12 В 
10 В 
4 В 
30 мА 
50 мА 

150 мВт 

93 мВт 
36 мВт 

1,5 Рк.мапш 
0.7 °С/мВт 
+ 150 "С 

— 60...+ 125 °С 
— 40... + 85 *С 
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гТЗБЗ(А.Б) 



ЮЗ 63 (А, Б)\ 
■КТ363(АП. 6П 






. /| • 5 пА 

і— -I 1 1 
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ч э 


00 
ІО 
40 
30 

го 

О 20 40 00 во Іу нА 


гШз(л.'в) 
/аз вз (а. б >- 

; КТЗБЗ(АП, б/І> 



Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока эмит- 
тера 


2Т370А-1, 2Т370Б-1, 

Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры р-п-р 
универсальные. Предназначены для 
применения в усилителях высокой и 
сверхвысокой частот, а также пере- 
ключающих устройствах герметизиро- 
ванной аппаратуры. Бескорпусные 
без кристалло держателя с гибкими 
выводами и защитным покрытием. 
Выпускаются в сопроводительной та- 
ре. Тип прибора указывается на ос- 
новании индивидуальной тары. 

Масса транзистора не более 
0,005 г. 


КТ370А-1, КТ370Б-1 

2Т370(А~/, Б /) 
КТ 370 (А- /, Б- Г) 


О.П Г 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ул*=5 В, / э = 3 мА: ѵ 

Г= + 25 *С' 

2Т370А-І, КТ370А-1 
2Т370Б-І, КТ370Б- 1 
Т — — 60°С: 

2Т370А- 1 . . 


2Т370В-1 , 


Г = - 45 °С: 

КТ370А- 1 . . . . 


КТ370Б-Х . . . . 


20.. . 70 

40.. 120 

От 0,3 значения 
ирв Г=+25'С 
до 75 

От 0,3" значения 
при Г= + 25 “С 
до 130 

От ОД значения 
при Г=+25°С 
до 75 

От 0,3 значения 
при 7*= + 25 "С 
до 130 
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Компаунд 


Г=+85°С, нс более . . . , 

Граничная частота коэффициента передачи тока при {/ К в = 
=о В, / э = 3 мА: 

2Т370А-1, КТ370А-І . 

2Т370Б-1, КТ370Б-1 * * ^ * 

Постоянная времени цепи обратной связи при Окб=5 Е 
'о = 3 мА, / — 30 МГц: 

2Т370А-1, КТ370А-І . 

2Т370Б-1, КТ370Б-1 . , 

Время рассасывания при / к = 10 мА, /д = ГмА ! ] 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при и = 

= 10 мА, /* = I мА 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /я=10 мА 
/в=1 мА 

Обратньпуток коллектора при і] К и= 15 В, ' не 'более: ' 
г=+85»с ! ! ; ; ‘ ; ; ; ; • • • 

Обратный ток эмиттера при Ь К б = і В, не более: ' 

г=+85°с ! ! ; ; ; ; ; ; ; ; ; • 

Емкость коллекторного перехода при Уке= 5 В 
Емкость эмиттерного перехода при І/ Э в = 0 . ] 1 


Продолжение 

2,5 значений при 
Г = + 25 'С 


1 .. . 1 ,5*...2,5* ГГц 

1.2.. . 1.7*. „2, 7* ГГц 


15*. . 25*. .50 пс 
15*. ..35*. ..75 пс 
2, 5*. ..5*. „10 нс 

0,15*...0,2*...0,35 В 

0,6*...0,8*...1,1 В 

0,5 мкА 
10 мкА 

0.5 мкА 
10 мкА 

0,5*... 1,5*. „2 пФ 
0,5* . .0.8*.. .2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база . . 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер- 
при К«»<| кОм: 

2Т370А-1, КТ370А-1 . 

2Т370Б-І, КТ370Б-1 . . 

при /?« а <10 кОм • 

Постоянное напряжение эмиттер — база ! ! ! ! ! 

Постоянный ток коллектора: 
при 7’<+50°С 

при Г= +85 “С \ \ \ \ 

Импульсный ток коллектора при />1 мкс, (?>20 
Постоянная рассеиваемая мощность: 

Г < + 50 °С . . 

Т = +85 °С ■ ■ ; ; • ■ 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при (,< 
<1 мкс, 0 <20 для 2Т370А-1, 2Т370Б-1: 

при Т < + 50 °С 

при Г = + 85 *С . | ' 

Тепловое сопротивление переход — среда ] 

Температура р-п перехода " 

Температура окружающей среды: 

2Т370А-1, 2Т370Б-1 . . . 

КТ370А-1, КТ370Б-1 . . . . | 


15 В 


15 В 
12 В 
10 В 
4 В 

15 мА 
10 мА 
30 мА 


15 мВт 
8 мВт 


30 мВт 
16 мВт 
5 °С/мВт 
+ 125 °С 

—60. .. + 85 °С 
— 45... +85 °С 


1Т376А, ГТ376А 

Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усили- 
тельные с нормированным коэффициентом шума на частоте 180 МГц. Пред- 
назначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей 
высокой частоты. Выпускаются в м’еталлостеклянном корпусе с гибкими вы- 
водами. Тип прибора указывается на боковой поверхности корпуса 
Масса транзистора не более 0,5 г. 
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І Т -176А, ГТ378А 



Эпиттер 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
іікб—Ь В, /э = 2 мА: 

Г = + 20 °С 

Т=- 60 °С . . • • . 


Г=+85 °С 


Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 
ОЭ при Оке = 5 В, /а = 2 мА, не менее .... 
Постоянная времени цепи обратной связи при Оке = 5 В 
/»■“ 2 мА. /=100 МГц, не более: 

1Т376А . . 

ГТ376А . . '. 


Коэффициент шума при (7к В = 5 В. / 8 =і' мА, «, = 50 Ом 
/=180 МГц, не более: 

для 100% транзисторов 

для 95% транзисторов 1Т376А 
для 25% транзисторов 1Т376А * * * 

Граничное напряжение при / э = 2 мА, не менее 
Обратный ток коллектора при 0 К б = 7 В не более- 
те + 20 ”С . . . . 

Г = + 85 °С 


Обратный ток эмиттера при Уэд=0,25 В, не более ! 
Емкость коллекторного перехода при Охв = 5 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода прн Нэв = 0,І5 В для 
1Т376А, не более 


10... 150 

От 0,3 до 1 зна- 
чения при Г = 

— 4- °Г 

От 0,8 до 3 зна- 
чений прн г= 
=.+ 25 °С 

1 ГГц 


10 пс 
15 пс 


3,5 дБ 
3 дБ 
2 дБ 
7 В 

5 мкА 
300 мкА 
100 мкА 
1,2 пФ 

5 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер прн 


^3 кОм . . ... . , 7 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база , , о,25 В 

Постоянный ток коллектора . . 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 35 мВт 

Температура окружающей среды . , , 60... + 85 °С 


9 -307 
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■^р А» 
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12 3 * ^ в , в 


Зависимость граничной 
частоты от напряжения 
коллектор — база 


Зависимость граничной 
частоты от тока эмит* 
тера 


Зависимость постоянной 
времени цепи обратной 
связи от напряжения 
коллектор — база 


ЪК 
1.8 
I* 
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Зависимость постоянной 
времени цепи обратной 
связи от тока эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента шума от темпера- 
туры 


1Т386А 


Транзистор германиевый эпитаксиально-планарный структуры р-пр ѵсили 
тельный с нормированным коэффициентом шума на частоте 180 МГц Прел 
назначен для применения а усилителях высокой частоты, смесителя? гетерии 
нах, в том числе для схем с автоматической регулировкой усиления' Выптска 
ется в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибоо 
указывается на боковой поверхности корпуса. ^ ^ 

Масса транзистора не более 0.5 г 


П386А 
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Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ь кб ~' 5 В, / 8 = 3 мА: 

7" = + 20 °С ... ... 

Г=-60°С ... . . . . , 


Г= + 70”С . 


Граничная частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ: 

при Чк'Б — 10 В, / а =20 мА, не менее 

при Чиб — 2 В, /в = 1 0 мА. не более 

Постоянная времени цепи обратной связи при Чкв = 10 В, 

/а = 2 мА, /=100 МГц , не более 

Коэффициент шума при Чкв = 10 В, / 8 = 1 мА, /? а =50 Ом, 

/=180 МГц, не более .... 

Обратный ток коллектора при Ч кв = 15 В, не более: 

Г = + 20 “С 

Г = + 70 °С 

Обратный ток эмиттера при 7'= + 20°С, Чвв= 0,3 В, 

не более 

Емкость коллекторного перехода при Чкп — Ь В, не более 


10...100 

От 0,3 до 1 зна- 
чения при Т = 
= + 20 °С 

От 0,8 до 2.5 зна- 
чения при 7 = 
= +20 °С 


450 МГц 
90 МГц 

10 пс 

4 дБ 

10 мкА 
150 мкА 

100 мкА 
1,5 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 15 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 7?, 8 = 


= 3 кОм 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 0,3 В 

Постоянный ток коллектора 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ... 40 мВт 

Температура р-п перехода . . . . . +85°С 

Температура окружающей среды . — 60...+70°С 



Зависимость граничное 
частоты от тока вмиг* 
тера 


Зависимость граничной 
частоты от напряжения 
коллектор — Саза 


Зависимость постоянной 
времени цепи обратной 
связи ох тока змиттера 


9 * 
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Зависимость постоянной 
времени цепи обратной 
связи от напряжения 
коллектор — база 



0 1 2 3 Ь / э , мА 

Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 



о г •> е ві/ ке ,в 


Зависимость коэффици- 
ента шума от напря- 
жения коллектор — база 


2Т389А-2, КТ389А-2 

Транзисторы кремниевые эпитак- 
сиально-планарные структуры р-п-р 
универсальные. Предназначены для 
применения в усилителях высокой 
частоты, в импульсных переключаю- 
щих устройствах герметизированной 
аппаратуры. Бескорпусные на крн- 
сталлодержателе с гибкими вывода- 
ми и защитным покрытием. Выпу- 
скаются в сопроводительной таре с 
возможностью измерения параметров 
без извлечения транзисторов из тары 
,ип прибора указывается на сопро- 
водительной таре. 

Мэсса транзистора не более 

О, У.*: Г 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ пои 
Уяв*! В, /а = 200 мА. н 

Г= + 25°С- 

Г= + 125 °С 2Т389А-2 , 

Т = —60 °С 2Т389А-2 . 

Граничная частота коэффициента передачи тока при = 
= 5 В, /к = 30 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при 13кб=10 В 
/9 = 30 мА, / = 30 МГц , ’ 

Время рассасывания при / х = 200 мА, /*,=/„ = 20 мА 
не более ' 

Время включения при / к = 200 мА, / в = 20 мА 
Время выключения при /« = 200 мА, / В , = / Е2 = 20 мА 
Граничное напряжение при / 8 =10 мА, не менее 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер пои 
= 200 мА, /б=20 мА, не более Р 

Напряжение насыщения база — эмиттер при .д = 200 мА 
Ап = 20 мА, не более ’ 

Обратный ток коллектор- при 6* Е = 25 В, не более- 

* Г Ъ 

Г= + 125 °С 


25. 100 
25. ..200 
10 100 

450 МГц 

60*. ..90*.. 180* н 

25 нс 

15*. ..25* „35* нс 
10* 40* .60’ нс 
25 В 

0,6 В 

1,2 В 

1 мкА 

10 мкА 


2ТЗВЯА- 2 КТ 36 Я А г 

>5 
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ПродолЖ&ше 


Обратный ток коллектор — эмиттер при І/ К э = 25 В, Я б * = 

= 1 кОм, не более 1 мк д 

Обратный ток эмиттера при (/ Э в = 4,5 В, не более ' ! 1 мкА 

Емкость коллекторного перехода при 10 В, не белее 10 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при Нов = 0,5 В, не более 25 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллек-тор — база 

достоянное напряжение коллектор — эмиттер при /? е » = 

= 1 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора . . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при 
Кг(„-с>=183°С/Вг 

Г»<+85“С 

т к = + 125 °с ; 

Температура р-п перехода . . . . . 

Температура окружающей среды 


25 В 

25 В 
4,5 В 
300 мА 


0,3 Вт 
0,055 Вт 
+ 135 “С 
-60...+ 125 ’С 
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Записимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока эмит- 
тера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер от тока 
коллектора 


в 



/гр. НГц 
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000 
500 
000 
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0 50 ЮО 150 200 / к , нА 




2Т389А-2 




Унз =5 В 
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Лр, ПГц 




27ША-2 
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/ к = 30 пА 















о 5 /о 15 го и м . в 


Зависимость напряже- Зависимость гоани шоЛ 

нии насыщения база — частоты от тока кол- 

эмиттер от тока кол- лектора 

лектора 


Зависимость граничной 
частоты от напряжения 
коллектор — эмиттер 
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2Т392А-2, КТ392А-2 


■2Т392А-2 КТ392/ 2 



Транзисторы кремниевые эпнтак 
снально-планарные структуры р-п р 
усилительные с нормированным коэф 
ф.'іциентом шума Предназначены для 
применения в \ сплите іи ч высокой ча 
стоты Бес корпусные на диэлектрнче 
скоп подложке с гибкими выводами 
и защитным покрыіпем Выпускаются 
в сопроводительной таре Тип пргбо 
ра указывается в этикетке 

Масса транзистора не более 
0,02 г 


Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи ток?, в схеме СЭ при 
V кв = 5 В. /э = 2,5 мА. 

Г= + 25 °С . . . 40...7<8* 180 

Г = — 60 °С 2Т392А-2, не менее 0,3 значения при 

Г=+25 С С 

Г=+85 С С 2Т392А-2, не более 2 значения при 

Г=+25 °С 

Граничная частота коэффициента Передачи тока в схеме 
ОЭ при і!ке = Ъ В, іэ — 2,5 мА: 

2Т392А-2 ..... . 300... 450* 

500* МГц 

КТ392А-2, не менее . 500 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при і/кб = 5 В, 

/в = 2,5 мА. / = 300. МГц: 

2Т392А-2 . . 20*. ..55*.. 120 Пс 

КТ392А-2, не более . . . . 80 пс 

Коэффициент шума при 6/*п = 5 В, / б = 2.5 мА, /=100 МГц, 

Я. = 75 Ом 4.3* 4.8* дБ 

Обратный ток коллектора при і! кв = 40 В, не более: 

Г= +25 °С , 0,5 мкА 

Г = + 85 С С 2Т392А-2 ... .5 мкА 

Обратный ток эмиттера при (Уэб = 4 В не более* 

Г= + 25°С . . . . , 0,5 мкА 

Г =» + 85 °С 2Т392А-2 . . 5 мкА 

Емкость коллекторного перехода при Ске = 5 В . 0,82*. .1,12* ..2,5 пф 

Емкость эмиттерного перехода: 

при ііэб^ I В для 2Т392А-2 . 0,89*.. 1 .45* ..5 пф 

при і/ѳб = 0 для КТ392А-2, не более .... 3,5 нФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 40 В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Я с .,< 

<10 кОм 40 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база . ,4В 

Постоянный ток коллектора ... ... , 10 мА 

Импульсный ток коллектора при / и <10 мкс, , , 20 мА 
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора в условной 
микросхеме при Лг(п-е)^450 °С/мВт: 

Г<+65°С . . 

7" = + 85 °С ... 

Тепловое сопротивление переход — кристаллодержатель , 
Температура р-п перехода 
Температура окружающей среды: 

2Т392А-2 

КТ392А-2 . . . 


Продолжение 


120 мВт 
88 мВт 
100° С/Вт 
+ 125 °С 

-.60... + 85 °С 
-40,., + 85 ’С 



о г <г і в ѵ к6 . в 


Зависимость статическо* 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 



0 <* в 11 16І г ,пА 



о ч в іг 16 0^,0 


к и 

5,2 
5,0 
Ч.8 
4,6 
4,4 

о г 4 в 0 / 3і «а 


, ДБ 


2 

~ к 

Т 392 А- 2 



Т39 

ч- 

2 / 












</*і ■ 5 В 

Г •100 МГц ■ 
К т ш 75 Ом 










Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмн гтера 


Зависимость коэффици- 
ента шума от напряже- 
ния коллектор — база 


Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


КТ3109А, КТ3109Б, КТ3109В 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усили- 
тельные с нормированным коэффициентом шума на частоте 800 МГц. Пред- 
назначены для применения в селекторах телевизионных каналов метрового я 
дециметрового диапазонов длин волн. Выпускаются в пластмассовом корпусе 
с гибкими полосковыми выводами. На корпусе у вывода базы наносится услов- 
ная маркировка — две цветные точки: КТ3109А — белая и розовая; КТ3109Б — 
белая и желтая; КТ3109В — белая и синяя. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 
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КТЗЮ9 и- в) 




Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
V ке= 10 В, /а =10 мА' 

Т= + 25 "С, не менее 

Т = —45 "С ' ' 

Г= + 85 -с 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
Ѵкб= 10 В, Ів= 10 мА, не менее: 

КТЗІ09А, КТ3109Б . . 

КТЗІ09В . . . 

типовое значение ... 

Постоянная времени цепи обратной связи при Ь ИЕ = 10 В, 
10 мА, / = 30. ..-100 МГц, не более: 

КТ3109А .... 

КТ3109Б, КТ3109В . ; ' 

типовое значение 

Коэффициент шума при У ив =10 В, / э = 10 мА, Л* = 75 Ом, 
/=800 МГц, не более: 

КТ3109А 

КТ3109Б 

ктзюэв . ' ' ; 

типовое значение 

Коэффициент усиления по мощности при 0кс=і6 В, 
/а =10 мА, /? в = 2 кОм, / = 800 МГц, не менее: 

КТ3109А .... 

ктзюэв, ктзюэв ; ; 

типовое значение 

Коэффициент обратного усиления по мощности при 1/ ив = 
= 10 В, /е=10 мА, / = 800 МГц, не более: 

КТ3109А 

КТ3109Б 

ктзюэв ; 

типовое значение 

Обратный ток коллектора прцУ7ка = 20 В, не более-' 

Г = + 25 °С 


15 

5. .240 
10 .500 


800 МГц 
600 МГц 
1400* МГц 


6 пс 
10 пс 
4* пс 


6 дБ 

7 дБ 

8 дБ 
7* дБ 


15 дБ 
13 дБ 
18* дБ 


-7 дБ 
— 3 дБ 
-I дБ 
-5* дБ 

0,1 мкА 
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Г= + 85°С . . 

Обратный ток эмиттера при Ѵвн = 2 В, не более- 

7 = + 25 °С . . . 

Т= + 85°С . 

Емкость коллекторного перехода п.ри 1/нв=Ю В, не более 
типовое значение 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база. 

КТ3109А 

КТ3109Б, КТ3109В 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«»< 
^100 кОм: 

КТ3109А 

КТ3109Б, КТ3109В . 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 
при 7 + 40 “С 

при 7=+85”С , 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды .... 


Продолжение 
10 мкА 

10 мкА 
100 мкА 
1 лФ 
0.8* пФ 


30 В 
25 В 


25 В 
20 В 
3 В 
50 мА 

170 мВт 
100 мВт 
0,65 Х/мВт 
+ 150 “С 
— 45... + 85 °С 


2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2, КТ3123А-2, КТ3123Б-2, 
КТ3123В-2, КТ3123АМ, КТ3123БМ, КТ3123ВМ 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усилн. 
тельные с нормированным коэффициентом шума. Предназначены для примене- 
ния в усилителях и импульсных устройствах герметизированной аппаратуры. 
Бескорпусные. Транзисторы 2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2, КТ3123А-2, 

КТ3123Б-2, КТ3123В-2 выпускаются на керамическом держателе; КТ3123АМ, 
КТ3123БМ, КТ3123ВМ — в металлокерамическом корпусе. 

Масса транзисторов 2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2, КТ3123А-2, 

КТ3123Б-2, КТ3123В-2 не более 0,1 г; КТ3123АМ, КТ3123БМ, КТ3123ВМ не 
более 0,3 г. 


гТЗігЗ(А 2-В 2 ), НТЗПЗ(А 2-В 2) 



о, бе 



ктзпз(ам-вп) 

0 5,2 


■> . 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Г7ки = 10 В, Іэ~ 10 мА . . 

2Т3123А-2. 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2: 
при Т= + 125°С, не менее . ... 

при Г = — 45 °С, не менее 

КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТЗІ23В-2, КТ3123Лм! 

КТ3123БМ, КТ3123ВМ: 

при Т= + 85°С, не менее 

при Г= — 45 °С, не менее 

Граничная частота коэффициента передачи тока при = 
= 10 В, / э = 10 мА: 

2Т3123А-2, 2Т3123Б-2. КТ3123А-2. КТ3123Б-2 

КТ3123ЛМ, КТ3123БМ . 

2Т3123В-2, КТ3123В-2, КТ3123ВМ ... * ] 

Постоянная премепи цепи обратной связи на высокой ча- 
стоте при У и в=10 В, 1 к= 10 мА 

Коэффициент шума при В. / э = 3 мЛ, /=1 ГГц 

= /?, 

2Т3123А-2. 2Т3123В-2. КТ3123А-2, КТ3123В-2 

КТ3123АМ, КТ3123ВМ 

2ТЗІ23Б-2, КТЗІ23Б-2, КТ3123БМ . 

Коэффициент усиления по мощности при Ькс - 10 В 
Ін= 3 мА. 7?г = /?ш,опг, /=1 ГГц .... 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /„ = 

= 10 мА. /в- 1 мА 

Напряжение насыщения база — эмиттер при / К = Ю мА, 
/(: — 1 МА 

Обратный ток коллектора при (7 К в=15 В для 2Т3123А-2 
21 3123Б-2, КТ3123А-2. КТ3123Б-2, КТ3123АМ. КТ3123БМ 
Г'кв-ю В для 2Т3123В-2, КТ3123В-2, КТ3123ВМ, не 

более 

Обратный ток эмиттера при Ч Э с = 3 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при С/ КЕ =І0 В- 

2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, -2Т3123В2, КТ3123Л-2 

КТ3123Б-2, КТ3123В-2 
КТ3123АМ. КТ3123БМ, КТ3123ВМ 

Емкость эмиттсрноГо перехода при І/ Э с = 0.5 В 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база 

2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, КТ3123А-2, КТ3123Б2, 

КТ3123АМ, КТ3123БМ 

2Т3123В-2, КТЗІ23В-2. КТ3123ВМ | 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при = 
= 10 кОм: 

2Т3123А-2. 2Т3123Б-2, КТ3123Л 2, КТ3123Б 2, 

КТ3123АМ, КТ3123БМ 
2Т3123В-2, КТ3123В-2, КТ3123ВМ 
Постоянное напряжение эмиттер — база . . , . 

Постоянный ток коллектора ... 

Импульсный ток коллектора при 7„<І0 мкс. 0>2 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 
Температура окружающей среды: 

2Т3123А-2. 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2 

КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2, КТ3123ЛЛ1 

КТ3123БМ, КТ3123ВМ 


* При Т> +25 "С Р/,-. Ланс снижается линейно на 1 мВг/Х. 


20. „40*... 120* 

15 

7 


15 

7 


4.5* ...7* ГГц 
3...3,5*...4* ГГц 

5*. „7*. „10* пс 


2* ...2.4 *.. .3 дБ 
2,5*„.3*.„4 дБ 

5* 10*... 13* 

0,15* ...0.3* ...0,6* В 

0.7*. 0,8*.„1* В 


25 мкА 
25 мкА 


0,5*. „0,65*... 1 Ф 
0,6*... 0.9*. „1.2 пФ 
0,8*„. 1 * ... 1 ,5* чФ 


15 В 
10 В 


12 В 
10 В 
3 В 
30 мА 
50 мА 
150 мВт 

-60...+ 125 °С 

— 45... + 85 °С 
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Изгиб выводов для транзисторов 2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2 допу- 
сдается не ближе I мм от корпуса, КТ3123А-2, КТЗІ23Б-2, КТ3123В-2 — не 
ближе 0,5 мм и КТ3123АМ, КТ3123БМ, КТ3123ВЛІ-не ближе 3 мм. Кручение 
выводов не допускается. 

Пайка выводов допускается не ближе 1,5 мм от корпуса транзистора при 
температуре не выше +200 °С в течение времени не более 3 с. 
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Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
эмиттера 


Зависимость коэффици- 
ента от напряжения 
коллектор — эмиттер 


Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 



О 5 Ю 15 ІО /„ пА 



0 V в 12 16 І щ ,пА 


















ітзю(А-2-е-г) 



/03123 (А 2- В -2) 




4 ,- Ю п А 




/•390 ПГЦ 


о г * і в ѵ п , а 


Зависимость модуля ко- 
эффициента передачи 
тока от тока коллек- 
тора 


Зависимость модуля 

коэффициента передачи 
тока от тока коллек- 
тора 


Зависимость модуля 
коэффициента передачи 
тока от напряжения 
коллектор — база 


КТ3126А, КТ3126Б 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усили- 
тельные с ненормированным коэффициентом шума. Предназначены для генери- 
рования усиления и преобразования колебаний высокой частоты. Выпускаются 

в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются условным кодом 

квадратом на плоской части боковой поверхности корпуса; на транзисторах 
КТ3126Б дополнительно наносится точка на торце корпуса. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 
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ЧТЛгб(А, Б) 



Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Г7ко=5 В, /э = 3 мА: 

КТ3126А .... 

КТ3126Б 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 11 К в== 

= 10 В, /а= 2 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при ІІкв = Ъ В 

Іа—Ъ мА, /=100 МГц, не более 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / э = 

= 10 мА, Ів~ 1 мА, не более 

Обратный ток коллектора при С/ КБ =15 В, не более . ! 

Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого сиг- 
нала при С/яв = 5 В, /э = 1 мА, ^ =0,01 ... 1 кГц, не более 
Выходная проводимость в схеме ОБ в режиме малого 
сигнала при а кв = 5 В, / 8 = 1 мА, /=0,05...1 кГц, не более 
Емкость коллекторного перехода при Ок в =10 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при СІ ев = 2 В, не более 


25.. 100 
60.180 

500 МГц 

15 пс 

1,2 В 
1 мкА 

34*Ом 

I* мкСм 
2,5 пФ 
2,5 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 

^ 10 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора . . . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора- 

при Г<+30°С 

при Г = + 85“С | | [ 

Тепловое сопротивление переход — среда 

Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды .... 


20 В 

20 В 
3 В 
20 мА 


150 мВт 
85 мВт 
0,78 °С/мВт 
+ 150 41 
— 45... + 85 °С 


40 

30 

го 

о г <> о оіі.па 



Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 
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Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость постоянной 
времени цепи обратной 
связи от тока эмиттера 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер от тока 
коллектора 


КТ3127А 


Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры р-п-р усили- 
тельный с нормированным коэффициентом на частоте 100 МГц. Предназначен 
для применения в усилителях высокой частоты. Выпускается в металлостеклян- 
ном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,4 г. 


КТЗІ27А 




Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
11кб = 5 В, /8 = 3 мА 
Г = + 25 °С 
7=-45°С . 

7 = + 85 °С 

Граничная частота коэффициента передачи тока при ІІкв = 
= 10 В, / э = 4 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при і/кв=Ю В, 
/ 8 = 4 мА, /=100 МГц, не более 

Коэффициент шума при Чкб — 5 В, /а = 5 мА, /=1000 МГц, 
не более . . 

Обратный ток коллектора при 11 к б= 15 В, не более: 

7= +25 и -45 °С 
7= +85 “С . 

Входное сопротивление в. схеме ОБ при Чк в = 5 В, / э = 
= 1 мА, / = 0,05.. 1 кГц, не более 

Емкость коллекторного перехода при Г/ко=10 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при 4 $ в = 2 В, не более 


10.150 

5.. . 150 

8. . .180 

600 МГц 

10 пс 

5 дБ 

1 мкА 
10 мкА 

34* Ом 
1 нФ 
1,5 пФ 
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Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — -эмиттер при /?д. <; 
^10 кОм гг - 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора . . 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора’ 
при Г< + 35°С .... г 

при + 85 °С . . . | ‘ ' ' | 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода | 

Температура окружающей среды ] 


20 В 

20 В 
3 В 
20 мА 


100 мВт 
56 мВт 
1,15-С/мВт 
+ 150 °С 
— 45... + 85 °С 





КТ Л 27 А 

















0,1-30 






и 





і: 



о г ч 6 в і,, „а 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 



о го чо бо еок„,*он 


Т. , лс 





1 — 
1 





1 





КТЗІ27А 





ч» 

Ю 6 














0 ' г 3 4 1 г ,пА 


Зависимость постоянно- 
го напряжения коллек- 
тор — эмиттер от сопро- 
тивления эмиттер — ба- 
за 


Зависимость постоян- 
ной времени цепи об- 
ратной связи от тока 
эмиттера 


КТ3128А 


Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры р-п-р ѵсили- 
т’ ЬН » иі 1. С „" еН0Р “" Р0ВаНШ " коэффициентом шума. Предназначен для примене- 
ния в селекторах телевизионных каналов с автоматической регулировкой ѵси- 

ппибпп, пускается В “«^«еклянном корпусе с гибкими выводами Тип 
прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,4 г. 


КТ3128А 
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Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
і/яв = 5 В, Іэ = 3 мА 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
іікб= 10 В, /д — 4 мА, не менее 

Постоянная времени цепи обратной связи при і/ К в=І0 В, 
/э = 4 мА, /=100 МГц, не более - . [ 

Коэффициент усиления по мощности при Ѵке=Ю В, / 8 = 
= 4 мА, / = 200 МГц, не менее 

Оптимальный ток эмиттера, соответствующий Ку.р= 
= Ку, Р.. макс при (/кс== 10 В, / = 200 МГц 
Глубина регулирования коэффициента усиления по мощ- 
ности при Пке=10 В, / 8 = 4 9 мА, / = 200 МГц, не менее 
Обратный ток коллектора при 6/ кс =І5 В, не более 
Входное сопротивление в схеме ОБ в режиме малого 
сигнала при (7 КБ = 5 В / э = 1 мА, / =0,05... 1 кГц, не более 


10.. 150 
800 МГц 

5 тіе 
14 дБ 

3.. .5 мА 

20 дБ 
1 мкА 

34* Ом 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /? 0л < 

^ 10 кОм 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
при + 35 °С 
при Т- +85 °С 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода 

Температура окружающей среды , 


20 В 

20 В 
3 В 
20 мА 

100 мВт 
56 мВт 
1.15 “С/м Вт 
+ 150 С С 
— 45... + 85 °С 



о г « 6 в / э , па о г « е в (/ КБ , в 



о і г з « яд 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 


Зависимость постоян- 
ной времени цепи об- 
ратной связи от тока 
эмиттера 


Раздел шестой 

Транзисторные сборки п-р-п 

1НТ251, 1НТ251 А, 1НТ251А1, К1НТ251 

Транзисторные сборки, состоящие из четырех кремниевых эпитаксиально-пла- 
нарных структуры п-р-п переключательных транзисторов. Предназначены для 
применения в переключающих устройствах. 
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Выпускаются в мсталлокерамнческнх корпусах с гибкими выводами Тип 
прибора указывается на корпусе 
Масса сборки не более 0,4 г 


1/13251, 1НТ151А, КЗНТ251 



/V 13 12 II 10 9 



I 16 


V -| 1 т» 13 

т 


тт 

6 9 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
{/« = 5 В. / к = 200 мА: 

ІНТ251, 1НТ251А, ЖТ251АІ . 
типовое значение 
КІНТ251, не менее 

Граничная частота коэффициента передачи тока при 
Укэ = 10 В, /к = 30 мА, не менее 
типовое значение 


30... 150 
45* 

10 

200 МГц 
450’ МГц 
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Время рассасывания при /«=150 мА, /«=15 мА. 

1НТ251, не более 
типовое значение 

1НТ251А, 1НТ251А1, К1НТ251, не более ' 
типовое значение 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /« = 
= 400 мА, /« = 80 мА. 

1НТ251, 1НТ25ІА, 1НТ251А1, не более 
типовое значение 
К1НТ251, не более 

Напряжение насыщения эмиттер — база при /« = 400 мА, 
/« = 80 мА: 

1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1, не более .... 

типовое значение 

Обратный ток коллектора при (/«« = 45 В. не более: 

7" = + 25 °С . . 

при Г = + 125 °С 1НТ251, 1НТ25ІА, 1НТ251АІ .’ ! 

Обратный ток эмиттера при 7/«« = 4 В, не более 
Емкость коллекторного перехода при //««=10 В, не более 
типовое значение 

Емкость эмиттерного перехода при [/«« = 0, не более 
типовое значение 

Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база и коллектор — 


эмиттер при /?,«<! кОм: 

К1НТ251 . . 45 п 

1НТ25І, ІНТ251 А, 1НТ251А1: ’ 

при Гп^ + ЮО’С . . , 45 в 

при 7'„= + 150°С . 22 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база . 4 В 


Импульсное напряжение эмиттер — база 1 при <„<10 мкс. 

<2^2 . , .... . . . . 5 в 

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер 2 при („ с 
<10 мкс, 0>2: 


К1НТ251 60 в 

1НТ251, 1НТ251А, 1НТ251А1: 

при 7\,< + 100 °С . . . ... 60 В 

при Г„ = + 125°С . . \ 40 В 

при Г„ = + 1'50 °С ... . ' ' і 30 В 

Постоянный ток коллектора , , 400 мА 

Импульсный ток коллектора при /„<10 мкс, 0 < 100 ' 800 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность 3 коллектора (суммар- 
ная): 

при Г< + 60 °С о 4 Вт 

при Г=+85°С для К1НТ251 0 16 Вт 

при Г = + 1 25 “С для ІНТ25І, 1НТ251А, 1НТ25ІА1 . 0,’і Вт 

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора 1НТ25І 
1НТ251А: 

при /■< +60 °С . . 10 Вт 

при Т= + 125 °С . . . ' 2,5 Вт 

Тепловое сопротивление переход — среда 2І8°С/Вт 

Температура р-л перехода: 

1НТ251. 1НТ251 А, ІНТ25ІА1 . . . + 150 °С 


' Допускается импульсное напряжение Ѵ вв и до 6 В при 0>2. /„<10 мкс. 

• Допускается импульсное напряжение Ы КЕ и до 60 В при 7', 1 < + І00 , С, 

40 В при 7'„- + 125'С. 30 В при Г„-І50”С при 02, /„<10 мкс. 

* При Г> + 60 "С Вт- (0.1 + 


125- Г \ 
218 ) 


Продолжение 

100 нс 
65* нс 
200 нс 
120* нс 


1 В 
0,7* В 

2 В 


1.5 В 
1,1* В 

6 мкА 
30 мкА 
10 мкА 
15 пФ 
8* пФ 
50 пФ 
30* пФ 
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К1НТ251 

Температура окружающей среды- 
1НТ25!, 1НТ251А 
К1НТ251 


Продолжение 
+ 120 °С 

— 60... + 125 °С 
-4Л... + 85°С 


Расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм 
Радиус изгиба выводов должен быть не менее 0,3 мм, расстояние от корпуса 
до центра окружности изгиба не менее 1 мм. 

При монтаже на плату необходимо учитывать, что корпус сборки имеет 
металлическое дно и металлическую крышку и ни один из выводов не имеет 
соединения с дном и крышкой корпуса Выводы I и 8 свободные 


100 

во-, 

60 

-о 

'го 


О V в 17 16 в 



ІП 

т 

ПТ 

\ ІНТ25ІА, 
25! ^ 








і л -гоопл 

— 











Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
нии коллектор — эмит- 
тер 


^2із 

100 

ВО 

60 

40 

го 


о 50 ЮО 150 200 / к . мА 


ІПТ2ІІ : 1НТ25ІА 
Н/НТ251 ' 



Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
да чи-*т ока от тока кол- 
лектора 



0 20 40 60 80/ МГц 


^63, нас В 

Кб 
1,4 
1.2 
1.0 
0.8 

0 100 200 300 400 Г ы , пА 


ШТ25І, ІПТ2ІІ 
— | КІНТ25І 

А 

























Зависимость модуля ко- 
эффициента передачи 
тока от частоты 



О Ю 100 1000 №ЮС Кь,0п 


Зависимость наприже 
«ия и асы щей и я база — 
эмиттер от тока кол- 
лектора 

С, пФ 

35 
30 
25 

го 

15 

о/ г з и и к ,в 



Зависимость максималь- 
но допустимого посто- 
янного напряжения кол 
лектор — эмиттер от со- 
противления база — 

эмиттер 


Зависимость емкости 

эмиттериого перехода 

от напряжении эмит- 
тер — база 


. 8 

1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0,2 

О 

Зависимость наприже 
ння насыщения коллек 
тор — эмиттер от тока 
коллек гора 

С Ні пФ 

И 
10 

8 
6 
и 

О 10 20 30 40и къ ,8 




ІПТ25І, ІНТ25ІА. 



КІМТ25І 


',/1.-10 























100 200 300 400 Г пА 


Записи мостъ емкости 

коллекторного перехо- 

да от напряжения кол- 
лек гор — база 
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2Т381 А-1, 2Т381Б-1, 2Т381В-1, 2Т381Г-1, 2Т381Д-1 


Парные транзисторы, состоящие из 
двух кремниевых эпитаксиально-планарных 
структур п-р-п транзисторов с раздель- 
ными выводами. Транзистор 2Т381Г-1 оди- 
ночный. Бескорпусные без кристаллодержа- 
теля с гибкими выводами и защитным по- 
крытием. Поставляются в сопроводительной 
таре, позволяющей производить измерение 
электрических параметров без извлечения 
из нее транзисторов. Тип прибора указы- 
вается в этикетке. 

Масса каждого транзистора не более 
0,01 г. 


гтзві(А-і -д-1) 



Ваза Эпиттер Коллектор 



Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Оив = 5 В, /а=10 мкА, не менее: 

7= + 25 и +70 °С: 

2Т381А-1 ... 

2Т381Б-1 

2Т381В-1 

2Т381Г-1 

2Т381Д-1 I . 

7= — 60 °С: 

2Т381А-1 

2Т381Б-1 ’ 

2Т381В-1 

2Т381 Д-1 -. 

Отношение статических коэффициентов передачи тока в 
схеме ОЭ при ІІкэ = 5 В, /э = 1 0 мкА, не менее: 

7 = +25 °С: 

2Т381А-1, 2Т381Б-1 

2Т381В-1 ... 

7= -60 и +70°С .....' 

Разность прямых падений напряжения на переходах эмит- 
тер — база при Чко=5 В, / 8 = 10 мкА для 2Т381А-1, 
2Т381Б-1, 2Т381В-1, не более: 

7 = + 25 °С 

7= -60 и +70 °С ; 

Разность прямых падений напряжения на переходах кол- 
лектор-база при /к= 100 мкА для 2Т381Д-1, не более 
Напряжение насыщения база— эмиттер при / н = 10 мА, 

іб= 1 мА для 2Т381Г-1, не более 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 

= 10 мА, І Б = 1 мА для 2Т381Г-1, не более 

Обратный ток коллектора, не более: 
при Чкб=5 В: 

при 7< + 25°С 

при 7 = —60 °С для 2Т381А-1, 2Т38ІБ-1, 2Т381В-1. 

2Т381Д-1 

при 7= + 7Ѳ °С для 2Т381А-1, 2Т381Б-1, 2Т38ІВ-1, 

2Т381Д-1 

при Укв= 25 В | 

Обратный ток эмиттера при і/ вс = 6,5 В, не более , , 


50 

40 

30 

20 

20 

15 

12 

10 

4 


0,9 

0,85 

0,6 


4 мВ 
6 мВ 

3 мВ 

1 В 

9,4 В 


10 нА 

10 нА 

200 нА 
200 нА 
1 нА 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 
<°1 Т кОм° е напряжение коллектор — эмиттер при /?, с ^ 

2Т381А-І, 2Т381Б-1, 2Т381В- 1, 2Т38ІДІ 
2Т381Г-1 . . А 

Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 

Посеянная рассеиваемая мощность коллектора 1 при 

Температура р-п перехода 
Температура окруж-ающеіі среды . 


25 В 


15 В 
25 В 
6,5 В 
15 мА 


15 мВт 
+ 90 °С 
— 60.. , + 70 °С 


' При Г>+40°С максимально 
лектора определяется по формуле 


допустимая постоянная рассеиваемая 
Р и.м а .с-^-Т)/К Пп _ ку 


МОЩНОСТЬ КОЛ- 


При монтаже транзисторов в микросхемы они- должны находиться на 

не б Т лиже ИН 0б е мм ОЛ о е т коаТ п ДРУГ ° Т ДРУГа ’ Па1 ' Ка (сварка > выводов допускается 
зистопоТ лоіж^ы Р пове Р хност11 покрытия кристалла При монтаже гран- 
долж ' ны быть приняты меры, исключающие нагрев защитного покои- 
ТИЯ кристалла до температуры более +180 «С в течение времени не более 5 с 

об Р с П еТнвГть аТ ЛІ 1 ( І І 1 !. С )^40 3 °С/мВт В 8 аППОрат >'Р е ^плоотвод кристалла должен 





гтзві(А і-л і) 



• 5 і 


/ 












іо‘ Ю' 3 10 ’• Ю' 1 І0' г I, А 



2Г381(А !-Д 1) 





/ 

/ э - 10 пи А 

/ 


6 

У 









■во го го во юог/с 





Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера 
туры 


Зависимость отношения 
статических коэффици- 
ентов передачи тока от 
температуры 


ДОп В 



л и-$ 5 , в 



- 60 О 60 Т, °с 


ЛУ ЪЬ . О 



2ТЗВЦА г-Д і) 


I I 

- 



'Кб 













Ю' с ІО' 1 10'' ІО' 1 І 3 , пА 


Зависимость разности 
прямых напряжений 
эмиттер — база от тска 
эмиттера 


зависимость разности 
прямых напряжений 
Эмиттер — база от тем- 
пературы 


Зависимость разности 
прямых напряжений 

эмиттер — база от тока 
эмиттера 
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КТС395А-1, КТС395В-1, КТС395А-2, ЧТС395Б-2, КТС395В-2 


Транзисторные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых эпитаксиаль- 
но-планарных структур п-р-п универсальных транзисторов с раздельными вы- 
водами. Предназначены для применения в терметизированной аппаратуре в ба- 
лансных, дифференциальных и операционных усилителях, переключающих, им- 
пульсных и других каскадах, в которых требуется идентичность параметров 
двух транзисторов. Сборки поставляются в виде наборов из двух отдельных 
транзисторов. Транзисторы бескорпусные с гибкими выводами, защитным по- 
крытием (КТС395А-1, КТС395В-.1) и на металлических подложках, электрически 
соединенных с выводами коллекторов (КТС395А-2, КТС395Б-2, КТС395В-2) 

Сборки упаковываются в герметичную сопроводительную тару. Тип прибора 
указывается на сопроводительной таре. 

Масса сборки не более 0,5 г. 


КТС395 (А- 7, В Г), КТС395(А 2-8 г) 



Т= + 25 °С: 

КТС395А-1, КТСЗѲ5А-2 . . 

КТС395Б-2 

КТС395В-1, КТС395В-2, не мене 
Г=-4 5°С: 

КТС395А-І, КТС395А-2 . 

КТС395Б-2 

Т= +85 “С: 

КТС395А-1, К.ТС395А-2, не менее 
КТС395Б-2, не менее 


40.. . 120 

100.. .300 
350 

20 .. . 120 
50.. .300 

40 

100 


Граничная частота коэффициента передачи тока при СІ К о = 


= 5 В, /э = 10 мА, не менее . ... 300 МГц 

Граничное напряжение при І э = 5 мА. не менее: 

КТС395А-1. КТС395А-2, КТС395Б-2 .... 45 В 

КТС395В- 1, КТС395В-2 . 10 В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 

= 10 мА, / Б = 1 мА. не более 0.3 В 

Напряжение насыщения база— эмиттер при / к = 10 мА, 

/в=1 мА, не более 1,0 В 

Разность напряжения база — эмиттер транзисторов сборки 

при і1кё = 5 В, /к = 1 мА для КТС395 А I , не более . , 10 мВ 

Обратный ток коллектора при С/к с = 45 В, не более: 

Г^+25°С 0,5 мкА 

Т=+85°С 1,0 мкА 

Обратный ток эмиттера при ііва- 4 В, не более , 0,5 мкА 
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Предельные эксплуатационные данные 


Нап Р я *‘ ! ' |ие . коллектор — эмиттер при Л в< <10 кОм- 
КТС395А-1, КТС395А-2, КТС395Б-2 
КТС395В І, КТС395В 2 . ' ’ 

Ток коллектора одиночного транзистора 
КТС395А-2, КТС395Б-2, КТС393В 2 
КТС395А-1, КТС395В1 

Постоянная рассеиваемая мощность одиночного транзи- 
сюра . г 

КТС395Л-2. КТС395Б-2, КТС395В-2 
КТС395А-1, КТС395В-1 

КТС395Л -2^ К Р ТС395Б е 2: а КТсГв°2 СТЬ ^ 

Импульсная рассеиваемая мощность: 

КТС395А-2, КТС395Б-2, КТС395В-2 
КТС395А1, КТС395В-1 

Іт П г?о?с . со "Р°т и в ле "ие переход — подложка КТС395А-2, 
К 1 ъоУоЬ‘2, КТС395В-2 


Температура р-п перехода 
Температура окружающей среды 


45 В 
10 В 

100 мА 
20 мА 


150 мВт 
30 мВт 

300 мВт 

530 мВт 
60 мВт 

100 °С/Вт 
+ 1 50 ”С 
45.. + 85 °С 


,оТо” 


О ' '"П »-«)• "Г(я-с)-"т(п-па)-г' < г<па-г> +к т»-.ѵ 

Н т(п-П 0 ) — тепловое сопротивление переход - подложка; - тепловое сопротивле- 

ние поеложка - теплоотвод; К г(г _ с) - тепловое сопротивление теплоотвод - среда 


Входной контроль параметров, монтаж в микросхемы, герметизация микро- 
схем после извлечения сборок из герметичной упаковки должны осуществляться 
в помещениях при соблюдении вакуумной гигиены, влажности воздуха не вы- 
ше 65% и температуре +25±І0°С. 

Минимальное расстояние от места пайки (сварки) до защитного покрытия 
должно быть не менее 4 мм. Температура жала паяльника должна быть не 
более +240 С, время панки не более 1 мни. Допускается трехкратная перепай- 
ка сборок 

Необходимо принимать меры по защите сборок от статического электри» 
чества. 


200 

160 

120 

80 

40 


П..-4 В | 


ктстш) 


іш 


ДГ4 КТСЗЯШі А2) 


ШШ 


Ю ? 46Ю г 46Ю°2 4І Л ,ПА 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тс к а кол- 
лектора 
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Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 


Зависимость максималь- 
но допустимого посто- 
янного напряжения кол- 
лектор — эмиттер от со- 
противления база — 

эмиттер 


Зависимости статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 



2ТС398А-1, 2ТС398Б-1, КТС398А-1, КТС398Б-1 

Транзисторные сборки, состоящие каждая из двух изготовленных на одном 
кристалле кремниевых эпитаксиально-планарных структур п-р-п усилительных 
транзисторов с раздельными выводами. Предназначены для применения в гер- 
метизированной аппаратуре в широкополосных балансных, дифференциальных 
и операционных усилителях и других каскадах, в которых требуется идентич- 
ность параметров двух транзисторов. Бескорпусные с гибкими выводами и за- 
щитным покрытием без кристаллодержателя. Поставляются в сопроводительной 
таре, позволяющей проводить измерение электрических параметров без извле- 
чения из нее сборок. Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса сборки не более 0,005 г. 


2ТС398 ( Л -/, В -/), ИТ С 39 8 (А-1, В!) 



Электрические параметры 

Граничная частота коэффициента передачи тока при = 

= 1 В. /» = 2 мА, не менее 1000 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при (Уяв=5 В, 

/а = 1 мА, 1 = 300 МГц, не более 50 пс 
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Продолжение 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 


В, Іэ= 1 мА: 

Г = + 25 'С . . 40. ..250 

7" = + 125 °С 2ТС398А-1 . . . 40...500 

7"=-60°С 2ТС398Б- 1 . . 20...250 

Отношение статических коэффициентов передачи тока в 
схеме ОЭ при 1/кв= 1 В, /э = 1 мА: 

7"= +25 °С 2ТС398А-1, КТС398А-1 . 0,8... 1 ,25 

2ТС398Б-1, КТС398Б-1 0,9... 1,1 

7' = + 125 и -60 °С 2ТС398А- 1 . . 0.7...1.43 

2ТС398Б- 1 ... . 0,8... 1,25 

Разность прямых падений напряжений эмиттер — база при 
17*в = 5 В, /э = 1 мА, не более: 

7’= + 25°С 2ТС398А-1, КТС398А-1 . . 1 5 мВ 

2ТС398Б-1, КТС398Б- 1 . . . . 3 мВ 

7* = + 125 и -60°С 2ТС398А- 1 . . 2,5 мВ 

2ТС398Б- 1 . 4 мВ 

Обратный ток коллектора при Окд=Ю В, не более: 

Т = + 25 °С 0,5 мкА 

7" = + 1 25 °С 2ТС398А- 1, 2ТС398Б1 5 мкА 

Емкость коллекторного перехода при Ѵкб = 5 В, не более 1,5 пФ 

Емкость эмиттерного перехода при (7эс = 1 В, не более 2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?«.,< 
< 10 кОм 

Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора каждого транзистора сборки 
Импульсный ток коллектора каждого транзистора сборки 
при /„=5110 мкс, 0^2 . ... 

Постоянный ток эмиттера каждого транзистора сборки 
Импульсный ток эмиттера каждого транзистора сборки 
при /„<10 мкс, <3>2 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 двух транзисторов 
сборки при 7?г(п-=,<1 °С/мВт, 7< + 105°С 
Температура окружающей среды 2ТС398А-1, 2ТС398Б1 


10 В 
10 В 
4 В 
10 мА 

20 мА 
10 мА 

20 мА 

30 мВт 
-60.. + 125 'С 


При /"> + 105*0 Рц мак с мВт- (135- /">,0.65+ /? г ), где Р т — тепловое сопротивление 
участка основание сборки — окружающая среда 


При монтаже сборки в гибридную интегральную микросхему и в процессе 
технологического цикла изготовления микросхем не допускается использование 
материалов, вступающих в химическое и электрохимическое взаимодействие с 
защитным покрытием и другими элементами конструкции прибора (защитное 
покрытие кристалла изготовлено на основе кремний органического лака). 

Панка (сварка) выводов допускается не ближе 1 мм от кристалла. При 
этом должны быть приняты меры, исключающие возможность натяжения и 
деформации выводов, нарушения защитного покрытия, касания выводами неза- 
щищенных частей кристалла и токоведущих частей платы, а также должен 
быть обеспечен небольшой провис закрепленного вывода. 

Температура нагрева сборки не должна превышать +125°С (при пайке 
или сварке выводов допускается превышение указанной температуры до +180°С 
в течение времени, не превышающего 5 с). 
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прямых падений напря- 
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Зависимость постоян- 
ной времени цепи об- 
ратной связи от напря- 
жения коллектор — база 


Зависимость емкости 
коллекторного перехода 
от напряжения коллек- 
тор — база 


Зависимость емкости 

эмиттерного перехода 

от напряжения эмит- 
тер — база 
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2ТС3111А-1, 2ТС31 1 1Б-1, 2ТС3111В-1, 2ТС3111Г-1 
2ТС3111Д-1 


2тсзт(А і-д О 


0.93 


Ші. 

И 0 0 0 й ^ 

К I 51 31 32 52 52 



Транзисторные сборки, состоящие 
каждая из двух электрически не свя- 
занных эпитаксиально-планарных 
структуры п-р-п транзисторов на од- 
ном кристалле. Предназначены для 
применения в широкополосных ба- 
лансных дифференциальных и опера- 
ционных усилителях, фазовых детек- 
торах и других каскадах герметизи- 
рованной аппаратуры, где требуется 
идентичность параметров транзисто- 
ров. Бескорпусные с гибкими выво- 
дами и защитным покрытием. По- 
ставляются в сопроводительной таре, 
позволяющей производить измерение 
электрических параметров без извле- 
чения из нее транзисторов. Тип при- 
бора указывается на сопроводитель- 
ной таре. 

Масса транзисторной сборки не 
более 0,0025 г. 


Электрические параметры 

Параметры одиночного транзистора 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
1/„э = 5 В. /„=10 мкА: 

Г=+25 “С. 


2ТСЗП1А-1 

2ТС3111Б-1 

2ТСЗІ1ІВ-1 

2ТС31 1 1Г-1, 2ТС3111Д-1 .... 

7 = + 125°С, не более 

Т —~ 60 °С, не менее: 

2ТСЗІІ1А-1 і . . . . 

2ТСЗІ11Б-1 

2ТСЗІ11В-І 

2ТС31 1 1 Г-1, 2ТС3111Д-1 

Граничная частота коэффициента передачи тока при V 
= 5 В, / я=1 мА, не менее .... 

Обратный ток коллектора при //„„ = 25 В, не более: 
7-^ + 25°С . . . . 

7" = + 125 °С . . 



Обратный ток эмиттера при Паи = 6,5 В. не более: 
Г< + 25°С 

Г = + 1 25 °С . ... 


Емкость коллекторного перехода при Икк=\ В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при ІІэ „=І В, нс более 


150. . .400 

100.. .400 

50.. .400 

20. . .400 
600 

50 

30 

17 

10 

250 МГц 

10 нА 
200 нА 

10 нА 
200 нА 
2,5 пФ 
2,5 пФ 


Параметры сдвоенных транзисторов 

Отношение статических коэффициентов передачи тока при 
Пкз = 5 В, /„ = 100 мкА, не менее: 

Т'= + 25°С: 

2ТСЗІ11А-І, 2ТС3111Б-І . . .0.9 

2ТС.31 1 ІВ-І . . . 0.85 

2ТС3111Д-1 ... . . . 0,5 
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Продолжение 


7= + 125 и -60 ”С 
2ТСЗІ11А-! 

2ТС3111Б-1 
2ТС31ПВ-1 
2ТС31ПД 1 

Модуль разности постоянных напряжении эмиттер — база 
при 11кэ = 5 В / и = 200 мкА, не более 
7"= +25 'С 
2ТС3111А 1 
2ТС31 1 1 Б-1 
2ТСЗИІВ-1 
2ТС31 1 1Д-1 
7= + 125 и -60 °С. 

2ТС3111А-1 
2ТС31 1 1 Б- 1 

2ТС31ПВ-1 . . , 

2ТС31 1 1Д-1 

Модуль разности постоянных напряжений коллектор — ба- 
за при /к = 200 мА, не более: 

7 = + 25 °С 2ТС31І1Г-1 
7 = + 125 и -60 °С 2ТС3111Г 1 
Температурный коэффициент разности постоянных напря- 
жений эмиттер — база при і/кэ = 5 В, / и = 200 мкА, не 
более: 

2ТС3111А 1 
2ТС311 1Б-1 
2ТС31І1В-1 
2ТСЗІ11Д-1 

Температурный коэффициент разности постоянных напря- 
жений коллектор — база при /к = 200 мкА для 2ТС3111Г 1, 
не более 

Температурный коэффициент разности токов базы не 
более: 

2ТС3111А-1 . ... 

2ТС3111Б-1 . . 

2ТС3111В-1 

Ток утечки между коллекторами при 1/ к -к = 25 В, не 
более 


0,8 

0.75 

0,7 

6,3 


2 мВ 
5 мВ 

10 мВ 
30 мВ 

3 мВ 
7 мВ 

13 мВ 
35 мВ 


3 мВ 
3,5 мВ 


5 мкВ/°С 
10 мкВ/°С 
20 мкВ/”С 
30 мкВ '‘Г 


10 мкВ *С 


0,2 нА/°С 
0,5 нА/°С 
1 нА/°С 

10 нА 


Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
<3 кОм 

Постоянное напряжение между коллекторами 
Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора одного 
транзистора: 

при 7^ +25 'С 

при 7= + 125 “С ... . 

Температура р-п перехода . , . . . 

Температура окружающей среды ... ... 


30 В 


15 В 
25 В 
7 В 

1000 мкА 


10 мВт 
4 мВт 
+ 135 °С 
-60.,.+ 125 'С 


Длина выводов от защитного покрытия до места присоединения к микро- 
схеме не менее 0,6 мм; при длине вывода более 4 мм необходимо его допол- 
нительное крепление. 

Пайка выводов должна производиться при температуре не выше + 135 ''С 
в течение не более 5 с. 

Не рекомендуется эксплуатация сборок при токах, соизмеримых с обратны- 
ми токами коллектора и эмиттера. 
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Для крепления сборок в микросхему следует использовать 
щитные составы, не растворяющие защитные покрытия сборок. 
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Зависимость статическо- 
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Зависимость отношений 
статических коэффици- 
ентов передачи тока 
от температуры 


Зависимость напряже- 
нии насыщения коллек- 
тор — эмиттер от тока 
коллектора 


К1НТ661 А 

Транзисторная сборка, состоящая из четырех кремниевых эпитаксиально- 
планарных структуры п-р-п переключательных транзисторов. Предназначена 
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для применения в переключающих устройствах. Выпускается в металлокерамн- 
ческом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. 
Масса сборки не более 0,4 г 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Уип= 10 В, /э= 10 мА, не менее 

Напряжение насыщения колектор — эмиттер при /* = 5 мА, 
/б = 2 мА, не более . ... . 

Обратный ток коллектор —эмиттер при і/кэ = 250 В, 
Кэб= 1 кОм, не более 


5 

5 В 
30 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при 
кОм . . . . 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при / = 400... 10 000 Гц 
Постоянный ток базы 

Постоянная рассеиваемая мощность для всей сборки 
при Г< + 50 °С 
при Г = + 70 °С 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода 
Температура окружающей ереды 


300 В 

250 В 
5 мА 
10 мА 
5 мА 

0,1 Вт 
0,06 Вт 
500 °С/Вт 
+ 100 С С 
-45.. +70 °С 


Сборка должна устанавливаться на печатную плату плотно ію всей поверх- 
ности корпуса с помощью клея, не имеющего кислотных и щелочных состав- 
ляющих и не допускающего деформацию корпусов в процессе монтажа и экс- 
плуатации (например, клей АК-20 или мастика «Л Н»). 

Радиус изгиба выводов должен быть не менее 0,3 мм, расстояние от кор- 
пуса до центра окружности изгиба не менее 1 мм. 

Расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм, 
жало паяльника должно быть заземлено. 


Транзисторные сборки р-п-р 

2ТС393А-1, 2ТС393Б-1, КТС393А-1, КТС393Б-1 

Транзисторные сборки, состоящие из двух кремниевых эпитаксиально-пла- 
нарных структуры рп-р усилительных транзисторов на одном кристалле с раз- 
дельными выводами. Предназначены для применения в широкополосных ба- 
лансных, дифференциальных и операционных усилителях и других каскадах 
герметизированной аппаратуры, в которых требуется идентичнос-ть параметров 
двух транзисторов. Бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием 
без крпсталлодержателя. Поставляются п сопроводительной таре, позволяющей 
проводить измерение электрических параметров без извлечения из нее транзи- 
сторов. Тип прибора указывается в этикетке. 

Масса сборки не более 0,005 г 
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ІТС393 (А-1, 6-1), КТС393(А-І. 5-1) 




Электрические параметры 


Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
Ѵкв= 1 В, / э =1 мА: 

Г=+25 С С: 

2ТС393А-1, КТС393А-1 40... 180 

2ТС393Б-1, КТС393Б-1 30...140 

Г=+85 'С: 

2ТС393А-1, КТС393А-1. не более 360 

2ТС393Б-1, КТС393Б-1, не более 280 

Г=-60 ; С (Г=-45°С для КТС393А-1, КТС393Б-1) 

2ТС393А-1. КТС393А-1, не менее 16 

2ТС393Б-1, КТС393Б-І. не менее 12 

Граничная частота коэффициента передачи тока при ІІкв — 

= 1 В, /э= 1 мА, не менее 500 МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при Укд = 2 В, 

Іа = 2 мА. /= 10 МГц. не более 80 пс 

Коэффициент шѵмя при Гаэ= 6 В. /« = 1 мА, / = 60 ЛІГц, 

Л, -250 Ом . . 3...6 дБ 

Отношение статических коэффициентов передачи тока в 
схеме ОЭ при Нбб=1 В, Іэ= 1 мА, не менее: 

Т=+ 25 X: 

2ТС393А-1, КТС393А-1 0,9 

2ТС393Б- 1, КТС393Б- 1 0,8 

Г- +85 и -60 ; С (Г = — 45 °С для КТС393А-1, 

КТС393Б-1): 

2ТС393А-1, КТС393А- 1 0,8 

2ТС393Б-1, КТС393Б-1 0,7 

Модуль разности прямых напряжений эмиттер — база при 

Г'де = 5 В, /э = 1 мА. не более: 

2ТС393А-1, КТС393А-1 3 мВ 

2ТС393Б-1, КТС393Б-1 5 мВ 


Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при / к = 

= 10 мА, /д= 1 мА для 2ТС393А- 1, КТС393А І, не более 0,6 В 
Обратный ток коллектора, не более: 
при Г< + 25°С: 

2ТС393А-1, КТС393А-1 при 0 К б = Ю В .... 0,1 мкА 
2ТС393Б-1, КТС393Б-1 при Б , кс = 15 В .... 0,2 мкА 
при Г= +85 "С. Нкб = Ю В для 2ТС393А1, КТСЗЭЗА1 
и и К Б =15 В для 2ТС383Б1, КТС393Б-1 .... 5 мкА 
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П подолжение 


Обратный ток эмиттера при 13 се = 4 В, не более: 

Г<+25 ‘С. 

2ТС393А-1, КТС393А- 1 
2ТС393Б- 1, КТС393Б- 1 
7’= + 85°С 

Ток утечки между транзисторами, не более 
при 

2ТС393А-1, КТС393А-1 при Ѵ к ^кг= 10 В 
2ТС393Б- 1, КТС393Б- 1 при Ук,-к 2 =15 В 
Т= + 85 °С 

Емкость коллекторного перехода при ікц — 5 В, не более 
Емкость эмиттерного перехода при 13сэ = 0, не более 


0,1 мкА 
0.2 мкА 
5 мкА 


0,1 мкА 
0,2 мкА 
5 мкА 
2 пФ 

9 пф 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — база и коллектор — 
эмиттер при /? 6 .<5 кОм: 

2ТС393А-1, КТС393А-1 10 В 

2ТС393Б1, КТС393Б-1 15 В 

Постоянное напряжение эмиттер — база 4 В 

Постоянный ток коллектора 10 мА 

Импульсный ток коллектора при /„<10 мкс, 02 20 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора (суммар- 
ная двух транзисторов) 

при 7'< + 45‘ , С 20 мВт 

при Т= +85 °С 10 мВт 

Температура р-п перехода +125Т 

Температура окружающей среды 

2ТС393А-1, 2ТС393Б- 1 _ НО д85 с С 

КТС393А-1, КТС393Б 1 -45. 1-85 °С 


При зпаченних Л Г („_ С ), отличающихся от 4 'С/мВт максимально допустимся по- 
стоянная мощность рассениания коллектора должна быть не более 40 мВт и опреде- 
ляется по формуле Р н М1КС - ( 125- ^)/(0.2 + /? Г(п _ с) , где — тепловое сопропівле- 

ние микросхемы на участке ннжняя поверхность кристалла — окружающая среда. 


Не рекомендуется эксплуатация транзисторных пар при рабочих токах, 
соизмеримых с обратными неуправляемыми токами эмиттера и коллектора оо 
всем интервале температур 

Изгиб выводов допускается не ближе 0.5 мм сварка не ближе 1 мм от 
края кристалла При длине выводов более 3 мм выводы должны быть допол 
нительао закреплены лаком 
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Зависимость статическо- 
го коэффициенте, пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 
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КТС394А-2, КТС394Б-2 


Транзисторные сборки, состоящие из двух кремниевых эпитаксиально-пла- 
нарных структуры р-п-р универсальных транзисторов с раздельными выводами 
Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре в балансных 
дифференциальных и операционных усилителях, переключающих и других уст- 
роиствах, в которых требуется идентичность параметров двух транзисторов. 
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Поставляются в виде наборов из двух отдельных транзисторов. Транзисторы 
бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием, на металлических 
подложках, электрически соединенных с выводами коллекторов. Упаковываются 
в герметичную сопроводительную тару. Тип прибора указывается на сопрово- 
дительной таре. 

Масса сборки не более 0,5 г. 


ктсз9<*(л-г.б-г) 




Электрические параметры 


Статический коэфф ІЦ -нт передачи тока в схеме ОЭ при 
1Лг» = 5 В, / в =1 мА: 

Г = + 25 °С: 

КТС394А-2 . . .... 40. .120 

КТС394Б-2 .... . 100...300 

Г=-45 “С: 

КТС394А-2- . . . .... 20... 120 

КТС394Б-2 50.. .300 

Г = + 85 °С: 

КТС394А-2, не менее . . 40 

КТС394Б-2, не менее . . 100 

Граничная частота коэффициента передачи тока при Ч ке = 

= 5 В, Іа =10 мА, не менее . . 300 МГц 

Граничное напряжение при /а = 5 мА, не менее: 

КТС394А-2 .... 45 В 

КТС394Б-2 30 В 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /« = 

= 10 мА, /в=1 мА, не более 0,3 В 

Напряжение насыщения база— эмиттер при /*= 10 мА, 

/в= 1 мА. не более . 1 В 

Разность напряжений база — эмитте_р транзисторов сборки 

при Ук8=5 В, ік—1 мА для КТС394А-2, не более . . 10 мВ 

Обратный ток коллектора при V кв = 45 В. не- более: 

Г<+25°С 0,5 мкА 

Г = + 85 °С 1 мкА 

Обратный ток эмиттера при 1)вв = 4 В, не более ... 0,5 мкА 

Емкость коллекторного перехода при І/*в = 10 В, не более 8 пФ 


10-307 
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Предельные эксплуатационные данные 


ЙГЖ* Каг:ряжи,ие колл * кт с Р — эмиттер при 
Постоянное напряжение коллектор — база 
Постоянное напряжение база— эмиттер 
Постоянный ток коллектора одиночного транзистора 

,ы » ток базы одиночного транзистора 

Постоянная рассеиваемая мощность Р двух транзисторов 

^/о'о'с Вт 0п г 0 <+бо ь °с ым Теплоотводом " рн 

Импульсная рассеиваемая мощность двух транзисторов 

<200 Н<, С/Вт ДО / ПО ^ , Гп еЛЬ,ШМ л топлоот «олом при /?•„„ ^ 

С.'Вт 4<!0 мкс, 2, Г^+бОТ 

Постоянная рассеиваемая мощность транзистора при по 

предельную ССеИЕаеМ0Й “ ощност " сбор *" не превышающей 

в."™ ЬС " аЯ Р ассо і'ваемая мощность одиночного транзисто- 
ра при импульсной рассеиваемом мощности сборки не пне 
вышающен предельную р *‘ не пре 

Т-емпепіт сопр ° т,,вле '"' а переход -подложка 
іемпература р п перехода 

Температура ок|П лающей среды 


Примечав и е 


45 В 
45 В 
4 В 
100 мЛ 
30 мА 


300 мВт 


500 мВт 


250 мВт 


500 мВт 
100 °С/Вт 
150 °С 

-45 +85 'С 


лектора мВт рассчитывается 
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Зависимость статически- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эми т 'ера 
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2ТС3103Л, 2ТС3103Б, КТСЗ 103 А1, КТС3103Б1 

Транзисторные сборки, состоящие каждая нз двух кремниевых планарных 
структуры р-п-р усилительных транзисторов с раздельными выводами. Пред- 
назначены для применения в дифференциальных усилительных каскадах. Выпу- 
скаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора ука- 
зывается на корпусе. 

Масса сборки не более 1,5 г. 



г - Коллектор! В-.Эпиттер? 
3-Ваза I В- Коллектор? 

Ч - Эпиттер/ 7 - база 2 


Электрические параметры 

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 


ІЗкб— I В. /а= 1 мА: 

Г= + 25°С 10...200 

типовое значение ИЗ* 

Г=+85°С 32...600 

7"=— 45 °С, не менее . 16 

Граничная частота коэффициента передачи тока при ІІкв = 

= 5 В, 1 Э = 3 мА . . . 600...1300* МГц 

типовое значение ... ... . . 900* МГц 

Постоянная времени цепи обратной связи при Чкв=5 В, 

/а = 3 мА, /=30 МГц . . . 10*...80 пс 

типовое значение . . 22* пс 

Коэффициент шума при II и =5 В, Ь= 1 мА. /? г = 150 Ом, 

/=60 МГц .... ... 3,6*...5 дБ 

типовое значение . .... 4,2* дБ 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при /« — 

«10 мА, /л-1 мА . . . . 0, 16*...0,б В 

типовое значение . ... 0,29* В 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /«-10 мА, 

/л>=1 мА 0, 8*. ..1,1* В 

типовое значение . . . 0,9* В 

Обратный ток коллектора при //то" 15 В, не более: 

Г<+ 25 X 0,2 мкА 

Г — + 125 °С ( + 85 *С для КТСЗ 103 А., КТС3103Б1) . 5 мкА 

Обратный ток эмиттера при (/»я-5 В, не более: 

Г<+25 0 С 0,5 мкА 

Г- + 125Х ( + 85 °С для КТС3103А1, КТСЗІОЗБ ') . 5 мкА 

Емкость коллекторного перехода при Уна -5 В . , 1,1. „2, 5* пФ 

типовое значение ... ... , 1,3* нФ 

Емкость эмиттерного перехода при і/»в- 0 . . . 1 .05...2.5* пФ 

типовое значение ... . . , 1 26* пФ 

1(1* 29Г 


Параметры сдвоенны ж транзисторов 
=” ■ 

2ТС3103Б, КТС3103БІ 

° ду ль разности прямых напряжений эмиттер — база при 
Ухв=5 В, /„ = 1 мА, не более- р 

2ТС3103А, КТС3103А 1 
2ТС3103Б, КТС3103Б1 

Ток утечку между транзисторами при {/=20 В, не более- 
Т= + 125 °С ( + 85 °С для КТСЗІОЗА1 КТС3103Б-1 


0,9 

0,8 


3 мВ 
5 мВ 

0,1 мкА 
5 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор - база и коллектор - 
эмиттер при «„„<15 кОм 
Постоянное напряжение эмиттер — база 
Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при /„<10 мкс, <?>2,5 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора (суммар- 
ная двух транзисторов) 
при 7\<+55°С . 

при Т= + 125 °С 

Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура р-п перехода 
Температура окружающей среды 
2ТС3103А, 2ТС3103Б 
КТС3103А1, КТС3103Б1 


15 В 
5 В 
20 мА 
50 мА 


300 мВт 
120 мВт 
0,4 °С 'мВт 
+ 175 °С 

-60 +125 “С 
-45 +85 "С 


Изгиб и пайка выводов допускаются ве ближе 
сторной сборки. 


мм от корпуса транзи- 



0 0,2 0,0 о,ео 3! ,,в 


Л І'Э / Л Х/Э ' 1 В) 



Входные характеристики Зависимости статическо- 
™ Коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — база 
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Л 2/э/^2/Э (і 9 я і»А) 



Зйыісимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


1.6 

I* 

и 

V 

о г ѵ в і 9 .п а 



гтс. 

ПОЗ (А, В) 
ѴОЗ(А.Б) 



ктс 


.л 

гт~ 



/ 

/•/00 ПГц 

1 









О і в 12 і/ кв , д 



О і г 6. в 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмиттера 


Зависимость разности 
прямых падений напря- 
жения эмиттер — база 
от напряжения коллек- 
тор — база 


Зависимости емкостей 
коллекторного и эмит- 
терного переходов от 
напряжения 


Транзисторные сборки р-п-р и п-р-п 
2ТС303А-2, КТСЗОЗА-2 

Транзисторные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых эпитакси- 
ально планарных структур р-п-р и п-р-п усилительных транзисторов с раздель- 
ными выводами. Предназначены для применения в выходных каскадах опера- 
ционных усилителей, усилителях и генераторах низкой и высокой частот и ге- 
нераторах импульсных сигналов герметизированной аппаратуры. Бескорпусные 
с гибкими выводами и защитным покрытием, на кристаллодержателе. Помеща- 
ются в сопроводительную тару, позволяющую производить измерение электри- 
ческих параметров без извлечения из нее транзисторов. 

Тип прибора указывается на крышке возвратной тары. 

Масса сдвоенных транзисторов не более 0,1 г 



Электрические параметры 

Параметры одиночного транзистора 

/гатический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при 
1яв=Б В, /к = 1 мА: 

Г = + 25 °С ... 

Г= + 125°С 2ТС303А-2 . . 

Г= -60 °С 2ТС303А-2 . .... 


40... 180 
40.280 
20.180 
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г ранн'іи а я частота коэффициента передачи тока в схе- 
ме ОЭ при Онб = 5 В, /©=10 мА. не менее 

’здмг" вре ,* ени цели обратной связи на частоте / = 
= 30 МГц при Ц кс = Ю В. /©=30 мА 
Граничное напряжение при /©=20 мА 


типовое значение 

На пряжение насыщения коллектор - эмиттер при 
■=10 мА, /в«= 1 мА, не более 

Напряжение насыщения база — эмиттер при /««10 

• Б~ 1 мА 

типовое значение 

Обратный ток коллектора при Ѵ кв -45 В не более: 

• ^ т 25 С 
Г- + 125 °С 


/к- 

мА, 


Обратный ток коллектор — 
= 10 кОм, ис более 


эмиттер при (7*л = 45 В /?, а « 


Обратный ток эмиттера при 1/©„ = 4 В, не более 
ёмкость коллекторного перехода при Ц кв = 5 В не более 


П праметры сдвоенных транзисторов 


Отношения статических коэффициенте передачи 

транзисторов при 1/*©=5 В. /© = 1 мА. не менее: 

Г--60 и + 125°С 

Разность входных напряжений при Ч кв -Ъ В /© = 
не более _ * 

типовое значение . , 


тока 


мА. 


Предельные эксплуатационные данные 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при /?.©< 
<10 кОм 

Постоянный ток коллектора 

Импульсный ток коллектора при <«<40 мкс, О >500 
Постоянный ток базы 

Постоянная рассеиваемая мощность коллекторами сдвоен- 
ных транзисторов (в составе микросхемы) 
при Г< + 60°С 

при Г= + 125 °С для 2ТС303А-2 
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1 одного 
транзистора (в составе микросхемы) 
при Г< + 60 °С 

при Г= + 125°С для 2ТС303А-2 
Температура р-н перехода 
Температура окружающей среды- 
2ТС303А-2 
КТСЗОЗА-2 . . 


При Г>+60'Г Р„ „„ . В-.-.І50-7-.Ы400+* „Л. г« я. 

противление участка кері» кчесма* подложка — корпус микросхемы 


Продолжение 

300 МГц 

30...80* пс 
45 .80* В 
55* В 

0.2 В 

0.7*... 0, 9 В 
0.75* В 

0,5 мкА 
ІО мкА 

I мкА 

1 мкА 
8 лФ 


0,7 

0.6 

30* м 
15* мВ 


45 В 
0.1 А 
6,5 А 
0.03 А 


0,5 Вт 
0,125 В 


0,25 Вт 
0,0625 Вт 
+ 150 °С 

-60.. + 125 °С 
-45.. + 85 °С 


,_« 1 — тепловое со- 


При извлечении сдвоенных транзисторов из Тары, измерении параметров, 
а также монтаже и эксплуатации должны быть приняты меры, исключающие 
возможность повреждения транзисторов, в том числе статическим электри- 
чеством. 



-60-20 0 20 60 ѴС 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от темпера- 
туры 





о,оі о.і і юіупл о і г з * 


Зависимость статическо- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от напряже- 
ния коллектор — Заза 


Зависимость сіаанческ'»- 
го коэффициента пере- 
дачи тока от тока 
эмпггера 


Зависимость напряже- 
ния насыщения коллек- 
тор — эмиттер от коэф- 
фициента насыщения 


ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

Раздел седьмой 

Транзисторы маломощные 

2П101 А, 2П101Б, 2П101В, КП101Г, КП101Д, КП101Е 

осном^ Н л И пЗ Ь Іп П ,< Г МНИ<:ВЬ ' е ди ФФУ ЗИ0 "н°-планарные полевые с затвором на 
^ перехода и каналом р-типа. Предназначены для применения во вхпл 
“ каскадах усилителей низкой частоты" и постоянного тока с высоким вход' 
выв М одам„ РОТНВЛеНВеМ - ВЫПуСКаЮТСЯ “ металлостеклянном корпусе “ гибким^ 

Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более I г. 

ІПІОІ(А-В), НПЮІ(Г-Е) 



2П10ІА, 2П10ІБ 

2ПІ01В . ' ' 

ктюіг • • 

ктюід • ■ • 

Крутизна характеристики при 1! С и = Ъ В, ІІ ЗИ = 0:’ 

7 = +25 °С: 

КТІОІГ . . 

2П101А, 2П10ІБ, КТ10ІЕ 
КП101Д 
2П10ІВ 

Т= + 125 °С 2П101А, 2П101Б, 2П101 В, не более 

7= — 60 °С 2П101 А, 2П101Б, 2П101В. не более . 

7= +85 °С: 

КП10ІГ . 

КПІ01Д 

КТ101Е . 

7 = —45 °С: 

кп іоі г 

кпюід, кп іоі Е 

Напряжение отсечки (положительное) при 1) С и = 5 В Д.* 
= I мкА, не более: ’ 

2П101А, 2П101Б, КП101Г . 


5 дБ 
10 дБ 
4 дБ 
7 дБ 


0,15 мА/В 
0,3 мА/В 
0,4 мА/В 
0.5 мА/В 
0.4 значения 
7= +25 °С 
2 значения при 
7= +25 °С 

0,008 мА /В 
0.2 мА/В 
0,15 мА/В 

2 мА/В 

3 мА/В 


5 В 


при 
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Продолжение 


2ПІ0ІВ .... 

КПІ01Д, КП 101 Е 

Начальный ток стока при В, Ча И = 0: 

2П101Л . . ... . . . . . 

2П101Б 

2П101В 

КП101Г 

КП101Д 

КП 101 Е . . . . . . . . . 

Ток утечки затвора при Чс и = 0, Пзн = 5 В, не более: 

+25 "С: 

2П10ІА, 2П101Б, 2П101В 

КП101Г. КП101Д, КП101Е 

Т — ь 1 95 °С- 

2П101А, 2П101Б 

2ПІ01В ... . . . 

Г=+85°С КП101Г, КП101Д, КП10ІЕ . . . . 

Емкость затвор — исток при Чс я = 5 В, і/зя = 0, не более: 

2П101А. 2П101Б, 2П101В 

КП101Г, КП101Д, КП101Е 

Выходная емкость при короткозамкнутом входе, не более 
Проходная емкость при Чси = 5 В, Чаи = 0: 


8 В 
6 В 

0.3... 1 мА 
0.7...2.2 мА 
0.5.. .5 мА 
0.15...2 мА 
0,3.. .4 мА 
0, 5.. .5 мА 


10 нА 
2 нА 

1 мкА 
5 мкА 
1 мкА 

12 лФ 
10 пФ 
0,4* пФ 


2П101А 

типовое значение 

2П101Б 

типовое значение 

2П101В 

типовое значение 

Выходное динамическое сопротивление 

И эн = 0, /=270 Гц: 

2П101А 

типовое значение . . . . . 

2П101Б 

типовое значение . . 

2П101В 

типовое значение . . . . . 


2, 2*. ..2, 7* пФ 
2,5 пФ 

2, 4*. .2, 9* пФ 
2,5* пФ 
2,5*... 3* пФ 
2,7* пФ 


при Чсв=і В 


90.. .400 кОм 
190* кОм 

20.. 120 кОм 
50* кОм 

6 .24 кОм 
12* кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток (отрицательное) при Ча и = 0 

Напряжение затвор — сток 

Напряжение затвор — исток 

Ток стока: 

КП101Г 

КП101Д, КП 101 Е . . . . 

Постоянная рассеиваемая мощность 2П101А, 2П101Б, 
2ПІ01В . ... 

Температура окружающей среды: 

2П101А, 2П101Б, 2П101В ... . . . 

КП101Г, КП401Д, КП101Е 


10 В 
10 В 
10 В 


2 мА 
5 мА 

50 мВт 

— 60...+ 125 °С 
-45... + 85 °С 


Примечания: I. Максимальная рассеиваемая мощность для каждого транзисторе 
ограничивается значениями начального тока стока и максимально допустимого напря- 
жения сток — исток. 

2. Сумма напряжений на затворе и стоке не должна превышать предельно допусти- 
мого напряжения на стоке во всем интервале температур окружающей среды. 

3. Запрещается подавать отрицательное напряжение на аатвор н работать в элек- 
трическом режиме с отключенным затвором. 
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8. ”*/8 


2ПЮ1В, КПІОІД 

ѵ гпюіБ.кпюіЕ 




гт 

КП 

ИА 

Ю1Г 

0 1и ‘-5в 
0^ = 0 
1 1 





и 1 1 I 

-60 0 '60 Т,°С 



Зависимости крутизны 
характеристики от тем- 
иерат)і.ы 


Зависимости коэффи- 
циента шума от темпе* 
раіуры 


2П103Л, 2П103Б, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д, 2П103АР 
2П103БР, 2П103ВР, 2П103ГР, 2П103ДР, КП103Е, КПІОЗЖ, 
КП103И, КП103К, КП103Л, КП103М, КП103ЕР, КП103ЖР 
КП103ИР, КПІОЗКР, КП103ЛР, КП103МР, КПІ03Е1, 
КП103Ж1, КП103И1, КП103К1, КП103Л1, КП103М1, 
КП103ЕР1, КП103ЖР1, КП103ИР1, КП103КР1, 
КП103ЛР1, КП103МР1 


Л гнп1^ а І! 3 Г С !, 0рЫ к Р емниевые диффузионно-планарные полевые с затвором на 
основе р-п перехода и каналом р- типа (2П103Д 2П103Б 2ПІ0ЧЙ 9 Пітг 

2 ПШЗД. КП! Азе. кпіозж, кпіози. кпіозк кгііозл кпіозм. ш 

КП103Ж1. КПІОЗИ!, КП103КІ, КПТОЗЛІ, КП103МІ) .подобранны” V ^ры „о 
основным электрическим параметрам: начальному току стока, клутизне ха па к 
теристики, напряжению отсечки (2П103АР 2П103БР °П10‘ШР 9Пипго 
П-ОЗДР. КП, ОЗЕР. КПЮЗЖР, КПЮЗИР, КПІОЗКР кгііозлр КПЮЗМР 
КПЮЗЕР1, КП103ЖРІ, КП103ИР1, КП103КР1, КПІОЗЛРІ, КП 1 ОЗДЗР 1 ) 

‘ 1|№ДНа3,,а " СНЫ ДЛЯ п Р ,шенен1ІЯ 00 входных каскадах усилителем низкой ча 

РПІОЗВ " 9 С тпчг ОГО оп то п В ып’5«о\- вх ° д ^ ь,м «противлением (2П103А. 2П103Б. 
ІД.ѵі 2П103Д, КП ЮЗЕ. КПІОЗЖ, КПІОЗИ КГІ103К КПіпгл 
КПІОЗМ, КП103Е1, КП103Ж1, КП103И1, КП 1 03 К 1 , КПІ03Л1. КПІОЗМ!) а 
также во входных каскадах дифференциальных усилителей низкой частоты 
лг» І іл?г?«! ,ІІ, л« тока с ВЫсокпм входным сопротивлением (2П103АР 2П103БР 

п оздр 2 Е,в 2П, Х,^ П1ИР ' кпюзжр. кпюзир ктозкр. 

КПІОЗЛРІ. КП103МРІ). ' КП,03ЖРІ ' КПЮЗИР! ктозкр,. 

Траивнстори 2П103А. 2ПІ03Б, 2ПЮЗВ. 2П103Г, 2П103Д 2П103АР 2П103БР 

2ПЮЗВР, 2П103ГР, 2П103ДР, КП103Е. КПІОЗЖ КПІОЗИ КПІОЗк' КПіпчп’ 
КП103Д1, КП ЮЗЕР, КПЮЗЖР. КПЮЗИР, КПІОЗКР. КПІОЗЛР, ’кпюзмр 
выпускаются в металлостеклянном корпусе с. гибкими г.ывтянн- ігпіпчп 

к іозжі, КПЮЗИ1. кпюзкі, ктозлі. кпіозм кто?ЕР кпюзжр ' 

«Д‘ 03ИР ‘- КПІ03КРІ ’ КПІОЗЛРІ. КШ03МР1 -В пластмассовом корпусе с^йб- 
Кіііін выводами. 

Тип прибора указывается на корпусе. 

Пары транзисторов маркируются цветными точками на верхней части кон- 
уса. черной - группа 1 точности подбора пар по основным электрическим 
„іраметрам транзисторов 2ПЮЗАР, 2ПЮЗБР. 2П103ВР 2ПЮЗГР 2П103ДР 
группы 0 и 1 транзисторов КПІ03ЕР. КПЮЗЖР, КПЮЗИР ’ КПІОЗКР 


КЗ 




КП10ЭЛР, КП103МР, КП103НР1, КП103ЖР1. КП103ИР1. КПІ03КР1 

КПЮЗЛРІ. КП103МР1: синей — группа 2. Пары упаковываются в тару, исклю- 
чающую возможность их разукомплектования в процессе транспортировки. 
Масса транзистора не более I г. 


ктоз(Еі-т), ктозст-мрі) 



гпюз(А-л), іпюз(ар-др) 
птоз (Е П), КЛЮЗ (ЕР- МР) 


Отличительная петка - 



Максимальная рабочая частота 2П103А, 2П103Б, 2Ш03В, 


2П103Г. 2П103Д, 2П103АР, 2П103БР, 2П103ВР, 2П10ЭГР. 

2П103ДР У МГц 

Коэффициент шума при Осп = 5 В. Ѵэи = 0, / = 1000 Гц, 

Кі=\ МОм, /?н‘=2 кОм. не более • * 3 дБ 

Крутизна характеристики при Ѵси х: 10 В, (Л?я— 0: 

Т = + 25 °С: 

2П103А, 2П103АР . . . 0,7.2, 1 мА/В 

типовое значение . .... Гб* мА/В 

2П103Б, 2П103БР .... 0.8 .2.6 мА/В 

типовое значение . . Гб* мА/В 

2П103В, 2П103ВР . . . М... 3,5 мА/В 

типовое значение . . . 2.4* мА/В 

2П103Г, 2П103ГР . 1.8... 3,8 ыЛ/В 

типовое значение 2,8* мА/В 

2П103Д, 2П103ДР 2.4.4 мА/В 

типовое значение ... ...... 3.2* кА/В 

КП ЮЗЕ. КП ЮЗЕР, КП ЮЗЕ). КПЮЗЕР1 . . . 0.4...2.4 мА/В 

КПЮЗЖ. КПЮЗЖР. КП103Ж1, КПЮЗЖР1 . 0,5. .2 8 «А/В 
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КПІОЗИ. КПІОЗИР. КП103ИІ, КПІОЗИРІ 
КПІОЗК. КПІОЗКР, КП103К1. КП103КР1 
КП103Л. КП103ЛР, КПІОЗЛІ, КП103ЛРІ 
КПІОЗМ, КПІОЗМР, КПІ03М1, КПІОЗМРІ 
Т = -Р 85 С: 

2П103А, 2П103АР . 

2ПІОЗБ, 2ПІОЗБР ! 

2ПІ03В. 2ПІ03ВР 

2П103Г, 2П103ГР ' ' ' 

2ПІ03Д, 2П103ДР 

КП ЮЗЕ, КП103ЕР, КПІОЗЕІ, КП103ЕРІ 
КПІОЗЖ, КПЮЗЖР, КПІОЗЖІ, КПІОЗЖРІ 
КПІОЗИ, КПІОЗИР, КПІОЗИІ, КПІОЗИРІ 
КПІОЗК. КПІОЗКР, КПІОЗКІ, КП-ІОЗКРІ ' 
КП103Л, КП103ЛР, КПІОЗЛІ, КП103ЛР1 
г КПІОЗМ. КПІОЗМР, КПІОЗМІ. КПІОЗМРІ ' 

2ПІ03А, 2ПІ03АР 
2ПІ03Б, 2ПІ03БР 
2ПІ03В, 2П103ВР 
2П103Г, 2ПІ03ГР . 

2ПІ03Д, 2ПІ03ДР . 

7'= —55 °С- .... 

КПІОЗЕ, КП ЮЗЕР, КПІОЗЕІ. КПІ03ЕР1 
КПІОЗЖ, КПЮЗЖР, КПІОЗЖІ, КПІОЗЖРІ 
КПІОЗИ, КПІОЗИР, КПІОЗИІ, КПІОЗИРІ 
КПІОЗК, КПІОЗКР, КПІОЗКІ, КПЮЗКР1 
КПЮЗЛ, КП103ЛР, КПІОЗЛІ, КПЮЗЛР1 
КПІОЗМ, КПІОЗМР, КПІОЗМІ, КПІОЗМРІ 
Начальный ток стока при Ѵ с и “10 В (/,„ = О- 
2П103А, 2П103АР . , 

типовое значение 
2П103Б, 2ПІ03БР . '. 
типовое значение 
2ПЮЗВ, 2ПЮЗВР 
типовое значение 
2ПЮЗГ, 2П103ГР . . 

типовое значение 
2ПЮЗД, 2П103ДР . . 
типовое значение 
КП ЮЗЕ, КП ЮЗЕР, КПІОЗЕІ, 

КПІОЗЖ, КПЮЗЖР, КПІОЗЖІ, КПІОЗЖРІ 
КПІОЗИ, КПІОЗИР. КПІОЗИІ, КПІОЗИРІ 
КПІОЗК, КПІОЗКР, КПІОЗКІ, КПЮЗКРІ 
КПЮЗЛ. КП ЮЗ Л Р, КПІОЗЛІ, КПЮЗЛР1 
КПІОЗМ, КПІОЗМР, КПІОЗМІ, КПІОЗМРІ 
Напряжение отсечки при С/ С и=10 В / С =Ю мкА 
2ПІ03А, 2П103АР . 

типовое значение 
2ПІ03Б, 2ПЮЗБР . . 

типовое значение 
2ПЮЗВ, 2ПЮЗВР . . 

типовое значение 
2ПЮЗГ, 2ПЮЗГР . , 

типовое значение 
2ПЮЗД, 2ПЮЗДР . , 
типовое значение 

КПІОЗЕ, КПІОЗЕР, КПІОЗЕІ, КПЮЗЕРІ 
КПІОЗЖ, КПЮЗЖР, КПІОЗЖІ. КПІОЗЖРІ 


КПЮЗЕРІ 


Продолжение 
0,8 2,6 мА/В 

1.. .3 мА/В 

1.8.. .3.8 мА/В 

1.3.. 4.4 мА/В 

0,42.2. 1 мА/В 
0, 48. .2, 6 мА/В 
0, 84. ..3,5 мА/В 
1 ...3,8 мА/В 
1.1 4,4 мА/В 
0.24.2,4 мА/В 
0,3 .2,8 мА/В 
0, 48. ..2,6 мА/В 
0,6, ..3 мА/В 

1 .. .3.8 мА/В 
0,75. .4, 4 мА/В 

0, 7. ..3,3 мА/В 
0,8.4,15 мА/В 
1.4, .5. 6 иА/В 

1.8. . 6.1 мА/В 

2. . 7 мА/В 

0.4. ..4 мА/В 
0, 5. .4, 6 мА/В 
0.8...4, 1 5 мА/В 
1.4,9 мА/В 

1.8. . .6.1 мА/В 

1.3.. .7 мА/В 

0,55... 1,2 мА 
0,85* мА 

1.. .2.1 мА 
1.5* мА 

1.7. . .3.8 мА 
2,7* мА 

3.. .6.6 мА 
4,5* мА 

5.4.. . 12 мА 
7,3* мА 
0.3...2.5 мА 
0,35.3.8 мА 
0,8. .1.8 мА 

1 ...5.5 мА 

1.8.. . 6. 6 мА 

3.. .12 мА 

0,5. .2,2 В 
1,3* В 
0,8. 3 В 
1,9* В 

1.4.. .4 В 
2,1* В 

2. . 6 В 
2.8* В 
2, 87 В 
3,7* В 
0,4... 1,5 В 
0.5...2.2 В 


800 


П родолжение 


КП103И, КПІОЗИР КП103И1, КПІОЗИР! 

КШОЗК, КПІОЗКР, КП103К1, КПІ03КР1 
КП103Л, КПЮЗЛР КП103Л1, КП103ЛР1 
КП103М, КП103МР КП103М1, КПЮЗМРІ 
Активная составляющая входной проводимости при Чси = 
10 В, V зи = 0, не более- 
2П103А, 2П103АР 

типовое значение . • . 

2П103Б, 2ПІ03БР ... 

типовое значение .... 

2П103В, 2П103ВР 

типовое значение .... 

2П103Г, 2П103ГР .... 

типовое значение 

2П103Д, 2П103ДР 


типовое значение 

КЙЮЗЕ, К.П103ЕР, КП ЮЗЕ 1 , КП103ЕР1 . . . 

КП103Ж, КП103ЖР, КП103Ж1, КП103ЖР1 . 

КП103И, КПІОЗИР. КП103И1, КП103ИР1 . . . 

КП103К, КПІОЗКР, КП103К1, КП103КР1 . . . 

КП103Л, КПЮЗЛР КП103Л1. КП103ЛР1 . . . 

КПІОЗМ, КШОЗМР КП103М1, КПЮЗМРІ . . . 

Ток утечки затвора, не более: 

2П103А, 2П103Б. 2П103В, 2П103Г, 2П103Д, 2ПІ03АР, 
2П103БР, 2П103ВР, 2П103ГР, 2П103ДР при 6'си = 0. 
Пая = 5 В. 

7 = + 25 °С 

Г = + 85 °С 

7 = — 60 °С 

КП103Е, КП103Ж. КП103И, КП103К. КП103Л, 

КПІОЗМ. КП ЮЗЕР. КПЮЗЖР, КПІОЗИР, КПІОЗКР, 

КПЮЗЛР, КШОЗМР, КП ЮЗЕ 1, КПЮЗЖ1, кпюзиі, 
КПЮЗК1, КПЮЗЛ1, КП103М1. КПЮЗЕР1, КП103ЖР1, 
КПЮЗИР1, КПЮЗКР1, КПЮЗЛР1, КПЮЗМРІ при 
ІУся = 0, 1/зя = Ю В. 

7= +25 и -55 °С 

7= + 85 °С .... . . . . 

Входная емкость при ІІсп = ІО В. Ѵзп -- 0 не более; 

2ПЮЗА, 2П103Б, 2ПЮЗВ, 2ПЮЗГ, 2ПЮЗД, 2ПЮЗАР. 
2ПЮЗБР, 2ПЮЗВР, 2ПЮЗГР, 2ПЮЗДР . . 

КП ЮЗЕ, КПЮЗЖ, КПЮЗИ, КПЮЗК, КПЮЗЛ, 

КПІОЗМ, КП ЮЗЕР. КПЮЗЖР, КПІОЗИР, КПІОЗКР, 

КПЮЗЛР, КШОЗМР, КП ЮЗЕ I, КШОЗЖІ, КПЮЗИІ, 
КПЮЗК1, КПЮЗЛ1, КПЮЗМІ, КШ03ЕР1, КПЮЗЖРІ, 
КПЮЗИРІ, КШ03КР1, КПЮЗЛР1, КПЮЗМРІ . 
Проходная емкость при 1/ся“Ю В, 17зя = 0, не более 
Температурный уход разности напряжений затвор — исток 
подобранной пары транзисторов при 7= — 60... + 85 °С, 
не более: 

2ПЮЗАР — группа 1 точности подбора: 

для 80% пар ... 

для 20% пар ... ... 

— группа 2 точности подбора для 80% пар 
2ПЮЗВР — группа 1 точности подбора: 

для 80% пар . . . 

для 20% пар . . . • . 

— группа 2 точности подбора для 80% пар . , 

2ПІ03ВР — группа 1 точности подбора: 

для 80% пар 


0.8...3 В 

!,4#.4 В 

2.. .6 В 

2.8.. .7 В 


40 мкСм 
10* мкСм 
50 мкСм 
15* мкСм 
80 мкСм 
20* мкСм 
130 мкСм 
40* мкСм 
160 мкСм 
70* мкСм 
5 мкСм 
10 мкСм 
І5 мкСм 
20 мкСм 
40 мкСм 
70 мкСм 


10 нА 
2 мкА 
20 нА 


20 нА 
2 мкА 

17 пФ 


20 пФ 
8 пФ 


250* мкВ /"' 
450*мкВ/ <> С 
300* мкВ '°С 

250* мкВ/°С 
550* мкВ/°С 
300* мкВ/°С 

30 , ‘* мкВ °С 
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при 


при ІІгіі- 


для 20% пар . 

— группа 2 точности подбора для 80% пар ! 
Относительная разность крутизны характеристики 
Пси — 10 В. Уз„ = 0. не более: 

2П103АР, 2ПІ03БР, 2П103ВР. 2П103ГР, 2ПІ03ДР 
группа I 
группа 2 

КП1СЗЕР, КПЮЗЖР, КПІОЗИР, кгіюз'кр,' кііюзлр' 
КП 103.ЧР, КП ЮЗЕР I, КПЮЗЖР1. КПЮЗИРі] 
КП103КР1. КПЮЗЛРІ, КПІ03.МР1- 
группа 0 
группа I 
группа 2 

Относительная разность начального тока ст ;ка 
= 10 В, ІІзи—0. не более: 

2П103ЛР, 2ПІ03БР, 2П103ВР, 2ПІ03ГР, 2П103ДР- 
группа 1 ... 

группа 2 

КП ЮЗЕР, КПЮЗЖР, КПІОЗИР. КГІІОЗ’КР.’ кгіюзлр' 
КПЮЗ.МР, КП103ЕР1, КП103ЖР1. КП103ИР1 

КП103КР1, КПЮЗЛРІ, КП103МРІ: 

группа 0 

группа 1 ' 

группа 2 ’ 

Относительная разность напряжений отсечки при Ѵси = 
= 10 В, /с= 10 мкА. не более: 

2П103АР, 2П103БР, 2П103ВР, 2ПЮЗГР, 2П103ДР: 
группа 1 ... 

группа 2 

КП ЮЗЕР, КПЮЗЖР, КПІОЗИР, кгіюз'кр,' кгіюзлр] 


КПЮЗМР, 
КП103КР1, 
группа 0 
группа 1 
группа 2 


КП ЮЗЕР 1, КП103ЖР1, 

КПЮЗЛРІ, КПЮЗМР1: 


КП103ИР1, 


П роЪолжуние 
550* мкВ/’С 
450* мкВЛС 


10 % 

20 % 


5% 

10% 

20 % 


10% 

20% 


5% 

10 % 

20% 


10% 

10 % 


5% 

5% 

10 % 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток: 

2П103А. 2ПЮЗБ, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д, 2ПЮЗАР 
2П103БР, 2ПЮЗВР, 2П103ГР, 2П103ДР, КПІОЗЕ 
КП103Ж, КПІОЗК, КПІОЗМ, КП103ЕР, КПЮЗЖР 
КП103КР, КП ІОЗЛІР, КПІ03Е1, КП103Ж1, КП103К1 
КП103МІ. КП103ЕР1, КП103ЖР1. КП103КР1 

КП103.МР1 

КП103И. КПІОЗЛ. КПІОЗИР, КП103ЛР, кгіюзиі 

КП103Л1. КПІ03ИР1, КПЮЗЛРІ 
Напряжение затвор — сток: 

2П103А, 2П103Б, 2П103В, 2П103АР. 2П103БР 

2ПЮЗВР ... 

2П103Г, 2ПІ03Д, 2П103ГР, 2П103ДР . . ] 

Напряжение затвор — исток 2ПЮЗА, 2ПЮЗБ, 2ПІ03В 
2П103Г. 2П103Д, 2П103АР, 2П103БР, 2П103ВР, 2П103ГР 
2П103ДР ... 

Напряжение затвор — исток (отрицательное) 2ПЮЗА 
2ПІ03Б. 2ПІ03В. 2П103Г, 2ПІ03Д, 2ПЮЗАР, 2П103БР 
2П103ВР, 2П103ГР, 2П103ДР 
Сумма напряжений сток — исток и затвор — исток- 

КПІОЗЕ, КПЮЗЖ. КП103И, КПІОЗК, КП ЮЗЕР 

КПЮЗЖР, КПІОЗИР, КП103КР, КП103ЕІ, КП1033ЖІ 


10 В 
12 В 

15 В 
17 В 

10 В 

0,5 В 
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КПІ03И1 КПЮЗКІ КП 1 ОЗЕР 1 КП103ЖР1 

КП103ИРІ КПІ03КР1 

кпюзл, КП103М, КПІОЗЛР КПЮЗМР кпюзлі 
КП103М1 КП103ЛРІ КП103МР1 

Постоянная рассеиваемая мощность 

2П103А, 2П103Б. 2П103В, 2П103Г 2ПЮЗД и каждого 
транзистора пары 2П103АР 2П103БР 2ПІ03ВР 

2П103ГР 2П103ДР 
при Т = — 60.. + 25 °С 
при 7’= + 25. +85 "С 

КП103Е, КПІОЗЕІ и каждого транзистора пар 
КП103ЕР КП ЮЗЕР 1 при 7"= — 55 + 85 °С 
КП103Ж. КП103ЖІ и каждого транзистора пар 

КПІОЗЖР КПІОЗЖРІ при Г = — 55... + 85 °С 
КП103И. КПІ03И1 н каждого транзистора пар 
КТ103ИР КПЮЗИРі при Т = — 55.. +85 °С 
КП103К, КПЮЗКІ и каждого транзистора пар 

КП103КР КПЮЗКРІ при 7" = — 55... + 85 °С 
КПЮЗЛ. КПЮЗЛІ и каждого транзистора пар 
КПІОЗЛР КП103ЛР1 при Т = —55.. +85°С 
КП103М, КП103МІ и каждого транзистора пар 
КПЮЗМР КПІ03МР1 при 7 = — 55.. + 85 °С 
Температура окружающей среды 

2ПЮЗА, 2П103Б. 2П103В, 2ПЮЗГ. 2П103Д, 2П103АР, 
2П103БР 2ПЮЗВР 2ПЮЗГР, 2П103ДР . . 

КП ЮЗЕ, КПІОЗЖ. КПІОЗИ, КПІОЗК. КПЮЗЛ, 

КП103М. КПЮЗЕР КПІОЗЖР. КП103ИР, КП103КР, 
КПІОЗЛР. КПЮЗМР, КПІОЗЕІ, КПІОЗЖІ, КП103И1. 
КПЮЗКІ, КПЮЗЛІ КП103М1, КП I ОЗЕР 1, КПІОЗЖРІ, 
КПЮЗИРІ КПЮЗКРІ КПЮЗЛРІ КП103МРІ 


Продолжение 

15 В 
17 В 

І20 мВт 
60 мВт 

7 мВт 

12 мВт 

21 мВт 

38 мВт 

66 мВт 

120 мВт 

-60.. +8б°С 


— 55... + 85 °С 


Максимальная рассеиваемая мощность транзисторов 2П103А, 2ПІ03Б, 2ГИ03В 

2П103Г и каждого транзистора пары 2ПІ03АР 2П103БР. 2П103ВР. 2П103ГР ограничи- 
вается значениями начального тока стока и максимально допустимого напряжение 
сток — исток 


При пайке выводов жало паяльника должно быть заземлено. Расстояние 
от корпуса до места пайки должно быть 3...5 мм 

При работе с транзисторами необходимо применение мер защиты от ста- 
тического электричества 
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Зависимости коэффици- 
еита шума от напряже- 
ния затвор — исток 


Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 


Зависимости Коэффиц 
еита шума от сопротив 
лени я енератора 


2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, 
2ПС104Е, КПС104А, КПС104Б, КПС104В, КПС104Г, 
КПС104Д, КПС104Е 


Л РП к1 Р п НЗ , НСТОрЫ к Р емниевые эпитаксиально-планарные ионно-легированные по- 
назначены л т7° М ° СИ ° Ве Р ' П Перехода и квналом " ‘«п. сдвоенные. Пред- 
,нш е І-Г 1 П Г' МеНеН Г В0 входных каскада* дифференциальны* малошу- 
мяцнх усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным со- 
ротнвлением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами 
Тип прибора указывается на корпусе. выводами, 

Масса транзистора не более 2 г. 


гпсю</(А-Е), КПСЮ^ІА-С) 



Электрические параметры 


Крутизна характеристики каждого транзистора пары при 
С/ся*= 10 В, О эл=0, не менее: 

Г=+25'-С. 

2ПСІ04А, 2ПС104Б, КПСІ04А, КПСІ04В 
типовое значение 

2ПСІ04В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104В і і ’ 
типовое значение 

2ПСЮ4 • 2ПСІ04Д КПС104Г, КПСІ04Д 
типовое значение 
Т =-00 ‘Г 

2ПСІ04А. 2П0104Б . 

2ПСІ04В, 2ПС104Е . 

2ПСІ04Г, 2ПСІ04Д 

Г- -45 'С: 1 ’ 1 


КПСІ04А, КПСІ04Б 
КПСЮ4В, КПС104Е 
КПС104Г. КПС104Д 
Г» + 125 ‘С: 

2ПСІ04Л, 2ПС104Б 
2ПС104В, 2ПСІ04Е 
2ПС104Г, 2ПС104Д 

Т =+85 ‘С: 


КПСІ04Л, КПСІ04Б 

КПС104В, КПС104Е 

КПСІ04Г. КПС104Д . 

Шумовое напряжение каждого транзистора пары в полосе 
частот А =0.1... 10 Гц при {/„-ю В, «. = 30 кОм /°= 
■=0,18 мА для двух транзисторов, 2ПС104А, 2ПСІ04В 


0,36 мА/В 
0,8* мА/В 
0,65 мА/б 
1* мА/В 
1 мА/В 
1,7* мА/В 

0,35 мА/В 
0,65 мА /В 
1 мА/В 


0,35 мА/б 
0,65 мА /В 
I мА/В 

0,26 мА/В 
6.3 мА/В 
0,5 мЛ/В 

0,25 мА /В 
0,3 мА/В 
0,5 мЛ/В 


Продолжение 


КПС104А, КПС104Б, /с“= 0,5 мА для двух транзисторов 
2ПС104В. КПСЮ4В, /с— 1,6 мА для двух транзисторов 
2ПС104Г, 2ПС104Д. КПС104Г, КПС104Д, не более: 
2ПС104А, КПС104А ... 


типовое значение 

2ПС104Б, 2ПС104Г, КПСІ04Б. КПС104^ . . , 

типовое значение 

2ПС104В, 2ПС104Д, КПСІ04В, КПСІ04Д | 

типовое значение 

Разность напряжений затвор — исток при 1/ сн =10 В, / с = 
-0.18 мА для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, 

КПС104А, КПС104Б, /с» 0,5 мА для двух транзисторов 
2ПСІ04В. 2ПС104Е. КПС104В. КПС104Е, /-=1,5 мА для 
двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, 

КПС104Д, не более: 

7"= + 25 "С: 

2ПС104А, 2ПСІ04Б, КПС104А, КПС104Б . . 


типовое значение 


2ПСІ04В, 2ПС104Г, КПС104В 


КПС 


04 Г 


типовое значение 
2ПО104Е, КПС104Е 


типовое значение 

7= + 85 °С: 

КПС104А, КПСІ04Б, КПС104Е . . 

КПС104В, КПСІ04Г, КПС104Д . . 

7= + 125 °С: 

2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е . . . 

2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д . . . . 

Температурный уход разности напряжений затвор — исток 
при ІІ С я = 10 В, /с = 0,18 мА для двух транзисторов 
2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, / с = 0,5 мА для 
двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В 

КПС104Е, 1с- 1,5 мА для двух транзисторов 2ПС104Г, 
2ПС104Д, КПС 104 Г, КПС104Д. не более: 

2ПС104А, КПС104А . . . 


типовое значение 

2ПС104Б 2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104Б, ' КПСІ04в! 

КПСІ04Д 

Типовое значение 

2ПСІ04Г, КПС104Г . . 

2ІТСІ04Е, КПС104Е . . . . 

Типовое значение 

Напряжение отсечки (отрицательное) каждого транзисто- 
ра пары при Нея =10 В, /г = 10 мкА: 

2ПСЮ4А, 2ПС104Б, КПС104А, кПС104Б 
2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В. КПС104Е 
2ПСІ04Г 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д 


Начальный ток стока каждого транзистора пары при 
Ѵс я=10 В, 1/ая = 0: 

2ПС104А, 2ПС104Б, КПС 104 А, КПС104Б 
2ПС104В. КПС104В 

2ПС104Г. 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д . . ' * 

ЙПС104Е, КПС104Е 

Ток утечки затвора каждого транзистора пары при У С я = 
= 0, Чзи= — 10 В, не более: 

7= +25 “С: 

2ПСІ04А, 2ПС104Б, 2ПСІ04Е, КПС104А. КПС 104 Б, 
КПС104Е 


типовое значение 


0,4 мкВ 
0,35* мкВ 
1 мкВ 
0,8* мкВ 
5 мкВ 
1,5* мкВ 


10 мВ 
10* мВ 
50 мВ 
10* мВ 
20 мВ 
10* мВ 

60 мВ 
70 мВ 


60 мВ 
70 мВ 


50 мкВ/°С 
20* мкВ/°С 

150 мкВ/°С 
50* мкВ/°С 
100 мкВ/°С 
20 мкВ/°С 
10* мкВ/°С 


0.2...0.6*... 1 В 
0,4... 1*.. .2 В 
0,8... 1.5* . 3 В 


0,1. ..0, 5*. ,.0,8 мА 
0, 35.. .0.8*. „1,5 мА 
1 . 1 ...2* ...3 мА 
0,35.. 1,5* ...3 мА 


0.3 нА 
ОД* нА 
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2ПС104В 2ПСІ04Г 2ПС104Д, КПС104В КПСІ04Г 
КПСІ04Д 
типовое значение 
7 , = +85 с С 

КПСІ04Л, КПС104Б КПС104Е 
КПС104В КПС104Г КПС104Д 
7*= + 125 °С 

2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е 
2ПС104В 2ПСІ04Г 2ПС104Д 
Входная емкость каждого транзистора пары при 6 С и = 
= 10 В І1;ш = 0 не более 

Проходная емкость каждого транзистора пары при Ьси = 
= 0 В ІІ;ш = 0, не более 


Продо іжение 

! нА 
0.3* нА 

0.15 мкА 
0 15 мкА 

0.3 мкА 

1 мкА 

4.5 нФ 
15 нФ 


Предельные эксплуатационные данные 
(каждого транзистора пары) 


Напряжение сток — поток 


25 В 

Напряжение затвор — сток 

30 В 

Напряжение затвор — исок 


положительное 


ОД В 

отрицательное 


30 В 

Прямой ток затвора 


0 5 мА 

Постоянная рассеиваемая 

мощность 


при Г = -60 + 55 °Г 

для 2ПС104А— 2ПСІ04І- 

45 мВт 

при Т -- 45 +25 "С 

для КПС104А КПСІ04Е 

45 мВт 

при Т^ + ігбТ для 

2ПС104А — 2ПСІ04Е 

10 мВт 

при Г=+85'С для 

КПС104А— КПСІ04Е 

25 мВт 

Температура окружающей 

среды 


2ПС 1 04А — 2ПС 104 р. 


60 

КПС104А— КПСІ04Е 


45 +! 


В диапазоне температур +55. +125 °С для 2ПС104А— 2ПСЮ4Е я +25 +85 "С для 
КПС104А— КПСКНЕ мощность снижается линейно 


/г мА 



2.0 
1,6 
1.2 
0,8 
О ,4 


2ПС10ЦГ.Д), КПС10Ь(Г,й) 




-1.5 


2.7 


/ е мА 


2ПСМ(В,Е), КПСт(В,Е) 


0,8 

0.6 

0+ 

0,2 


ЕЕ 


й 


0 ч В 12 16 201)^в О Ч в 12 16 і/ см в 


Выходные характери- 
стики 


Выходные характери- 
стики 


Выходные характери- 
стики 
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І с . "Л 


ІІ.пЬ 


/ с .лЛ 



о } и . в -о, в -о, г о и м ,в -о,в -о.в -о, г о и м ,в-о,я -о, 7 -о, 5 -о, о -о,і о 


Проходные характеры- 

СТИКИ 


Проходные характери* 
стики 


Проходные характери- 
стики 



Ѵ ш , В-0.9 0,7 0,5-0.} 0.1 0 Ѵ т ,В 1,0 1.9 1.0 -0.6 0.2 О 



Ч М .В 7,2 -0,8 -0.9 О 


Проходные характери- 
стики 


Проходные характери- 
стики 


Проходные характери- 
стики 


$, МА/В 

\ц ы чо я в 

гпсюнг.а) 

кпстгг. в) 
гост(в.ю 
кпстгв.е) 
іостМ 

ЖЮ9ІА.6) 

ЕГ 

О -о, 9-0, 8-1, 2-1, 6 0 іи , В 



В, нА/ В 


2,0 
1.6 
1,2 
о, В 
0,9 

о 0,9 о,в і.г і,вг Сі па 




Зависимости крутизны 
характеристики от на- 
пряжении затвор — ис- 
ток 


Зависимости крутизны Зависимости разности к - 
характеристики от тока пряжений затвор — исток 
стока от температуры 
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2П201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П201Г-1, 2П201Д-1, 
КП201Е-1, КП201Ж-1, КП201И-1, КП201К-1, КП201Л-1 


2П201 (А 1-Д 1) 

тоКЕ -1-п і) 


0.6 



Транзисторы кремниевые диффузионно-пла 
парные полевые с затвором на основе р-п пере- 
хода и каналом р-типа. Предназначены для при 
Менения во входных каскадах усилителей низкой 
Частоты и постоянного тока с высоким входным 
сопротивлением герметизированной аппаратуры. 
Бескорпусные с гибкими выводами и защитным 
покрытием без крнсталлодержателя. Каждый 
транзистор упаковывается в сопроводительную 
Тбру, позволяющую производить измерение элект- 
рических параметров без извлечения из нее тран- 
зисторов. Тип прибора указывается на сопроводи- 
тельной таре. 

Масса транзистора не более 0,005 г. 


Электрические параметры 

Коэффициент шума при 4/ С и = 5 В, Ѵ зи = 0, /=1000 Гц, 

Кі= 1 МОм 

типовое значение . . , , 

Крутизна характеристики при і>си = \0 В, Узи = 0: 
7Ч+25°С: 

2П201А-1 
2П20ІБ-І . 

2П201В-1 

2П201Г-1 . . . . . 

2П201Д-1 

7'=+25°С, не менее 

КП201Е-1 . , . 

КП201Ж-1 

КП201И-1 ... 

КП201К-! . , 

КП201Л-1 . . . 

Г = + 85 "С 2П201А-1, 2П201Б-1, 2П20ІВ-1, 2П201Г-1, 
2П201Д-1, КП201Е-1, КП201Ж-І, КП201Й-1, 
КП201К-1, КП201Л-1 . . . 


Г = — 60 °С 2П201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П201Г-1 
и Г = — 40 °С КП201Е-І, КП201Ж-1, КП201И-І, 
КП201К-1, КП201Л-1, не более 

Напряжение отсечки при і/ся = 10 В, /с=10 мкА: 
2П20ІА-1 .... 

2П201Б-1 ... 

2П201В-1 

2П201Г-1 . . . 

2П201Д-1 

КП201Е-1, не более 

КП201Ж-І, не более . . ... 

КП201И-1, не более . . 

КП201К-1, не более ....... . . . 


0,6* 

'..3 дБ 

1* 

дБ 

0.4 

1,8 мА/В 

од 

..2,1 мА/В 

0,8. 

.2,6 мА/В 

1,4. 

.3,5 мА/В 

1,8.. 

..3,8 мА/В 

0,4 

мА/В 

0,7 

мА/В 

0.8 

мА/В 

1,4 

мА/В 

1,8 

мА/В 

От 

1 до 0,6 


чення при Т= 
= +25 °С 


1,6 значения при 
Г= + 25 °С 

0, 4... 1,4 В 
0,5 .2,2 В 
0,8.3 В 

1.4. . 4 В 

2.. 6 В 
1,5 В 
2,2 В 

3 В 

4 В 
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Продолжение 


КП201Л-1, не более . . , , 

Начальный ток стока при Уся— • 0 13, 'Ля-Э: 

2П201А-1. КП201Е-І , . , 

2П201Б-1, К.П201Ж-І . . . . . 

2П20ІВ-І, КП201И-1 . . 

2П20І Г-1, КП201К-1 

2П201Д-1, КП201Л-1 

Ток утечки затвора при У с я=0, Ч 3 и = 5 В, не более; 
2П201А-1, 2П201Б-1, 2П201В-1, 2П20ІГ-1, 2П20ІД- ; 
при Т = — 60 и + 25 °С 

при Т = + 85 °С . 

КП20ІЕ-1, КП20ІЖ-1. КИ201И-1, КП20ІК-1, 

КП201Л-1: 

при Т= -40 и +25 “С . . 

при Т= +85 °С 

Входная емкость при У С и=Ю В, У Э я=0, не более: 

2П201А-1, 2П201Б-І, 2П201В-1, 2П201Г-І, 2П201Д-1 
КП201Е-1, КП20ІЖ-1, КП201И 1 КП20ІК-І. 

КП201Л-1 

Проходная емкость при Уеи“= 10 В. У- ш=0, не более 
Активная составляющая выходной проводимости при 
Уся= 10 В, Уз я = 0, не более: 


2П201А-1 
2П20ІБ-І 
2П20ІВ-1 
2П201 Г-1 
2П20ІД-1 


6 В 

0,3. ..0, 65 мА 
0,55... 1,2 мА 

1.. .2.1 мА 

1.7. . .3.8 мА 

3.. .6 мА 


5 нА 
0,5 мкА 


1 нА 
10 нА 

17 пФ 

20 пФ 
8 пФ 


15 мкСм 
20 мкСм 
30 мкСм 
50 мкСм 
80 мкСм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток . , ю В 

Напряжение затвор — сток (затвор — исток) . . . 15 В 

Напряжение затвор — исток (отрицательное) . . . . 0,5 В 

Рассеиваемая мощность (в составе условной микросхемы) 

2П20ІА-І, 2П201Б-1, 2П201В-1. 2П201Г-1. 2П201Д-І при 
7- = -60... + 30 “С и КП201Ё-І. КП201Ж-1, КП201И-1, 

КП20ІК-1, КП201Л-! при 7 = — 40. ,. + 30 °С 1 . . . . 60 мВт 

Температура окружающей среды: 

2П201А-1, 2П201Б-І. 2П201В-І, 2П20ІГ-І, 2П201Д-І -60,.. + 85°С 

КП201Е-1, КП20ІЖ-1. КП201И-1, КП201К-І, 

КП20ІЛ-1 —40 +85 °С 


1 При Г— +30 +85 °С максимальная рассеиваемая мошиость, мВт. рассчитывается 
по формуле Р лакс ~(І35-Г)/І,75. 


При монтаже транзисторов в гибридную микросхему не допускается ис- 
пользование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое взаимо- 
действия с защитным покрытием, а также должны быть приняты меры, исклю- 
чающие соприкосновение выводов с кристаллом (минимальное расстояние от' 
места изгиба выводов до кристалла I мм, радиус закругления не менее 0,5 мм). 

Тепловое сопротивление кристалл — корпус при монтаже в гибридной мик- 
росхеме должно быть нс более 1,75°С/мВт. 

При пайке (сварке) выводов (на расстоянии не менее 1 мм) и при за- 
ливке с транзисторов компаундами нагрев кристалла не должен превышать 

При извлечении транзисторов из сопроводительной тары (после отсоедине- 
ния выводов от тары) и монтаже транзисторов в микросхему должны применять- 
ся приспособления, не вызывающие повреждения кристалла и его защитного 
покрытия. 
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В, нА/В 



к 

Л20ІД-І, ЛЛ20ІЛ-І 
у2Л201Г- 1 КП20ІЦ-1 
/2П201Ѳ~1 КП201Д- 
\і2Л20ІБ-Ѵ<П20Ь 

/ 

й'-/ 





ШОІА-1 
, КП201Е-1 




АО 15В 






\ 







ч 



о і,а г,о и }и ,в 


5, мА /в 


2Л20ІД-І, КЛ20ІЛ-І 
' 2П20ІГ-1.КП20ІК І 
2П201В-ІКП20Ш-! 

( гтоіб-і.кпгот-і 

/2Л20ІА ІКП20ІЕ-1 



-ео-іО 


го • оо -вот, "с 


« ш . дв 


2П1 

КПі 

0І(А-І. В 1) 
ОНГІ.ШІ) 
.2Л20ІВ-І.КЛ20ІЛ-І 


Г 

У 


2Л20ІГ-І, 

'КП20ІК-І 

' I/ 


л 


/ 

/ 

7 

У 

> 

^ I 

в 

/ Ч *Гц 
к г - / ПОп 

2Л20ГД - / 
КП20ІЛ-І 


о ю іо и ы , в 


Зависимости крутизны 
характеристики от на- 
пряжения затвор — ис- 
ток 


Зависимости крутизны 
характеристики от тем- 
пературы 


Зависимости коэффици- 
ента шума от напряже- 
ния затвор — меток 


3.0 

г, о 
ю 
о 

*б і і - 6 10 г V 6 ЮО / нГц 


, ДБ 


2ПІ0КА І- Д 







А 






і 






г 

( 


ч 






С'рц-А ЮО, Ѵуц т 0 
’р"! * / ПО* 




Сии Си н , лФ 



Зависимость коэффициента шу- Зависимости входной и 

ма от частоты проходной емкостей от 

напряжения затвор — 
исток 


2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 
2П202Д-1, 2П202Е-1, КПС202А-2, КПС202Б-2, КПС202В-2, 
КПС202Г-2, КП202Д-1, КП202Е-1 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные ионно-легированные по- 
левые с затвором на основе д-л-перехода и каналом л-типа сдвоенные и оди- 
нарные. Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре во 
входных каскадах усилителей и дифференциальных усилителей низкой частоты 
и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Бескорпусные с гибкими 
выводами и защитным покрытием, сдвоенные на кристаллодержателе, одинар- 
ные без кристаллодержателя. Сдвоенные и одинарные транзисторы упаковы- 
ваются в индивидуальную тару, позволяющую производить измерение электри- 
ческих параметров без извлечения их из тары. Транзисторы могут поставляться 
парами, подобранными по основным электрическим параметрам. Тип прибора 
указывается на индивидуальной и групповой таре. 

Масса сдвоенного транзистора не более 0,5 г, одиночного 0,2 


гпсгог(А г-г г) гпгог (д-і.е-і) 

КПС202 (а г-г г) кпгог (д-і. е і) 



Электрические параметры 


Максимальная рабочая частота 2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 
2ПС202В-2, 2ПС202Г -2, 2П202Д-1, 2П202Е-1 . 

Электродвижущая сила шума каждого транзистора пары 
при (/ С я=10 В. и зи = 0, 1=1 кГц для 2ПС202А-2, 

2ПС202Б-2, 2ПС202В 2, не более . . . 

Крутизна характеристики каждого транзистора пары при 
Оси =10 В, Ѵзн = 0, не менее: 

Г= + 25 °С: 

КПС202А-2, КПС202Б2 

2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2П202Д-І, КПС202В-2, 

КП202Д-1 

2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 2П202Е-І, КПС202Г-2, 

КП202Е-І . . 

Т=— 60 °С (в составе условной микросхемы): 
2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2П202Д-1 
2ПС202В-2, 2ПС202Г-2, 2П202Е-! . , , 

7'= + 125°С (в составе условной микросхемы)* 
2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2П202Д-1 
2ПС202В-2, 2ПС202Г-2. 2П202Е-1 
Разность напряжений затвор — исток при Ѵ с л = 10 В, 
іе более: 

Т= +25 °С: 

2ПС202А-2, 2ПС202Б-2 при 2/ с = 0.5 мА и 2ПС202В2. 
2ПС202Г-2, КПС202В-2, КПСгО^Г-г -ри 2/ с =1,5 мА 
КПС202А-2, КПС202Б-2 при 2/ с =0,5 мА 
Т= + 125 °С (в составе условной микросхемы) 
2ПС202А -2, 2ПС202Б-2 при 2/ с -0,5 мА и 2ПС202В-2, 
2ПС202Г-2 при 2/ с = 1.5 мА . . 

Температурный уход разности напряжений затвор — исток 
при ІІ С и= 10 В: 

2ПС202А-2 при 21 с — 0,5 мА, іе более 

типовое значение . . 

2ПС202В-2 при 2/с— 1,5 мА, не более , . . 

типовое значение ... 

2ПС202Б-2 при 2/ с = 0.5 мА и 2ПС202Г-2 при 2 7 С - 
«=1,5 мА. не более 
типовое значение 

Напряжение отсечки при У С я = 10 В, 1 С = 10 мкА. 
2ПС202А-2 


30* МГц 


20 нВ/УГц 


0,5 мА/В 

0,65 мА/В 

1 мА/В 

0,65 мА/В 
1 мА/В 

0,3 ыА/В 
0.5 мА/В 


30 мВ 
10 мВ 

60 мВ 


50 мкВ/°С 
15* мкВ/°С ' 
100 мкВ/°С 
50* мкВ/°С 

150 мкВ/°С 
30* мкВ/°С 

0. 4... 0.6*... 1 В 


КПС202Л 2, КПС202Б-2, 

2П202Е-! КПС202Г-2, 

транзистора пары при 

КПС202Б-2, 


2ПС202Б2, 2П202Д- 

КПС202В-2. КП202Д-1 
2ПС202В-2, 2ПС202Г-2 

КП202Е-1 

Н’а алыгый ток стока каждого 
Сел = 10 В, и э ц =0: 

2ПС202А-2 . . 

2ПС202Б-2, 2П202Д-1, КПС202Л-2 

КПС202В-2, КП202Д-1 

КП202Е В 1 2 ' 2ПС202Г - 2 ' 2П202Е-1. КПС202Г-2, 

Ток утечки^ затвора при і/ си =0, ІІ аи = - 10 В, ие более: 

2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В2. 2ПС202Г2 

2П202Д-1, 2П202Е- 1 
КПС202А-2, КПС202Б-2 

КПС202В-2, КПС202Г-2, КП202Д- 1. КП202Е І 
Т = + 125 °С. 

2ПС202А-2, 2ПС202Б-2, 2ПС202В-2, 2ПС202Г2 

2П202Д-1, 2П202Е- 1 

Входная емкость при Е/ С и = 10 В, Ѵ зи = 0, не более 
типовое значение 

Проходная емкость при (Лги = 10 В, С/ 3 „ =0. не более 
типовое значение 


Продолжение 
0,4 ..1.1*...2 В 

1 .. . 1 ,8* ...3 В 

0,35. 0,65*...0,8 мА 
0, 35. „О, 95*... 1,5 мА 

1 . 1 .. . 1,9* ...3 мА 


0,3 нА 
0,6 нА 
I нА 


300 нА 
6 пФ 
3* пФ 
2 пФ 
I* пФ 


Предельные эксплуатационные данные 
(каждого транзистора пары) 

Напряжение сток — исток 
Напряжение затвор — сток 
Напряжение затвор — исток (положительное) 

Постоянная рассеиваемая мощность. 

Г ~ 60 ■ + 55 ‘ с Для 2ГІС202А-2, 2ПС202Б-2 

2ПС202В-2, 2ПС202Г-2 
2П202Д І, 2П202Е- 1 

при Т = + 125 С С для 2ПС202А-2, 2ПС202Б 2 

2ПС202В-2 2ПС202Г-2 
2П202Д 1 2П202Е-1 
при Т - -40.. =70 ‘С для 
КГ1С202В-2, КПС202Г 2 
при Т= -40...т85 X ДЛЯ КП202Д-] КП202Е-1 
Температура окружающей среды 1 

2ПС202А-2, 2ПС202Б 2. 2ПС202В 2 2ПС202Г-2 

2П202Д І, 2П202Е I 

КПС202Л-2. КПС202Б-2, КПС202В-2, КПС202Г-2 
КП202Д I КП202Е-І 


КПС202А-2, КПС202Б-2, 


15 В 
20 В 
0,5 В 


30 мВт 
60 м Вт 

7 мВт 
14 мВт 

60 мВт 
60 мВт 


-60...+ 125 "С 
-40... + 70 “С 
-40... + 85 X 


При монтаже транзисторов в гибридную микросхему ие допускается исполь- 
зование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое взаимодей- 
ствия с защитным покрытием, а также должны быть приняты меры, исключаю- 
щие возможность соприкосновения выводов с кристаллом (минимальное рас- 
стояние от места изгиба выводов до кристалла 1 мм, радиус закругления не 
менее 0,5 мм). 

Тепловое сопротивление кристалл — корпус при монтаже в гибридную мик- 
росхему сдвоенного транзистора должно быть не более 3 Х/мВт одиночно- 
го — не более 1,5 С/мВт. 

При пайке (сварке; выводов (на расстоянии не менее 1 мм) и при заливке 
транзисторов компаундами нагрев кристалла не должен превышать +125Х. 

При монтаже транзисторов в микросхему должны применяться приспособ- 
ления, ие вызывающие повреждения кристалла и его защитного покрытия. 
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пА/В 
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-1111 


О -0.1 0,2 0, 3-0,4 ІІ Л 


Зависимости крутизны 
характеристики от на- 
пряжения затвор — ис- 
ток 


Зависимости крутизны 
характеристики от тем- 
пературы 


Зависимость ЭДС шума 
от напряжения за- 
твор — исток 


Зависимость разности 
напряжения затвор — ис- 
ток от температуры 



КПС203А-1, КПС203Б-1, КПС203В-1, КПС203Г-1 


Транзисторы кремниевые планарно- 
диффузионные полевые с затвором на ос- 
нове р-п перехода и каналом н-типа сдво- 
енные. Предназначены для применения во 
входных каскадах высокоточных, малошу* 
ыящих, дифференциальных усилителей, ма- 
лошумящих балансных схем различного 
назначения с высоким входным сопротивле- 
нием герметизированной аппаратуры. Бес- 
корпусные интегральные с гибкими выво- 
дами и защитным покрытием без кристал- 
лодержателя. Тип прибора указывается на 
групповой таре. 

Масса транзистора не более 6 мг. 


нпсгоз(А і-г і) 



Электрические параметры 

Крутизна характеристики каждого транзистора пары при 
Ѵси= 10 В, Ь зи = 0. не менее: гик 

г=— 60 и + 25 °С: 

КПС203А- 1, КПС203Б- 1 
КПС203В-] 

КПС203Г-1 


0,5 мА/В 
0,66 мА/В 
1 мА/В 
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П подо лж^нпе 


Г=+85 "С: 

КПС203А-1. КПС203Б- 1 . . 

КПС203В-1 

КПС203Г-1 . ... 

Шумовое напряжение каждого транзистора пары в полосе 
частот Л/ —0, 1 ... 10 Гц при У С и = Ю В, /?„=30 кОм, / с = 
=0,5 мА (для двух транзисторов пары), не более: 

КПС203А-1 

К.ПС203БІ 

Разность напряжений затвор — исток при ІІ С и=10 В, / с = 

= 0,5 мА для двух транзисторов пары КПС203А-І, 
КПС203Б-1. КПС203В-І и Іс= 1,5 мА для двух транзисто- 
ров пары КП203Г-1, не более: 

КПС203А-1. КПС203Б-1 

КПС203В-1, КПС203Г-1 

Температурный уход разности напряжений затвор — исток 
при С , ги = 10 В, І с = 0,5 мА для двух транзисторов 
КПС203А-1, КПС203Б1. КПС203В-1 и 7 С =1,5 мА для 

двух транзисторов КПС203Г-1, не более: 

КПС203А-1, КПС203Б-1 
КПС203В І. КПС203Г-1 

Напряжение отсечки (отрицательное) каждого транзисто- 
ра пары при Усн=10 В. /с= 10 мкА: 

КПС203А- 1, КПС203Б- 1 . 

КПС203В-1 . . . 

КПС203Г-І . . . 

Начальный ток стока каждого транзистора пары при 
Уси = 10 В, 1/311 = 0: 

КПС203А-1, КПС203Б-1 . . 

К.ПС203В-І . . 

КПС203Г-1 . . 

Ток утечки затвора каждого транзистора пары при 
Уси = 0, Узи= — 10 В, не более: 

Г= + 25 °С. 

КПС203А-1, КПС203Б-1 ... . . 

КПС203В-1, КПС203Г-І . . 

Т = + 85 °С‘ 

КПС203А - 1, КПС203Б- 1 

КПС203В- 1,- КПС203Г-1 

Активная составляющая выходной проводимости каждого 
транзистора пары при (Усл = 10 В, і)зи= 0, /^30 МГц. 

нс более 

типовое значение .... 

Входная емкость каждого транзистора пары при (Ус и — 

= 10 В, Ѵзи — 0, не более 

Проходная емкость каждого транзистора пары при (У с » = 

= 10 В. (У зи = 0, не более 

Предельные эксплуатационные данные 
(каждого транзистора пары) 

Напряжение сток — исток . ... 

Напряжение затвор — сток . .... 

Напряжение затвор — исток (положительное) .... 
Постоянная рассеиваемая мощность •: 

при Г = — 45... -+ 55 °С .* , 

при Т — +85 °С 

Температура окружающей среды . ... 

1 В диапазоне температур +55. .. + 85 “С мощность. мВт. рассчиз 
Р-а.с-І Н5-П/3. 


0.3 мА/В 
0.4 мА/В 
0.6 мА/В 


2.5 мкВ 
12 мкВ 


10 мВ 
30 мВ 


40 мкВЛС 
150 мкВ/°С 


0.2...2 В 
0,4 2 В 
1...3 В 


0,25... 1.5 мА 
0.35... 1.5 мА 
1.1...3 мА 


0.0 нА 
1 нА 

0,1 мкА 
0.5 мкА 


40* мкСм 
15* мкСм 

6 пФ 

2 пФ 


15 В 
20 В 
0.5 В 

30 мВт 
20 мВт 
-45... +85 -С 

ывается по формуле 
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Панку и монтаж транзисторов в микросхему и их заливку компаундом 
рекомендуется производить с учетом следующих требований: 

приспособления, применяемые при монтаже, не должны вызывать повреж 
декия защитного покрытия; 

расстояние от края транзистора до места изгиба выводов не менее 1 мм, 
радиус изгиба не менее 0,5 мм, расстояние до места пайки вывода не менее 
1,5 мм; 

не допускать (при пайке и заливке) нагрев транзисторов свыше +125 в С. 

При входном контроле измерение электрических параметров должно про 
изводиться без извлечения транзисторов из индивидуальной тары. Изъятые и 
тары транзисторы рекламации не подлежат 
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Выходные характсри 
стики 



Выходные характери- 
стики 



пряжения затвор 

ТОН 


Напряжений затвор — 
исток от температуры 


2П301Л, 2ПЭ01Б, 2П301В, 2П301Д1, 2П301Б1, 2П301В1, 
КП301Б, КП301В, КП301Г 

Транзисторы кремниевые планарные полевые с изолированным затвором и 
индуцированным каналом р-типа. Предназначены для применения во входных 
каскадах малошумящих усилителей, нелинейных малоенгнальных цепях, каска* 
дах с высоким входным сопротивлением. Выпускаются в ысталлостеклянном 
корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указываетсв на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,7 г 
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ІПЗОі(А-в), 2 П ЗОНА! -80, КП 301 (Б- Г) 



Электрические параметры 

Максимальная рабочая частота КПЗОІБ, КПЗОІВ, КПЗОІГ 
Коэффициент шума при У С и = 15 В, / с = 5 мА, /=100 МГц- 
2П301А 

КП30ІБ. КП30ІВ, КПЗОІГ 

Крутизна характеристики при С/са=15 В, / с = 5 мА / = 
= 50... 1500 Гц; 

Г=+25Т: 

2П301А. 2П301Б, 2П30ІВ . . 

КПЗОІБ 

КПЗОІВ 

КПЗОІГ .... . ' ' ' 

при Г=-60°С 2П301Л, 2П301Б, 2П30ІВ, нс менее 
Т= — 45 °С: 

КПЗОІБ, не менее 

КПЗОІВ. не менее 

КПЗОІГ, не менее 

Г=+70°С: 

КПЗОІБ, не менее 

КПЗОІВ, не менее ... 

КПЗОІГ, не менее 

Г = + 85 °С 2П30І А, 2П30ІБ, 2П30ІВ, не менее ! | 

Пороговое напряжение при Н С и=І5 В, / с = 0,3 мА 

2П30ІВ, не менее ) 

Начальный ток стока при Г/ 0 и=І5 В: 

Г = + 25 °С 2П30ІА. 2П30ІБ. 2П30ІВ . . 

Г=~60°С 2П301А. 2П301Б, 2П301В, не более 
Т = —45 и +25 °С КПЗОІБ, КПЗОІВ. КПЗОІГ, не более 
Г= + 70°С КПЗОІБ, КПЗОІВ, КПЗОІГ, не более 
Г = + 85 °С, 2П30ІА, 2П301Б, 2П301В, не более 
Ток стока при ІІ С и = 15 В, О'ли = 10 В, для 2П301А 

2П30ІБ, 2П30ІВ ... 

Ток утечки затвора при І7. э я = 30 В, не более . ’ 

Ток порога при Ѵзи = 6.5 В, Пси = 6,5 В, не менее: 
2П301А. 2П30ІБ . . 

кпзоіб, кпзоів, кпзоіг ... ; ; 

Активная составляющая выходной проводи мости при 
Чси= 15 В, Іс — 5 мА, / — 50 1 500 Гц: 

2П301А. 21130 1 Б. 2П30ІВ . . 

КПЗОІБ, не более 

КПЗОІВ, не более 


100 МГц 

2*..,3*...5 дБ 
2.2*. .9.5 дБ 


I . 2*.., 2, 6* мА/В 

1 .. .2.6* мА/В 

2.. .3*мА/В 
0.6...І.6* мА/В 
I мА/В 

1 мА/В 

2 мА/В 
0,5 мА/В 

0.6 мА/В 
1.2 мА/В 
0.3 мА/В 
0.6 мА/В 
2.7*...4,2*...5.4* В 
2,7 В 

І 0-'*...2 І 0 -«„ 

. 0,5 мкА 
0,5 мкА 
0,5 мкА 
5 мкА 
2 мкА 

1 * ... 1 4 * мА 
0.3 нА 

500 мкА 
10 мкА 


44’ 69' 150 мкСм 
150 мкСм 
250 мкСм 
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КП301Г не более 

Входная емкость при 1!с и=15 В, / с = 5 к А 
2П301А, 2П301Б, 2П301В 
КП301Б, К.П301В, КП301Г, не более . . 

Выходная емкость при ІІ С и=І5 В, / с = 5 мА 
2П30І А, 2П301Б, 2П301В 
КП301Б, КП301В, КП301Г не более 
Проходная емкость при 6/ С и = 15 В, / с = 5 мА 
2П301А 

2П30ІБ 

2П30ІВ КП301Б, КПЗОіВ, КП301Г, не более 


Продолжен ие 
100 мкСм 

1,5* 2,5*. ..3,5 пФ 
3,5 пФ 

1* ..2, 5*.. 3,5 пФ 
3,5 пФ 

0,20*. „0, 25*,.. 

...0,7 пФ 

0,25*.. .0,30*...! пФ 
1 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение затвор — исток , зо в 

Напряжение сток — исток 20 В 

Ток стока 15 мД 

Постоянная рассеиваемая мощность 

при Г<+25°С . 200 мВт 

Температура окружающей среды 

2П301А, 2П301Б, 2П301В . . _60... + 85°С 

КП301Б, КПЗОІВ КП301Г ’ —45.. +70 °С 


При +25 С рассеиваемая мощность кВт. рассчитывается по формуле Р 
-200— 1,5(71— 25) 

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 3 мм, время 
пайки не более 3 с, температура пайки не должна превышать +260 °С. 


5, нА/В 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости кру- 
тизны характеристики 
От напряжения сток — 
исток 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ак- 
тивной составляющей 
выходной проводимости 
от напряжения сток — 
исток 


Зона возможных поло* 
жений зависимости ак- 
тивной составляющей 
выходной проводимости 
от тока стока 
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а б 


, ноч » "А 



жсний зависимости ко- 
эффициента шума от 
сопротивления генера- 
тора 



о ю го зо ьо/, нГц 


Зависимости коэффици- 
ента шума от частоты 



О 50 100 Т, °С 


Зона возможных поло- 
жений зависимости на- 
чального тока стока от 
темперзтуры 


5. пА/В 



жений зависимости кру- 
тизны характеристики 

от температуры 


^5м, г»9 . б 

5 

V 

3 

г 

\ 

о 

Зона возможных поло- 
жений зависимости по- 
рогового напряжения 
от температуры 



50 100 ГС 


2П302А, 2П302Б, 2П302В, КП302А, КП302Б, КП302В, 
КП302Г, КП302АМ, КП302БМ, КП302ВМ, КП302ГМ 


Транзисторы кремниевые планарные полевые с затвором на основе р-л пе- 
рехода и каналом я-типа. Предназначены для применения в широкополосных 
усилителях в диапазоне частот до 150 МГц, а также в переключающих и ком- 
мутирующих устройствах. Выпускаются в металлостекляшюм корпусе с гибкими 

Вариант I 


2П302(А-д КП 302 (А- Г) 



6 ій 


выводами 2П302А, 2П302Б 2П302В КП302А КП302Б КП302В 
вариант КП302АМ, КП302БМ КП302ВМ КП302ГМ - вариант 2 
бора указывается на корпусе 

М асса транзистора не более 1,5 г 


Вариант 2 



"У при оси =■< о изи-ѵ не менее 

Т =- 60 и +25 С 
2П302А, КП302А, КП302АМ 
2Л302Б,^ КП302Б КП302Г КП302БМ, КП302ГМ 

КП302А, КЛ302АМ 

КП302Б КП302Г КП302БМ КП302ГМ 
Т = + 1 25 °С 
2П302А 
2П302Б 

Коэффициент шума при Л С я = 8 В Л аи = 0 Я,= | МОм 
1 = 1 кГц для 2П302А 

Время включения при Ѵ с1 ,= 10 Г ( ,„=0 не более 
Время выключения при 1/<я=Ю В 17 3 „=0 не боле» 
Сопротивление сток — исток в открытом состоянии при 
о ея =0,2 В і эя = 0, не более 

кпзогв, кпзо 2 2 Б вм КП302Г КП302БМ ' КП302ГМ 

при Г =- 60 и +25 "С для 2Л302В 
при Г= + 125°С для 2П302В 
Начальный ток стока при С зн — 0 
Ос я = 7 В 

2 Л 302 А, КП302А, КП302АМ 
2П302Б, КП302Б, КП 302 Б М 
КП302Г, КП302ГМ 

Ѵ 9 я = 10 В 2П302В КП302В КП302ВМ, не менее 
Ток утечки затвора при У 3 я = І0 В, не более 
Т= —60 и +25 °С 

КП302А, КП302Б, КП302В КП302 

КП302АМ, КП302БМ, К! 1302В М, КП302ГМ 
7 = + 1 25 °С 2П302А, 2П302Б 2ПЗП2В 
Обратный ток р-п перехода затвор — сток при 6/ 3 с = 20 В 
не более 

|1а "Н*«- е "Г и Ѵси = 7 в ' /с- 10 мкА не более 

2П302А, КП302А КП302АМ 
2П302Б, КП302Б, КП302Г КП302БМ КП302ГМ 
2П302В, КП302В КП302ВМ 

Входная емкость при Лся=10 В, /=Ю МГц / с = 3 мА для 

КП 3 П2Б КтоГм ? ПЗ “ АМ ; /с “ 8 мА Д- 3 2П302Б, 
КПЗП2Г) КП302іоМ, / с = 18 мА для КП302Г, КП302ГМ, 

с = 33 мА для 2П302В КП302В, КП302ВМ, ие более 


мА В 
мА В 


2,5 мА В 
3 мА В 

2 5. мА В 

3 мА 'В 

0 . 2 * 0 6 * 
4* нс 
5* нс 


50 Ом 
100 Ом 
100 Ом 
200 Ом 


3 2ч мА 
18 +3 мА 
15 65 мА 
33 мА 

0 нА 

5 мкА 
50 мкА 

1 мкА 

5 В 

7 В 
10 В 


20 нФ 


КП302Г 
Тип при 


2,75* дБ 
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Проходная емкость при Ѵси= 10 В. /=10 МГц, / с = 3 мА 
Для 2П302А, КП302А, КП302АМ; / с = 8 мА для 2П302Б, 

К.П302Б, КП302БМ, / с = 18 мА для КП302Г, КП302ГМ. 

/с — 33 мА для 2П302В, КП302ВМ, не более . . 8 чіФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение затвор — исток: 

2П302А, 2П302Б, КП302А. КП302Б, КП302Г, 

{Ш302АМ, КП302БМ. КП302ГМ 10 В 

2П302В, КП302В, КП302ВМ 12 В 

Напряжение затвор — сток 20 В 

Напряжение сток — исток 20 В 

Постоянный ток стока: 

Ш 302А, КП302А. КП302АМ 24 мА 

302Б, КП302Б, КП302БМ 13 мА 

Прямой ток затвора 6 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 при Г<+25°С , 300 мВт 

Температура окружающей среды: 

2П302А, 2П302Б, 2П302В . — 60... + 1 25 ’С 

ІШ302А, КП302Б, КП302В. КП302Г, КП302АМ, 

КГІ302БМ, КП302ВМ, К.П302ГМ . . . -60...+ 100*С 


1 При Т>+ 25 °С постоянная рассеиваемая мошность, мВт, рассчитывается по форму* 
Ле Р локс -300-2(Г-25). 
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Зона возможных поло* 
жениА зависимости на* 
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Зона возможных поло* 
жениА зависимости вход- 
ной ^проводимости от 
гіапря'жения сток — ис- 
ток 


Зона возможных поло- 
жений зависимости кру- 
тизны характеристики 
от температуры 


Зона возможных поло- 
жений зависимости кру 
тизны характеристики 
от температуры 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости вход* 
ной проводимости от 
температуры 


Зона возможных поло- 
жений аависи мости на- 
чального тока стока от 
температуры 


Зона возможных поло- 
жений зависимости то- 
ка утечки затвора оі 
температуры 


2П303Д, 2П303Б, 2П303В, 2П303Г, 2П303Д, 2П303Е, 
2П303И, КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ, КПЗОЗГ, КПЗОЗД, 
КПЗОЗЕ, кпзозж, кпзози 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на 
основе р-п перехода и каналом «-типа. Предназначены для применения во 
входных каскадах усилителей высокой (2П303Д, 2П303Е, 2П303И, КПЗОЗД, 
КПЗОЗЕ) и низкой (2П303А, 2П303Б, 2П303В, КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ, 
КПЗОЗЖ, КПЗОЗИ) частот с высоким входным сопротивлением. Транзисторы 
2П303Г, КПЗОЗГ в основном предназначены для применения в зарядочувстви- 
тельных усилителях и других устройствах ядерной спектрометрии. Выпускаются 
в металлостекляннном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается 
на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 

гпзоил-и ) ( кпт(А-и) 


Стон 



Электрические параметры 

Коэффициент шума на частоте 100 МГц при 12 о я = 10 В. 

[Дя=0. 1 кОм для 2П303Д, 2П303Е, 2П303И, КПЗОЗД, 

КПЗОЗЕ, не более 4 дБ 

Электродвижущая сила шума при Ѵоя — 10 В, (Дя =0, 

не более: 

на частоте /~ 20 Гц 2П303А, КПЗОЗА .... 30 н В/У Гц 

на частоте /=1 кГц 2П303Б, 2П303В, КПЗОЗВ, КПЗОЗВ 20 нВ/УП» 
КПЗОЗЖ, КПЗОЗИ 100 нВ/УГа 


т 


11-307 



Среднеквадратичный шумовой заряд при У С я=10 В, 
Узя=0, С,= 10 пФ, І ф =\ мкс для 2П303Г КПЗОЗГ, не 
более . . ..... 

Крутизна характеристики при 1/ся=І0 В 1/ а л = 0, /= 
■=50... 1500 Гц: 

Г=+25°С: 

2П303А, 2П303Б, КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗЖ 
2П303В, кпзозв 
2П303Г, кпзозг 
2П303Д, КП303Д. не менее 
2П303Е. КПЗОЗЕ, не менее 
2П303И, КПЗОЗИ . . . 

Т-— 60 °С, не менее: 

2П303А. 2П303Б . , . 

2П303В, 2П303И . 

2П303Г 

2П303Д . . 

2И303Е 

Г =—40 'С, не менее: 

КПЗОЗА. КПЗОЗБ, КПЗОЗЖ . 

КПЗОЗВ, КПЗОЗИ . . . 

КПЗОЗГ . . 

кпзозд . . 

КПЗѲЗЕ 

Г= + 125 °С, не менее: 

2ГО03А, 2П303Б .... 

2П303В, 2П303И ... 

2ПЗОЗГ . . ... 

2ПЗОЗД . . . . 

2П303Е . . . . . 

Г=+8'5 “С, не менее: 

КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗЖ . . 

КПЗОЗВ, КПЗОЗИ . ... 

КПЗОЗГ 

кпзозд 

КПЗОЗЕ 

Напряжение отсечки при Уся = Ю В, Іс =0,0. мА 
2П303А, 2П303Б, КПЗОЗА, КПЗОЗБ 
2П303В, КПЗОЗВ 
2П303Г, 2П303Д, 2П303Е, КПЗОЗГ, КПЗОЗД КПЗОЗЕ 
не более 
КПЗОЗЖ . . 

2П303И . 

КПЗОЗИ . . . 

Начальный ток стока при Ѵс я = 10 В, 1/ З я = 0: 

2П303А, 2П303Б, КПЗОЗА, КПЗОЗБ 
2П303В, КПЗОЗВ 
2П303Г, КПЗОЗГ 
2П303Д, КПЗОЗД . . . 

2П303Е, КПЗОЗЕ .... 

КПЗОЗЖ 

2П303И, КПЗОЗИ 

Ток утечки затвора при Пая =10 В, не более: 

Г= + 25 “С: 

2П303А, 2П303Б, 2П303В, 2П309Д 2П303Е, 2ПЗОЗИ, 
КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ. КПЗОЗД, КПЗОЗЕ 
2И303Г, КПЗОЗГ 
КПЗОЗЖ, КПЗОЗИ 

Г= + 125‘С 2П303А, 2П303Б, 2П303В, 2П303І 

2П303Д, 2ПЗОЗЕ, 2П303И . . . 


Продолжение 
0,610-'» Кл 


1.. .4 мА/В 

2.. .5 мА/В 

3.. .7 мА/В 
2,6 мА/В 
4 мА/В 

2.. .6 мА/В 

1 мА/В 

2 мА/В 

3 мА/В 
2,6 мА/В 

4 мА/В 

1 мА/В 

2 мА/В 

3 мА/В 
2,6 мА/В 

4 мА/В 

0,5 мА/В 

1 мА/В 
1,5 мА/В 
1,3 мА/В 

2 мА/В 


0,5 мА/В 

1 мА/В 
1,5 мА/В 
1,3 мА/В 

2 мА/В 

0.5...3 В 

1.. .4 В 

8 В 

0.3...3 В 

1.. .3 В 
0.5...2 В 

0.5...2.5 мА 

1.5.. .5 мА 

3.. .1-2 мА 

3.. .9 мА 

5.. .20 мА 
0|3...3 мА 

1.5.. . 5 мА 


I нА 
0,1 нА 
5 нА 

1 мкА 
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Г- + 85*С КПЗОЗА, КПЗРЗБ. КПЗОЗВ, КПЗОЗГ. 
КПЗОЗД. КПЗОЗЕ, кпзозж, кпзози 

Ток утечки затвора при Ѵз я — 30 В, не более 

Входная емкость при У с * = 10 В. Уз* -0, /= 10 МГц, не 

более . 

Проходная емкость при У с *»І0 В. 1/ зя = 0, /-10 МГц. 

не более 

Сопротивление изоляции канал — корпус, не менее 


П родолженив 

1 мкА 
10 мкА 

6 пФ 


2 пФ 
20 МОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток ... ... 

Напряжение затвор — сток, затвор — исток 
Постоянный ток стока .... . 

Прямой ток затвора . . ] 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 нри Г<25'С 
Температура окружающей среды: 

2П303А, 2П303Б, 2П303В. 2П303Г, 2П303Д, 2П303Е. 

2П303И 

КПЗОЗА. КПЗОЗВ, КПЗОЗВ, КПЗОЗГ. КПЗОЗД. КПЗОЗЕ, 
КПЗОЗЖ. КПЗОЗИ 


25 В 
30 В 
20 мА 

5 мА 
200 мВт 


-60,.+ 125 *С 
— 40... + 85 *С 


1 П Р" +І25 Ч С максимально допустимая постоянная рассенааемая мощность, 

мВт. для 2П303А, 2П303Б. 2ПЭ038, 2П303Г. 2ПЭОЗД. 2П303Е. 2П&ЗИ рассчитывается по 
формуле 3>„. с -200-М5(Г-25); при Г- +25... +85 ‘С для КПЗОЗА. КПЗОЗВ. КПЗОЗВ. 
КПЗОЗГ. КПЗОЗД. КПЗОЗЕ, КПЗОЗЖ, КПЗОЗИ — во формуле /> -200- І.66(Г-2о). 


Минимальное расстояние места изгиба вывода от корпуса транзистора 3 мм, 
радиус изгиба не менее 1,5 мм. Допускается однократный изгиб вывода не бли- 
же 3 мм от корпуса с радиусом 0,5 см. 

Соединение выводов транзистора с элементами аппаратуры допускается не 
ближе 4 мм от корпуса. Жало паяльника должно быть заземлено. 

При повышенной влажности для обеспечения тока затвора не более 
10-* А рекомендуется использовать транзисторы в составе герметизированной 
аппаратуры или при местной защите прибора от воздействия влаги. 

Транзисторы КПЗОЗГ допускается однократно использовать при Г<= 
- -40...- 150*. 



5, п Л/В 


гпте.кмозЕ 

ттмттм \ 

гШШЩ 
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217303(0, Д) 

’ѵтіі 
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Проходные характери- 
стики 


Зависимости крутизны 
характеристики от тока 
стока 


О 5 го 15 го 150^,9 


Зависимости активной 
составляющей выходной 
проводимости от на* 
п.оаження сток — исток 


и» 
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Зависимости входного Зависимости чаваиьио- 

Л 2 Д " 0Г0 сопроти "- то тока стока крутна 
иений от частоты иы характеристики”. 

сопротивления сток — 
исток в открытом со- 
стоянии от напряжения 
отсечки 

2П304Д, КП304А 

Транзисторы кремниевые диффузионно планарные полевые с 
затвором н индуцированным каналом р-типа ^ Предназначены дли 
в усилителях с высоким входным сопрЕтивлинеГ и »"А««аад* 

прибора 1 ''указывается ГГрлусГ ЯНН0М К ° Р " УСе С ГИбкИМН Тип 

Масса транзистора не более I г. 


2П30<іА, КПЗОЧА 



Электрические параметры 


Крутизна характеристики при 1/си = І0 В, Іс= 10 мА: 

Г= + 25 "С, не менее .... .. . . . .4 мА/В 

типовое значение 5' мЛ/В 

?=-• 125 °С для 2П304А и Г=+85"С для КП304А, 

не менее . ........ .2,5 мА/В 

Т=- 60 °С для 2П304А и Г=- 45 °С для КП304А, 

не менее .4 мА/В 

Пороговое напряжение при (/ся=10 В, /с =10 мкА, 

не менее ... 5 В 

Начальный ток стока при ІІси = 25 В, і/$и=0, не более: 

7=+25°С для 2П304А. КП304А . .... 0,2 мкА 

7=4- 125 °С для 2П304А и 7=4-85°С для КП304А . 3 мкА 

Ток утечки затвора при І1си=0, 1/зя = 30 В, не более . 20 нА 

Сопротивление сток — исток в открытом состоянии при 

С/зя = 20 В, /с= 1 мА, не более 100 Ом 

типовое значение ... ... 70* Ом 

Входная емкость при і/си= 15 В, Ѵзи— 0, не более . , 9 пФ 

типовое значение . . 7* пФ 

Выходная емкость при Ѵси= 15 В, {/ая=0, не более . , 6 пФ 

типовое значение .... 4.5* пФ 

Проходная емкость при ^ся*= 15 В. і! 3 и = 0, не более . 2 пФ 

типовое значение I* пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — ис.ток 1 при выводе подложки, соеди- 
ненном с выводом истока ... . . . 25 В 

Напряжение затвор — сток 1 при выводе подложки, соеди- 
ненном с выводом истока . . ... 30 В 

Напряжение затвор — исток 1 при выводе подложки, соеди- 
ненном с выводом истока . ... 30 В 

Напряжение исток — подложка* . . 20 В 

Постоянный ток стока . . 30 мА 

Импульсный ток стока при / и ^10 мс, <?>10, /$<10 мкс 60 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность: 

2П304А при: 

7 = —60... + 85 °С . . , 200 мВт 

7= 4- 125 °С . . . . 75 мВт 

КП304А -при: 

7 = —45... + 55 °С 200 мВт 

7=+85°С . . . . 100 мВт 

Импульсная рассеиваемая мощность при / и ^10 мс, (2^10, 

/$^10 мкс: 

2П304А при р^6650 Па: 

7= —65.. 4-85 °С . . 400 мВт 

7= 4- 125 °С . . , Ы0 мВт 

КП304А при: 

7= -45.. г 55 "С 300 мВт 

7=4-85 4: . 150 мВт 

Температура окружающей среды 

2П304А .... . .... -60... 4- 125 °С 

КП304А ... ... —45... 4- 85 °С 


1 Выбранные напряжения с учетом цх знаков должны удов, «творятъ следующим 
неравенствам: І^ся~^илІ ^І^ся.жаклІ! I ^зи~ ^ип \ I ^зп,макс\- 

При работе с транзисторами необходимо принимать меры по их защите от 
статического электричества. 

В нерабочем состоянии все выводы транзистора должны быть закорочены. 
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Зависимость крутизны 
характеристики от тока 
стока 


*Си, отк (Уіи )/?*. ати (~20 В) 



Зависимость сопротив- 
ления сток — веток в 
открытом состоянии от 
напряжения затвор — 
истоя 


Зависимость крутизны 
характеристики от на- 
пряжения сток — исток 


Зависимость сопротив- 
ления сток — исток в 
открытом состоянии от 
тока стока 


к. иач Г^см )/і С, мач (~25 В) 
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Зависимость начально- 
го тока стока от на* 
пряжения- сток — исток 


Зависимость начально- 
го тока стока от тем- 
пературы 


2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2П305Г, КП305Д, КП305Е, 
КП305Ж, КП305И 

аатвором ЭИ н СТ ка“а Л о Р і. еМ п И т е И м е А н **У ЭИ0НН °-"-»иарные полевые с изолированным 
Масса транзистора не более 1 г 


гП305(А-Г), КП305(Д-ц) 



Электрические параметры 


Коэффициент шума при і/с*= 15 В, / с = 5 мА, / = 250 МГц, 
не более: 

2П305А, 2П305В . . . 

КП305Д, КП305Ж . 

Коэффициент усиления по мощности при Ис* = 15 В. / с = 
= 5 мА. /=250 МГц для 2П305А. 2П305В. КП305Д, 

КП305Ж, не менее .... 

Крутизна характеристики при Чси-Ю В, I с = 5 мА. 
2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2П305Г 
Г = + 25 °С . . . . . 

Г- + 125 "С ... . . . . 


Т-- 60 'С, не более 

КП305Д, КП305Ж при 7^+25'С . . 

Г= + 125°С, не более 

Т = —60 °С, не более . . . 

КП305Е при Г= +25 *С , . 

Т= + 125 °С . . . . 

Г--60*С . . . . .... 

КП305И при Г = + 25 °С . . 

Г = + 125 °С . 

Г=-60°С . 

Напряжение затвор — исток при Ч ся = 10 В. /с = 5 мА. 
2П305А . 

2П305Б, КП305Д . . . 

2П305В, КП305Е, КП305Ж . 

2П305Г . ... 

КП305И . 

Напряжение отсечки при 17си = 10 В, /с=0.01 мА, не менее 
Ток утечки затвора при Уси=0, Чзи = — 30 В, не более 
2П305А, 2П305В, 2П305Г, КП305Д. КП305Ж. КП305И 
2П305Б 

КП305Е 

Входная емкость при Чси = Ю В. /с = 5 мА. ие более 
Проходная емкость при Ѵ С и = 10 В, Іс - 5 мА. не более 
Выходная проводимость при Чс я = 10 В. /с = 5 мА. типо- 
вое значение 

Остаточный ток стока при Чей = 10 В, Чзи = — 10 В. 
не более 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — истов 
Напряжение затвор — сток: 

2П305А, 2П305Б, 2П305В, 2ПЗѲ5Г 

КП305Д. КП305Е, КП305Ж. КП305И . . 

Напряжение затвор — исток. 

2П305А, 2П305Б. 2П305В. 2П305Г 
КП305Д. КП305Е, КП305Ж. КП305И 
Напряжение сток — подложка 
Ток стока 

Постоянная рассеиваемая мощность. 

при Т = — 60...+40 “С для 2П305А, 2П305Б, 2П305В, 

2П305Г и Т = — 50...+25*С для КП305Д. КП305Е, 

КП305Ж. КП305И 
при Г= + 125 °С 

Температура окружающей среды 


6.5 дБ 

7.5 дБ 

13' дБ 


6 . .10 мА/В 
От 1 до 0,65 зна- 
чения при Т — 
= + 25 ‘С 

1.5 значения при 
Г= + 25 “С 

5.2 ..10.5 мА/В 

6.3 мА; В 
15,75 мА/В 

4.. .8 мА/В 

2. 4. . .4.8 мА/В 

6.. .12 мА/В 

4.. . 10.5 мА/В 

2.4 .6.3 нА/В 
4. 15,75 мА/В 

0,2 .1.5 В 
0.2. ..2 В 
-0.5... +0,5 В 
— 1.5...— 0,2 В 
-2.5... -0,2 В 
6 В 

1 нА 
10-> нА 
5- ІО- 3 нА 
5 пФ 
0,8 пФ 

150* мкСм 

1 мкА 


15 В 

±30 В 
±15 В 

-30 В 
±15 В 
15 В 
15 мА 


150 мВт 
50 мВт 
-60 + 125 ’С 


При работе с транзисторами необходимо принимать меры по их защите от 
статического электричества. 

В нерабочем состоянии все выводы транзистора должны быть закорочены. 


Б, іА/В 




О 5 10 ІЗГ^пА 


Зависимости крутизны Зависимости крутизны 

характеристики от на* характеристики от тока 

пряжения затвор — ис- стока 

ток 


$ пА/В 

8 
8 
У 
6 
б 
9 

-80-Ь0+І*0+80Ч20Т, Ф С 

Зависимость крутизны 
характеристики от тем- 
пературы 



2П305(А-Г) 

КЛ305(Д-Ц) 












- ю в 



/ в • 5 нА 







, д т , мк См 



К ш , дБ 


3 0 517В 100 2 / ПП 



и,, 

V 

■45 8 

5 пА 



* 




2П305(А-Г) 

КП305(Д-Ч) 






ДБ 


100 150 200 250/, Щ 



0 т *15В 
/ с = 5 нА 



І ^ ч. 


2П305(А-гУ 

клт(д-и) 






100 150 200 /,ПГц 


Зависимости активных 
входной и выходной 
проводимостей от ча- 
стоты 


Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 


Зависимость коэффици- 
ента усиления, от ча- 
стоты 


2П305А-2, 2П305Б-2, 2П305В-2, 2П305Г-2 


2П305(А 2-Г-2) 



Транзисторы кремниевые диффу. 
зионно-планарные полевые с изолиро- 
ванным затвором и каналом л-типа. 
Предназначены для применения в герме- 
тизированной аппаратуре в усилителях 
высокой и низкой частот с высоким 
входным сопротивлением. Бескорпусные 
с гибкими выводами на кристаллодер- 
жателе и защитным покрытием. Каж- 
дый транзистор упаковывается в сопро- 
водительную тару, позволяющую без 
извлечения из нее производить измере- 
ние электрических параметров. Тип при- 
бора указывается на сопроводительной 
таре. 

Масса транзистора не более 0,005 г. 
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Электрические параметры 


Максимальная рабочая частота • 

Коэффициент усиления по мощности при Ус* =15 В, /с= 

= 5 мА, /=250 МГц 

типовое значение 

Коэффициент шума при Уся = 15 В, /с = 5 мА, /=250 МГц 

типовое значение 

Крутизна характеристики при Уся = Ю В, /с = 5 мА: 

Г = + 25 “С 

Г = + 85 °С 


Г =—60 'С, не более . . . . 

Напряжение затвор — исток при Уся=Ю В, /с = 5 мА: 

2П305А-2 

2П305Б-2 . . . . . . 

2П305В-2 . . . 

2П305Г-2 

Напряжение отсечки при Ус я=Ю В, /е = 0,01 мА, не менее: 

2П305А-2, 2П305В-2, 2П305Г-2 

2П305Б-2 

Ток утечки затвора при Ус я = 0, Узя = 30 В, не более 
Входная емкость при Уся=Ю В, /с= 5 мА, не более 
Проходная емкость при Уся=Ю В, /с = 5 мА, не более 
Полная входная проводимость при Ус и=15 В, /с = 5 мА, 

/ = 250 МГц, не более 

Полная выходная проводимость при Уси=15 В, /с = 5 мА, 
/ = 250 МГц, не более 


250* МГц 

12*. ..17* дБ 
15* дБ 
3*...6 дБ 
4,8* дБ 

6.. .10 мА/В 

От 1 до 0,65 зна- 
чения при Т = 

= + 25 ‘С 

1,5 значения при 
Г =+25 'С 

0,2... 1,5 В 

1.. .3 В 

-0,5... + 0,5 В 
-1,5... -0, 2 В 

6 В 
2 В 
I нА 
6,8 пФ 
0,8 пФ 

1* мкСм 

1* мкСм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток 

Напряжение затвор — сток: 

при Т = — 60... + 25 °С . . . . 

при Г= +85 °С . . 

Напряжение затвор — исток: 

при Г= — 60...+25 °С .... 

при Г = + 85 °С 

Напряжение сток — подложка 

Ток стока 

Постоянная рассеиваемая мощность с теплоотводом: 
при Г= — 6О... + 50 °С . . 

при Г = +85 °С . . 

Температура окружающей среды 


15 В 

±30 В 
±15 В 

±30 В 
±15 В 
15 В 
15 мА 

80 мВт 
50 мВт 
-60... + 85 °С 


При монтаже транзисторов в гибридной микросхеме не допускается исполь- 
зование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое взаимо- 
действия с защитным покрытием, изготовленным из диализофталатпого лака 
должны быть приняты меры, исключающие соприкосновение выводов с крпстал 
лом (минимальное расстояние от места изгиба выводов до кристалла мм, 
оаднус закругления не менее 0,5 мм) 

При извлечении транзисторов из сопроводительной тары (после отсоедине- 
ния выводов от тары) и монтаже транзисторов в микросхему должны приме- 
няться приспособления, не вызывающие повреждения кристалла и его защит- 
ного покрытия. 

При пайке (сварке) выводов не ближе 1,5 мм и при эализке^транзнсторов 
компаундами температура кристалла не должна превышать +100*С 
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2П306А, 2П306Б, 2П306В, КП306А, КП306Б, КП3068 

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с двумя изоли- 
рованными затворами, каналом л-типа и нормированным участком переходной 
характеристики. Предназначены для применения в преобразовательных и уси- 
лительных каскадах высокой и низкой частот с высоким входным сопротив- 
лением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип 
прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 


гпзоб(А-в ), кпзов(а ѳ) 



Предельная частота усиления . 

Козффиииент шума при У С я=20 В, У«. я -> 10 В, / с = 5 мА, 
/=200 МГц: 

2П306А, 2П306Б, 2П306В 

типовое значение , 

КП306А, КП306Б, КП306В [ 

Коэффициент усиления по мощности при У ся =15 В, 
Узіи**10 В, /с= 5 мА, /=200 МГц: 

2П306А, 2П306Б, 2П306В 

типовое значение ' 

Участок квадратичности переходной характеристики по на- 
пряжению первого затвора (при ослаблении комбиниро- 
ванных составляющих третьего порядка не менее 80 дБ) 
при У си =15 В, (/ ия = 10 В, / с =0,2...10 мА, /=0,465 МГц: 

2П306А, 2П306Б, 2П306В 

типовое значение .... 

Крутизна характеристики при 1)сш = 15 В, (і м » = 10 В, 
/с“5 мА: 

Г = + 25 ”С: 

2П306А, 2П306Б, 2П306В 

типовое значение 

КП306А, КП306Б, КП306В . 

2П306А, 2П3065, 2П306В, КП306А. КП306Б, 

КП306В: 

Т- 4- 125 "С 


Т~— 60 °С, не более ........ 

Напряжение первый затвор — исток при У С я=» 15 В. 
В, / С “5 мА: 

2П306А, КП306А . 

2П306Б, КП306Б . . ... 

2П306В. КП306В . . 


800* МГц 


2.5*...6 дБ 
3,5* дБ 
4...6 дБ 


10*...20* дБ 
15* дБ 


1...2.5* В 
1,5* В 


3.. .8 мА/В 
4,8* мА/В 

4.. .8 мА/В 


От 1 до 0,65 зна- 
чения при Т = 

= + 25 “С 

1.5 значения при 

Г = + 25 *С 


-0.5...+0.5 В 
0...2 В 
— 3.5...0 В 
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Продолжение 

Напряжение отсечки при Уся=15 В, Узгя = Ю В, / с= 

= 10 мкА: 

2П306А, КП306А . . 4, ..0, 8* и 


типовое значение 1,6* В 

2П306Б, КП306Б 4...0.2* В 

типовое значение 0,8* В 

2П306В, КП306В 6... 1,3* В 

типовое значение 2,2* В 

Ток утечки первого затвора при Ус и = 1^з2и=0, Узіи = 20В, 
не более: 

2П306А, 2П306Б, 2Л306В 1 нА 

КП306А, КП306Б, КП306В 5 нА 

Остаточный ток стока при Уся=15 В, Узія = — 10 В. 

Уз2и = 10 В, не более 5 мкА 

Входное сопротивление при Уся = І5 В, Уз2я=Ю В, / с = 

— ^ Д • 

на частоте / = 60 МГц 2П306А, 2П306Б, 2П306В . , 12*... 18* кОм 

типовое значение 14* кОм 

КП306А, КП 306 Б, КП306В. не менее 12* кОм 

на частоте /=100 МГц 2П306А, 2П306Б, 2П306В . 5*... 10 кОм 

типовое значение 8* кОм 

КП306А, КП306Б. КП306В, не менее 5* кОм 

Входная емкость при (/си = 20 В, 1/л***10 В, /с = 5 мА, 

не более ... . 5 пФ 

Проходная емкость при (/си = 20 В, (/з2и=Ю В, /с = 5 мА, 

не более ... . 0,07 пФ 

Электрические параметры по второму затвору * 

Коэффициент шума при (/ся = 15 В, (/эія=Ю В, /с=5 мА, 

/= 200 МГц, не более г . . . 10 дБ 


Участок квадратичности переходной характеристики по на- 
пряжению второго затвора (при ослаблении комбинацион- 
ных составляющих третьего порядка не менее 80 дБ) 
при (/си = 15 В, (/з!и=Ю В, /с = 0,2... 10 мА, /=0,465 МГц, 


не менее .іи 

Крутизна характеристики при (/ся = 15 В, (/3,11=10 В, /с = 

= 5 мА 2.. .4, 5 мА/В 

типовое значение . 3,7 мА/В 

Ток утечки второго затвора при (/си = (/зія =0, (/зги = 

= 20 В, не более: 

2П306А, 2П306Б, 2Г1306В 1 нА 

КП306А, КП306Б, КП306В 5 нА 

Входная емкость при (/си =15 В, (/яія = Ю В, /с = 5 мА 1.5...4 пФ 

типовое значение 2 пФ 

Проходная емкость при (/си = 15 В, (/дія = 10 В, /с = 5 мА 0,3... 1 пФ 
типовое значение . 0,35 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток . , . 20 В 

Напряжение первый затвор — сток ....... 2© В 

Напряжение второй затвор — сток ... 20 В 

Напряжение первый затвор — исток .... 20 В 

Напряжение второй затвор — исток . . 20 В 

Напряжение первый затвор — второй затвор . 25 В 

Постоянный ток стока 20 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность: 

при Т = —60... + 35 °С . . 150 мВт 

при Г = + 1 25 °С . . 50 мВт 

Температура окружающей среды . . .... — 60...+ 125*С 
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При работе с транзисторами необходимо принимать меры по их защите 
от статического электричества. 

В нерабочем состоянии все выводы транзистора должны быть закорочены. 
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вому затвору от токе 
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Зависимость коэффици- 
ента усиления от на- 
пряжения второй за- 
твор — исток 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от ча- 
стоты 


Зависимость коэффици- 
ента шума от напряже- 
ния второй затвор — ис- 
ток 


2П307А, 2П307Б, 2П307Г, КП307А, КП307Б, КП307Г, 
КП307Е, КП307Ж 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на 
основе р-п перехода и каналом л-типа. Предназначены для применения во 
входных каскадах усилителей высокой и низкой частот с высоким входным со- 
противлением. Транзисторы КП307Ж в основном предназначены для применения 
в зарядочувствительных усилителях и других устройствах ядерной спектромет- 
рии. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип 
прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 
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2П307(А-Г), КПЗСП(А-М) 


Сток 



Коэффициент шума на частоте /=400 МГц при 1/си=І0 В, 
/с = 5 мА для 2П307А, 2П307Б, 2П307Г, КП307Б, КП307Г, 

ие более * 

Электродвижущая сила шума: 

на частоте / = 1 кГц при (/еи=Ю В, V зи = 0 для 

2П307А, КП307А, КП307Е, не более 

на частоте /=100 кГц при 1/си = 10 В, 1/ эи = 0 для 
2П307Б, 2П307Г, КП307Б. КП307Г, не более . . 

Крутизна характеристики при 1/ся=10 В, Узя=0, /= 
=50... 1500 Гц: 

7 = +25 'С: 

2П307А, КП307А 
2П307Б, КП307Б 
2П307Г, КП307Г 
КП307Е . . . 

КП307Ж. не менее 
Т=— 60 °С, не менее: 

2П307А . . . 

2П307Б .... 

2П307Г .... 

7= — 40 °С, не менее: 

КП307А, КП307Ж 
КП307Б . . 

КП307Г . . . 

КП307Е 

7 ■= + 1 25 “С, ие менее: 

2П307А . 

2П307Б . . 

2П307Г 

7= +85 'С, не менее: 

КП307А, КП307Ж . 

КП307Б . . 

КП307Г . . 

КП307Е 

Начальный ток стока при 1>с я = 10 В, (7за=0 
2П307А. КП307А 
2П307Б, КП307Б 
2П307Г, КП307Г . 

КП307Е 

КП307Ж 

Напряжение отсечки при 1/«» = І0 В /« = 10 чкй 
2П307А, КП307А 
2П307Б, КП307Б 
2П307Г, КП307Г 

2П307Е, не более . 


6 дБ 

20 нВ /У Гц 
2,5 нВ/уГц 


4.. .9 мА/В 

6.. . 1.0 мА/В 

6.. .12 мА/В 

3.. .8 мА/В 
4 мА/В 

4 мА/В 

5 мА/В 

6 мА/В 

4 мА/В 

5 мА/В 

6 мА/В 
3 мА/В 

2 мА/В 
2,5 мА/В 

3 мА/В 

2 мЛ/В 

2.5 мА/В 

3 мА/В 

1.5 мА/В 

3.. .9 мА 
5 15 мА 

8.. .24 мА 

1.5.. .5 мА 

3.. .25 мА 

0.5 .3 В 

1.. .5 В 

1.5 6 В 

2.5 В 


П родолжение 


КП307Ж, не более 
Ток утечки затвора, не более: 

при У зи = — 10 В, Г.= +25 0 С для 2П307А 9 ПЧП 7 К 
2П КП307Ж П307А ' КП307Б ' КП307Г, КП307Е . 

7 '= + >25° с для 2П307А, 2ГІ307Б. 2П307Г ' и >= 

КП307Ж ДЛЯ КП307А ' КП307Б ' КП307Г. КП307Е 
при У зн = - 30 В . ! • • . 

Активная составляющая выходной' проводимости пр 
нс более В ’ Уэя== °’ ^“ 50 -- 1500 г п Для 2П307Г. КП307Г 

Входная емкость при Ус* -10 В, ' У зи =6 /=Го МГц 
не более ..... 

не Р °более аЯ еМК0СТЬ При ^ сж ~ ,0 В . ’ У,»-6, /-І0 МГц 
Среднеквадратичный шумовой заряд при Ус»— 7 В 
Уая = 0, С,= ю пФ для КП307Ж, не более 


7 В 


Напряжение 
2П307А, 
КП307А, 
Напряжение 
2П307А, 
КП307А, 
Постоянный 
2П307А, 
КП307А, 
Прямой тох 
Постоянная 
2П307А, 
при Т< 
при Т • 
КП307А, 
при г. 
при Т ■ 
Температура 
Температура 
2П307А, 
КП307А. 


Предельные эксплуатационные данные 
сток — исток: 

2П307Б, 2П307Г 

КП307Б, КП307Г, КП307Ё, КП307Ж 
затвор — сток, затвор — исток: 

2П307Б, 2П307Г 

КП307Б, КП307Г, КП307Ё, КП307Ж 
ток стока: 

2П307Б, 2П307Г 

КП307Б, КП307Г, КП307Ё, КП307Ж 

затвора 

рассеиваемая мощность ■: 

2П307Б, 2П307-Г: 

= -60... + 25 “С . 

- + 125 ”С ... .... 

КП307Б, КП307Г, КП307Е.' КП307Ж'' 

= -40... + 25 "С 
= +85 “С . . ... 

структуры 2П307А, 2ГІ307Б, 2П307Г 
окружающей среды: 

2П307Б. 2П307Г 

КП307Б, КП307Г, КП307Ё. КП307Ж 


1 нА 
0,1 нА 


1 мкА 
10 мкА 


200 мкСм 
5 пФ 
1,5 нФ 
0,4 10- 18 Кл 


25 В 
27 В 

30 В 
27 В 

30 мА 
25 мА 
5 мА 


рассеяв* 


250 мВт 
50 мВт 

250 мВт 
130 мВт 
+ 140 °С 

— 60... + 125 “С 
-40... + 85 "С 

емая мощность. мВт. 


І, пА/В 

Ю 

В 
е 
* 

2 

в 

Зависимость крутизны 
характеристики от тока 
стоі а 


т 

КП 

07(А 

т 

.В.Г) 1 



7 



/ 


и ы - ю я 

<*гн ш в 









* » а ііі с ,па 


Соединение транзисторов с элементами аппа- 
ратуры допускается не ближе 4 мм от корпуса. 
Допускается однократная пайка выводов менее 
4 мм от корпуса. Жало паяльника при пайке 
должно быть заземлено. Обязательно применение 
мер, предохраняющих корпус транзистора от по- 
падания флюса и припоя. 

При повышенной влажности для обеспечения 
тока затвора не более 10”* А рекомендуется ис- 
пользовать транзисторы в составе герметизиро- 
ванной аппаратуры или при местной защите 
прибора от воздействия влаги. 

Транзисторы КП307Ж допускается однократ- 
но использовать при Т~ -40...- 150 *С 


», нА/В 


2П307А, ВП307(А, Е) 


2П307Б, НП307Б 

А 

І2П307Г,КП307(Г,Ж) 

\ 

\ 



> 

\ 

А 

к и^юв 


\ 

\ 

\ 


Лги . »"Сп 


Си, нВ- Г ц' 1 / 1 


О I 2 3 * Ч зи , В 

Зависимости крутизны 
характеристики от на- 
пряжения затвор — ис- 
ток 


, дЬ 


2 П 307 (А, Б, Г) 


НП307(Б,П^ Г 





^ * % ,Р 


/ 

/ 

/ с = 5 пА 
/= чао п Гц 



к ш 
— V 
















Зависимости активной 
составляющей выходной 
проводимости от напря- 
жения сток — исток 


р , дБ 


— 

2П307ІА, Б, Г 
КП307(Б, Г) 












V 

Кш 




О ы = Ю В , / ■ Ш Гц 






2П307(Б,Г) 
КП307(Б, Г) 








*/ СИ = ю в 

/ - 100 Гц 

— 




I 




5 10 15 ?0 / с , мА 

Зависимость ЭДС шума 
от тока стока 


*д,Р. дБ 


Ус м э Ю в 
/{ * 5 пЛ 

Т 


2 П 307 (А, Б. г). 


КП 307 ( 6, Г) 



О 5 10 15 20 і ! ѵл , В Ю 5 10 15 20 / с , мА ЮО 200 300 4003, /1Гц 


Зависимости коэффици 
ента шума и усиления 
от напряжении сток — 
исток 


Зависимости коэффици- 
ента шума и усиления 
от тока стока 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 


2П308А-1, 2П308Б-1, 2П308В-1, 2П308Г-1, 2П308Д-1, 
КП308А-1, КП308Б-1, КП308В-1, КП308Г-1, КП308Д-І 


Стон 


2П308(А-1-Д 
КП308(А 1- Д 
исток 


Транзисторы кремниевые эпи- 
таксиально-планарные, полевые с 
затвором на основе р-п перехода 
и каналом « типа. Предназначе- 
ны для применения в герметизи* 
рованиоГі аппаратуре во входных 
каскадах усилителен низкой ча- 
стоты и постоянного тока, в пе- 
реключающих устройствах и ком- 
мутаторах с высоким входным 
сопротивлением. Бескорпусные с 
гибкими выводами без кристалло- 
держателя и с защитным покрыти- 
ем Каждый транзистор упаковы- 
вается в сопроводительную тару, 
позволяющую производить изме- 
рение электрических параметром 

без их извлечения. Тип прибора указывается на сопроводительной таре 
Масса транзистора не более 0,005 г. 



и -- 

| І9-[ 

.1 




0,7 


Электрические параметры 

Электродвижущая сила шума при У си = 10 В, 1 ) ая - О 
ІГ ' кГц лля КП308А-1, КП308Б-І, КП308В-1, не более 
Кр>тизна характеристики при У С и = 10 В, У 3 „=0: 

/ = 4-25 С: 

2П308В-1’ 2П308Б -'- КП308А -1. КП308Б-І . . . 

КП308В-1 . • • • 

Т=+85°С, не менее: " “ * 

КП308А-1, КП308Б-І 

КП308В-1 . . 

Г =+ ЙПѴ С 2П308АІ >. 2П308Б-1," 2П308В-!,‘ нё мёнеё 
у=—ЬО С, не менее: 

клзсшв" V 2П308Б ' 1, 2П308В | . КП308А-1, КП308Б-1 

Івдтгаѵгк&д 1 ?. і » «**•• 

Напряжение отсечки при У 0Я =Ю В /с = 10 нА- 
2П308А-І, КП308А-1 ' 

2П308Б-1, КП308Б-1 
2П308В-1, КП308В-1 . ' ' 

2П308Г-1, КП308Г-1 . ' ‘ 

2П308Д-1, КП308Д-1 . . . 

Начальный ток стока при ІІпи = 10 
2П308А-1, КП308А-1 
2П308Б-1, КП308Б-1 ' ' 

2П308В-1, КП308В-1 . | ) 

Ток утечки затвора при У с и=0, С/пя--’іО В не яАп«»'- 
3 Г + 25 °С 2П308А-1, 2П308Й-1, 2П308В-1 2П308Г-І 
2П308Д- 1, КП308А-1, КП308Б-1 

КП308В-1 . . 

Г- + 8б*С КЛЗОвА-І, КГІ308Б-1,' КП308В-1 
2П308Д 5 1° С 2П308А ' 1, 2П308Б-І, 2ГІ308В-1, 2П308Г.І 

Ток утечки затвора' при Ѵ с .= 0,' [/** — 30 ВІ нё бёлее 
Активная составляющая выходной проводимости при 
иси—іѵ в, с/зн= 0 , не более: 

2П308А-1, КП308А-1 . 

2П308Б-1, 2П308В-1, КП308Б-І,' КП308В-І ' ' ' 

СопротивлевНие^сток- исток в открытом состоянии 'при 

Г='+25°С: ‘ И 

КП308Г-І 

КП308Д-1, не более 


3 , 


КП308Г-1, не 
КП308Д-1, не 


2П308Г-1, 

2П308Д.-1, 

Т= - 60 °С: 

2И308Г-І, 

2П308Д-І, 

Г=+85 в С: 

КП308Г-І . . , 

КП308Д-1 , . . 

Г= + 125 °С: 

2П308Г-І . . . , 

2П308Д-1 . . . 

Входная емкость при Ч с и - 
Выходная емкость при Ѵсн 
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более 

более 


10 В, У 3 и ■ 
= 10 В, У, а 


-0. не более 
-0, не более 


20 нВ/уГц 


1.. .4 мА/В 

2. . .5 мА/В 

2.. .6.6 мА/В 


0,6 мА/В 
1,2 мА/3 
0,5 мА/В 



20* нс 


20* нс 

0.2...1.2 В 
0,3... 1,8 В 
0.4...2.4 В 

1.. .6 В 

1.. .3 в 

0,4... 1,0 мА 

6.8.. . 1,6 мА 

1.4.. .3 мА 


1 нА 
6,5 нА 
60 нА 

I мкА 
10 мкА 


10 мкСм 
20 мкСм 


230... 250 Ом 
500 Ом 


250 Ом 
600 Ом 


400 Ом 
800 Ом 


500 Ом 
1000 Ом 
6 пФ 
2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток .... 

Напряжение затвор — сток .... 

Напряжение затвор — исток ... . і 

Постоянный ток стока 

Прямой ток затвора . ’ 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 при 7' = 60... + 25 °С 
Температура структуры 
Температура окружающей среды: 

2П308А-1, 2П308Б-1, 2П3033-1, 2П308Г-І, 2П308Д-І 
КП308А-І, КП308Б-1, КП308В-], КП308Г-І, КП308Д-1 


25 В 
30 В 
30 В 
20 мА 
5 мА 
60 мВт 
+ 140 °С 


—60...+ 125 “С 
-60 + 85 °С 


При Г>+2б в С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, мВт 
рассчитывается по формуле Р маяг — 60 — 0,Б(Г — 2в) . 


Пайка выводов допускается не ближе 10 мм от транзистора. При заливке 
транзисторов компаундами температура кристалла не должна превышать пре- 
дельно допустимую температуру окружающей среды. 


2П310А, 2П310Б 

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с изолирован- 
ным затвором н каналом л-типа. Предназначены для применения в приемно- 
передающих устройствах сверхвысокочастотного диапазона. Выпускаются в ме- 
таллостеклянном корпусе с гибкими выводами. На торцевую поверхность бал. 
лона каждого транзистора наносится красная точка. 

Масса транзистора не более 0.7 г 


Подложка 


гпзю(А, в) 




Электрические параметры 

Коэффициент шума не частоте /= 1 ГГц при У си = 5 В 
1с = 5 мА: 

2ПЗЮА 

2П310Б . . . . 

Коэффициент усиления по мощности на частоте /= I ГГц 
при Ос и“5 В. 1с- 5 мА 
типовое значение 

Крутизна характеристики при Оси = Ъ В, / 0 = 6 мА /= 
-50... 1500 Гц. 

Т=+25°С . 

типовое значение 

Г=-60°С 

типовое значение ... . 

Т= + 126 °С 

типовое значение . . . 

Начальный ток стока при Г/ 0Я “ 6 В, (Ди = 0: 

Г = + 25 °С 


5* . 6 дЬ 
5*.. 7* дБ 

Б*.., 7* дБ 
5.5* дБ 


3.. .6* нА/В 
4* мА/В 

1.5. . .6* мВ/В 
4,2* мА/В 
1,5. .4,7* мА/В 
3.5* мА/В 

0,35*.,.5 мА 
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Продолжение 


типовое значение 
Т = — 60 °С, не более 
Т=-И25°С, не более 
Остаточный ток Стока при У С и- 
типовое значение 
Ток утечки при Узи- — \0 В 
типовое значение 
Входная емкость при Уси = 5 
типовое значение 
Проходная емкость при (/си = 5 
типовое значение 
Выходная емкость при Уси = 5 
типовое значение 




0,1- мА 

15 мА 

8 мА 

В, С зи — 

-5 В 

1-...100 мкА 
10* мкА 
І0-«* . 3 нА 



1* и А 

У эи = 0 , 

/= 10 МГц . 

1,4* .2.5 пФ 
1,8* пФ 

і У зи = 0 , 

/= 10 МГц 

0.2*. ..0.5 пФ 



0,3* пФ 

Узи — — 1 

В, / = І0 МГц 

1.2*. ..2 пФ 

1,4* пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение 

сток — исток 

8 В 

Напряжение 

затвор — сток 

10 В 

Напряжение 

затвор — исток 

10 В 

Ток стока 


20 мА 

Постоянная 

рассеиваемая мощность при Г=» -60... + 25 °С 1 

80 мВт 

Температура 

окружающей среды 

— 60...+ 125 'С 


В диапазоне температур +25.. +125 "С мощность, мВт, рассчитывается но формуле 
' лая с *“80 — 0,55(7" — 25) 

Минимальное расстояние места изгиба выводов от корпуса транзистора 
3 мм, радиус изгиба не менее 1,5 мм. 

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 3 мм от корпуса. Пайку 
производить отключенным от сети паяльником мощностью не более 60 Вт. 
В момент пайки все выводы должны быть закорочены. 

При работе с транзисторами необходимо учитывать возможность их само- 
возбуждения как высокочастотных элементов и принимать меры к его устра- 
нению, а также принимать меры по их защите от статического электричества 


1 с ,мА 




О 2 4 <■ 8 4/ зи В 



О 5 ІО 15 20 І с нА 


Проходная характери- 
стика 


Зависимость крутизны Зависимость крутизны 

характеристики от на- характеристики от тока 

пряжения аятвор — шс- стока 

той 
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Ь 5 6 7 8 Г С .»А 


К ш 

8.8 

3.8 


3 Ь 5 8 7Ѵ Ы . в 


.ДВ 




гпзт 



ч 













/ с * 5 нА 
/ч ГГ и 

— 








Л/ИІ,»і» . Ох 




2 іи ю (а, е) 


800 













Ш 

т 




















о го во во во і с . пл 


Зависимость коэффици- 
ента шума от тока 
стока 


Зависимость коэффици- Зависимость сопротив- 

ента шума от напряже- леиия сток — исток в 
нив сток — исток открытом состоянии от 

тока стока 


Спи, П Ф 



гпзю(А.Б) 















/ с * 5 пА 
У* Ю НГц 










О 2 * 6 8 1/ си „В 


Сги. Л< Р 
О, 1 * 

0,3 

0.2 

0.1 

О 2 * 6 8(/ Си ,8 



гпзю(л.б) 




1 1 


\ 


/ с - а л а 

/» >0 л Гц 



\ 















Спя . п( Р 



2ПЗЮ(А.Б) 


т 




1 


/ с - 5 л А 

/*Ю МГц 















о г и - 6 в и сц . в 


Зависимость входной 
емкости от напряжения 
сток — исток 


Зависимость проход- 
ной емкости от напря- 
жения сток — исток 


Зависимость выходной 
емкости от напряжения 
сток — исток 


2П312А, 2П312Б, КП312А, КП312Б 


Транзисторы кремниевые эпитакси- 
ально-планарные полевые с затвором на 
основе р-п перехода и каналом л-типа. 
Предназначены для применения во 
входных усилительных н преобразова- 
тельных каскадах сверхвысокочастотно- 
го диапазона. Выпускаются в металло- 
керамическом корпусе с гибкими по- 
лосковыми выводами. Маркируются 
цветными точками: 2П312А— одной 
желтой; 2ПЗІ2Б — одной синей; 
КП312А — двумя желтыми; КПЗІ2Б — 
двумя синими. 

Масса транзистора не более 0.2 г. 


гпзп(А,б) 
кпт(А, 6) 



г 


Электрические параметры 

к °эффицие д нт шумадПри Уел =10 В, /=400 МГц: 

2П312Б, КП312Б | | | | | # | | ‘ * 

Коэффициент усиления по мощности при Ѵ С и= ’ 10 В, І с 
мА . / = 400 МГц, не менее 


= 0 


Крутизна характеристики при Ь с я=15 В й. 

“ Г. .10 кГц, не менее: 

Г=— 60 и +25 °С 2ПЗІ2А, КП312А 
2ПЗІ2Б, КП312Б . ' ' 

2тт 00 °2 С пз д ,2Б КП312А> КПЗ,2Б и г = + ' 125 ’ с 
2П312А, КПЗІ2А . . 

2П312Б, КП312Б 

Напряжение отсечки при У С и=15 В, / о =10 мкА- ’ 
2П312А, КП312А . 

2П312Б, КП312Б 

Начальный ток стока при У С и = І5 В, (}.. = о- ’ ' 

2П312А, КП312А зя ' 

2П312Б, КП312Б 

ТОК /і е - 60 'С ТВ ° Ра " РИ Узн = _І ° В - у «=0= не более: 
г=+25°с 

7 ’= + 100 °С для КП312А, КП312Б и Т 

2П312А, 2П312Б 

Активная составляющая 
Ѵси — 15 В, 1=1 кГц: 

КП312А . . . 


выходной 


= + 125 “С 
проводимости 


КП312Б 


Входная емкость при У С и=15 В 
Проходная емкость при У еи = 15 В 


для 

при 


дБ 

дБ 

2* дБ 


4 мА/В 
2 мА/В 


1.5 мА/В 
1 мА/В 

2*...3,5*...8 В 
0,8*...3,5*...6 В 

8.. .11*...25* мА 

1.5.. .3*...7* мА 

100 нА 
10 нА 

1 мкА 


10, 5* ...45*... 

130 мкСм 
10*...40*.„ 

ПО мкСм 
2*...2,4*...4 пФ 
0,5* ...0, 64*... 1 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение затвор — исток . . . . 

Напряжение затвор — сток . . . . 

Напряжение сток — исток . . . . 

Постоянный ток стока 
Постоянная рассеиваемая мощность 1 
Тепловое сопротивление переход — среда 
Температура структуры 
Температура окружающей среды: 


2П312А, КП312Б 
КП312А, КП312Б . . 


при 


Г = + 40 °С 


25 В 
25 В 
20 В 
25 мА 
100 мВт 
1 "С/м Вт 
+ 140 “С 


— 60...+ 125 °0 
-60... + 100 °С 


Примечание. Для приборов с /с.»«ч<5 мА измерение активной состав- 
ляющей выходной проводимости, входной и выходной емкостей, коэффициента 
шума производят при Уз*=0, для приборов с /е.»«,> 5 мА при / с = 5 мА. 


' При Г>-М0*С мощность, мВт, рассчитывается во 4)ормуле 
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і. мА/В 

5 
4 
3 

г 

і 

о го чо во во юо т,°с 
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и іи ш 0 

і 








^С,и»< ’ мА 



ѵ и а -і5в, ѵ ы -о 
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о го 40 60 во юо т/с 


Зависимости крутизны 
характеристики от тем- 
пературы 


Зависимости начально- 
го тока стока от темпе- 
ратуры 



0,76 1,6 2,26 3 0 зи , В 



О 2 4 6 в / с ,пА 


и ы (т)/и м (т-*гб'с) 




гПЗША.Б) 
кпзі г (А, Б) 
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о го 40 во во юот,°с 


Зона возможных поло- Зона возможных поло- 
жений проходной ха- жсниЛ зависимости кру 

рактеристпки тизны характеристики 

от тока стока 


Зона возможных поло- 
жений зависимос-ін на- 
пряжения зятпор — ис- 
ток от температуры 


У, мА/В 



2П312А , КП312Л 


/ 






/ 


2ПЗ/2Б 
КПЗ 12 Б 
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о^ ы **о 









О 6 10 ч си , в 



0,75 1,6 г,26 3,0 (,'зк, 0 


Те. ут . А 

ІО' 1 
ІО' 3 
10 '” 

10 '" 

ІО' 11 


-60-20 20 60 100 Т, °С 


гПЗП(А.Б) 
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$ 




л ч 

$ 




л> 




< 

= 0 

X 



к 

= 10 в 








Зависимости крутизны 
характеристики от на- 
пряжения сток — исток 


Зависимости начального 
тока стока от напряже- 
ния затвор — исток 


Зона возможных поло- 
жений зависимости тока 
утечки затвора от тем- 
пературы 


2П313А, 2П313Б, 2П313В, КП313А, КП313Б, КП313В 

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с изолированным 
затвором и каналом л-типа. Предназначены для применения в усилителях вы- 
сокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением. Выпускаются в 


341 


пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора 
корпусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 


указывается на 


гплз(А-в) 

КПЛЗ(А-В) 



Электрические параметры 


Максимальная рабочая частота 

Коэффициент шума при (/ С и = 15 В, / с = 5 мА, /=250 МГц 
для КПЗ 1 ЗА, КП313Б, КПЗ 13В, не более ... 
Коэффициент усиления по мощности при ІІ С я = 15 В / с = 
= 5 мА, /=250 МГц, для КП313А, КП313Б, КП313В, не 

менее 

Крутизна характеристики при Уся = 10 В, / с = 5 мА: 

2П313А, 2П313Б, 2Ш13В: 

Г=+25°С 

Г= + 85'С 


Г=— 60'С,- не более 

КП313А, КПЗ 1 ЗБ, КГІЗІЗВ при Г=+25°С . . . 

Напряжение затвор — исток при и с и = 10 В, / с = 5 мА- 

2П313А 

2П313Б 

2П313В ; 

КП313Л 

КП313Б ... . . . ' 

КП313В ... 

Напряжение отсечки при 1/ с и = 1 0 В, / с =10 мкА. не менее 
Ток утечки затвора при 1/ся=0, 1/ а я= 10 В, не более 
Входная емкость при 1/ С и = 10 В, ! С = Ъ мА 
2ПЗІЗА, 2П313Б, 2ПЗІЗВ 
типовое значение 

КПЗ 13 А, КП313Б. КП313В. не более 
Проходная емкость при 1/сл=Ю В, / е = 5 мА. 

2П313А, 2ПЗІЗБ, 2П313В 
типовое значение 

КПЗ 1 ЗА, КПЗ 1 ЗБ, КП» 13В, не более . . 


300* МГц 
7,5 дБ 


10 дБ 


6.. .10 мА/В 

От 1 до 0,6 значе- 
ния при Т = 

= + 25 “С 

1,5 значения при 
7= +25 °С 

4.5.. . 10,5 мА/В 

0,4... 1.5 В 

-0,6... + 0,6 в 

— 1,5... — 0.4 В 
0,3... 1.8 В 
-0,5... + 0.5 В 
—2...— 0,3 В 
6 В 
10 нА 

4,1*. ..6, 8 пФ 
4,8* пФ 
7 пФ 

0,3*. ..0, 8 пФ 
0,4* пФ 
0,9 пФ 
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Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток 15 в 

Напряжение затвор — сток . . 15 В 

Напряжение затвор — исток 10 В 

Ток стока . . . . . 15 мА 

Постоянная рассеиваемая мощнось: 

2П313А, 2П313Б. 2П313В при Г = -60... + 35 °С . 120 мВт 

7’= + 85°С . ... 80 мВт 

КП313А. КПЗ! ЗБ, КП313В при Г- — 45.., + 25 °С 75 мВт 

7’= + 85°С 40 мВт 

Температура окружающей среды: 

2П313А, 2П313Б, 2П313В -60 + 85°С 

КПЗ 1 ЗА, КПЗ 1 ЗБ. КПЗ I ЗВ . -45... + 85 “С 


При работе с транзисторами необходимо принимать меры по их защите 
от статического электричества. 

В нерабочем состоянии все выводы транзистора должны быть закорочены. 


нА/ 8 


2ПЗІЗ/А-В) 
КПЗ 13 (А -В) 
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■г -м-1 -0.5 о и іи , в 


Зависимости крутизны 
характеристики от тока 
стока 


Зависимости крутизны 
характеристики от на 
пряжения затвор ~ ис- 
ток 
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кпзізгл-п 













0 Ы Ч5В 
/ с - 5пА 

- - * » 



Зависимость крутизны 
характеристики от тем- 
пературы 


Зависимость коэффици- 
ент усиления от ча- 
стоты 


Зависимость коэффици- 
ент- ш>ма от частоты 


КП 314 А 


Транизстор кремниевый эпитаксиально-планарный полевой с затвором на 
основе р-л перехода и каналом л-тіша. Предназначен для применения в 
охлаждаемых каскадах предварительных усилителей устройств ядерной спектро- 


метрнн. Выпускается в металлостекляниом корпусе с гибкими выводами Тип 
прибора указывается на корпусе. ' 

Масса транзистора не более 0,5 г. 


НПЛЧЛ 


Стон 



Электрические параметры 
Максимальная рабочая частота, не менее 
Среднеквадратичный шумовой заряд при 0 С я = 5 В, / с = 
= 3 мА, !$г.р м — 5 мкс, не более: 

Т‘=+25°С 

7^ -ПО...- 140 °С 

Крутизна характеристики при {7 С я=10 В, І/ З л = 0, 1= 
= 50... 1500 Гц, не менее: 

Г= — 60 и +25 “С . . , 

г = + 85 °с ; ; ; ; • 

Начальный ток стока при {7ся=10 В, 1! 3 я-0 ! ! ’ 

Ток утечки затвора при і/ С и=0, не более- 
Ѵз я = -30 В, Г = + 25 °С . 

Уэя=-10 В, Г=+25°С 

г- +85 'с ; ; ; • • 

Входная емкость при Ч с и=Ю В, 1/ зи = 0, /= 10 МГц’ 

не более 

Проходная емкость при І / с я = 10 В, Из я=0, /= 10 МГц! 
не более 


100 МГц 


1,3- 10-" Кл 
0,85- 10- 17 Кл 


4 мА/В 
2 мА/В 
2, 5. ..20 мА 

10 мкА 
0,1 нА 
2 мкА 

6 пФ 

2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток при -60... + 85 “С 

-Напряжение затвор — сток, затвор — исток при Т = 
= — 60... + 85 °С . . ........ 

Постоянный ток стока при Т = - 60.. + 85 °С ". ". ! ! 

Прямой ток затвора при — 60... + 85 °С . . ! ! ! 

Постоянная рассеиваемая мощность >: 

при Т = — 60... + 25 °С .... 

при г=+85‘ , с . ; ; ; 

Температура окружающей среды 2 


25 В 

30 В 
20 мА 
5 мА 

200 мВт 
100 мВт 
-170... + 85 'С 


- 1 В диапазоне температур я 

^мапс —200— 1,06(7—25). 

1 Допускаются многократные 
а диапазоне температур —170...-+ 


5...+85*С мощность, мВт, рассчитыаается по формуле 

(н* менее 100) циклические охлаждения — нагреаания 
0 С со скоростью не более 10 *С в минуту 


КПС315А, КПС315Б 

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный полевой с затвором на 
основе р-п перехода и каналом л-типа сдвоенные. Предназначены для при- 
менения во входных каскадах дифференциальных усилителей низкой частоты 
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и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Выпускаются в метал- 
лостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на 
корпусе. 

Масса транзистора не более 1,5 г. 

КПСЗИ(А. Б) 




Электрические параметры 


Максимальная рабочая частота , 60 МГц 

Крутизна характеристики при Уся = 5 В, ІІ 3 я =0: 

КПС315А, не менее 2,8 мА/В 

КПСЗІ5Б 1...5 мА/В 

Отношение значений крутизны характеристики при Уся = 

= 10 В, и зи-0, не менее 0,9 

Разность напряжений затвор — исток при Уся = 5 В, / с = 

= 0,3 мА, не более: 

7=+25 с С 30 мВ 

7= + 100°С . . 32,25 мВ 

7 = — 60 ° 32,55 мВ 

Температурный уход разности напряжений затвор — исток 

при Ос и = 5 В, /с = 0,3 мА, не более 30 мкВ/"С 

Напряжение отсечки при <У С и = 5 В, / о =10 мкА: 

КПС315А ... 1...5 В 

КПСЗІ5Б .... 0,4.. .2 В 

Начальный ток стока при Уся = 10 В, И 3 я = 0 . . . 1 ...20 мА 

Отношение начальных токов стока при Ч с я=|0 В, С1эи = 0, 

не менее . 0,9 

Ток утечки затвора при Ус я=0, У эи = — 5 В, не более: 

7= +25 "С: 

КПС315А . , . 0.25 нА 

КПС315Б .... 1 нА 

7= + 100 °С КПС315А, КПСЗЧ5Б 100 нА 

Входная емкость прн У С и=10 В, У 3 я = 0. не более . 8 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение сток — ист»к 25 В 

Напряжение затвор — сток 30 В 

Напряжение затвор — исток 30 В 

Напряжение сток — подложка при напряжении затвор — 
подложка, равном нулю 30 В 

Прямой ток затвора каждого транзистора 1 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 обоих транзисторов 
при Т=— 60... + 25°С . 300 мВт 

Температура окружающей среды —60.. +100 'С 


' В диапазоне температур +25... + 100 в С мощность. мВт, рассчитывается во формуле 
— 300-2.6(7"— 25). 
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О -0,5-1 -1,5 -2 В 0 12 3 Щщ.В 



-0,5 


-і,о и ги , в 


Зависимости крутизны 
характеристики от на- 
пряжения затвор — ис- 
ток 


Зависимости крутизны 
характеристики от на- 
пряжения исток — под- 
ложка 


Зависимость крутизны 
характеристики от на- 
пряжения затвор — ис- 
ток 




Зависимости выходной 
проводимости от напря- 
жения затвор — исток 


Зависимости отношения 
тока стока к крутизне 
характеристики от на- 
пряжения затвор -- ис- 
ток 


Зона возможных поло- 
жений зависимости на- 
чального тока стока от 
крутизны характери- 
стики 


2ПС316А-1, 2ПС316Б-1, 2ПС316В-1, 2ПС316Г-1, 
КПС316Д-1, КПС316Е-1, КПС316Ж-1, КПС316И-1 


гпсзіб(А-і-г-і) 
кпсзіб(д і-и і) 



Транзисторы кремниевые эпитакси- 
ально-планарные полевые с затвором на 
основе р-п перехода и каналом п-типа 
сдвоенные. Предназначены для примене- 
ния во входных каскадах дифференци- 
альных усилителей, балансных схем раз- 
личного назначения с высоким входным 
сопротивлением герметизированной ап- 
паратуры. Бескорпусные с гибкими вы- 
водами н защитным покрытием без крн- 
сталлодержателя. Тип прибора указыва- 
ется на индивидуальной и групповой 
таре. 

Масса транзистора не более 3 мг. 
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Электрические параметры 

Крутизна характеристики каждого транзистора пары при 

1/с«=5 В, /е=0,3 мА. /=50.. .1500 Гц, не менее . . . 0,5 мА/В 

Разность напряжений затвор — исток при Оси = 5 В, /с = 

= 0,3 мА, не более: 

Г=+25'С 2ПС316А-1, 2ПС316Б-1, 2ПС316В-1, 

2ПС316Г-1, КПС316Д-1, КПС316Е-1, КПС316Ж-І, 


КПС316И-1 50 мВ 

Г=-60 и +85 “С КПС316Д-1, КПС316Е-1, 

КПС316Ж-І, КПС316И-І 60 мВ 

Температурный уход разности напряжений затвор — исток 
при Ѵси = Ъ В, /с = 0,3 мА, не более: 

2ПС316А-1 15 мкВ/'С 

2ПС316Б-1, 2ПС316В-І, 2ПС316Г-1 30 мкс/'С 

КПС316Д-1, КПС316Е-1, КПС316Ж-1, КПС316И1 . 40 мкВ/'С 

Напряжение отсечки каждого транзистора пары при ІІс и = 

=5 В, /<7=10 мкА: 

2ПС316А-1, 2ПС316Б-І 0.3...2 В 

КПС316Д-І, КПС316Е-1 0.3...2.2 В 

2ПС316В-1, КПС316Ж-1 1.3...4 В 

2ПС316Г1, КПС316И-1 2,5—6 В 

Ток утечки затвора каждого транзистора пары при С/ся~ 

“0, і/аи — Ъ В, не более: 

Г=+25 °С: 

2ПС316А-1 0,1 нА 

КПСЗІ6Д-1 .... 0,5 нА 

2ПС316Б-1, 2ПС316В- 1, 2ПС316Г -I, КПСЗІ6Е-1, 

КПС316Ж-І, КПС316И-І 1 нА 

Г= + 85'С КПСЗІ6Д-1, КПС316Е-1, КПС316Ж1, • 

КПС316И-1 ю мкА 

Г= + 125 'С 2ПС316А-1, 2ПС316Б-1, 2ПС316В-1, 

2ПС316Г-1 ... ......... 10 мкА 


Входная емкость каждого транзистора пары при 1/сн = 

= 10 В, Ѵзи — — 10 В, / = 10 МГц, не более 6 пФ 

Проходная емкость каждого транзистора пары при і/сн = 

= 10 В, О.?и= — 10 В, /=10 МГц, не более .... 2 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток каждого транзистора пары 
Напряжение затвор — сток, затвор — исток каждого тран- 
зистора пары ... . . 

Прямой ток затвора каждого транзистора пары 
Постоянная рассеиваемая мощность пары транзисторов: 
при Г = —60... +25 'С для 2ПС316А- 1, 2ПС316Б-1, 

2ПС316В-1, 2ПС316Г-1 и Г = -40... + 25 “С для 

КПС316Д-1, КПС316Е-1, КПС316Ж-1. КПС316И-1 
при Г = + 85 °С для КПС316Д-1, КПС316Е-1, 

КПС316Ж-1, КПС316И-1 ... 

при Г= + 125'С для 2ПС316А-1, 2ПС316Б-1, 

2ПСЗ 1 6 В- 1 , 2ПС316Г-1 1 
Температура окружающей среды: 

2ПС316А-1, 2ПС316Б- 1, 2ПС316В-1, 2ПСЗІ6Г-1 . 
КПС316Д-1. КПС316Е-1, КПСЗІ6Ж1, КПС316И-1 


25 В 

25 В 
1 мА 

60 мВт 

30 мВт 

10 мВт 

— 60...+ 125 'С 
—40... + 85 “С 


1 В диапазоне температур +25...+85 Х дл» КЛС316Д-І. КПСЗІ6Е-І. КПСЗІ6Ж-І. 
КПСЗІ6И-І и +35.. +125 ‘С дл» 2ПСЗІ6А1, 2ПС316Б-І. 2ПС316В1 ЗПСЗІОГ-І мощность. 
мВт, рассчитывается по формуле Р локс -60-0,5(7'-25) 


На вывод подложки рекомендуется подавать напряжение, равное напряже- 
нию на затворе. 


347 


ЗП320А-2, ЗП320Б-2 


зпзго(А-г, 5-г) 



Транзисторы полевые арсенид- 
галлиевые планарные с каналом 
л-типа и барьером Шотки сверхвы* 
сокочастотные усилительные с нор- 
мированным коэффициентом шума на 
частоте 8 ГГц. Предназначены для 
применения во входных и последую- 
щих каскадах малошумяг;и* усили- 
телей герметизированной радиопри- 
емной аппаратуры. Бескорпусные на 
керамическом кристаллодержателе с 
гибкими полосковыми выводами и 
керамической крышкой. На крышке 
находится условная маркировка цвет- 
ной точкой: для ЗП320А-2 — красной, 
для ЗП320Б-2 — зеленой. 

Масса транзистора не более 
0,2 г 


Электрические параметры 


Минимальный коэффициент шума при ІІси = 3 В, / = 8 ГГц, 
/с= 10 мА дли транзисторов с Іс.нач^М мА или (7зя= 0 
для транзисторов с Іс,нач<\0 мА: 

ЗП320А-2 

ЗП320Б-2 . .... 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
Иси = 3 В, / = 8 ГГц, /с= 10 мА для транзисторов с 
/с.хач^ 10 мА ИЛИ (/эя= 0 ДЛЯ ТрвНЗИСТОрОВ с /с.нач^ 10 мА 
Крутизна характеристики при ІІси = \.Ъ В, /с =15 мА для 
транзисторов с Іс.нач^ 15 мА или = 0 для транзисторов 

с /с ,нач ^ 15 мА . 

Ток утечки затвора при Нви = 2,б В: 

/ — + 25 °С 

Т=— 60 °С, не более 

Г=+85°С, нс более 

Входная емкость 

Проходная емкость 

Выходная емкость ...... ... 


3.2*. ..4*., .4.5 дБ 
4.5*...5*.„6 дБ 


3...5*...7* дБ 


6.. .0,5*., .16* мА/В 

0, 01*. ..0, 2*. ..20 мкА 

60 мкА 

80 мкА 

0.18* пФ 

0.15* нФ 

0,18* пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток 

при Т < + 50 °С .... . . 4 В 

при Г = +85°С ЗВ 

Напряжение затвор — исток 5 В 

Напряжение затвор — сток . 8 В 

Потенциал статического электричества . . . 30 В 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 : 

при 7'<+50°С . . 80 мВт 

при Г=+85°С 30 мВт 

Температура окружающей среды — 60... + 85°С 


1 В диапазоне температур от +10.. .+86 ‘С допустимые значения напряжения стоя — 
исток и рассеиваемой мощности снижаются линейно. 
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Допускается однократный нэгиб выводов не ближе 1 мм от кристаллодер- 
жателя с радиусом закругления не менее 1,5 мм. 

Минимально допустимое, расстояние от места пайки выводов до кристалло- 
держателя 2 мм при температуре пайкн +150±10*С. Допускается пайка выво- 
Р асстоянии 1 мм от кристаллодержателя при температуре не выше 
+ 150 длительности не более 3 с и отводе теплоты от вывода между ме- 
стом пайки и кристаллодержателем. 


/, пА 



Зон* возможных поло- 
жения проходной ха- 
рактеристики 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости кру- 
тизны характеристики 
от напряжения эотвор — 
исток 



20 30 40 50 60 7 ОТ* С 


Зона возможных поло- 
жений зависимости кру- 
тизны характеристики 
от температуры 
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^зпзго(л-г,Б-2 ) 


2 2,5 3 15 4 (/ см . В 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента шума от 
напряжения сток — ис- 
ток 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента шума от 
напряжения сток — ис- 
ток 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента усилении оі 
напряжения сток — ис- 
ток 
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Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента шума от 
частоты 


Зона возможных поло- 
жений зависимости ко- 
эффициента усиления от 
частоты 
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Транзистор полевой арсенид- 
галлиевый планарный ионно-леги- 
рованный с каналом л-тнпа и 
барьером Шотки сверхвысокочас- 
тотный усилительный с нормиро- 
ванным коэффициентом шума на 
частоте 8 ГГц. Предназначен для 
применения во входных и после- 
дующих каскадах малошумящих 
усилителей герметизированной ра- 
диоприемной аппаратуры. Бескор- 
пусный на керамическом кристал- 
лодержателе с гибкими полоско- 
выми выводами и керамической 
крышкой. Тип прибора указы- 
вается в этикетке. 

Масса транзистора не более 
0,15 г. 


параметры 


Минимальный коэффициент шума при 6'си = 2 В, /с = 8 мА, 

/ = 8 ГГц, не более 3,5 дБ 

типовое значение ... . . . 2,8" *Б 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 

Уси=2 В, /е= 8 мА, /=8 ГГц, не менее 3,5 дБ 

типовое значение 6,3* дБ 

Крутизна характеристики при Уси=2 В, / с = 8 мА, / = 

= 5 МГц, не менее .5 мА/В 

типовое значение 16* мА/В 

Напряжение отсечки при Уси = 2,5 В, / с =0,1 мА . . 1.5*...3*...4.5* В 

Ток утечки затвора при 1>зи = 2,5 В, не более: 

Г=. -60 и +25 “С 1 мкА 

Т — +70 °С 10 мкА 

Коэффициент отражения входной цепи транзистора в схе- 
ме ОИ при Уся=2,5 В, /с= 10 мА, /= 8 ГГц: 

модуль —4* дБ 

фаза —150** 

Коэффициент обратной передачи напряжения транзистора 
в схеме ОИ при Оси = 2,5 В, /с=10 мА, ^=8 ГГц: 

модуль . . —17* дБ 

фаза . ... 84°* 

Коэффициент прямой передачи напряжения транзистора в 
схеме ОИ при Уса = 2,5 В, /с=10 мА, 1 = 8 ГГц: 

модуль 3* дБ 

фаза . . . . .... . 60** 

Коэффициент отражения выходной цепи транзистора в 
схеме ОИ при Уся=2,5 В, /с=Ю мА, / = 8 ГГц: 

модуль . —4,5* дБ 

фаза —82** 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток . . ... 

Напряжение затвор — исток ... . ... 

Напряжение затвор — сток . . 


3 В 

3 В 

4 В 
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Продолжение 

Потенциал статического электричества 
Постоянная рассеиваемая мощность 
Температура окружающей среды 


10 В 
30 мВт 
-60... + 70 6 С 


Допускается однократный изгиб выводов не 
ближе I мм от кристаллодержателя с радиусом 
закругления не менее 1,5 мм. 

Минимально допустимое расстояние от места 
пайки выводов до кристаллодержателя 2 мм при 
температуре пайки + 240±10°С и длительности 
не более 3 с. Допускается пайка выводов па 
расстоянии 1 мм от крнсталлодержателя при тем- 
пературе не выше + 150°С, длительности не бо- 
лее 3 с и отводе теплоты от вывода между ме- 
стом панки и крнсталлодержателем. 


К/ К (В ГГц) 



В 6,5 7 7,5 в/, ГГц 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 



о 0,5 1 1,5 2 (/ Зи , В 


Проходная характери- 
стика 



0 2,5 5 7,5 Ю І С .НА 


Зависимость крутизны 
характеристикъ от тока 
стока 


8 /5 (ЗВ) 



О 0,5 1 1,5 2 Ѵ^,В 


Зависимость крутизны 
характеристики от на- 
пряжения сток — исток 


К/ К (2 В) 



о 0,5 і 1.5 ги^.в 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от напряжения сток — 
исток 



О 0,5 1 1,5 2 д 


Зависимость крутизны 
характеристики от на- 
пряжения затвор — ис- 
ток 


К/К (8 нА) 



О 2,5 5 7,5 10 / с , нА 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
•т тока стока 
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2П322А, КП322А 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с двумя затво- 
рами на основе р-л перехода и каналом я-типа. Предназначены для приме- 
нения в усилительных и смес'йтельных каскадах на частотах до 400 МГц. Вы- 
пускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора ука- 
зывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 1,3 г. 

гпзггл, кпзггл 



Коэффициент шума: 

при 1 = 250 МГц, 6/ся=І5 В. ІУзіи и 6/ 3 2 и выбираются 
из условия достижения наибольшей крутизны . . 3,3*..,4*...6 дБ 

при / = 400 МГц, Уси=15 В, 6 / 3 | В и і>зги выбираются 
из условия достижения наибольшей крутизны 9*...9,7*...1 1* дБ 

Крутизна характеристики по первому затвору при 13 с и - 
= 10 В, 6 /зщ = 6 /з 2 В = 0: 


2П322А . 
КП322А . 


4.. .5.7*,.,6,3* мА/В 

3.2.. .5. 7* . 

6,3* мА/В 


Напряжение отсечки по первому затвору при ІІс и = 10 В, 
б/зхя 3 * 3 0, /с= 10 мкА: 

Г=+25 °С: 

2П322А 

КП322А 

Г=-60°С Щ322А 

^ = — 40 °С КП322А 

7’= -1- 125 °С 2П322А 

Г = + 85 °С КП322А . . . . 

Напряжение отсечки по второму затвору при ІІс и =10 В, 
с'эія = 0, /с= Ю мкА: 

7= +25 °С: 

2П322А 

КП322А 

Г=- 60*0 2П322А, не более 

Г=-40 °С КП322А, не более 

Т = + 125 °С 2П322А, не более 

Г= + 85°С КП32’2А. не более 

Начальный ток стока при Уся=!0 В, Узія = 6 /з 2 В =0 
Ток утечки затворов (суммарный) при С ся = 0, ІЗз ія = 
= 6 / 320 = — 10 В: 

Г = + 25 °С: 

2П322А 


2.5.. .5.5*...12 В 

2. 2. . .5. 5*. „12 В 

2.. .10 В 
2. .10 В 

2.5.. . 1 0 В 

2.2.. . 10 В 


7,3*„.11,7*..,20 В 
7,3* ... 1 1 ,7*...22 В 
20 В 
22 В 
22 В 
24 В • 

5*... 16*. ..42* мА 


0, 032*. ..0, 24*.., 
10 нА 
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КП322А . ... 

Г= + І25 < ’С 2П322А, не более 

7"=+85 < ’С КП322А, не более 
Входная емкость по первому затвору при І1си = 10 В, 

Паіи = — 2,5 В, С/зти= 0 

Проходная емкость по первому затвору при Чей =10 В. 
Іішіи—— 2,5 В, (1аіи=0 . . ....... 

Предельные аксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток ... 

Напряжение первый (второй) затвор— сток .... 
Напряжение первый (второй) затвор — исток 
Примой ток первого (второго) затвора ..... 
Постоянная рассеиваемая мощность 1 при 7’^+25‘ , С . . 

Температура окружающей среды: 

2П322А 

КП322А 


Продолжение 

0,032*. ..0, 24*... 

100 нА 
10 мкА 
100 мкА 

3,5*...4;5*.„6 пФ 

0,03 * ...0,05“ ...0.2 пФ 


20 В 
25 В 
20 В 
I мА 
200 мВт 

-60...+ 125*С 
—40... + 85 ”С 


' В диапазоне температур +25 . +85 *С для КП322А и +25... + І25*С для 2П322А 
мощность, мВт. рассчитывается по формуле р макв - 2 00- 1.6(7* — 26). 

При эксплуатации транзисторов вывод подложки рекомендуется соединять 
с истоком. 

Пайку выводов рекомендуется производить не ближе 3 мм от корпуса 
транзистора при температуре +235... + 270 °С. 
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Выходные характери- 
стики 


Выходные характери- 
стики 


Зависимости тока стока 
от напряжения второй 
затвор — исток 


І{, нА нА/В 



8,. нА/В 



гпзггл, КП 322 А 
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Проходные характеристики 


Зависимости крутизны 
характеристики оо пер- 
вому затвору от на- 
пряжения сток — исток 


Зависимости крутизны 
характеристики по пер- 
вому затвору от напря- 
жения сток — исток 


12-307 
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2 П 322 А , КЛ 322 А 
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МО 250 300 350 /, ПГц 


Зависимости крутизны 
характеристики по пер- 
вому затвору от напря- 
жения затвор — исток 


Зависимости крутизны Зависимость коэффициента шу- 
характеристики по изо* ма от частоты 

рому затвору от напря- 
жения затвор — исток 


5 г ,мА/В 


2 П 322 А, АП 322 А 
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Зависимости крутизны характеристики по 
второму затвору от напряжения затвор — 
исток 


КП32ЭА-2 КП323Б-2 
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Транзисторы кремниевые эпитаксиаль- 
но-планарные полевые с затвором на ос- 
нове р-п перехола и каналом п-тнпа. 
Предназначены для применения во вход- 
ных каскадах ыалошумящих предвари- 
тельных усилителей низкой и высокой 
(до 400 МГц) частот (в том числе ох- 
лаждаемых до температуры жидкого 
азота). Бескорпусные на керамическом 
кристаллодёржателе с гибкими полос- 
ковыми выводами и приклеиваемой ке- 
рамической крышкой. Тип прибора ука- 
зывается в этикетке. На крышке транзи- 
стора наносится условная маркировка: 
знак -(-черной красной для КП323А-2 и 
синей для КП323Б-2. 

Масса транзистора не более 0,15 г 
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Электрические параметры 


Максимальная рабочая частота . . 400* МГц 

Электродвижущая сила шума <ри /= 1 кГц. Ѵся—Ь В. 

/с=5 мА для приборов с 1см *> 5 мА и И,я**0 для при- _ 

боров с 7с,н.«<5 мА . . 3*...4*...5 нВ/)Тц 

Крутизна характеристики при 1/ с * = 10 В. Ч а я = 0. /- 
-= І...І0 кГц: 

при Г=+25*С 4...4.5*._5,8* мА/В 

при Т=— 60 °С. не меиее 4 нА/В 

при Г=+70*С, не менее 1.5 мА/В 

Напряжение отсечки при Ѵ с я «■ 10 В, /е = 10 мкА . . . 0,74*...2*...6 В 

Начальный ток стока при Ус*=10 В. .... 3*...6*...12 мА 

Ток утечки затвора при Ч ся=0, Ѵ а я ~*- 10 В: 

КП323А-2 . . 3.5- 10 — * 20- 10-*.. 

0,1 нА 

КП323Б-2, яе более 1 нА 

Входная емкость ори /=10 МГц, Ч С я = 10 В. Чгя = — 1 В 2*...2,5*...4 пФ 
Проходная емкость при /=10 МГц, 11 с н=10В, Ч ая --1В 0,5*...0 8*... 1,2 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток 20 В 

Напряжение затвор — сток 25 В 

Напряжение затвор — исток 25 В 

Постоянный ток стока 12 мА 

Прямой ток затвора . . 5 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность ь 

при Т =- — 60-.+25 ”С . . .. 100 мВт 

при Г— + 70 ^ ... 60 мВт 

Температура окружающей среды’ . . . . . — 60...+70°С 


В диапазоне температур +25... + 70 Х мощность снижается линейно. 

1 Допускается неоднократное охлаждение транзисторов до температуры жидкого 
азота при времени охлаждения не менее 2 я. 


Пайка выводов допускается в течение 3 с не 
ближе 2 мм от кристаллодержателя при температу- 
ре не более +260°С и не ближе 0,2 мм при темпе- 
ратуре не более +160°С 
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Выходные характера* 
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Зона возможных положений 
проходной характеристики 



о 5 10 15 гоі/а.в 


Зона возможных поло- 
жений зависимости кру- 
тизны характеристики 
ох напряжения сток — 

исток 
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Транзисторы полевые арсевид- 
галлиевые планарные с каналом 
п-тнпа и барьером Шотхи сверхвысо- 
кочастотные усилительные с норми- 
рованным коэффициентом шума на 
частоте 12 ГГц. Предназначены для 
применения во входных и последую- 
щих каскадах малошумящцх усили- 
телей герметизированной радиопри- 
емной аппаратуры. Бескорпускые на 
керамическом кристаллодержателе с 
гибкими полосковыми выводами и 
керамической крышкой. На крышке 
наносится условная маркировка цвет- 
ной точкой: для ЗП324А-2 — красной, 
для ЗП324Б-2 — синей. 

Масса транзистора не более 0,2 г. 


Электрические параметры 


Минимальный коэффициент шума при Ѵсп = 2 В. / с -5 мА 
для транзисторов с / с .н«>5 мА или Ѵ яя =0 для транзи- 
сторов с /«•.«., <5 мА: 

ЗП324А-2 при /= 12 ГГц 
ЗП324Б-2 при \= 12 ГГц 
ЗП324А-2 при /= 8 ГГц 
ЗП-324Б-2 при 1=8 ГГц 


2.5* ..З.ЗѴЗ.5 дБ 
3,5*...4,9*...5 дБ 
1,9*...2,7*...3 дБ 
3*...3,5*...4* дБ 
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Продолжение 


Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
Ѵ С и = 3 В, Іс = 5 мА, для транзисторов с 7с, „«,>5 мА или 
7/зи = 0 для транзисторов с /с.«а.<5 мА: 

/=12 ГГц . . . .... 

/ = 8 ГГц . . . 

Крутизна характеристики при 1/ся = 1,5 В, /с=10 мА для 
транзисторов с /с,«оч>10 мА или ІЛш = 0 для транзисто- 
ров с Іс,нач< 10 мА 

Ток утечки затвора при 1/зя = 2,5 В: 

Г=+25*С . . . . 

Г = —60 и + 125 °С, не более 

Коэффициент отражения входной цепи транзистора в схе- 
ме ОИ при Чси=3 В, /с= 5 мА (или 77дя = 0 при /с,квч<С 
<5 мА), I = 12 ГГц: 

модуль . 

фаза . . 

Коэффициент обратной передачи напряжения транзистора 
в схеме ОИ при ІІс я=3 В, /с = 5 мА (или 7/зи=0 при 
/с.ка,^5 мА), /=12 ГГц: 

модуль . . . . 

фаза 

Коэффициент прямой передачи напряжения транзистора 
в схеме ОИ при Чси = 3 В, /с = 5 мА (или {7зя=0 при 
/ С.нач <5 мА), /= 12 ГГц: 

модуль . . . . . . . • . 

фаза 

Коэффициент отражения выходной цепи транзистора в 
схеме ОИ при Ѵси =* 3 В, /с = 5 мА (или (/зя=0 при 
/с.нач <5 мА), /= 12 ГГц: 

модуль 

фаза , 


б.бѴ.в* дБ 
7Ѵ.8-..9* дБ 


5,7*.,. 10* мА/В 

0.б01*...0,2*.„ 
20 мкА 
100 мкА 


0,43* 

125’* 


0 , 01 * 

- 160”* 


1 , 6 * 

155"* 


0.4* 

-НО'* 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток . , 

Напряжение затвор — исток ... 

Напряжение затвор — сток . . 

Потенциал статического электричества . . . 

Постоянная рассеиваемая мощность ': 

при Г < +40 °С ... 

при Г = + 125 ”С . 

Температура окружающей среды 


■ В диапазоне температур +40... + 1*5 *С допустимое значение 
сти снижается линейно. 


Допускается однократный изгиб выводов не ближе I мм от кристаллодер- 
жателя с радиусом закругления не менее 1.5 мм. 

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до кристалло* 
держателя 1мм при температуре пайки не выше + 260 °С и длительности не бо- 
лее 3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 0.2 мм от кристаллодержа- 
теля при температуре не выше +160°С. Пайка на этом расстоянии при более 
высокой температуре допускается, если температура места соединения вывода 
с кристаллодержателем не превышает +150°С. 


4 В 

5 В 
8 В 

30 В 

60 мВт 
15 мВт 
-60... + 125*0 


рассеиваемой мощно- 
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/ с пА 



о і г з * ѵ„ е 


Зона возможных поло- 
жений зависимости про- 
ходной характеристики 



О 10 20 30 40 І с .пА 


Зоя* возможных поло- 
жений зависимости кру- 
тизны характеристики 
от тока стока 



Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от напряжения сток — 
исток 



ю 

0 

1 
и 

г 

О 5 10 15 20 І с , пА 



О 2,5 5 7,5 10 У, ГГц 



Зависимости коэффици- 
ентов шума я усиления 
от напряжения затвор — 
исток 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от тока стока 


Зависимости коэффици- 
ента шума от частоты 


ЗП325А-2. АП325А-2 

02,15 



ЗП325А-2, АП325А-2 

Транзисторы полевые арсенид- 
галлиевые планарные с каналом 
п-тнпа я барьером Шоткн сверхвы- 
сокочастотиые усилительные с нор- 
мированным коэффициентом шума на 
частоте 8 ГГц. Предназначены для 
прнмеяеняя во входных и последую- 
щих каскадах малошумящих усили- 
телей герметизированной радиопри- 
емной аппаратуры. Бескорпусные 
на керамическом кристаллодержате- 
ле с гибкими полосковыми выводами 
н керамической крышкой. Тип прибо- 
ра укіэыіаетса в зтикетке. На крыш- 
ке наносится условная маркиров- 
ка: ЗП325А-2 — черная полоска; 

АП325А-2 — черная полоска с черной 
точкой над ней. 

Масса транзистора вс более 
0.08 г. 


888 


Электрические параметры 


Минимальный коэффициент шума при (/си = 1.5 В, с = 

= 5 мА. /=8 ГГц. не более . .... 2 гБ 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
Чси = \,5 В, /е= 5 мА, / = 8 ГГц, не менее: 

ЗП325А-2 .... .... 5 дБ 

АП025А-2 4.5 дБ 

Порог перегрузки транзистора при 0си = \,5 В. / с = 5 мА, 

/= 8 ГГц, не более ... . 6* мВт 

Крутизна характеристики при Ѵси= 1,5 В, /с= 10 мА, не 
менее: 

ЗП325А-2 8 мА В 

АП325А-2 . 5 мА В 

Напряжение отсечки при Чей = 1.5 В, /с=0,1 мА. не более 4* В 
Ток -утечки затвора при І/ін -- 2.5 В, не более: 

Г = + 25 *С ... 1 мкА 

Г = + 85 °С ЗП325А-2 10 мкА 

Г= + 70 °С АП 325 А -2 ... .30 мкА 

Г=-60°С ЗП325А-2 . , 1 мкА 

Г=- 60 °С АП325А-2 ... 3 мкА 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток: 

ЗП325А-2 . . . . . . . . 2.5 В 

АП325А-2 -2 В 

Напряжение затвор — исток: 

ЗП325А-2 ... . . . 3.5 В 

АП325А-2 . . 4.5 В 

Напряжение затвор — сток: 

ЗП325А-2 . . . ... . 5 В 

АП325А-2 . . 6 В 

Потенциал статического электричества .... 10 В 

Постоянная рассеиваемая мощность . . 25 мВт 

Непрерывная СВЧ мощность, падающая на вход транзи- 
стора . . 150* мВт 

Температура окружающей среды 

ЗГІ325А-2 . . -00 +85*С 

ЛП325Л-2 . . -60 4-70 "С 


Допускается однократный изгиб вьтодов не ближе 1 мм от крнсталлодер- 
жатели с радиусом закругления не менее 1,5 мм. 



-з -г.і -г -1.5 ■! и ы .$ о г * в ві с .пл 


К/К (5 мА) 

1.1 
1.0 
0.9 
0,0 
0,1 

0 1*60 іс.лА 


л 



У 




'У' 



/ 


ЗП325А-2 


/ 


і.ЗШ 

У'ІГГц 



А 






Проходная характери- 
стика 


Зависимость крутизны 
характеристики от тока 
стока 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиленна 
•т тока стока 
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Минимально допустимое расстонние от места пайки выводов до кристалло- 
держателя 1 мм при температуре пайки + 235±5°С и длительности не более 
3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 0,5 мм от кристаллодержателя 
при емпературе не выше +150Х и длительности не более 3 с. 


6/6(1, ЗВ) 




К/К(25’С) 



-10-30 0 30 КО Т.'В 


Зависимости коэффици- 
еятов шума я усиления 
от напряжения сток — 
исток 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от частоты 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
от температуры 


ЗП326А-2, ЗП326Б-2 


зпз 2 В(л-г, 6-г) 
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Транзисторы полевые арсенидгал- 
лиевые планарные ионно-легированные 
с каналом л-типа и барьером Шотки 
сверхвысокочастотные усилительные с 
нормированным коэффициентом шума на 
частоте 17,4 ГГц. Предназначены для 
применения во входных и последующих 
каскадах малошумящих усилителей гер- 
метизированной радиоприемной аппара- 
туры. Бескорпусные на керамическом 
кристаллодержателе с гибкими полоско- 
выми выводами и металлостеклянной 
крышкой. На ножке ЗП326Б-2 наносит- 
ся условная маркировка черной точкой; 
на транзисторе ЗП326А-2 условная мар- 
кировка не наносится. 

Масса транзистора не более 0,1 г. 


Электрические параметры 

Минимальный коэффициент шума при У с я = 2 В, / с -8 мА, 
/—17,4 ГГц, не более: 

ЗП326А-2 

ЗП326Б-2 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
Уси = 2 В, /с = 8 мА, /—17,4 ГГц, не менее 
Порог перегрузки транзистора при Ус и-2 В, / с = 8 мА, 
/—15 ГГц, не более 

Крутизна характеристики при У С я-2 В, / с = 8 мА, /- 
— 5 МГц, не менее 

Напряжение отсечки при Ус я -2,5 В, / е - 0,1 мА 
Ток утечки затвора при Узи-2.5 В, не более: 

Г- -60 и +25 *С .... 

Г— + 85 °С . 


4.5 дБ 

5.5 дБ 

3 дБ 

12,5* мВт 

8 * мА/В 
1*...2,5*...4* В 

5 мкА 
50 мкА 
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Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток 
Напряжение затвор — исток 
Напряжение затвор — сток 
Потенциал статического электричества 
Постоянная рассеиваемая мощность 

Непрерывная СВЧ мощность, падающая на вход транзи- 
стора . 

Температура окружающей среды 


2.5 В 
4 В 

5.5 В 
10 В 
30 мВт 

200* мВт 
-60... + 85 °С 


В случае питания от двух источников следует подавать напряжение снача- 
ла на вывод затвора, а затем на вывод стока. Выключение производить в об- 
ратной последовательности. 

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до крнстал- 
лодержателя 1 мм при температуре пайки +200±10°С и длительности не Со- 
лее 3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 0.2 мм от кристаллодсржа- 
теля при температуре не выше + 150 в С и длительности не более 15 с. Допуска- 
ется повторная пайка транзисторов. 



О 0,5 1 1,5 г У*, в 


Проходная характери- 
стика 


5/5 (ТВ) 



0 Ц5 1 1,5 2 Усы, В 


Зависимость крутизны 
характеристики от на- 
пряжения сток — исток 


5/5(0 ) 



0 Ц5 I 1.5 гі/ ы .в 


Зависимость крутизны 
характерис гики от на- 
пряжения затвор — исток 
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Зависимость крутизны 
характеристики от тока 
стока 


0 0,5 1 1,5 г в 

Зависимость коэффици- 
ента шума от напряже- 
ния сток — исток 



0,5 1 1,5 2 В 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от на- 
пряжения сток — исток 
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К/ К (ІпА) 


к/к(і*т,) 



О ♦ в >2 К / е , пА 
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Зависимость коэффици- 
ентов шума и усиления 
оі тока стока 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиленна 
от частоты 


КП327А, КП327Б 


Транзисторы кремниевые планарные полевые с двумя изолированными за- 
творами, защищенными диодами, и каналом л-типа. Предназначены для при- 
менения в селекторах каналов телевизионных приемников дециметрового и мет- 
рового диапазонов длин волн и усилителях Выпускаются в пластмассовом кор- 
пусе с гибкими полосковыми выводами. Маркируются цветными точками: 
КП327А — одной белой: КП327Б — двумя белыми. 

Масса транзистора не более 0,3 г. 


КП 327 (А, Б) 



Электрические параметры 


Коэффициент шума при Ѵ С н = 
— 10 мА, ие более: 

7-800 МГц КП327А . . 

7—250 МГц КП327Б . , 


+ 10 В, О пн — + 4 В, /с — 


4,5 дБ 
3 дБ 
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Продолжение 


Коэффициент усиления по мощности при Уся = + 10 В, 

Уа»и = +4 В, /с= 10 мА, не менее: 

/ = 800 МГц КП327А 12 дБ 

/ = 250 МГц КП327Б 18 дБ 

Крутизна характеристики при Уся = + 10 В, Уэ 2 я = + 4 В, 

1с =10 мА, не менее: 

7 = +25°С . 11 мА/В 

Г=— 45 и + 85 *С . . 9 мА/В 

Напряжение отсечки по первому затвору при Уси” + М В, 

Уэ а я = +4 В, /е = 20 мкА, не более 2,7 В 

Падение напряжения на защитных диодах первого затвора 
при Пси = Чззя =0, /яі = 10 мА . ±6.. .±20 В 

Начальный ток стока при Уся— + 10 В, Уля=0, Уэ!я” 

= + 4 В, не более: 

Г- + 25 "С 10 мА 

Т= -45 и +85 °С . 15 мА 

Ток утечки первого затвора прц Уел” Удаи = 0, Уля” 

= ±5 В, не более 50 нА 

Емкость входная при Уся = + 10 В. Уд а я”+4 В, У ля = 0, 

/= 10 МГц, не более 2,5 пФ 

Емкость проходная при Уси = + 10 В, Уззя=+4 В, 

Уэія = 0, /=10 МГц, не более 0,04 пФ 

Электрические параметры по второму затвору 

Напряжение отсечки по второму затвору при Ус и” + Ю В, 

Уэіи = 0, /с = 20 мкА, не более 2,7 В 

Падение напряжения на защитных диодах второго затвора 

при Уся = Узія 5 =0, /зз= 10 нА...±6 В . .... ±20 В 

Ток утечхи второго затвора при Уея”Узія=0, Чзі я = 

= ±5 В, не более ... . . 50 нА 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток . . . . . 18 В 

Напряжение первый (второй) затвор — сток .... 21 В 

Напряжение первый (второй) затвор — исток . . . ±6 В 

Прямой ток первого (второго) затвора 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 при Г=— 45._ + 60*С 200 мВт 

Температура окружающей среды . . . — 45... + 85“С 


В диапазоне температур +60... + 85 *С мощность снижается линейно иа 4 мВтГС. 




Выходные характер»- Выходные харантеря- Выходные характери- 
стики стнкн «тики 
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Изгиб выводов допускается не ближе 0,5 мм. Пайка выводов допускается 
не ближе 1 мм от корпуса при температуре + 260 ±5°С в течение 3 с. 

Допускается использование транзисторов КП327А на частотах более 
800 МГц, а транзисторов КП327Б — более 250 МГц. 
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Зависимости крутизны характеристики от 
тока стока 
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стики от напряжения эатвор — 
исток 


^Л, Р. опт» К ш , пии * № 



о п о в о ю ігі с ,нА 


Зависимости коэффициентов 
шуМа и усиления от тока 
стока 


364 



Ѵ«" 

14 

ю 
6 
г 

- 2-1 о $ г з чи^ь 



^ц/, вот • * ш . ли* » 

18 
14 
10 
6 
2 

200 400 600 000 1000 1200/, Щ 



та 

~МЛ7(А,Е) 
И" • ю в 



»),«••* а 

р ' Ю "А 


і 

V---- 

иг:: 

з: 


Зависимости коэффициентов 
шума и усилении от напря- 
жения затвор — исток 


Зависимости коэффици- 
ентов шума я усиления 
от частоты 


ЗП328А-2, АП328А-2 


Транзисторы полевые арсенидгаллневые 
планарные двухзатворные с каналом л-ти 
ла и барьером Шоткн сверхвысокочастот- 
ные усилительные с нормированным коэф- 
фициентом шума на частоте 8 ГГц. Пред- 
назначены для применения во входных и 
последующих каскадах малошумящих уси- 
лителей герметизированной радиоприемной 
аппаратуры. Бескорпусные на керамиче- 
ском крнсталлодержателе с гибкими полос- 
ковыми выводами и керамической крышкой. 
Тип прибора указывается в этикетке. 
У транзистора ЗП328А-2 на крышке нано- 
сится условная маркировка черной точкой. 

Масса транзистора не более 0.1 г. 


ЗП328А-2. АЛ328Л-2 
42,13 



Электрические параметры 


Минимальный коэффициент шума при Ѵся ш А В, Ч эан = 0, 
/е= 8 мА, не более: 

1 = 8 ГГц ЗП328А-2 

/= 8 ГГц АП328А-2 

/= 1 ГГц ЗП328А-2 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
В, І/зиг^О, /с — 8 мА: 

/ = 8 ГГц ЗП328А-2, не менее 

типовое значение 

1=8 ГГц АП328А-2, не менее ... . 

/=1 ГГц ЗП328А-2, не менее .... 

Порог перегрузки транзистора при Ѵс я-=4 В. Чзів = 0, 
/с- 8 мА, 1=8 ГГц, не более 

Крутизна характеристики по первому затвору при і)ся = 
= 4 В, Уэ 2 и = 0, Іс = 8 мА, не менее: 

ЗП328А-2 

АП328А-2 


3.5 дБ 

4.5 дБ 

1,4* дБ 


10 дБ 
12* дБ 
9 дБ 
15* дБ 


6* мВт 


28 мА/В 
27 мА/В 
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Продолжение 


Крутизна характеристики по второму затвору при и с 

= 4 В, Узія=0, /с=8 мА, не менее 

Напряжение отсечки по первому затвору при 


Уззя=0, /с -0,1 мА, не более 
Ток утечки первого затвора при Уз, и = 2.5 В 

Г = + 25 °С 

Г=-60"С ЗП328А-2 
7'= + 85°С ЗП328А-2 .... 

Ток утечки второго затвора при Уззи = 2,5 
+25 “С . . . 

Г = _60 °С ЗП328А-2 . . . . 

Г= + 85°С ЗП328А-2 .... 




не более: 


3, не более: 


4 мА/В 


в. 

4* В 


1 мкА 


1 мкА 


10 мкА 


1 мкА 


1 мкА 


10 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток .... .... 6 В 

Напряжение первый затвор — исток ....... 4 В 

Напряжение второй затвор — сток 6 В 

Потенциал статического электричества 10 В 

Постоянная рассеиваемая мощность 50 мВт 

Непрерывная СВЧ мощность, падающая на вход транзи- 
стора 200* мВт 

Импульсная СВЧ мощность, падающая на вход транзи- 
стора 1 , 5 * Вт 

Температура окружающей среды: 

ЗП328А-2 —60... +85 °С 

АП328А-2 — 60... + 70°С 


Допускается однократный изгиб выводов не ближе 1 мм от кристаллодер- 
жателя с радиусом закругления не менее 1,5 мм. 

Максимально допустимое расстояние от места пайки выводов до кристалло- 
держателя 1 мм при температуре панки +235±5°С и длительности не более 
3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 0,5 мм от кристаллодержателя 
при температуре не выше +150”С и длительности не более 3 с. 



о о.і -• 45 -г -г.іи^.в 


6А 



■з -г -1 о * , 8 



О ? * { 0 [ с . нА 


Зависимости крутизны 
характеристики и тока 
стока от напряжения 
первый затвор — веток 


Зависимости крутизны 
характеристики и напря- 
жения отсечки от на- 
пряжения второй за- 
твор — исток (напряже- 
ние отсечки и крутизна 
характеристики измеря- 
лись при токе стока 1 
и 8 мА соответственно) 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
оз тока стока 


кв 


6К 



— У — і— 

-з -г -і оі і/ 3гѴ ,в 


Н/К(1ГГц) 



1 2 3 * 5 3, ГГц 



- - I і 

-60 -30 О 30 60 90 Т 'С 


Зависимости коэффицн* Зависимости коэффици- 
ентов шума и. усиления ентов шума и усиления 

от напряжения второй от частоты 

затвор — веток 


Зависимости коэффици- 
ентов шума и усиления 
огг температуры 


КП329А, КП329Б 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором ва 
основе р-п перехода и каналом п-тнпа. Предназначены для применения во 
входных каскадах усилителей низкой и высокой частот (до 200 МГц) в пере- 
ключающих устройствах и коммутаторах с высоким входным сопротивлением. 
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора ука- 
зывается на сопроводительной таре. Дополнительно КП329А маркируется одной 
цветной точкой, КП329Б — двумя. 

Масса транзистора не более 0,2 г. 



Электрические параметры 


Предельная частота усиления в режиме максимального то- 
ка стока ..... 

Электродвижущая сила шума при Ося=ІО В, Ози=0, 
/= і кГц. не более ... 

Крутизна характеристики при Оси = 10 В, Ѵза—0, не менее: 
Г- -60 и +25 'С. 

КП329Л 
КПЭ29Б 
Г= + 100*С: 

КП329А 

КП329Б 

Напряжение отсечки при Ося = 10 В. /с=10 мкА. не менее 
Начальный ток стока при Ос и = Ю В. 0зя = 0, не менее 
Остаточный ток стока при Оси = 10 В, О эи = — 10 В, ке 
более . . . . . . 


200* МГц 
20 нВ/) Гц 


3 мА/В 
1 мА/В 

I мЛ/В 
0.3 мЛ/В 
1.5 В 
1 мА 

1 мкА 
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Продолжена* 


Ток ,У™„ КИ . затв °Р а П Р“ Ѵеи= 0, не более: 

КП329А при ІІзв— — 10 В- 
Г=+25°С 

г= + іоо°с 

КП329Б при Уаи = — 30 В, Г=±25°С 
Сопротивление сток — исток в открытом состоянии при 
1>си = 0,5 В, 1/ая = 0, не более ... 

Входная емкость при У С я=!0 В, ІІ ЗИ =6. /=10 МГи' 
не более . 


Предельные експлуатационные данные 

Напряжение сток — исток: 

КП329А .... 

КП329Б 

Напряжение затвор — сток: 

КП329А 

КП329Б 

Напряжение затвор — исток: 

КП329А .... 

КП329Б 

Постоянная рассеиваемая мощность' при +25 °С 
Температура окружающей среды 


1 нА 
1 мкА 
0,1 нА 

1500 Ом 

6 пФ 


50 В 
40 В 

50 В 
40 В 

45 В 
35 В 
0.25 Вт 
-60...+ !00°С 


1 При Г>+25*С максимально допустимая 
рассчитывается по формуле Р макс - (І50-П/500. 


постоянная 


рассеиваемая 


мощность. 


Вт, 


менее 3 І 5 б М В М ЫВ0Д0В транзисторов Допускается не ближе 3 мм с радиусом не 

Пайка выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистооа пои 
температуре +235... + 270'С в течение не более 3 с. транзистора при 



5, нА/В 



пряжения аатвор — нс* 
ток 



Зависимость крутизны 
характеристики от ча- 
стоты 


5 «, нВ/ѴГц 
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2ПЗЗЗА, 2ПЗЗЗБ 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на 
основе р-п перехода и каналом л-тива. Предназначены для применения во вход- 
ных каскадах усилителей низкой и высокой частот (до 200 МГц), в переклю- 
чающих устройствах и коммутаторах с высоким входным сопротивлением. Вы- 
пускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора 
указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 0,5 г. 



Электрические параметры 

Предельная частота усиления в режиме максимального 

тока стока 

Электродвижущая сила шума при 1/ся = І0 В, /о<10 мА, 
(=75 Гц 

Крутизна характеристики при Уся=10 В, У«я=0: 

Т — +25 °С: 

2ПЗЗЗА 

2ПЗЗЗБ 

7"=— 60 °С, не менее: 

2ПЗЗЗА 

2ПЗЗЗБ 

7'= + І25°С, не менее: 

2ПЗЗЗА . . , 

2ПЗЗЗБ 

Напряжение отсечки при У С я = 10 В, /с =10 мкА: 

2ПЗЗЗА . . . 

2ПЗЗЗБ 

Время нарастания и время спада напряжения сток — исток 

при работе в ключевом режиме, не более 

Остаточный ток стока при Уся=10 В, Узи=- 10 В 

Ток утечки затвора при С/сл=0, У 3 я = 10 В для 2ПЗЗЗА 
и Г/ З я = — 35 В для 2ПЗЗЗБ: 

Г = + 25*С: 

2ПЗЗЗА 

2ПЗЗЗБ 

7 = —60 °С, не более: 

2ПЗЗЗА 

2ПЗЗЗБ 

Т = + 1 25 °С, не более: 

2ПЗЗЗА 

2ПЗЗЗБ . . 

Входная емкость при (/<•■= 10 В, У»я=0 . , , , 


200* МГц 

5,5*...9,5Ѵ. 
20 нВ/уГц 


4*...5,4*...5,8* мА/В 

2.. .4.6*...5* мА/В 

4 мА/В 
2 мА/В 

2 мА/В 
1,2 мА/В 

1.. .2.5*...8 В 
0,6...1,2*...4 В 

15* нс 
1,5-10-“... 
8-10-“...10-* А 


1 , 2 - 10 -“... 8 - 10 — 
г-ю - 10 а 

6^10-“..5-!0- 11 . 
10-* А 

2- 10- 10 А 
10- 7 А 

ІО- 7 А 
І0-» А 

4,8*...5*...6 нФ 
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Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток: 

2ПЗЗЗА .... 

2ПЗЗЗБ 

Напряжение затвор — сток: 

2ПЗЗЗА . 

2ПЗЗЗБ ... . * ; ‘ ‘ * 

Напряжение затвор — исток- 
2ПЗЗЗА . 

2ПЗЗЗБ 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 при Г<+25*С 
Температура окружающей среды 


50 В 
40 В 

50 В 
40 В 

45 В 

35 В 
0,25 Вт 
— 60...+ 125 °С 


* В диапазоне 
' > -«,е-О50-Л/600. 


температур +25... + 125 'С 


мощность, Вт. 


рассчитывается по формуле 


га 
го 

1 5 
10 

а 
о 

Ю' г *то‘г Ивею 3 г *е/,Гц 



Зависимость ЭДС шума от ча« 
стоты 



в -і -г -ѵ 0, и . в 


Проходные характери- 
стики 



о -і -г -і 


Зависимости крутизны 
характеристики от на- 
«ряжения затвор — исток 



о ао т по го»*, пгц 


Зависимости крутизны 
характеристики от ча- 
стоты 


2П350А, 2П350Б, КП350А, КП350Б, КП350В 

Транзисторы кремниевые диффузионно-планарные полевые с двумя изолиро- 
ванными затворами и каналом л-типа. Предназначены для применения в усили- 
телях, генераторах и преобразователях сверхвысокой частоты (до 700 МГц). 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора 
указываете* на корпусе. Транзисторы КП350А. КП350Б, КП350В на торцевой 
поверхности корпуса дополнительно маркируются двумя черными точками. 

Масс* транзистора не более 0,7 г. 
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гП350(А.В ). КЛЗМ(Л-В) 



Коэффициент шума при Ося = 10 В, Чз я =6 В, /с = 10 мА 


7 = 400 МГц 2П350А 4ЛѴ.6 аб 

типовое значение . 5.5* дБ 

КП350А 3.7Ѵ..6 дБ 

типовое значение . ... 3.8* дБ 

КП350В . . 4,1*. ..8 дБ 

типовое значение . . . 4.8* дБ 

/= 100 МГц 2П350Б . . . . 4.15*. .6 дБ 

типовое значение . . . . 4.9* дБ 

КП350Б ... .... 2*. ..5 дБ 

типовое значение .... 3* дБ 

Крутизна характеристики по первому затвору при Ося — 

-10 В, 0„я = 6 В, /с= 10 мА. / = 50 .1500 Гц: 

2П350А, 2П350Б: 

Г=+25 <> С . .... 6 .11.5* мА/В 

т.иповое значение . . ... 9.4* мА/В 

Г=-60°С . . . 6 ... 15* мА/В 

типовое значение . 11.7* мА/В 

Г=+85°С . 4...10* мА/В 

типовое значение 8* мА/В 

КП350А, КП350Б. КИ350В: 

7= + 25 "С . . . 6...13* мА/В 

типовое значение . . ... 10* мА/В 

Г=— 45°С ... . . . . 6...13* мЛ/В 

типовое значение . 11.5* мА/В 

Г = + 85 °С ... . . . . 4...10* мА/В 

типовое значение . . 8* мА/В 

Крутизна характеристики по второму затвору при Ося — 

-10 В. Оз, я =6 В. /с=10 мА 0.6*...0.85* мА/В 

типовое значение .... . . 0.7* мА 'В 

Напряжение отсечки по первому затвору при Ос и=15 В. 

Чти =6 В, /с = 0,1 мА: 

2П350А, 2П350Б 0.17* . 6 В 

типовое значение 0.29* В 

КП350А, КП-350Б. КП350В . . 0.07* . 6 В 

типовое значение ... . . . 0.7* В 

Напряжение отсечки по второму затвору при Ося- 15 В. 

Чз ія-5 В. /с-0.1 мА . 0.І5-...4.5* В 

типовое значение .... . . . . 0.5* В 

Начальный ток стока при (/ся-15 В, О»,я = Оз»я=0. 

не более: 

2П350А, 2П350Б при Г-+25*С .... 33 мА 

Г- -60 н +85 *С 6 мА 

КП350А, КП350Б. КП350В при Г- + 25 *С . . . 3.5 мА 

7— —45 и +85*С 6 мА 

Ток утечки затвора при Ося -15 В, не более .... 5 нА 
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Входная емкость при Ѵ С я- 10 В, Узія-Умя-О, /= 

2П350А. 2П350Б . 

типовое значение 

КП350А, КП350Б, КП350В . . . * | 

типовое значение 

Проходная емкость при 1/ С я=10 В, = Озги^О,' 

■= 10 МГц: 

2П350А, 2П350Б .... 

типовое значение 

КП350А, КП350Б, КП350В 

типовое значение 

Выходная емкость при 13 с и = 10 В, Узія = ІІзіи—0, ' /=’ 
“10 МГц: 

2Г1350А, 2П350Б 

типовое значение . ... 

КП350А, КП350Б, КП350В | | | 

типовое значение 

Активная составляющая выходной проводимости при 
Уся=10 В, 13 3 2 я = 6 В. /с =10 мА для КП350А, КП350Б, 
КП350В, не более . . 


Продолжение 


3*...6 лФ 
3.2* пФ 
2, 9*. ..6 пФ 
3.5* пФ 


0,03*. ..0,07 пФ 
0.04* пФ 
0,03*. ..0.07 пФ 
0,05* пФ 


3.2*. ..6 пФ 
4* пФ 
2.9Ѵ..6 пФ 
3.2* пФ 


250 мкСм 


Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток 

Напряжение первый затвор — сток для КП350А. КП350Б. 

КП350В ..... . 

Напряжение второй затвор — сток для КП350А, КП350 б! 

КП350В 

Напряжение первый (второй) затвор — исток . . ! ] 

Ток стока . .... .... 

Постоянная рассеиваемая мощность: 

при Г< + 25 "С . ... 

при Г=+85°С ! . . 

Температура окружающей среды: 

2П350А, 2П350Б . . 

КП350А, КП350Б. КП350В ...!.!!! 


15 В 

21 В 

15 В 
15 В 
30 мА 

200 мВт 
100 мВт 

—60... + 85 “С 
-45... + 85 ”С 


Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода 3 мм, радиус изгиба не 
менее 1.5 мм. При изгибе усилие не должно передаваться на стеклянный 
изолятор. 

Пайка выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора паялъ* 
виком мощностью не более 60 Вт напряжением 6...12 В. При пайке необходимо 


нА/В 


/с, нА 


‘гП350(А,Б),КП350(А-В) 


и ы чов 






ев 

— 







V**' 

\ 







10' 

е 

* 

2 

10 ’ 
6 
♦ 
г 

ю" 

о 

4 









— 

Т=-60*С 





Т*+В5 т С ѵЛ' 






/ 

71 







гП350(А.Б) 

КП350(А-В) 



V 


/ 

/ 


/ 

/ 

Ц&*ГО в 

Ѵ^'Ч+ВВ 



± ^ 

ы 




О 1 В п 16 / с . нА -10-0,5 О 0,5 1,0 1,511; В 


А’щ , дБ 

0,0 

0.0 

•>.0 

100 200 300 Ш 500/, ПГц 


2П350А.КП330А 
















</„-« 0 
І/Ъ* * 8 В 
/ с - 15 пА 









Зависимости крутизны 
характеристики от тока 
стока 


Проходные характери- 
стики 


Зависимость коэффици- 
ента шума от частоты 
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принимать меры по защите корпуса транзистора от попадания флюса п припоя. 
В момент пайки все выводы транзистора должны быть закорочены. 

Для обеспечения тока утечки затвора не более 5- 10"' А необходимо ис- 
пользовать транзисторы в составе герметизированной аппаратуры или при 
местной защите транзисторов от воздействия влаги. 

При работе с транзисторами необходимо принимать меры по пх защите ОТ 
воздействия статического электричества. 
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Зависимость коэффици- 
ента шума от напряже- 
ния сток —исток 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от ча- 
стоты 


Зависимость коэффици- 
ента усиления от напря- 
жения сток — исток 


С\\и , ПФ 
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Зависимость проходной 
емкости от напряжении 
сток — исток 


Зависимость выходной 
емкости от напряжения 
сток — исток 


ЗПЗЗОА-2, ЗПЗЗОБ-2, ЗПЗЗОВ-2 

Транзисторы полевые арсенидогаллиевые планарные с каналом л-типа и 
барьером Шотки сверхвысокочастотные усилительные с нормированным коэффи- 
циентом шума на частотах 25 (ЗПЗЗОА-2, ЗПЗЗОБ-2) и 17.4 ГГц (ЗПЗЗОВ-2) 
Предназначены для применения во входных и последующих каскадах малошу- 
мящнх усилителей герметизированной радиоприемной аппаратуры. Бескорпусные 
на керамическом кристаллодержателе с гибкими полосковыми выводами и ме- 
таллической крышкой. Габаритный чертеж аналогичен ЗП326А-2. на крышке 
наносится условная маркировка: белая точка на ЗПЗЗОБ-2, черная точка на 
ЗПЗЗОВ-2. Транзистор ЗПЗЗОА-2 не маркируется. 

Масса транзистора не более 0,15 г. 


Электрические параметры 

Минимальный коэффициент шума при Уси = 2 В. /с=6 мА: 

ЗПЗЗОА-2 на частоте 25 ГГц. не более 6 дБ 

типовое значение 3.7* дБ 
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ЗПЗЗОБ-2 па частоте 25 ГГц. не более 
типовое значение 

ЗПЗЗОВ-2 на частоте 17,4 ГГц. не более ‘ 
типовое значение .... 

?П330В Л 2 И при ™ Э< У > 2 ™ МГГ “У»а ЗПЗЗОА-2. ’ ЗГІЗЗОБ-2 

/с- 6 мА, / = 25 ГГц 

/с=6 мА, / — 1 7.4 ГГц . 

/о- 12,5 мА. /-25 ГГц 

/е=І2.5 мА, /=17,4 ГГц . . . " 

у"”=2 Л в' 1 7с= , 6 Э мА ИЦИеНТ усНЛенк * 1,0 «ошности 'при 

ЗПЗЗОА-2, ЗПЗЗОБ-2 на частоте 26 ГГц, не менее 
типовое значение . . . 

ЗПЗЗОВ-2 на частоте 17,4 ГГц. не менее ' ’ * 

типовое значение ' 

й?«^^п Й „ Л г- к ^ эфф ^ циент Успения 'по' мощности 
ЗПЗЗОА-2, ЗПЗЗОБ-2. ЗПЗЗОВ-2 лри ІІсн—2 В 1 
/с = 6 мА. /-25 ГГц ... 

/с-6 мА, /-17,4 ГГц . . • • - . 

/с- 12,5 мА, /-25 ГГц . . 

/с- 12,5 мА, /—17,4 ГГц ... ' ' 

мене" 3 " 3 ,[арактеристики П Р Н у си = 2 В. / с -10 мА 

Напряжение отсечки при 11 ся - 2 В. / с -1 мА 
Начальный ток стока лри {/ С я в 2 В 
Ток утечки затвора при {/„,=2.5 В. не болте: ' ' 

/--60 и +25 "С 

Г- + 85*С 


Напряжение сток — исток 
Напряжение затвор — исток 
Напряжение затвор — сток 
Потенциал статического электричества 
Постоянная рассеиваемая мощность 
Температура окружающей среды 


Предельные вксплуатациоиные данные 


Продолжение 

4.5 дБ 
3,7* дБ 

3.5 дБ 
3* дБ 


4*...5*...6,5* дБ 
3,5*...4,5*...6,5* дБ 
5*...6,5*...8* дБ 
4.5*. „5,5*. ..8* дБ 


3 дБ 
4,9* дБ 
6 дБ 
6,8* дБ 


4*. ..5*,. .7, 5* дБ 
7,5*.., 9*... 10* дБ 
4,5*...6*...8,5* дБ 
в* 10* 12“ дБ 

5 мА/В 

1,5*...2,5*...4,5* В 
15*. .30*. ..50* мА 

1 мкА 
20 мкА 


3 В 

4 В 
6 В 

5 В 

30 мВт 
-60... + 85 *С 


ЗПЗЗІА-2 

Транзистор полевой арсенидогаллиевый планарный с каналом л-типа и 
23 м Шотки «ерхвысокочастотный усилительный с нормированным коэф- 
° “ “У ма на част °те 10 ГГц. Предназначен для применения в малошу- 
мящнх усилителях и усилителях с расширенным динамическим диапазоном гер- 
метнзированной радиоприемной аппаратуры. Бескорпусный на керамическом 
крнсталлодержвтеле с гибкими полоскоіыми выводами и металлической крыш- 

м°.п.„ ГЗв .’Г:“ Й Г* РТеЖ ап * яогті » ЗП326А-2, на ножке наносится условная 
маркировка черной нолоской. 

Масса транзистора не болте 0,1 а. 

Электрические параметры 

Минимальный коэффициент шума на частоте 10 ГГц- 

при {/ея-3 В, /о- 10 мА 

при Уся — 5 В, 1с— 40 мА, ие более . . . ! ! 

Оптимальный коэффициент шума при Ѵся—3 В. /с- 10 мА 
/-10 ГГц, ве более 


1,3*...2*...2,8 дБ 

4* дБ 

3,5* дБ 
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Продолжение 


Оптимальный коэффициент усиления по мощности на ча- 
стоте 10 ГГц, не менее: 

при Ѵси = 3 В, Іс= Ю мА .5* дБ 

при І/ся=5 В, /с=40 мА 7* дБ 

Максимальный коэффициент усиления по мощности при 

Ѵся-Ь В, /с = 40 мА, /= 10 ГГц Ѳ...10,5*„12* дБ 

Порог перегрузки транзистора на частоте 10 ГГц: 

при О с я = 3 В, /с = 10 мА, не менее 15* мВт 

при Ч С ж = 5 В, /е = 40 мА 25*...40*...50* мВт 

Выкодкая мощность при Уся = 5 В, Р«= 10 мВт, /=10ГГц 45...60*...85* мВт 

Выходная мощность при Чс я = 5 В, /с = 40 мА, /= 

= 8,15 ГГц н компрессии усиления на 3 дБ . . 50*...65*...80* мВт 

Крутизна характеристики при 1/сл = 4 В, / с=40 мА, не 

менее .• 25 мА/В 

Напряжение отсечки при 1/ся = 2 В, Іс — 5 мА 2,5*...4*„.5* В 

Начальный ток стока при Чси=3 В: 

Г=+25°С . 100...120*...150* мА 

Г=-60°С ПО* ...130*... 

180* мА 

Г= + 85°С 90*...1 12*...130* мА 

Ток утечки" затвора при Узя = 2,5 В, Т = —60, +25 « 

+ 85°С, не более 1 мкА 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток 5,5 В 

Напряжение затвор — исток 5 В 

Напряжение затвор— сток 9 В 

Потенциал статического электричества 30 В 

Постоянная рассеиваемая мощность: 

Г<+70°С 250 мВт 

Т = + 85°С 200 мВт 

7 , „ ие г< + 125”С 300 мВт 

Непрерывная СВЧ мощность, падающая на вход транзи- 
стора, при 1/ся=5 В, /с = 40 мА, / = 10 ГГц .... 1* Вт 

Температура окружающей среды — Ѳ0... + 85°С 


2П337ЛР, 2П337БР 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на 
основе р-п перехода и каналом л-тила, подобранные в пары по основным элект- 
рическим параметрам. Предназначены для применения в балансных смесителях, 
дифференциальных усилителях с высоким входным сопротивлением на частотах 
до 400 МГц. Выпускаются в металлостеклянных корпусах с гибкими выводами. 
Тип каждого прибора указывается на корпусе. Подобранные пары транзисторов 
поставляются соединенными скобкой. Габаритный чертеж каждого транзистора 
пары аналогичен 2П307 (А — Г). 

Масса каждого транзистора пары не более 1,3 г. 

Электрические параметры 

Электродвижущая сила шума 1 при /=100 кГц, Чем = 10 В, 

/с= 15 мА: 

2П337АР 1*...1,2*.„ 

1.5 нВ/1'Гц 

2П337БР 1 ,5*...2*... 

3.5 нВ/уГц 

Крутизна характеристики' при Чся—Ь В, /с=10 мА: 


Г- + 25*С 10...13.И...14* мА/В 

Г= + 125*С, не менее . 7 мА/В 
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Продолженіи 

7= — 60 'С, не менее . .... . , 10 мА/В 

Разность напряжений затвор — исток транзисторов пары 
при 1/ся = 5 В, /с = 0,1 мА: 

7"= +25 "С . . .... 5*...50*...200 мВ 

7= + 125°С, не более 300 мВ 

• 7= — 60 “С, не более . 400 мВ 

Температурный уход разности напряжений транзисторов 

пары при и си = 5 В, /с = 0,1 мА 10Ѵ..60*.. 

400 мкВ/°С 

Напряжение отсечки 1 при Ч ся = 5 В, /о = 0,1 мА: 

7= +25 °С .... 2. ..3,25*. ..6 В 

7= + 125 'С 2...6,5 В 

Т-— 60 °С 1,5.6 В 

Начальный ток стока 1 при Уся = 5 В, Уан = 0- 

7= + 25 ”С 20.. .53*. ..87* мА 

Г= + І25°С, не менее ... .... 15 мА 

Г =—60 *С, не менее .... . . 20 мА 

Отношение крутизны характеристик транзисторов пары 
при Чс я = 5 В, /с— 10 мА: 

7 1 = + 25 'С . . ... 0,9...0,94*...І 

7= + 125 и -60*С 0,85... 1 

Отношение начальных токов стока транзисторов пары при 
Уся = 5 В, / с = 10 мА: 

7= +25 “С 0,9...0,97*...1 

Г — + 1 25 *С 0,85... 1 

7=-60”С 0,8... 1 

Сопротивление сток — исток в открытом состоянии 1 при 
Уси = 0,1 В, / о = 0,1 мА: 

7 = + 25 °С 30*. ..38*. ..60 Ом 

7= + 125 'С . . 50*...65*...Ю0 Ом 

7= -60 “С 20*...30*...40 Ом 

Ток утечки затвора 1 при Ч с я = 0, С/»я = — 10 В, не более: 

7- +25 'С . . ... . 1 нА 

типовое значение , . 0,018* нА 

7— + 125 'С 100 нА 

7 = —60 °С . 1 нА 

Входная емкость 1 при Ѵся=0, 17зл = — 10 В 4,4*...4,5*...5.5 пФ 

Проходная емкость 1 при Чс я=0, 1/ан = — 10 В 1,7*... 1,8*.— 2,5 пФ 


• Параметр намеряется для каждого транзистора пары. 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение сток — исток 25 В 

Постоянное напряжение затвор — сток ... 30 В 

Постоянное напряжение затвор — исток . . 25 В 

Прямой ток затвора . . 10 мА 

Постоянная рассеиваемая мощность каждого транзистора 
пары при Г — — -60... + 60 в С 1 . 200 мВт 

Температура окружающей среды —60.. + 125*С 


* В диапазоне температур +60...+ 125 *С мощность рассчитывается по формул* 
Р млпе . мВт — 200 — 2, 7(Г— 60) 

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 3 мм от корпуса при 
температуре не более +240°С в течение 4 с. 
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2П338АР-1 


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на 
основе р-п перехода и каналом н-типа, подобранные в пары по основным 
электрическим параметрам. Предназначены для применения в измерительной 
аппаратуре в балансных смесителях, дифференциальных усилителях с высоким 
входным сопротивлением. Бескорпусные с гибкими выводами. Транзисторы упа- 
ковываются парами. При этом каждый транзистор помешается в индивидуаль- 
ную тару, позволяющую производить измерение электрических параметров без 
извлечения их из тары. Тип прибора указывается на индивидуальной и груп- 
повой таре. Габаритный чертеж каждого транзистора пары аналогичен 
2П308А-1 (за исключением расположения выводов: затвор — сток — исток вме- 
сто исток — сток — затвор для 2П308А-1). 

Масса каждого транзистора пары не более 0,01 г. 


Электрические параметры 


Электродвижущая сила шума 1 ' при /= 1 кГц, Уел ”7 В, 

/ о = 5 мА . .... . . 

Крутизна характеристики '■* *•* при Уел = 5 В: 

/ с =4 мА*, Г = + 25 “С . . . . 

/о- 10 мА* (в составе условной микросхемы) 

Т = +25 "С 

Г= + 125'С, не менее . . 

Г= — 60 °С, не менее . 

Напряжение отсечки 1 при І/си—5 В, /с 0,01 мА 
Отношение крутизны характеристик транзисторов пары 
при Уел “5 В: 

Г = + 25 *С . . 

Г- + 125 “С . . . . . 

Г=-60'С . . . - 

Отношение напряжений отсечки транзисторов пары при 
Ѵ С я = 5 В, /с— 0,01 мА: 

Г = + 25 

Г- + 125 и -60 'С . . . . 

Ток утечки затвора 1 при Ус я“0, Узя = — 15 В: 

Г=+25°С 

Г— + 125*С, не более . ........ 

Входная емкость 1 при Чей =10 В, Уэл = — 10 В, 

-10 МГц 

Проходная емкость 1 при Уел” 10 В, Узя = — 10 В, /= 
= 10 МГц . . 


3*...3,45Ѵ. 

5 нВ/уТц 

5.. .8.4*...9,5 мА/В 

10 .. . 12 . 6 *... 

13,2* мА/В 
5 мА/В 

10 мА/В 
0,2...1,5*...4;5 В 


0,9...0,96*...1 
0,8... 1 
0,7... 1 


0,9... 0,99*. ..1 
0 . 8 ... 1 

0,011*. ..0,014*... 
0,3 нА 
300 нА 

3,8*...3,9*...5 пФ 
1,6*... 1,64*... 2 пФ 


» Параметр измеряется для каждого транзистора пары. 

* Для транзисторов с / с .*«ч <4 мА к РУ™ зна характеристики измеряется при и зи -0. 

• Для транзисторов с /<-,«„<10 мА крутизна характеристики измеряется при Ѵ зв -0. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение сток — исток 
Напряжение затвор — сток 
Напряжение эаівор — исток 
Ток стока (в составе микросхемы) 

'Прямой ток затвора (в составе микросхемы) 


20 В 
25 В 
25 В 
10 мА 
5 мА 
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Продолжение 


Постоянная рассеиваемая мощность каждого транзистора 
пары в составе микросхемы при Лг<п-с><2 °С/мВт и 

бО...+25'С*- 

Температура окружающей среды ] 


60 мВт 
-60... -425 "С 


1 В диапазоне температур +25...-Н25*С мощность рассчитывается по формуле 
Р м „ с . мВт— 60— 0,5(Г— 25). 


Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 2 мм от поверхности 
лакового покрытия. При этом не допускается перегрев кристалла и защитного 
покрытия свыше + 140 *С. 


ЗП339А-2 


Транзистор полевой арсенидогаллиевый планарный с каналом л-типа и 
барьером Шотки сверхвысокочастотный усилительный с нормированным коэф- 
фициентом шума на частотах 8 и 17,4 ГГц. Предназначен для применения в 
малошумящих усилителях, усилителях с расширенным динамическим диапазоном 
и широкополосных усилителях с повышенными требованиями к выходной мощ- 
ности герметизированной радиоприемной аппаратуры. Бескорпусный на кера- 
мическом крнсталлодержателе с гибкими полосковыми выводами и металличе- 
ской крышкой. Габаритный чертеж аналогичен ЗП326А-2, на ножке наносится 
условная маркировка черными точкой и полоской. 

Масса транзистора не более 0,15 г. 


Электрические параметры 
Минимальный коэффициент шума: 

Ус я = 3 В, /с = 5 мА. /=8 ГГц. не более 
Уси=3 В, / с = 5 мА, /=17,4 ГГц, не более 
Ѵся=5 В, / с = 30 мА, /= 8 ГГц ... . 

Максимальный коэффициент усиления по мощности 
Уси = 5 В, /е= 30 мА: 

/=10 ГГц 

/=17,4 ГГц 

Порог перегрузки транзистора при {/ С я=5 В, / с = 30 

/= 10 ГГц, не менее 

Выходная мощность при Уси = 5 В, Р„= 10 мВт, не мі 

/=10 ГГц - . . . 

/=17,4 ГГц 

Крутизна характеристики: 

У сч = 1,5 В, /с=10 мА, не менее .... 
Нея = 5 В, /с =30 мА 


Начальный ток стока при 1/с я =2 В 
Ток утечки затвора при У ЗИ = 2,5 В: 
Г= + 25 °С, не более . , 

типовое значение 

Т = —60 °С, не более 
Г=+85°С, не более 


Напряжение сток — исток 
Напряжение затвор — исток . . . 

Напряжение затвор — сток 
Потенциал статического электричества 
Постоянная рассеиваемая мощность: 
Г<+50“С 


2,4 дБ 

4 дБ 

2,5*...3*...4* дБ 


при 


10... 12*... 14* дБ 


5...8-...10* дБ 

мА, 


10 мВт 

нес: 


25 мВт 


15 мВт 


10 мА/В 


18*. .20*. „22* мА 

. 

5* В 


50*. ..70*. .90* мА 


1 мкА 


0.0045* мкА 


І* мкА 

10* мкА 

иные 


5,5 В 


5 В 

. 

7 В 


33 В 


250 мВт 


Продолжение 

Г- + 85 'С . МО мВт 

Непрерывная СВЧ, мощность, падающая на вход транзи- 
стора, при С/си^Сб В, /с = 5 мА, / = 8 ГГд . ■ 150* мВт 

Температура окружающей среды . . . — 60... + 85 с С 


2П341А, 2П341Б, КП341А, КП341Б 

Транзисторы кремниевые эпитакснально-планарные полевые с каналом 
л-типа и затвором в виде р-п перехода. Предназначены для применения во вход- 
ных каскадах усилителей. Корпус металлокерамическнй с гибкими выводами. 
Габаритный чертеж и цоколевка аналогичны 2П312 (А, Б). 

Масса транзистора не более 0,08 г. 


Электрические параметры 

ЭДС шума при У си = 5 В, /е=4. 5 мА, /=100 кГц , . 0,82 ...0.9... 

1,2 нВ/уГц 

Минимальный коэффициент шума при 1/с и = 5 В, /с = 5 мА, 
типовое значение: 

/ = 400 МГц 2,8 дБ 

/=200 МГц 1,8 дБ 

Напряжение отсечки при {/ся = 5 В, /е= 100 мкА . , 0,4. .. 0.75.. .3 В 

Начальный ток стока при {/ея = 5 В, {/»я = 0: 

2П341А, КП34ІА . - 4,5... 12...20 мА 

2П341Б, КП34ІБ 16...20...30 мА 

Ток утечки затвора при Узя = — 10 В: 

Г = +25 и -60 *С . . 1 нА 

Г= + 125 °С 100 нА 

Крутизна характеристики при {/ся = 5 В, Чзк = 0: 

2П341А, КП341А . . 15...24...30 мА/В 

2П341Б, КП341Б 18...26...32 мА/В 

Входная емхость при С/ея = 5 В, Узя = — 2 В . . . . 3,8 .5 пФ 

типовое значение 4,2 пФ 

Выходная емкость при Ѵся = Ъ В, (/»я = — 2 В, типовое 

значение 1,6 пФ 

Проходная емкость при {/ея = 5 В. {/» я = — 2 В, типовое 
значение . 1 пФ 

Предельные аксплуатационные данные 

Постоянное напряжение сток — исток 15 В 

Постоянное напряжение -затвор — исток .... 10 В 

Постоянное напряжение затвор — сток 15 В 

Постоянная рассеиваемая мощность 1 при Г= — 60... + 60 *С 150 мВт 

Постоянный ток затвора ......... 5 мА 

Температура окружающей среды . . ..... — 60...+ 125°С 


1 При температуре от +60 до + 125 *С Р мвжс снижается линейно на 2 мВтГС. 


ЗП343А-2 

Транзистор полевой арсенидогаллиевый планарный с каналом п-типа и 
барьером Шотки сверхвысокочастотный усилительный с нормированным коэф- 
фициентом шума на частоте 12 ГГц. Предназначен для применения во входных 
и последующих каскадах малошумящих усилителей герметизированной радио- 
приемной аппаратуры. Бескорпусный на керамическом кристаллодержателе о 
гибкими полосковыми выводами и керамической крышкой. Габаритный чертеж 
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аналогичен ЗП325А-2, на крышке наносится условная маркировка двумя чер- 
ными точками. 

Масса транзистора не более 0.05 г. 

Электрические параметры 


Минимальный коэффициент шума при Ѵси—3 В, /о =6 мА, 

/ = 12 ГГц, не более .... 2 дБ 

Оптимальный коэффициент шума при У С я=3 В, / с =6 мА, 

/=12 ГГц 2*...3*..,4* дБ 

Коэффициент шума в 50-омном тракте при {/ся= 3 В, 

/с=6 мА, /= 12 ГГц 2,5* дБ 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 

Ося=3 В, /с— 6 мА, /=12 ГГц, не менее 8,5 дБ 

Максимальный коэффициент усиления по мощности при 

«с я=3 В, / с = 6 мА, /=12 ГГц 10*...12*...16* дБ 

Коэффициент усиления по мощности в 50-омном тракте 

при Оси — 3 В, 1с — 6 мА, /—12 ГГц ....,, 6* дБ 

Порог перегрузки транзистора при Оси = 3,5 В, /с =10 мА, 

/=12 ГГц, не менее . 3* мВт 

Крутизна характеристики при 11си=3 В, 1с =10 мА, не 

менее 10 мА/В 

Напряжение отсечки при І1си=3 В, Іс= 1 мА , 2*. ..2, 5*. „4* В 

Начальный ток стока при У<-л=2 В, не менее ... 20* мА 

типовое значение . 35* мА 

Ток утечки затвора при {/ 8 я=2,5 В, не более: 

Г=+25 и — 60 °С 1 мкА 

Г=+85°С . 10 мкА 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток . . 3,5 В 

Напряжение затвор — исток ЗВ 

Напряжение затвор — сток ..66 

Потенциал статического электричества . 30 В 

Постоянная рассеиваемая мощность 35 мВт 

Непрерывная СВЧ мощность, падающая на вход транзи- 
стора, при 1/ся=3,5 В, /с=10 мА, /=12 ГГц .... 200 мВт 

Температура окружающей среды ....... —60... + 85 “С 


ЗП344А-2 

Транзистор полевой арсенидогаллиевый планарный с каналом л-типа и 
барьером Шотки сверхвысокочастотный усилительный с нормированным коэф- 
фициентом шума на частоте 4 ГГц. Предназначен для применения во входных 
и последующих каскадах малошумящих усилителей (в том числе с расширен- 
ным динамическим диапазоном) герметизированной радиоприемной аппаратуры. 
Бескорпусный на керамическом кристаллодержателе с гибкими полосковыми вы- 
водами и керамической крышкой. Габаритный чертеж аналогичен ЗП325А-2, на 
крышке наносится условная маркировка черной точкой. 

Масса транзистора не более 0,05 г; 

Электрические параметры 


Минимальный коэффициент шума при 11си=3 В, 1с- 

=20 мА, 1—4 ГГц, не более I дБ 

Оптимальный коэффициент шума прн Чси=3 В, /с = 

= 20 мА. /=4 ГГц 1,7* дБ 

Коэффициент шума в 50-омном тракте при Ѵс я = 3 В, 

/е=20 мА. /= 4 ГГц 1,3* дБ 


П родолжение 


Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 

1/сл = 3 В, /с= 20 мА, / = 4 ГГц, не менее 10 дБ 

Максимальный коэффициент усиления по мощности при 

(Уся-3 В. / с = 20 мА. /-4 ГГц 14* дБ 

Коэффициент усиления по мощности в 50-омном тракте 

при Оси ** 3 В, /с = 20 мА, / = 4 ГГц . 10* дБ 

Коэффициент стоячей волны напряжения генератора СВЧ 

мощности в режиме измерения Кш.мин 3* 

Порог перегрузки транзистора при Ѵся=* 3 В, /с = 20 мА, 

/ = 4 ГГц, не менее ... . 10 мВт 

типовое значение 20* мВт 

Крутизна характеристики при 1/ся = 2 В, /с = 20 мА, не 

менее .... 15 мА/В 

Ток утечки затвора при 1/ З н = 2,5 В, не более: 

/= + 25 и -60 °С . . 1 мкА 

7*= +85 ®С 10 мкА 

Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение сток — исток 4,5 В 

Напряжение затвор — исток 4 В 

Напряжение затвор — сток 7 В 

Потенциал статического электричества . ... 30 В 

Постоянная рассеиваемая мощность . • 100 мВт 

Непрерывная СВЧ мощность, падающая на вход транзи- 
стора, при 17ся = 4,5 В, Іс = 22,5 мА, / = 4 ГГц, по крите- 
рию — отсутствию выгорания ... . 750 мВт 

Импульсная СВЧ мощность, поглощаемая входом транзи- 
стора, при С/ся = 3 В, /с = 20 мА, / = 3,6 ГГц, 

<120 мкс. С? = 50, 7 = — 50... + 60 °С, по критерию — изме- 
нению К у р в пределах —0,2... + 0,2 дБ . . ,50 мВт 

Температура окружающей среды . . . • — 60... + 85 с С 


ЗП345А-2 


Транзистор арсенидогаллневый планарный полевой с затвором в виде барье- 
ра Шотки и каналом л-типа усилительйый. Предназначен для применения в 
фотоприемных устройствах с малым уровнем собственных шумов в герметизи- 
рованной аппаратуре. Корпус керамический квадратный с размерами 
2Х2Х1.5 мм, жесткими выводами длиной 3,5 мм, шириной 0,3 мм и толщиной 
0.1 мм. У затвора наносится маркировочная точка, далее по часовой стрелке 
располагаются выводы стока и истока. 

Масса транзистора не более 0,05 г. 


Электрические параметры 

ЭДС шума при Уся = 2 В, Іс = 20 мА: 

/.= 100.. .200 МГц 

/ = 30 МГц . 

Ток утечки затвора при Ѵзи = — 2 В. нс более: 

Г 60... + 60-С 

типовое значение .... 

Г = + 85 ‘С . 

типовое значение , . . 

Начальный ток стока при Уся = 2 В, У, н = 0 
Крутизна характеристики при Уся = 2 В. /с- 20 мА: 
Г = + 25 “С 
Г = -60 "С 
Г=+60'С 


. 0.9... 1 ... 1 .4 нВ/Гц 

. 1 . 1 ... 1 ,3.л2.8 нВ/Гц 

. 100 нА 

30 и А 
. 400 нА 

60 нА 

. 20...43...60 мА 

15.. .20.. .27 мА/В 

15.. .20...28 мА В 

15.. 18. ..22 мА/В 
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Т = +85 °С 

Входная емкость при Узи = — 2 В /=1 мгё Г= 
= -60...+85*С 

Предельные эксплуатационные данные 

Постоянное напряжение затвор — исток пои Г = 

= —60... + 85 °С ........... 

Постоянное напряжение сток — исток при Т=— 60... + 85 °С 
Постоянная рассеиваемая мощность 1 при Г= — 60... + 40 °С 
Температура окружающей среды 


Продолжение 
12... 15. .20 мА/В 

0.27. ..0,33.. .0,35 пФ 


-2 В 
4 В 

80 мВт 
—60... + 85 °С 


1 При повышении теипер.туры от +40 до +85 4: Р,... снижветси линейно до 40 «Вт 


Присоединение выводов осуществляется методами сварки расщепленным 
электродом или бесфлюсовой пайки. Минимальное расстояние места пайки 
(сварки) выводов от кристаллодержателя 1,5 мм. Время пайки не более 3 с. 
Допускается панка (сварка) выводов не менее 1 мм от кристаллодержателя 
при условии обеспечения надежного отвода теплоты от вывода между местом 
пайки (сварки) и кристаллодержателем. При этом следует пользоваться се- 
ребряно-индиевыми припоями, температура пайки не более +190°С. 

Допускается однократный изгиб выводов с радиусом закругления не более 
1,5 мм на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержателя. 

ЗП605А-2 

Транзистор полевой арсенидогаллиевый планарный с каналом л-типа и 
барьером Шотки сверхвысокочлстотный усилительный с нормированным коэф- 
фициентом шума на частоте 8 ГГц. Предназначен для применения в малошумя- 
щих усилителях и усилителях с расширенным динамическим диапазоном гер- 
метизированной радиоприемной аппаратуры. Бескорпусный на керамическом 
кристаллодержателе с гибкими полосковыми выводами и металлической крыш 
кой. Габаритный чертеж аналогичен ЗП326А-2, на ножке наносится условная 
маркировка в виде знака «Т». 

Масса транзистора не более 0,15 г. 


Электрические параметры 

Минимальный коэффициент шума при 1 / сн = 4 В, / 0 = 

=30 мА, (=8 ГГц, не более . . 3,5 я б 

типовое значение . . . і’ 75 » д б 

Оптимальный коэффициент усиления по мощности при 
Пси=4 В, Іс = 30 мА, /= 8 ГГц. не менее .... 5 дБ 

Максимальный коэффициент усиления по мощности при 

1/ся=4 В, /с= 30 мА, /= 8 ГГц 8 * дБ 

Оптимальный коэффициент шума при Ос и = 4 В, / с = 

= 30 мА, 1 = 8 ГГц ' . . 2* дБ 

Порог перегрузки транзистора на частоте 8 ГГц: 

Нс и=4 В, /с= 30 мА, не менее 15 мВт 

типовое значение . . . . . , - , , . . 25* мВт 

Ѵси=5 В, /с= 80 мА, не менее . ..... 35* мВт 

типовое значение 80* мВт 

Выходная мощность при Усв = 5 В, Р«= 20 мВт, /=8 ГГц, 

не менее . . ■; . 100 мВт 

Крутизна характеристики при У с я = 4 В, / е = 30 мА. не 

“«нее 30 мА/В 

Напряжение отсечки при Уси-3 В. / с = 10 мА, не более 5,5* В 
Начальный ток стока при (/сж=3 В. не менее . . . 150* мА 

Ток утечки затвора при Узн=2,5 В. не более: 

Г- +25 и — 60*С 10 мкА 

Г=+85”С 100 мкА 
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Предельные эксплуатационные канны* 


Напряжение сток — исток . 6 В 

Напряжение затвор — исток . 4 В 

Напряжение затвор — сток 8 В 

Потенциал статического электричества . . 30 В 

Постоянная рассеиваемая мощность: 

Г<+40'С . 450 мВт 

Т =+85 'С 240 мВт 

Непрерывная мощность, падающая на вход транзистора. 

при и С и = Ъ В, / с = 80 мА 1.4“ Вт 

Температура окружающей среды . . — 6С - 85 ; С 


АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРАНЗИСТОРОВ, 


ПОМЕЩЕННЫХ В СПРАВОЧНИКЕ 


Тип прибора 

1 

Стр. 

Тип прибора | Стр. 

Тип прибора 

Стр. 

1НТ251 

271 

2П337 (АР, БР) 376 

2Т366-1 

191 

1Т101 

37 

2П338АР- 1 

377 

2Т368 

193 

1Т102 

37 

2П341 (А, Б) 

379 

2Т370-1 

255 

1Т115 

45 

2П350 

370 

2Т371 

196 

1Т116 

47 

2ПС104 

304 

2Т372 

198 

1Т305 

120 

2ПС202-2 

310 

2Т377-2 

105 

1Т308 

122 

2ПС316-1 

346 

2Т378-2 

107 

1Т311 

164 

2Т104 

40 

2Т381-1 

275 

1Т313 

237 

2Т117 

48 

2Т382 

202 

1Т320 

127 

2Т118 

50 

2Т384-2 

204 

1Т321 

130 

2Т118-1 

51 

2Т385-2 

ПО 

1Т329 

177 

2Т 126-1 

56 

2Т388-2 

151 

1Т330 

179 

2Т 1 27 - 1 

27 

2Т389-2 

260 

1Т335 

135 

2Т201 

28 

2Т391-2 

209 

1Т341 

182 

2Т202- 1 

58 

2Т392-2 

262 

1Т362 

187 

2Т203 

60 

2Т396-2 

212 

1Т374-6 

201 

2Т205-3 

з: 

2Т397-2 

214 

1Т376 

256 

2Т208 

63 

2Т399 

216 

1Т386 

258 

2Т2І1-1 

68 

2Т310І-2 

218 

ІТ387-2 

206 

2Т214-1 

70 

2ТЗ 106-2 

220 

1ТЗИ0-2 

222 

2Т215-І 

33 

2Т3108 

157 

1Т403 

73 

2Т301 

77 

2Т31І4-6 

223 

1ТМІ15 

45 

2Т306 

159 

2ТЗ 115-2 

226 

1ТМ305 

120 

2Т307-І 

162 

2Т3117 

115 

2П101 

296 

2Т312 

79 

2Т3120 

229 

2П103 

298 

2Т313 

126 

2ТЗІ21-6 

231 

2П201-! 

308 

2Т314-2 

82 

2Т3123-2 

265 

2П202- 1 

310 

2Т316 

167 

2ТЗ 124-2 

232 

2П301 

315 

2ТЗІ7-1 

86 

2ТЗ 132-2 

235 

2П302 

318 

2Т318-1 

170 

2ТЗ 132-5 

235 

2П303 

321 

2Т321 

132 

2ТМ103 

24 

2П304 

324 

2Т324-1 

173 

2ТМІ04 

40 

2П305 

326 

2Т325 

175 

2ТС303-2 

293 

2П305-5 

328 

2Т326 

240 

2ТС393-1 

285 

2П306 

330 

2ТЗЗЗ-3 

87 

2ТС398-1 

279 

2П307 

332 

2Т336 

90 

2ТС3103 

291 

2П308-1 

335 

2Т348-3 

95 

2ТС3111-І 

282 

2П310 

337 

2Т354-2 

184 

ЗП320-2 

348 

2П312 

339 

2Т355 

186 

ЗП321-2 

350 

2П313 

341 

2Т360-1 

251 

ЗП324-2 

356 

2П322 

352 

2Т363 

252 

ЗП325-2 

358 

2ПЗЗЗ 

369 

2Т364-2 

147 

ЗП326-2 

360 
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Продолжена* 


Тип прибора 

Стр. 

Тип прибора 

Стр. 

Тип прибора 

Стр. 

ЗП328т2 

365 

КП323-2 

354 

КТ355 


ЗПЗЗО (А-2— В-2) 

373 

КП327 

362 

КТ357 


ЗПЗЗІА-2 

374 

КП329 

367 

КТ358 

97 

ЗПЗЗЭА-2 

378 

КП341 (А, Б) 

379 

КТ359 

98 

ЗП343А-2 

379 

КП350 

370 

КТ360-1 

951 

ЗП344А-2 

380 

КПС104 

304 

КТ361 

1 45 

ЗП345А-2 

381 

КПС202-2 

310 

КТ363 

95? 

ЗП605А 

382 

КПС203-2 

313 

КТ364-2 

147 

АП325-2 

358 

КПС315 

344 

КТ366 

13| 

АП328-2 

ч 65 

КПС316-1 

46 

КТ368 

193 

ГТ108 

42 

КТ 104 

39 

КТ369 

99 

ГТ109 

43 

КТ117 

48 

КТ369-1 

99 

ПТ 15 

46 

КТ118 

50 

КТ370-1 

255 

ГТ 122 

26 

КТ119 

53 

КТ371 

196 

ГТІ24 

54 

КТ120-1 

53 

КТ372 

198 

ГТ125 

55 

КТ201 

28 

КТ373 

100 

ГТ305 

120 

КТ202-1 

58 

КТ375 

108 

ГТ308 

122 

КТ203 

60 

КТ379 

108 

ГТ 309 

124 

КТ206 

32 

КТ380 

149 

ГТ310 

125 

КТ207 

62 

КТ382 

202 

гтзи 

164 

КТ208 

63 

КТ384 

204 

ГТ313 

237 

КТ209 

65 

КТ385 

ПО 

ГТ320 

127 

КТ210 

67 

КТ388-2 

151 

ГТ321 

130 

КТ214-1 

70 

КТ389-2 

260 

ГТ328 

242 

КТ215-1 

33 

КТ39І-2 

209 

ГТ329 

177 

КТ301 

77 

КТ392-2 

262 

ГТЗЗО 

179 

КТ302 

35 

КТ396-2 

212 

ГТ338 

138 

КТ306 

159 

КТ397-2 

214 

ГТ 341 

182 

КТ307-1 

162 

КТ399 

216 

ГТ346 

246 

КТ312 

79 

КТ3101-2 

218 

ГТ362 

187 

КТ313 

126 

КТ3102 

112 

ГТ376 

256 

КТЗ 14 -2 

82 

КТ3104 

153 

ГТ402 

72 

КТ315 

84 

КТЗ 106-2 

220 

ГТ403 

73 

КТ316 

167 

КТ3107 

155 

ГТ404 

36 

КТЗ 17-1 

86 

КТЗ 108 

157 

ГТ405 

76 

КТ318 

170 

КТЗ 109 

263 

КІНТ251 

271 

КТ321 

132 ■ 

КТ3114-6 

226 

КІНТ66І 

284 

КТ324-1 

173 

КТЗ! 15-2 

226 

КПІОІ 

296 

КТ325 

175 

КТ3117 

115 

КП 103 

298 

КТ326 

240 

КТЗ 120 

229 

КП201-1 

308 

ктззз-з 

87 

КТЗ 123-2 

265 

КП202-1 

310 

КТ336 

90 

КТЗ 123 

265 

КПЗОІ 

315 

КТ337 

244 

КТЗ 126 

267 

КП302 

318 

КТ339 

92 

КТЗ 127 

269 

КП308 

321 

КТ342 

93 

КТЗ 128 

270 

КП 304 

324 

КТ343 

139 

КТ3129-9 

116 

КП305 

326 

КТ345 

245 

КТЗ 130-9 

118 

КП306 

330 

КТ347 

248 

КТЗ 132-2 

235 

КП307 

332 

КТ348 

95 

КТСЗОЗ-2 

293 

КП308-1 

335 

КТ349 

249 

КТС393-І 

285 

КПЗ 12 

339 

КТ350 

140 

КТС394-2 

288 

КП313 

341 

КТ35І 

141 

КТС395-1 

277 

КПЗ 14 

343 

КТ352 

143 

КТС398-І 

279 

К.П322 

352 

КТ354-2 

184 

КТС3103 

291 
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КУбК 



с...-. . 



формат 84-108/32 
объем 400 стр 


формат 84*108/32 
объем 384 стр 


формнт 84-108/32 
объем 640 стр 



СПРАВОЧНИК 

, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ: 
ПРИБОРЫ 


’ диоды 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 



ИМПУЛЬСНЫЕ 

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПРИБОРЫ 



формат 84« 108/32 
объем 592 стр 



формат 70400/16 
объем 204 стр 


СПРАВОЧНИК 


Р 


СТАБИЛИТРОНЫ 

ТИРИСТОРЫ 


формат 84*108/32 
объем 528 сгр 



4>ормат 70-100/16 
объем 384 сгр 







Имеются в продаже !!! 


к^і 


Справочники: 

Транзисторы малой мощности 
Транзисторы средней и большой мощности 
Отечественные полупроводниковые приборы 
и их зарубежные аналоги 
Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры 
Диоды высокочастотные, диоды импульсные, 
оптоэлектронные приборы 
Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры 
Зарубежные Интегральные микросхемы 


Готовятся к выпуску в 1995 году !!! 



Справочники. 

Микросхемы памяти, ЦАП и АЦП 
Интегральные микросхемы (том 1) 

Устройство и ремонт цветных телевизоров 
Бытовая электроакустическая аппаратура 
Переносные цветные телевизоры 
Декодирующие устройства цветных телевизоров 
Цветные стационарные телевизоры и их ремонт 
Электрические реле 

Ремонт цветных переносных телевизоров 


Внимание !!! 

Приглашаем к сотрудничеству 
авторов и составителей справочной литературы. 
Контактные телефоны. 

(095) 177-68-01 (095) 177-54-01 

факс (095) 177-02—51 

с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
Паш адрес: Н>9125, Москва, /-*-й Саратовский пр., д.7, корп.З 
Издательство " КУбК" 



